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Type Page Type 

2N 2890 51 SO 241 C 

2N 2891 51 SO 242 

2N 3053 59 SO 242 A 

2N 3054 65 SO 242 S 

2N 3055 73 SO 242 C 

2N 3055 S 81 SO 243 

2N 3439 87 SO 243 A 

2N 3440 87 SO 243 S 

2N 3441 93 SO 243 C 

2N 3442 101 SO 244 

2N 3583 109 SO 244 A 

2N 3584 109 BO 244 B 

2N 3585 109 SO 244 C 

2N 3740 119 SO 249 

2N 3741 119 SO 249 A 

2N 3771 125 SO 249 S 

2N 3772 125 SO 249 C 

2N 3773 135 SO 250 

2N 5294 143 SO 250 A 

2N 5296 143 SO 250 S 

2N 5415 155 SO 250 C 

2N 5416 155 SO 301 

2N 5496 161 SO 302 

2N 6099 167 SO 303 

2N 6101 167 SO 303 A 
2N 6107 177 SO 303 S 
2N 6109 177 SO 304 

2N 6111 177 SO 304 A 

2N 6671 181 BO 304 S 

2N 6672 181 SO 705 

2N 6673 181 SO 706 

2N 6674 183 SO 707 

2N 6675 183 SO 708 

2N 6676 185 SO 709 

2N 6677 185 SO 710 
2N 6678 185 SO 711 

SO 241 187 SO 712 

SO 241 A 187 SO 905 
SO 241 S 187 SO 906 
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187 SO 907 227 
191 SO 908 231 
191 SO 909 227 
191 SO 910 231 

191 SO 911 227 
195 SO 912 231 
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195 SOV 64 A 235 

195 SOV 64 S 235 
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223 SOX 340 275 
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223 SOX 53 A 281 
219 SOX 53 S 281 

223 SOX 53 C 281 
227 SOX 53 0 281 
231 SOX 54 285 
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Type Page Type 

BDX 54 A 285 BDY 79 

BDX 54 B 285 BU 104 

BDX 54 C 285 BU 104 D 

BDX 54 D 285 BU 104 DP 

BDX 62 289 BU 104 P 

BDX 62 A 289 BU 109 

BDX 62 B 289 BU 109 D 

BDX 62 C 289 BU 109 DP 

BDX 63 293 BU 109 P 

BDX 63 A 293 BU 126 

BDX 63 B 293 BU 184 
BDX 63 C 293 BU 189 

BDX 64 297 BU 204 

BDX 64 A 297 BU 205 

BDX 64 B 297 BU 206 

BDX 64 C 297 BU 207 

BDX 65 301 BU 208 

BDX 65 A 301 BU 209 

BDX 65 B 301 BU 284 

BDX 65 C 301 BU 289 

BDX 66 305 BU 326 

BDX 66 A 305 BU 326 A 

BDX 66 B 305 BU 326 AP 

BDX 67 307 BU 326 P 

BDX 67 A 307 BU 406 

BDX 67 B 307 BU 406 D 

BDY 23 309 BU 407 

BDY 24 309 BU 407 D 

BDY 25 309 BU 800 

BDY 26 317 BU 926 

BDY 27 317 BUS 47 

BDY 28 317 BUS 48 

BDY 55 325 BUT 90 

BDY 56 325 BUT 91 

BDY 57 333 BUT 92 

BDY 58 333 BUV 18 

BDY 71 65 BUV 19 

BDY 72 93 BUV 20 

BDY 78 341 BUV 21 
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341 BUV 22 501 

347 BUV 23 511 
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407 BUV 48 593 
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427 BUV 48 i 599 

429 BUV 50 605 
431 BUV 51 609 
437 BUV 52 613 

431 BUV 54 617 

437 BUV 60 619 

443 BUV 61 623 
449 BUV 62 627 

451 BUV 74 631 

453 BUV 98 633 

455 BUV 98 A 633 

461 BUW 34 641 

469 BUW 35 641 

471 BUW 36 641 

471 BUW 38 643 

481 BUW 39 643 

491 BUW 48 653 
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BUW49 653 
BUW 50 663 
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BUW 89 675 
BUW 90 679 
BUW91 683 
BUW 92 687 
BUX 10 693 
BUX 11 703 
BUX 11 N 713 
BUX12 721 
BUX 13 729 
BUX 14 737 
BUX15 745 
BUX 20 753 
BUX 21 763 
BUX 22 773 
BUX 23 783 
BUX 24 791 
BUX 25 799 
BUX 37 807 
BUX 39 811 
BUX 40 821 
BUX 41 831 
BUX 41 N 841 
BUX 42 849 
BUX 43 857 
BUX 44 865 
BUX 45 873 
BUX 46 881 
BUX 46 A 881 
BUX 47 887 
BUX 47 A 887 
BUX 48 893 
BUX 48 A 893 
BUX 49 901 
BUX 50 909 
BUX 51 917 

Type 

BUX 54 
BUX 80 
BUX 81 
BUX 84 
BUX 85 
BUX 98 
BUX 98 A 
ESM 16 
ESM 737 
ESM 738 T 
ESM 749 
ESM 749 A 
ESM 750 
ESM 750 A 
ESM 752 
ESM 752 A 
ESM 753 
ESM 753 A 
ESM 837 
ESM 952 
ESM 952 A 
ESM 1000 T 
ESM 1503 
ESM 2040 D 
ESM 2060 T 
ESM 2070 D 
ESM 3000 
ESM 3001 
ESM 3002 
ESM 3004 
ESM 3005 
ESM 3006 
ESM 3007 
ESM 4012 
ESM 4014 
ESM 4015 
ESM 4016 
ESM 4017 
ESM 10040 
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superswitch 

A wide range of high performance power 
semiconductors for fast and high efficiency 
switching : you may choose the best Superswitch 
for your own application. 

A large choice of plastic and metallic packages to 
meet your environment and mounting needs : from 
the small flat TO-220 to the 2.5 kV isolated ISO-TOP 
case and to the new isolated TOP 3 case. 

Power transistors, darlingtons, fast recovery diodes 
for : 
• Switching frequencies up to 220 kHz 
• Supply voltages from 12 V to 700 V 
• Output powers up to 1 00 kW. 

Application orientated specifications of products. 
Complete and detailed data-sheets for easy circuit 
design and worst-case simulation. 

Innovative technology : try today power 
semiconductor's state of the arts. 

Fast switching semiconductors for 
• Switchmode power supplies 
• DC-AC converters 
• DC and AC motor drives 
• Ultrasonic generators 
• Induction heating ... 
.. . But also the necessary «software» to help you 
• to improve the base drive 
• to define the S.O.A. in the switching mode 
• to know what a transistor will do with a short 

circuit on the load. 
• to understand the new concept «switching 

overload area» 
• to know all about inverse currents in transistor 

bridges 
• to choose a switching power transistor (lCM - IC -

lC(sat) 
• to parallel bipolar transistors. 
You will find all the foregoing information together 
with application examples in the handbook: 
«THE POWER TRANSISTOR IN ITS ENVIRONMENT» 
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su perswitch 

Une gamme etendue de semiconducteurs de 
puissance pour la commutation rapide 8 haut 
rendement. Choisissez Ie Superswitch Ie mieux 
adapte pour votre application. 

Un large choix de boWers plastiques ou metalliques 
pour satisfaire aux besoins de votre environnement 
et de votre montage : depuis Ie petit boWer plat 
TO-220 jusqu'au nouveau boWer ISO TOP isole 8 2,5 kV. 

Des transistors, des darlingtons, des diodes 8 
recouvrement rapide de puissance pour : 
• des frequences de commutation jusqu '8200 kHz 
• des alimentations de 12 V 8 700 V ; 
• des puissances de sorties pouvant atteindre1 00 kW. 

Des produits specifies en vue de leur application. 
Des notices completes et detai/lees pour permettre 
une conception facile du circuit et la simulation du 
pire cas. 
Une technologie innovative: essayez aujourd'hui 
les semiconducteurs de puissance de demain. 

Des semiconducteurs de commutation rapide pour : 
• les alimentations 8 decoupage ; 
• les convertisseurs continus-alternatifs ; 
• les commandes de moteurs continus ou alternatifs 
• les generateurs 8 ultra son ; 
• Ie chauffage a induction ; 

· .. Et en plus Ie savoir-faire necessaire pour vous aider: 
• 8 optimiser la commande de base ; 
• 8 definir I'aire de securite de fonctionnement en 

regime de commutation; 
• 8 connaltre Ie comportement du transistor en 

presence d'un court-circuit sur la charge; 
• a comprendre Ie nouveau concept de «/'aire de 

surcharge en commutation» ; 
• 8 tout connaltre des courants inverses dans les 

ponts 8 transistors ; 
• 8 choisir un transistor de puissance de 

commutation (lCM - IC - ICsat) ; 
• 8 cabler en parallele des transistors bipolaires 

Vous trouverez toutes les informations ci-dessus, 
avec des ex em pies d'applications dans I'ouvrage 
«LE TRANSISTOR DE PUISSANCE DANS SON 
ENVIRONNEMENT». 
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superswitch 2, innovative fast switching 
power transistor for up-to-date circuit solutions 

Your advantages thanks to Superswitch 2 : 

• low-cost base drive 

• less on-state losses 

• less switching losses 

• less or no snubber 
circuits 

• less cooling or lower 
junction operating 
temperature, so higher 
reliability 

• optimal design and 
worst-case simulation 
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due to improved gain 
specification : 

h21 E ~ 20 at Ie Jsat) 

improvement 
of 25 % to 40 % 

20 % to 35 % lower 
than common Pro­
Electron and Jedec 
devices 

thanks to less losses 
and low junction 
temperature 

as a consequence of 
all improvements 

thanks to complete 
and detailed data-sheets 



superswitch 2, des transistors de puissance 
innovatifs pour les circuits d'aujourd'hui 

Les avantages de Superswitch 2 : 

• commande de base plus amelioration du gain 
economique 

h21E ~ 20 a IC (sat) 
2 

• MOins de pertes en reduite de 
conduction 25 % a 40 % 

• Moins de pertes en 20 % a 35 % J)lus 
commutation faibles que les 

dispositifs 
Proelectron et Jedec 

• Peu ou pas de circuit moins de pertes et 
d'aide a la commutation faible temperature de 

jonction 

• Moins de refroidisseurs ou consequence de toutes 
temperature de les ameliorations 
fonctionnement plus basse 
d'ou meil/eure fiabilite 

• Conception optimale et notices completes et 
simulation du pire cas detail/ees 
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~ high efficiency, fast switching power transistors 
ntOMSOrHSF superswitch 2 

guide de selection - transistors de puissance commutation rapide 
haut rendemment superswitch 2 

TO 3 Superswltch 2 transistors le(sat) is specilied at VeE(sat) "" O.9V ~ 
VCEO(sus) 60 90 125 200 250 

IC(sat) VCEV 120 160 250 300 350 
(A) (V) 

64 BUV 18 

56 BUV 19 

50 BUV 60 

32 BUW 38 

28 BUW 39 

24 BUV 61 

20 BUV 50 

16 BUV 62 

15 BUV 39 

11 BUV 40 

10 BUV 51 

8 BUV 52 

6 BUV 41 

4 BUV 42 

TOP 3 Superswitch 2 transistors lC(sat) is specified at VeE(sat) "" 1 V ~ 
VCEO(sus) 60 90 125 150 200 250 

IC(sat) VCEV 120 160 250 200 300 350 
(A) (V) 

32 BUW 48 

28 BUW 49 

20 BUW 50 

15 BUW 89 

10 BUW 90 BUW 96" BUW 51 

8 BUW 52 

6 BUW 91 

4 BUW 92 

• fast switching PNP transistor 

IC(sat) is lhe recommended operating collector current value. 

Switching times ~, If, Is and ~ and the collector-emitter saturation voltage VeE (sat) are specified in our data-sheets at Ie (sat). 
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superswitch selector guide f~ 
guide de selection superswitch 1HOMSON·CSF 

TO 3 Superswltch transistors ~ 
VCEO(sus) 90 125 200 250 325 400 500 400 450 600 700 700 

'C(sat) VCEV 120 160 250 300 400 450 500 850 1000 900 1000 1500 
(A) (V) 

70 BUT 90 

50 BUV 20 
BUX 20 

40 BUT 91 

35 BUT 92 

25 BUV 21 
BUX 21 

20 BUX 39 BUX 10 BUV 22 BUX 98 BUX 22 

15-16 BUX 40 BUV 23 BUX 98 A BUX 23 

12 BUX 11 BUV 24 ESM 952 ESM 952 A BUX 24 

10 BUX 12 BUX 48 

8 BUX 41 BUX 13 BUV 25 BUX 48A BUX 25 

6 BUX 42 BUX 14 BUX 47 ESM 750 ESM 750A 

5 BUX 43 BUX 47 A 

4 BUX 44 BUX 15 ESM 1503 

2-2.5 BUX 45 BUX 46 

TOP 3 Superswltch transistors 

VCEO(sus) 400 450 

'C(sat) VCEV 850 1000 
(A) (V) 

8-10 BUV 48 BUV 48 A 
• BUV 48 " 

6 BUV 47 B 

5 BUV 47 BUV 47 A 
• BUV 47 " 

• Isolated version: isolalion vollage between chip and case 01 2000 VRMS 

'C(sat) is the recommended operating collector current value 

Swilching limes to. Ir. Is and If and Ihe colleclor-emitter saluralion voltage VCEO(sal) are specified in our dala sheels al lC(sat) . 

• NEW 
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superswitch selector guide 
guide de selection superswitch 

TO 220 Superswitch transistors 

VCEO(sus) 90 120 200 400 450 

lC(sat) VCEV 180 240 400 850 1000 

(A) (V) 

12 BUV 26 

8 BUV 27 • BUV 66 

6.5 • BUV 66 A 

6 BUV 28 

5 • BUV 56 

4 • BUV 56 A 

2.5 BUV 46 

2 • BUV 46 A 

1.2 BUV 36 

.BUV36A 

ISO-TOP Superswitch transistors and darlingtons Isolalion voltage: 2.5 kVRMS & 
VCEO(sus) 60 80 125 200 250 400 400 450 600 700 700 

IC(sat) VCEV 120 160 160 250 300 600 850 1000 900 800 1000 
(A) (V) 

80 • ISO BUV 18 

60 • ISO BUV 19 

50 • ISO BUV 20 

25 • ISO BUV 21 

• ISO BUV 22 ESM 749' • ESM 749 A' 
ESM 2040 D" BUV 98 20 

16 BUV 98 A 

12 ESM 753' • ESM 753 A' 
ESM 752 • ESM 2070 D" ESM752 A 

• Fast sWitching darlinglons Without parasitic C-E diode 

hFas\ switching darlingtons With antlparallel ultra-fast recovery free-wheel diode. 

All ISO-TOP devices are available with screwable collector and emitter connections (standard type number plus "V" suffiX.) 

ISO-TOP darlingtons are delivered with four connections: this allows independant dflve of the driver and of the output transistor to improve the switching behaviour of the darlington. 

lC(sat) is the recommended operating collector current value. 

Switching Urnes to, If. Is. and If and the collector-eminer saturatIOn voltage VCEO(sal) are specilled in our data-sheets at IC(sat) . 

• NEW 
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superswitch selector guide 
guide de selection superswitch 

Giant ISO-TOP Superswitch darlingtons lsolalion vollage: 2.5 kVRMS 

VCEO(sus) 400 
'C(sa!) VCEV 500 
(A) (V) 

100 • ESM 10040 

450 
600 

• ESM 10045 

500 
700 

• ESM 10050 

Giant ISO-TOP darlingtons are delivered with four connections: this allows independanl drive 01 the driver and 01 the output transistor to improve the switching behaviour of the darlington. 

TO 83 Superswitch high power transistors At 
VCEO(sus) 100 150 200 400 500 600 700 

'C(sa!) VCEV 200 200 350 600 600 1000 1000 
(A) (V) 

150 • ESM 3000 • ESM 3001 

140 • ESM 3002 

100 ESM 1000 T 

65 ESM 3004 

60 ESM 2060 T 

50 ESM 3005 

35 ESM 3006 

30 ESM 738 T ESM 3007 

Press-pack Superswltch giant transistors Q 
VCEO(sus) 200 400 500 600 700 

'C(sa! VCEV 350 600 600 1000 1000 
(A) (V) 

230 • ESM 4012 

90 ESM 4014 

70 ESM 4015 

60 ESM 4016 

50 ESM 4017 

tC(sat) IS the recommended operatmg collector current value 

Switching times Id. Ir. Is and It and the collector-emitter saturation voltage VCEO(sal) are specified In our data-sheets at tC(sal) . 

• NEW 
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~ Ie 

10A 

8A 

7A 

8A 

SA 

4A 

2,5-3 A 

power transistor and darlington for TV applications 
selector guide 

guide de selection 
transistors de puissance et darlingtons pour applications TV 

330V 

BU 109 
BU 109 0 

BU 109 P 
BU 1090P 

BU 189 

BU407 
BU 407 0 

PNP 

400V 750V 900V 1300V 1500V 1700V c-BOOV 

TO-3 

TO-220 

BU 184 TO-220 

BU926 BU 926A TOP-3 

BUl04 
TO-3 BU 1040 

BU 104P 
BU 1040P 

TO-220 BU406 
BU 4060 

BU326 BU 326A TO-3 
ESM 326 ESM 326A TO-220 

au 207 au 208 
BU800 TO-3 
BU 208A 

BU209 TO-3 

BU 126 BU 204 BU205 BU206 TO-3 

general purpose darlington selector guide 
Po 60 --150 W 

guide de selection darlingtons usage general 

TO-3 

TOP-3 

TO-3 

TOP-3 

TO-220 

TD-220 

TO-3 
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PNP 

PNP 

PNP 

TOP·3 general purpose transistor selector guide 
guide de selection 
transistors TOP-3 usage general 

~ 
lHOMSON-CSF 

TO·220AB general purpose transistor selector guide 
guide de selection 
transistors de puissance usage general TO-220AB 

~ 35-40V 45V BOV 70V 80V 100V Case 

Ie 

15A B0905 B0907 B0909 B0911 
SOSQ6 B!j)'SQII 131:1,910 B0912 

12A B0705 ,,~~~2, B0709 BO 711 
BlJ706 ,!)MJO 8;0712 

IDA 2N 6099 2N6101 

8A B0301 BO,303 BO 303 A BO 303 B , B030~ "p,~4A 8;0.3048; 

7A ~~,~i~, 

IA B0243 ~~.~~~,~ BO 243 B BO 243 C 
80244 £11;>,2448 B0244.C 

4A 2N 5296 2N 5294 

3A B0241 80241 A BO 241 B BO 241 C 
!)O242 '~l:!~42''''' $1;>'.;1428 .80242C 

TO·3 general purpose transistor selector guide 
guide de selection 
transistors TO-3 usage general 

~ 40V BOV 140V 

Ie 

20-30A 2N 3771 2N 3772 

1& -II A 2N 3055i~~~:1~,'I', 2N 3055 S 2N 3773 

IDA 2N 344280)(20 ··,i. 

16 
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~~ 
~·CSF superswitch is also a complete range of fast recovery diodes 

superswitch, c'est aussi une gamme complete de diodesde redressement 
trr~ 60 ns 

T(vjl 10 I Te ... IFSM VF I IF IRNRRM .... 
Typ .. Package VRRM rCI (AI (·CI (AI (VI (AI (mAl (n.1 

Softier (VI max. 'P 10m. l00·C T(vjl l00·C max 
max 

BYW81· 50 50 
BYWB1·l00 100 
BYW81·150 00-4 150 150 15 120 200 0.85 12 1,5 35 
BYW81·150A 150" 
BYW81·200 200 

BYW77· 50 50 
BYW77·100 100 

~ BYW77·150 00-4 150 150 25 115 500 0,B5 20 2,5 50 
BYW77·150A 150" 
BYW77·200 200 ~D04 
BYW92· 50 50 (CB-ll) 

BYW92·100 100 
BYW92·150 00·5 150 150 35 115 500 0,92 35 5 50 
BYW92·150A 150" 
BYW92·200 200 

BYW07· 50 50 30" 

~ 
BYW07·100 100 30" 
BYW07·150 00·5 150 150 70 85 1500 0,84"" 70 30": 50 
BYW07·150A 150" 30" 
BYW07·200 200 40"" 

BYWOB· 50 50 00-5 
BYWOB·l00 00·5 100 150 80 90 1500 0,92 80 5 80 ICB-34) 
BYWOB·I50 150 
BYWOB·200 200 

BYW7B· 50 50 
BYW78·100 100 
8YW78·150 00·5 150 150 50 100 1500 0.85 50 5 80 
BYW78·150 A 150" 
BYW78·200 200 

trr~ 50 ns 
• Controlled avalanche type 

T(vjl 10 I T case IFSM VF I IF IRNRRM trr 
Types PaCkage VRRM rCI (AI (·CI (AI (VI (AI (mAl (n.1 

Boitier (VI max. tp 10ms 100 ·C T(vjl l00·C max 
max h 50 

" ICB-197) 
BYW98· 50 
BYW88·100 00·27 A 

100 
150 3 85 70 0,85 3 0,5 35 BYW98·150 150 

BYW98·2OO 200 

BYW80· 50 50 
BYWSO·I00 100 ~ .. 8YWSO·I50 DO·220AB 150 150 7 130 100 0,85 7 1 35 . IC8-2271 

BYWSO·I50A 150" 
BYW80·200 200 

BYW29· 50 50 
BYW29·100 

DO·220AB 
100 

150 7,6 125 80 0,85 5 0,6 35 
BYW29·150 150 TO-220 AS 
BYW29·200 200 

~ 
BYW51· 50 50 20 BYW51·100 TO·220 100 150 125 100 0.89 8 1 35 
BYW51·150 150 (2 x 101 

PLO 0.8 BO 
125 1 25 20 1,1" 1 '0,5 50 F 126 

PLOI F 126 100 (CB-210) 

BYW99· 50 TO.J 
50 30 125 300 0.85 15 2,5 50 

BYW99·100 100 150 (2 x 151 
BYW99·150 modified 150 

~ • Controlled avalanche type "" T(vjl 25·C 0 
TO-3 
modified 
(C8-fS9J 

17 



fast recovery rectifier diodes 
diodes de redressement rapides 

trr~ 100 ns 

T(vj} 10 

Ty .... Package VRRM (' C) (AI 
BoFtier IV) max 

ESM980·2oo DO·220AB 
200 

ESM980·300 300 150 8 
ESM980-400 isolated 400 

BYX61· 50 50 
BYX61·1oo 100 
BYX61·200 DO-4 200 150 12 
BYX61·300 300 
BYX61-400 400 

BYVJO·200 200 
BYVJO·300 DO-4 300 150 12 
BYVJO-400 400 

BYX65· 50 50 
BYX65·1oo 100 
BYX65·200 DO·5 200 150 30 
BYX65·300 300 
BYX65-4oo 400 

BYV92·200 200 
BYV92·300 DO·5 JOO 150 35 
BYV92-400 400 

ESM243· 50 50 
ESM243·1oo 100 
ESM243·200 DO-5 200 150 60 
ESM243·300 300 
ESM243-400 400 

ESM990·2OO 200 
50 ESM990·3oo ISOTOP 300 150 

ESM990-4oo 400 (2 x 25) 

• T(yj} 25'C •• T(yjl125'C 

trr~ 150 ns 

T(vj) 10 

Types Package VRRM rCI (A) 
Bairier (V) max 

lN5415 50 
lN5416 100 
lN5417 BV30 200 175 3 
lN5418 400 
lN5419 500 

ESM255· 50 50 
ESM255·1oo 100 
ESM255·200 DO·126 200 130 6 
ESM255·300 300 
ESM255-400 400 

BY233·200 200 
BY233·400 DO·220AB 400 150 8 
BY233·600 600 

• TIYj) 25·C ··Tlvj) 125'C 

I T ca .. 
rCI 

100 

100 

120 

100 

110 

65 

95 

I T ca .. 
('C) 

55 

85 

120 
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IFSM VF I IF IRIVRRM '" (AI (VI (AI (mAl (n.) 

tp 10 m. l00'C T(vj) loo'C max 
max 

100 1,35 8 1 50 ~. 
(CB·227) 

150 1,5· 12 3 100 

It. 140 1,05 10 3·· 100 .... 004 
IC8-33) 

~ 
300 1,5· 30 10 100 

00-5 
500 1,05 35 1,5 100 (CB·34) 

~ 800 1,5·· 60 10 100 O· 

'" 
200 1,25 25 8 50 ISOTOP 

leB·2B51 

IFSM VF I IF IRIVRRM t" ~L (A) IV) (A) (mAl (ns' 
tp 10ms 100 ·C T(vjlloo'C 

-~~~ 
max 

max 

/---- {CB·3171 
73 1,5· 9 0,02 150 

~ 80 1,4· 6 0,5·· 150 00-126 
lea-1501 

~ 
100 1,25 8 1 150 < 

DO 220 AB 
(CB·227) 



trr ~200 ns 

Tlyj) 10 I 
Types Package VRRM I·C} IA} 

Boitier IV} max. 

lN3879 50 
lN3880 100 
lN3881 00-4 200 150 6 
IN3882 300 
IN3883 400 

IN3889 50 
IN3890 100 
IN3891 

00-4 
200 

150 12 IN3892 300 
IN3893 400 
BYX62-600 600 

BYT6I,B· 600 600 
BYT61,B· BOO 

00-4 
BOO 

150 12 BYT6I,B· 980 900 
BYT6I,B·lOOO 1000 

IN3899 50 
IN3900 100 
IN3901 

00·5 
200 

ISO 20 IN3902 300 
IN3903 400 
BYX63-600 600 

IN3909 50 
IN3910 100 
IN3911 

00·5 
200 

ISO 30 IN3912 300 
IN3913 400 
BYX64-600 600 

BYT65,B· 600 600 
BYT65,B· 800 

00·5 
800 

150 30 8YT65,8· 900 900 
BYT65,B·lOOO 1000 

ESM244· 50 50 
ESM244·100 100 
ESM244·200 200 
ESM244·300 00·5 300 150 60 
ESM244-400 400 
ESM244·500 500 
ESM244-600 600 

'TIYj} 150 ·C 111 BYT61·BYT65 12} BYT6IB·BYT65B 

trr ~ 200 ns 

TIvj} 10 I 
Types Package VRRM I·C} IA} 

BoTtier IV} mu. 

BY218·100 100 
BY21B·200 

00·27 A 
200 

150 2 BY218-400 400 
BY218-600 600 

BY318·100 100 
BY3IB·200 

00·27A 
200 

150 3 BY318-400 400 
BY3IB-600 600 

T .... IFSM 
I·C} IA} 

tp 10 ms 

100 150 

100 150 

110 ISO 

100 225 

100 300 

100 300 

65 BOO 

T ca .. IFSM 
I·C} IA} 

t., 10m. 

90 100 

50 100 
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fast recovery rectifier diodes 
diodes de redressement rap ides 

VF I IF IRNRRM t" 
IV} IA} ImA} In.} 

100 ·C Tly;} l00·C ""'. mo. 

1,4' 6 I 200 

1,4' 12 3 200 t1 
004 
IC8-33J 

1,511} 12 3 200 1,312} 

1,4' 20 6 200 

1,4- 30 6 200 

If 1,511} 30 6 200 1,312} 
00·5 
ICB-34J 

1,2 30 6 200 

VF I IF IRNRRM trr 
IV} IA} ImA} Ins} 

100 ·C Tamb 25 °c m .. 
mo. 

1,3 3 0,01 200 h: 1,3 3 0,01 200 (CB·197 



fast recovery rectifier diodes 
diodes de redressement rapides 

t rr " 300 ns 

T(yjl 10 

Types PlICkogo VRRM tC) (A) 
BoTrier (V) max 

BA157.T 400 
BAl5B.T F 126 600 150 0.4 
BA159.T 1000 

PY55-350 
F 126 

350 
1 PY55-6oo 600 

PLRB10 50 
PLR811 100 
PLR812 200 
PLR813 

F 126 
300 

150 1 PLRB14 400 
PLR816 600 
PLR817 800 
PLR818 1000 

ESM181·300 R 300 
ESM181-400 R 400 
ESM181·500 R 00·126 500 125 4 
ESM181-600 R 600 
ESM181-800 R 800 

BYT!8YV71·100 100 
BYT/BYV71·200 200 
B YT IBYV71-400 00·220AB 400 150 6 
BYT/BYV71-600 600 
BYT!8YV71-800 800 

RTF 1 OIESM765·1 00 100 
RTF20/ESM765·200 200 
RTF40/ESM765-400 00·220AB 400 150 10 
RTF60/ESM765-600 800 
RTFBO/ESM765-800 800 

(1) Tomb 25·C (2) T(yjl 25·C (3) Tamb 125·C 

T(Yi) 10 
Types Package VRRM I"C) (A) 

Boitier (V) max. 

BYT75·200 200 
BYT75-400 

F 62M 
400 

125 120 BYT15·500 500 
BYT75-600 600 

ESM4116· 200 200 
ESM4116· 400 

M 771 
400 

125 300 ESM4116· 500 500 
ESM4116· 600 600 

ESM4120· 600 600 
ESM4120· 800 

M 771 
800 

125 300 ESM4120· 900 900 
ESM4120·1ooo 1000 

(1) Typ (2) T(yj) 25·C 

I 

I 

T .... IFSM VF I IF IRNRRM '" (·C) (A) (V) (A) (mA) (n.) 

'P 10m. 100°C T(yjlloo ·C mo. 
max 

25 30 1,5 (2) 1 0,005 (1) 300 

65 60 1,25 (2) 5 0,75 (3) 300 ~ (CB·2l0) 

75 1,2 (2) 45 1 0,1 300 

~ 00-126 
ICB-'SOl 

100 60 1,4 (2) 4 a,s (4) 300 

115 90 1,3 6 1 300 ~ 
(CB-227) 

100 120 1,35 10 1 300 

(4) T(yj) 125·C 

Tease IFSM VF I IF IRNRRM Orr 
(·C) (A) (V) (A) (mA) (~C) 

tp lOms 100·C T(yi) 125·C 

/:~ 
max 

mo. 

65 1,1"11) 1000 120 3 4 

ICB-251) 

65 4500 1.7 (2) 450 0,1 4 

@ 
65 4500 1.7 (2) 450 0,1 13 M 771 

(CB-262) 
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trr ~500 ns 

Tlvj ) 10 I T case 
Types Package VRRM 1°C) IAI rC) 

Bo;tier IV) max. 

BY296 100 
BY297 

00-27 A 
200 

150 2 90 BY298 400 
BY299 800 

8Y396 100 
BY397 

00-27 A 
200 

150 3 50 BY398 400 
BY399 800 

BYX66- 500 500 
BYX66- 600 600 
BYX66- 700 

004 
700 

150 12 100 BYX66- 800 800 
BYX66- 900 900 
BYX66-1ooo 1000 

BYX67- 500 500 
BYX67- 600 600 
BYX67- 700 700 

150 30 100 BYX67- 800 00-5 800 
BYX67- 900 900 
BYX67-1000 1000 

ESM245- 600 600 
ESM245- 800 00-5 800 150 60 65 
ESM245-1ooo 1000 

IFSM 
IA) 

'P 10m, 

70 

100 

150 

300 

BOO 
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fast recovery rectifier diodes 
diodes de redressement rapides 

VF I IF IR/VRRM t" 
IV) IA) ImA) In,) 

25 °c 100°C max 
max 

1,3 3 0,01" 500 
DO-27 A 
(CB·197) 

1,3 3 0,01" 500 

~ 1'-1,5 12 3 500 .... 00-4 

(CB·331 

1,5 30 10 500 If 
00-5 

1,4 60 6 500 ICB 34) 



THOMSON· EFCIS 
switching transistor· drivers and controllers 

circuits integres THOMSON· EFCIS 

Drive and control circuit for switching 

UAA4002 +10V 

IOChF 

4 14 

.ou .--. 
10 15 

11 13 

J1. 5 16 ...... IS' UAA4002 
9 

6 12 

5600 O.22n 

(lMAX·6A) 

Switching voltage regulator for DC-DC conversion 

UAA 4006 

lOki! 

• kU 

41kU 
SA 159 

2.2 nF-1 000 v 

41pF 

350 v .'W41kU 10"F 
,w 

Other specialized circuits 
Switching power supplies D,C.motors 

Typical application 

The UAA 4002 generates, from a 
logic input signal, direct base drive of 
a power transistor or Darlington pair. 
The control current can be increased 
by the addition of one or more 
external transistors. 
The Ie and VeE parameters of the 
transistor are continuously checked 
to ensure that the safety area of the 
switching element is respected. 
The output state depends on the logic 
level applied to the input. An alternate 
pulse control mode may also be 
employed: positive pulse for the start 
of conduction, negative pulse for the 
end of conduction. 

50 W fly-back chopper supply 

Integrated circuit UAA 4006 forms 
the basis of a fly·back type chopper 
power supply, using few external 
components. The power supply is 
protected against secondary short· 
circuits by a secondary current 
control circuit. 

The Ie and VeE parameters are 
continually controlled to ensure that 
the transistor always works in its 
safety region. 
An integrated switch allows the 
circuit to be started with a very small 
current from the power supply. The 
base control current for the transistor 
is optimized by means of a high 
speed self-regulating driver. 

• TEA 1001 Base current up to ± 3 A 
• TEA 2018 Low-cost, 8 pin DIP package • UAA 4003 Basic processor, auxiliary safety features 

• TEA 2019 Synchronizable version of TEA 2018 • UAA 4004 Basic processor for speed regulation 

• UAA 4001 Low-cost version ofTEA 1001 

THOMSON·EFCIS 
45 av de I 'Europe 78140 VELIZY - FRANCE -
Tel (3) 946.97.19 - Tx : 698866 F 
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THOMSON· EFCIS 
commandes de transistors de commutation 

circuits integres THOMSON· EFCIS 

Circuit de commande pour transistors de commutation 

UAA4002 
-tIOV 

IOOIlF 

4 14 .-. IOU 

10 15 

11 13 

FL 
' ..... 5 16 

UAA4002 
9 

6 12 

8 

3 7 

47 KU !i6Oa 0.220 

.0.'.' (lMAX"'6A) 

6-5. 
H 

Regulateur de tension a decoupage pour conversion DC· DC 

UAA 4006 
r---------~~------------_, 

IOkU 

, kU 

41kU 
SA 159 

2.2nF-l000V 

•t7 i1f ,w 
J50V 47kU47k.U 10jlf 

Autres circuits specialises 

Application typique 

L 'UAA 4002 realise, a partir d'un 
signal d'entree logique, la commande 
de base directe d'un transistor ou 
Darlington de puissance. Par 
adjonction d'un ou plusieurs 
transistors exterieurs, if est possible 
d'augmenter Ie courant de 
commande. 
Les parametres IC et VeE du 
transistor sont con troles en 
permanence de faeon a respecter 
/'aire de securite de /'element de 
commutation. 
L 'etat de la sortie depend du niveau 
logique applique a I'entree. On peut 
egalement utiliser un mode de 
commande par impulsions positives 
(debut de conduction) et negatives 
(fin de conduction). 

Alimentation fly back 50 W 

Le circuit UAA 4006 permet de 
realiser une alimentation a 
decoupage de type fly-back avec un 
nombre reduit de composants 
exterieurs. L 'alimentation est 
protegee contre les court-circuits au 
secondaire grace a un circuit de 
surveillance du courant secondaire. 
Un interrupteur integre permet Ie 
demarrage du circuit avec un courant 
d'alimentation tres 'aible. La 
commande de base est optimisee par 
utilisation d'un driver rapide 
autoregulant. 

Alimentations a decoupage Moteurs II courant contfnu 
• TEA 1001 Courant base jusqu'a ± 3A 
• TEA 2018 Grande diffusion, boitier DIP 8 broches 
• TEA 2019 Version synchronisabledu TEA 2018 
• UAA 4001 Version simplifiee du TEA 1001 

THOMSON·EFCIS 45 av de I"Europe 78140 VELIZY . FRANCE· 
Tel (3) 946.97.19· Tx : 698866 F 

• UAA4003 
Blocs de base, blocs auxiliaires de securite 

• UAA 4004 Blocs de base pour regulateur de vitesse 
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power transistor chips 

Genera' purpose transistors 

Types lJ'olarity VCEO (sus) IC VCE (sa,1 I IC IT DimenskJns AI wire 
max min. for ultrasound soldering 

(VI (AI (VI (AI (MHzl (mm) o max (""I 

J-2N 3055 NPN 60 15 1,1 4 0,8 3,5X3,5 320 
J-2N 3771 NPN 40 30 2 15 0,8 6x6 400 
J-2N 3772 NPN 60 20 1,4 10 0,8 6x6 400 
J-2N 3773 NPN 140 16 1,4 8 0,8 6x6 400 
J-BOX 18 PNP 60 15 1,1 4 4 3,1 x3,1 320 
J-BDX 20 PNP 140 10 1 3 4 3,5x3,5 320 

Superswitch transistors 

Types VCEO (sus) VCEV VCE (sat) I IC I 18 't Dimensions AI wire 
NPN max 25°C for ultrasound soldering 

max 
(VI (VI (VI (AI (AI (".1 (mm) 0max(~) 

J-BUW 38 60 120 1,4 40 4 0,25 6X5,5 500 
J-BUW 39 80 160 1,2 30 3 0,25 6x5,5 500 
J-BUW89· 90 160 1 15 1,5 0,2 4x4 400 
J-BUW90· 125 250 1 11 1,1 0,2 4x4 400 
J-BUW 50· 125 250 1 20 2 0,2 5x5 500 
J-BUW 91· 200 300 1 6 0,6 0,2 4x4 400 
J-BUW 51· 200 300 1 10 1 0,15 5x5 500 
J-BUW 92" 250 350 1 5 0,5 0,2 5x5 400 
J-BUW 52· 250 350 1 8 0,8 0,2 5x5 500 
J-BUV 36 400 850 1,5 1,2 0,24 0,4 2,6 X 2,6 200 
J-BUV 46 400 850 1,5 2,5 0,5 0,4 3,3x3,3 250 
J-BUV 56 400 850 1,5 5 1 0,4 4,2x4,2 250 
J-BUV 47 400 850 1,5 5 1 0,4 4,5x4,5 250 
J-BUV 48 400 850 1,5 10 2 0,4 5,8x5,8 320 

• These deVIces are also avaJlable WIth organIC paSSivation. 

Transistors for TV applications 

Types VCEO (sus) VCEV IC 't Dimensions AI wire 
NPN typo for ultrasound soldering 

(VI (VI (AI (".1 (mm) o max(,..,,) 

J-BU 205 700 1500 2,5 0,75 4x4 250 
J-BU 208 700 1500 5 0,7 5,5 x 5,5 250 
J-BU 800 700 1500 5 0,6 5x5 250 

Genera' purpose darlingtons 

Types VCEO (sus) IC VeE (sat) I IC tT Dimensions AI wire 
NPN PNP typo for ultrasound soldering 

(VI (AI (VI (AI (MHzl (mm) " max(,..,,) 

J-BDX 53 J-BDX 54 4510 100 8 2 3 7 2,4 x 2,6 200 
J-BDX 63 J-BDX 62 6010100 8 2 3 7 3X3 250 
J-BDX 65 J-BDX 64 6010100 12 2 5 7 3,7 X 3,7 250 
J-BDX 67 J-BDX 66 6010100 16 2 10 7 3,7 X 5,5 250 

Switching darlingtons 

Type VCEO (sus) VCEV IC VCE (sa'i I IC I 18 Dimensions AI wire 
NPN for ultrasound soldering 

(VI (VI (AI (VI I (AI I (AI (mm) " maxi,..,,) 

J-BUV 37 400 450 15 '2 I 10 I 0,15 6x5,5 320 

Organic passivation; inorganic passivation for other devices 

IMPORTANT; For power transistor chips metallization. AI (front side) and sublayer + Au or Ag (back side) are available. 
The electrical characteristics here mentioned are those measured on finished products. 

For more information please consult the ((CHIPS & WAFERS'» selection guide. 
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~ 
lHOMSON-CSF 

Type VCEO IC PlOt h21E I IC 

NPN I cont 
PNP min I max I 

(V) (A) (W) (A) 

genaral pUrpose transistors 

2N 5296 40 4 36 30 120 1 

BD241 ~n242 45 3 40 20 1 
BD243 BD244 45 6 65 15 3 
BD301 BD302 45 8 55 30 3 
BD705 BD706 45 12 75 20 150 4 
BD905 BD906 45 15 90 15 150 5 

BD 241 A BD 242 A 60 3 40 20 1 
BD 243 A BD 244 A 60 6 65 15 3 
BD 303 BD 304 60 8 55 30 2 
BD707 BD708 60 12 75 15 150 4 
BD907 BD908 60 15 90 15 150 5 

2N 6099 60 10 75 20 80 4 
2N 5294 70 4 36 30 120 0,5 
2N 5496 2N 6107 70 7 60 20 100 3,5 
2N 6101 70 10 75 20 80 5 

BD 241 B BD 242 B 80 3 40 20 1 
BD 243 B BD 244 B 60 6 65 15 3 
BD 303 A BD 304 A 80 8 55 30 2 
BD709 BD710 80 12 75 15 150 4 
BD909 BD910 80 15 90 15 150 5 

BD 241 C BD 242 C 100 3 40 20 1 
BD 243 C 80244 C lOa 6 65 15 3 
80303 B BD 304 B 100 8 55 30 2 
BD711 BD712 100 12 75 15 150 4 
BD911 BD912 100 15 90 15 150 5 

BD249 BD250 45 25 125 10 15 
BD 249 A BD250 A 60 25 125 10 15 
BD 2498 802508 80 25 125 10 15 
8D 249 C BD250 C 100 25 125 10 15 

T "" 25ce unless otherwise specified 
C sauf specification contraire 

plastic power transistors 
transistors de puissance plastiques 

VCE(oat} IIC I la tcJ+t, to. tt tr ease 
typo 

msx I max max max min 
(V) (A) (A) \us} \us} \uo} (MHz) 

transistors usage gar.eral 

1 1 0,1 0,8 

1,2 3 0,6 3 
1,5 6 1 3 
1 3 0,3 3 
1 4 0,4 3 
1 5 0,5 3 

1,2 3 0,6 3 
1,5 6 1 3 
1 3 0,3 3 
1 4 0,4 3 , 1 5 0,5 3 

2,5 10 2 0,8 
1 0,5 0,05 0,8 
1 3,5 0,35 0,8 
2,5 10 2 0,8 TO 220-AB 

1,2 3 0,6 3 CB-l17 

1,5 6 1 3 
1 3 0,3 3 
1 4 0,4 3 
1 5 0,5 3 

1,2 3 0,6 3 
1,5 6 1 3 
1 3 0,3 3 
1 4 0,4 3 
1 5 0,5 3 

1,8 15 1,5 3 * 

!! 1,8 15 1,5 3 * 
1,8 15 1,5 3 * 
1,8 15 1,5 3 * 

TOP-3 
CB-244 
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N 

N 

N 

plastic power transistors 
transistors de puissance plastiques 

Type VCEO IC Ptot h:zlE , IC 

I PN~ 
VCEX' cont 

min I NPN ICeff' 
(VI (AI IWI (AI 

switching transistors 

BU 109 P 33O' 10 50 15 5 
BU 109 DP 330' 10 50 7 7 
BU407 330' 7 60 
BU 407 D 330' 7 60 
BU 104 P 400' 7 50 10 5 
BU 104 DP 400' 7 50 7 7 
BU406 400' 7 60 
BU 406 D 400' 7 60 
ESM 326 600' 6 85 15 (2) 2,5 
ESM 326A 900' 6 85 15(2) 2,5 

superswitch tJ'ansistors 

BUV 26 90 20 86 10 12 
BUV 27 120 15 85 10 8 
BUV28 200 12 85 10 6 
BUV36 400 2 50 10 0,3 
BUV 46 850' 6 8& 5 2,5 

BUW48 60 30' 160 10 40 
BUW49 SO 30' 150 10 30 
BUX 69 90 30 125 8 20 
BUX 70 125 20 125 8 15 

BUW96 150 15 150 10 10 
BUV 47 850' 9 120 5 5 

VCE (satl' 

n.x I (VI 

, 

2 
2 
1 
1. 
2;1) 
2." 
1 
1 
3 
3 

" .. 

1,6 
1,5 
1,5 

,0,6 
1,5 

1,4 
1..2 .. 
1,6 
1,6 
1,SI1f 
1,5 

BUV 47 B 850' 9 120 5 6 .. 1,5 
BUV 48 850' 15 150 5 10 1,5 
BUV 47 A 1000' 9 120 5 5 1;j; 
BUV 48 A 1000' 15 150 5 8 1;5 , .... 

BUV 98 850' 30 160 5 20 1,5 
BUV 98 A 1000' 30 150 5 16 U 
ESM 752 900' 24 150 4 12 1,8 
ESM 752 A 1000' 24 150 4 12 1,8 

(1) Tc = 100°C (2) Typical value 
Valeur typique 

T c = aoe ~~~fS:P~t~~I:~~~:~~~t:;:Ze 

N. New product 
. Nouveau produit 
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~~ 
THOMSON-CSF 

\ 
Ic , 18 ld+t, to If fy Case 

n.x max max typ 
(AI (AI 1,<.' 1,<., 1,<.' (MHzl 

transistors de commutation 

7 1 1 10 
7 1 0,8 10 
5 0,5 10 , 5 0,65 10 
7 1 T 10 
7 1 0,8 10 
5 0,5 10 
5 0,65 10 
4 1,25 0,5 3,5 0,5 

TQ220AB 
CS-117 

4 1,25 0,5 3,5 0,5 

transistors superswitch 

12 1,2 0,6 1 0,15 'I 8 0,8 0,8 1,2 0,4 
6 0,6 1 2 0,5 
0,3 0,03 0,5 2,5 0,4 /", 

2,5 0,5 1 3 0,8 
TQ220AB 

CB-117 

40 4 1,5 1,2 0,5 8 
30 3 1,5 1,2 0,4 8 
20 2,5 1,5 1 0,3 8 , 15 1,88 1,2 1 0,4 8 
10 1 0,5 1 0,5 
5 1 1 3 0,4 
6 1,2 1 3 0.4 

10 2 1 3 0,4 TOP 3 

5 1 1 3 0,4 CB-244 

8 1,6 1 3 0,4 

20 4 1 3 0,4 

& 16 3,2 1 3 0,4 
12 3 0,8 4 0,7 
12 3 0,8 4 0,7 

I$OTOP 
CB-285 



N 
N 

N 
N 

N 
N 

Type VCEO IC 

NPN I VCEX' cont 
PNP 

IV) IA) 

genaral purpose darlingtons 

BOX 53 BOX 54 45 8 
BOX 33 BOX 34 45 10 
BOX 53 A BOX 54 A : 8 
BOX 33 A BOX 34 A 10 
BOX 53 B BOX 54 B 80 8 
BOX 33 B BOX 34 B .80 ... 10 
BOX 53 C BOX 54 C ~:: .. 

8 
BOX 33 C BOX 34 C 10 
BOX 33 0 BOX 34 0 120 10 

BOV65 BOV64 $I} 12 
BOV67 BOV66 60 16 
BOV 65 A BOV64 A 80 12 
BOV67 A BOV66 A 80 16 
BOV 65 B ~OV64 B 100 12 
BOV 67 B ~OV66 B 100 16 
BOV65 C ~OV64 C 120 12 
BOV67 C ~OV66 C 120 16 

switching darlingtons 

BU 184 400' 8 
BU 189 330' 8 
ESM 737 400 8 

.. 

BU289 330' 8 
BU284 4ij()* 8 
BUV37 400 15 

suparswitch darlingtons 

ESM 749 400 25 
ESM 753 600 18 

C1,Tcue - 100°C 

N _ New product 
. Nouveau produit 

T = 25Ge unless otherwise specified 
c saul sp6cification contrsire 

Ptot h:zlE I IC 

(W) 
ndn'Vi~ lj :) 

; 

$I} 750' 3 
70 750' 4 
$I} 750' 3 
70 750' 4 

1"0 750' 3 
10 750' 3 
60 750' 3 

·· ..• 70 750' 3 

70. 750' 3 

... ..... 
100 1000' 5 
125 1000' 10 
100 1000' 5 
125 1000' 10 
100 1000' 5 
125 1000' 10 
100 1000' 5 
125 1000' 10 

60 100 5 
so 100 5 
75 50 6 

... 

. 
eo 100 5 
eo 100 5 

100 60 10 

.. 

125 20' 
125 12' 
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plastic power transistors 
transistors de puissance p/astiques 

VCE lsat)1 IC I la tcIHr Is If CaM 

n;;\ 
.""", ·max 'max 
typ typ typ 

IA) IA) (us) (us) (us) 

dariingtons usage general 

.... 

2. 3 0,012 
2,5 4 0,008 
2 3 0,012 , 2,5 4 0,008 
2 3 0,012 
2,5 3 0,006 
2. 3 0,012 
2,5 3 0,006 TO-220AB 
2,5 3 0,006 CB-l17 

2 .. 5 0,02 
2 .. 

10 0,04 
2 5 0,02 If' 2 10 0,04 
2. 5 0,02 
2 10 0,04 
2. 5 0,02, 
2 10 0,04 

TOP-3 
C8-244 

dariingtons de commutation 

1,5 5 0,05 0,3 , 1,5 5 0,05 0,3 
2 6 0,12 

TO-220AB 
CB-117 

. . 

If' 1,6 5 0,05 O.:! 
1,5 5 0,05 0,3 
2 10 0,15 1,2 6 5 

TOP-3 
CB-244 

darlingtons superswitch 

Z III 20 1 1 , 
3' .0.76' & 2 III 12 1 0,8' 4' 0.5" . 

ISOTOP 
C8-285 



metal power transistors 
transistors de puissance metalliques 

Type VCEO IC Ptot h:!lE I IC 

NPN I cont 

min I maxi PNP 
(V) (A) !W) (A) 

_Itching transistors 

2N 3053 40 0,7 5 50 250 0,15 
2N 2890 80 3 5, 25 2 
2N 2891 80 3 5 40 2 

2N 5415 200 1 1() 30 150 0,05 
2N 5416 300 1 10 30 120 0,05 

2N 3440 250 1 10 40 160 0,02 
2N 3439 350 1 10 40 160 0,02 
BUX49 90 3,5 10 20 60 1,75 
BUX50 125 3,5 10 20 60 1,5 
BUX51 200 3,5 10 20 60 1 
BUX54 400 2 10 20 60 0,6 

ganaral purpose transistors 

2N 3054 BOX14 55 4 25 25 100 0,5 
BOY 71 55 4 29 80 200 0,5 
BOY 72 120 3 ~'." 60 180 0,5 
2N 3441 BOX 16 140 3 20 80 0,5 

2N 3740 80 4 2& 20 0,5 
2N 3741 90 4 25 20 0,5 

_Itching transistors 

BOY78 55 4 .25 25 100 0,5 
BOY 79 120 4 25 25 100 0,5 
2N 3583 175 1 ~5 10 1 
2N 3738 225 3 '.~ 25 0,25 
2N 3584 250 2 35 25 100 1 
2N 3585 300 2 35 25 100 1 

general purpose transistors 

2N 3771 40 
2N 3055 BOX 18 .80 
2N3055 S 60 
2N 3772 60 
2N 3442 BOX 20 140 
2N 3773 140 

6.. Devices under Ceo/CeT 
. Dispositifs soumis au CeQ/CeT 

28 

VCElaat) 

max 
(V) 

f>~t·· 
I. ),~ 
' •. ')::~"" 
i'i~-l' r:J , .,' 

'.'" !'/ 
. Ii'."'" 

~ .• j~~: •...•..•• 
I'" , I' .... , 
f;~,~,") 
I:i~·.'·'·· 
I·.·.,· '~~,.'.'" 

~ 
THOMSON-CSF 

It; I 18 tcI+t,. Is tr ty C_ 
typo typo 

max max max min 
(A) (A) "'s) ",., ",., IMHz) 

transistors de commutation 

0,15 0,015 100 
2 0,2 0,3 1,5 30 
2 0,2 0,3 1,5 30 
0,05 0,005 2 , 0,5' 15 
0,05 0,005 2 ' 0,5' 15 , 0,05 0,004 15 
0,05 0,004 15 
3,5 0,35 0,8 1,5 O,~ 8 
3 0,3 0,8 2 0.,3 8 TO·39 

2 0,2 0,8 2,5 (),6 8 CB-7 

1,2 0,15 1 3,5 1,2 8 

transistors usage general 

0,5 0,05 0,8 
0,5 0,05 0,8 
0,5 0,05 0,8 
0,5 0,05 0,8 
1 0,125 4 
1 0,125 4 

transistors de commutation ~~.~ 
0,5 
0,5 
1 
0,25 
1 
1 

0,05 
0,05 
0,125 
0,025 
0,125 
0,125 

1,5 
0,4 
3,3 
1 
0,3 
0,8 

3 4 
3 4 

8 
TO-66 
C6-72 

8 
10 
10 

3 10 
3 10 

transistors usage general 



N 
N 
N 

N 
N 

~ 
lHOMSON'CSF 

Type VCEO 
VCEX· 

NPN 
(V, 

switching transistors 

BOY 261183 T21" 180 
BOY 271184 T21" 200 
BOY 281185 T21" 250 

.0. BOY 55 60 

.0. BOY 56 120 
BOY 571108 T21 80 
BOY 581109 T21 125 

superswitch transistors 

BUX39 90 
BUX40 125 
BUX41 200 
BUX42 250 
BUX43 325 
BUX44 400 
BUX45 500 

BUW38 60 
BUW39 80 

.o.BUX10 125 

.o.BUX 11 200 

.o.BUX 12 250 

.o.BUX13 325 

.o.BUX 14 400 

.o.BUX 15 500 
ESM 16 400 

BUVI8 60 
BUV19 80 
BUV20 125 
BUV21 200 
BUV22 250 
BUV23 325 
BUV24 400 
BUV25 500 
BUT90 125 
BUT91 200 
BUT92 250 

.o.BUX 20 125 

.o.BUX 21 200 

.o.BUX 22 250 

.o.BUX 23 325 

.o.BUX 24 400 

.0. BUX 25 500 

BUX46 850" 
BUX47 850" 
BUX48 850" 
BUX98 850" 
BUX47 A 1000" 
BUX 48 A 1000' 
BUX 98 A 1000" 
ESM 750 900' 
ESM 750 A 1000" 
ESM 1503 1500" 
ESM 952 600 
ESM 952 A 700 

.... Devices under CeQ/CEee 
. Dispositifs soumis au CCQ/CECC 

• avai!able in different h21 E groups 
disponibles tries en classe de gain 

IC Ptot h21E I IC 
cont mi:r!a:r;v ICeff* 
(A' (W, (A' 

6 87,5 15 180 2 
6 87,5 15 180 2 
6 87,5 15 180 2 

15 117 10 10 
15 117 10 10 
2~ 175 20 60 10 
25 175 20 60 10 

30 120 8 20 
20 120 8 15 
15 120 8 8 
12 120 8 6 
10 120 8 5 
8 120 8 4 
5 120 8 2 

30 " 150 10 40 
30 • 150 10 30 
25 150 10 20 
20 150 10 12 
20 150 10 10 
15 150 8 8 
10 150 8 6 
g 150 8 4 

10 150 20 5 

50' 250 10 80 
50" 250 10 60 
50 250 10 50 
40 250 10 25 
40 250 10 20 
30 250 8 16 
20 250 8 12 
15 250 8 8 
50 250 10" 70 
50 250 10" 40 
50 250 10" 35 

50 350 10 50 
40 350 10 25 
40 350 10 20 
30 350 8 16 
20 350 8 12 
11; 350 8 8 

3.5 85 5 2,5 
9 107 5 6 

15 175 5 10 
3() 250 5 20 

g 107 5 5 
15 175 5 8 
30 250 5 16 
t2 150 4 6 
12 150 4 6 
5 60 2 4 

24 214 4" 12 
24 214 4' 12 

metal power transistors 
transistors de puissance metalliques 

VCE (sat, I IC I 18 'cI+t, ... " t,- Case 

7; I (A,I (Al 

typO typO typO 

max max max min 

\1<.' \1<0' \1<.' (MHz, 

transistors de commutation 

0,6 2 0,25 1 10 ~ 0,6 2 0,25 1 10 " '----~ 
0,6 2 0,25 1 10 

r'o-".i 2,5 10 3,3 0,5 2("+1,, 10 ,--

2,5 10 3,3 0,5 2("+1,, 10 
1,4 10 1 0,25" 2("+1,, 7 TO-3 

1,4 10 1 0,25" 2(t,,+lfl 7 CB-19 

transistors superswitch 

1,6 20 2,5 1,5 1 0,3 8 

) 
1,6 15 1,9 1,2 1 0,4 8 
1,6 8 1 1 1,7 0,8 8 
1,6 6 0,75 1 2 1,2 8 CB-19 

1,6 5 1 1 2,2 1.2 8 
2 4 0,8 1 2,5 1,2 8 
2 2 0,4 1 5 1,2 8 

1.4 40 4 1,5 1,1 0,25 8 } CB-159 1,2 30 3 1,5 1,1 0,26 8 
1,2 20 2 1,5 1,2 0,3 8 

I 1,5 12 1,5 1 1,8 0,4 8 
1,5 10 1,25 1 2 0,5 8 
1,5 8 1,6 1,2 2,5 1 8 CB-19 

1.5 6 1,2 1,4 3 1,2 8 
1 4 0,8 1,6 5 1,4 8 
1 5 1 0,85" 1,5" 0,5' 5 

1,5 80 8 1,5 1,1 0,25 8 

} 1,2 60 6 1,3 1,1 0,25 8 
1,2 50 5 1,5 1,2 0,3 8 CB-159 

1,5 25 3 1,2 1,8 0,4 8 
1,5 20 2,5 1,3 2 0,5* 8 
1 16 3,2 1,3 2,5 1,2 8 } 1 12 2,4 1,6 3 1,4 8 CB-19 

1 8 1,6 1,8 5 1,6 8 
1,2 70 7 1,2 1,5 O,S 

} 
1,2 40 4 1 1,5 0,3 
1,2 35 3,5 1 2 0,3 

1,2 50 5 1,5 1,2 0,3 8 
1,5 25 3 1,2 1,8 0,4 8 CB-159 

1.5 20 2,5 1,3 2 D,S 8 
I 16 3,2 1,3 2,5 1,2 8 
1 12 2,4 1,6 3 1,4 8 
1 8 1,6 1,8 5 1,6 8 

1,5 2,5 0,5 1 3 0,8 
1,5 6 1,2 1 3 0,8 
1,5 10 2 1 3 0,8 
1 20 4 1 3 0,8 
1,5 5 1 1 3 0,8 
1,5 8 1,6 1 3 0,8 CB-19 1,5 16 3,2 1 3 0,8 
1,8111 6 1,5 0,8 4 0,7 
1,8(1) 6 1,5 0,8 4 rJ,7 
2 4 2 0,5" 2,5" Q,S*" 
1,8111 12 3 0,4" 4 0,7 
1,8111 12 3 0,4" 4 0,7 

T "" 250C unless oth.e~i~e specified 
C sauf specificatIOn contraire ~ 

T031CB-191 

N : Z:'v~~~d~~dUit 
or/ou 

TO-3 modified -,rR_'''.' 
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N 
N 

metal power transistors 
transistors de puissance metalliques 

Type VCEO IC !'tot 

NPN I VCEX· cont 
PNP 

(VI (AI !WI 

switching transistors: tv applications 

BU 109 ~(l" 
BU 109 0 330' 
BU 104 400*, 
BU 104 0 '400*:, 
BU 126 750*' 
BU326 SOO*' 
BU 326 A 900' 
BU204 130D" 
BU205 1500"1 
BU206 1700" 
BU207 l1lOi)* 
BU20a 1500*' 
BU 20a A 1500' 
BU209 1100* 
BuaOO 1500" 

BU 926 

BOX 63 BOX 62 60' 
BOX 63 A BDX 62 A 80 
BOX 63 B BOX 62 B 100 
BOX 63 C BOX 62 C 120 
BOX 65 BOX 64 60, 
BOX 65 A BOX 64 A so 
BOX 65 B BOX 64 B 100" 
BOX 65 C BOX 64 C 120 
BOX 67 BOX 66 60 
BOX 67 A BOX 66 A lID 
BOX 67 B BOX 66 B 100 
BOX 67 C BOX 66 C 1201 

superswitch darllngtons 

BUX37 
ESM 837 

BUV54 
BUV74 

T = 250C unless otherwise specified 
C sauf specification contraire 

N . New product 
• Nouveau produit 

~~ -i Ic 

min ", max (AI 

5 
7 
5 
7 

60 1 
2,5 
2,5 
2 
2 
2 
4,5 
4,5 
4,5 
3 
4,5 

2,5 

3 
3 
3 
3 
5 
5 
5 
5 

10 
10 
10 
10 

15 
10 

12 
24 

30 

VCE I IC I la tcI+t,. ts tt fy c:..e 

=q typo typo typo 

max max max typ . 
(VI (AI (AI ",.1 ",.1 ",.1 (MHzI 

transistors de commutation: applications tv 

7 1 
7 1 
7 1 
7 1 
4 1 
4 1,25 0,5 
4 1,25 0,5 
2 1 
2 1 
2 1,1 
4,5 2 
4,5 2 
4,5 2 
3 1,3 
4,5 2 

3 0,012 
3 0,012 
3 0,012 
3 0,012 
5 0,02 
5 0,02 
5 0.02 
5 0,02 

10 0,04 
10 0,04 
10 0,04 
10 0,04 

10 0,15 
10 0,15 1,2 • 

12 0,6 0,15 
24 1,2 0,15 

1 10-
Q,tI 10-
1 10-
0,8 10-

1,2- O.l~· 21* 
3,5 0,5 6-
3,5 0,5 6-

(~) 10 0,7li~ 3-
10 - Q;7S' 3' ~i~, g .. 
10 - ,O+1:!5t" 3-

(l,s' 3' TO·3 
Q,'1~ 3- C8-19 

0,7' 3-
0.7,' 3-
0;1)' 

3,2 O.s , 
TOP-3 
CB-244 

darlingtons usage general 

7-
7-
7* 
7- TO·3 

C8-19 
7-

7-'g 7·~\k .. _', 
7- ~- g-

1 ' ';/ 

darlingtons superswitch 

5 

2,5 0,25 
2,5 0,25 

CB·19 
C8-159 

II~t'~~ 
TO·3ICB·191 

or/au 
TO-3 modified 

(C8-159) 



N 
N 

N 

N 
N 
N 
N 

N 

~ 
lHOMSON-CSF 

Type VCEO IC Ptot h21E I IC 
eont 

mi:T~:xrv NPN sa" 
(V) (A) (W) (A) 

superswitch high power transistors 
transistors superswitch de forte puissance 

ESM 1000T 100 100" 400 12 
ESM 3000 100 150" 400 10" 
ESM 3001 150 ISO" 400 10" 
ESM 2060T 200 60" 400 8 
ESM 3002 200 140" 400 5" 
ESM 738T 400 30" 350 8 
ESM 3004 400 65" 400 5" 
ESM 3005 500 50" 400 5" 
ESM 3006 600 35" 300 4" 
ESM 3007 700 30" 300 4" 

ESM 4012 200 230" 1200(1) 5 
ESM 4014 400 90" 1200(1) 5 
ESM 4015 500 70" 1200(1) 5 
ESM 4016 600 60' 850lH 5 
ESM 4017 700 50' 850(1) 5 

100 
150 
150 
60 

140 
30 
65 
50 
35 
30 

230 
90 
70 
60 
50 

metal power transistors 
transistors de puissance metalliques 

VCE (sat) I IC I 18 tcI+t, ... Of IT Case 
typo 

~x I max max max min 
(V) (A) (A) ",s) ",S' ",S' (MHz' 

1,5 100 10 3 1,7 0,5 
0,7 (3) 100 10 1,5 1,8 0,5 
0,7 (3) 100 10 1,5 1,8 0,5 

~' 1,5 60 12 2,5 2,5 1 
1,5 140 28 1,5 2 0,7 
1,5 30 6 2 3,5 1,2 
1,5 65 13 1,5 3,5 1 

' TO-83 1,5 50 10 1,5 3,5 I 
1,5 35 7 1,5 5 1,5 CB-1S3 

1,5 30 6 1,5 5 1,5 

1,5 230 46 1,5" 2,5 I 
1,5 90 18 1,5' 3,5 1 "9 1,5 70 14 1,5' 3,5 1 
1,5 (2) 60 12 1,5" 5 2 
1,512) 50 10 1,5' 5 2 MUS6 

CB-263 

npn switching transistors: military applications·­
transistors de commutation npn : applications militaires 

2N 1209 45 5 85 20 2 2 2 0,25 3 
2N 1208 60 5 85 15 2 2 2 0,25 3 

~61 
2N 1616 60 5 85 15 75 2 2 2 0,25 3 
2N 1617 70 5 85 15 75 2 2 2 0,25 3 
2N 1618 80 5 85 15 75 2 :2 2 0,25 3 
2N 1724 80 5 TOO 20 90 2 1 2 0,2 10 
2N 1725 80 5 10() 50 150 2 1 2 0,2 10 
2N 1724 A 120 5 100 30 90 2 1,5 5 0,5 10 

CB-69 

2N 1936 80 20 200 10 50 10 0,75 10 1,6 4 
2N 1937 80 20 200 10 50 10 (),16 10 1,6 4 
2N 2815 ao 20 200 10 50 10 1,5 10 1,5 3,5 6 !l 0,6 
2N 2816 100 20 200 10 50 10 1,5 10 1,5 3,5 6 ~ 0,6 

tt 2N 2817 150 20 200 10 50 10 1,5 10 1,5 3,5 6 & 0,6 
2N 2818 200 20 20Q 10 50 10 1,5 10 1,5 3,5 6 6 0,6 
2N 2819 90 25 200 10 50 15 1,5 15 2,2 3,5 6 8 0,6 
2N 2820 100 25 200 10 50 15 1,5 15 2,2 3,5 6 6 0,6 
2N 2821 150 25 200 10 50 15 1,5 15 2,2 3,5 6 6 0,6 
2N 2822 200 25 1'.200 10 50 15 1.5 15 2,2 3,5 6 & 0,6 

TO-53 
CB~70 

2N 2823 80 30 200 10 40 20 1,1 20 3 3,5 6 l! 0,6 
2N 2824 100 30 200 10 40 20 1,1 20 3 3,5 6 6 0,6 
2N 2825 150 30 200 10 40 20 1,1 20 3 3,5 6 6 0,6 

(1)Tcase "" 75°C (2) Tj = 100°C (3) Tease = 1000 e 

Tea. = 2SoC ~~~~J~~~i~~;~~~~~~re 

N: ~~:~~~~dUit 
*It Data sheets on request 

Notices sur demande 
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cross reference guide. switching power transistors 

Indust. IHOMSON-CSF Indus!. IHOMSON-CSF 
Part lype Case Part lype Case 
Number (Nearest) Number (Nearest) 

2N 5038 BUV 39 103 BUR 21 BUV 61 T03 
2N 5039 BUV 39 T03 BUR 22 BUV 62 T03 
2N 5671 BUW39 103 BUR 23 BUV 23 103 
2N 5672 BUV 50 103 BUR 24 BUV 24 T03 
2N 6032 BUV 19 T03 BUR 50 BUl90 TO 3 
2N 6033 BUV 60 T03 BUR 51 BUT91 T03 
2N 6249 BUV 52 T03 BUR 52 BU192 103 
2N 6250 BUV 52 T03 BUS 11 BUX 46 103 
2N 6251 BUX 48 103 BUS 11 A BUX 46 A 103 
2N 6274 BUV 50 T03 BUS12 BUX 47 T03 
2N 6275 BUV 50 103 BUS 12 A BUX 47 A 103 
2N 6306 BUV 42 T03 BUS13 BUX 48 T03 
2N 6307 BUX 43 103 BUS 13A BUX 48 A T03 
2N 6308 BUX 44 103 BUS14 BUX 98 TO 3 
2N 6542 BUX 46 103 BUS 14 A BUX 98 A TO 3 
2N 6543 BUX 46 103 BUS 45 P BUV 46 TO 220 
2N 6544 BUX 47 T03 BUS 46 P BUV 46 10220 
2N 6545 BUX 47 T03 BUS 47 BUX 47 TO 3 
2N 6546 BUX 48 103 BUS 47 A BUX 47 A T03 
2N 6547 BUX 48 T03 BUS 47 P BUV 47 B TOP 3 
2N 6579 2N 6671 103 BUS 47 AP BUV 47 A TOP 3 
2N 6580 2N 6672 T03 BUS 48 BUX 48 103 
2N 6581 2N 6673 103 BUS 48A BUX 48 A 103 
2N 6582 2N 6671 103 BUS 48 P BUV 48 TOP 3 
2N 6583 2N 6672 103 BUS 48 AP BUV 48 A lOP 3 
2N 6584 2N 6673 103 BUS 98 BUX 98 TO 3 
2N 6671 2N 667"1 T03 BUS 98 A BUX 98 A 103 
2N 6672 2N 6672 103 BUT 11 BUV 46 10220 
2N 6673 2N 667:! T03 BUT 11 A BUV 46 A TO 220 
2N 6674 2N 6674 103 BUV10 BUV 50 TO 3 
2N 6675 2N 6675 103 BUV 11 BUV 51 TO 3 
2N 6676 2N 6676 103 BUV 12 BUV 52 T03 
2N 6677 2N 667:7 103 BUV18 BUV 18 T03 
2N 6678 2N 6678 T03 BUV19 BUV19 T03 
2SC 2552 BUV 36 TO 220 BUV 20 BUV 20 TO 3 
2SC 2553 BUV 56 TO 220 BUV 21 BUV 21 TO 3 
2SC 2554 BUV 47 lOP 3 BUV 22 BUV 22 T03 
2SC 2914 BUX 48 T03 BUV 23 BUV 23 TO 3 
BU 104 P BU 104 P 10220 BUV 24 BUV 24 TO 3 
BU 104 DP BU 104 DP TO 220 BUV 25 BUV 25 TO 3 
BU 109 P BU 109 P 10220 BUV 26 BUV 26 TO 220 
BU 109 DP BU 109 DP 10220 BUV 27 BUV 27 TO 220 
BU 126 BU 126 T03 BUV 28 BUV 28 TO 220 
BU 126 A BU 126 A 103 BUV 36 BUV 36 TO 200 
BU 180 BU 289 TOP 3 BUV 39 BUV 39 TO 3 
BU 180A BU 284 TOP 3 BUV 40 BUV 40 TO 3 
BU 204 BU 204 T03 BUV 41 BUV 41 T03 
BU 205 BU 205 103 BUV 42 BUV 42 103 
BU 207 BU 207 103 BUV 46 BUV 46 TO 220 
BU 208 BU 208 T03 BUV 46 A BUV 46 A TO 220 
BU 208 A BU 208 A 103 BUV 47 BUV 47 TOP 3 
BU 208 D BU 800 T03 BUV 47 A BUV 47 A TOP 3 
BU 326 BU 326 T03 BUV 47 B BUV 47 B TOP 3 
BU 326 A BU 326 A 103 BUV 48 BUV 48 TOP 3 
BU 406 BU 406 TO 220 BUV 48 A BUV 48 A TOP 3 
BU 406 D BU 406 D TO 220 BUV 50 BUV 50 T03 
BU 407 BU 407 TO 220 BUV 51 BUV 51 T03 
BU 407 D BU 407 D TO 220 BUV 52 BUV 52 T03 
BU 426 BU 326 P lOP 3 BUV 56 BUV 56 TO 220 
BU 426 A BU 326 AP TOP 3 BUV 56 A BUV 56 A TO 220 
BU 500 BU 208 A 103 BUV 60 BUV 60 T03 
BU 800 BU 800 T03 BUV 61 BUV 61 T03 
BU 910 ESM 737 TO 220 BUV 62 BUV 62 TO 3 
BU 911 ESM 737 TO 220 BUV 66 BUV 66 TO 220 
BU 912 ESM 737 TO 220 BUV 66 A BUV66 A TO 220 
BUR 20 BUV 60 103 BUV 98 BUV 98 ISO-TOP 
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cross reference guide. switching power transistors 

Indust. THOMSON-CSF Indus!. THOMSON-CSF 
Part Type Case Part Type Case 
Number (Nearest) Number (Nearest) 

BUV 98 A BUV98A ISO-TOP FE 13007 MJE 13007 TO 220 
BUW12 BUV 47 TOP 3 FE 13009 MJE 13009 TO 220 
BUW 12A BUV 47 A TOP 3 MJ 8500 BU 204 T03 
BUW 13 BUV 48 TOP 3 MJ 8501 BU 205 T03 
BUW 13A BUV 48A TOP 3 MJ 8502 ESM 1503 T03 
BUW24 BUlt 46 TO 3 MJ 8503 ESM 1503 T03 
BUW 25 BUX 46 T03 MJ 13014 BUX47 T03 
BUW26 BUX 46A T03 MJ 13015 BUX47 T03 
BUW 34 BUW 34 T03 MJ 13330 BUV51 T03 
BUW35 BUW35 TO 3 MJ 13331 BUV52 T03 
BUW 36 BUW 36 T03 MJ 13332 _ BUX48 T03 
BUW 40/AlB BUV46 TO 220 MJ 13333 BUX48 T03 
BUW41/A/B BUV 56 TO 220 MJ 13334 BUX48 T03 
BUW44 BUX48 TO 3 MJ 1-3335 BUX48 T03 
BUW45 BUX 48 TO 3 MJE 13004 MJE 13004 TO 220 
BUW46 BUX 48A T03 MJE 13005 MJE 13005 TO 220 
BUW48 BUW48 TOP 3 MJE 13005 A MJE 13005 A TO 220 
BUW49 BUW49 TOP 3 MJE 13006 MJE 13006 TO 220 
BUW50 BUW 50 TOP 3 MJE 13007 MJE 13007 TO 220 
BUW51 BUW51 TOP 3 MJE 13007 A MJE 13007 A TO 220 
BUW 52 BUW 52 TOP 3 MJE 13008 MJE 13008 TO 220 
BUW89 BUW89 TOP 3 MJE 13009 MJE 13009 TO 220 
BUW90 BUW90 TOP 3 MJE 13009 A MJE 13009 A TO 220 
BUW91 BUW91 TOP 3 SVT 7520 BUX 47 T03 
BUW92 BUW92 TOP 3 SVT 7521 BUX47 T03 
BUX 10 BUX10 T03 SVT 7522 BUX 47 T03 
BUX 11 BUX 11 TO 3 SVT 7533 BUX46 T03 
BUX 12 BUX12 T03 SVT 7534 BUX46 T03 
BUX13 BUX13 T03 SVT 7535 BUX46 T03 
BUX 14 BUX14 T03 SVT 7550 BUX48 T03 
BUX15 BUX15 T03 SVT 7551 BUX48 T03 
BUX 20 BUX 20 T03 SVT 7552 BUX48 T03 
BUX21 BUX21 T03 SVT 7553 BUX48 T03 
BUX 22 BUX22 T03 SVT 7554 BUX48 T03 
BUX 23 BUX 23 TO 3 SVT 7555 BUX48 T03 
BUX 24 BUX 24 TO 3 SVT 7570 2N 6677 T03 
BUX 25 BUX 25 T03 SVT 7571 2N 6678 T03 
BUX 31/A1B BUX 47/A T03 SVT 7573 2N 6677 T03 
BUX 32/A1B BUX 47/A T03 SVT 7575 2N 6678 T03 
BUX 39 BUX 39 T03 TIP 48 BUV36 TO 220 
BUX 40 BUX40 T03 TIP 49 BUV 36 TO 220 
BUX41 BUX41 T03 TIP 50 BUV 36 TO 220 
BUX 42 BUX 42 T03 TIP 57 A BUV47 TOP 3 
BUX 43 BUX 43 TO 3 TIP 58 A BUV 47 TOP 3 
BUX 44 BUX 44 TO 3 TIP 75,A,B.C BUV46 TO 220 
BUX 45 BUX45 TO 3 TIP 560 BUX47 T03 
BUX46 BUX 46 TO 3 TIP 561 BUX 47 T03 
BUX 46 A BUX 46A T03 TIP 562 BUX48 T03 
BUX 47 BUX 47 T03 TIP 563 BUX48 T03 
BUX 47 A BUX 47 A T03 TIP 575,A,B,C BUX46 T03 
BUX 48 BUX 48 T03 UMT 1006 BUX46 T03 
BUX48A BUX 48 A TO 3 UMT 1007 BUX46 T03 
BUX 80 BUX 80 TO 3 UMT 1008 BUX47 T03 
BUX81 BUX 81 T03 UMT 1009 BUX 47 T03 
BUX 82 BUX 46 T03 UMT 1011 BUX48 T03 
BUX 83 BUX 46 A T03 UMT 1012 BUX48 T03 
BUX 84 BUX 84 TO 220 UMT 1203 BUV46 TO 220 
BUX 85 BUX 85 TO 220 UMT 1204 BUV46 TO 220 
BUX 98 BUX 98 TO 3 UMT 13004 MJE 13004 TO 220 
BUX 98A BUX 98A T03 UMT 13005 MJE 13005 TO 220 
BUY 69A BUX 47 A T03 UMT 13006 MJE 13006 TO 220 
BUY 69 B BUX 47 T03 UMT 13007 MJE 13007 TO 220 
D 44 TD3 BUV 46 TO 220 UMT 13008 MJE 13008 TO 220 
D 44 lO4 BUV 46 TO 220 UMT 13009 MJE 13009 TO 220 
D 44 lO5 BUV 46 TO 220 
FE 13005 MJE 13005 TO 220 

33 





~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS OISCRETS 
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symbols 
symboles 





Short-circuit input capacitance 
b = common base 

e = common emitter 

Open-circuit output capacitance 
b = common base 

e = common emitter 

Rate of rise of on-state collector current 

Frequency 

Transition frequency 

Short-circuit foward current transfer ratio 

b = common base 
e = common emitter 

Static value of the forward current transfer ratio 
(common emitter) 

Base (D.C) current 

Peak base current 

AMS base current 

Sase specified current for VCE sat test 

Base current during saturation 

Base current during desaturation 

Collector (D.C) current 

Collector-base cut-off current with IE = 0 and 
VCS specified 

Collector-emitter cut-off current with IS = 0 and 
VCE specified 

Collector-emitter cut-off current with ASE = A 
and VCE specified 

Collector-emitter cut-off current with VSE = 0 
and VCE specified 

Collector-emitter cut-off current with VSE = Y 
(direct bias) and VCE specified 

Collector-emitter cut-off current with VSE = x 
(reverse biased) and VCE specified 

Peak collector current 

AMS collector current 

Collector specified current for VCE sat test 

Peak non repetitive collector surge current 

dle/dt 

18 

IBM 

18 (RMS) 

18 sat 

ICEO 

ICER 

ICES 

ICEY 

ICEV 

ICM 

IC (RMS) 

IC sat 
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Capacite d'entree, sortie en court-circuit 
b ;;;:: en base commune 
e ;;;:: en emetteur commun 

Capacite de sortie, entree en circuit ouvert 
b = en base commune 
e ;;;:: en emetteur commun 

Vitesse d'etablissement du courant a la 
{ermeture 

Frequence 

F requence de transition 

Rapport de transfert direct du courant, sortie 
en court circuit 
b ;;;:: en base commune 
e ;;;:: en emetteur commun 

Valeur statique du rapport de transfert direct 
du courant (en emetteur communi 

Courant (continu) de base 

Courant cr~te de base 

Courant efficace base 

Courant de base speeifie pour Ie contr61e de 
VCE sat 

Courant de base en saturation 

Courant de base en desaturation 

Courant (continu) de collecteur 

Courant residuel collecteur-base avec IE = 0 et 
V CB specifie 

Courant residuel collecteur-base avec I B = 0 
et V CE specifie 

Courant residuel collecteur-emetteur avec 
RBE = Ret VCE specifie 

Courant residuel collecteur-emetteur avec 
V BE = 0 et V CE specifie 

Courant residuel collecteur-emetteur avec 
VBE = y (polarisation directe) et VCE specifie 

Courant residuel collecteur-emetteur avec 
VBE = x (blocage) et VCE specifie 

Courant de cr~te de collecteur 

Courant efficace coJ/ecteur 

Courant collecteur specifie pour Ie contr61e de 
VCE sat 

Courant co/lecteur de surcharge accidentelle 
non repetitive 



Emitter (D.C) current 

Emitter-base cut-off current with IC = 0 and 
VEB specified 

Second breakdown collector-current 

External base inductance 

External collector inductance 

Reverse bias base power dissipation 
(B.E junction in avalanche) 

Total power dissipation 

Exter ... 1 resistance 

External base resistance 

External resistance connecting base to emitter 

Series resistance of base drive circuit 
during turn-on 

External collector rei stance 

External emitter resistance 

Junction-ambient thermal resistance 

Junction-case thermal resistance 

Ambient temperature 

C.E voltage and collector current cross over time 
during turn-on 

Case temperature 

Delay time 

Turn-on time 

Fall time 

Fall time on inductive load 

Junction temperature 

Turn-off time 

Turn-on time 

Operating temperature (at zero dissipation) 

Pulse time 

IE 

lEBO 

RC 

RE 

Rth O-a) 

Rth O-e) 

tamb 
Tamb 

te 

tease 
Tease 

tJ = t (vj) 
Tj = T (vj) 

toft 

ton 

toper 
Toper 

tp 
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Courant (continu) d'emetteur 

Courant residuel emetteur-base avec 
'IC = 0 et vEB specifie 

Courant collecteur de second claquage 

Inductance externe en serie avec /a base 

Inductance externe en serie avec Ie collecteur 

Dissipation de puissance admissible pour 
la jonction E. B en regime d'avalanche 

Dissipation totale de puissance 

Resistance externe 

Resistance externe en serie avec la base 

Resistance externe reliant la base et I'emetteur 

Resistance serie dans Ie circuit de blocage 
de la base en regime de commutation 

Resistance externe en serie avec collecteur 

Resistance externe en serie avec emetteur 

Resistance thermique (jonction-ambiante) 

Resistance thermique (jonetion-boilier) 

Temperature ambiante 

Duree de la simultaneite le/VCE il /'ouverture 

Temperature de boWer 

Retard a la croissance 

Temps total d'etablissement 

Temps de decroissance 

Temps de decroissance du courant sur charge 
inductive 

Temperature de jonction 

Temps total de de croissance 

Temps total de croissance 

Temperature de fonctionnement 
(8 dissipation nulle) 

Duree d'une impulsion 



Rise time 

Carrier storage time 

Carrier storage time on inductive 
load 

Turn-off time 

Storage temperature 

Collector current tail during turn-on 

Virtual junction temperature 

OI1-state voltage (base circuit) during turn-on 

Sase-emitter (C.D) voltage 

Base-emitter saturation voltage, with I~p:~~i~~ 

Collector-base breakdown voltage, with IE = 0 
and IC specified 

C-E voltage measured after applied base drive 
during turn-on 

C-E clamping voltage 

Collector-emitter breakdown voltage, with IS = 0 
and IC specified 

Collector-emitter breakdown voltage, with 
RSE = Rand IC specified 

Collector-emitter breakdown voltage, with 
VSE = 0 and IC specified 

Collector-emitter breakdown voltage, with 
VSE = X (reverse biased) and IC specified 

Emitter-base breakdown voltage, with IC = 0 
and IE specified 

Collector-base (D.C) voltage, with IE = 0 and IC 
specifiea 

Collector-(D.C) voltage supply 

Collector-emitter (D.C) voltage 

Collector-emitter (D.C) voltage, with IS = 0 
and IC specified 

Collector-emitter breakdown voltage, with IC 
specified 

Is + If 

Islg 
TSlg 

Iii 

I (vj) = !i 
T (vi) = Tj 

VBB 

VBE 

VBEsal 

V(BR) CBO 

VCE (_ .. 'ps) 

Vclamp 

V(BR) CEO 

V(BR) CER 

V(BR) CES 

V(BR) CEX 

V(BR) EBO 

VCBO 

VCC 

VCE 

VCEO 

VCEO (sus) 
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Temps de croissance 

Retard a la decroissance 

Retard a la decroissance du courant sur charge 
inductive 

Temps total de coupure 

Temperature de stockage 

Temps de trainage du courant a la decroissance 
sur charge inductive 

Temperature virtuelle de jonction 

Tension de blocage (circuit de base) en regime 
de commutation 

Tension (continue) base-emetteur 

Tension de saturation base-emetteur, avec 'a 
et 'c specifies 

Tension de claquage collecteur-base, avec 
'E = Oet IC specifie 

Valeur d'ecretage de la tension e-E en regime de 
commutation 

Tension de claquage collecteur-emetteur, avec 
'B = 0 et Ie specifie 

Tension de claquage collecteur-emetteur, avec 
RBE = R et Ie specifie 

Tension de claquage collecteur-emetteur, avec 
VBE = 0 et IC specifie 

Tension de claquage collecteur-emetteur, avec 
V BE = X (blocage) et I C speci/ie 

Tension de c/aquage emetteur-base, 
avec IC = 0 et 'E specifie 

Tension (continue) collecteur-base, avec IE :;;: 0 
et Ie specifie 

Tension (continue) d'alimentation du collecteuf 

Tension (continue) colfecteur-emetteur 

Tension (continue) collecteur-emetteur, avec 
'B = 0 et IC speci/ie 

Tension de claquage collecteur-emetteur, 
avec 'C specifie 



Collector-emitter (D.C) voltage, with VBE = 0 
and IC specified 

Collector-emitter saturation voltage, with IB and 
IC specified 

Collector-emitter (D.C) voltage, with VBE = X 
(reverse biased) and IC specified 

(replaces VCEX) 

Collector-emitter peak working voltage for a 
switching transitor 

Collector-emitter (D.C) voltage, VBE = X 
(reverse biased) and IC specified 

Collector-emitter breakdown, with IC specified 

Emitter-base (D.C) voltage 

Emitter-base (D.C) voltage, with IC = 0 and 
IE specified 

Thermal impedance 

Duty cycle (of a pulse) 

Angular frequency 

VCES 

VCE sat 

VCEV 

VCEW 

VCEX· 

VCEX (sus) 

VEB 

VEBO 

Zth 

8 
w 

Tension (continue) collecfeur-emetteur, avec 
V BE = 0 et I C specifie 

Tension de saturation colJecteur-emetteur, avec 
I B et I C specifies 

Tension (continue) C-E avec une tension de 
blocage VBE et eventuellement un courant 
IC specifie (remplace VCEX) 

Tension maxima/e d'utilisation C-E pour un 
transistor fonctionnant en regime de 
commutation 

Tension (continue) collecteur-emetleur, avec 
VBE = X (blocage) et IC specifie 

Tension de claquage collecteur-emetteur, avec 
IC specifie 

Tension (continue) emetteur-base 

Tension (continue) emetteur-base, avec IC = 0 
et IE specifie 

Inpedance thermique 

Facteur d'utilisation (d'une impulsion) 

Pulsation 

'VCEX = This parameters is replaced by VCEV . VCEX is used to define C-E working voltage of transistor in under specified 
conditions. 

'VCEX = Ce terme est remplace par VCEV· VCEX est utilise pour definir la tension maximale C-E supporree par un 
transIstor dans des conditions specifiees. 
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recommendations and choice of power transistors 

MECHANICAL MOUNTINGS 

1) Device without heat sink 

If the dissipated power is low, the components can be mounted without heat sink. The maximum 
power which can be dissipated depends only on maximum junction temperature and on junction air 
thermal resistance which is the sum of junction-case and case air thermal resistances. 
Table below gives the values of the case-air thermal resistance for the most conventional cases. 
These values apply for a vertical mounting in still air where other radiating components are not in 
the immediate vicinity. When designing an equipment, printed circuit boards and other components 
should not restrict flow of air around the power transistor in question. 

CASE T03 TO 5 TO 66 TO 220 TOP 3 

Rth (c-a) (OCIW) 30 105 45 60 

Case-ambient thermal resistance in still air 

2) Transistor with heat sink 

Selection of the heat sink shall be governed by the operating conditions of the component. 
To select appropriate heat sink refer to the manufacturer's catalogue. 

2.1 Radiator surface 

40 

Perfect flatness of the radiator surface in contact with the device is essential of good evacuation of 
heat is required. This flatness is also necessary if we wish to avoid deforming the package. If the 
radiator surface around the fixing hole is concave, the force exerted on the extremity of the thread if 
the device would tend ro deform the head to which the clip is attached, and could damage or destroy 
the device. 
When tightening the fixing screw, it is recommanded that the torque used should be scrupulously 
controlled and on no account must it be too close to the maximum recommended value. A torque 
spanner must be used, and preferably one that limits the maximum torque applied. 
Maximum torque values and indicated in the following table: 

Package Maximum torque value 

TO-220 lmAN 

TOP-3 lmAN 

TO-66 lmAN 

TO-83 18 mAN 

ISO-TOP lmAN 

TO-3 lmAN 

Independently of the question of tightening torque, it is essential that the whole surface of the stud 
is in contact with the radiator. It happens sometimes that the radiator is a moulded product with an 
area provided for the tightenning of the device. This area must be sufficient to allow the device to be 
in contact with the radiator over the whole of the flat surface of the stud. 
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conseils d'utilisation des transistors de puissance 

M'SE EN OEUVRE MECAN,QUE 

1) Montage sans radiateur 

Si la puissance dissipee est faible, les composants peuvent litre montes sans radiateur. La 
puissance maxima Ie dissipable n'est fonction que de la temperature maximale de la jonction et de 
la resistance thermique jonction-air qui est la somme des resistances thermiques jonction-bo1fier et 
boitier air. 
Le tableau ci-dessous donne la valeur de la resistance thermique boTtier-air pour les boitiers les plus 
courants. Ges valeurs sont relatives a un montage vertical en air calme ou d'autres elements 
dissipant de la chaleur sont eloignes. Dans un equipement, iI faudra prendre garde a la disposition 
des cartes de circuits imprimes pour que la ventilation ne soit pas glinee. 

BoTtier T03 T05 TO 66 TO 220 

Rth (c-a) (OC/W) 30 105 45 60 

Resistances thermiques boltier-ambiante en air calme (typ.) 

2) Montage avec rad/ateur 

Le choix du radiateur sera dicte par les conditions d'utilisation imposees au composant. 
Pour selectionner Ie radiateur il suffit de se reporter aux notices des fabricants. 

2.1 Etat du radiateur 

TOP 3 
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Une planeite parfaite de la partie du radiateur venant en contact avec Ie boTtier est indispensable 
pour une bonne evacuation de la chaleur. Mais cette planeite est egalement indispensable pour 
eviter de deformer dangereusement Ie boitier. Si la surface du radiateur presente, autour du trou de 
fixation, une forme de cuvette, la force s'exert;ant sur I'extremite file tee du dispositif tend a 
deformer Ie six pans sur lequel est fixe Ie cristal de silicum, ce qui peut endommager ou detruire Ie 
dispositif. 
Lors du serrage de I'ecrou de fixation, iI convient de respecter scrupuleusement la valeur de couple 
de serrage conseille et de ne pas s 'approcher trop pres du couple maximal. /I est essentiel d 'utiliser 
une clef dynamometrique, de preference du type a limitation de couple (nous reverrons ce probleme 
un peu plus loin). 
Les couples de serrage maximaux sont indiques dans Ie tableau suivant .' 

Boit/er Couple de serrage maximal 

TO-220 1 m AN 

TO-66 1 m AN 

TO-66 1mAN 

TO-83 18mAN 

ISO-TOP 1mAN 

TO-3 1mAN 

Independemment de la question du couple de serrage, iI faut tenir compte du fait que la surface du 
six pans doit appuyer en totalite sur une face plane du radiateur. 1/ y a des cas ou /a radiateur est 
une piece metal/ique coulee avec une zone prevue pour Ie vissage des dispositifs. Gel/e-ci doit avoir 
une largeur suffisante pour que Ie six pans appuie entierement. 
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3) Fixings 

3.1 TO 3, TO 66 cases 

Fixing is easily carried out. Only the flatness of the heat sink should be checked. 

3.2 Plastic packages 

TO 220. This case can withstand high tightening torques: however, the thermal resistance is not 
improved with torques above 1 mAN. In all cases, it is recommended that a mechanical attachment 
of the heat sink be provided to avoid stressing the loads of the transistor. 

TOP3 

No insulated mounting 

By screw 

With M 4 screw (not supplied with the device) 
Recommended tightening torque 1.5 Nm (max. 2 Nm) 

By clip (Part No. MP 18055) KIT for non·insulated mounting 
To obtain a sufficient support and a satisfactory case-heat sink thermal resistance, the thickness of 
the heat sink should be between 1 mm (min.) and 2 mm (max.) (see Figure 1). 

Figure 1 : Non-Insulated mounting by clip 
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3) FIxatIon 

3.1 TO 3, TO 66 

La fixation est aisee. On devra seulement verifier la planei'te du support. 

3.2 BoWers plastiques 

TO 220 : Ce boWer peut supporter des serrages importants ; Cependant, s'ils sont superieurs a 
1 mAN, la resistance thermique n 'est pas ame/ioree. Dans tous les cas if est recommande de fixer 
Ie radiateur mecaniquement pour ne pas sol/iciter les connexions du composant. 

TOP 3 

Montage non IsoI" 

ParVis 
Avec vis M 4 (non /ivree avec Ie dispositif) 
Valeur recommandee du couple 1.5 Nm (max. 2 Nm) 

Par Clip (Ref MP 18055) KIT (Jeu) pour montage non isole 

Pour obtenir une force d'appui suffisante et avoir une bonne valeur de resistance thermique boTtier­
radiateur, I'epaisseur du radiateur doit etre comprise 1 mm (min) et 2 mm (max). (Voir Figure 1). 

7 

FIgure 1 : Montage non Iso" per clip 
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insulated mounting 

By screw 
With M 3 (not supplied with the device) 
Insulated bushing MP 18059 
Insulator, perforated dia. 3 mm MP 18058 

} Kit for insulated mounting by dia. 3 mm screw 

Recommmanted tightening torque: 0.8 Nm (max. 1 Nm) (See figure 3). 

By clip 

With clip MP 18055 
Insulator MP 18056 } KIT for insulated mounting by clip 

In the clip mounting insulation is obtained by placing a rectangular non-perforated insulator between 
the TOP 3 case and the heat sink (See Figure 2). 

Figure 2 : Insulated mounting by clip 

Commercial designation 

Unit = Commercial 

Case Min number 

of KITS Designation 

TOP 3 
100 

X 100 KITS 
Non·insulated TOP 3 Clip 

TOP 3 
X 100 KITS Insulated 

with dia. 100 TOP 3 Bushing 

3 mm screw + mica 

TOP 3 X 100 KITS 
Insulated 100 TOP 3 clip 
with clip + mica 

Information 

Processing 

Code 

35162 

35164 

35163 

46 

T_- M3 screw 

~ _ Insulating bushing U MPt8059 

I 
I 

TOP 3 > 

----:'-"Insulator 
MP 18058 

I 
~Heatsink 

Figure 3 : Fitting insulated mounting of the 
TOP 3 case by screw 

Composition of a KIT 

Parts Parts N° Number/KIT 

Clip MP 18055 

Bushing MP 18059 
Isolator MP 18058 

Perforated dia. 3 mm 

Clip MP 18055 
Isolator MP 18056 



montage isole 

Parvis 
Avec vis M 3 (non livree avec Ie dispositif) 
Canon isolant MP 18059 } 

KIT (jeu) pour montage a vis isole IS) 3 
Isolateur perqe IS) 3 MP 18058 
Valeur recommandee du couple de serrage 0,8 Nm (max. 1 Nm) (Voir figure 3). 

Par clip 
Avec clip MP 18055 
Isolateur MP 18056 } KIT (jeu) pour montage isole par clip 

L'isolement est obtenu par interposition dans Ie montage avec clip entre Ie boitier TOP 3 et Ie 
radiateur d'un isolateur rectangulaire (Voir Figure 2). 

Figure 2 : Montage iso/. par clip 

Designation commerciale 

Unite = Designation Code 

Boilier NbreMin. 

de jeux Commerciale Informatique 

TOP 3 X 100 KITS non 100 
TOP 3 Clip 

35162 
Isole 

TOP 3 X 100 KITS 
Isole 100 TOP 3 canon 35164 

a ViS (S) 3 + mica 

TOP 3 X 100 KITS 
Isole 100 TOP 3 clip 35163 

par Clip + m;ca 

47 

Y--ViSM3 , 
~ _Canon isolant U MP18059 

I 
I 

TOP 3 > 

--'-- Isolateur 
MP 18058 

I -........... Radiateur 

~---ECrou 
I 

Figure 3 : Montage iso/. par vis 

Constitution d'un ieu (KIT) 

Pces Ref Nbre/jeu 

Clip MP 18055 

Canon MP 18059 
Isolateur MP 18058 

perce (S) 3 

Clip MP 18055 
Isolateur MP 18056 



3-3 Disc cases 
Boitiers cases 

box clamps 
boites de serrage 

THOMSON-CSF's box clamps are designed for use with disc case 
(MU 86) power thyristors. diodes and transistors when single sided 
cooling is required. 

Terminal connection Type Sortie 

BSA 35 Axial 
BSA 55 Axiale 

BST35 Flexible lead 
BST 55 Tresse flexible 

BSR 35 Radial 
BSR 55 Radiale 

FIG. 1 FIG. 2 
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Les bokes de serfage THOMSON-CSF sont tJtudi8eS pour permettre Ie 
montage en refroidissement simple fsce des composants en hairier 
disque (MU 86), thyristors, diodes et transistors. 

Clamping force See figure Force de serrage Voir figure 
(kN) 

3,5 1 5,5 

3,5 2 5,5 

3,5 3 5,5 

F)G.3 
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f.~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

LF large signal amplification ( high voltage) 
Amplification BF grands signaux ( haute tension) 

Switching up to 1 A 
Commutation Jusqu '8 1 A 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100% 
:'\ 
1"-
) '" I 

75 

50 
I 
I 

25 
I 
I 

o "" ~ 
50 100 150 T case (DC) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LI MITES ABSOLUES D'UTI LlSATI ON 

Collector-base voltage 
Tension co/Jecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension timetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current· 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Storage and junction temperature 
Temperature de jonction et de srackage 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - 8.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel: (1) 788-50-01 Telex: 610560 

2N 2SS0-2N 2SS~ 
NPN SILICON TRANSISTORS - EPITAXIAL PLANAR 

TRANSISTORS NPN SILICIUM - PLANAR !EPITAXIAL 

Tamb 25°C 
T case 25 DC 

max 

51 

VCEO 80V 

IC 3A 

Ptot Tease 25 °C 5W 

Rth(j-c) 35 0 C 

h21E ( 1 A) { 30 -90 2N 2890 
50 - 150 2N 2891 

ton (1 A) 0,3115 Max 

Ca .. 
Boitier 

TO 391CB 7) 

VC80 

VCEO 

VE80 

IC 
leM 

18 

Ptet 

tj 
Tstg 

100 V 

80 V 

5 V 

3 
A 

5 

0,5 A 

0,8 
5 

W 

200 
°C 

- 65 +200 

Novembre 1979 1/7 

,. ~ lHOMSON-CSF 
• a::@ltllil'@~~1ffi) 



2N 2890 - 2N 2891 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISnOVES STA nOVES 

Collector-emitter cut-off current 

Courant residuel collecteur..emetteur 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residue! coflecteur-emetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emet-
teur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de trans-
fert direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-emet 
teur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-emetteur 

• Pulsed 
Impulsions tp 300 IlS 

217 

Tease 25 DC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 60 V 
ICEO 

All types 
IB = 0 Tous types 

VCE = 60 V 
VBE = -2V 

VCE = 60 V 
VBE = -2V ICEX All types 

T case= 150 0 C Tous types 

VCE = 90 V 

VBE = -2V 

VEB = 4 V 
lEBO 

All types 
IC = 0 Tous types 

IC = 100 rnA 
V{BR)CBO* 

All types 
IE = 0 Tous types 

IC = 100mA All types 
IB = V{BR)CEO* 

0 Tous types 

VCE = 2V 
IC = 0,1 A 

VCE = 2V 
2 N 2890 

IC = 1 A 

VCE = 5V 
IC = 2A 

VCE = 2V 
IC = 0,1 A 

h21E* 
VCE = 2V 

2N 2891 
IC = JA 

VCE = 5V 
IC = 2A 

IC = 1 A 
IB = 0,1 A 

* 
All types 

VCEsat Tous types 
IC = 2A 
IB = 0,2 A 

IC = 1 A 

IB = 0,1 A 
VBEsat 

. All types 

Ie = 2A Tous types 

IB = 0,2 A 

Ii .. 2% 
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(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contra;res) 

min typ max 

50 IlA 

100 nA 

100 IlA 

100 IlA 

100 nA 

100 V 

80 V 

20 

30 90 

25 

35 

50 150 

40 

0,5 

V 

0,75 

1,2 
V 

1,3 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 

CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) T ease 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Forward current transfer ratio VeE = 10V 

Rapport de transfert direct du Ie = 50 rnA h21e 
courant f = 1 kHz 

Transition frequency VeE = 10V 

Frequence de transition Ie = 0,2 A fT 
f = 20 MHz 

Output capacitance VeB = 10V 

Capacite de sortie IE = 0 e22b 
f = 1 MHz 

Turn-on time Ie = 1 A 
td + tr Temps total d'etablissement IB = 0,05 A 

Ie = 1 A 
Turn-off time 

IBl = 0,05 A ts + tf 
Temps total de coupure 

IB2 = -0,05A 

SWITCHING TIMES TESTS CIRCUITS 
SCHEMAS DE MESURES DES TEMPS DE COMMUTA TlON 

10/ls 

r--T-1~-\­

.--J LLV Pulse source 
Generateur d'impulsions 

Z 50Q 

tr < 15ns 

2N 2890 

2N 2891 

All types 
Tous types 

All types 
Taus types 

All types 
Taus types 

All types 
Taus types 

150Q 

2N 2890, 2N 2891 

(~nless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min 

30 

50 

30 

200Q 

typ max 

250 

350 

MHz 

70 pF 

0,3 /lS 

1,5 /lS 

+20V 

20Q 

Oscilloscope 
Oscilloscope 

Z> l00kQ 

-10V 

3/7 
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2N 2890, 2N 2891 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 

Ie Courant collecteur en fonction de la tension 
(rnA) collecteur-emetteur 

IC 
(mA) 

417 
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60 
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I 2N 2891 

tamb = 100°C -
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0,6 ",A 
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O.4~A -,/ 
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20 40 60 80 VCE (V) 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-emetteur 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 

Ie Courant collecteur en fonction de /s tension 
(rnA) collecteur-emetteur 
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collecteur-emetteur 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

'c 
(AI 

'c 
(AI 

2,5 

2 

1,5 

0,5 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en 'anctian de la tension 
COllecteur-emetreur 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant co/Jecteur en fanctian de la tension 
collecteur-t§metreur 
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2N 2890, 2N 2891 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fanctian de la tension 
col/ecteur-t!metteur 
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EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fanctian de /a tension 
collecteur.tjmetteur 

2N 2891 _1, <r ,,-'r I.~"'~ 
'amb = 25°C_'c ~~-' 

~ ./J. -~",' 
V-V ~-

II. V ./ '70~ 
f- ./ 

.....-'I50~I" 
AV V ~ ~-I. ~ V 

~-fj ,/ 
V 

J / 1/ 
.....- \ -'-,omA 

S-

lI- /'" --1-"--

~ 

r-

I--

r-
r-

V o 
o 0,2 0,4 0,6 0,8 

517 



2N 2890. 2N 2891 

TYPICAL: CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

120 

90 

60 

30 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur 'tlltique du rapport de tran,"'t direct du 

f4 • du nt CO/IBereuf courant en 'OnctlOn COUTO 

2N 2891 
VCE =5V 
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~ ~\ 171 I ()()o~ 

" V ""? 
I-~~ 1"\ 1/ 

5 2 5 2 5 

10.1 10° IC IA) 

COLLECTOR-BASE CUT-OFF CURRENT 
VERSUS AMBIANT TEMPERATURE 

V CE sat COurant "',iduBi co/lecteur-mnettrlur en 
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STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur .tatique du 'IIP/Jort ell trMJ.fen direct du 
courant en fonct/on du counnt collectllUf 
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BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 

V BEsat Tension de _rur.lion bBse-4me.rreur en 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

IC 
(A) 

2,5 

2 

1,5 

0,5 

o 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de /a tension 
base-emetteur 

Tease 100 oc fjf-I 

-: III 
~I 

..;/ / 
gel, II 
-fl 

II II J 

II / / 
,gl '/ 1/ 

'VI ,OJ 1III 
II / rJ 

f-

0,2 0,4 0,6 0,8 1,2 V BE (V) 

COLLECTOR-BASE CUT-OFF CURRENT 
VERSUS AMBIANT TEMPERATURE 

leBO Courant ~siduel collecteur-IJmetteur en 
(nA) fonction de /a temPf!r.ature ambiante 

VCB =60V 

V 
V 
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V 
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V 

1/ 
V 

50 75 100 

V 
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2N 2890, 2N 2891 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
base emetteur 

Tease. 25 oc ..; 
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OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacite de sortie en fonction de la 
tension coIJecteur-base 
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~, lHOMSON-CSF 
ONISION SEMICONOUCTEURS DISCRETS 

General purpose: medium power 
amplification, commutation 

Usage general: amplificateur moyenne 
puissance, commutation. 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100% 

~ 
I\.. I 

I '\ I 
I 

I "\ I 
I 

75 

50 

25 
I 

o I '" 50 100 150 Tea.e(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES O'UTILISATION 

Collector·base voltage 
Tension collecteur-ba.e 

Collector-emitter voltage 
Tension collecreur-tfmerteur 

1-. 
Collector-emitter voltage 
Tension coJlecreur-fJmerteur 

Collector:emitter voltage 
Tension collecreur-4metteur 

Emitter-base voltage 
Tension 'metreur-base 

Collector current 
Courant collectBur 

Power dissipation 
Dissipation de puissance -. 
Storage and junction temperatur, 
Temperature de ionction at de srockage 

Junction-case thermal resistance 
Rtlsistance thermique jonction boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud· 8.P.5 
F·92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
HI: 11 1788-50-01 Telex: 610560 

eN 3053 
NPN SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL PLANAR 

TRANSISTOR NPN SILICIUM, PLANAR EPITAXIAL 

RBE=10Q 

VBE = -1,5 V 

Tamb 25 DC 
Tease 25 DC 

max 

59 

VCEO 40V 

IC 0,7 A 

Ptot 5W 

Rth(j-c) 35 0 CiW max 

h21E (0,15 A) 50·250 

fT 100 MHz min 

ea .. 
TO 39 (CB 71 

Boitier 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VeEX 

VEBO 

Ie 

Ptot 

tj 
Tstg 

Rthlj-cl 

" 
C B 

60 V 

40 V 

50 V 

60 V 

5 V 

0,7 A 

1 
W 

5 

200 
°e -65 +200 

I 

35 

Novembre 1979 1/6 
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2N 3053 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTtRISTlOUES STA TlOUES 

Collector-base cut-off current 
Courant residuel coffecteur-base 

Emitter-base cut-off Current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension coffecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage coffecteur-base 

Emitter-base breakdown voltage 

Tension de claquage emetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de rransfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-emetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-emetteur 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB= 30V 
IE = 0 

VEB= 4V 
IC = 0 

IC = l00mA 
IB = 0 

IC = 100mA 
RBE= 10n 

IC = 0,1 mA 
IE = 0 

IE = 0,1 mA 
IC = 0 

VCE= 10V 
IC = 0,15A 

IC = 0,15A 
IB = 0,015 A 

IC = 0,15A 
IB = 0,015 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals) 

CARACTtRISTlOUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Transition frequency VCE= 10V 

Frequence de transition IC = 0,05 A 
f = 100 MHz 

Output capacitance VCB= 10V 
Capacitti de sortie f = 1 MHz 

Input capacitance VEB= 0,5 V 
Capacitti rJ,'entree f = 1 MHz 

* Pulsed 
Impulsions tp 300 /.LS 6 <: 2 % 

2/6 

60 

leBO 

'lEBO 

VCEOsus 

VCERsus 

V(BR)CBO* 

V(BR)EBO* 

h21E* 

VCEsat * 

VBEsat * 

fT 

C22b 

Cllb 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

0,25 /.LA 

0,25 /.LA 

40 V 

50 V 

60 V 

5 V 

50 250 

1,4 V 

1,7 V 

100 MHz 

15 pF 

80 pF 



THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACT~RISTIOUES THERMIOUES 

Junction-ambient thermal resistance 
Resistance thermique jonction-ambiant 

I 

0,5 

0,2 

0,1 

0,05 

0,02 tease = 25°C 
Continuous 
Continu 
Single pulsed 

Tease 25 °C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

I Rthlj-ambl 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de secur(te 

~Ool 
'. ~~ 4s 

" ' $00", 
\.. " )", ";'s 

~"'?s , 
s, , 

" \.. '\., " 
"-

" 

------
0,01 

Mono imP1Uls;on I 
I I I 

2 5 10 20 50 

61 

2N 3053 

( Unless otherwise stated I 

( Sauf indications contraires ) 

min typ max 

175 °C/W 
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2N 3053 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES TYPIQUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-emetteur 
IC.~~~~~T--r~--~~~~ 
IAI 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en foncrion du courant collecteur 

Tension collecteur-emetteur en fonction de la 
resistance base-emetteur 

VCE 
IVI t = 25°C case 

52 

"'" 48 
r\ 

I-- 1\ 
44 

........ r-... 40 

4/6 

62 

240 

I ...... +-
VCE =10V. 

I--I--
I~J/ 

~q 

r\ ~~ 

120 

VI 
, 

~ _ ~l ./ 
l----'I- r-... 

,~ .... t-.. 
1\ " 

180 

1\ 
60 

100 2 4 6 ~01 2 4 6 ~02 2 4 68 

IClmAI 



2N 3053 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPJOUES 

IB 
(mA)a 

4 

4 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base­
emetteur 

VCE 4V 

/ 
t :;;::; 25°C cas. 

I 
V-

I 

I 
/ 

I 
0,6 0,8 1,2 V BE (V) 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 

I C ~::'~~=~rbase en fonction de fa tension base-

(mA)a 
VCE =4 V Iv 

4 / 

/ / 
/ / 

4 I 

I 
I I 

!;' 
!;' 0 

!2 '" 
II " II 

4 

iii III 

~i '- jil 
0,2 0,4 0,6 0,8 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
capacitl! de sortie en foncrion de Ia 

C22b tension col/ecteur-base 

(pF) 

a 

6 

4 

r'~ 

4 

63 

f = 1 MHz 

........... 
........... 

4 6 V CB (V) 
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2N 3053 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

VCEsa 
IV) 

t 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

6/6 

COLLECTOR.EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-i!metteur en 
fonction du courant colJecteur 

'C 
t;=10 

f--

~-lI. 

M-I~~~~ ~Iit 
Y~c:>~1 

4 68 

'C lmA) 

64 

V eEsa t 
IV) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

BASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-eme.tteur en 
fonction du courant collecteur 

Ie 
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II 
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~~ THOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

LF large signal power amplification 

Amplif;cation BF grands signaux de puissance 

High current switching 

Commutation fort courant 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100% 

~ 
I l"-
I "\ I 

75 

I '\ I 

50 

I "\ I 

25 

a 
50 1 00 150 T case (DC) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMI rES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
RSE 100 n Tension collecteur-emerteur 

Collector-emitter voltage 
VBE-l,5V 

Tension coflecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
T case 25°C Dissipation de puissance 

Storage and junction temperature 

Temperature de joncrion er de stockage 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonct;on-boitier 

50. rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel: (1 J 788-50-01 Telex: 610560 

2N 3054-BDV71 

VCSO 

VCEO 

VeER 

VCEX 

VEBO 

'C 

IS 

Ptet 

tj 

Tstg 

Rth(j-cl 

65 

/ 

NPN SILICON TRANSISTORS, HOMOBASE 

TRANSISTORS NPN SILICIUM, HOMOBASE 

2N 3054 compl. of BOX 14 

VCEO 55 V 

IC 4A 

Ptot t 25W 
29W 

h21E (0,5 A) { 25-100 
80 - 200 

fT 0,8 MHz 

Case 

Boitier 
T066(CB721 

2N 3054 
BOY71 

2N 3054 
BOY 71 

min 

2N 3054 BOY 71 

90 

55 

60 

90 

7 

4 

2 

25 

200 
- 65 +200 

90 V 

55 V 

60 V 
--

90 V 

7 V 

4 A 

2 A 

29 W 

200 

- 65 +200 
Oc 
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* 2N 3054 - BOY 71 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTtRISTIOVES STA TlOVES 
Tease 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Collector-emitter cut-off current VCE = 30V 
ICEO 

All types 
Courant residuel collecteur-emetteur IB = 0 Tous types 

VCE = 90V All types 

VBE = -1,5V Tous types 

Collector-emitter cut-off current VCE = 30V 

Courant residuel collecteur-emetteur VBE = -1,5V ICEX BDY 71 

Tease = 150 0C 

VCE = 90V 

VBE = -1,5V 2N 3054 

Tease = 1500C 

Emitter-base cut-off current VEB = 7V 
lEBO 

All types 
Courant residuel emetteur-base IC = 0 Tous types 

Collector-emitter breakdown voltage 
IC = 100mA All types Tension de claquage collecteur-emet- VCEOsus " IB = 0 Tous types teur 

Collector-emitter breakdown voltage 
IC = 100mA All types Tension de claquage collecteur-emet- VCERsus " 
RBE = 100n Tous types teur 

Emitter-base breakdown voltage IE = 1 mA 
V(BR)EBO' 

All types 
Tension de claquage emetteur-base IC = 0 Tous types 

VCE = 4V 
IC = 0,5 A 

Static forward current transfer ratio 2N 3054 
Valeur statique du rapport de trans- VCE = 4V 

h21E 
fert direct du courant IC = 3A 

VCE = 4V 
BDY71 

IC = 0,5 A 

IC = 0,5 A All types 

Collector-emitter saturation voltage IB = 0,05 A Tous types 

VCEsat 
. 

Tension de saturation collecteur-emet- IC = 3A 
2N 3054 feur IB = 1 A 

Base-emitter voltage VCE = 4V 
VBE" 

All types 
Tension base-emetteur IC = 0,5 A Tous types 

Second breakdown coUector current 
VCE 55V Courant collecteur de second cia- = 

IS/B 2N 3054 
= 1 s quage 

• Pulsed 
Impulsions tp 300 ps 5 .. 2% 

2/B 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contrairesl 

min typ max 

0,5 mA 

1 

5 mA 

6 

1 mA 

55 V 

60 V 

7 V 

25 100 

5 

80 ~OO 

1 

V 
6 

1,7 V 

0,45 A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for large signals' 
Tease 25 °C 

CARACTtRISTIOUES DYNAMIOUES (pour grands signaux) 

Transition frequency 
Frequence de transition 

Ie 
(A ) 

6 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 10V 
All types 

Ie = 0,2 A f,-
f = 1 MHz 

Tous types 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de securite 

*2N 3054, BOY 71 

(Unless otherwise stated, 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

O,B MHz 

BDY7l 

4 
1 m~ 500/olS 

".1.... ~l'f ~ 'Y'b ,~~ 
~ ~~,~ i~ '.". 'tf L' "'\,,} ", '\"1 " ' 

h'~:J~ 
2 

O,B 

1"-
1 0,6 

0,4 
'case =25"C 

I--Continuous 
Continu 

Single pulse ------
0,2 Mono-imDulsion 

0, 1 
2 4 6 B 10 20 

318 

67 



*2N 3054, BOY 71 
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Ie 
(AI 

5 

2 

0,5 

0,2 

0,1 

f----- tease = 25°C 
Continuous 
Continu 

Single pulse 
Mono-impulsion' 

2 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de securite 

2N 3054 

$;-

~o ", "" " '\ "'y I "'s -... " " ..? s , . ;J ~s ... I 
i\. ''\. .s~ ~~S ~ 
~ ,7S.~J'~" I 

I , ',', I 
------ " " i 

" " 1"-, 
'" 

5 10 20 50 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fanctian de la tension 

Ie coflecteur-emetteur 

1M 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

2N 3054 ~~ I--
V ~r-r-...-

I--

/I 
~ .... 41mA 

V ...---
LA 

I--I--+-
2mA 

,,"I--+-

'8=1 rnA 

4 8 12 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant colJecteur en fanctian de la tension 

Ie collecteur-emetteur 

IAI 2N 3054 ...]2~omA --I-
1,6 L0 ~ >-- 60 mA 

~ 5bm~ - j--

~~ --~ ~ lom~ 
VV ~ ~ 130 LA ----: -" 1,2 

V f.--
2b m2 rl _ 

~ f.-

II IB 110lmA 

0,8 

t-
0,4 

Il 

o 
o 2 3 

69 

*2N 3054, BOY 71 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant co/Jecteur en fanction de la tension 

Ie collecreur-emetteur 

IAI 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

o 

BOY 71 3~ 
V-I--

~t-:Ct: ~ 
vi.--" V -* l- I--

J......-V p 
1,5 mA_ l-

I--I--I--p ] I-
1 mA +=: -I--t--

V 1-.... 
I ~~ 

'B=o,5mA 

o 4 8 12 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant colJecteur en fanctian de 18 tension 

Ie collecteur-emetteur 

IAI 

1,6 

BDY71/" I--f.-- 40 rnA. -I-- 35 mAl 

Itt:: l-I-- 30mA 

~V ~ 25mA~ I--
l...--

20 mA i-= :...--V- I--f.--
1JmA_ 

V l-I--
10ml-

1,2 

+-
[I 1 _I 

'8 =5mA 

0,8 

0,4 
rl 

o 
o 2 3 
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*2N 3054, BOY 71 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS. 
BASE·EMITTER RESISTANCE(minimum value) 
Tension collecteur·emetteur en fonction de Is 

V CE resistance balfNlmetteur (valeur minimum) 

(V) tcase - 25°C 

60 

55 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur sratique du rapport de transfert direct du 

h21 E courant en foncrion du courant collecteur 

VCE =4 V 

2N 3054 

120 
f-" ,~ 

'& 
/ V ,,~\\ 

V ~u 1'\" -11 
/ .. l ~ 

90 

60 

~ 
'\r\. 

30 

~ 

""""'-
r'\. 

\ 

70 

h21E 

200 

150 

100 

50 

o 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur sratique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant co!lecteur 

V' '~J-
VCE = 4 V 

/ ~ I- BOY 71 

~ ... 

i OU 
- \~ -".'> 

\. (l'~ 
f-" 

/ '1\ 
/ 1\ 

~ 
'\ ~ 
~ 

10-2 z 4 6 10.1 2 4 6 100 2 
4 6 

IC(A) 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

SASE CURRENT VERSUS SASE-EMITTER 
VOLTAGE 

IS 
ImA) 

4 

Courant base en fonetion de la tension base­
emetteur 

V CE 4V /' 
00 

<t> ,,/ 
I /;/ 
j;/ V 

~ 
I 

{f 

I--I--I-~ 
C--c--? 
I--

I-- ~I 
I--r-n 

0,4 0,8 1,2 

..... 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation co/lecteur-emerteur en 

V CEsat fonerion du courant colfecteur 

IV) 
-":; =10 
IS 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

o 
10-1 

.---: 
"../ 

--

I 

kl 
f1ju 1/ re -
~ fI 

~o l~-
~o 

/, / 
/ 

4 

71 

*2N 3054, BOY 71 

COLLECTOR CURRENT VERSUS SASE­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonerion de Ja tension 

Ie base-emetteur 
IA) 

4 

4 

VCE =4 V 

J <,~",oC.,::::::: 

)~t:~ 
Vy 

/ ,,<:5 /; 

"e 
/~"~7 

[I 
V 

fA 
0,4 0,8 1,2 

SASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emettel1r en 

V BEsat fonerion du courant co/lecteur 

IV) 
-":;=10 
IS 

1,6 

1,2 

""Z5°C ..... 

~ _, "" 1000C 
tease 

0,8 

0,4 

4 

/ 
""''/ ~ 

II 
/l 

6 

IC IA) 

718 



"2N 3054, BOY 71 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

BIB 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capscite de sortie en fonction de /a 

C tension co/Jecteur-base 
22 

(pF 
b 

100 

K 

) f=1 MHz 
6 

4 

2 

8 

8 

4 

6 

4 

4 

"'-

r--... 
b-- ....... r--

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNOER PULSES CONDITIONS 
FactBur de reduction de /a resistance thermique en 
regime d'impulsions 

I I_ 
Ii =,0,5 l- I-" ...-: ~:.,... 

1'1-1 .... ~r-" ...... i" 
b~ i-"'" r-r~~"" <'!).' 

V' 
V 

V 

{j =.1! 
T 

Zth = K Rth 

if 
.72 



~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

2N 3055 compl. of BDX 18, BOX 18 N 

LF large signal power amplification 
Amplification SF grands signaux 

High current switching 
Commutation fort courant 

Thermal fatique inspection 
ContrO/e en fatigue tharmique 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100 

75 
f\, 
I '\ I 
I '\ I 

50 

25 

I 
a 50 100 "" 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VAl.EURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 
Coflector-emitter voltage 
Tension coJltICteur--emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-tlmetteur 
Emitter-base voltage 
Tension emetteuf-base 
Collector current 
Courant cOllacteur 
Base current 
Courant base 
Power dissipation 
Dissipation de puissance 
Junction temperature 
Tem~rature dB jonct;on 

Junction~ase thermal resistance 
R~.j.tance thBrmiquB jonct;on bo;tier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - 8.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Ttl : (II 7S8-5()'01 Telex: 610560 

RBE; 100 n 

VBE;-I,5V 

Tease 25 °C 

max 

73 

eN 3055 

NPN TRANSISTOR HOMOBASE 

TRANSISTOR NPN HOMOBASE 

VCEO 

IC 

Ptot 

h21E (4A) 

fT 

Rth(j-c) 

Ca .. 
T03 

Bahier 

60V 

15 A 

117W 

20·70 

0,8 MHz 

1,5 0 C/W max 

~ 
E 

B 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

Ie 

'B 

Ptot 

tj 

100 V 

60 V 

70 V 

90 V 

7 V 

15 A 

7 A 

117 W 

- 65 +200 °e 

F6vrier 1981 1/7 

t ~ 1HOMSCHlloCsf 
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2N 3055 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOVES STA TlOVES 

Collector-emitt~r cut-off current 
Courant rl!siduel colJecteur-emettBur 

Collector-emitter cut-off current 
Courant rllsiduel collecteur-I!merreur 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

- ------ -------, 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage colfecteur-iJmetteur 

Collector-emitter breakdown voltaue 
Tension de claquage collecteur-emetteuf 

.. 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de cfaquage collecteur-emetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

tease = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =30. V 

IS =0 

VCE =100V 
VSE =-I,5V 

VCE =60 V 
VSE = -1,5 V 

tease = 150°C 

VCE = 100 V 
VBE =-I,5V 

tease = 150°C 

VES = 7 V 

IC =0 

IC = 200 rnl-. 

IS =0 

IC = 200 rnA 

RBE = lOOn 

IC = 100 rnA 
VBE =-I,5V 

VCE =4 V 

IC =4A 

VCE =4 V 

IC = lOA 

IC =4A 

=0.4 A IS 
Collector-emitter saturation voltage. __ 
Tension de saturation col/ecteur-emetteur 

---_ .. _- -- ----- ._--"--_._._--

Base-emitter voltage 
Tension base-emetteur 

Second breakdown collector current 
Courant col/ecteur de second claquage 

-----~.--

* Pulsed 
Impulsions 

2/7 

tp = 300 ps 

IC = lOA 

IB =3,3A' 
1--,,--, 

VCE = 4 V 

IC =4A 

VCE = 60 V 
t =ls 

74 

ICED 2N 3055 

ICEX 
BOY 73 

2N 3055 

IESO 

VCEO(sus) * 

* VCER(sus) 

VCEX(sus) * 

2N 3055 

h21E * 

2N 3055 

VCEsat * 
2N 3055 

VBE * 

ISIB 

Min. 

60 

70 

90 

20 

5 

(Unless otherwise stated) 
(Saul indications contraires) 

Typ. Max. 

0,7 rnA 

5 rnA 

10 rnA 

30 rnA 

5 rnA 

V 

V 

V 

70 V 

V 

1,1 V 

8 V 

1,8 V 

1,95 A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

~ ~-

Test conditions 
Conditions de mesure 

Transition frequency 
VCE = 4 V 

Fr6quence de transition IC =1A 

1= 0,5 MHz 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

Perm<!nent inspection of soldering quality between 
silicen chip .md header provides rnaximum insurance 
agdinst thermal fatigue. 

Pulsed test: 

10 000 cycles 

tease = 25°C 

Min. 

IT 0,8 

2N 3055 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

CONTROLE EN FA TIGUE THERMIQUE 

Le contr61e permanent de la Quante de la soudurfJ entre fa 
pastille de silicium et I'embase confere au transistor un maxi­
mum de garantie contre Ie") fc1tigue thermique. 

ContrOle cvclique : 

"on": 2 minutes (0 + 48 W) 
"off": 1 minute (48 + 0 W) 
tease = 1 DQDe max 

""tease = 85°C max 

317 

75 



2N 3055 

4/7 

SAFI: OPERATING AREA 
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE 

Ie 

IA)[======r===J==J=~=J~:rr~======~===~==r=~=~2N--3~05~5 

60 1------+--- - -- ---+--1--W--W-----i----t-+-+--+--+-+-H 
~---+--_+-+__1__+_W_-W----~--1---+-~_+_1__~ 

40~----j~-+-~~_+~_+__----+--_+___+_+_+++_H 

2 4 6 10 20 

76 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

IC 
(A) 

8 

6 

4 

2 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOL TAGE 
Courant co/lecteur en fonetion de la tension 
col/ecteur-emetteur 

t ~ ~oomA 

V 4<~0 11'1' 

V ~omA ......-
r/ 200mI' 

'/ +--
,1011'1' 

[/ ~ 

tca::oe = 25°C 

o 
o 2 3 

COLLECTOR EMITTER VOL TAGE VERSUS 
BASE·EMITTER RESISTANCE 
Tension co/lecreuf-emetteur en fonction de /a 

VeE resistance base-emetteur 

(VI 

70 

60 

50 

101 

1'-

"""'I\.. 

'C=200mA 
tease = 25°C 

1"-
'\ 

I'... 

77 

2N 3055 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonetion de /a tension 
collecteur-emetteur 

20 40 60 80 VCE(VI 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 

h21 E courant en fonetion du courant collecteur 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

~ 

~b~ . \\ 
tease = 25°C ~ 
V~r-. ~ 

'~ 
:::: 

~ 
4 68 

101 

V CE =4 V 

5/7 



2N3055 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

18 
103 

(mAl a 
6 

4 

102 
a 
6 

4 

101 
a 
6 

~ 

2 

100 

BASE CURRENT VERSUS BASE·EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonerion de /a tension base­
t1mefteur 

VCE 4V 

i'7 

VI 
/11 
I 

I- u/ II f-o 

1= ~k~ BI 1/ 
I-- ... r1 • 
I--

f-- ··'-T 

0,5 1,5 2 

BASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation bdse-ematteur en 

VBEsat fonction du courant co/Jeereu, 

(V) 
IC 

16=10 

2,5 

2 

1,5 V 
II 

:;:;::2SoC V V ~ ~ 

'riTn 
0,5 

o 

6/7 

78 

Ie 
(Ala 

4 

4 

4 

2 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant co/leeteur en fonction de I. tension 
base-#metteur 

VCE 4V 

./ ~ I:;:: 

1/ 1/ 

J 'j 
o II 

~ ~ t1~ r-- 1/ 

f-I 1/ 

~ i ~" 

0,5 1,5. 2 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation co/lecleur-hnerteur en 

V CEsat fonction du courant collecteur 

(V ) ~=1O 
18 

2,5 

II 2 

! 
1/ 

~~ 1£0 
~-

1,5 

II 

II I 
~Q 

l..--- ~);I [I 
0,5 

o 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

'T 
1M Hz) 

4 

3 

2 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frequence de transition en fanctian du 
courant collecteur 

tcase = 250~ I 
VCE =10V 

f = 0,5 MHz 

-r--'r--. " 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacite de sortie en fonction de la 

C22b tension co/lecteur-base 

IpF) tease = 25O C, 

f = 1 MHz 

~ 
--...... 

~ i'--:-----

2N 3055 

'r--.r-.. 
IC IA) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facreur de reduction de 1a resIstance thermique en 
regime d'impulsions 

K 

,8 ° 
° 0, 

,7 ::f-" 6 

0, 5 

41"-:~ 
VII 

3 

0, 

0, 

II 
0,2 

0,\ 

J J LL L ~ ~ 
b"'~~ 
-~~*;..V 

~ 
~~. 

~~ .,.'" 
~ 

Zth =K Rm 

g ~ ~ -, ~ 

6 =tp/T tp ~ 

1~ 10-3 10-2 10-1 100 101 tp fs) 

79 

717 





~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

LF large signal amplification 
Amplification BF grands signaux de 
puissance 

High current switching 
Commutation fart courant 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100% 

75 

~ 
I '\. 
: '\ 
I 
I "\ I 

50 

25 
I 
I o '\ 

50 100 150 Teas.(DC) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VAL.EURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LlSATI ON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction-case thermal resistance 
Resistance therm;que janetian baitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud· B.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel: (1) 788-50-01 Telex: 610560 

2N3055 S 
NPN SILICON TRANSISTOR, HOMOBASE 

TRANSISTOR NPN SILICIUM, HOMOBASE 

Devices under CeQ 11971 nO 100) 
D;spositifs soumis au ContrO/e centralise de qualite ( 1971 nO 100) 

RBE=100Q 

VBE = - 1,5 V 

T case 25 °C 

max 

81 

Climatic class 
Categorie climatique 

VCEO 

IC 

Ptot 

Rth(j-c) 

h21E (4 A) 

fT 

Case 
Boitier 

T031CB19J 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

Ie 

IS 

Ptat 

tj 

55/125/56 

60V 

15A 

117W 

1,5 DC/W max 

20 -70 

0,8 MHz min 

60 V 

70 V 

100 V 

7 V 

15 A 

7 A 

117 W 

200 °C 

Novembre 1979 1/6 

~, THOMSON-CSF 
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*2N 3055 S 

STATIC CHARACTETISTICS 

CARACT~RISTIaUES STA TlaUES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant residue! emetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de cJaquage collecteur-emetteur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-,Jmetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-emetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-emetteur 

Base-emitter voltage 
Tension base-emetteur 

Tease 25 °C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 30 V 
IB = 0 

VCE = 100 V 

VBE = -1,5V 

VCE = 100 V 

VBE = -1,5 V 

T case= 150 0 C 

VEB = 7V 
IC = 0 

IC = 200mA 
IB = 0 

IC = 200mA 

RBE = 100n 

VCE = 4V 
IC = 4A 

VCE = 4V 

IC = 10A 

VCE = 4V 
IC = 4A 

T case= - 55 oc 

IC = 4A 
IB = 0,4 A 

IC = 10A 
IB = 3,3 A 

IC = 10A 
IB = 3,3 A 

IC = 4A 
VCE = 4A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals I 

CARACT~RISTIaUES DYNAMlaUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Frequence de transition 

* Pulsed 
Impulsions 

2/6 

300 /lS 

IVCE = 4 V 
IC = 1 A 
f = 0,5 MHz 

Ii ,;;; 2% 

82 

ICEO 

ICEX 

lEBO 

V(BRICEO' 

V(BRICER* 

h21E * 

VCEsat 
. 

VBEsat * 

VBE * 

( Unless otherwise stated I 

( Sauf indications contraires ) 

min typ max 

0,7 mA 

5 

mA 

30 

5 mA 

60 V 

70 V 

20 70 

5 

10 

1,1 

V 

2,5 

4 V 

1,8 V 



Ie 
IAI 

50 

20 

10 

5 

2 

tease = 25°C 
Continuous 
Continu 
Pulsed 
En impulsions 

2 

*2N 30555 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de securite 

"'-- -,,- ";>0 

~~:-tJi~ , , 
l'o~.y", " ...(~-Vd" 

"-
"- -"~o ~'" " 

'\. , 
"- ,,~ 

~, 

" ----

'" " ------
l\. 1'\ 

f\ 

5 10 20 50 

3/6 
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*2N 3055 S 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES TYPIQUES 

4/6 

VCE 
IV) 

75 

70 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
colJecteur-iJmetreur 

o 20 40 60 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE·EMITTER RESISTANCE (minimum value) 
Tension collecteur-emetteur en fonerion de /a 
resistance bastremetteur (valeur minimum) 

tease = 25°C 

"\. 

65 

I'.. 
4 6 a 

84 

'c 
IA) 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en foncrion de la tension 
collecteur-emetteur 

tease 2~ ..-
, I~ 

V 300rn" , y--t:: 
--...-

V 
'B -100 rnA 

6 

./ -4 

2 

o 
Q 2 3 4 VCEIV) 

75 

50 

25 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonerion du courant collecteur 

-
\ L 

\\1, 
\~ 

./ ''''''.. 
\l\~ 

/ ~\ \" 
'\ \\ 

11\' 
~ 
" 

V CE =4 V 

~ 

4 6 a 
'CIA) 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

'B 
ImA I 

10' 
8 

4 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base­
emetteur 

V CE 4V , 
/ 

0° ,,; j'/i 
'" Ii' 'riu 

/ /: I 

i/ I ~ ~~ 

,------- -I 

I 
I ,/ 

o 0,5 1,5 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-emetteur en 
fonction du courant col/ecteur 

VCEsa 

IVI t~=10 
I 
I 

'B 

2 

I 

l~ 
~ 

I 0° ",:,(j ,rt:> 

-:::::. -~Ifl-

1,5 

0,5 

o 

85 

'c 
IAI 

10' 

4 

4 

10-' 

V BEsat 
IVI 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

I 

*2N 3055 S 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE­
EMITTER VOLTAGE 
Courant co/fecteur en fonction de la tension 
base-emetteur 

V CE =4 V 

......-:::: ~ 
/' /' 

!J~/ _ "," 0° 
c$> ~ 

.... 8' /1 

!. I ~~ 

I 
I 

o 0,5 1,5 

BASE-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emetteur en 
fonction du courant col/ecteur 

~=,o 
IB 

1 
// 

t _ 25°C 
case ./ 

tease = 125;,s 

4 6 8 

I 
II 
" 

10' ICIAI 

5/6 



-*2N 30558 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

I 
C22b 

- (pF 

8 

6 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacite de sortie en fonction de Is 
tension collecttsur·b;Jse' 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fr(]quence de transition en fonction du 
courant collecteur 

.............. 
........ 

~ 
r-........ 

I 'case = 25°C 
IT 

(MHz I f =0,5 MHz 
f = 1 MHz 

4 

3 

2 

I"'--~ 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur"de reduction de la resistance thermique en 
rtJgime rfimpuls;ons 

K 

8 0, 

0, 

0, 

7 ~ 

6 I-

0, 5 

ITT I 

b~ ~ ~~ 
b~ 

~ 
J.o_ ~.,.o 

4 I..-~ !.,.oJ...- ~\) 

"'}II l.; 
0, 

0, 3 

0, 2 

0, 1 

~ 
I,... r.il,.. 
~ 
~ 

Zth =K Rlb 

T 

Jili-
,..:. tpiT ~tp_ 

10-4 10-3 10-2 10-1 100 10i 'p hi 

86 

4 

VCE -l0V 

tamb=25~~ 



~, lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

High voltage, high frequency response transistor 
Transistor haute tension a ff(jquence d'amplifi-
cation elevee. 

High voltage, low current switching applications 
Application en commutation haute tension, bas 
courant 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100% i' 
75 

I \. 
I '\ 
I 

: 50 

I 
I 

25 

I 
a 

'\ 

'" 50 100 150 T cas.(Oe) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS L1MITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 

Tension collecteur-base 

-Collector-emitter voltage 

Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant colfecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Storage and junction temperature 
Temperature de jonction et de stockage 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonetion boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 
F-92403 Courbevoie CedE!>!; FRANCE 
Tel: (1) 788-50-01 Telex: 610560 

VeE = -1,5 V 

Tcase 25°C 

max 

max 

2N 3439-2N 3440 
NPN SILICON TRANSISTORS TRIPLE DIFFUSED MESII. 

TRANSISTORS SILICIUM NPN MESA TRIPLE DIFFUSES 

Vceo 

VCEO 

VCEX 

V~eo 

IC 

Ie 

Ptat 

'j 
Tstg 

R,hlj·cl 

87 

{ VCEO 
350 V 2N 3439 
250 V 2N 3440 

IC 1 A 

Ptot lOW 

Rth(j·c) 17,5 0 C/W max 

h21 E (0,02 A) 40·160 

fT 15 MHz min 

Case 

Boitier 
TO 391 CB 7) 

C 

2N 3439 2N 3440 

450 300 V 

350 250 V 

450 300 V 

7 7 V 

1 1 A 

0,5 0.5 A 

10 10 W 

200 200 
°c - 65 +200 - 65 +200 

Novembre 1979 1/6 



2N 3439 - 2N 3440 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERIST/OUES STA T/OVES 
Tease 25 °C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 300 V 
Collector-emitter cut-off current IB = 0 

ICED Courant residuel collecteur-emetteur VCE = 200 V 

IB = 0 

VCE = 450 V 
Collector-emitter cut-off current VBE = -1,5 V 
Courant residue! collecteur-emetteur 

ICEX 
VCE = 300 V 

VBE = -1,5 V 

Emitter-base cut-off current VEB = 6V 
lEBO Courant residuel emetteur-base IC = 0 

Collector-emitter breakdown voltage IC = SOmA 
Tension de c/aquage collecteur-emet- IB = 0 VCEOsus 
teur L = 25 mH 

VCE = 10V 
Static forward current transfer ratio IC = 20mA 
Valeur statique du rapport de trans-

VCE = 10V 
h21E* 

fert direct du courant 
IC = 2mA 

Collector-emitter saturation voltage 
50mA Tension de saturation collecteur-emet- I C = 

VCEsat * 
teur IB = 4mA 

Base-emitter saturation voltage IC = 50mA 
* 

Tension de saturation base-emetteur IB = 4mA VBEsat 

Second breakdown collector current VCE = 200 V 
IS/B Courant collecteur de second claquage t = 1 s 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small SIgnals) 

CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Frequence de transition 

Output capacitance 
Capacire de sortie 

• Pulsed 
Imou/sions 

2/6 

tp 300 fJS 

VCE= 10V 
IC = 0,D1 A 11" 
f = 5 MHz 

VCB= 10V 
C22b 

f = 1 MHz 

8 .;; 2 % 

88 

2N 3439 

2N 3440 

2N 3439 

2N 3440 

All types 
Tous types 

* 
2N 3439 
2N 3440 

All types 
Tous types 

2N 3439 

All types 
Tous types 

All types 
Tous types 

All types 
Tous types 

All types 
Tous types 

All types 
Tous types 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contra ires) 

min typ max 

20 

- fJA 

50 

500 

- fJA 

500 

20 fJA 

350 
V 

250 

40 160 

30 

0,5 V 

1,3 V 

50 mA 

15 MHz 

20 pF 



2N 3439, 2N 3440 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de securite 

5 

2 

0,021-----+--4-4-++++++--+--+-++i-++++---!-+-N-+-l-++++1 

2 5 10 20 50 100 200 500 veE IV) 

3/6 
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2N 3439, 2N 3440 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

4/6 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant col/ecteur en fonction de Is tension 

Ie coilecteur-llmetteur 

(mA 

160 

I I AJP. 1 -
v'Yf_ I 

t:;:;: / 12mA -

v-tl 
v" " m~ 

#. /' I--""" o,8lmA-

~ ~ ..... I 

l~ 0,6 mA 

120 

80 

~v 6,4 ~A 
/ I _1021A 

B ' 

40 

o 
o 2 4 

I 
6 8 VCE (VI 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value) 
Tension collecteur..emetteur en fonction de /s 

VeE resistance base-hnetteur (valeur minimum) 

(VI 

450 JNJ39 

tease = 25°C 

...... ....... 
......... 

aoo 2N 3440 .... -
150 

90 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant co/lecteur en fonction de la tension 

Ie col/ecteur-emerteur 
(mA 

80 

I 
J«,~ tease "7 25°C 

0:0,... J l ...... V 1«'Y~ ,.... 0'1 I,....--V o,s«'!.-- i--' 

I.--" ,.-,.-

V 
,.- ~ I--

60 

~ I--I-- I o,~ mA -
~ l-I--- LJA 

40 

20 ~'2L --:: 

" B J,l mA-

o o 40 80 120 160 VCE (VI 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 

h21 E courant en fonction du courant co/mereur 

VCE =10V 

/' 
I 

150 Jv ./ 

- I--- ,'1) 
q -

Il 
-'7 

~v /' 
'-- ----' ,.:r;./ 

'A - -,~ 

100 

./ 

50 ./ 
",_SsoC;,... 

--:--
o 
10-3 

- ~ 

4 68 
10-2 

i-... 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

IB 
ImA) 

B 
6 

4 

4 

VCEsat 
IV) 

3 

2,5 

2 

1,5 

0,5 

BASE CURRENT VERSUS BASE·EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de fa tension base­
emetteur 

VCE 10V 

I 

/ II 
oJI 

III Of I--- -

;¥~I iii ~1/ 
~lY III 

..:.11 

I 
I 

I II 
II 

) 
0,2 0,4 0,6 0,8 VBE IV) 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-emetteur en 
fonction du courant col/ecteur 

!.!;.=1O 
IB 

fr 
1$ 

~O ~u .{l 
II 

~1r 
4 6~0.1 2 

91 

4 

4 

2N 3439, 2N 3440 

COLLECTOR CI!IRRENT VERSUS BA.~E 
EMITTER VOLTAGE 
Courant col/ecteur en fonction de /s tension 
base-emelteur 

VCE 10 V 
/' / 

/ 

I V 

0° / I 
!Jt- ~ II 
llir-

1/ 
51 ~IJI ~IJ 

/ 

0,2 0,4 0,6 0,8 VBE IV) 

BASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-eme.tteur en 

V BEsat fonction du courant co/leereur 
IV) 

IC 
1": = 10 
B 

~ 
0,8 

./' V 
'l'b0C ......- II '" ;,.-

t:::r1-1 I / 
0,6 

- LI 1~,~'boC // 

-~.!!',.... 
0,4 

0,2 

4 6 fo.2 2 

5/6 



2N 3439, 2N 3440 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frequence de transition en !anctian du 

fT(MHzl courant collecteur 

VCE =10V 

\ase = 25°C 
60 

V \ 
f = 5 MHz 

'/ \ 

/ 1\ 
40 

/ -
20 

I 

4 4 6 B 
IC (mAl 

6/6 
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f.' lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCAETS 

IF large signal power amplification 
Amplification BF grands signaux de puissance 

High current switching 
Commutation fort courant 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100% 

"0 f\. I 
I '\ : 

75 

50 
I 
I 

25 
I 

a I 

~ 

"'" 50 100 150 Teas.(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

f-- Collector-base voltage 
I--Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension co/fecteur-emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension coJ/ecteur-emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-(jmetteur 

---emitter-base voltage 
Tension emerteur-base 
Collector current 
Courant collecteur 
Base current 
Courant base 
Power dissipation 
Dissipation de puissance 
Storage and junction temperature 
Temperature de jonction et de stockage 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction boitier 

50. rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.S 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel: (1) 788-50-01 Telex: 610560 

RBE = lOOn 

VBE = -1,5 V 

to -1 s 

T case 25 °C 

max 

2N 344.,-BDV 72 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 
IN' 

IS 

Ptot 

tj 
Tstg 

93 

NPN SILICON TRANSISTORS, HOMOBASE 

TRANSISTORS NPN SILICIUM, HOMOBASE 

2N 3441 compl. of BOX 16 

VCEO l140V 2N 3441 
120 V BOY 72 

IC 3A 

Ptot 25W 

Rth(j-e) 7 oC/W max 

h21E(0,5 A) l20-80 2N3441 
60 - 180 BOY 72 

fT 0,8 MHz min 

Case 

Boitier 
TO 66 (CB 721 

2N 3441 

160 

140 

150 

160 

7 

3 
4 

2 

25 

200 
-65 +200 

E 

BOV 72 

150 V 

120 V 
--

130 V 

150 V 

7 V 

3 
4 A 

2 A 

25 W 

200 
°c -65+200 

D6cembre 1979 1/7 
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2N 3441 - BOY 72 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTt:RISTIOUES STA TlOUES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emet-
teur 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de c/aquage collecteur-emet-
teur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emet-
teur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de c/aquage collecteur-emet-
teur 

Static forward cu rrent transfer ratio 
Valeur statique du rapport de trans-
fert direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-
emetteur 

Base-emitter voltage 
Tension base-emetteur 

• Pulsed 
Impulsions tp = 300 ~s 

I 

Tease 25 DC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 140 V 

VBE = -1,5V 

VCE = 140V 2N 3441 

VBE = -1,5 V 

Tease = 150 0 C 

ICEX 
VCE = 130 V 
VBE = -1,5V 

VCE = 130 V BDY 72 

VBE = -1,5 V 

Tease = 150 0 C 

VEB = 7V 
lEBO 

All types 
IC = 0 Tous types 

IC = 100mA 2N 3441 
16 = 0 V(BR)CEO' BDY 72 

IC = 100mA 2N 3441 
Iv(BR)CER" 

RBE = 100f! BDY 72 

IC = 100mA 2N 3441 

VBE = -1,5V V(BR)CEX' BDY 72 

VCE = 4V 2N 3441 
h21E * 

IC = 0,5 A BDY72 

IC = 0,5 A All types 
VCEsat* 

IB = 0,05 A Tous types 

VCE = 4V 
VBE* 

All types 
IC = 0,5A Tous types 

, , 

6 .;;; 2 % 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small,ignal,) 

CARACTt:RISTIOUES DYNAMIOUES ( pour petits signaux) 
Tease 25 OC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Transition frequency VCE= 10V 

I Frequence de transition 
IC =0,2A fT 
f -1 MHz 

217 

94 

I 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

1 

5 

mA 

1 

5 

1 mA 

140 
120 

V 

150 
V 

130 

160 
150 

V 

20 80 
60 180 

1 V 

1,7 V 

I 
" 

I 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

0,8 MHz 



4 

101 

I'i 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

"L"-, 

~ 

'0 

" , l' (~~ u>;tr' 
$~ ~~ 

~~ 'i'~' i'~I~ ~ 't , .;> ?', 

100 

, I 

10-1 

f- T case 25 DC 
I 

f-

f-

I-

2 10-

100 

DC operation 
Regime continu 

____ Single pulsed 
Mono impulsion 

I I I I I IIIII 
4 5 6 7 8 101 

" ~~&, "rt~?', ~ I 

~"'" ~~ 0" '00 " :'i (' ,,~?', 

I' 
1'-.: ~ 

I" \ 

I\J 

K~I 

~ 
>-
0 
Ol 

4 5 6 7 8 102 

95 

2N 3441 - BOY 72 

4 5 6 7 

VCE (V) 

317 



2N 3441 - BOY 72 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

417 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonctjon de /8 tension 

Ie collecteur-emetteur 

IAI 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 
o 

2N 3441 

~-
~ -
i-"""'" .....-....-

-
/ 
V 
/ 

2 

65 mA 
~ 

m..,!l: 
OmA 

45 mA 
40'1!!l., 

35mA 

30mA 

25mA 

20'mA 

151mA 

10lmA 

IS = 5 1mA 

1 

I 
3 4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de /a tension 

Ie col/ecreuNimetteur 

IAI 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 
o 

BOY 72 

V 
~ 

~ 
I--
r--

I 

20mA 

lsmA--~mA - 14 A - ~2mA - 10 rnA 

SmA 

6mA 

4m~ 

IS=2~A 

2 

-

3 

96 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de /a tension 

I collecteur-emetteur 
C 

ImA 

160 

I 2N 34411, V V / _t--",,,,~L 

~~ ,/ / I - ').<'2 
i~ / II 
~ I,¥ / t--\~ 

~ \~~ V 
7 // / 
/ J 

120 

80 

o,"''''~ V 
40 

V -r-

o 
o 40 80 

IB =0 !) 
120 

IC 
IniAl 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
col/ecreur-emetteur 

BOY 72 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

2N 3441 - BOY 72 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value' 
Tension collecteur-tlmetteur en fonction de Iii 

V CE resistance base-emetteur (valeur minimum) 

(V) 

150 

140 

130 

120 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 

h21 E courant en fonction du courant collecteur 

60 

V 
50 

40 

V 
30 

20 

10 

o 
10-2 

17 
1\ .. 
~ ~, I'.. ';j. 
\~~~ 

';j.~\ 

4 68 
10-1 

2N 3441 
V CE =4V 

~ 
'I' 

....... 

r--... 

97 

I'.... 

I'.... 

tease = 25°C 

2N 3441 

BDY7 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statiquB du rapport de transfert direct du 

h21 E courant en fonction du courant co//eereur 

BDY 72 
VCE =4 V 

150 

~~~~o """ r\. 
'\ 100 

~ 
l-~'l-<; " ~"'cPq 

50 

I" 
~ 
I' 

517 



2N 3441 - BOY 72 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES TYPIQUES 

'B 
(mA 

6 

4 

4 

4 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de fa tension base­
emetteur 

) 
_,,<30 y ..... V CE =4V '-;-y ...... 1' 

~O$~~V 
",' 

~ ,~# 

1/' 
rt 

Ij 
il 

I I 

/ / 
I 1/ 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-timetteur en 

V CEsat fonction du courant collecteur 

6/7 

(V) 
IC 

~~~~-H __ 1--1_-+++ __ t-f8=10 

1,6 I--+-++++--+--+-t-I+-+-++H 

1,2 f-+--+-+++--+-+-+++-+,-H-H 

~~r++f--f--+-+H~~V 0,8 ,- Ir--t-t+l 

f--~-H+-+-+~~j~~v 
0,4 ,1;_ 

,/ ;.o~ 
,,:::::::~ 

O~~~~~~~~ 
2.~ 4 68 4 68 46 

10-2 10-1 100 I 
CIA) 

98 

'c 
(A) B 

VSEsat 
(V) 

6 

4 

6 

4 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de /a tension 
base-emetteur 

V CE = 4 V 

l~"O~i:;:::::: 
~~P' 

./ 
,;§f0 'l 

- "'/ 
r-r// 
/ 

I 

I II 
I II 

0,6 0,8 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-eme.rteur en 
fonction du courant collecteur 

IC 18=10 

t 

r-r- ",,'l5°C -~ V 
f--~OOC 
I-- t c'" 

4 6 8 2 

10-1 

..I 
V ..... 

4 6 8 2 

100 
4 6 8 

'C(A) 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR·BASE VOLTAGE 
Capacire de sortie en fonerion de la 
tension callecteur-base 

2N 3441 - BDY 72 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frequence de transition en fonction du 
courant collecteur C22b 

(oF) 

"' 
f = 1 MHz 

tr • 
(MHz) 

r -, -, 
VCE = 10 V 

B 

6 "" ['.. 
" ......., 

t'... 
4 

'" 
2 

4 

i'. 

4 

f 

............ 
......... 

........... 
2 r-..... t-.... 

1,5 

r--

0,5 

o 
10-1 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE OERATING 
FACTOR UNOER PULSES CONDITIONS 
Facteur de reduction de la resistance rhermique en 

K regime d'impulsions 

t- &~~ 
J- -I ()~!,... 1.1 1/ t-
~ II 1/ 

I.~~y V 
t- ,,"" 

_f-' m .... / 
I",~ 

8 =-1: 
'otl T 

V Zth = K Rth 

1/ 1U 
252525252525 

10-5 10-4 10-3 10-2 10-' 100 'p(,eel 

99 

= 1 MHz 

I'-
t"-" 

" 

I 
5 6 7 8 

'CIA) 

717 





~ THOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

2 N 3442 campI. of BOX 20 

L F large signal power amplificateur 
Amplificateur BF grands signaux de puissance 

High current switching 
Commutation fort courant 

Thermal fatigue inspection 
ContrtJIe en fatigue thermique 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100 
% 

75 

50 

25 

'\ 
'\. 

'\ 
"\ 
~ 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VAl.EURS LlMITES ABSOLUES O'UTI LlSATION 

Collector-base voltage 
Tension col/ecteur-base 
COllector-emitter voltage 
Tension coJlecteur-emetteur 
Collector..emitter voltage 
Tension col/ecteur-emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tensio /I 
Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 
Collector current 
Courant coftecteur 
Base current 
f"nu,anth.<e 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 
Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction-case thermal resistance 
Resistance therm/que jonction-boitier 

50, rue· Jean-Pierre Timbaud - 8.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel: (1) 788-50-01 Telex: 610560 

RBE = 100 n 

VBE = - 1,5 V 

tn-lOOms 

T case 25 eC 

101 

2N 3442 
NPN TRANSISTOR HOMOBASE 

TRANSISTOR NPN HOMOBASE 

VCEO 140 V 

Case 

Boitier 

IC 

Ptot 

Rth(j-c) 

h21E 

fT 

TO 3 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 
ICM 

IB 

Ptet 

tj 

min 

10 A 

117 W 

l,5 0 C/W 

20-70 

0,8 MHz 

B 

160 V 

140 V 

150 V 

160 V 

7 V 

10 
15 

A 

7 A 

117 W 

-65+200 °c 

Janvier 1981 1/7 
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2N 3442 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTt:RISTIOVES STA TlOVES 

Collector-base cut-off current 
Courant residuel collecteur-base 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur..emetteur 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emet-
teur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emet-
teur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emet-
teur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de trans-
fert direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-emet-
teur 

* Pulsed 
Impulsions tp 300 I1s 

2/7 

Tease 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCB= 140 V 
IB = 0 

ICBO 

VCE= 140 V 
VBE= -l,5V 

VCE- 140 V 
VBE= -l,5V 
T case = 150 0 C 

ICEX 

VCE= 110V 
ICED 

IB = 0 

VEB= 7V 
lEBO 

IC = 0 

IC = 200mA 
IB = 0 

VCEOsus * 

IC = 200mA 
VCERsus * 

RBE= lOOn 

IC = 100mA 
VCEXsus 

. 
VBE= -l,5V 

VCE= 4V 
IC = 3A 

VCE= 4V 
h21E* 

IC = lOA 

IC = 3A 
IB = 0,3 A 

* VCEsat 
IC = 10 A 
IR = 2A 

S .. 2% 

102 

(Unless otherwise stated) 

(Sau' indications contraires) 

min typ max 

1 

mA 

5 

mA 

30 

200 mA 

5 mA 

140 

V 

150 V 

160 
V 

20 70 

7,5 

1 

V 

5 



STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERIST/OUES STA T/OUES 

Base·emitter voltage 
Tension base-emetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second c/aquage 

Tease 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Ie = 3A 
VCE= 4 V 

Ie = lOA 
VeE = 4 V 

VeE = 60 V 
t = 15 
Tease = 100 oe 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 

CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES (pour petits signaux I 

VCE = 10V 
Transition frequency 

IC = lA 
Frtjquence de transition 

f = 1 MHz 

103 

2N 3442 

(U flless otherwise stated) 

(Sauf indications contrairesj 

I 

I 1,7 

VBE* V 

I 5,7 

IS/B 

I 
1,1 I A 

fl- 0,8 MHz 

3/7 



2N 3442 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de securite 

IC 
(AI 

50 

20 

--- -
10 

5 

2 
\ 1 

tease = 25°C 
Continuous 
Continu 

Pulsed - ---
0,5 I'!'pulsions 

0,2 1---l--l---1-~-+++l---I----.jI------l-l-+-I--+++-l---.jI--+--H--I-1-l-J..l 

2 5 ]0 20 50 100 200 500 VCE (VI 

THERMAL FATIGUE INSPECTION CONTROLE EN FA TIGUE THERMIQUE 

Permanent inspection of soldering quality between 
silicon chip and header provides maximum insurance 
against thermal I.atigue. 

Le contra/e permanent de la qualite de /s soudure entre la 
pastille de silicium et I'embase conf~re au transistor un maxi­
mum de garantie contre la fatigue thermique. 

Pulsed test: 

4/1 

ContrlJle cyclique: 

10 000 cycles 
"on": 2 minutes (0" 48 W) 
"01.1.": 1 minute (48" 0 W) 
tease = 1000C max 

6 tease = 85°C max 

104 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant colfecteur en fonetion de fa tension 

'Ccallecreur-emetteur 

IA I 

8 

6 

4 

2 

o 
o 

V CE 
IVI 

180 

160 

140 

120 

---
I 

450 mA 1----- -

....-r- omA 
m 

~ -r-- 300 mA 
250mA 

t ;..- 200 mA 

150 rnA 

I~ 
, 

100mA 

[r II 
IB =50mA 

£ r--
II 
II 

2 3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE 
Tension collecteur-emetteur en fonetion de la 
resistance base-emetteur 

t := 25° case 

......... ~ 
"-I-

105 

IC 
ImAI 

160 

120 

2N 3442 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant co/Jecteur en fonetion de la tension 
colJecteur-emetteur 

80 If----hoC-j--

40 V-+--+~""'''''--+---t 

40 80 120 160 VCEIVI 

STATIC FORWARD' CURRENT TRANSFERT 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonetion du courant collecteur 

h21 E 
[ / ""'-r-. 0CEI=~~ I 

80 
.I) 

r----& 

c-ll/ .!' ~/ 
.... tl // 

r--- !f! 
"v~ 

bL/ 
/ 

60 

40 

20 

o 
10-2 

4 68 
10-1 

--
~ 
,\ 

.-

4 68 

100 

~ 

l'i 
~ 
~ 
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2N 3442 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emetteur en 

V BEsa f t- d tilt t one IOn U CDuran co ec eur 

6/7 

(V) 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

a 

- I I 
IC r = 10 

I B 

II 

r--
jI 

-I 
_25

0 
--

1----- .... 
I- tease-

-.:. .. '" 1000 ~ V 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base­

'S emetteur 
(rnA) 

~~ 
4 

!C -'?;I' 
- -t; 'v#j 

V CE =4V 

- -~(! 

/1 
I 

" 0,8 1,6 2,4 3,2 VSE (V) 

106 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-emetteuf en 

V fonction du courant collecteur 
CEsa 
(V) 

t 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

II I 
-~=10 

B 

- ~~ II f--
.)J 0 

/r;r /;, 
;t -....... 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant col/ecteur en fonction de la tension 

Ie base-emetteur 
(A) 

4 

10-1 
8 
6 

-4 

I 
VCE =4V I-

~~ 
I 

I 

I 

1/ 
-§ Ire 

= II 
-II 1; 

- -ill ~u 

- -~I 

0,4 0,8 1,2 1,6 VSE (V) 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR· BASE VOLTAGE 
Capacit' de sortie en foncrion de fa 

C22b tension coIlecteur.tJase 

(pF) 

8 

6 

"'-
"'" ~ r-..~ 

" 

4 

"'-r--..r-.. 
2 4 6 V CB (V) 

. TRANSIENT THERMAL RESISTANCE OERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
FlICteuide nJduction de fa rlsistsnce themJique en 
,6gime d';mpulsions 

, K 

'- &~ 
,..- I ()~:...- / / -

*'" I.~:-Y / , 
il~/ i.--

I<>~ 
6 :;.1! 

// T 

/ Zth=K Rth 

4 

8 ID 1/ 

II 
6 

252525252525 
10.5 10.4 10.3 10.2 10. 1 100 'ph.c) 
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~ THOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

High voltage linear power amplifier 
Amplification linealfe de puissance fone tension 

High voltage fast switching 
Commutation rapide forte tension 

Dissipation and ISIB derating 
Variation de dissipation et de I SIB 

lUO'-~-'----'----'----­

% 

75 f-+-+-"-""-+------1----.., 

50 

30% 
25 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension co/Jecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant col/ecteur tp =10ms 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Tease 25°C Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de janet/on 

Junction case thermal resistance 
Resistance thermique jonction boitier max 

50. rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
T61 : 111 788-50-01 Telex' 610560 

2N35B3 
2N 35B4-2N 35B5 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

leM 

IB 

Ptot 

'j 

109 

NPN TRANSISTORS TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTORS NPN MESA TRIPLE DIFFUSES 

2N 3583 2N 3584 2N 3585 

VCEO 175 V 250 V 300 V 

IC 1A 2A 2A 

Rth(j-c) max 5 0 C/W 

fT min 10MHz 

Ca .. 
Baitier 

TOS6 

2N 3583 

250 

175 

6 

1 
5 

1 

35 

-65 +200 

~ 
E 

2N 3584 2N 3585 

375 500 V 

250 300 V 

6 6 V 

2 2 
A 

5 5 

1 1 A 

35 35 W 

-65 +200 -65 +200 °c 

Janvier 1981 1/4 

~ ~ THOMSON-CSF 
• ©@~Ii'@~IiiI'iI~ 



2N 3583 - 2N 3584 - 2N 3585 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTlaUES STA TlaUES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur.emetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emet-
teur 

Static forward currrent transfer ratio 
Valeur statique du rapport de trans-
fert direct du courant 

• Pulsed 
Impulsions tp 300 p.s 

2/4 

Tease 25 °C 

Test conditons 
Conditions de mesure 

2N 3583 
VCE = 150 V 

ICEO 
2N 3584 

IB = 0 2N 3585 

VCE = 225 V 
2N 3583 

VBE = -1,5V 

VCE = 225 V 

VBE = -1,5 V 2N 3583 

Tcase= 150 0 C 

VCE = 340 V 
ICEX 

VBE= -1,5V 2N 3584 

VCE = 450 V 2N 3585 
VBE = -1,5V 

VCE= 300 V 2N 3584 
VBE = -1,5V 2N 3585 

Tease=: 150 0 C 

2N 3583 

VEB = 6V 
lEBO 

2N 3584 
IC = 0 2N 3585 

IC 200 rnA 
2N 3583 

= 2N 3584 
IB = 0 VCEOsus 2N 3585 
L = 20mH 

VCE = 10V 

IC = 0,75 A 
2N 3583 

VCE= 10 V 

IC = 1 A 

VCE= 2V 2N 3584 

IC = 1 A 2N 3585 

VCE= 10V h21E' 2N 3584 

IC = 1 A 2N 3585 

VCE= 10V All types 

IC = 0,1 A Tous types 

8 .;; 2% 

110 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contrairesj 

min typ max 

10 
5 

rnA 
5 

1 

3 

1 rnA 

1 

3 
3 

5 
0,5 

rnA 
0,5 

175 
250 

V 
300 

40 200 

10 

8 80 

25 100 

40 



2N 3583 - 2N 3584 - 2N 3585 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERIST/OUES STA T/OUES 
Tease 25 oc 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC lA = 
ColiectorMemitter saturation voltage 

la = O,125A Tension de saturation coJ/ecteur· VCEsat 
emetteur 

IC = 1 A 

Base-emitter saturation voltage la = 0,1 A 

Tension de saturation base-tlmetteur V8Esat 

Second breakdown collector current VCE= 100V 
Courant col/ecteur de second claquage t = 1 s Is/a 

DYNAMIC CHARACTEIRSTICS (for small signals) 

CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
F requence de transition 

Rise time 
Temps de montee 

Fall time 
Temps de cMcroissance 

Carrier storage time 
Retard a 18 cMcroissance 

• Pulsed 
Impulsions 300 j.ls 

VCE= 10V 
IC = 0,2 A fT 

= 5 MHz 

IC = 1 A 
la = 0,1 A 

tr 

IC = lA 
la = ±O,1 A 

tf 

IC = 1 A 
la - ±O,1 A 

ts 

6'" 2% 

111 

min typ max 

2N 3583 5 
2N 3584 0,75 . 2N 3585 0,75 V 

2N 3583 
2N 3584 1,4 V . 2N 3585 

All types 
Tous types 

0,35 A 

2N 3583 
2N 3584 10 
2N 3585 MHz 

2N 3584 
3 

2N 3585 
jJ.S 

2N 3584 
3 

2N 3585 
j.lS 

2N 3584 
4 

2N 3585 
j.ls 

3/4 



2N 3583 " 2N 3584 " 2N 3585 

5 

2 

2N 3583 

0,5 

0,2 

tease = 25°C 

Continuous 
Continu 

0,1 

Pulsed 
Impulsions 

0,05 

0,02 

0,01 

2 5 

4/4 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de securite 

-

10 

,~ '. ,~ 

" ", " " 
'\ 

20 

r l%,\ 
~.j...:""J. 

,' ..... l'~ , 
,<> ~ ... 

~~~... 'j; ~ 
,~"'i\ ' I I , \ II 

50 

,\ \ \ 
\\ ~ \ 
.\\\ , I 

~ 
, 

HI 
\I' 

2N 3583 

2N 3584 
LJlll 

12tI3~~5 
IIIII U 

100 

-

> .» 
'" 00 
r- '" 0 N'" 

112 
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~ ntOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONOUCTEURS OISCRETS 

L F large signal power amplification 
Amplification BF grands signaux de puissance 

High voltage switching 
Commutation haute tension 

Dissipation and ISIB derating 
Variation de dissipation et de I SIB 

100 % ,.......,..;;:-.------,,----,----, 

50 ~+-+---'k----:-+-">---i 50 % 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur..emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emerteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Storage and junction temperature 
Tem~rature de jonction et de srockage 

Junction-case thermal resistance 
R4s;stBnce thermique jonction bo;t;er 

50, rue Jean-Pierre Timbaud· B.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
TOI ,(1) 78B-50-01 Telex, 610560 

VBE=-1,5V 

Tease 25 DC 

max 

max 

113 

eN 3738 
NPN SILICON TRANSISTOR, DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR NPN SILICIUM. MESA DIFFUsl 

VCEO 225 V 

IC 3A 

Ptot 20W 

Rthlj-c) 7,5 0 C/W max 

h21E (0,1 A) 40 -200 

fT 10MHz min 

Case 

Baitier 
T0661CB72) 

VCBO 

VCEO 

VCEX 

VEBO 

IC 

IB 

Ptot 

tj 
Tstg 

E 

250 V 

225 V 

250 V 

6 V 

3 A 

1 A 

20 W 

175 °c - 65 +175 

Novembre 1979 1/6 
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* 2N 3738 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERIST/OUES STA T/OUES 
Tease 25 oC 

est conQltlons 

Conditions de mesure 

Collector-emitter cut-off current VCE = 125 V 
Courant residue! collecteur-emetteur IB =0 

VCE = 250 V 

Collector-emitter cut-off current VBE =-1,5 V 

Courant residuel collecteur.emetteur VCE = 125 V 

VBE =-1,5V 
Tease = 100 oC 

Collector-base cut-off current VCB = 250 V 
Courant residuel collecteur-base IE =0 

Emitter-base cut-off current VEB =6V 
Courant residuel emetteur-base IC =0 

Collector-emitter breakdown voltage IC =5mA 
Tension de claquage collecteur-emetteur IB =0 

VCE = 10V 
IC = 0,05 A 

Static forward current transfer ratio 
VCE = 10V 

Valeur statique du rapport de transfert 
IC =0,1 A 

direct du courant 
VCE = 10V 
Ie = 0,25 A 

Collector-emitter saturation voltage IC = 0,25 A 
Tension de saturation collecteur-emetteur IB = 0,025 A 

Base-emitter voltage VCE = 10V 
Tension base-emetteur - IC = 0,1 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals) 

CARACTERIST/OUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Forward current transfer ratio 
Rapport de transfert direct du courant 

Transition frequency 
Frequence de transition 

Output capacitance 
Capacite de sortie 

• Pulsed 
Imoulsians 

2/6 

300 p.s 

VCE 
IC 
f 

VCE 
IC 
f 

VCB 
f 

5 .;;; 2% 

= 20V 
= 100 mA 
= 1 KHz 

=10V 
= 0,1 A 
= 10 MHz 

= 100V 
= 1 MHz 

114 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

ICEO 0,25 mA 

0,5 

ICEX mA 

1 

ICBO 0,1 mA 

lEBO 0,1 mA 

V(BR)CEO' 225 V 

30 

h21E 40 200 

25 

VCEsat 2,5 V 

VBE 1 V 

h21e 35 

fT 10 MHz 

C22b 20 pF 



Ie 
(AI 

5 

2 

0,5 

0,2 

0,1 

0,05 

0,02 

0,01 

* 2N 3738 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de securite 

"'0 

'" 
, "'a~ 6'0~\ I 

~ 

~ 
1),,-or~ , 

/,,~12 ~ 
"'"or, 

\ 

'-"or 
\ I 

.. ""- \ 
['.. \ 

\ 

\ I 

\' I I 
tease = 25°C 

t-Cont~nuous ____ 
r-Contmu 

~ Single pulsed ____ 

~ono impulsion 

2 5 10 20 50 100 200 

3/6 
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* 2N 3738 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 

IC 
(A) 

Courant col/ecteur en foncrion de la tension 
collecteur-emetteur 

I Courant coJ/ecteur en fonction de la tension 
C co/lecteur-emetteur 

4/6 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 
o 

Ij 
I~ ~ 
A~ V 

J}. ~ V 

~ [7 
~ 17 

:.--

2 

1~ 
V 

gmA 

t-~ 
V j...- 7 JA 

V 6 rnA 

j...-
5 mlA 

4 mlA 

I 
3 mA 

1 

2 mA 

18 -1 m~ 
I 

4 6 

260 

250 

240 

230 

(mA) 

V 
4 

V I--

3 
V 

It""" 
2 

It""" 

V 

V 

8 V CE (V) o 20 40 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE, (minimum value) 
Tension callecteuf-emetteur en fonction de /8 
resistance base-emetteur (valeur minimum) 

t = 25°C case 

'" 1\ 
1\ 

t-.... 

116 

180 ~A I 

1loJ 

I 
140 J.LA 

1120 ~~ 
joo JA 

80 ~A 
60 ~A 
40 JJ.A 

IB - 20 ~A 

60 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de rransfert direct du 
~'lurant en fonction du courant collecteur 

VCE = 4 V 

120 
1 
I 
I V ~ 1-1-0/ 

I- "d' 

~: 1-" ~ ,,>",0" ~ ;;;;:;;; 

t2~&~ 
/ 

100 

80 

60 

7 1\ 
\ 

40 

.~ 

r--.\ 
20 

~ o 
10-2 4 6 10-12 4 6 100 2 4 6 Ie (AI 

IB 
(AI 

6 

4 

2 

102 

6 

4 

2 

101 

6 

4 

2 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de /a tension base-
emetteur 

VCE 10 V 1# 

",1/ 

t1 
~ 77 

~ 
rJfs' 

Xi 
"IJ f-N 

I 

I 
0,2 0,6 1,4 VBE (VI 

117 

h21E 

80 

60 

40 

20 

IC 
(A ) 

6 

4 

2 

B 

4 

* 2N 3738 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

V r'\ V CE =10V 

oV 

f-- ~ 
;/ r f-, 

~It 
~~ It Vou t7~ 

// 

'I It ~~ 

~ 
~ 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteuren fonction de la tension 
base-emetteur 

V CE =10V 

<' ~ k-:::~ 
~t;;: k--~ '~t-"t~se 

k1 
1/ 

I 
/1 II 

I 

10-1 

0,5 

I I 
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*2N 3738 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

6/6 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation co/lecteur-6metteur en 
fonerion du courant collecteur 

VeEsat 
(V) IC/IS= 10 

.1,6 

1,4 

1,2 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 I--

o 
10-2 

'-l-

I--Tcas.l00o~ '}.~O~-I-
~ql 1 

4 6 10-1 2 4 6 100 2 4 6 Ie (A) 

VBEsat 
(V) 

1,6 

1,4 

1,2 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emetteur en 
fonerion du courant col/ecteuf 

I- IC/IS = 10 

I 
'/ 

i/ 

- SoC 

-
I-T case2 _ 

~ --C;C -~ .. 'OO 

o 
10-2 

4 6 10-1 2 4 6 100 2 4 6 Ie (A) 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-SASE VOLTAGE 
Capacite de sortie en fonction de la 
tension collecteur-base 

C22b 
IpF I 

f = 1 MHz 
8 

6 "-

'" 4 ~ 

"-
~ 

2 

1"-" 

100 
4 4 

118 



~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

LF large signal power amplification 
Amplification BF grands signaux de puissance 

Medium current switching 
Commutation courant moyen 

Dissipation and ISIB derating 
Variation de dissipation et de I SIB 

100 % .--k""",---,---,-----, 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 

Tension coJlecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension co/Jecteur-ilmetteuf 

Emittar-baS8 voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 

Courant co/lecteuf 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 

Dissipation de puiSlancfI 

Storage and junction temperature 
Tem~rature de jonction Bt de srockage 

Junction-case thermal resistance 
RtI,;stance thermique jonction boitie' 

50, rue Jea"~Pi.rr. Timbaud· B.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedtx FRANCE 
TAl : III 78~50-01 Tele.: 610560 

t p 5ms 

Tease 25 DC 

max 

max 

2N 3740-2N 3741 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

ICM 

18 

Ptot 

tj 
Tstg 

119 

PNP SI LICON TRANSISTORS EPITAXIAL BASE 

TRANSISTORS PNP SILICIUM BASE tPITAXltE 

VCEO { -SOY 2N 3740 
-SOY 2N 3741 

IC -4A 

Ptot 25W 

Rth(j-c) 7°C/W max 

h21 E (0,25 A) 30 -100 

fT 4MHz min 

Ca .. 
T066(CB721 

Baitier 

2N 3740 

-60 

-60 

-7 

-4 
-7 

-2 

25 

200 
-65+200 

E 

2N 3741 

-80 V 

-SO V 

-7 V 

--
-4 
-7 

A 

-2 A 

25 W 

200 
oC 

- 65 +200 

Novembre 1979 1/6 
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* 2N 3740, * 2N 3741 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACT~RlsnaVES STA naVES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residue! collecteur-emetteur 

Collector-emitter cut-of current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Collector-base cut-off current 
Courant residue! collecteur-base 

Emitter-base cut-off current 
Courant residue! emetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emet-
teur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de trans-
fert direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-emet-
teur 

Base-emitter voltage 
Tension base-emetteur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/6 

300 J1-S 

Tease 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = -40V 
IS = 0 

ICEO 
VCE = -60V 

Is =0 

VCE = -60V 

VSE = + 1,5V 

VCE = -40V 

VSE = +1,5V 
Tease = 150 oc 

ICEX 
VCE = -80V 

VSE = +1,5V 

VCE = -60V 

VSE = + 1,5V 
Tease = 150 0 C 

VCS = -60V 
IE =0 

ICSO 
VCS = -80V 
IE =0 

VES = -7 V 
IESO IC =0 

IC = 100 mA 
V(SR)CEO* IS =0 

VCE = -1 V 
IC = -0,1 A 

VCE = -1 V 
IC = -0,25 A 

VCE = -1 V h21E* 

IC = -0,5A 

VCE - -1 V 
IC = -1 A 

IC = -1 A 
VCEsat * 

IS = -0,125A 

VCE = -1V 
VSE* 

IC = -0,25A 

Ii .;; 2% 

120 

2N 3740 

2N 3741 

2N 3740 

2N 3741 

2N 3740 

2N 3741 

2N 3740 
2N 3741 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min I typ max 

-1 

mA 

-1 

-0,1 

-1 

mA 

-0,1 

-1 

-0,1 

mA 

-0,1 

- 0,5 mA 

-60 
- 80 

V 

40 

30 100 

20 

10 

-0,6 V 

-1 V 



*2N 3740, *2N 3741 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals) 

CARACTER/ST/OUES DYNAM/OUES (pour petits signaux) 
Tease 25 °C 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contrairesl 

Transition frequency 
Frt§quence de transition 

Output capacitance 
Capacite de sortie 

IC 
IAI 

60 

40 

20 

10 

4 

2 

0,6 

0,4 

0,2 

0,1 

--

Continuous 
Continu 

Single pulsed 
Mono impulsion 

\ase= 25 C 

2 

Test conditions 
min 

Conditions de mesure 
typ max 

VCE =-10 V 
IC fT 4 MHz =-0,1 A 
f' -1 MHz 

VCB =-10V 
pF C22b 100 

f = 1 MHz 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de securite 

i 

ioills 
-00 

'- ~" 

" .? I". 
'I-... ~-:;~.'" " -:;~~ , 

........ , 
I "\ '" 

, , , 

'\. 
'---

'\ 
2N 3740 ----' \. I 
2N 3741 I I 

4 6 10 20 40 60 VCEIV) 

3/6 

121 



*2N 3740, *2N 3741 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

4/6 

IC 
IA I 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant co/lecteur en fonction de la tension 
collecteur-emetteur 

100imA 

~ 
90~ 

r- 80mA 

70 mA 

J -- 60mA ,.... somA 

...-
i---=-

-f;. 401~_ 

II 30mA 

If 20lmA 

V- IS = 10 mA 

r-
/ 

IC 
IAI 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de /a tension 
co/lecteur-emetteur 

/I Ij I 

7Ji{ft!J II V 
rty / / I 17 

~~ / / ". bY V / ,," 
/ V ~/ J ,? 
/ V )/ 
,/' 

,/ y 
./ 

.....v V 

IS =0,5 mA 

o 
o 2 3 

o 
o 20 40 60 

150 

100 

50 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

V CE =-1V 

- ........ 
......... 

" , ~ ~'" 

~ r C> 
C'~~ 

/"" <SoC 

" "'" "-" " 
4 4 

122 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Couran t base en fonction de la tension base­
emetteur 

IB 
(rnA ) 

II 
I 
0,6 

o / 

~0 I; ~ 

,t II/ ~o~1 ,f., 
~O 

/ 

/ 
/ 

0,8 

VCE 1 V 

I / 
/ / 

/ 
/ 

1,2 VBE(V) 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation coJ/ecteur-emetteur en 
fonction du courant col/ecteur 

VCE,at 
(V) 

1,6 

1,4 

1,2 

0,8 

0,6 

0,4 

ICIIB =8 

I , 
/, 

II 
VI 

I. 00 

,'I' '" i1P:~ ~c~"l J ! 
~I'-~I-

4 6 
10-1 

4 6 4 6 
100 

123 

*2N 3740, *2N 3741 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
base-emetteur 

IC 
(A ) V CE =-1V // 

6 

4 

10-1 

8 

6 

4 

~0 

II~ 
~~ul 
I !!J 
I f~ I 
-~I 

II 

li 
II 

0,4 0,8 1,2 VBE (V) 

VBE,at 
(V) 

1,6 

1,4 

1,2 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

o 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE· 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emetteur en 
fnnction du courant collecteur 

lellB =8 

,,-
V ., 

'2-~oC ~ 

~~~ -I-- ...-1 ''2-~0r;; 
f- f-- ~# 

10-2 :> 46 10_1 2 4 6 100 2 4 6 
IC(A) 



*2N 3740, *2N 3741 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacite de sortie en fonction de la 
tension collecteur-base 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frequence de transition en fonction du 
courant co/Jecteur 

C22b 
(pFI '" " 

tease = 25~C 
IT 

(MHz I V CE =10V 

tease = 25°~ 

6 f"'... 

4 

4 

6/6 

f = 1 MHz 

" 
8 

~ 7 

4 

K 

6 

-...... 

6 

5 

6 V CB (VI 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur'de reduction de la resistance thermique en 
regime d'impulsions 

..... 
8 10'5 ..... ......:: 

TI ..... V I 

J:1! i""i;V I / 
-'O-;::-~ ~ -~ 0'" ...... ~,..... 9 4-

" 
8 =..:e. 

V T 

Zth = K Rth 

ill 
5 2 
10-5 

124 

f = 1 MHz 

r--..... 

'" I"-
...... 

5 6 7 



~~ 1l40MSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS . 

LF large signal power amplification 
Amplification 8F grands signaux de puissance 

High current switching 
Commutation fort courant 

Thermal fatigue inspection 
ContrfJle en fatigue thermiq'ue 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

1009 " f\ I, 
1 '\ 
1 

I '" 1 

i 
i 

75 

50 

25 

o "'\ 
50 100 150 TeaselOC) 

ABSOLUTE RATINGS ILiMITING VALUES) 
VALEURS LI MITES ABSOLUES D'UTI LlSATI ON 

Collector-base voltage 

Tension collecteur-base 
Collector-emitter voltage 
Tpnsion colfecteur-emetteur 
Collector-emitter voltage 

RBE lOon 
Tension collecteur-emetteur 
COllector-emitter voltage 

VBE = - 1,5 V Tension collecteur-emetteur 
Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 
Collector current 
Courant collecteur tp :::.;;;; 5ms 
~ase current 

Courant base 
Power dissipation 

T case 25 oC Dissipation de puissance 
Junction temperature 
Temperature de jonction 

Ju net ion-case thermal resistance 
Resistance thermique janet/on boitier max 

50. rue Jean-Pierre Timbaud - 8.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel: (1) 78B-50-01 Telex :610560 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 
ICM 

IB 

Ptot 

tj 

125 

VCEO 

IC 

Ptot 

h21E 

IT 

2N3771 
2N3772 

NPN TRANSISTORS HOMOBASES 

TRANSISTORS NPN HOMOBASES 

2N 3771 2N 3772 

40 V 60 V 

20 A 30A 

150 W 150 W 

115 A) (10 A) 
15-60 15-60 

min 0,8 MHz 

Case 

Boitier 
T03 

2N 3771 2N 3772 

50 100 V 

40 60 V 

45 70 V 

50 80 V 

5 7 V 

30 20 
30 

A 

7,5 5 A 

150 150 W 

- 65 +200 - 65 +200 °c 

Janvier 1981 1/9 



2N 3771 - 2N 3772 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTlaUES STA TlaUES 

Collector·emitter cut·off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Collector-base cut-off current 
Courant residue! collecteur-base 

Emitter-base cut-off current 
Courant rtisiduel emetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emet-
teur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de c/aquage collecteur-emet-
teur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de c/aquage collecteur..emet-
teur 

• Pulsed 
Impulsions 

2/9 

300 /ls 

Tease 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 30V 

IB = 0 
ICEQ 

VCE = 50 V 
IB = 0 

VCE = 50 V 
VBE = -1,5V 

VCE = 30V 

VBE = -l,5V ICEX 
Tcase= 150 0 C 

VCE = 100V 

VBe = -l,5V 

VCE = 30 V 

VBE = -l,5V 

Tcase= 150 0 C 

VCB = 50V 

IE = 0 

VCB = 30V 

IE = 0 

Tcase= 150 0 C 

VCB = 100 V ICBO 
IE = 0 

VCB = 30V 
IE = 0 

Tcase= 150 0 C 

VeB = 5V 

IC = 0 
lEBO 

VEB = 7V 

IC = 0 

IC 200 rnA = 
V(BR)CEQ' 

IB = 0 

200 rnA IC = V(BR)CER* 
RBE = lOOn 

IC 200 rnA = 
V(BR)CEX' 

VBE = -l,5V 

6 .;; 2% 

126 

2N 3771 

2N 3772 

2N 3771 

2N 3771 

2N 3772 

2N 3772 

2N 3771 

2N 3771 

2N 3772 

2N 3772 

2N 3771 

2N 3772 

2N 3771 
2N 3772 

2N 3771 
2N 3772 

2N 3771 
2N 3772 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

10 

rnA 

10 

2 

10 rnA 

5 

10 

2 

10 

5 
rnA 

10 

5 

rnA 

5 

40 

60 
V 

45 

70 
V 

50 

80 
V 



STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERIST/OVES STA T/OVES 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de trans-
fert direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 4V 
IC = 15 A 

VCE = 4V 

IC = 30A 

VCE = 4V 

IC = lOA 

IC = 15A 

IB = 1,5A 

= 30A 

Tease 25 oc 

2N 3771 

2N 3771 

h21E* 
2N 3772 

2N 3771 

IC 
Tension de saturation. collecteur-emet VCE,at * 2N 3771 

IB = 6A 
teur 

IC = lOA 

IB = lA 

VCE = 4V 

Base-emitter voltage IC = 15A 

Tension base-emetteur VCE = 4V 

IC = lOA 

VCE = 40 V 
Seeon breakdown collector current t = 1 , 
Courant collecteur de second cla-
quage Tea,e 100 0 C VCE = 60V 

t = 1 , 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals) 

CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Frequence de transistion 

127 

2N 3772 

2N 3771 

VBE* 
2N 3772 

2N 3771 

IS/B 
2N 3772 

2N 3771 " 2N 3772 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

15 60 

5 

15 60 

2 

4 V 

1,4 

2,7 

V 

2,2 

3,75 

A 

1,4 

MHz 

3/9 



2N 3771 - 2N 3772 

4/9 

Ie 
IAI 

60 

40 

20 

10 

8 

6 

2 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de securite 

tease 25 0 C 

2N :1771 "'0 
"" 

"1\' ", , ~, F~ I 
100 J.l.S , , ? 

2N 3772 .... ~, 

, 'fCb "0 , 'X' , K~oo ,"', 
,"', " , 

" " "' , 
Continuous --- " \ 
Con tin u '\ " 
Pulsed ---- I'\.' \ 
Impulsions 

1 

I 

I \.\ 

r----j I 

, ~ iN 3771 ---.. , 

I 

I 
L3772 - -~ 

i I I I 
2 6 8 10 

128 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de /a tension 

Ie colJecteur-emetteur 

(AI 

B 

6 

4 

2 

o 
o 

I 

'/ 

/ 

./ 

i---
L 

/' f-

2 

r- 200mA 

--

l00(A 

SOmA 

I 20mA 

2N 3771 

3 

2N 3771 . 2N 3772 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant co/leereu, en fancrion de Is tension 
COllecreur-ilmetteur 

2rr---r--~r----r---1----1 

2 3 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant co//eeteur en foncrion de Is tension 

I collecteur-ilmetteur 

(A9 v " 
2N 3771 

0,4 ~ ~ / 
I / 
I 6fC 
7 '). 

/ 
0,3 

7' ~ J 
V 

0,2 

r '1ro1' j \ 
V \ 

IS 1°,5, ~ 

0,1 

o 
o 20 40 60 

5/9 
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2N 3771 - 2N 3772 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

IC 
(A) 

0,4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS' COLLECTOR. 
EMITTE R VOLTAGE 
Courant co/Jec~ur en fonction de /s tension 
collecteur-emetteur 

0,2 II-:;".."q:----i--+-/----+-+-

0,1 if--+---iI--+--7"I-----j 

COLLECTOR,EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER (MINIMUM VALUE) 
Tension collecteur-4metteur en fonction de Is 

V~E resistance base..emetteur (valeur minimum). 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur siarique du rapport de transfert direct du 

h21 E courant en fonction du courant collecteur 

(V) 

70 

II lC -200mA 

tease =2~~C 

t--t- '</Ii I 
,'J~~< -.....:;, 

--
f=2~~ 

2N 3771 

VCE=r V t-
f-I-- u j 

V 

fi 
~ ! 

J 

~,l / \ 
,l/ \ // 

~"/ , 
l/ ~ 

160 

60 120 

50 80 

40 " 40 'l\ 
['\1\ 

6/9 
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2N3n1·2N3n2 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

. IB 

{mAl 

)
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
V.~ ".rique du '.""orr de In""'" direct du 

h21 E CQfI,.nt en foncriDn du cou,."t coIlet:Nu,. 

i;m 3772 
;VCE=4V 

400 

300 

- -
~\~ - r.... t-- >-./ i-" "r., 

200 

~?~0fJ ~ , 
IV V f 1\ 

100 

IIASE CURRENT VERSUS BASE·EMITTER 
VOLTAGE 

lASE CURRENT VERSUS BASE·EMITTER 
VOLTAGE 

CoII'MI' _ en font:tlon de,. _Ion _ 
In»tteur 

r ....... 
I~Y ./I"'" I 
~.I, / 2N 3771 

- - r!,~~L - VCE =4V 

I 

I / 

I 
I 

I 

1,5 2 

IB 
{mAl 

COUt1lflt"'" fin fonction ,. III fflnlion ".,.. 
.mflttflur 

2 r--

2 

2 

100 
0,5 

I~ q 

t--l~? 
~ 

I 

V 

1,5 

.¥ 

~. A'I I r 2N i77/ I 
-VCE=4V 

2 

7/9 



2N 3771 - 2N 3772 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant col/ecteur en fonction de /a tension 

Ie base-emetteur 

(A) 

6 

4 

4 

VCEsat 
(V) 

4 

3 

2 

o 

8/9 

2N 3771 
VCE 41/"" 

I~~ -
~. 1 ",,100°C 
tcaS8; 

j/ 

If 
A 

0,5 1,5 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteuf-""'ttflUr en 
fonerion du cpu,."r collect6ur -
2N 3771 

.!.!;.= 10 
IB 

! I 
I 

/,,-
PI/ 
II 

~(J" 1 I; 
.f! 

V 
~~ 

"" 

132 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant col/ecteur en fonction de /a tension 

Ie bsse-emetteur 

(A) 2N 3772 

/' f-+4--+/-J'r"''-t-t--VCE = 4 V 

10.2 
o 0,5 1,5 2 V BE (V) 

BASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de IBturation base-llmetteur en 

VB Esat fonerion du courant collecteur 

(V) 2N 3771 

.!.I;.= 10 
IB 

4 

I 
V 

3 

h" .-
1/;;.::' I 
,f 

~~ 1(,-

V ~'>" ./ .. 
~ r- ~(fl 

2 

o I I 
IC(A) 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

VBEsat 
(VI 

4 

3 

2 

o 

BASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-eme.tteur en 
fonction du courant collecteur 

2N 3772 
, 

~=10 
IB 

...... V 
tease 

250 C I---"~ 

tease -;- 11OQoF 

10-2 2' 
4 6 - 2 

10.1 

C22b 
(pFI 

8 

6 

4 

OUTPUT CAPACITANq VERSUS 
COLLECTOR·BASE VOLTAGE 
Capacire de sortie en fonction de la 
tension collecteur base 

I'-...... 
"'-

f;;:: 

~, 

~ ~>:;> 

I 
4 

t--. 

" 

133 

V CE sat 
(VI 

4 

3 

2 

o 

2N 3771 - 2N 3772 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation coJlecteur-emetteur en 
fonction du courant collecteu' 

2N 3772 

~=10 
B 

(ffc.1I 

~ 1\.(,. 'lc&.¢ 

10-2 z 4 6 10-1 2 4 6 100 2 

8 

6 

4 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur'de reduction de la resistance thermique en 
regime d'impulsions 

2N 3771 
2N 3772 

II 1.. .... Vv-V 
f-

15~o,&1 L..- V V1J 
-rr 1/ Ii 

f-~~ 1/ 

I ~~(11 V 

I---
10 o =.1? 

II) T 

"'I Zth = K Rth 

II ,~~IL 1I 
II .f-.-l-I-o 

252525 
10-5 10-4 1 ci-3 

252525 
10-2 10-1 100 

9/9 





~ 1HOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

LF I.,.. .ignal power amplification 
Amplification BF grand, ,ignaux de puissBnCB 

High current switching 
Commutation fort courant 

Thermal fatigue in.pection 
ContrIJII en fatigus therm/que 

Dissipation derating 
Variation de disSipation 

100% 

75 
1" 

i\.. I 

" 50 

'\ 
25 

'\ 
50 100 150 T case (OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES O'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-baH 

Collector-emitter voltage 
Tenlion collllCteu,-4metteur 

Collector .. mltter voltage 
rem/on collecteu,-Imetteur 

Emitter-base voltage 
Ten./on Imetttlur-bMe 

Collector current 
Courant collectflur 

8as8 currant 
Courant INufI 

Power dissipation 
Dissipation de pullS.ncB 

Junction temperatura 
Temp4rature dB jonet/on 

Junction-c::an thermal resistance 
Rnistsnctl thermique jonction-boitier 

60. rue Jean-Pierre Timbaud - 8.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedax FRANCE 
Ttl : III 78&5Q.Ol Telex: 610560 • 

VBe =-I,5V 

tp 5m. 

Tease 25 DC 

max 

135 

VCEO 

IC 

Ptot 

eN 3773 
NPN TRANSISTOR HOMOBASE 

TRANSISTOR NPN HOMOBASE 

140 V 

16 A 

150W 

Rth(j-c) 1,17 0C/W 

fT 

Case 
T03 

Boitier 

VC60 

VCEO 

Vcex 

Ve60 

IC 
ICM 

16 

Ptot 

tj 

min O,BMHz 

6 

160 V 

140 V 

160 V 

7 V 

16 
A 

30 

4 A 

150 W 

-65+200 °c 

Janvier 1981 117 



2N 3773 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACT£RISTIaUES STA TlaUES 

Collector·emitter cut·off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Collector·emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Collector-base cut-off current 
Courant residuel collecteur-base 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emet-
teur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emet-
teur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emet-
teur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de trans-
fert direct du courant 

* Pulsed 
Impulsions 

2/7 

tp 300 /ls 

Teas. 25 DC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 120V 
IB = 0 

ICED 

VCE = 140V 

VBE = -1.5V 

VCE = 140V 

VBE = -1.5V 

Tcase= 150 0 C 
ICEX 

VCB = 140V 
ICBO 

IE = 0 

VEB = 7V 
lEBO 

IC = 0 

IC = 200mA 
V(BR)CEO* 

IB = 0 

IC = 200mA 

RBE = lOOn V(BR)CER* 

IC = 100mA 

VBE = -1.5V V(BR)CEX* 

VCE = 4V 
IC = SA 

VCE = 4V 
IC = 16A 

h21E* 

6 .;;; 2 % 

136 

2N 3773 

2N 3773 

2N 3773 

2N 3773 

2N 3773 

2N 3773 

2N 3773 

2N 3773 

2N 3773 

2N 3773 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

10 

mA 

2 

10 

mA 

2 mA 

5 mA 

140 
V 

150 
V 

160 
V 

15 60 

5 



STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTtRlSTIOUES STA TlOUES 

Collector-emitter saturation voltage 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IC = SA 

IS = O,SA 

IC = 16A 
= 3,2 A 

Tease 25 oc 

2N 3773 

2N 3773 

Tension de saturation collecteur-emet 
IB 

VCEsat 
. 

teur 

VCE= 4V 

Base-emitter voltage IC = SA 

Tension base-emetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claqua- VCE= 100V 
ge t = 1 s 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals) 

CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Frequence de transition 

• Pulsed 
Impulsions 300 I.ts 

VCE= 4 V 
IC = 1 A 

/; .;; 2 % 

137 

2N 3773 

VBE' 

IS/B 

2N 3773 

2N 3773 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

1,4 

4 

V 

2,2 

V 

A 

1,5 

MHz 
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2N 3773 

417 

IC 
(AI 

50 

20 

10 

5 

2 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de .ecurite 

tease;::::: 25°C 
DC -_ 
Continu 
Pulsed __ _ 
En impulsions 

138 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES TYPIQUES 

COLLECTOR CURRENT VEFjSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 
Courant co/lileteur en fonction de fa tension 

Ie cc1lRcreur-hnetteur 
,r.-I'-'-(A 

~ 
QA 

f~ m 

" 
8 

t---I"""" !;OmA 

mA 

'---I"""" 
l60mA 

6 

/" l~";A 
i-"""" I I 

4 

'B 50mA 

2 
~ 

o 
D 2 3 

BASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation ba!f1-tNn«tteur en 

V fonction du courant colleeteur 
BEsat 
(VI 

3 

2 

-
_ 'ease - 2SOC 

--r 

4 

~= 
'B 

-
",,<§f~ 

<cI>""........- ./ 
........ -" 

4 

10-

.-

1 
I-

6 8 

'C(AI 

139 

'C 
(mAl 

120 

80 

40 

2N3773 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant colleeteur lin foncrion de ,. tension 
co/leeteur emetreur 

~v If 11 
##1; / 7"' . I ~lLl#~/ 
I) 'VI / J 
~~~'"/ II 

7 ...?1 / 
L 1,pO~~V 

t:f1..,. V 
V ~ 

o 
o 

I 
40 80 120 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation COllecteur-4metteur en 

V fonction du courant collecteur , CEsa 
(VI 

~=10 
'B 

3 

2 

/ 

~~ < <~ 

4 4 

517 



2N 3773 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOYES 

6/7 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE·EMITTER RESISTANCE1minimum value) 
Tension col/ecteur-emetteur en fonction de la 

V CE ri1sisrance base-iNnetteur (valeur minimum) 

IV) 

160 

150 

140 

130 

IC 8 
(AI 6 

4 

4 

........ 

\ 
1\ 

........ 
~ 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
base-emetteur 

, 
V CE =4V 

,~f-
-r 

.;PI r 
/1/ (8v 

't" -r'V t ~#-

6 
" 

/ 
II 

o 2 

I 

140 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 

h courant en fonction du courant collecteur 
21E 

180 

160 

140 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

o 

l-c1Jv 

-v 
r-r.} r-.. 

4~ \ J+-&V r\ 
4 \ \ - '--r.:.1'-

\ \ 
'\ :\ 

i'-

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOL TAGE 
Courant base en foncrion de la tension base­
emetteur 

'B 
'(mA ) J,v./ Y 

~~:Q:4~v rfi -r ' ... c;" ~ 
-~ AcJ' . 

I' 

I! , 

'1 '1,5 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST!OUES TYPIOUES 

C22b 
(pF I 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacite de sortie en fonction de la 
t s;on co/mereur base en 

::r ] I 
8 

tease - 25°C 

6 

41'-... 
........... 

............. 
.......... 

r-........ r-.....r-., 
2 

10 2 

4 

K 

141 

2N 3773 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteu,'de reduction de ,. resistance thermique en 
regime diimpulsions 

+- r,~~ K 
VI I 

lo~/ 1/ i) 
f-
~ V 
~~~ / 

'-

m~LV - lo~ 
h ==~ t-' T 

V Zth:= K Rth 

1/ iU 
252525252525 

10-5 10-4 10-3 10-2 10- 1 100 'p(~d 
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t~ lHOMSON-CSF 

_. 

DIVISIDN SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

Complementary power amplification stages 
Amplification de puissance a svmetrie compiementaire 

Medium power switching 
Commutation moyenne puissance 

Regulation 
Regulation 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 
100% 

75 
!\ I 

: \ I 
50 

I 

f\ I 
25 

I \ I 
a 

50 100 150 Teasa(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-Ametteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-ematteur RSE=100Q 

Collector-emitter voltage 
VBE=-1,5V Tension collecteur-emetteur 

Emitter-hase voltage 
Tension emerteur-base 
Collector current 
Courant colltlcreur 
Base current 
Courant base 
Power dissipation 

T case 25 °C Dissipation de puissance 
Storage and junction temperature max 
Temperature de jonction et de stockage 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction boitier max 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - 8.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
TOI : (11 78fl.50-01 Telex: 610560 

2N52S4 
2N 52SS-2N 52SB 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VESO 

Ie 

IS 

Ptot 

tj 
Tstg 

143 

NPN SILICON TRANSISTORS, HOMOBASES 

TRANSISTORS NPN SILICIUM, HOMOBASES 

70V 2N 5294 

VeEO 40V 2N 5296 
60V 2N 5298 

Ie 4A 

Ptot 36W 

Rth(j-c) 3,5 0 e/W max 

fT 0,8 MHz min 

Plastic case 
TO 220AB (CBI171 

Baitier plastique 

2N 5294 

80 

70 

75 

SO 

7 

4 

2 

36 

150 
-65+150 

" C E 

2N 5296 2N 5298 

80 80 V 

40 60 V 

50 70 V 

60 80 V 

5 5 V 

4 4 A 

2 2 A 

36 36 W 

150 150 
-65+150 -65+150 °c 

Novembre 1979 1/11 
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2N 5294, 2N 5296, 2N 5298 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTtRISTIOVES STA TlOVES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emet-
teur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emet-
teur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur,~met-
teur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de trans-
fert direct du courant 

• Pulsed 
Impulsions tp 300 JJS 

2/11 

Tease 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE= 65 V 
VBE = -1,5 V 

VCE = 65 V 
VBE = -1,5 V 

Tcase= 150 0 C 
ICEX 

VCE = 35V 
VBE = -1,5V 

VCE = 35 V 
V8E = -1,5 V 

Tcase= 1500C 

VCE = 50V 
RBE = lOOn 
Tcase= 25 oc 

ICER 
VCE = 50V 
RBE = lOOn 
Tcase= 150 0 C 

VEB = 7V 
IC = a 

lEBO 
VEB = 5V 
IC = a 

IC l00mA = 
VCEOsus · IB = 0 

IC l00mA = 
VCERsus · RBE = lOOn 

IC 100mA = 
VCEXsus · VBE = -1,5V 

VCE = 4V 
IC = 0,5 A 

VCE= 4V 
h21E' 

IC = 1 A 

VCE= 4V 
IC = 1,5 A 

144 

2N 5294 
2N 5298 

2N 5296 

2N 5294 
2N 5298 

2N 5294 
2N 5298 

2N 5294 

2N 5296 
2N 5298 

2N 5294 
2N 5296 
2N 5298 

2N 5294 
2N 5296 
2N 5298 

2N 5294 
2N 5296 
2N 529B 

2N 5294 

2N 5296 

2N 5298 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

0,5 

3 

mA 

2 

5 

0,5 

mA 

2 

1 

mA 

1 

70 
40 V 
60 

75 
50 V 
70 

80 
60 V 
80 

30 120 

30 120 

20 80 



STATIC CHARACTERISTICS 

CARACT£RISTIOUES STA TlOUES 
Tease 25 oc 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Ie = 0,5 A 
18 = 0,05 A 

Collector·emitter saturation voltage 
Ie = 1 A Tension de saturation collecteur·emet 
18 = 0,1 A 

teur 
Ie = 1,5 A 
18 = 0,15 A 

VeE = 4V 
Ie = 0,5 A 

Base-emitter voltage VCE = 4V 
Tension base..emetteur Ie = 1 A 

VeE = 4V 
Ie = 1,5 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals) 

CARACT£RISTIOUES DYNAMIOUES ( pour petits signaux) 

-,-
VCE = 4V 

Transition frequency 
Ie 0,2 A 

Frequence de transition = 
f = 1 MHz 

Ie = 0,5 A 
18 = 0,05 A 

Turn-on time Ie = 1 A 
Temps total d'etablissement 18 = 0,1 A 

Ie = 1,5A 
18 = 0,15A 

Vee = 30V 
Ie = 0,5 A 

181 = 0,05 A 

182 = -0,05 A 

Vec = 30V 
Turn-off time Ie =lA 
Temps total de coupure 181 = 0,1 A 

182 = -0,1 A 

Vce = 30V 
Ie = 1,5A 
181 = 0,15A 
182 = -0,15A 

• Pulsed 
Impulsions tp 300 115 6 '" 2% 

145 

VeEsat 

V8E' 

fT 

ton 

toff 

2N 5294 

, 
2N 5296 

2N 5298 

2N 5294 

2N 5296 

2N 5298 

2N 5294 

2N 5296 

2N 5298 

2N 5294 

2N 5296 

2N 5298 

2N 5294, 2N5296, 2N 5298 

( Unless otherwise stated) 

( Sauf indications contraires ) 

min typ max 

1 

1 V 

1 

1,1 

1,3 V 

1,5 

0,8 MHz 

5 

5 I1S 

5 

15 

15 I1S 

15 
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2N 5294, 2N 5296, 2N 5298 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT 
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION 

It IB1 
RB --IB -- + 

IB2 
8';; 1 % 

trand~';;50ns 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE 

4/11 

Ie 
(AI 

4 

2 

0,5 

0,2 

0,1 

-, =25 OC _ case 

- Continuous ___ 
_ Continu 

_ Single pUlsed _____ 

Man,' impulsion 

2 5 

" ' ,\' ~ '", " , ".->~ 

~ 
, ~ 

, "?'i1'r>' " " \.1',">', 
" .iJ"'< " 

~ ~~"'~"" ~~i'J. ~i.I' '" 

'~," , , " , , 
i~ 

2N 5298 

JN52~-
~N 52~ 

J l 
10 20 50 

146 

Non inductive resistances 
Rl!sistances non inductives 

RB Re 

2N 5294 lOOn 5611 

2N 5296 47n 33n 

2N 5298 3311 2211 



·TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
eou,."t'collKNur en foncrion de ,. rennon 

IC col-'-ttrlU, 
(mAl 

/ 1.00-!'- &OjA 

1,6 /' - &OjA 

".. I"'"" 40 ",A 

".. !'- 30"'1' 
1,2 

",A 

·0,8 

.10mA . 
0,4 

2N5294_ 

o 
IB=O I I I 

o 2 3. 4 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
V.,.." i,.ti_ dv _" till u""de" diroct w 

H21 E COUIWIJt"" fDnction du cou,."t CO/Mereur _. 
VCE ":4V 

tease = 26°C 

151) 

~2N5294 

r-
/~ \ 

100 

V 
1"-

\.. 

2N 5294-2N 5296-2N 5298 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
COUfll'" colltJctllUr en fonction ,. ,. relJlion IC col __ , 

jmA~ ~,,« ~ --
300 

I'~ ~ --7'p-t: i--"" 
~ --~:::::: 3"''' 1.00-

~ ....... ~~ ~ ~ --
1' ....... r- '1~,. f-' --i--' 

k-" ....... 
f-'" 

',~"''' -~ --~ I-'" ,1 r--
200 

..... -f-'I"'" 
100 

o 

O,r.I",A 

IB=O 2N 5294 

o 10 20' 30 40 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE· 
EMITTER VOLTAGE 
CouIWJt colillcteur en fonctlon th ,. ren';011 

VBE~ttrIU' 
VCE =4V 

(V) 

1,6 

I-- 2N 5294 

1,2 

0,8 -
~case :;c: 260C 

1.1-
'case = t:!5"C 

. I II 

0,4 

1 I 

....... ~ 

....... ~ 

11 
/}/ 
/ 

4 8 8 
·ICIA) 
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2N 5294·2N5296·2N 5298 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saruration col/ecteur-4mstteur en 

V CEsat fonct;on du courant (:a/leereur 

IVI 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

ICIIB ~.o i, 

2~ 52~J 

t = 15°C case 

./ ---

I 
I 
III 
'J 

V. II 

V 
'case 

I 
~ 25°C 

J 
4 68 

ICIAI 

BASE CURRENT V'ERSUS BASE·EMITTER 
VOLTAGE 
Cou,..nt bBstlsn fonction de 18 tension bsltl­

I B "'.tteur 
(mA' 8 VCE 4V 

6 

4 2N 5294 

'""'" 
1/ -::: V 
,/ 

/ 

2 

'case ~ '2SO,) /. ~ 250 C case 

V I 
I 

I I 

II 
1 j 

2 

0,6 0,8 1,2 

6/ •• 

148 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emetteur en 

V BEsat fonction du courant collecreuf 

IVI 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

IT 
IMHzI 

2,5 

2 

1,5 

D,S 

19"B 1'10 VI 
2~ 52~J V-

I{ 

+dl~l~o~ 
,/ 

~ / 
H~l~~ vV 

'cPo;,;"" 
I-"'" 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
,COLLECTOR CURRENT 
F~uflnC8 de transition en fonction du 
counnt col/ecttlur 

4 68 . 

IC IAI 

2NL94 

VCE ~ 4 V 

V 
~ 

/ 

4 

tease = 25°C 

~ 
r"\ 

4 

I" 

6 8 

le lmAI 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant colJectflur en fonction de Is tension 

Ie collectsur ~metteu' 
(AI 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

o 

V 60mA 

i~ 50rA 

V~ orA 

If-- 30rA 

I-- 20mA 

/'r- 10mA 

IB =0 2j 5i9i~ 
o 2 3 4 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statiquB du fllPport de transf.rt direct du 

H21 E couranr en fonction du courant co/lecteur 

300 

./ ...... 250 

200 

150 
'c ..... 

"., 100 

50 

t = 125°C caj 

t 
= 25°C' - ....... \ 

VCE = 4 V 

2N 5296 

~ 
\-

4 68 
IC(AI 

149 

2N 5294-2N 5296·2N 5298. 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de I. tension 

Ie co/leereu' /lmetteur 
(mAl 

400 

300 

200 

100 

o 

~~ 
I-"' l- I--

l-I-
i- ~I-- l-I-V~~,s",p. -I-

7" .......... .-;;;-r -i-1--1-" 

/~ -~"'I 
~ --t;;'t 

---~ 
P fA 

..... ?,5iA 

iNI5296 
IB=O 

o 10 20 30 40 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant co//ecteur en fonction de Is tension 

VB E base-emetteur· 

(V) : VeE =4V 

0,8 

0,6 ----

0,4 -
0,2 

tease ="2 ~C; 

.,. ./ 
./ 

1" 

.,/ 

, 
/j 
/ 

case = 1~~oC 

2N 5296 

4 68 

IC(A) 
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2N 5294-2N 5296-2N 5298 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

VCE .. , 

IV' 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

COLLECTOR-EMITIER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tenlion de llltul1ltion coJlecteu'''-'''tteur en 
fonerion du counlnt IlfIcteur 

ICIIB = 10 

1 
I 
I 

J / 

2N5i 
II 
/ 

, = 1250C / 

~"ll i/ 
= 50C 

easel I 

~ I 
4 6 ~0-1 2 4 6 ~OO 2 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant ba. en fom:tion de I. tension 1NIstJ-

18 hnBtteur 

ImA' 8 
6 

8/11 

4 

102 
8 
6 

4 

2 

VCE 4V 

2N 5296 /. ~ 

I / / 
,~= 125"C/ J 

V Vtcase = 25°C 

J J 

I I 
0,6 0,8 

150 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
T",lion de .ru,.tion I»...emetteur fin 

V BEsat fonerion du courent colleeNur 
, 'IV) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

ICIIB=10 I If) 
,lie ='25.J 

V 
/ 

,/ V 

-
,/./ 

= 25"C , a .. 

....... ~ .... 
2N 5296 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 

4 68 

ICIA' 

FrequBnce de tr"",irion en fonerion du 
. f T COufWnt collecteur 

'IM_H~' 

2,5 / 
,.. 

" ~5296 '\~ 
2 

1,5 
VCE = 4V 

tease = 250 C 

0,5 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant co/MeNu, en fonction de Is tension 

Ie CO'/ecfflur 'metteur 

2~J (A) 

"" 
"..... ;JomiA 

4 

1& ".. - lsbml 

V - lJJ 

V 
.-3 

50 ImA 
2 ,I" 

o 
IB=O ri2r 

o 2 3 4 .. 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur stat;que du rapport de transfert dirtier du 

H21 E courant en fonction du courant col/ecteur 

t I J lhJb 
case 

300 
~ 

250 

1\ 

tease = 250 C\ 

",-
,/" ,I' 

200 

150 

100 

50 

VCE =4V 

2N 5298 

~ 
~ 

4 68 
IC(A) 

151 

2N 5294-2N 5296-2N 5298 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE­
EMITTER VOLTAGE 
Courant co/leereur en fonction de Is tension 

VB E base-emetteur 

II (V) VCE - 4 V 

0,8 

- '-- r--'c = 250 

..... V -..... r--0,6 

-
io'" V 

..-:.-
0,4 

0,2 

/ 
t ca 

~ 
'l 

= 125°C_ 

I I 
4N ~298 

4 68 
IC(A) 
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2N 5294-2N 5296-2N 5298 

TYPICAL CHARACTEBISTICS 
CARACTER/ST/DUES TYP'/DUES 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 

, ' Tension de saturation co/lecteur.emetteur en 
V CEsat~· fonction du courant colJecteur 

IVI 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

IC/IB = 10 

I 
I 
I 

I I 
/ I 

2N 5298 i 1'c~5O = 125°C/ /, = 25°C ca .. 

I 

BASE CURRENT VERSUS BASE·EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fom:tion de la tension base­

IS 4mettflur 

ImAls 
6 

4 

10/11 

VCE 4V 

2N 5298 IA ~ 

/ 

I I / 
t = 12SOY case f . .,.se = 2°C 

/ I 
I 

I 1/ 

/ 
I 

0,6 0,8 

152 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emetteur en 

V BEsat fonction du courant collecteur 

IVI 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

3 

2,5 

2 

1,5 

, 0,5 

'CI'B = 10,1 /1/ 
JI Lso / 
c 50 -l V ./ 
,/ 

...... :/ 
tease = 125 C 

-
'" i--' 

...... 

2j 5j9i 

I 
4 6~0-1 2 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
F~quence de transition en fonction du 
cour.nt collecteur 

.... I--'--

'" / 
/ 
)-2N 5298 

'\ 

VCE = 4 V 

\ 

tease = 25°C 

4 4 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

VeE 
(VI 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE·EMITTER RESISTANCE 
Tension collecteur-emetteur en fonction de fa 
resistance base-emetteur 

R;r- t- 2N 5294 

I"-- 2~ ~296 

r-..... 

1"-- ... 2~ ~29J 

:'.525252525 

100 101 102 103 104 RBE(QI 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 

t courant collecteur 
I~,I 

8 

4 

6 

1"- ::::.. - f--

2 3 

I 
VCC=30V 

t =10/.ls 

IC =10 Til 
ton I--I--
tf f...-

t'r-

4 

153 

2N 5294-2N 5296-2N 5298 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR·BASE VOLTAGE 
Capacite de sortie en fonction de la 

C22b tension cofJecteur-base 

IpFI 

6 

4 

K 

4 

10-2 

tease = 25°C 

f= 1 MHz-

~ 
............... 

........... ....... 

4 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE OERATING 
FACTOR UNOER PULSES CONOITIONS 
Facteur de reduction de la r(J$lstance thermique en 
regime d'impulsions 

To.~ r- "= ~~ 
~~ r;...-

%-"'/ 
~18 =Omono 

8 =.1? 
T 

Zth = K Rth 

jU 
I J J 1 J 

10-52 510-42 5 10-32 510-22 510-12 tp lsecl 
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~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMIOONDUCTEURS DISCRETS 

High voltage fast switching and amplifying 
Commutation rapide et amplification sous 
forte tension 

Maximum power dissipation and ISIB 
Dissipation de puissance maximale et 

delSIB 

100 % ..._,.,-..----,---,----, 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS L1MITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension col/ectBur-iJasB 
Collector-emitter voltage 
Tension collecreur.emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension col/ectBUr-emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur.emetteur 
Emitter-base voltage 
Tension flmetteur-base 
Collector current 
Courant collectBur 
Base current 
Courant base 
Povver dissipation 
Dissipation de puissance 

--Storage and junction temperature 
Tem/»,ature de ionctian st de stockage 

Junction-case thermal resistance 
Rtlsistance thermiquB jonction boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 
F-92403 Cou,bevoia Cede. FRANCE 
T" : (11 788-50-01 Tel.x: 610560 

RBE =500 

VBE=-1,5V 

Tease 25 QC 

ma. 

m .. 

2N 5415-2N 5416 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

' 6 

Ptot 

tj 
Tstg 

155 

PNP SILICON TRANSISTORS 

TRANSISTORS SILICIUM PNP 

VCEO 

IC 

{ 
-200V 
-300V 

-IA 

Ptot 10 W 

Rth(j-c) 17 ,5 oC/W 

30-150 
h21E (-50 mA)30_120 

TO 39 (CB71 
Boitier 

2N 5415 2N 5416 

-200 -350 

-200 -300 

-350 

-200 -350 

-4 -6 

-1 -1 

-0,5 --0,5 

10 10 

200 WI) 

-65 +200 -65 +200 

2N 5415 
2N 5416 

max 

2N 5415 
2N 5416 

V 

V 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

oC 

Novembr. 1919 1/6 
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2N 5415 - 2N 5416 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES STA TlOUES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant rllsiduel collecteur-limetteur 

Collector-emitter cut-off current 
Courant rllsiduel collecteur-emetteur 

Collector-base cut-off current 
Courant residuel collecteur-base 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel t!metteur-base 

Collector-emitter voltage FIGURE 1 
Tension collecreur-limetteur 

Collector-emitter voltage FIGURE 1 
Tension collecteur-limetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-llmetteur 

Base-emitter voltage 
Tension base-emetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecreur de second claquage 

• Pulsed . 
Impulsions tp = 300 Jl.S /) = 2 % 

2/6 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE - -150V 
2N 5415 

IB = 0 

VCE - -250V 
IB = 0 

2N 5416 

VCE = -200V 
2N 541~ 

VBE = + l,5V 

VCE - -300V 

VBE = + l,5V 
2N 5416 

VCE = -175V 2N 5415 

VCE = -280V 2N 5416 

VEB = +4V 2N 5415 
IC = 0 

VEB - +6V 2N 5416 
IC = 0 

IC = -50mA 2N 5415 
IB = 0 2N 5416 
L = 25mH 

RBE = 50n 
IC = -50mA 2N 5416 
L = 25mH 

VCE = -10V 2N 5415 

IC =-50mA 2N 5416 

IC = -50mA 2N 5415 
IB =-5mA 2N 5416 

IC = -50mA All types 
VCE = -10V Tous types 

VCE = -l00V All types 
t = 1 s Tous types 

156 

Tease = 25 DC 

min typ max 

-0,05 mA 

ICEO 

-0,05 mA 

-0,05 mA 
ICEX 

-0,05 mA 

ICBO 
-0,05 mA 

I- 0,05 mA 

-0,02 mA 

lEBO 

-0,02 mA 

-200 
VCEOsus V 

-300 

VCERsus -350 V 

. 30 150 h21E 
30 120 

VCEsat -2,5 V 
-2 V 

VBE 
. 

-1,5 V 

IS/B -0,1 A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals' 
CARACTERIST/OUES DYNAM/OUES (pour petits signaux) 

VCB = -10V 
Transition frequency 

IC = -10mA 
Fnlquence de transitian 

f = 5 MHz 

Output capacitance VCB = -10V 
Capacite de sortie f = 1 MHz 

input capacitance VEB = -5V 
f = 1 MHz 

Capacite d'entree 
IC = 0 

IC = 50mA 
Carrier storage time 

IBl = -5mA 
Retard Ii la tMcroissance 

IB2 = 5mA 

Fall time IC =-50mA 

IBl = -5mA 
Temps de decroissance 

IB2 = 5mA 

157 

2N 5415 - 2N 5416 

min typ max 

All types 
fT 15 MH 

Taus types 

All types 
C22b 15 pF 

Taus types 

All types 
Cllb 

Taus types 
75 pF 

All types 
ts 2 /JS 

Taus types 

All types 
tf 0,5 /JS Taus types 

3/6 



2N 5415 - 2N 5416 

VCEOsus. VCERsus test circuit (and oscillogram) 2N 5416 
FIGURE 1 : Circuit de mesure VCEOsus. VCERsus et oscillogramme 

VCEOsus test circuit (and oscillogram) 2N 5415 
Circuit de mesure VCEOsus et oscillogramme 

L = 25 rnH -IC 

VCE 
- 50 rnA -- - - - - - - - - -, 

~ 
-10-10V 

f 
-0-50V 

IC + 

[ 1 n 

FIGURE 2' SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT 
'Schema de mesure des temps de commutation 

4/6 

VCE =-l00V 
IC =- 50 rnA 
lSI = - IS2 =- 5 rnA 

IC 

(A) 

-I------~'------t..,-VCE{V), 

The sustaining voltage VCEOsus is 
acceptable when the trace falls to 

the right and above point A. 
La tension VCEOsus est acceptable 
lorsque la trace passe au de/8 du 

point A. 



Ie 
(rnA ) 

101 

100 

4 

8 
7 
6 

4 

4 5 6 78 101 

SAFE OPERATING AREA 
A/RE DE SECUR/TE 

-,- ---~ - O! -

"' , , 
"-' 

, 
"-, , 

2N 5415 - 2N 5416 

T case 25 0 e 
DC operation 
Regime continu 

____ Single pulsed 

Mono impulsions 

, 
- - -- "'. 

, <S' 
--", --,0 

\~ ~ \ 

'00 '" \ \ 

"- , 
.$'00 ". \ \ , 

"- , "'. \ 
, 

" ,.$'", , \ \ 

"-" , \ , 
\ , \ ~\ 

\ \ ~ 

\ 

\' \ 

\ 

\\ 
\, , 

\\ 
'\ 

",-", 

;g -;g 
Z Z 
N N 

4 5 6 7 8 
102 

4 5 67 

VeE (V) 
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2N 5415 - 2N 5416 

FIGURE3 
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFERT 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
V.leur ,.rique du rtIpfJOrt dr rr.",fen direct du 
counmt en Ionct/on du cou,.",,' collecteur 

Tease - 25 DC ..... 1-'"'" ....... 
~ 

VCE =-10Y- 1---

/ 

II 

-VSE 
(V) 

FIGURE4 
BASE-EMITTER VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Ten,ion IJsss.4metteur '"' tonerion du 
courant col/flCteUr. 

VCE --10 V _I 
Tease = 25 DC 

40 V 0,9 

/ 
30 

0,8 

20 -0,7 

10 0,6 

10-12 5 ,00 2 6 ,01 2 5 ,02 2 IC (rnA) 101 
2 

6/6 

FIGURE 5 
COLLECTOR-EMITTER AND BASE-EMITTER 
SATURATION VOLTAGE VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
remion de MtUl'lltion collecttNr-wnerreur st bale­

_ VBEsat tJmetteuren foner/on du courant collllCt.eur 

-VCEsat 
(V) 

1,5 

1,25 

0,75 

0,5 

0,25 

~~ 10 J 1 
Tease = 25 DC 

/ 
II 

~B_E~.!._ 

.t/ .:;.V 

10-2 
2 

160 

4 8 e 
_IC(A) 

/ 
,)~ 
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~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEUAS DISCAETS 

LF large signal power amplification 
Amplification BF grands signaux de puissance 

High current switching 
Commutation fort courant 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100% 

1\ 
I \ I 
I 
I \ 

75 

50 

I \ 
I \ I 

25 

o 
50 100 150 T cas. (DC) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension colfecteur-base 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension colJecteur-6metteur 
t;ollector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 
Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 
Collector current 
Courant coJ/ecteur 
Base current 
Courant base 
Power dissipation 
Dissipation de puissance 
Storage and junction temperature 
Temperature de jonction et de sfockage 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction boitier 

50. rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.S 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
TOI, (11 7S8-50-01 Telex, 610560 

ASE = loon 

VSE=-1,5V 

T case 25 DC 

max 

max 

2N 5490-2N 5492 
2N 5494-2N 5496 

VCSO 

VeEO 

VeER 

VCEX 

VE80 

IC 

IS 

Ptot 

tj 
T stg 

161 

NPN SI LICON TRANSISTORS 

TRANSISTORS NPN SILICIUM 

VCEO 

IC 
Ptot 

h E (2,5 A) 
1(2A) 

21 (3 A) 

(3,5 A) 

Rth(j-c) 

Plastic case 

Boitier pJastique 

Compl. of 2N 6107 sari" 

40V { 2N 5490 
2N 5494 

55V 2N 5492 
70V 2N 5496 
7A 
50W 

iN 5490 

2N 5492 20 _ 100 
2N 5494 
2N 5496 
2,5 0 C/W 

TO 220 AB (eB 1171 

., 
e E 

2N 5490 2N 5492 2N 5494 2N 5496 

60 75 

40 55 

50 65 

60 75 

5 5 

7 7 

3 3 

50 50 

150 150 
-65+150 -65+150 

60 90 V 

40 70 V 

50 80 V 

60 90 V 

5 5 V 

7 7 A 

3 3 A 

50 50 W 

150 150 Oc 
- 65 + 150 -65+150 

Janvier 81 1/5 
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2N 5490, 2N 5492, 2N 5494, 2N 5496 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTt:RISTIOUES STA TlOUES 

Test conditions 

Tease 25 °C 

Conditions de mesure 

VCE = 70V 
VBE = -1,5 V 

VCE = 70 V 2N 5492 

VBE = -I,5V 
Tease = 150 0 C 

VCE = 55V 

VBE = -I,5V 

VCE = 55V 2N 5494 
Collector-emitter cut-off current 

VBE = -1,5 V ICEX Courant residuel collecteur-emetteur Tease = 150 0 C 

VCE = 85 V 

V8E = -1,5V 

VCE = 85V 2N 5496 

VBE = -1,5 V 
Tease = 150 0 C 

VCE = 40V 2N 5490 

RBE = lOOn 2N 5494 

VCE = 40V 
2N 5490 

RBE = lOon 
2N 5494 

Tease = 150 0 C 

VCE = 55 V 

Collector-emitter cut-off current RBE = lOOn 

Courant residuel collecteur-emetteur ICER 2N 5492 VCE = 55 V 

RBE = lOOn 
Tease = 150 0 C 

VCE = 70 V 

RBE = lOOn 

VCE = 70V 
2N 5496 

RBE = lOon 
Tease = 150 0 C 

Emitter-base cut-off current VEB =5V 
lEBO Courant residuel emetteur-base IC =0 

2N 5490 
Collector-emitter breakdown voltage IC = 100 rnA 

VCEOsus 
. 2N 5492 

Tension de c/aquage collecteur-emet- IB =0 2N 5494 
teur 2N 5496 

Collector-emitter breakdown voltage 
2N 5490 

Tension de claquage collecteur-emet- IC = 100 rnA 
VCERsus 

. 2N 5492 

RBE = lOOn 2N 5494 
teur 

2N 5496 

• Pulsed . Impulsions tp 300 IlS 8 .;; 2% 

2/5 

162 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contrairesj 

min typ rnax 

1 

5 

1 

5 rnA 

1 

5 

2 
0,5 

5 
3,5 

0,5 

rnA 

3,5 

0,5 

3,5 

1 rnA 

40 
55 

V 
40 
70 

50 
65 

V 
50 
80 



STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTtRISTIOUES STA TlOUES 

Collector-emitter breakdown voltage 

Tease 25 °C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

= Tension de claquage collecteur-emet- Ie 100mA 
VCEXsus 

. 
V8E = -1,5 V 

teur 

VeE = 4V 

IC = 2A 

Static forward current transfert ratio VeE = 4V 
Ie = 2,5 A 

h21E* Valeur statique du rapport de trans-
fert direct du courant VeE = 4V 

IC = 3A 

VCE = 4V 
Ie = 3,5 A 

Ie = 2A 
18 = 0,2 A 

Ie = 2,5 A 

= 0,25 A Collector-emitter saturation voltage 18 
VCEsat Tension de saturation collecteur-emet- Ie 3A = 

teur 18 = 0,3 A 

Ie = 3,5A 
18 = 0,35 A 

VeE = 4V 
Ie = 2A 

VeE = 4V 

Base-emitter voltage IC = 2,5 A 

Tension base-emetteur VeE = 4V 
IC = 3A 

VCE = 4V 
Ie = 3,5 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 

CARACTtRISTIOUES DYNAMIOUES (pour petits signaux I 

Transition frequency VeE = 4V 

Frequence de transition Ie = 0,5 A 
f = 1 MHz 

• Pulsed 
ImpulSions tp 300 Ils Ii <; 2 % 

163 

V8E* 

fT 

* 

2N 5490, 2N 5492, 2N 5494, 2N 5496 

2N 5490 
2N 5492 
2N 5494 
2N 5406 

2N 5490 

2N 5492 

2N 5494 

2N 5496 

2N 5490 

2N 5492 

2N 5494 

2N 5496 

2N 5490 

2N 5492 

2N 5494 

2N 5496 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

60 
75 

V 
60 
90 

20 100 

20 100 

20 100 

20 100 

1 

1 

V 

1 

1 

1,1 

1,3 

V 
1,5 

1,7 

0,8 MHz 
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2N 5490, 2N 5492, 2N 5494, 2N 5496 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 

CARACTt:RIST/OUES DYNAMIOUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCC= 30 V 
IC = 2A 
IS1=-IS2= 0,2A 

VCC= 30 V 
IC = 2,5 A 

Turn-on time lSI =-IS2dl,25 A 
Temps total d'etablissement VCC= 30V 

IC = 3A 
IS1=-IS2=0,3 A 

VCC= 30V 
IC = 3,5 A 
IS1=-IS2dl,35 A 

VCC= 30V 
IC = 2A 
IS1=-IS2dl,2 A 

VCC= 30V 
IC = 2,5 A 

Turn-off time IS1=-IS2dl,25 A 

Temps total de coupure VCC- 30V 
IC = 3A 
IS1=-IS2dl,3 A 

VCC- 30V 
IC = 3,5 A 
IS1=-IS2dl,35 A 

4/5 

164 

Tease 25 0 C 

2N 5490 

2N 5492 

fd + tr 

2N 5494 

2N 5496 

2N 5490 

2N 5492 

ts + tf 

2N 5494 

2N 5496 

( Unless otherwise stated) 

( Sauf indications contraires ) 

min typ max 

5 

5 

IlS 

5 

5 

15 

15 

J1S 

15 

15 



2N 5490, 2N 5492, 2N 5494, 2N 5496 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de ~duction de la resistance thermique en 
r~gime d'jmpulsions 

K 

l/.~ 

In Jo,l .... I- -.... ~ ~ 
r--rn i--" r-- .... ~ "" ~~ V 1-" .... 

P "p V :;,7 V 
VV'V 8 =.E 

T 

0,8 

0,6 

0,4 

0 

~. ~{ 
I IT I I L 

0,2 

10'1 
10,4 2 ~O'3 2 510,22 

165 
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~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

LF large signal power amplification 
Amplification BF grands signaux de puissance 

High current switching 
Commutation fort courant 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 
100% 

f\ 
75 

I \ I 
50 

I 
I \ 25 
I 
I 

o \ 
50 100 150 TeaselOC) 

ABSOLUTE RATINGS ILiMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-l1metteur 
COllector-emitter voltage 
Tension collectBur.(]metteur 
Emitter-base voltage 
Tension 4metteur-bas8 
Collector current 
Courant collecteur 
Base current 
Courant base 
Power dissipation 

Tease 25 DC Dissipation de puissance 
Storage and junction temperature max 
Tem""rature de janet/on et de stockage 

Junction--case thermal resistance 

Rtlsistance thermique jonet/on boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 
F-92403 Courbevoie <idex FRANCE 
nl : 111 788-50-01 Telex: 610560 

max 

2N 6099 2N 6101 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VEBO 

IC 

IB 

P,ot 

'i 
Tstg 

167 

NPN SILICON TRANSISTORS 

TRANSISTORS NPN SILlCIUM 

VCEO { 60V 2N 6099 
70V 2N 6101 

IC lOA 

Ptot 7SW 

Rth(j-c) l,67 0 C/W max 

(4 A) 20-80 2N 6099 
h21E IS A) 20-80 2N 6101 

Plastic case 
TO 220 AB (CB 1171 

Boitier plastique 

2N 6099 

70 

60 

65 

8 

10 

4 

75 

150 
-65 +150 

., 
E 

2N6101 

80 V 

70 V 

75 V 

8 V 

10 A 

4 A 

75 W 

150 
-65 + 150 °c 

Janvier 19811/10 
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2N 6099 - 2N 6101 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACT£RISTIOUES STA nOUES 

Collector·emitter cut-off current 
Courant residue! collecteur-emetteur 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Emitter-base cur-off current 
Courant residuel emetteur·base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage colfecteur-emet-
teur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage colfecteur-emet-
teur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de trans-
fert direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-emet 
teur 

Base-emitter voltage 
Tension base-emetteur 

• Pulsed 
Impulsions 

2/10 

300 Jls 

Tease 25 oc 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 50 V 

IB = 0 
ICED 

VCE = 60 V 

IB = 0 

VCE = 65 V 

VBE = -1,5V 

VCE = 65 V 

VBE = -1,5V 

Tease = 150 0 C 
ICEX 

VCE = 75 V 

VBE = -1,5V 

VCE = 75 V 
VBE = -1,5V 
Tease = 150 0 C 

VEB =8V 
lEBO 

IC =0 

IC = 200mA 
VCEOsus 

IB =0 

IC = 200 mA 
VCERsus 

RBE = lOOn 

VCE =4V 

IC =4A 

VCE =4V 
IC =5A 

h21E* 

VCE =4V 
IC =10A 

IC =10A 
VCEsat * 

IB =2A 

VCE = 4V 

Ie =4A 
VBE* 

VCE = 4V 
IC =5A 

6 .;; 2% 

168 

2N 6099 

2N 6101 

2N 6099 

2N 6099 

2N 6101 

2N 6101 

* 
2N 6099 
2N 6101 

* 
2N 6099 
2N 6101 

2N 6099 

2N 6101 

2N 6099 

2N 6101 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

2 

mA 

2 

2 

10 

mA 

2 

10 

1 mA 

60 
V 

70 

65 
V 

75 

20 80 

20 80 

5 

2,5 V 

1) 

V 

1) 



DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals) 
Tease 25 oC 

CARACr£RIST/OUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Forward current transfer ratio VCE = 4V 

Rapport de transfert direct du Ie = 0,5 A h21e 
courant f = 1 kHz 

VCE = 4V 
Transition frequency 

IC = O,5A tr Frequence de transition 
f = 0,1 MHz 

169 

2N 6099· 2N 6101 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contra/res) 

min typ max 

15 

0,8 MHz 

3:10 



2N 6099-2N 6101 

IC 
IAI 

8 

6 

4 

2 

o 

4/10 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 

Courant collecteur en fonerion de fa tension 
coIJecreur·~metteur 

Courant colleeteur en foner/on de la tension 
collecteuNlmetteur 

/' 
l~ 

f -
V 

o 

700 ",A 600mA 

IC 
ImAI 3lp.j., --

2 

mA 

~A 

_'lC om~ 

200 mk 

1~m~ 

le=O 

3 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

-C--,.,. 1J ~ - --~'rr 
400 

,.,. 
~ 

300 -/ ,..-l-

2i 6rt= 
4 

200 

100 
Ir" 

o 
.0 

-~ 
lQ 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonerion du courant collecteur 

VCE=4V 

t = 125°C case 

V- II "-, 
'case- 2/ r-. .... 

~ 
V V [\ 

I' 
2N 6099 

* -,I,s lOP. -f-" ,1 
~ n 

o,~mA 

I!=b 

20 30 

o 
10-2 4 6 10-1 2 4 68 

ICIAI 

170 

~ ~ -
~ -.... 

~ ~ -f-" 

l-

'2N6099 

40 

i-



2N 6099-2N 6101 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

70 

60 

50 

40 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE·EMITTER RESISTANCE 
Tension col/ecteur-emetteur en fonction de Is 
resistance base-emetteur 

2~~~~ t = 25°C case 

r'\. 
i' 

1,2 

0,9 

0,6 

0,3 

BASE EMITTER VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CUR RENT 
Tension ba...emetteur en fonction du 
courant collecteur 

2~ 60~J 
VCE -4 V 

IA 

~ 
// 

f- - t = 25°C 
ca e ............ 

I- ...... ~ = case 25°C 

~ 

1002 510,2 51022 ~·03 4 6 B 
IC(A) 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-emerteur en 
fonction du courant collecteur 

V CEsat 
(V) 

1,2 

0,9 

0,6 

0,3 

I 
2J 6d9J 

IC/lil=5 

II 
IV 

t _125°C 
caj II ~ '/ 
~ase 

171 

25°C 

4 68 
IC(A} 

5/10 



2N 6099-2N 6101 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

VBEsat 
(V) 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

6/10 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-eme.tteur en 
foncrion du courant collecteur 

2~ 6J9~ 
ICIIB =5 

J 

/J 

t = 25°C 
case ~I-

~1250C 
caj I II 

I 

V) 

V 

4 68 
IC(A) 

IB 
(rnA) 8 

6 

4 

4 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base­
emetteur 

I--H VCE 4V 
? 

2N 6099 ....... V 

~ V 

~V 
f-tcase 125°C/ 

/ tease =25 C 

II I 

f I 

I I 
111/ 

0,6 0,9 1,2 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 

fT 
(MHz) 

2 

-1,6 

-1,2 

0,8 

0,4 

Frequence de transition en fonction du 
courant co//eereur 

2Nl099 
V l"-

II 
J 

[7 VCE =4 V 

- J 
t = 250 C case 

17 
f=O,1 MHz 

4 4 

172 



2N 6099-2N 6101 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

IC 
(AI 

8 

6 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
co/lecteur-emetteur 

v-I-" Stf"lA 

V sr"t 
V ~"t 
/ ilA 
/ 2ilA 

IC 
(mAl 

160 

120 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur·emetteur 

/1.<,,~ /' 
V 2~ J10iL ~,~ 

;' V ~ l<¥ l/ 

v2.~·I<"p. /' V V 

~~ l/ 
V ~/ o. V 

1---" ..... l/ V V J,,,,,,,,, f..--

V 
100mA 4 80 

2 

o 
o 2 

'6=0 

3 4 

li21E 

300 

200 

150 

100 

50 

o 

./ 
, 

V 

~ 

/' 
...... 2i i1Oi-

o 

40 

o 20 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFERT 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur stariqufl du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

2~6U1 
VCE -4V 

tease = 12SOC 

...... - I "-
,II =250; 
case 

/ ~ '" /' 
, 

\ , 

, 

40 

10-2 2 • 6 10-1 2 • 6 100 2 4 68 
IC(A) 

173 

0.4~ V ) 
,2iA / 

I } 16 =0 

60 

7/10 



2N 6099· 2N 6101 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

8/10 

85 

80 

75· 

70 

65 

60 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE·EMITTER RESISTANCE 
Ten"" CDI"cttlUr·~ttflUr IHI fonction de Is 
rft/s,.nM bll$e-Bmetteur 

],1 'ea. = 125"C 

, 
~ 

"'"'" 

1,2 

0,9 

0,6 

0,3 

BASE EMITTER VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Tension blllll4metteur en font:tIon du 
COII,.""t cO//fIctllUr 

I VCE = 4 V 

2~ 6~0~ 
J 

'fI 
1 , :!;~ 1/ 

..... 1,.-

I..-i--' i-""case = 12 C 

10'" 6101 ' 5102' 51032 6104' ~05' 6RBEln) 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension dB isruration colltlctrlur-4metftlur en 
(onction du courant co/leereur 

VCEsa' IV) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

1 
2~6101 

IcIIB=6 

,J 
rJ 

)11 
'case =.12!;oC ) 

1/ 
J,.....o~ 'ea"! - 25°C 

174 

488 
I"IA) 



V BEsat 
IVI 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

BASE-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emerreur en 
fonction du courant collecteur 

lellB = 5 

2J 61bl 

/' 
- I--- t 

-
P 

l/ 
se~~ V 

~=125oC 
TIIII 

I I 

tI 

4 68 

IC IAI 

IB 
ImAIB 

4 

4 

2N 6099-2N 6101 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base­
emerteur 

~VCE 4V 

"" 2N 6111 I / 

~ 
t = 125~0 case 

/Y 
II 

/It = 25°C case 

II 
I 

I r 
/ II 

II 
0,6 0,9 1,2 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 

fT 
IMHzl 

2 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

Frequence de transition en fonction du 
courant collecteur 

v ..... ~ 
2N I 101 1/ 

V 
/ f=O,1MHz 

II V CE = 4 V 

J tease = 25°C 

V 

4 

175 

9/10 



2N 6099·2N 6101 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

C22b 
(pF) 

8 

8 

4 

10', 

10'1 

10/10 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacite de sortie en fonction de Ia 
tension collecteur·bMe 

'ca .. = 25"C 

f = 1 MHz 

", 

" I'-..... 'i' 
2 4 

176 

, 
(I's) 

8 

8 

4 

2 

8 

6 

4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
TBmps dB commutation 1M fonction du 
courant collectflUT 

,VCC =30V , =101'S 

.!&. =10 IB 

"-
IBI =-IB2 

~ r--.. ~ 'on 

= 'f 

2 3 4 



~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

LF large signal power amplification 
Amplification BF grands signaux de puissance 

High current switching 
Commutation a fort courant 

Dissipation and ISIB derating 
Variation de dissipation et de I SIB 

100% 

~ ~ 76 

\ I 

~ I 
50 

I ... 
I ~~ 

25 

\ I , 
0 

50 100 150 T case{Oe) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VAl.EURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension col/ecttJur-base 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteuf-emetteur 
Emitter-base voltage 
Tension #Jmetteur·base 
Collector current 
Courant collectBur 
Base current 
Courant base 
Power dissipation 
Dissipation de puissance 
Storage and junction temperature 

Temperature de jonction et de stockage 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
UI : III 788-50-01 Telex: 610560 

RaE = 100 f! 

Tease 25 DC 

max 

max 

2N6107 
2N 6109-2N 6111 

Veso 

VCEO 

VeER 

VESO 

Ie 

IS 

Ptot 

'i 
T stg 

177 

PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE 

TRANSISTORS SILICIUM PNP, BASE £PITAXIEE 

Campi. of 2N 5490 series 

-30V 2N 6111 

VCEO -50V 2N 6109 
-70V 2N 6107 

IC -7A 

Ptot 40W 

Rth{j-c) 3,13 0 CIW max 

~ (-3A) 30·150 2N 6111 
h21E (-2,5 A) 30·150 2N 6109 

• (-2A) 30·150 2N 6107 

Plastic cas. 

Boitier plastique 
TO 220 AB ICa 1171 

./ 
C E 

2N 6107 2N 6109 2N6111 

-80 -60 -40 V 

-70 -50 -30 V 

-80 -60 -40 V 

-5 -5 -5 V 

-7 -7 -7 A 

-3 -3 -3 A 

40 40 40 W 

150 150 150 
°e -65+150 -65+150 -65+150 

Janvier 1981 1/4 



2N 6107, 2N 6109, 2N 6111 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACT£R/ST/OUES STAT/OUES 

Collector-emitter cut-off current 

Courant residuel collecteur..emetteur 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant residue/ emetteur-base 

2/4 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = -60 V 
IB = 0 

VCE = -40V 
IB = 0 

VCE = -20V 
IB = 0 

VCE = -75 V 
VBE = 1,5V 

VCE = -70V 
VBE = 1,5V 

Tease = 150 0 C 

VCE = -56V 

VBE = 1.5 V 

VCE = -50V 

VBE = 1,5V 

Tease = 150 0 C 

VCE = - 37,5 V 
VBE = 1,5V 

VCE = -30V 

VBE = 1,5V 

Tease = 150 0 C 

VCE = -75 V 
RBE = lOOn 
VCE = -70V 
RBE = loon 
Tease = 150 0 C 

VCE = -55V 
RBE = loon 
VCE = -50V 
RBE = lOOn 
Tease = 150 oc 

VCE = -35V 
RBE = lOOn 
VCE = -30V 
RBE = loon 
Tease = 150 0 C 

VEB = -5 V 
IC =0 

178 

Tease 25 oC 

2N 6107 

ICEO 2N 6109 

2N 6111 

2N 6107 

ICEX 2N 6109 

2N6111 

2N 6107 

ICER 2N 6109 

2N 6111 

lEBO 
I 

( Unless otherwise stated) 

( Sauf indications contraires ) 

min typ max 

-1 

-1 mA 

-1 

-0,1 

-2 

-0,1 

mA 

-2 

-0,1 

-2 

-0,1 

-2 

-0,1 

mA 

-2 

-0,1 

-2 

-1 mA 



STATIC CHARACTEluSTICS 

CARACTERISTIOUES STA TlOUES 
Tea•e 25 OC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

~1I~to~em:tter break/~o~n v~tag; IC 
enslon e c aquage co ec eur- me - IB 

teur 

= -100mA 
= 0 VCEOsus' 

2N 6107 
2N 6109 
2N 6111 

Collector-emitter breakdown voltage IC = - 100 rnA 2N 6107 

Tension de claquage collecteur-emet- RBE = 10012 VCERsus' 2N 6109 
teur Fig_ 1 L = 2 mH 2N 6111 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de trans­
fert direct du courant 

VCE = -4 V 
IC = -2 A 

VCE= -4V 
IC = -2,SA 

VCE= -4V 
IC = -3A 

VCE = -4 V 
IC = -6,5A 

IC = -2 A 
IB = -O,2A 

IC = -2,5A 
Collector-emitter saturation voltage IB = - 0,25 A 
Tension de saturation cOllecteur.emetJ--:IC:....-=--_-3-A--

teur I-I~B~_= __ ---=O::,3:....A~ 

Base-emitter voltage 
Tension base-emetteur 

IC = -6,5A 
IB = -l,63A 

VCE= -4V 
IC = - 2 A 

VCE= -4V 
IC = -2,5A 

VCE= -4V 
IC = - 3A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals) 

CARACTERISTIOUES DYNAMIOUE (pour petits signaux) 

Forward current transfer ratio VCE = - 4 V 
IC = -O,5A 

Rapport de transfert direct du couran f = 50 KHz 

• Pulsed 
Impulsions 300 flS 6 ..; 2 % 

VCEsat' 

h21e 

179 

2N 6107 

2N 6109 

2N 6111 

2N 6107 

2N 6109 

2N 6111 

2N 6107 

2N 6109 

2N 6111 

2N 6107, 2N 6109, 2N 6111 

( Unless otherwise stated) 

( Sauf indications contraires ) 

min typ max 

-70 
-SO V 
-30 

-80 

--60 V 
-40 

30 ISO 

30 150 

30 150 

5 

-1 

-1 V 

-1 

-2 

-1,5 

-1,5 V 

-1,5 

20 

3/4 



2N 6107. 2N 6109.2N 6111 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals I 

CARACTt:RISTIOUES DYNAMIOUES (pourpetirs signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Transition frequency VeE = -4V 

Frequence de transition IC = -O,SA 
f = 1 MHz 

Output capacitance VCB = -10V 
Capacite de sortie f = 1 MHz 

VCEOsus test circuit 
Circuit de mesure de VCEOsus 

4}J 

loon loon 

0-+10V 

4/4 

180 

Tease 25 oC 

IT 

C22b 

( Unless otherwise stated I 

( Sauf indications contraires ) 

min typ max 

10 MHz 

250 pF 

x 

y 



'.' lHOMSON-CSF 2N 6671 - 2N 6672 - 2N 6673 
DIVISION SEMICONDUCTEURS OtSCRETS 

NPN HIGH-VOLTAGE POWER TRANSISTORS 
TRA NS/S TORS DE PUISSANCE NPN HAUTE TENS/ON 

ADVANCE INFORMATION 

HIGH-VOLTAGE. HIGH-SPEED. SWITCHING 
POWER TRANSISTORS SUITED FOR USE ON 
THE 220 AND 380 V MAINS 

APPLICATIONS: 

SWITCHING REGULATORS 

INVERTERS 

SOLENOID AND RELAY DRIVERS 

MOTORS CONTROLS 

DEFLECTION CIRCUITS 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES' 

VALEURS LlM/TES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecreur-emetteur 

Collector-emitter voltage· 
Tension collecteur-emeueur* 

Emitter-base voltage 
Tension emetreur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant de base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction-boirier 

·Clamped 
SO, rue Jean·Pierre Timbaud • B.P. 5 
F . 92403 Courbevoie C-x FRANCE 
Tel. : (t) 788·SO-o1 Telex: 610560 F 

VBE = - 1,5V 

181 

VCEO 

VCEV 

VCEX 

VEBO 

IC 
ICM 

IB 

Ptot 

Tj 

2N 6671 2N6672 2N 6873 

VCEO(sus) 300 V 360 V 400 V 

VCEV 460 V 560 V 860 V 

IC sat 5A 

t1 (125°C) ~800 ns 

Case : TO-3 (CB - 19) 
Baitier 

Tease = 25°C 
2N 8671 2N 8672 

300 350 

450 550 

350 400 

8 

8 
10 

4 

150 

-65t02oo 

1,17 

2N 6873 

400 V 

650 V 

450 V 

V 

A 

A 

W 

·C 

September 1982 . 1/2 



2N 8871 - 2N 8872 - 2N 8873 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIQUES tLECTRIQUES" 

TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES A L 'ETA T BLOOUE 

300 2N 6671 

liB = 0, Ie = 0,2 A, Le = 25 mH VeEO (sus) 350 2N 6672 

400 2N 6673 

350 2N 6671 

400 V 2N 6672 I'" . -", . , A. " - " l 450 2N 6673 VBB = - 5V, 
VeEX clamped Le = 170l'H, 

200 2N 6671 ~ RBB = 50 
250 2N 6672 IBI = - IB2 = 3 A, Ie = 8 A 
300 2N 6673 

0,1 ~veE = VeEV, VEB = 1,5 V leEV 
1 mA Tj = 125°e 

lEBO 2 Ie = 0, VEB = 8 V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES A L 'ETA T CONDUCTEUR 

1 ~Ie = 5 A, IB = ~ A 
VeE sat' 2 Tj = 125°e 

v 
2 Ie = 8 A, IB = 4 A 

VBE sat' 1,6 Ie = 5 A, IB = 1 A 

hFE' 10 40 VeE = 3 V, Ie = 5 A 

hfe 3 12 VeE = 10 V,le = 0,2 A, f = 1 MHz 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DE COMMUTA nON 

Re81stlveload - Charge resistive 

td 

I, 

Is 

tf 

Inductive load - Charge inductive 

tc 

'Pulse 
Impulsions 

:tp = 3001's,6"2 % 

0,1 

0,5 

0,8 

2,5 

4 

0,4 

0,8 

0,4 

0,8 

"T' = 250e unles,S o!he~wise stated 
J sauf md,catlOns contr81res 

2/2 

Vee = 125 V, Ie = 5 A, 
IBI = 1 A,Vaa = - 6V, 

Tj = 125°e tp = 20l's 

I'S 

Tj = 125°e Vee = 125V,Ie = 5A, 
lal = - la2 = 1 A, 
Vaa = - 6 V, tp = 20l's 

Tj = 125°e 

ree = 125 V, Ie = 5 A, 
I'S Re = 250, collector clamped to VeEX 

Tj = 125°e IBI = - la2 = 1 A, Le = 170l'H 



~ lHOMSON-CSF 2N 6674 - 2N 6675 
DIVISION SEMICONDUCTEUAS OISCRETS 

NPN HIGH-VOLTAGE POWER TRANSISTORS 
TRANSISTORS DE PUISSANCE NPN HAUTE TENSION 

ADVANCE INFORMATION 

HIGH-VOLTAGE, HIGH-SPEED, SWITCHING 
POWER TRANSISTORS SUITED FOR USE ON 
THE 220 AND 380 V MAINS 

APPLICATIONS: 

SWITCHING REGULATORS 

INVERTERS 

SOLENOID AND RELAY DRIVERS 

MOTORS CONTROLS 

DEFLECTION CIRCUITS 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 

VALEVRS LlM/TES ABSOLVES D'VTlLlSA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage* 
Tension collecteur-emetteur* 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant de base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction-boitier 

'Clamped 
50. rue Jean-Pierre Timbaud - B.P, 5 
F - 92403 Courbevole Cedex FRANCE 
Tei (1) 788-50-01 Teiex 610560 F 

VSE = - 1,5 V 

183 

VCEO 

VCEV 

VCEX 

VEBO 

IC 
leM 

IB 

Ptat 

Tj 

2N 6674 2N6675 

VCEO (sus) 300 V 400 V 

VCEV 450 V 650 V 

Ie sat 10 A 

tf(100·C) "BOO ns 

Case : TO-3 (CB -19) 
Boitier 

B 

Tease = 25°C 

2N 6674 2N 6675 

300 400 V 

450 650 V 

350 450 V 

7 V 

15 A 
20 

5 A 

175 W 

-65 to 200 °C 

September 1982 - 1/2 



2N 6674 - 2N 6675 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTER/ST/OUES ELECTR/OUES" 

TEST CONOITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIOUES A etTA T BLOOut 

300 2N 6674 
( IB ~ 0, Ie ~ 0,2 A, Le ~ 25 rnH VCEO(sus) 400 2N 6675 

V 
350 2N 6674 (IB ~ 2 A, Ie ~ 10 A, VBB ~ -4V 

VeEX 450 2N 6675 Le ~ 501'H, RBB ~ 2{) 

0,1 ~veE ~ VeEV, VEB ~ 1,5 V leEV 
1 rnA Ti ~ 100 0 e 

IESO 2 Ie ~ 0, VEB ~ 7 V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTtRlSTIOUES A L'tTA T CONDUCTEUR 

1 
~ Ie ~ 10 A, IB ~ 2 A 

VeE sat' 2 Ti ~ 100 0 e 
V 

5 Ie ~ 15 A, IB ~ 5 A 

VBE sat' 1,5 Ie ~ 10 A, IS ~ 2 A 

hFE' 8 20 VeE ~ 2V, Ie ~ 10A 

hie 3 10 VeE ~ 10 V, Ie ~ 1 A, f ~ 5 MHz 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIOUES DE COMMUTA TlON 

Resistive load - Charge resistiv& 

td 

tr 

ts 

tf 

Inductive load - Charge inductive 

tc 

'Pulse 
Impulsions : tp ~ 3001'5,6"'2 % 

0,1 

0,6 

1 

2,5 

4 

0,5 

1 

0,5 

0,8 

**T = 250C unles.s o~he~wise state~ 
J sauf mdfcatlons contralfes 

212 

Vee ~ 135 V, Ie ~ 10 A, 
IB1 ~ 2A,VBB ~ - 6V, 

Ti ~ 100 0 e 
tp ~ 201'5 

1'5 

Ti ~ 100 0 e Vee ~ 135 V, Ie ~ 10 A, 
IS1 ~ - IS2 ~ 2 A, 
VBB ~ - 6V,tp ~ 201'5 

Ti ~ 100 0 e 

~ Vee ~ 135V,le ~ lOA, 
1'5 RC ~ 13,5{), collector clamped to VeEX 

Ti ~ 100 0 e IB1 ~ -182 ~ 2A,LC ~ 50!,H 

184 



t.' lHOMSON-CSF 2N 6676 - 2N 6677 - 2N 6678 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

NPN HIGH-VOLTAGE POWER TRANSISTORS 
TRANSISTORS DE PUISSANCE NPN HAUTE TENSION 

ADVANCE INFORMATION 

HIGH-VOLTAGE. HIGH-SPEED. SWITCHING 
POWER TRANSISTORS SUITED FOR USE ON 
THE 220 AND 380 V MAINS 

APPLICATIONS: 

SWITCHING REGULATORS 

INVERTERS 

SOLENOID AND RELAY DRIVERS 

MOTORS CONTROLS 

DEFLECTION CIRCUITS 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUESI 
VALEVRS LlM/TES ABSOLVES D'VTlLlSA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage· 
Tension collecteur-emetteur* 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant de base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction-case thermal resistance 
Resistance rhermique janerian-bairier 

·Clamped 

SO. rue Jean-Pierre Timbaud· B.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tal. (1) 788-50-0 1 Telex: 610560 F 

VBE = - 1,5 V 

VCEO 

VCEV 

VCEX 

VEBO 

IC 
ICM 

IB 

Ptat 

Tj 

185 

2N 6676 2N6677 2N 6678 

VCEO (sus) lO0V 350 V 400 V 

VCEV 460 V 550 V 650 V 

IC sat 15 A 
tf(100·C} ~11's 

Case : TO-3 (CB _ 19) 
Bairier 

~ 
B 

Tease = 25°C 
2N 6676 2N 6677 2N 6678 

300 350 400 V 

450 550 650 V 

350 400 450 V 

8 V 

15 A 
20 

5 A 

175 W 

-65 to 200 °c 

September 1982 - 1/2 



2N 6676 - 2N 6677 - 2N 6678 

'ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES £LECTRIOUES" 

TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES A L 'ETA T BLOOUE 

300 2N.6676 ~ IS ~ 0, Ie ~ 0,2 A, Le ~ 25 mH VCEO (sus) 350 2N 6677 
400 2N 6678 

V 
350 2N 6676 ~ IS ~ 3 A, Ie ~ 15 A, VSS ~ - 6 V, 

VeEX 400 2N 6677 
450 2N 6678 

Le ~ 50"H, RSS ~ 20 

0,1 ! VeE ~ VeEV, VES ~ leEV 1,5 V 
1 mA Tj ~ 100 0 e 

IESO 2 Ie ~ 0, VEB ~ 8 V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES A L 'ETA T CONDUCTEUR 

1 
\ Ie ~ 15A,IS ~ 3A 

VeE sat' 2 Tj ~ 100 0 e 

VSE sat' 1,5 
V 

Ie ~ 15 A, IS ~ 3 A 

hFE • 8 VeE ~ 3V,le ~ 15A 

hfe 3 10 VeE ~ 10 V,le ~ 1 A, f ~ 5 MHz 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES DE COMMUTA T/ON 

Resistive load - Charge resistive 

td 

tr 

ts 

tf 

Inductive load - Charge inductive 

tc 

'Pulse 
Impulsions 

0,1 

0,6 

1 

2,5 

4 

0,5 

1 

0,5 

0,8 

**T- = 250C unles.s o~he~wise state~ 
J sauf mdlcatlons contra/res 

212 

,,5 

1'5 

Vee ~ 200 V, Ie ~ 15A, 
IS1 ~ 3A, VSS ~ - 6V, 

T ~ 100 0 e tp ~ 20"s 

Tj ~ 100 0 e 
Vee ~ 200V,le ~ 15A, 
IS1 ~ - IS2 ~ 3 A, 
VBB ~ - 6 V, tp ~ 201'5 

Tj ~ 100 0 e 

Tj ~ 100 0 e ~ 
Vee ~ 200V,le ~ 15A, 
Re ~ 13,50, collector clamped to VeEX 
IS1 ~ - IS2 ~ 3A, Le ~ 5Ol'H 

186 



~, lHOMSQN-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

SUPERSWITCH 

ADVANCE INFORMATION 

- Complementary symetry stages amplifiers 

Etages amplificateurs a symetrie complemen­
taire, 

- General purpose transistors designed for low 
frequency switching applications 

Transistors a usage general adaptes pour la 
commutation a basse frequence 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIM/rES ABSOLVES D'UTlLlSA TlON 

Collector·emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
ASE - 100 n Tension collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecfaur 

Base current 
Courant de base 

Power dissipation Tamb - 250C 
Dissipation de puissance Tease - 25 oC 

Junction temperature 
Temperature de jane/ion 

Junction-ambient thermal resistance 
Resistance thermique joncfion-ambiante 

Junction-case thermal resistance 
Resisfance thermique joncfion-boitier 

50. rue Jean·Pierre Timbaud· S,P, 5 
F • 92403 Courbevole Cedex FRANCE 
Tel.: (1) 788·50·01 Telex: 610580 F 

VCEO 

VCER 

VESO 

IC 

IS 

Ptot 

Ti 

Ath(j-a) 

Ath(j-c) 

187 

B0241 

45 

50 

,> 

BD 241, A, B, C 

VeEO 

Ie 

Ptot 

Case 
BoiUer 

NPN SILICON TRANSISTORS 
TRANSISTORS NPN SILlCIUM 

Comp. of BO 242, A, B, e 

45 V 
60V 
80 V 

100 V 

3A 

40W 

B0241 
B0241 A 
B0241 B 
B0241 e 

Collector is connected to case 
Le colleeteur est relie au boilier 

Tease = 250<: 
(Unless otherwise stated) 

(Saul indication 'con/raire) 

B0241 A BO 241 B B0241 e 

60 80 

70 90 

5 

3 

1 

2 
40 

-65,+150 

62,5 

3,1 

100 V 

115 V 

V 

A 

A 

W 

oC 

oCIW 
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BO 241, BO 241 A, BO 241 B, BO 241 C 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES STA TlOUES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant rlsiduel colJecteur-emerteur 

Collector-emitter cut-off current 
Courant r#Jsiduel collecteur-emetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant ~siduel t5metteur-base 

Collector·emitter breakdown voltage 
Tension de ClBqUBge collflcteur~metteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur sterique du rapport de transfert 
direct du COUTant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-emetteur 

Sase-emitter voltage 
Tension bsse-emetteUf 

* Pulsed 
Impulsions 

2/4 

o .;; 2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

-

VeE = 30 V 

IB =0 

VCE = 45 V 
V BE = 0 

VCE =60V 
VBE = 0 

f--------

VCE = 80V 
V BE = 0 

VCE =100V 

V BE = 0 

V EB = 5 V 

IC =0 

IC = 100mA 

IS =0 

VCE =4 V 

IC =lA 

f------ .. _-
VCE = 4V 

IC =3A 

IC =3A 

IS =O,6A 

VCE = 4 V 

IC =3A 

188 

Min. 

ICEO 

BO 241 

BO 241 A 

ICES 

BO 241 B 

SO 241 C 

lEBO 

BD 241 45 

BD 241 A 60 
V * CEO(sus) 

SO 241 S 80 

BO 241 C 100 

20 

h21E* 

8 

VCEsat* 

VBE * 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesJ 

Typ. Max. 

0,5 mA 

0,3 mA 

0,3 mA 

0,3 mA 

0,3 mA 

1 mA 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

1,2 V 

1,8 V 



BD 241, BD 241 A, BD 241 B, BD 241 C 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si\Jnals) t 25°C 
CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) case = 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicationscontraires) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Forward current transfer ratio 
Rapport de transfert direct du COUl1Int 

Transition frequency 
Fr«Juence de transition 

Turn-on time 
Temps total d'etsblisStlment 

Turn-off time 
Temps total de COUpUrfI 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES THERMIOUES 

Junction-case thermal resistance 
R~sistanCfl ths,mique (joncrion-boitiBrJ 

Junction-ambient thermal resistance 
Rtls;stance rhermique (jonction .. mbiMfr.eJ 

VCE = 10 V 

IC =0,5A 

f = 1 kHz 

VCE =10V 

IC =0,5A 
f = 1 MHz 

IC =IA 

IBI =0,1 A 

IC =IA 

lSI = 0,1 A 

IB2 = -0,1 A 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT 
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA T/ON 

* Pulsed 
Impulsions 

8211 
~ 

8211 

82n 

- 6,4V 

f 
I) .;; 2% 

189 

Min. Typ. Max. 

h21e 20 

fT 3 

td + tr 0,3 

ts + !t 1 

Rth(j-c) 3,1 

Rth(j-a) 62,5 

All resistances are non inductive 
Toutes les resistances de type non inductif 

20n 

..­
~"'20V r 

Oscilloscope 
Osci/loICope 

tr .;; 15ns 
RI ;;'10Mn 
CI .;; 11,5 pF 

tr .;; 15ns 

!t .;; 15 ns 
RO = 50n 
~ 10Jj.s 
~ .;; 2 % 

MHz 

,"S 

Jj.s 

°elW 

°C/W 

314 



BO 241, BO 241 A, BO 241 B, BO 241 C 

414 

Ie 
(AI 

5 

0,5 

0,1 

0,05 

0,Q1 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE 

'\ 
'\ 

" 0241 

SO 241 A 

_IJJ 
SO 241 S 

~J411e 

-
_t = 25°C 

case • 
Continuous ( __ ) 

_T'inllllllll_ 
5 10 50 100 

.190 
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tJ. 1KOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

SUPERSWITCH 

ADVANCE INFORMATION 

- Complementary symetry stages amplifiers 

Etages amplificateurs a symetrie complemen­
taire 

- General purpose transistors designed for low 
frequency switching applications 

Transistors a usage general adaptes pour la 
commutation a basse frequence 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlM/TES ABSOLUES D'UT/LiSATION 

Collector-emitter voltage 
Tension cOllecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
RBE - 100 n Tension collecteuf-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emettsur-baSB 

Collector current 
Courant eol/eeteur 

Base current 
Courant de base 

Power dissipation Tamb - 250C 
Dissipation de puissance Tease - 25 0C 

Junction temperature 
Temperature de jonetion 

Junction-ambient thermal resistance 
ReslstancII /hermique jonction-ambiante 

Junctlon-case thermal resistance 
Res/stance thermlque janet/on-bollier 

50, rue Jean·Plerre TImbaud· B.P. 5 
F • 92403 Courbavole Cedex FRANCE 
T61. : (1) 788'SO'()1 Telex: 610580 F 

VCEO 

VCER 

VEBO 

IC 

IB 

Ptot 

Ti 

RthG-a) 

Rth(j-c) 

191 

B0242 

-45 

-50 

BO 242, A, B, C 

VCEO 

IC 

Ptot 

C.se 
Boitier 

PNP SILICON TRANSISTORS 
TRANSISTORS PNP SILlCIUM 

Comp. of B0241,A,B,C 

- 45 V B0242 
- 60 V B0242A 
- 60 V B0242B 
-100 V B0242C 

-3 A 

40W 

Collector is connected to case 
La collecteur est relie au boitier 

Tease = 250C 
(Unl ... otherwise ototed) 
(Saul indication eontraire) 

BO 242 A BO 242 B BO 242 C 

-60 -80 

-70 -90 

-5 

-3 

-1 

2 
40 

- 65. + 150 

62,S 

3.1 

-100 V 

- t15 V 

V 

A 

A 

W 

oC 

oC/W 
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BO 242, BO 242 A, BO 242 B, BO 242 C 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES STA TlOUES 

Collector-emitter cut·off current 
Cau",nt ra;'" COllectllUr-4n»rreur 

Collector·emitter cut·off current 
Counnt ".due' col/et:teur"""ttflUr 

Emitter·base cut·off current 
Coul'lmt ,*;du.''''''t,.ur-''''. 

Collector·emitter breakdown voltage 
Tension dtI clMlu.,. collecteur4merr.ur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur Itlltique du tappon de u.n.f.rt 
direct du counnt 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de IIIwrarion coll«:teur4mstMur 

Base·emitter voltage 
T.",;on ba,e-4metteur 

* Pulsed 
Impulsions 

2/4 

h ..;; 2% 

lamb =25·C 

Test conditions 
Condition. dtllfJlllUf'fI 

VCE =-30 V 

IB =0 

VCE =-45 V 

VSE=O 

VCE =-60 V 

VBE=O 

'-
VCE =-80 V 
VBE =0 

VCE =-100V 
VBE =0 

VEB = 5 V 

IC =-5V 

IC= -100 mA 

IB= 0 

VCE =-4 V 

IC =-1 A 

VCE =-4 V 

IC =-3A 

IC =-3A 

IB =-0.6A 

VCE =-4 V 

IC =-3A 

192 

ICED 

BD 242 

BD 242 A 

ICES 

BD 242 B 

BD 242 C 

lEBO 

BD 242 

BD 242 A 

VCEOIsusf 
BD 242 B 

BD 242C 

h21E* 

VCEsat* 

VBE * 

IUnless otherwise stated) 
fSMIf indiCllrionscon"si"", 

Min. Typ. Max. 

-0,5 mA 

-0,3 mA 

-0,3 mA 

-0,3 mA 

-0,3 mA 

-1 mA 

-45 V 

-60 V 

-80 V 

-100 V 

-20 V 

-8 V 

-1,2 V 

-l,B V 



BD 242. BD 242 A. BD 242 B. BD 242 C 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small sil/nals) 'tease = 25°C 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairs,) 

Test conditions 
ConditionsdemtnUrti 

Forward current transfer ratio 
R."pon de r,.nden direct du cou,..", 

Transition frequency 
FrlqWnce de tfllMition 

Turn·on time 
T.""u to,.' d#,ubIiUMMnr 

Turn-off time 
Temps totel. COUPUIW 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES THERMIOUES 

Junction-case thermal resistance 
R.linance ,he,m;qw (joncrion-boTtie,J 

Junction-ambient thermal resistance 
RI,i,tMlce tIM,,"iqu. fjonction .. mbiMJreJ 

VCE =-10V 

IC = -0,5 A 

f = 1 kHz 

VCE =-10V 

IC = -0,5 A 

f = 1 MHz 

Ie =-IA 

lSI = -0,1 A 

Ie = -1 A 

lSI = -0,1 A 

IS2 = +0,1 A 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT 
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION 

* Pulsed 
Impulsions 

8211 

8211 

8211 
....!!.. 
~ 6,4 V 

f 
h .;; 2% 

193 

Min, Typ, Max, 

h21e 20 

fT 3 

td + tr 0,3 

t s+ It 1 

Rth(j_c) 3,1 

Rth(j-a) 62,5 

All resistances are non inductive 
Toutes les resistances de type non induct;f 

2011 

-~ 
~"'20V 

T 

Oscilloscope 
OlCilloscope 

tr ';;15ns 
RI ;;'10MI1 
CI .;; 15 pF 

tr ';;15ns 
It .;; 15ns 

RO = 5011 
= 10 ns 
.;; 2% 

MHz 

IlS 

I1s 

°e/W 

°e/W 

314 



BO 242, BO 242 A, BO 242 B, BO 2~2 C 

4/4 

Ie 
(A ) 

5 

0,5 

0,1 

0,0 5 

0,0 1 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE FONCTIONNEMENT DE SECURITE 

~ 
1'\ 

\. 
BO 242 

BO 242 ~I-

BO 24261 
~o J421e l-

~ 

I--- tease = 25°C 
C9ntinuous (-) 

~Continu 

I 1111111/ 
5 10 50 100 

194 



~, 1HOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

SUPERSWITCH 

ADVANCE INFORMATION 

- Complementary symetry stages amplifiers 

Etages amplificateurs Ii symiltrie complilmen­
taire 

- General purpose transistors designed for low 
frequency switching applications 

Transistors Iii usage gimilral adapti1s pour la 
commutation Iii basse frilquence 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlM/TES ABSOLUES D'UT/LiSATlON 

COllector-emitter voltage 
Tension col/ee/eur-eme//eur 

COllector voltage 
Tension collec/eur 

Emitter-base voltage 
Tension fJme//eur-base 

COllector current 
Courant collee/eur 

8au cur.ent 
Courant de base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Tempilra/ura de jonc/ion 

Junctlrm-ca .. thermal resistance 
Resistance thermique Jonc/lon-boiller 

SO, rue Jean-Plerre Tlmbsud - B.P. 5 
F - 92403 Courbsvole Cede. FRANCE 
T6I.: (1) 788-50-01 Telex: 610560 F 

RBE -100 Q 

tp - 300 ~s 

Tease - 25 DC 

VCEO 

VCER 

VEBO 

IC(RMS) 
ICM 

IB 

Ptot 

Ti 

195 

BD243 

45 

55 

BD 243, A, B, C 

VCEO 

Ie 
Ptot 

ea .. 
BoUier 

NPN SIUCON TRANSISTORS 
TRANSISTORS NPN SILICIUM 

Comp, of BD 244, A, B, C 

45 V 
60V 
60V 

100 V 

6A 

65W 

BD243 
BD243A 
BD243B 
BD 243 C 

COllector is connected to cese 
Le collec/eur est re/iil au boilier 

Tc_-25OC (U ...... oIherwII8 Nted) 

(Seuf indica/ion contralre) 

BD 243 A BD 243 B BD 243 C 

60 80 

70 9ci 

5 

6 
10 

2 

65 

- 65, + 150 

1,92 

100 V 

115 V 

V 

A 

A 

W 

OC 

February 1982 1/2 
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BO 243 - BO 243 A - BO 243 B - BO 243C 

- STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTt:RISTlOUES STAT/OUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector·emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-emetteur 

Transition frequency 
Frequence de transition 

Forward current transfert ratio 
Rapport de transfert direct du courant 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIOUES THERM/OUES 

Junction case thermal resistance 
Resistance thermique jonction boitier 

VCE = 
IB = 

VCE = 
IB = 

VCE = 
VCE = 
VCE = 
VCE = 

VEB = 
IC = 

IC = 
IB = 

VCE = 
IC = 

VCE -
IC = 

IC = 
VCE = 

IC = 
IS = 

VCE = 
IC = 
f = 

VCE = 
IC = 
f = 

• Pulsed 
Impulsions tp = 300 /15 6 .. 2% 

2/2 

30 V BO 243 
0 BO 243 A 

60 V BO 243 B 
0 BO 243 C 

45V BO 243 

60V BO 243 A 

BOV BO 243 B 

100 V BO 243 C 

5V All types 
0 Tous types 

BO 243 

30mA BO 243 A 

0 BO 243 B 

BO 243 C 

4V 
0,3 A All types 

4V Tous types 

3A 

6A All types 
4V Tous types 

6A All types 
1 A Tous types 

10V 
All types 

0,5 A 
1 MHz 

Tous types 

10V 
All types 

0,5 A 
1 kHz 

Tous types 

196 

ICED 

ICES 

lEBO 

VCEOsus 
. 

h21E 
. 

VBE· 

VCEsat 
. 

fT 

h21e 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

0,7 

mA 

0,7 

0,4 mA 

1 mA 

45 

60 
V 

BO 

100 

30 

15 

2 V 

1,5 V 

3 MHz 

20 

oC/W 



~~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

SUPERSWITCH 

ADVANCE INFORMATION 

- Complementary symetry stages amplifiers 

Etages amplificateurs a symetrie complemen­
taire 

- General purpose transistors designed for low 
frequency switching applications 

Transistors a usage general adaptes pour la 
commutation a basse frequence 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector voltage 
Tension collecteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant de base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction-boitier 

50, rue Jean·Plerre Timbaud· B.P. 5 
F . 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. : (1) 788·50·01 Telex: 610560 F 

ASE - 100 I! 

tp - 300 ~s 

Tease - 25 oC 

VCEO 

VeEA 

VESO 

IC(AMS) 
ICM 

IS 

Ptot 

Ti 

197 

B0244 

-45 

-55 

BD 244, A, B, C 

VCEO 

IC 

Ptot 

Case 
BoiUer 

PNP SILICON TRANSISTORS 
TRANSISTORS PNP SILICIUM 

Compo of BO 243, A B, C 

- 45 V B0244 
- 60 V B0244A 
- 80 V BO 244 B 
-100 V B0244C 

-6 A 

65W 

Collector is connected to case 
La collecteur est rslie au boilier 

Tea •• = 250<: 
(Unle .. otherwise alated) 
(Sauf indication contraire) 

BO 244 A BO 244 B BO 244 C 

-60 -80 

-70 -90 

-5 

- 6 
-10 

-2 

65 

- 65, + 150 

1,92 

-100 V 

-115 V 

V 

A 

A 

W 

oC 
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BO 244 - BO 244 A - BO 244 B - BO 244 C 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACT£RIST/OUES STA T/OUES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetfeur 

Emitter-base cut-oll current 
Coorant residuel emetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emetteur 

Static forward current transler ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecreur-emetfeur 

Transition frequency 
Frequence de transition 

Forward current translert ratio 
Rapport de transfert direct du courant 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACT£RIST/OUES THERMIOUES 

Junction case thermal resistance 
Resistance thermique jonction boitier 

Tease 2S oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =-30 V BO 244 
IB = 0 BO 244A 

VCE =_60 V BO 244B 
IB = 0 BO 244C 

VCE =-45 V BO 244 

VCE =-60 V BO 244 A 

VCE ~80V B0244 B 

VCE =-100 V BO 244C 

VEB =-5 V All types 
IC = 0 Toos types 

BO 244 

IC =-30mA BO 244 A 

IB = 0 BO 244B 

BO 244C 

VCE =-4V 
IC =-0,3 A All types 

VCE --4 V Toos types 

IC =-3A 

IC =-6A All types 
VCE =-4 V Toos types 

IC =-6A All types 
IB =-1 A Toos types 

VCE =-10V 
All types 

IC =-0,5 A 
Tous types 

f = 1 MHz 

VCE =-10V All types 
IC =-0,5 A 

Toos types 
I = 1 kHz 

• Pulsed 
Impulsions tp = 300 fl.' 6 .. 2" 

212 

198 

, 
ICEO 

ICES 

lEBO 

VCEOsus 
. 

h21E 
. 

VBE' 

VCE .. t 
. 

IT 

h21e 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contrair"s, 

min typ max 

-!J,7 

mA 

0,7 

0,4 mA 

-1 mA 

45 

60 
V eo 

100 

30 

15 

-2 V 

-1,5 V 

3 MHz 

20 

oCIW 



~, lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

ADVANCE INFORMATION 

General purpose transistor 
designed for power amplifier 
and switching application. 

Transistor Ii usage general, 
adapte pour i'amplification 
de puissance et pour 
la commutation. 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES O'UTILISATION 

CoHector-emltte'r voltage 

Tension co/lecteur-emetteur 

Collector -base voltage 

Tension collecteur -base 

Emitter-base voltage 

Tension emetteuf-base 

Collector current 

Courant col/ecteur 

Base current 

Courant base 

Power diSSipation 

Dissipation de pUissance 

Storage and Junction temperature 

Temperature de lonetlon et de stackage 

Junction case thermal resistance 
Resistance thermlque Jonet/on bOit/fH 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P 5 
~ ·92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. : (1) 788·50·01 Telex: 610560 

VCEO 

VCBO 

VEBO 

IC 
ICM 

IB 

Ptot 

Tj 
Tstg 

BD 249,A.B.C 
NPN POWER TRANSISTOR 

TRANSISTOR DE PUISSANCE NPN 

BO 249 

45 

55 

5 

25 
40 

5 

125 

175 

Compl. of BD 2S0,A,B.C 

VCEO sus ~ 
45V 
60V 

( 
SOV 

100V 

IC 25A 

ICM 40A 

Case 
Baitler 

TOP 3 ICB 244) 

T case = 25°C 

B0249 
B0249A 
BO 249B 
B0249C 

.. 
BO 249A BO 249 B BO 249 C 

60 80 100 V 

70 90 115 V 

5 5 5 V 

25 25 25 A 40 40 40' 

5 5 5 A 

125 125 125 W 

175 175 175 
-65 +175 -65 +175 -65 +175 -65 +175 "C 

1,2 
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BD 249,A,B,C 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACT~RISTIQUES ~LECTRIQUES 

SYMBOLS TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACT~RISTIQUES A L'~TAT BLOQU~ 

45 BO 249 

V(BR) CEO 
60 V BO 249 A IC= 30mA 80 BO 249 B 

100 BO 249C 

BO 249 
VCE- 30V IB=O BO 249 A 

ICEO 1 mA 
BO 249 B 
BO 249 C VCE= 60V IB=O 

BO 249 VCE= 45V 

- BO 249A VCE= 60V 
ICES 0,7 mA 

BO 249 B VCE=SOV VBE=O 

BO 249C VCE= 100V 

lEBO -1 mA VEB- 5V IC-O 

ON CHARACTERISTICS - CARACT~RISTIQUES A L '~TAT CONDUCTEUR 

25 VCE= 4V IC= 1,5A' 

h21E 10 VCE- 4V Ic= 15A 
, 

5 VCE- 4V Ic- 25A 

1,8 V IC= -15A IB- 1,5A 
VCE sat" 

4 V IC- 25A IB- 5A 

2 VCE- 4V Ic= 15A 
VBE" 

4 VCE- 4V IC= 25A 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACT~RISTIQUES DE COMMUTATION 

__ J VCE--10V IC=-1A f=1MHz 

* Pulses 
Impufsions 

2/2 

Unless otherwIse stated 
tp = 300 IJS ,I <2 % Sauf Indications contraires Tease = 250C 

200 



~ 1HOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

ADVANCE INFORMATION 

General purpose transistor 
designed for power amplifier 
and switching application. 

Transistor a usage general, 
adapte pour I'amplification 
de puissance et pour 
la commutation. 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISA nON 

Collector -emitter voltage 
Tension collecteur~emetteur 

Collector -base voltage 
Tension co/lecteur·base 

Emitter -base voltage 
Tension emetteuf-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Storage and Junction temperature 
Temperature de jonction et de stockage 

Junction case thermal resistance 
Resistance thermiQue jonction boilier 

50. rue Jean-Pierre Timbaud . B.P 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. : (1) 788·50-01 Telex: 610560 

VCEO 

VCBO 

VEBO 

IC 
ICM 

IB 

Ptot 

Tj 
Tstg 

SD 250. A.B.C 
PNP POWER TRANSISTOR 

TRANSISTOR DE PUISSANCE PNP 
Compl. of SO 249 A,B,C 

- 45V B0250 

VCEOsus 
- 60V B0250A 
- SOV B0250B 
-100V BO 250C 

IC - 25A 

ICM 40A 

.~ 
Case 
Boilier 

TOP 3 (CB 244) 

T case- 25 "C 

B0250 BO 250 A BO 250B BO 250C 

-45 

-55 

-5 

-25 
-40 

-5 

125 

175 
-65 +175 

201 

-60 -80 -100 V 

-70 -90 -115 V 

-5 -5 -5 V 

-25 -25 -25 A -40 -40 -40 

-5 -5 -5 A 

125 125 125 W 

175 175 175 
-65 +175 -65 +175 -65 +175 "C 

1,2 

Janvier 1981 1/2 
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BD 250,A,B,C 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES t:LECTRIQUES 

SYMBOLS TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTt:RISTlQUES A L 't:T AT BLOQUt: 

- 45 SO 250 

V(SR) CEO 
- 60 V SO 250A IC= -30mA - BO SD 250S 
-100 SD 250C 

SD 250 VCE= -30V IS-O SO 250A 
ICEO -1 mA SO 250 S 

SD 250C VCE= -60 V IS=O 

- SD 250 VCE= -45 V 

SD 250A VCE= -60V 
ICES -0.7 mA 

SO 250S VCE- -BOV VSE-O 

SD 250C VCE':" -100V 

IESO -1 mA VES- -5V IC=O 

ON CHARACTERISTICS - CARACTt:RISTlQUES A L'ETAT CONDUCTEUR 

25 VCE- -4 V IC - -1.5A 

h21E 10 VCE= -4V Ie - -15A 

5 VCE- -4 V Ie = -25A 

-1.B V IC= -25A IS= -1.5A 
VCE sat" 

-4 V IC= -25A IS= -5A 

-2 VCE= -4 V 1e--15A 
VSE" 

-4 VCE= -4 V IC = -25A 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTt:RISTlQUES DE COMMUTA TlON 

I 1 3 1 I MHz I I VCE=-10V IC=-1A f=1MHz __________ ~ __ L-~ __ -L _____ ~ ______ ~ ______ __ 

* Pulses 
ImpulsIOns 

2/2 

T case - 25 OC 

202 



~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

SUPERSWITCH 

ADVANCE INFORMATION 

- These transistors are intented for complemen­
tary symetry amplifiers : 
audio o'utput stages up to 25 W, vertical 
deflection circuits in color TV receivers. 

- Ces transistors sont destines aux amplifica­
teurs iii symetrie complementaire ou quasi­
complementaire : 
etages de sortie BF jusqu'a 25 W, circuits de 
deviation verticale en television couleur. 

ABSOLUTE RAllNGS (LlMI11NG VALUES) 
VALEURS LIM/TES ABSOLUES O'UTIL/SA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension col/eeteur-emeffeur 

Collector voltage 
Tension col/ecteur 

Emitter-base voltage 
Tension ~enaur-base 

Collector current 
Courant col/eeteur 

Base current 
Courant de base 

Power dissipation 
Dlssipafjon de puissance 

Junction temparature 
T~ture de 1000cl/on 

Junction-case thermal resistance 
Rea/stance /herm/que joncfjon-boitier 

SO, rue Jean-Plerre Tlmbsud - B.P. 5 
F • 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Toll. : (1) TBB·SO-Ol Telex: 610560 F 

vBE - 1,5 V 

tp - 10 ms 

Tcase - 25 OC 

vCEO 

vCEV 

VEBO 

IC(RMS) 
IC_M 

IB 

Ptot 

Tj 

203 

BO 301-BO 303, A·,·8 

80301 

45 

60 

NPH SILICON TRANSISTORS 
TRANSISTORS NPN SILICIUM 

Comp. of BD 302 and BD 304, A. 8 

VCEO 

C8ee 
Boilier 

45 V 
80V 
80V 

100 V 

8A 

55W 

BD301 
BD303 
BD303A 
80303B 

f' 

Collector is connected to case 
~e coHeeteur est re/i. au boilier 

T_-25oC 
(U ................ ..., 

(Sauf Indicafjon contraira) 

BD303 80303 A 803038 

60 

60 

5 

8 
12 

2 

55 

- 65, + ISO 

2,3 

80 100 V 

80 100 V 

V 

A 

A 

W 

OC 

February lQ82 117 
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SO 301, SO 303,A,S 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS Test conditions 
CARACTERISTIOUES (LECTRIOUES Conditions de mesure Tease 25 °c 

Collector~emitter cut-off current VCE =30 V 
Courant residuel coflecteur-emetteur IB =0 

Collector-base cut-off current 
VCB =40 V 
IE =0 

Courant residue! collecteur-base T(vjl =150 0 C 

Emitter-base cut-off current VEB = 5 V 
Courant residuel emetteur-base IC =0 

Collector-eminer breakdown voltage IC =200 rnA 
Tension de c/aquage collecteur-emetteur IB =0 

VCE =2 V 
Static forward current transfer ratio IC =3A 
Valeur statique du rapport de trans-
ferr direct du courant VCE =2V 

IC =2A 

Collector-emitter saturation voltage IC =3A 
Tension de saturation collecteur-emetteur IB =0,3A 

Base-emitter saturation voltage IC =3A 
Tension de saturation base-emetteur IB =0,3A 

* Pulsed 
* Impulsion tp = 300 ps, 8 .;; 2 % 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals) 
CARACTtRISTIOUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Fniquence de transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACT£RISTIOUES THERMIOUES 

Junction to case thermal resistance 

Resistance thermique jonct;on-boitier 

217 

VCE =3 V 
IC =0,3 A 

204 

ICEO 
All types 
Tous types 

All types 
ICBO 

Tous types 

All types 
lEBO Tous types 

BD 301 

BD 303 

V(BR)CEO BD 303 A 

BD 303 B 

BD 301 

h21 E 

BD 303,A,B 

* 
All types 

VCEsat Tous types 

* 
All types 

VBEsat Tous types 

unless otherwise stated 
sauf indication contraire 

min typ max 

1 rnA 

1 rnA 

5 rnA 

45 V 

60 V 

80 V 

100 V 

30 

30 

1 V 

1,5 V 

Tease 25 °c 

MHz 



IC 

SAFE OPERATING AREA 

AIRE DE SECURITE 

BO 301, BO 303,A,B 

r:==1=~====t==t~~~=t~====t==+====t==t=+=+=+~ttT~se 25 0 C (A) 71-
r--+----1--+--+-:f-H-I--H--t---+--t---I--+-+-t- - DC operation 

4 5 6 7 8 

10 ' 

\ 

I 

Regime continu 
____ Pulsed operation 

Regime impulsionnel 

I 
II-~--t---t---+~-+--t-t-H 

4 5 6 7 8 102 4 5 6 7 

VCE (V) 

317 

205 



BD 301, BD 303,A,B 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

417 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
CouraQt collecteur en (onction de /a tension 

Ie collecteur-emetteur 

(A) 

4 

~ r--
"-~~ I--

Ir ~ ~"'I" 
Ir b-=-f"" 
~ 1'40 i A 3 

-- 30 ",A 

f r 201 ",A 
2 

!:::- IB1",lomA 

o 
o 2 3 4 VCE (V) 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOL TAGE 
Courant col/ecteur en foncrion de la tension 

Ie collecteuf-emettevr 

(mA 

160 

120 

80 J 
'I 

40 
V 
/ 
;....-

o 
o 

/ V V 
I V I I 

~~ / J V / 
C> ~ II I /C>~ .,."'/ 

J /Vl9f J/ I 
V / ~~ ... / / 
1/ " /V J9f 
V /' / ...... We-
~ V _V {~p' 
r-- - IB-O.l~ 

10 20 30 40 VCE (V) 

206 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOL TAGE 
Courant col/ecteur en foncrion de Is tension 

Ie col/ecreu(-(Jfnetteur 

(A 

4 

3 

2 

o 

) 

~BOmA 

'" 
"160 ",A 

V 140 mA 

r......... ""1'20 mA 

11-- 10
1
0 mt 

r .... 'fmf 

V' imj 

4
1
0mj 

c.. _I ",20 mA 

o 2 3 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
co/Jecteuf-emetteur 



BO 301, BO 303,A,B 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value) 
Tension co/lecteur-emetteur en fonction de la 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 

V resistance base-emetteur (valeur minimum) 
CE 
IVI 

h21 E courant en foncrion du courant collecreur 

BD 301 

60 ...... 
i'-

55 

50 

tease - 25°C 

~r-ntJ f-;::. 
VCE = 2 V 

/' 

at V \ // 

_~O#' I 

120 

100 

'\ 

I, Iv 
/ , 

Ie-I! ~ 

~ \ ~o 

80 

60 

\ V l\ 
/ 1\ 40 

1\ 20 

f\ o 
10-2 2 4 6 ~ 0-1 2 4 6 ~ 00 2 4 6 'c (AI 

I 

4 

10' 
B 

4 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de /a tension base­
emetteur 

VCE 2 V 

~ 
... 

~ 

IJ/jV II ~() 

.... CJ1 /i 
L J 
/ 
I 

I 
" I 0,4 0,8 1,2 1,6 VBE (VI 
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BO l01, BO lOl,A,B 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

6/7 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteuf en fonction de la tension 

Ie base-tJmetteur 

IA) 

~ 
oCJ/V 
'-- '-- -(-fCJ e 0 

ill '" ~(JI ~ 

III JJ 
I 
I 
I 

0,4 0,8 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-emetteur en 

VCE = 2 V 

--~ -

1,2 1,6 V BE IV) 

BASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emetteur en 

V CEsa,onction du courant col/ecteur 
t 

V fonction du courant collecteur 
BE .. 
IV) 

t 
IV) ~=10 

IB 
~=10 
IB 

1,6 1,6 

1,2 1,2 

/1 

I 
0,8 V j 

~'2S0C ~f-'" V tcas~ 

0,8 

/, 
/,/~.g~ 

tease - 125°C i-- /,ll 

0,4 ~rr:-- leril I 
I I 

0,4 

208 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

BO 301, BO 303,A,B 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
CBpaCit~ de sortie en fonction de la 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frequence de transition en fonction du 
courant col/ecteur C22b tension co//ecteur-base 

IpFI 

~ 
........ 

.......... -, 

4 

tease - 25°C I 
BD301--

BD 303---

12 

./' 

10 / 

8 

.. 

6 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDE R PULSES CONDITIONS 

K 

6 

, Facteur' de reduction de /a resistance thermique en 
regime d'impulsions 

;..--

4rs 
? 

I' 

~~ Vv 
l{ 

,~o ",1' 
1-

~ " 8 =~ 
T 

Zth = K Rth 

iU ,T, , , 
25'25'25252 

10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 'plsecl 

209 

VCE -3 V 

tease = 25°C 

---i' 
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'J lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

SUPERSWITCH 

ADVANCE INFORMATION 

- These transistors are intented for complemen­
tary symetry amplifiers : 
audio output stages up to 25 W, vertical 
deflection circuits in color TV receivers. 

- Ces transistors sont destines aux amplifica­
teurs s symetrie complementaire ou quasi­
complementaire : 
etages de sortie SF jusqu's 25 W, circuits de 
deviation verticale en television couleur. 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIMITES ABSOLUES D'UTiLISATION 

Collector-emitter voltage 
Tension collseteu,-emetteur 

Collector voltage 
Tension collseteu, 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteu, 

Base current 
Courant de base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de Jonction 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction-boltle, 

SO. rue Jean-PIerre Tlrnbeud· B.P. 5 
F - 92403 Courbevole Cede. FRANCE 
Toll. : (1) 788-5Q.01 Telex: 610560 F 

VeE-l.5 V 

tp - 10 ms 

Tease - 250C 

VCEO 

VCEV 

VEeO 

IC(RMS) 
ICM 

Ie 

Ptot 

Tj 

'-

. 211 

BD 302-BD 304, A, B 

BD302 

-45 

-60 

VCEO 

IC 

Ptot 

Cue 
Boitier 

PNP SILICON TRANSISTORS 
TRANSISTORS PNP SILICIUM 

Comp. of BD 301 and 80 303, A, B 

- 45 V 80302 
- 80 V BD304 
- 80 V BD304A 
-100 V BD304B 

- 8 A 

55W 

Collector is connected to case 
Le collecteur est ,eue au boitie, 

Tee .. - 250C 
CUn ... otherwise etated) 
(Saul Indication contralre) 

BD304 BD 304 A BD304B 

-60 -80 

-60 -80 

- 5 

- 8 
-12 

- 2 

55 

- 65. + 150 

2.3 

-100 V 

-100 V 

V 

A 

A 

W 

oC 

February 1982 1 n 
~ 1HOMSOII-CIF 
©@IliI~ 



BO 302, BO 304,A,B 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant nisiduel collecteur·emetteur 

Collector base cut-off current 
Courant residuel collecteur·base 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-
emetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de trans-
fert direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteuremetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-emetteur 

• Pulsed 
• Impulsion tp = 300 IlS, 6 .;;; 2 % 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES 

Transition frequency 
Frequence de transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES THERMIOUES 

Junction to case thermal resistance 
Resistance thermique jonction·boitier 

217 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =-30V 
IB =0 ICEO 

VCB =-40V 
IE =0 ICBO 
T(vj) = 150 °c 

VEB = - 5 V 
IC =0 lEBO 

IC =-0,2 A 
IB =0 V(BR)CEO 

VCE =-2 V 
IC =-3A 

h21E 
VCE =-2V 
IC =-2A 

IC =-3A . 
IB =-O,3A VCEsat 

IC =-3A . 
IB =-O,3A VBEsat 

212 

Tease 25°C 
unless otherwise stated 

sauf indication contraire 

min typ max 

All types 
Tous types -1 mA 

All types 
Tous types -1 mA 

All types 
Tous types -5 mA 

BD 302 -45 V 

BD 304 -60 V 

BD 304 A -80 V 

BD 304 B -100 V 

BD 302 30 

BD 304,A,8 30 

All types 
Tous types -1 V 

All types 
Tous types -1,5 V 

Tease 25°C 

MHz 

°C/w 



Ie 
(A) 7 

4 

--- -- - --

3.45678 101 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

~- - - -~~I~ ,6-, 
o ",'-

-<-, 
, , ____ " -PC,'?, 

? ,"?.r 
'?, 

, '0 , , , 
"- ,"lr , , 

I , 

"-
, I , 

\\ 
, \ , I , 

I 

\' , , 
I 

\' , I 
\ 

, 
I 

\ , ;. , 
, I 

'\ \I 

\ 
I 

\ I 

~ 

N ... « '" ~ g ... ... 
C C 

g g 

I '" c c 

I' r 
I 

BD 302, BD 304,A,B 

T case 25 0 e 
DC operation 
Regime continu 

---- Pulsed operation 
Regime impulsion nel 

4 5 6 7 8 102 4 6 6 7 

VeE (V) 

317 

213 



BO 302, BO 304,A,B 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

Ie collecteur-emetteur 

(A) 

4 

lsoh: +--I--

1 ~ +--

It fSO..:t-I-
IY kh:: r-£.-kt.-~ 

..... 

r1 3O't 
r 20 lA 

3 

2 

J !j" _10mA 

BI I 
o 
o 

I 
2 3 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en foncrion de la tension 
collecteur-emetteur 

120 I-+----i>"'-+ 

10 20 30 40 VCE (V) 

417 

214 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonct;on de Is tension 

Ie collecteur-emetteur 

(A) 

4 

3 

2 

o 
o 

If,--
V 
'-

)...-
J-'" 
V 

V 

.".. 

- 180 mA 

160 mA 

140mA 

....- 120mA 

1pomt 

omt 
Fmj 

tmj 

'S _20 mA 

2 3 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de Is tension 

I collecteur-emetteur 
C 

(rnA ) 

160 
V / 

./ ~~Vl.,.-" 
V V 

... ~ V 
/ 

O~ V ... ~ ~ 
V ~ V / .1"'~V 

V 
,/ 
~ VO.&"""~ - ",,, -~ ,-- l"...- 0 4 "''' 

~ - ~~A -~ 

120 

80 

40 

...- 0.2iA 

V- IB =0.1 ImA 
o 
o 10 20 30 

V V 

V 
V 

/ 
V 

L 
f-"'" -

I..---' -

~ 
~ 

V 
V 
V ---



BO 302,BO 304,A,B 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE 
Tension collecteuf-emetteur en fonction de la 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur starique du rapport de transfert direct du 

VeE resistance base.(!metteur h courant en fonction du courant collecteur 
21E 

IV) SO 302 

60 
......... 

55 

50 

45 

tease _ 25°C 

\ 

160 
f I 

~ 
'<Soc 

<,oc, /); 
\.,,#6 

120 

\ 80 

1\ 
r-- 40 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base· 

Ie emetteur 

) VCE IrnA 
6 

4 

2V 

l.J JV 
~ oCJ 

II ~ 
.I II 

~(i ~ 

~& 

/ / I 
IfJ 

I 

/ I 
I ! I 

~ 

" 

0,4 0,8 1,2 1,6 VBE (V) 

215 

VCE =-2V 

~ 
r\ 
~ 
'\ ~ 

"\:~ 

517 



BO 302,BO 304,A,B 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE­
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecreur en fonction de la tension 

Ie base-emetteur 

IA ) 
6 

4 I A 

2 ,J ff 
~(/t 

10-1 
8 
6 

4 

~ 
f-

r-;J ~ t-!. Ii 
t-.... I 

~" 

rT] 
J I 

I 

0,5 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur.t1metteur en 

V CEsat fonction du courant collecteur 

IV) ~=10 
16 

1,6 

1,2 

0,8 

J 

j 

~~~.gTt 
tease:::::: 12"::: P:I ,~~ 

0,4 

617 

216 

1,5 

VCE 2V 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emetteur en 

V fonction du courant collecteur 
BE .. 
IV) 

~=10 
IB 

1,6 

1,2 

J 
-:;:::;.2SoC V ~ 

:..- ~ V 
0,8 

0,4 - ~~ 'c' 



BO 302.BO 304.A.B 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

C22b 
IpF I 

10 1 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR·BASE VOLTAGE 
Capacite de sortie en fonetion de la 
tension collecteur-base 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frequence de transition en tonerion du 
courant col/ecteur 

BD302---·-f-- - tease = 25°C 

IT 
(MHz I VCE =3 V 

BD 304 ----

K 
~ 

.......... 

101 

..... , ... 

K 

6 

4 

10-1 

8 

6 

4 

4,5 

4 

/ 
3,5 

-; 

3 

2,7 5 
6 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur"de reduction de la resistance thermique en 
regime d'impulsions 

I..--' 

& ~O,5 l--' /~ 

II 1/'" 

~v 
VlI 
1I 

I--'b .".09 
.)'';'-

'0 

/) =i 
T 

Zth = K Rth 

:Bf 
2 

10-5 
52525252 tp(secl 
10-4 10-3 10-2 10-1 

217 

tease = 25°C 

..-

4 6 

717 





,.~ tHOMSON-CSF 80 705-80 707-80 709-80 711 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

SUPERSWITCH 

ADVANCE INFORMATION 

- Complementary symetry stages amplifiers 

Etages amplificateurs a symetrie complemen­
taire 

- General purpose transistors designed for low 
frequency switching applications 

Transistors a usage general adaptes pour la 
commutation a basse frequence 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTiLlSATION 

Collector-emitter voltage 
Tension co/lecteur-smeffeur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Emitter-base Yoltage 
TenslOlf emetteur·base 

Collector current 
Courant col/ecteur 

Base current 
Courant de base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de ioncpon 

Junction-case thermal resistance 
Resistance fherm;que jonclion-boitief 

SO, rue Jean-Pierre Timbaud -B.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. : (1) 788-50·01 Telex: 610560 F 

VSE - 0 V 

Tease - 25 DC 

VCEO 

VCES 

VESO 

Ie 

IS 

Ptot 

Tj 

219 

B0705 

45 

45 

NPN SILICON TRANSISTORS 
TRANSISTORS NPN SILICIUM 

Comp. of BO 706, BO 708, BO 710, BO 712 

VCEO 

IC 

Ptot 

ca .. 
Boilier 

45V B0705 
60V B0707 
SOV B0709 

100 V 80711 

12 A 

75W 

-.,":"nM 
tr 

Collector is connected to case 
La colleetaur est relie au boitier 

T_=25OC (Unlees otherwise atated) 

(Saul indication contraire, 

B0707 B0709 B0711 

60 80 

60 80 

5 

12 

5 

75 

-65, + 150 

1,67 

100 V 

100 V 

V 

A 

A 

w 

OC 

February 1982 1/4 
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BD 705 - BD 707 - BD 709 - BD 711 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTlaUES STA TlaUES 
Tease 25 oC 

T est conditions 
Conditions de mesure 

Collecteur-emitter breakdown voltage IC = 0,1 A 
Tension de claquage co/lecteur-emettour IB = 0 

VCB = 45 V 

VCB= 45 V 

T case = 150 0 C 

VCB = 60 V 

VCB = 60V 
Tease = 150 0 C 

Collector-base cut- off current 
VCB = 80V Courant residuel co/lectour-base 
VCB = 80 V 
T case = 150 0 C 

VCB = 100 V 

VCB = 100V 

Tease = 150 0 C 

VCE 22V 

VCE - 30V 
Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel co/lecteur-emettour VCE 40 V 

VCE = 50 V 

Emitter-base cut-off current VEB = 5V 
Courant residuel emettour-base IC = 0 

Collector-emitter saturation voltage IC = 4A 
Tension de saturation co/lectour-emetteur IB = 0,4 A 

Base-emitter voltage VCE = 4V 
Tension base-emettour IC = 4A 

Knee voltage IC = 3A 
Tension coude IB = .-

"" Value for which IC = 3,3 A at VCE = 2 V 

Valour a laquelle IC = 3,3 A II VCE=2 V 
" Pulsed 
Impulsions tp = 300 /JS ~ "1,5% 

2/4 

220 

BO 705 

BO 707 

BO 709 

BO 711 

BO 705 

BO 707 

BO 709 

BD 711 

BD 705 

BD 707 

BD 709 

BD711 

All types 
Tous types 

All types 
Tous types 

All types 
Tous types 

All type, 
Tous types 

VCEOsus 
. 

ICBO 

ICEO 

lEBO 

VCE,at " 

VBE" 

VCEK" 

(Unless otherwise stated) 

(Sau' indications contraires) 

min typ max 

45 

60 
V 

80 

100 

0,1 

1 

0,1 

1 

0,1 rnA 

1 

0,1 

1 

1 rnA 

1 rnA 

1 V 

1,5 V 

0,4 V 



STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTtRlSTfOUES STA TfOUES 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de trans-
fert direct du courant 

Transition frequency 
Frequence de transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACT£RISTfOUES THERMIOUES 

Ju nction.-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction boitier 

Tease 25 °C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VeE = 2V All types 
Ie = 0,5 A Taus types 

VeE = 2V 
BO 705 
BO 707 

Ie = 2A 
BO 709 

BO 705 

VeE = 4V BO 707 
Ie = 4A BO 709 

BO 711 

BO 705 

VeE = 4V BO 707 

Ie = lOA BO 709 

BO 711 

VeE = 3V 
All types 

Ie = 300mA 
f = 1 MHz 

Tous types 

221 

BO 705 - BO 707 - BO 709 - BO 711 

h21E* 

fT 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

40 400 

30 

20 150 

15 150 

15 150 

15 150 

5 

5 

B 

8 

3 MHz 

oe/w 

3/4 



SO 705· SO 707· SO 709· SO 711 

Ie 
(A1 7 

6 

5 

4 

3 

101 

8 
7 
6 

4 

3 

4 

10-1 

10-2 

4/4 

l-

I-

T case 25 0 C 

DC operation 
Regime continu 

I I I I I I I I 
3 4 5 6 78 101 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

" " ~ 
\ 

r\ 
\ 

1\ 

'" .... '" 0 0 0 .... .... .... 
0 0 0 
<0 <0 <0 

-

-;:::: 
0 
<0 

4 5 6 7 8 102 

222 

4 5 6 7 

VeE (VI 



~~ 1HOMSON-CSF BD 706-BD 708-BD 71 O-BD 712 
DIVISION SEMICONOUCTEURS OISCRETS 

SUPERSWITCH 

ADVANCE INFORMATION 

- Complementary symetry stages amplifiers 

Etages amplificateurs Ii symetrie complemen­
taira 

- General purpose transistors designed for low 
frequency switching applications 

Transistors Ii usage general adaptes pour la 
commutation Ii basse frequance 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOWES D"UTlLlSA TION 

Collector·emitter voltage 
Tension cO/lecteur·emetteur 

Collector·emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Emitter·base voltage 
Tension emelteur-base 

Collector current 
Courant col/ecteur 

Base current 
Courant de base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonclion 

Junction-case thermal resistance 
Resistance therm;que jonction-bo;tier 

50. rue Jean'Pierre Timbaud . B.P. 5 
F • 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel.: (1) 788·50·01 Telex: 610560 F 

VBE - 0 V 

Tease - 25 0 C 

VCEO 

VCES 

VEBO 

IC 

IB 

Ptot 

Tj 

223 

B0706 

-45 

-45 

PNP SILICON TRANSISTORS 
TRANSISTORS PNP SILICIUM 

Comp. of B0705, B0707, B0709, B0711 

Vceo 

Ie 
Ptot 

Ca .. 
Boltier 

- 45 V B0706 
- 80 V B0708 
- 80 V B0710 
-100 V B0712 

-12 A 

75 W 

COllector is connected to case 
Le col/eateur est felill au boitier 

Tc ... ·2SOC 
(Unl_ o\IIerwlae atated) 
(Saul indication contraire) 

B0708 B0710 B0712 

-60 -80 

-60 -80 

-5 

-12 

-5 

75 

-65. + 150 

1,67 

-100 V 

-100 V 

V 

A 

A 

W 

oC 
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BO 706· BO 708· BO 710· BO 712 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERIST/QVES STA T/aVES 
Tease 25 °C 

T est conditions 

Conditions de mesure 

Collector-emitter breakdown voltage IC =-0,1 A 
Tension de claquage collecteur·emetteur 

IB = 0 

VCB =-45 V 

VCB=-45V 

T case = 150 0 C 

VCB =-60 V 

VCB =-60 V 
T case = 150 0 C 

Collector-base cut- off current 
Vca =-80 V 

Courant residue! co/lecteur-base 
Vca =-80 V 
T case = 150 0 C 

VCB =-100 V 

Vca =-100 V 
T case= 150 0 C 

VCE =-22 V 

Collector-emitter cut-off current 
VCE =-30 V 

Courant residuel collecteur-emetteur VCE --40 V 

VCE =-50 V 

Emitter-base cut-off current VEB =-5 V 
Courant residue! emetteur-base IC = 0 

Collector-emitter saturation voltage IC =-4 A 
Tension de saturation collecteur-emetteur IB ~O,4A 

Base-emitter voltage VCE =-4 V 
Tension base-emetteur IC =-4A 

Knee voltage 
IC =_3 A 

Tension cDude 
IB = " 

" Value for which IC ~,3 A at VCE ~2 V 

Valeur a laquelle IC =-8,3 Ail VCE ~2 V 
• Pulsed 

Impulsions tp = 300 j.lS Ii <;;1,5% 

2/3 

224 

BD 706 

BD 708 

BD 710 

BD 712 

BD 706 

BD 708 

BD 710 

BD 712 

BD 706 

BD 708 

BD 710 

BD 712 

All types 
Tous types 

All types 
Tous types 

All types 
Taus types 

All types 
Taus types 

VCEOsus 

ICBO 

ICEO 

lEBO 

VCEsat 
, 

VBE' 

VCEK' 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

~5 
60 

V 
ao 

100 

0,1 

-1 

_0,1 

_1 

_0,1 rnA 

_1 

-0,1 

_1 

-1 rnA 

-1 rnA 

-1 V 

-1,5 V 

-0,4 V 



STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERIST/OUES STA T/OUES 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de trans-
fert direct du courant 

Transition frequency 
Frequence de transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTERIST/OUES THERMIOUES 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonetion boitier 

Tease 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =-2 V All types 

IC =-0,5 A Taus tvpes 

VCE =-2 V 
BD 706 
BD 708 

IC =-2 A 
BD 710 

BD 706 

VCE =-4 V BD 708 

IC =-4A BD 710 

BD 712 

BD 706 

VCE =-4 V BD 708 

IC =-10A BD 710 

BD 712 

VCE =-3 V 
All types 

IC =-300 rnA 
Taus types 

f = 1 MHz 

225 

BO 706 - BO 708 - BO 710 - BO 712 

h21E* 

fT 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

40 400 

30 

20 150 

15 150 

15 150 

15 150 

5 

5 

8 

8 

3 MHz 

°C/W 

3/3 





~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMIODNDUCTEURS DISCRETS 

BD 905-BD 907 -BD 909-BD 911 

SUPERSWITCH 

ADVANCE INFORMATION 

- Complementary symetry stages amplifiers 

Etages amplificateurs a symetrie comp/emen­
taire 

- General purpose transistors designed for low 
frequency switching applications 

Transistors a usage genera/ adaptes pour /a 
commutation a basse frequence 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlM/TES ABSOLVES D'UT/LiSAT/ON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector·base voltage 
Tension col/ecteur-base 

Emitter-base Yoltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant de base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction-boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel.: (1) 788-50-01 Telex: 610560 F 

Tease - 25 0 C 

VCEO 

VC80 

VEBO 

IC 

18 

Ptot 

Ti 

227 

B0905 

45 

45 

NPN SILICON TRANSISTORS 
TRANS/STORS NPN S/LiC/UM 

Comp. of B0906, B0908, B0910, B0912 

VeEO 

Ie 

Ptot 

Case 
Boilier 

45V B0906 
60V B0907 
80 V B0909 

100 V B0911 

15 A 

90W 

Collector is connected to'case 
Le collecteur est relie au boitiM 

. 
Tease. 250<: (Unl ... otherwise stated) 

(Sauf indication contraire) 

B0907 B0909 B0911 

60 80 

60 80 

5 

15 

5 

90 

- 65. + 150 

1,4 

100 V 

100 V 

V 

A 

A 

W 

oC 
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• ~@~~iM:Ilimi'\il 



BO 905 - BO 907 - BO 909 - BD 911 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIOVES STA TlOVES 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emetteur 

Collector-base cut- off current 
Courant residuel collecteur-base 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Tease 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

BO 905 

IC ~ O,lA B0907 

IB ~ 0 BO 909 

BO 911 

VCB ~ 45 V 

VCB ~ 45 V BO 905 
Tcase~ 150 oC 

VCB ~ 60 V 

VCB ~ 60 V BO 907 
Tcase~ 150 0 C 

VCB = 80 V 

VCB = BO V BO 909 
Tcase~ 150 0 C 

VCB=100V 

VCB = 100 V BO 911 
Tcase= 150 oC 

VCE = 30 V 

VCE 40 V 

VCE = 50 V 

5V 
= 0 

IC = 5A 

SO 905 
SO 907 
BO 909 

BO 911 

All types 
Taus types 

Collector-emitter saturation voltage IB = 0,5 A All types 
Tension de saturation collecteur-emetteur f--------l Taus types 

IC = lOA 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-emetteur 

Base-emitter voltage 
Tension base.emetteur 

• Pulsed 
Impulsions tp 

2/3 

300 IlS 

IB = 2,5A 

IC ~ lOA 
IB = 2,5 A 

VCE= 4 V 
IC = 5A 

6 ";1,5% 

228 

All types 
Taus types 

All types 
Taus types 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contrairesl 

min typ max 

45 

60 
V CEOsusI-BO-l--+--I V 

100 

0,5 

5 

0,5 

5 

ICSO 0,5 mA 

5 

0,5 

5 

ICEO mA 

lEBO mA 

VCEsat' I--t--+--t V 

3 

VBEsat' 2,5 V 

1,5 v 



STATIC CHARACTERISTICS 

CARACT£RISTIOUES STA TIOUES 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Transition frequency 
Frequence de transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACT£RISTIOUES THERMIOUES 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction-boitier 

• Pulsed 
Impulsions tp 300 fJS 

Tease 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 4V 
IC = 0,5 A 

VCE = 4V All types 

IC = 5A Tous types 

VCE = 4V 
IC = lOA 

VCE = 4V 
All types 

IC = 0,5 A 
Tous types 

f = 1 MHz 

6 ";1,5% 

229 

SO 905 - SO 907 - SO 909 - SO 911 

h21E* 

fT 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

40 250 

15 150 

5 

3 MHz 

°C/W 

3/3 





~~ lHOfWISON-CSF BO 906-BO 908-BO 91 O-BO 912 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

SUPERSWITCH 

ADVANCE INFORMATION 

- Complementary symetry stages amplifiers 

Etages amplificateurs Ii symetrie complemen­
taire 

- General purpose transistors designed for low 
frequency switching applications 

Transistors Ii usage general adaptes pour la 
commutation Ii basse frequence 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LIM/rES ABSOLUES D'UTlLlSA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-base voltage 
Tension colfeetaur-base 

Emitter-base I/oltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant de base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction-boitier 

50, rue Jean·Pierre Timbaud· B.P. 5 
F . 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. : (1) 788·50·01 Telex: 610560 F 

Tease - 25 oC 

VCEO 

VCBO 

VEBO 

IC 

IB 

Ptot 

Tj 

231 

B0906 

-45 

-45 

PNP SILICON TRANSISTORS 
TRANSISTORS PNP SILICIUM 

Comp. of B0905,B0907,B0909,B0711 

VeEO 

Ie 

Ptot 

Case 
Boilier 

- 45 V B0906 
- 60 V B0908 
- 80 V B0910 
-100 V B0912 

-15 A 

90W 

~'~ .. :"". , 
Collector is connected to case 
La col/ec/eur est relie au boilier 

Tease = 25 0 C 
(Unless otherwise staled) 
"(Sauf indication contraire) 

B0908 B0910 B0912 

-60 -80 

-60 -80 

-5 

-15 

-5 

90 

-65,+150 

1,4 

-100 V 

-100 V 

V 

A 

A 

w 

oC 

February 1982 1/3 
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SO 906 - SO 908 - SO 910 - SO 912 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIOVES STA TlOVES 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emetteur 

Collector-base cut· off current 
Courant residuel collecteur-base 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-emetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base.emetteur 

Base-emitter voltage 
Tension base..emetteur 

Tease 25 °C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

BO 906 

IC =-0,1 A BO 90B 

18 = 0 BO 910 

BO 912 

VCB =-45 V 

VCB =-45 V BO 906 
T case = 150 0 C 

VCB =-60 V 

VCB =-60 V BO 90B 

Tease = 150 0 C 

VCB =-BO V 

VCB =-80 V BO 910 

T case = 150 0 C 

VCB =-100 V 

VCB =-100 V BO 912 
T case= 150 0 C 

VCE =-30 V 
BO 906 
BO 90B 

VCE --40 V B0910 

VCE =-50 V BO 912 

VEB =-5 V All types 
IC = 0 Tous types 

IC =-5 A 

IB =-0,5 A 
All types 

IC =-10A 
Tous types 

18 =-2,5 A 

IC =-10A All types 
18 =-2,5 A Tous types 

VCE=-4 V All types 
IC =-5A Tous types 

* Pulsed 
Impulsions 300 liS Ii ';;1,5% 

2/3 

232 

VCEOsus 
. 

ICBO 

ICED 

lEBO 

VCEsat 
. 

VBEsat 
. 

VBE' 

(Unless otherwise stated) 

(Sau! indications contraires) 

min typ max 

45 

60 
V 

80 

100 

-0,5 

-5 

-0,5 

-5 

0,5 rnA 

-5 

-0,5 

-5 

-1 

-1 rnA 

-1 

-1 rnA 

_1 

V 

-3 

-2,5 V 

_1,5 V 



STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERIST/aUES STA T/aUES 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Transition frequency 
F((}quence de transition 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTERIST/aUES THERMIQUES 

Junction-case thermal resistance 

Resistance thermique jonction-baitier 

* Pulsed 
Impulsions tp 300 I1S 

Tease 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE ~-4 V 

IC ~-0,5 A 

VCE ~-4 V All types 

IC ~-5 A Tous types 

VCE ~-4 V 
IC ~-10A 

VCE ~-4 V 
All types 

IC ~-0,5 A 
Taus types 

f ~ 1 MHz 

8 ';;1,5% 

233 

SO 906 - SO 908 - SO 910 - SO 912 

h21E' 

, 
fT 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

40 250 

15 150 

5 

3 MHz 

oC/W 

3/3 





~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

BOY 64.A.B 

ADVANCE INFORMATION 

PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTOR 
TRANSISTOR DARLINGTON SILICIUM PNP 

Compl. of BDV 65 A-B 

High current power darlington 
designed for power amplification 
and switching application. 

Darlington fort courant adapre 
pour I'amplification de puissance 
et la commutation. 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlM/TES ABSOLUES D'UT/LiSATION 

Collector-emitter voltage 
VCEO Tension collecteur-emetteur 

Col/ector-base voltage 
VCBO Tension cof/ecteur -base 

Emitter-base voltage 
VEBO Tension-emetteur base 

Collector current IC 
Courant coffecteur 

Base current IB 
Courant base 

Power dissipation 
Ptot Dissipation de puissance 

ICM 

Storage and Junction temperature Tj 
Temperature de jonction et de slackage T stg 

Junction case thermal resistance 
Resistance thermique jonction boitier 

50, rue Jean·Pierre Timbaud . B.P 5 
F ·92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. : (1) 788·50-01 Telex: 610560 

Rth(j-C) 

235 

VCEO sus 

IC 

( - 60V BOV 64 
j - 80 V BOV 64 A 

'\ -100 V BOV 64 B 

12A 

Case 
Bailier 

TOP 3 (CB 244) 

T case - 25 "C 

BDV64 BDV64A 

-60 -80 

-60 -80 

-5 

-12 
-16 

-0,2 

100 

175 
-65 +175 

1,5 

BDV64B 

-100 V 

-100 V 

V 

A 

A 

W 

OC 

Janvier 1981 1/2 
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BDV 64A-B 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERIST/QUES ELECTRIQUES 

SYMBOLS TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERIST/QUES A L'ETAT BLOQUE 

- 60 BDV64 
VCEO sus" - 80 

V BDV64A IC=0,1 A L= 25 rnH 

-100 BDV 64 B 

-0,4 BDV64 VCE= -60V T case = 25 "C 

ICBO rnA BDV64A VCE- -SOY 

-3 BDV64B VCE= -100V T case = 150 "C 

BDV64 VCE= -30V 

ICEO -1 rnA BDV64A VCE- -40V 

BDV64B VCE= -50V 

lEBO -5 rnA VEB= -5V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L 'ETA T CONDUCTEUR 

VCE sat" I 'C- -SA 
IB = - 0,02 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS - CARACTERIST/QUES DYNAMIQUES 

fT 80 kHz f= 10kHz VCE = -3V 

C22b 200 pF f= 1 MHz VCB = -10V 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERIST/QUES DE COMMUT AT/ON 
On resistive load - Sur charge resistive 

ton 

toff 

• Pulses 
Impulsions 

2/2 

[ I ,'5 [ I 
,us 

Unless otherwise stated 
Saul indications contraires 

VCC-16V 

IC=5A 

IB1 = -IB2= 0,02A 

Tcase -25"C 

236 

Ie = -5A 



~ 11tOMSON-CSf BDY 65 A,B 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

NPN SILICON DARLINGTON TRANSISTOR 
TRANSISTOR DARLINGTON SILICIUM NPN 

ADVANCE INFORMATION 

High current power darlington 
designed for power amplification 
and switching application. 

Darlington fort courant adapte 
pour I'amplification de puissance 
et /a commutation. 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VA LEURS LlM/TES ABSOLUES D'UT/LlSATlON 

Collector~emitter voltage 

Tension collecteur-emetteur 

Collector-base voltage 

Tension cOflecteur-base 

Emitter-base voltage 

T ension-emetteur base 

Co\lector current 
Courant collecteur 

Base current 

Courant base 

Power dissipation 

Dissipation de puissanc$ 

Storage and Junction temperature 

Temperature de jonction et de Slackage 

Junction case thermal resistance 

Resistance thermique jonclian boilier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P 5 
F - 92403 Caurbevaie Cedex FRANCE 
Tel. : (1) 788-50-01 Telex: 610560 

VCEO 

VCBO 

VEBO 

IC 
ICM 

IB 

Ptot 

Tj 
Tst9 

Rth(j-C) 

237 

VeEO sus 

Ie 

Compl. of BDV 64 A-B 

60V BOV 65 
80VBOV65A 

100V BOV 65B 

12A 

Case 
Boitier TOP 3 ICB 244) 

T case- 25 "C 

BDV65 BOV65A 

60 80 

80 100 

5 

12 
16 

0,2 

100 

175 
-65 +175 

BOV 65 B 

100 V 

120 V 

V 

A 

A 

W 

"C 

Janvier 1981 112 
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BDV65A,B 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACT~RISTIQUES ~LECTRIQUES 

SYMBOLS I TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACT~RISTIQUES A L '~T A T BLOQU~ 

60 BOV65 
VCEO sus· 80 

V BOV65A IC= 0,1 A L- 25 mH 

100 BOV65B 

BOV65 VCE~ 30V 

ICED 1 mA BOV65A VCE- 40V IB-O 

BOV65B VCE= 50V 

0,4 BOV65 T case = 25 "C VCE = 40V 

ICBO - mA BOV65A VCE- 50V 

3 BOV65B I T case = 150 "C VCE - 60 V 

lEBO 5 mA VEB= 5V 1<;-0 

ON CHARACTERISTICS - CARACT~RISTIQUES A L'~TAT CONDUCTEUR 

VCE sat· 2 V VCE= 3V IC=5A f-10kHz 

VF 1,5 V 
, 

VCB= 10V f= 1 MHz 

DYNAMIC CHARACTERISTICS - CARACT~RISTIQUES DYNAMIQUES 

fC 50 kHz f= 10KHz VCE= 3V IC = 5A 

C22b 200 pF f= 1 MHz VCB= 10V 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACT~RISTIQUES DE COMMUTATION 
On resistive load - Sur charge resistive 

I ton 

i 
I 

I tofl 

* Pulses 
Impulsions 

2/2 

1 I 
r--- --l ,II s 

2,5 

tp~ 300~s ,\:;;;;2% 
Unless otherwise stated 
Sauf indications contraires 

238 



f~ l'HOMSON-CSF BOY 66,A,B 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

'PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTOR 
TRANSISTOR DARLINGTON SILICIUM PNP 

ADVANCE INFORMATION 

High current power darlington 
designed for power amplification 
and switching application. 

Darlington fort courant adapre 
pour /'amplification de puissance 
et /a commutation. 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlM/TES ABSOLUES D'UTlLlSATlON 

Collector-emitter voltage 

Tension col/ecteur-emetteur 

Collector-base voltage 

Tension co/lecteur-base 

Emitter-base voltage 
Tension-ernetreur base 

Collector current 

Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 

Dissipation de puissance 

Storage and Junction temperature 

Temperature de Jonetion et de slockage 

Junction case thermal resistance 
Resistance thermique jonction botrier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P 5 
F ·92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. : (1) 788-50-01 Telex: 610560 

VCEO 

VCBO 

VEBO 

IC 
ICM 

IB 

I Ptot 

I 
Tj 

T8 tg 

Rth(j-C) 

239 

CampI. of BDV 67 A-B 

- 60V BOV 66 
VeEO sus - BOV BOV 66A 

-100 V BOV 66 B 

Ie - 16A 

.~ 
Case 
BOltier TOP 3 ICB 244) 

Tease = 25°C 

BDV66 BDV66A BDV 66B 

-60 -80 

-60 -80 

-5 

-16 
-20 

-0,25 

125 

175 
-65 +175 

1,2 

-100 V 

-100 V 

V 

A 

A 

W 

°c 

Janvier 1981 1/2 
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BDV66,A,B 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

I 
I 
I 

i 

SYMBOLS I MIN. i Typ·1 MAx.I UNIT I TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

I 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTfRISTIOUES A L'fTAT BLOOuf 

1- 60' I BOV66 I 
VCEO sus· 1- 80 

V 
BOV66A I IC= -0,1 A L= 25 rnH 

I 
1-1001 BOV66B I i I , 

I 
I 

I I BOV66 VCE= -30V IB=O 
I 

I 
I 

ICEO -3 rnA BOV 66A VCE= -40V IB=O I, I 
i ! 

BOV 66 B VCE= -50V IB=O 

I 

I I 
i 

-1 BOV66 I Tease = 25 "C VCB= -40V 

ICBO I ----i rnA BOV66A i VCB= -50V 
, -6 I BOV 66 B Tease = 150 °CVCB = -60 V 
, +- I 

i 
I -5 I 

I 
lEBO rnA VEB= -5V IC=O ! i I I 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES A L'fT AT CONDUCTEUR 

VCE sat· IB= -0.04 A 

I 
I 
I 

i 
I 
I 
I 

I 

I 
I 
1 

1-2 I V IIC = -10 A 
------------~--~--~. --~--------~--------------------------~ 

DYNAMIC CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

!I~I IC = -5 A f = 1 kHz ,fC 0.06! ~z I I VCE= -3V r---C-2
-
2
-
b
----+---+!:r I p;-t---------+I -V-CB = -1 O-V----------f-=--I-M-H-Z-----i 

, I I ___ -'--__ ~ __ ~'__ ________________________ ~ 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DE COMMUTATION 
On resistive load - Sur charge resistive 

'~~----------r·------i----r----~------~------·· 

ton 1 I!' VCC=12V 

toft 

* Pulses 
Impulsions 

2/2 

IC = 10 A 

IBI = -IB2 = 0.04 A 
---'-----,----'- -----------------

r case - 25°C 

240 



fJ lHOMSON-CSF BDV 67,1,B 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

NPN SILICON DARLINGTON TRANSISTOR 
TRANSISTOR DARLINGTON SILICIUM NPN 

Campi. of BDV 66 A-B 
ADVANCE INFORMATION 

High current power darlington 
designed for power amplification 
and switching application. 

Darlington fort courant adapte 
pour I'amplification de puissance 
et la commutation. 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTlLlSATlON 

Collector-emitter voltage 

Tension colfecteur-emetteur 

Collector-base voltage 

Tension collecteu(-base 

Emitter-base voltage 

T ension-8metteur base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 

Courant base 

Power dissipation 

DisSipation de puissance 

Storage and Junction temperature 

Temperature de jonetion et de slackage 

Junction case thermal resistance 
Resistance thermique jonction boitier 

50, rue Jean·Pierre Timbaud . B P 5 
F ·92403 Courbevoie Cedex ~ >'lANCE 
Tel. : (1) 788·50·01 Telex: 610560 

VCEO 

VCBO 

VEBO 

IC 
ICM 

IB 

Ptot 

Tj 
Tst9 

Rth(j-c) 

241 

VeEO sus 

Ie 

60V 
SOV 

100V 

16A 

BDV67 
BDV67 A 
BDV67B 

.~ 
Case 
Boitler 

TOP 3 (CB 2441 

T case = 25°C 

BDV67 BDV 67 A BDV 67 B 

60 80 100 V 

60 80 100 V 

5 V 

16 A 
20 

0,25 A 

125 W 

175 DC 
-55 +175 

1,2 

Janvier 1981 1/2 



BDV67,A,B 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES 

SYMBOLS I MIN. I Typ·1 MAX. I UNIT TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES A L'ETAT BLOOUE 

I 

VCEO 

ICEO 

ICBO 

lEBO 

I 60 

I 80 

1

100 

! 

I 

i 

3 

1 

I----

I 6 

I 
I I 5 

,------------~--~~. 

v 

rnA 

rnA 

rnA 

I
I BOV 67 

BOV 67 A 

BOV67 B 

BOV67 

BOV67 A 

BOV 67 B 

BOV67 

BOV67 A 

BOV 67 B 

IC = O. f A L = 25 rnH 

VCE = 30 V IB = 0 

VCE = 40V 

VCE = 50 V IB = 0 

T case = 25"C VCB = 40 V 

VCB= 50V 

T case = 150 "C VCB = 60 V 

VEB= 5V IC=O 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES A L 'ETAT CONDUCTEUR 

VCE sat' /IC= 10A IB=O,04A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES 

I 
I ! f= 1 kHz fC 

I 
0.05 MHz VCE= 3V IC=5A 

I C22b 1 300 
I 

pF VCB= 10V f= 1 MHz 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES DE COMMUTATION 
On reSistive load - Sur charge resistive 

I 

I 
I ton I 1 VCC= 12V 
I 

I I 
,liS 

I 
IC= 10A 

toft 3.5 IB1 = -IB2 = 0.04 A 

-

I 

i 

I 

I 

, , 
i 

I 

i 

I 

I 
, 

- --~-~---

* Pulses 
Impulsions 

2/2 

Unless otherwise stated 
Sauf indications contra/res Tcase- 25"C 

242 



~ ntOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

LF large .ignal power amplification 
Amplification BF grands signaux de puissance 

Medium current switching 
Commutation courant moyen 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100% 

l'r-.,. 
I ~ I 

I "\ I 

75 

50 

25 

o I '" 50 100 150 Tcase{OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VAl.EURS UMITES ABSOLUES D'UTI USATIDN 

Collector-base voltage 
.Tension collecteur-bne 
Collector-emitter voltage 
Tension coilecrtlUr-smetteur 
Collector-emitter voltage 

RBE = lOOn 
~~n collBCtBUr-#Jmetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecfeur1imetteur 
~mitt.r-b8se voltage 
Tension 'metteur-balfl 
Collector current 
Courant collecteur 
Base current 
Courant base 
Power dissipation 
OiufpJJtion de ouis$Bnce 
Storage and junction temperature 
Temperature de jonction et de stackage 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermiqu8 jonction boirier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud· B.P.S 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCe 
161 : 111 7B8-50-01 Telex: 610560 

VBE = + 1,5 V 

Tease 25 o~ 

max 

max 

243, 

BDX~4 
PNP SI LICON TRANSISTOR EPITAXIAL BASE 

TRANSISTOR PNP SILlCIUM, BASE £PITAXltE 

Compl. 01 2N 3064 

VCEO -55V 

IC -4A 

Ptat 29W 

Rth(j-c) 6 0 C/W max 

h21E (0,5 A) 25 ·100 

fT 4MHz min 

c ... 
T0661CB72) 

Bohier 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VeEX 

VEBO 

Ie 

IB 

Ptot 

Ij 
T stg 

E 

-90 V 

-55 V 

-60 V 

-90 V 

-7 V 

-4 A 

-2 A 

29 W 

200 DC 
-65+200 

6 
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BDX14 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACrtRISTIOUES STA TlOUES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur.emetteur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emetteur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de c/aquage co/lecteur-emetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage emetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-emetteur 

Base-emitter voltage 
Tension base-emetteur 

Tease 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = -90V 
VBE = + 1,5 V 

VCE = -30V 

VBE = + 1,5 V 

Tease = 150 0 C 

IC = -100mA 
IB = 0 

IC = -100 rnA 

RBE = lOOn 

IE = -1 rnA 
IC = 0 

VCE = -4V 
IC = -0,5A 

IC = -0,5A 
IB = -0,05 A 

VCE = -4V 
IC = -0,5A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals) 

CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Frequence de transition 

• Pulsed 
Impulsions 

2/6 

tp 300 /15 

VCE = -10V 
IC = -0,2A 
f = 1 MHz 

8 .;; 2 % 

244 

ICEX 

VCEOsus * 

VCERsus * 

V(BR)EBO* 

h21E* 

VCEsat * 

VBE* 

fT 

( Unless otherwose stated I 
( Sauf indications contraires ) 

min typ max 

-1 

rnA 

-5 

-55 V 

--60 V 

-7 V 

25 100 

-1 V 

-1,7 V 

4 MHz 



Ie 
(AI 

5 

2 

0,5 

0,2 

0,1 

tease = 25°C 

Continuous 
Cont;nu 

Single pulsed 
Mono impulsions 

2 

BDX14 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de securite 

500!,5 

" " I"£~~~ " " 
~'" 

.,:> '" 
,~oo ~ ... ', I 
;-:~,~ ... , " I 

'\ ,"''''''', , r', , I 
" "I 

"~"~' .] , 
'\ 

-----

5 10 20 50 

3/6 
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BOX 14 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYP/OUES 

./6 

1,6 

1,2 

O,B 

0,4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecreur-emetteur 

"~ fo"-

~ 
~ ~~ ...-

J. .".. somA -,..- 70 mA 

1/ -- 6 m 
somA 

/..-- "9 mA 

f - ~m~ 

V 21mA[ 
f--

j - I~_'~ m~ 

I 
o 2 3 

I-

'--

-

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur starique du rapport de transfert direct du 

h21 E courant en fonction du courant collecteur 

VCE =-4V 

120 -/ \.\ 
\\ 

100 

'" ./ ~~ 
~~ 

80 

60 

" 
~ -
~ 

~ 

40 

20 

246 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-emetteur 

VI / ) 

J/; V I f-

~ 1// / l 
f-

V 1/ 

~ ~;~ / 
A? V / 

'/ / "'/' C7 ~ 
V V ,,,,V 

V 
,/ 

V 
7' 

:......... / 

IS =O,SmA ~ 

o 
o 20 40 60 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
SASE·EMITTER RESISTANCE 
Tension colleCfeur-tlmetteur en fonction de la 

--V CE resistance base-emerteur 

(V) tease = 25°C 

65 

....... 
..... ,-

'I, 
......; ..... 

, . 

60 

55 

50 

1002 510,2 51022 51032 5104 ~RSE(n) 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de ,. tension base­

- Ie emeneur 
(mA ) VCE 4V oVV 

6 

4 

2 

2 

2 

IQ~V r-
~#. ~" 
~ "f," 

u 

" j 
'l 

I 

I 

0,5 1,5 2 -VBE (V) 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 

-v CE t Tension de saturation col/ecmur.mnettflur en 
(V'S8 fonction du courant co/leereur 

1,6 

IC I -=10 
IB I, 

I 
/ 1/ 

II 
1,2 

0,8 / 
~vV 
~LI 

~X~VI 
0,4 

:.-~ .... 1T"f I ~ 

247 

BOX 14 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant colleeteur en fonction de /a tension 

-I C b8s1H§m8tteur 

) (A 

6 

4 

2 

1 

2 

~V 
q..... oCJ 

'J. -t> Q 

£ 
II 

/ 

0,5 

V E 

io-

" 

1,5 

4V 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 

-V E Tension de saturation bBse-eme.tteur en 7vit fonction du courant colleeteur 

IC 
-=10 
IB 

2,.4 

2 

1,6 

1,2 

<"~~~~ 
r-r-~c 
~ ~ 

~\~ - '#.~ I 

II 

0,8 

0,4 

o 2 
10-2 

4 68 2 
10-1 

L 

I 
// 
~ 
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-BDX14 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

) 

6 

4 

2 

6/6 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frequence de transition en fonction du 
courant colJecteur 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacire de sortie en fonction de la 

'""- - -....... 

4 

C22b tension collecteur-base 

V CE =10V 

f = 1 MHz 

-............ 
......... 

(OF) 

8 

6 

4 

"-

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE OERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de reduction de Is resistance thermique en 
regime d'impulsions 

K 

V ~...: ., 
11 ~~ ". l,;~ [II' 1l"'~ II 

4 

r-

1tv~ VV 11 
V 

~ o· ~ 
1/ ~-9 ~ 

~ ~ 

V ~ V 
II 

V 
I 

248 
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'.' lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

LF large signal power amplification 
Amplification BF grands signaux de puissance 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100% i\ to\. 
I '\ I 

75 

I '\ I 

50 

25 

o : '\ 
50 100 150 Teas.(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS L1MITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 
Collector-emitter voltage 
Tension colfecteur-emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 
Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 
Collector current 
Courant collecteur 
Base current 
Courant base 
Power dissipation 
Dissipation de puissance 
Storage and junction temperature 
Temperature de jonction et de stockage 

Junction·case thermal resistance 
Resistance thermique jonction boWer 

50, rue Jean·Pierre Timbaud· B.P.S 
F·92403 Courbevoie CAdex FRANCE 
T61 : III 78B-50-01 Telex: 610560 

R8E = 100" 

V8E=1,5V 

to 15 

T case 25°C 

max 

max 

249 

BOX 16 
PNP SI LICON TRANSISTOR, EPITAXIAL BASE 

TRANSISTOR SILICIUM PNP, BASE EPITAXIEE 

Campi. of 2N 3441 

VCEO -140 V 

IC -3A 

Ptot 25W 

Rth(j-c) 7 0 C/W max 

h21E (a,S A) 20 -80 

IT 0,8 MHz min 

Ca .. 

Boitier 
TO 66 ICB 72) 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VE80 

IC 
ICM 

18 

Ptot 

'i 
Tstg 

E 

-160 V 

-140 V 

-150 V 

-160 V 

-7 V 

3 
A 

-4 

-2 A 

25 W 

200 °c -65 +200 

Oecembre 1979 1/6 
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BDX16 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERIST/OUES STA T/OUES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de c1aquage collecteur-emetteur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-t!metteur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-emetteur 

Base-emitter voltage 
Tension base.emetteur 

Tease 25 oC 

T est conditions 
Conditions de mesure 

VCE = -140V 
VSE = 1,5 V 

VCE = -140 V 
VSE = 1,5V 
T ca,e = 150 oC 

-7V 
= 0 

VES = 
IC 

IC - -100mA 
IS = 0 

IC = -100mA 
lOOn RSE = 

IC = -100mA 
1,5V VSE = 

-4V 
= -0,5 A 

VCE = 

IC 

IC = -O,5A 
IS = -0,05 A 

VCE = -4V 
IC = -0,5 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals) 

CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES (pour petits signaux I 

Transition frequency 
Frequence de transition 

• Pulsed 
Impulsions 

2/6 

300 jJ.' 

VCE = -10V 
IC = -O,2A 
I = 1 MHz 

b .;; 2% 

250 

( Unless otherwise stated) 

( Sauf indications contraires ) 

min typ max 

-I 

ICEX rnA 

-5 

IESO -1 mA 

V(SR)CEO' -140 V 

V(SR)CER' -150 V 

V(SR)CEX' -160 V 

so 

VCE,at -1 V 

VSE -1.7 v 

IT 4 MHz 



IC 
(AI 7 

6 

5 

4 

3 

2 

101 

8 
7 
6 

5 

4 

3 

2 

100 
8 
7 
6 

5 

4 

3 

10-1 

8 
7 
6 

5 

4 

3 

2 

Iii , 

T case 25 0 C 

- DC operation 
Regime continu 

- ____ Single pulsed 
Mono impulsion 

- I I I I I 111/1 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

-

'0 

" ~, '.' ~_ ~~q; i:'T"" ~ , ... , " ~ :e..., 
~:- 1'.' "'~",, .... ..~ , 
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BOX 16 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

IC 
(A) 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de /a tension 
coJ/ecteur-emetteur 

I-" -l-- 50 rnA ...... -
L-~ ~ - r-TJ. - I-

40 rnA 

V--I--I-" I i--

V- I--I- ;JO rnA --
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I-" 20 rnA I--

',.- I 

'!'" 1° "1A 

I 
Ie - 5 rnA __ I--I--

I I 
o 
o 2 3 

1 

4 VCE (V) 

VCE 
(V) 

150 

148 

146 

144 

142 

140 

4/6 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE·EMITTER RESISTANCE (minimum value) 
Tension co/Jecteur-emetteur en fonction de la 
resistance base-emerteur (valeur minimum) 

tease = 25°C 

[\ 

1\ 

" 

252 

IC 
(rnA ) 

160 

120 

80 

40 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOL TAGE 
Courant coJ/ecreuf en fonction de la tension 
coJlecteur-emetteur 

/ VA'/ V 1/ J 

J Vj ~I// J 
~ VJ ... · ... ~«'~~V / 
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120 

100 
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40 
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o 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

1 

V CE =-4V 

,~ ... '); t-

~ 
t'-. 

I-r--.I\ 
~,.<ooC 
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\ 
~ 
'~ 

10-32 • 6~0-2 2 • 6~0-1 2 4 IC (A) 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

IS 
(mAl 

8 
6 

SASE CURRENT VERSUS SASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base-
emetteur 

VCE 4V 

D 

/ 
I( 

/IJ 0 00~ 

I( ~IJ ~ 
~u 

I 

I 
/ I 

0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-emetteur en 

V CEsat fonerion du courant collecteur 

(VI ~=10 
IS 

4 

3 

2 

,p 
if.; 

J It 

tease 
= 125°C ~ !~ 

4 6 ~0-1 2 4 6 ~OO 2 4 6 IC (AI 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS SASE­
EMITTER VOLTAGE 

BOX 16 

Courant collecteur en fonerion de la tension 
base-emetteur 

0,8 1,2 1,6 VBE (VI 

SASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emerteur en 

V BEsat fonerion du courant collecteur 

(VI 
.!£.=10 
IS 

2,4 

2 

1,6 

- r---I 
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~ ...- ']..'[)oC 
~, I 

rr 
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0,4 

4 6~0-1 2 4 6~OO 2 4 6 1C (AI 
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BOX 16 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

6/6 

C22b 
IpF) 

8 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLT AGE 
Capacite de sortie en fonction de /a 
tension co/lecteur-base 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frequence de transition en foncrion du 
courant co/leeteu' 

tease = 25°C 

I, 
(MHz ) VCE=-10V 

I = 1 MHz 

"'-
~ 

4 

1=1 MHz-

.......... 

3 --- ......... 2,5 

i"-.... r-.... 2 

1,5 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facreur de reduction de la resIstance rhermique en 

K regime d';mpulsions . 

- b~~ -. I():>~ / I -
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I,~~ I 

'- ill I - 1>0/ 
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'0 T 

g 

/ Zth = K Rth 

1U 111 
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f.~ THOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

LF large signal power amplification 
AlJlplification BF grands signaux de puissance 

High current switching 
Commutation fon courant 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100 
~ 

5 I I\. 
I " I 

0 
I ." I 

5 

2 5 

0 i '" 50 100 150 Teas.(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEU RS L1MI TES ABSOLUES D'UTI L1SATI ON 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 
Collector-emitter voltage 

RBE = 100 n Tension collecteur-emetteur 
Collector-emitter voltage 

VBE =+1,5V Tension collecteur-emetteur 
Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 
Collector current 
Courant collecteur 
Base current 

1----Courant base 
Power dissipation 

Tease 25°C Dissipation de puissance 
Storage and junction temperature max 
Temperature de jonction et de stockage 

Junction-case thermal resistance 
Temperature therm;que jonction boitier max 

50. rue Jean-Pierre Timbaud - 8.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel ,111788-50-01 Telex, 610560 

BCX1B-BCX1BN 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 

IB 

Ptot 

tj 
Tstg 

Rth(j-cl 

255 

PNP SILICON TRANSISTORS, EPITAXIAL BASE 

TRANSISTORS PNP SILICIUM, BASE €PITAXI€E 

Campi. of 2N 3055 

VCEO -60V 

IC -15A 

Ptot 117 W 

Rth(j-c) 1,5 0 C/W max 

h21E (4 A) 20 - 70 

IT 4MHz min 

Case 

Boitier 
TO J (CB 19) 

~ 
BOX 18 

-100 

-60 

-70 

-90 

-7 

-15 

-7 

117 

200 
- 65 +200 

B 

BOX 18 N 

-70 V 

-60 V 

-65 V 

-70 V 

-7 V 

-15 A 

-7 A 

117 W 

200 °c -65 +200 

Dfkembre 1979 117 

f. ~ THOMSON-CSF 
• ©@IiJiJII'@W\m~ 



BOX 18. BOX 18 N 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OVES STA T/OVES 
----------- ~----~-r_~---~ 

-------

Collector-emitter cut-off current 
Courant r~$iduel co/lecteur-~metteur 

--~---~--.--.-

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de clequage collecteur-emetteur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emetteur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de c/aquage collecteur-emetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur st8tique du rapport de rransfert 
direct du courant 

--

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-dmetteur 

Base-emitter voltage 
Tension base-emetteur 

* Pulsed 
ImpulSions 

2/7 

b ,,; 2 % 

Test conditions 
Conditions de mesure 

-.~ 

VCE =-90V 
VBE = +1,5 V 

VCE = -60V 
VBE =+1,5V 

tease = 150°C 

VCE =-70V 

VBE = +1,5 V 

VCE = -60 V 
VBE = + 1,5 V 

tease = 150°C 

V EB =-7V 

IC =0 

IC = 200 rnA 

IB =0 

IC = 200 rnA 

IB =0 

IC = -200 rnA 

RBE = lOOn 

IC = -200 rnA 

RBE = lOOn 

IC = -100 rnA 

V BE =+1,5V 

IC = -100 rnA 

VBE = +1,5 V 

VCE = -4 V 

IC = -4A 

IC = -4A 

IB = -0,4 A 

VCE = -4 V 

IC = -4A 

256 

BDX18 

BDX18 

ICEX 

BDX 18 N 

BDX 18 N 

lEBO 

BDX 18 

VCEO(sus) * 

BDX 18 N 

BDX18 

VCER(sus) * 

BDX 18 N 

BDX 18 

VCEX(sus)* 

BDX 18 N 

h21E * 

VCEsat* 

VBE* 

(Unless otherwise stated) 
(Sau! indications contra ires) 

Min. Typ. Max. 

-5 rnA 

-:10 rnA 

-5 rnA 

-10 rnA 

-5 rnA 

-60 V 

-60 V 

-70 V 

-65 V 

-90 V 

-70 V 

20 70 

-1,1 V 

-1,8 V 



BOX 18, BOX 18 N 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) t 250C (Unless otherwise stated) 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES (pour petits. signaux) case = (Sauf indlcarlOnscontrairesJ 

------~----. .---~-~---~ ----- ,-------~-----,----

Test conditions 
Conditions de mesure 

Min. Typ. Max. 

--------------;I-----~ -I----------t----j-------~---- ---

Transition frequency 
Fr~uence de tr.nsition 

VCE =-10V 

IC. = -1 A 

f = 1 MHz 

4 MHz 

---.--~----~~-------'---------'------'-------'--------'----

317 

257 



BDX 18 - BDX 18 N 

Ie 
(A) 
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I 

T case 25 0 C 

DC operation 
Regime continu 
Pulsed operation ----
Regime impu/sionnel 

I i 

100 4 5 6 7 8 101 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

30,us , , '.so 
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!\.. 1'1 
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i"-. \ 
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i\ 
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4 5 6 7 

VCE (V) 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

-IC 
(AI 

8 

6 

4 

2 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de Ia tension 
collecteuNJmetteur 

~ 
V 500 rnA 

~ 400 rnA 

f- ,.... 300 mA 

I r 200mA f---

r IB lOOmA_ 

/ 
o 

o 2 

'ease i 250C 

3 

-Vce 
(V) 

70 

65 

60 

55 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE·EMITTER RESISTANCE 
Tension collecreur-#lmetteuf en fonction de /a 
resistance base-emetteur 

I I\'~I Tease 25 DC 

~ 

kDJllJ \~ 
"'- \ 

\:\ 
\' 

,~~ 

1Oci' 5101 2 510t 51032 51042 RBe(n) 

259 

160 

BOX 18, BOX 18 N 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de fa tension 
collecteur~l!metteur . 

40 r-/-'---+--+-...,.'-':; 

150 

100 

50 

20 40 60 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transferr direct du 
courant en fonct;on du coursnt collecteur· 
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V~E='JJ 

-f" I 

~J~oc \ 
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" ~,. 

,r 

~ \ 
\\ 
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BOX 18, BOX 18 N 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES TYPIOUES 

4 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de /8 tension base­
emetteur 

-VCE 4V 

'" 18v-/ 

;y #'-
7 /.~# 
/ 

1/ 
f 

r---
I---

r---

o 0,5 1,5 2 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-emetteur en 
fonction du courant col/ecteur 

-VeE sat 
(V) 

~=10 
B 

3 

2 

/ 

~~o " ~ t~1 ?IT 

6/7 

260 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant coflecteur en foncrion de la tension 
base-emerteur 

. -VC .-4 V--;f.iv./ ...-

2 

6 

4 

3 

2 

o 

.... c.~e ~\ Wi~V 
,'{f1' 

j 

I 

o 0,5 1,5 2 2,5 3 -VBE(V) 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-eme.rteur en 
fonct;on du courant co/leeteu, 

-f-= 10 
B 

~ 
) 

tease:::: 25°C -
~-rilr 

4 68 
10-1 

-" V 
-"" 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

C22b 
ipFI 

6 

4 

au rpUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacite de sortie en (anclian de la 
tension collecteur-base 

tease = isob 

~r--

"" 
6 810

' 

f = 1 MHz 

"" I'-. 
6 8 

-VCBiVI 
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BOX 18, BOX 18 N 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de reduction de la resistance rhermique en 
regime d'impulsions 

I- t -~-

1/ ~~ -" 

-
1 vi/' t-

~~ V L~ 

~ j.-J.; V Y 
/.,0 ." pj.. f'- -~~~O 

V ~'). V -
II 1I " =~ T 

t- -t- -"-
Zth=K Rth 

/ *l 10-1 

10-5 2 ~O-42 ~O-32 fO- 22 
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,.~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

L F large siganl power ampl ification 
Amplification SF grands signaux de puissance 

High currrent fast switching 
Commutation rap ide fort courant 

Dissipation and IS/B derating 
Variatian de dissipation et de I SIB 

100% 

:'\ 
75 

I [, 

I !o 
I 1'0 ..... 
I 50 
: ,\r-
I 

25 

"\ I 
I 

0 
50 100 150 TeaselOC) 

ABSOLUTE RATINGS ILiMITING VALUES) 
VALEUHS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension colfecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension colfecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur·base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Storage and junction temperature 
Temperature de jonction et de stock age 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction-boitier 

50. rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel: (1) 78~50-01 Telex :610560 

VBE=1,5V 

Tcase 25°C 

max 

max 

263 

BOX 20 
PNP SILICON TRANSISTOR, EPITAXIAL BASE 

TRANSISTOR PNP SILICIUM, BASE EPITAXIEE 

VCEO 

IC 

Ptot 

Rthlj-c) 

h21E I 3 A) 

fT 

Case 

Beitier 
TO 3 (CB 191 

VC80 

VCEO 

VCEX 

VE80 

IC 

18 

Ptet 

tj 

Campi. of 2 N 3442 

-140 V 

-10 A 

117 W 

1,5 0 C/W max 

20 -70 

0,8 MHz min 

-160 V 

-140 V 

-160 V 

-7 V 

-10 A 

-7 A 

117 W 

200 
Tstg - 65 +200 °c 

Oecembre 1979 116 



BOX 20 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACT£RISTIOUES STA TlOUES 

Collector-base cut-off current 
Courant residuel coflecteur-base 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel coflecteur~metteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage coflecteur~metteur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage coflecteur~metteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation coflecteur~metteur 

Sase-emitter voltage 
Tension basHmetteur 

Tea .. 25 oc 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCS = -140V 
IE = 0 

VCE = -140V 
VSE = 1,5V 

VCE = -140V 
VSE = 1,5V 
Tcase= 1500C 

VES = -7V 
IC = 0 

IC = -200mA 
IS = 0 

IC = -100mA 
VSE = +I,5V 

VCE = -4V 
IC = -3A 

VCE = -4V 
IC = -IDA 

IC = -3A 
IS = -O,3A 

IC = -IDA 
IS = -2A 

VCE = -4V 
IC = -3A 

VCE = -4V 
IC = -IDA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals I 

CARACT£RISTIOUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Frequence de transition 

• Pulsed 
Impulsions 

216 

tp 300 /1S 

VCE= -10V 
IC -1 A 
f 1 MHz 

~ .. 2% 

264 

ICSO 

ICEX 

IESO 

VCEOsus 
. 

VCEXsus * 

h21E* 

VCEsat * 

VSE" 

( Unless otherwise stated) 

( Sauf indications contraires ) 

min typ max 

-1 mA 

-1 

mA 

-10 

-5 mA 

-140 V 

-160 V 

20 70 

10 

-1 

V 

-5 

-1,7 

V 

-5,7 
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T case 25 0 e 
De operation 
Regime continu 

____ Single pulsed 

Mono impulsion 

I 

100 4 5 6 7 8 101 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 
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BDX20 

4 5 6 7 

VeE (V) 
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BOX 20 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

4/6 

- IC 
IA) 

8 

6 

4 

2 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collflcteur en fonction de IB tension 
co'lecteur-I!metteur 

~ i-""" ...... .,;:.-
);-

--
/ ~ - t-.-

1/' 0 1&1>--~ Il ,/" -V --~ ~ tit" , 

.22f-~ --~ --

L ,/' 0.1 A 

f; -- 0,05 A -r 

~ -
--.-
...... 

---

180 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de fa tension 
colleCtBuNHTletteur 

140 hr-v--I7-~·~'-+-¥--+--F+----l 

o 
o 2 4 6 o 50 100 

4 

8 

6 

4 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR·BASE VOLTAGE 
Capaciti! de sortie en fonction de Ia 
tension co/lecreur-base 

tca~= ~5°7 

I'., 
f =1 MHz-

~" 
"" '-

2 4 4 

266 



BOX 20 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 

BASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 

Tension de $SPuration collecteur-lNnetteur en 
fonction du courant co/leereur 

Tension de saturation base-emerteur en 
fonction du courant collecteur 

V CEsa' 
(V) 

1,5 

0,5 

o 

150 

100 

50 

0° 
::::! 

" 

_VSEsat 
(V) 

1,5 

"},.f:PC ,..". -~ ........ ~ I- 0° 
~ Ie 

II 
~"'Oc. ",\ ..- 'oa'j' I 

0,5 

~~/r 
o 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Villeur 'tlItique du fllPport de transfert direct du 
courant lin fonction du courant collecteur 

/- '-s. 
/ ~ ~~ ".. -, ;$''b 

Y ,~ 
~o 
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Vi J4~ 
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4 6 I 11\) - c 
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I) 
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BDX20 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de 18 tension base· 
t§metteur 

BASE-EMITTER VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Tension base emetteur en fonttion du 
courant cotlecteur 

_IB 

IrnA 1- V CE 4V 
A' V 

_VSE 0 

IVI 
I 1.1 ,j 

6/6 

4 

10' 
B 

4 

I' 

II 
~ 

0,5 

I~ )--
vCE~-4V 

I /~ ,\"v~ 

~V~ ... c.~ -...,,"04' 
2 

1,5 

I---

I--- "'oc 

0,5 

1---, castr-t::: 
-~ )-

1,5 

K 

10-2 

~ r--~''l-'''OC ,cas. ~ 

I---I---r-I I o 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de reduction de /a resistance thermique en 
regime d'impu/sions 

-*+a l", 
:;;,:: 

..... iA 
_C __ 1o,3 f- --- ,""-..... 

~r 
f.-' -- t-" 

b~ V 
~O 

",0 

" 1-
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I 

_ 1p 
0 

T 

1-- Zth =K Ath 

1U 
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~ lMOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

SUPERSWITCH 

ADVANCE INFORMATION 

General purpose darlingtons designed for power 
amplifier and switching application. 

Darlingtons a usage general adaptes pour I'am­
plification de puissance et la commutation. 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES DVTILISATION 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
VBE --1.5 V Tension col/ecfeur-9metteur 

Emitter-base voltage 
Tension ametteur-base 

Collector current 
Courant col/flcteur 

Base current 
Courant de base 

Power dissipation 
Tease - 25 0 C Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonctian 

Junction-case thermal resistance 
Resistance therm;que jonction-boitier 

SO. rue Jean·Pierre Timbaud . B.P. 5 
F . 92403 Courbavoie Cedex FRANCE 
Tel. : (1) 788·SO·01 Telex: 610560 F 

VCEO 

VCEV 

VEBO 

IC 

IB 

Ptot 

Tj 

BDX33 

45 

45 

269 

BOX 33, A, B, C, 0 

VCEO 

IC 

NPN SILICON DARLINGTONS 
DARLING TONS NPN SILICIUM 

Camp. of BDX 34, A, B, C, D 

45 V 
BOV 
BOV 

100 V 
120 V 

10 A 

BDX33 
BDX33A 
BDX33B 
BDX33C 
BDX33D 

Ptot 70 W 

Ca .. 
Boitier 

Collector is connec1ed to case 
La collecteur est rslie au boitier 

Tcase = 250C 
(Unl .... otherwise stated) 
(Sauf indication contraire) 

BDX33A BDX33B 

60 80 

60 80 

5 

10 

0.25 

70 

-65. + 150 

1.78 

BDX33C BDX33D 

100 

100 

120 V 

120 V 

V 

A 

A 

W 

oC 
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BOX 33 - BOX 33 A - BOX 33 B - BOX 33 C - BOX 330 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTtRISTlaUES STA TlaUES Tease 25·C 

Test conditions Conditions de mesure 

Vce -20V 
IB =0 

Vce =20 V BOX 33 

IB =0 
Tease = 100·C 

Vce =30 V 
IB =0 

Vce =30V BOX 33 A 
IB =0 
Tease =100 ·C 

Vce -40V 
IB =0 

Collector·emitter cut-off current 
Vce =40V Iceo BOX 33 B Courant residuel collecteur-emetteur 
IB =0 
Tease =100 ·C 

Vce -50 V 
IB =0 

Vce =50 V BOX 33 C 

IB =0 
Tease = 100 ·C 

Vce =60 V 
IB =0 

Vce =60 V BOX 330 
IB =0 
Tease =100 ·C 

VCB -45 V 
Ie =0 

VCB =45 V BOX 33 

Ie =0 
Tease =100 ·C 

VCB =60 V 
Ie =0 

VCB -60 V BOX 33 A 
Ie =0 
Tease =100 ·C 

VCB -80 V 
IE =0 

Collector-base cut-off current 
VCB =80 V ICBO BOX 33 B Courant residuel collecteur-base 
Ie =0 
Tease = 100 ·C 

VCB =100 V 
Ie =0 

VCB =100 V BOX 33 C 

Ie =0 
Tease =100 ·C 

VCB =120 V 
Ie =0 

VCB =120 V BOX 330 
Ie =0 
Tease = 100·C 

2/5 
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(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

min typ max 

0,5 

10 

0,5 

10 

0,5 

mA 
10 

0,5 

10 

0,5 

10 

1 

5 

1 

5 

1 

mA 
5 

1 

5 

1 

5 



BOX 33 - BOX 33 A - BOX 33 B - BOX 33 C - BOX 33 0 

STATIC CHARACTERISTICS (following) 

CARACTERISTIaUES STA TlaUES (suite I 
Tease 25 OC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Emitter-base cut-off current VEB = 5V 
lEBO Courant residuel emetteur-base IC = 0 

Collector-emitter breakdown voltage 
" Ten.sion de claquage collecteur-emet- IC = 0,1 A VCEOsus 

IB = 0 
teut 

Collector-emitter breakdown voltage IC = 0,1 A 
" Tension de c/aquage collecteur-emet- VCERsus 

RBE = lOOn 
teur 

Collector-emitter breakdown voltage VBE =_1,5V 
VCEXsus " Tension de claquage collecteur-emet- IC 0,1 A = 

teur 

VCE = 3V 

Static forward current transfer ratio IC = 4A 

Valeur statique du rapport de trans- h21E" 
fert direct du courant VCE = 3V 

IC = 3A 

VCE = 3V 
IC = 4A 

Base-emitter voltage 
VBE" Tension base-emetteur VCE = 3V 

IC = 3A 

IC = 4A 

IB = 0,008 A 
Collector-emitter saturation voltage 

VCEsat " Tension de sawration collecteur-emet- IC = 3A 
teur IB = 0,006 A 

DC forward voltage 
IF = 8A VF Tension directe 

" Pulsed 
Impulsions tp 300 !J.s I) .;; 1,8% 
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( Unless otherwise stated) 

( Sauf indications contraires I 

min typ max 

All types 
10 mA Tous types 

BOX 33 45 

BOX 33A 60 
V 

BOX 33 B 80 

BDX 33 C 100 

BDX 33 D 120 

BOX 33 45 

BDX33A 60 
V 

BOX 33 B 80 

BDX 33 C 100 
BDX 33 D 120 

BOX 33 45 
BDX 33 A 60 
BDX 33 B 80 V 

BDX 33 C 100 
BDX 33 D 120 

BOX 33 
BDX 33 A 

750 

BDX 33 B 
BDX 33 C 750 
BDX 33 D 
BDX 33 

2,5 
BDX 33 A 
BOX 33 B V 

BDX 33 C 2,5 
BDX 33 D 

BDX 33 
BDX 33 A 

2,5 

BOX 33 B V 

BDX 33 C 2,5 

BOX 33 D 

All types 
4 V 

Toustypes 

3/5 



BOX 33 - BOX 33 A _ BOX 33 B - BOX 33 C - BOX 330 

STATIC CHARACTERISTICS (following) 

CARACT£RISTIOUES STA TIOUES (suite J 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 25 V 

Second brekdown collector current tp = 0,5 s 

Courant collecteur de second claquage VCE = 36 V 
tp = 0,5 s 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals) 

CARACT£RISTIOUES DYNAMIOUES (pour petits signaux J 

Forward current transfer ratio 
Rapport de trans/ert direct du courant 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACT£RISTIOUES THERMIOUES 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique ( jonction-boitier J 

4/5 

VCE 
IC 
f 

VCE 
IC 
f 

= 5V 
= IA 
= I kHz 

- 5V 
= lA 
= I MHz 
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ISIB 

h21e 

( Unless otherwise stated) 

( Sauf indications contraires J 

min typ max 

All types 
2,S 

Tous types 
A 

All types 
I 

Tous types 

Tease 25 OC 

All types 
Toustypes 

1000 

All types 
20 

Toustypes 



IC 
(A) 

7 
6 

5 

4 

3 

2 

101 

8 

5 

4 

3 

100 

8 
7 
6 

4 

10-1 

T case 25 0 C 

DC operation 

~ I I 
10-2 

100 

Regime continu 

II I II 
4 5 6 78 101 

BOX 33 - BOX33 A - BOX 33 B - BOX 33 C - BOX 33 0 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

" ~ 
I\.. 

\ 
~ 

1\ , 

1\ 

CO CO 
0 0 
X X 
w w 
w w 

» 

~l\ 
Xco 
wO 
WXCO 
COw 0 

w X 
n!:l 

0 

4 5 6 7 8 102 
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4 5 6 7 

VCE (V) 
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~- lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICDNDUCTEURS DISCRETS 

SUPERSWITCH 

ADVANCE INFORMATION 

General purpose darlingtons designed for power 
amplifier and switching application. 

Darlingtons a usage gimeral adaptes pour /'am­
plification de puissance et la commutation. 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VA LEURS LlM/TES ABSOLUES D'UTlLlSA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
VBE - - 1.5 V Tension collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension eme/teur-base 

Collector current 
Courant colJecteur 

Base current 
Courant de base 

Power dissipation 
Tease - 250C Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction-boitier 

SO, rue Jean-Pierre Timbaud· B.P. 5 
F . 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel.: (1l 788·50·01 Telex: 610560 F 

VCEO 

VCEV 

VEBO 

IC 

IB 

Ptot 

Ti 

BDX34 

-45 

-45 

275 

BDX 34, A, B, C, D 

VCEO 

IC 

PNP SILICON DARLINGTONS 
DARLINGTONS PNP SILICIUM 

Comp. of BDX 33, A, B, C, D 

- 45 V 
- 60 V 
- 80 V 
-100 V 
-120 V 

-10 A 

BDX34 
BDX34A 
BDX34B 
BDX34C 
BDX34D 

Ptot 70 W 

Case 
Boilier ~u:""* , 
Collector is connected to case 
Le collecteur est relie au boitier 

Teaaa = 250<: 
(Unless otherwlaa stated) 
(Sauf indication contrairej 

BDX34A BDX34B 

-60 -80 

-60 -80 

-5 

-10 

-0.25 

70 

-65.+150 

1.78 

BDX34C BDX34D 

-100 - 120 V 

- 100 - 120 V 

V 

A 

A 

W 

oC 
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BDX34 - BDX34A - BDX34 B - BDX34C - BDX34 D 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTlaVES STA TlaVES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant-residuel collecteur-emetteur 

Collector-base cut-off current 
Courant residuel collecteur-base 

2/5 

Tease 25°C 

Test conditions Conditions de mesure 

VCE =-20 V 
'B =0 

VCE =-20 V BOX 34 

'B =0 
Tease = 100°C 

VCE =-30 V 
'B =0 

VCE =-30 V BOX 34 A 

'B =0 
Tease = 100°C 

VCE =-40 V 

'B =0 

VCE =-40 V ICEO BOX 34 B 

'B =0 
Tease = 100°C 

VCE =-50V 
'B =0 

VCE =-50 V BOX 34 C 

'B =0 
Tease = 100°C 

VCE = -60 V 
'B =0 

VCE = -60 V BOX 34 0 

'B =0 
T case = 100°C 

VCB - -45 V 
'E =0 

VCB =-45 V BOX 34 

'E =0 
T case = 100°C 

VCB =-60 V 
'E =0 

VCB = -60 V BOX 34 A 

'E =0 
T case = 100°C 

VCB = -8.0 V 
'E =0 

VCB = -80 V ICBO BOX 34 B 

'E =0 
T case = 100°C 

VCB = -100 V 
'E =0 

VCB - -100 V BOX 34 C 

'E =0 
Tease = 100°C 

VCB = -120 V 
'E =0 

VCB =-120 V BOX 340 

'E =0 
Tease = 100°C 

276 

(U nless otherwise stated I 
(Sauf indications contraires) 

min typ max 

-0,5 

-10 

-0,5 

-10 

-0,5 

rnA 
-10 

-0,5 

-
-10 

-0,5 

-10 

-1 

-5 

.-
-1 

-5 

-1 

rnA 
-5 

-1 

-5 

-1 

-5 



BOX 34 - BOX34A - BOX 34 B - BOX34 C - BOX34 0 

STATIC CHARACTERISTICS (following) 

CARACrt=RISTIaUES STA TlaUES (suite) 
Tease 25 oC 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur.emetteur 

Collector-emitter 'Voltage 
Tension collecteur..emetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de trans­
fert direct du courant 

Base-emitter \toltage 

Tension base.emetteur 

Collector-emitter saturation \toltage 
Tension de saturation collecteur­
emetteur 

DC forward voltage 
Tension directe 

• Pulsed 
Impulsions 300 IlS 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VEB = - 5 V 

IC = ° 

IC = -0,1 A 

° lB. = 

IC = - 0,1 A 

RBE= 100n 

VBE= 1,5V 
IC =-0,1A 

VCE= -3V 
IC = - 4 A 

VCE= -3V 
IC = - 3 A 

VCE = - 3 V 
IC = - 4 A 

VCE = - 3 V 
IC = - 3 A 

IC = - 4 A 
IB = - 0,008 A 

IC = - 3A 
IB = -0,006A 

IF = 8A 

5 .;; 1,8% 

lEBO 

VCEOsus' 

VCERsus' 

VCEXsus' 

VCEsat' 
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( Unless otherwise stated) 

( Sauf indications contraires ) 

min typ max 

All types 
Tous types 

BDX 34 

BDX 34 A 

BDX 34 B 

BDX 34 C 

BDX 34 D 

-45 

-60 

-80 

-100 

-120 

BDX 34 -45 

BDX 34 A -60 

BDX 34 B -80 

BDX34C -100 

BDX 34 D -120 

BDX 34 -45 

BDX 34 A -60 

BDX 34 B -80 

BDX 34 C -100 

BDX34 D -120 

BDX 34 

BDX 34 A 

BDX 34 B 

BDX 34 C 

BDX 34 D 

BDX 34 

BDX 34 A 

BDX 34 B 

BDX 34 C 

BDX 34 D 

BDX 34 

BDX 34 A 

BDX 348 

BDX 34 C 

BDX 34 D 

All types 
Tous types 

750 

750 

-10 

-2,5 

-2,5 

-2,5 

-2,5 

4 

rnA 

V 

V 

V 

V 

V 

V 

3/5 



BDX34 - BDX34 A - BDX34 B - BDX34 C - BDX34 D. 

STATIC CHARACTERISTICS (following' 

CARACTlRISTIOUES STA TlOUES (suite) 

Test conditions 
Conditions de mfISUffI 

VCE = -20V 
Second breakdown collector current to = O,5s 
Courant collticteur de second claquagtJ 

VCE = -33V 

to = O,5s 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for lmall litnals , 

CARACT£RISTIOUES DYNAMIOUES ( pour petits signaux) 

VCE = 
IC = 

Farward current transfer ratio f = 
Rapport de transfBrt direct du 
courant VCE = 

ic 
f 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTlRISTlOUES THERMIOUES 

Junction..,.se thermal resistance 
Rlsistance thermique (jonction-boitler.) 

4/5 

= 
= 

-5V 
-IA 
1 kHz 

-5V 
-IA 
1 MHz 

278 

ISIB 

h21e 

All typas 
Toustypt16 

All types 
TOUBtyplIS 

All typas 
ToustypllS 

All typal 

TOUBtyplIS 

( Unless otherwise stated I 

( Sauf Indications contrai_ ) 

min typ max 

-3,5 
A 

-1 

1000 

20 

OCIW 



I 
f 

Ie 
(A) 

7 
6 

5 

4 

3 

2 

101 

8 
7 
6 

5 

4 

3 

2 

8 

6 

5 

4 

3 

10-1 

7 
6 

10-2 
100 

T case 25 0 e 

De operation 
Regime continu 

I I I I I II 
4 5 6 78 101 

BDX34 - BDX34A - BDX34 B - BDX34C - BDX34 D 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

'" " 
1\ 
\ 

1\ 

co_ co 
o 0 x_ x 

'" '" ... ... 
:l> 

co 
~I\ 
"'co 
"'0 COx 

'" ... 

4 5 6 7 8 102 
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co 
0 x 
'" ... 
0 

4 5 6 7 

VeE (V) 
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DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

SUPERSWITCH 

ADVANCE INFORMATION 

General purpose darlingtons designed for power 
amplifier and switching application. 

Darlingtons a usage general adaptes pour /'am­
plification de puissance et la commutation. . 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITiNG VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTiLISA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
VSE - - 1.5 V Tension coliecteur-emeHeur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant de base 

Power dissipation 
T case - 250C Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction-ambient thermal resistance 
Res/stance therm;que jonction~ambiante 

Junction~case thermal resistance 
Resistance thermique jonction~boitier 

50. rue Jean·Pierre Timbaud . B.P. 5 
F . 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. : til 788·50·01 Telex: 610560 F 

VCEO 

VCEV 

VESO 

IC(RMSl 

ICM 

IS 

Ptot 

Tj 

RthO·a) 

RthO'C) 

BOX 53 

45 

45 

281 

BDX 53, A, B, C, D 

VCEO 

NPN SILICON DARLINGTONS 
DARLING TONS NPN SILICIUM 

Comp. of BOX 54, A, B, C, 0 

45 V 
60V 
80 V 

100 V 
120 V 

8A 

BOX !>l 
BOX53A 
BOX53B 
BOX53C 
BOX530 

Ptot 60 W 

Case 
BoWer 

Collector is connected to case 
La col/ecteuf est relie au boWer 

Tease = 2S OC 
(Unle .. olherwlse alaled) 
(Sauf indication contrairej 

BOX53A BOX 53 B 

60 80 

60 80 

5 

8 
12 

0.2 

60 

-55. +150 

70 

2.08 

BOX53C BOX 53 0 

100 120 V 

100 120 V 

V 

A 

A 

W 

oC 

oC/W 
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BOX 53 - BOX 53 A - BOX 53 B - BOX 53 C - BOX 530 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/DUES STATIDUES 

, 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Collector-base cut-off current 
Courant residuel collecteur-base 

Emitter-base cut off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturationcollecteur-
emetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-emetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de 
transfert direct du courant 

Parallel-diode forward voltage 
Tension directe de la diode en 
paral/,Ne 

• Pulsed 
Impulsions 

2/3 

300 /ls 

Tease 25°C 

Test conditions Conditions de mesure 

VCE =22 V 
IB =0 

BOX 53 

VCE =30 V 
BOX 53 A 

IB =0 

VCE =40 V 
ICED BOX 53 B 

IB =0 

VCE =50 V 
BOX 53 C 

IB =0 

VCE =60 V 
BOX 530 

IB =0 

VCB -45 V 
BOX 53 

IE =0 

VCB =60 V 
IE =0 

BOX 53 A 

VCB =80V 
ICBO IE =0 

BOX 53 B 

VCB =100 V 
BOX 53 C 

IE =0 

VCB =120 V 
BOX 530 

IE =0 

VEB =5 V 
lEBO 

All types 

IB =0 Taus types 

BOX 53 

IC =100 mA 
BOX 53 A 

VCEOsus' IB =0 
BOX 53 B 

BOX 53 C 
BOX 530 

IC =3 A All types 
VCEsat' 

IB =12 A Taus types 

IC =3 A 
VBEsat' 

All types 
IB =12 mA Tous types 

IC =3 A All types 
h21E' 

VCE =3 V Taus types 

All types 
IF =3 A VF 

Taus types 

282 

(Unless otherwise stated) 
(Sau'indications contraires) 

min typ max 

500 

500 

500 J.LA 

500 

500 

200 

200 

200 J.LA 

200 

200 

45 
60 
80 V 

100 
120 

2 V 

2,5 V 

750 

1,8 V 



THERMAL CHARACTERISTICS 

CARAC"T£RISTIOUES THERMIOUES 

Junction-case thermal resistance 
Rtlsistance thsrmiqufJ ( jonction.boititlf' J 

Junction-ambient thermal resistance 
Rlsistance thermique ( jonction-am-
mante 

BDX53 - BDX53A - BDX53 B - BDX53C - BDX53 D 

Tca .. 250C 

'Test conditions 
Conditions de mesure 

Rth(j-c) 

Rth(j-amb) 

283 

( Unless otherwise stated ) 

( Sauf indications contraires J 

min tvP mu 

All types 
2,08 oCIW 

Toustypes 

All types 
Toustypes 

70 OC/W 
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~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

SUPERSWITCH 

ADVANCE INFORMATION 

General purpose darlingtons designed for power 
amplifier and switching application. 

Darlingtons a usage general adaptes pour /'am­
plification de puissance et la commutation. 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTILlSATION 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-base voltage 
Tension collecfeur-base 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant eolleeteur 

Base current 
Courant de base 

Power dissipation 
Tease - 25 0 C Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonetion 

Junctlon-ambient thermal resistance 
IMsIsIance /hsrmlque jonctlon-ambiante 

Junction-Cas. thermal resistance 
ResIstance /hsrmlque jonclion-bolliar 

50, rue Jean'Pierre Timbaud . B.P. 5 
F . 92403 Courbavoie Cedex FRANCE 
Tel. : (1) 788·50·01 Telex: 610560 F 

VCEO 

VCBO 

VEBO 

IC(RMS) 
ICM 

IB 

Ptot 

Tj 

RthO-a) 

RthO-e) 

BDX54 

-45 

-45 

285 

BDX 54, A, B, C, D 

VCEO 

IC 

PNP SILICON DARLINGTONS 
DARLINGTONS PNP SILICIUM 

Comp. of BDX 53, A, B, C, D 

- 45 V 
- 60 V 
- 80 V 
-100 V 
-120 V 

-8 A 

BDX54 
BDX54A 
BDX54B 
BDX54C 
BDX54D 

Ptot 60 W 

c ... 
Boilier 

Collector is connected to case 
La col/ecteur est rslie au boitier 

Tea ... 250<: 
(Unl ... oIherwl .. stated) 
(Saul indication cOntralre) 

BDX54A BDX54B 

-60 -80 

-60 -80 

-5 

-8 
-12 

-0.2 

60 

-55. +150 

70 

2,08 

BDX54C BDX54D 

-100 -120 V 

-100 -120 V 

V 

A 

A 

W 

oC 

OC/W 
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BOX 54 - BOX 54 A - BOX 54 B - BOX 54 C - BOX 540 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTlaUES STA TlaUES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteuf-emetteur 

Collector-base cut-off current 
Courant residuel collecteur-base 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-
emetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-emetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de 
transfert direct du courant 

Parallel-diode forward voltage 
Tension directe de la diode en 
parallele 

* Pulsed 
Impulsion tp = 300 fJ.S 6... 1,5 % 

2/3 

Tease 25°C 

Test conditions Conditions de mesure 

VCE =-22 V 
BOX 54 

IB =0 

VCE =-30V 
BOX 54 A 

IB =0 

VCE =-40 V 
ICED BOX 54 B 

IB =0 

VCE =-50V 
BOX 54 C 

IB =0 

VCE =-60V 
BOX 54 0 

IB =0 

VCB --45 V 
BOX 54 

IE =0 

VCB =-60V 
IE =0 

BOX 54 A 

VCB =-80V 
ICBO 

IE =0 
BOX 54 B 

VCB =-.100 V 
BOX 54 C 

IE =0 

VCB =-120 V 
BOX 540 

IE =0 

VEB --5 V 
lEBO 

All types 

IB =0 Tous types 

BOX 54 

IC = -100 mA 
BOX 54 A 

VCEOsus* IB =0 
BOX 54 B 

BOX 54 C 
BOX 540 

IC =-3 A All types 
VCEsat* 

IB =-12 A Tous types 

IC =-3 A 
VB Esat* 

All types 

IB = -12 mA Tous types 

IC =-3 A All types 
h21 E* 

VCE =-3 V Tous types 

All types 
IF =3 A VF 

Tous types 
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(Unless otherwise stated) 
(Sau'indications contrairesJ 

min typ max 

-500 

-500 

-500 ~A 

-500 

-500 

-200 

-200 

-200 ~A 

-200 

-200 

-2 mA 

-45 
-60 
-80 V 

-100 
-120 

-2 V 

-2,5 V 

750 

1,8 V 



THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACT£RISTIOUES THERMIOUES 

Junction-case thermal resistance 
R6sistance thermique(jonction-boitier) 

Junc1ion-ambient thermal resistance 
RtJsistance thermique (jonction-ambiante 

BDX54 - BDX54A - BDX54 B - BDX54C - BDX54 D 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Rth(j-c) 

Rth(j-amb) 

287 

( Unless otherwise stated ) 

( Sauf indications contraires ) 

min typ max 

All types 
2,08 °C/W Tous types 

All types 
70 OC/W Tous types 
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f.' DlOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

SUPERSWITCH 

ADVANCE INFORMATION 

General purpose darlingtons designed for power 
amplifier and switching application. 

Darlingtons a usage general adaptes pour I'am­
plification de puissance et la commutation. 

ABSOLUTE RATINGS (UMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES DVTILISATION 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension coJ/ecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant de base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de janatian 

Junction-case thermal resistance 
Resistance fhermique jonction-boitier 

50, rue Jean·Pierre Timbaud - B.P. 5 
F . 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel.: (1) 788·50·01 Telex: 610560 F 

VBE--1,5V 

Tease - 25 0 C 

VCEO 

VCEV 

VEBO 

IC(RMS) 
ICM 

IB 

Ptot 

Tj 

289 

BDX62 

-60 

-60 

BDX 62, A, B, C 

VCEO 

I(: 

Ptot 

PNP SILICON DARLINGTONS 
DARLING TONS PNP SILlCIUM 

Comp. of BDX 83, A, B, C 

- SOV BDX62 
- SOV BDX62 A 
-100 V BDX62B 
-120 V BDX82C 

-8 A 

90W 

g~:r TO-31eB·191 

Collector is connected to case 
Le col/ecleur est relie au boilie, 

Tea .. - 250C 
IUnl_ otherwl .. statedl 
(Saul indica/ion con/rairs) 

BDX62A BDX82B BDX62C 

-80 -100 

-80 -100 

-5 

-8 
-12 

-0,15 

90 

- 55, + 200 

1,94 

-120 V 

-120 V 

- V 

A 

A 

W 

oC 
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BDX62 - BDX62A - BDX62 B - BDX62 C 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES STATIQUES 

Collector-emitter breakdown voltage 

Tension de c/aquage collecteur-
emetteur 
See note 1 - Voir note 1 

Collector-base cut-off current 

Courant residuel collecteur-base 

Collector-emitter cut-off current 

Courant residue! collecteur-emetteur 

Emitter-base cut-off current 

Courant-residuel emetteur-base 

Collector-emitter saturation voltage 

Tension de saturation collecteur-
emetteur 

Base-emitter voltage 
Tension base-emetteur 

Static forward current transfer ratio 

Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Forward voltage (pulse method I 
Chute de tension directe 

• Pulsed 
Impulsions 300 /.IS 

Tease 25°C 

Test conditions Conditions de mesure 

IC 
BOX 62 

~-0,1 A 
BOX 62 A 

IS ~O 
BOX 62 B VCEOsus' 

L ~25 mH 
BOX 62 C 

VCBO ~-60 V 

VCBO ~-60V BOX 62 

Tease ~ 150°C 

VCBO ~-SOV 

VCBO ~-SO V BOX 62 A 

Tease ~ 150°C 

VCBO ~-100 V 
ICBO 

VCBO ~-100 V BOX 62 B 

Tease ~ 150°C 

VCBO ~-120 V 

VCBO ~ -120 V BOX 62 C 

T case ~150°C 

VCE ~-30 V BOX 62 

VCE ~-40V BOX 62 A 
ICEO 

VCE ~-50 V BOX 62 B 

VCE ~-60V BOX 62 C 

VEB 
All types 

lEBO ~-5V 
Tous types 

IC ~-3 A All types 

IB ~-12 mA Tous types VCEsat' 

VCE ~-3 V All types 
VBE' IC ~-3 A Tous types 

VCE ~-3 V 

IC ~-0,5 A 

VCE ~-3 V All types 

IC ~-3 A Tous types h21E' 

VCE ~-3 V 

IC ~-S A 

IF ~3 A 
All types 

VF Tous types 

0" 2% 

Note 1 Collector-emitter voltage limited et V CEe! = V rated by an auxiliary circuit 
Limitation de la tension V CEci ~ Vspecifie par systeme d'ecretage 

2/3 

290 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

min typ max 

-60 
-SO 
-100 V 

-120 

1-0,2 

-2 

1-0,2 

-2 

-0,2 
mA 

I--
-2 

~ 
-2 

-0,5 mA 

-5 mA 

-2 V 

-2,5 V 

1500 

1000 

750 

1,S V 



BOX 62 - BOX 62 A - BOX 62 B - BOX 62 C 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals) 
Tease 25 oC 

CARACTtRISTlOUES DYNAMIOUES ( pour petits signaux) 

Transition frequency 
FnJquence de transition 

Forward current transfer ratio 
cut off frequency 
FnJauence de cououre 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTtRISTlOUES THERMIOUES 

Junction to case thermal resistance 
Resistance thermique jonction boWer 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = -3V 
All types 

Ie = -3A 
f = 1 MHz Tous types 

VeE = 3 V All types 
Ie = 3A Tous types 

291 

iT 

fh21e 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

7 MHz 

60 kHz 

°C/W 
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'.~ lHOMSON-CSF 
OWISIOIi SEMlCOIiOUCTEURS DISCAETS 

SUPERSWITCH 

ADVANCE INFORMATION 

General purpose darlingtons designed for power 
amplifier and switching application. 

Darlingtons Ii usage general adaptes pour /'am­
plification de puissance et la commutation. 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTIL/SA TION 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emelteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emelteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant colleeteur 

Base current 
Courant de base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de janctian 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction-boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. : (1) 788·50-01 Telex: 610560 F 

VSE - -1,5 V 

Tease - 25 0 C 

VCEO 

VCEV 

VESO 

IC(RMS) 
ICM 

IS 

Ptot 

Tj 

293 

BDX63 

60 

60 

BOX 63, A, B, C 

NPN SILICON DARLINGTONS 
DARLINGTONS NPN SILICIUM 

Comp. of BDX 62, A, B, C 

VCEO 

SOV 
80 V 

100 V 
120 V 

BDX63 
BDX63A 
BDX63B 
BDX63C 

IC 8A 

Ptot 90 W 

~~~er TO-3 (CB-19) 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relis au boitier 

Tease = 25 0 C 
(Unless otherwise stated) 

(Sauf indication contraire) 

BDX63A BDX63B BDX63C 

80 100 120 V 

80 100 120 V 

5 V 

8 
A 12 

0,15 A 

90 W 

- 55, + 200 oC 

1,94 
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BOX 63 - BOX63A - BOX 63 B - BOX 63 C 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERlsnaUES STA naUES 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-
emetteur 

Collector-base cut-off current 
Courant residuel collecteur-base 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant-residuel emetteur-base 

Collector-emitter saturation voltage 

Tension de saturation collecteur-
emetteur 
Base-emitter voltage 
Tension base-emetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Forward voltage (pulse methodl 
Chute de tension directe 

" Pulsed 
Impulsions 

2/3 

tp 300 IlS 

Tease 25'C 

Test conditions Conditions de masure 

IC =0,1 A 
BOX 63 
BOX 63 A 

IB =0 BOX 63 B VCEOsus" 
L =25 mH 

BOX 63 C 

VCBO =60 V 

VCBO -60 V BOX 63 

Tease =l50'C 

VCBO =80 V 

VCBO =80 V BOX 63 A 

Tease = 150'C 

VCBO =100 V 
ICBO 

VCBO =100 V BOX 63 B 

Tease = 150'C 

VCBO =120 V 

VCBO =120 V BOX 63 C 

Tease =150'C 

VCE -30 V BOX 63 

VCE =40 V BOX 63 A 
ICEO 

VCE =50 V BOX 63 B 

VCE =60 V BOX 63 C 

VEB =5V 
All types 

lEBO Tous types 

IC =3A All types 

IB =12 rnA Tous types VCEsat" 

VCE -3 V All types 
VBE" IC =3 A Tous types 

VCE =3 V 
IC =0,5 A 

VCE =3 V All types 
IC =3A Taus types h21E" 

VCE =3V 
IC =8 A 

IF =3 A 
All types 

VF Tous types 

6 .. 2% 

294 

(Unless otherwise stated I 
(Sauf indications contrllires) 

min typ max 

60 
80 
100 V 

120 

0.2 
I--

2 

~ 
2 

0,2 
rnA 

r--
2 

0,2 -
2 

0,5 rnA 

5 rnA 

2 V 

2,5 V 

1500 

1000 

750 

1,8 V 



BDX63 - BDX63A - BDX63 B - BDX63C 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals) 
Tease 25 oC 

CARACTt=RISTIOUES DYNAMIOUES ( paur petits signaux) 

Transition frequency 
Frequence de transition 

Forward current trans er ratiO 

cut off frequency 
Fn}quence de caupure 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTtRISTIOUES THERMIOUES 

Junction to case thermal resistance 
Resistance thermique jonction boitier 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 3V All types 
IC = 3A Taus types 
f -1 MHz 

VCE = 3V All types 

IC = 3A Taus types 

295 

fT 

fh21e 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

7 MHz 

60 kHz 

oC/W 
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I.~ DfOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

SUPERSWITCH 

ADVANCE INFORMATION 

General purpose darlingtons designed for power 
amplifier and switching application. 

Darlingtons a usage general adaptes pour i'am­
plification de puissance et la commutation. 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlM/TES ABSOLVES D'UT/LiSA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteuNiJmetteuf 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecieur 

Base current 
Courant de base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction-boitier 

50. rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 
F . 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. : (I) 788·50·01 Telex: 610560 F 

VSE - - I ,5 V 

Tease - 25 DC 

VCEO 

VCEV 

VESO 

IC{RMS) 
ICM 

IS 

Ptot 

Ti 

297 

BDX64 

-60 

-60 

BDX 64, A, B, C 

VCEO 

IC 

Ptot 

PNP SILICON DARLINGTONS 
DARLINGTONS PNP SILICIUM 

Compo of BOX 65, A, B, C 

- 60 V BOX 64 
- 80 V BOX64A 
-100 V BDX64B 
-120 V BOX64C 

-12 A 

117 W 

g~m'er TO-3 (CB-19) 

Collector is connected to case 
Le collecteur est relie au boilier 

Tea •• = 250<: 
(Unless otherwise atated) 
(Sauf indication contra ire) 

BOX 64 A BOX 64 B BDX64C 

-80 - 100 

-80 -100 

-5 

-12 
-16 

-0,2 

117 

- 55, + 200 

1,5 

- 120 V 

- i20 V 

V 

A 

A 

W 

oC 
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BOX 64 - BOX64A - BOX64 B - BOX64 C 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTlaVES STA naVES Tease 25°C 

Test conditions Conditions de mesure 

Collector-emitter breakdown voltage 

Tension de c/aquage collecteur-
emetteur 
See note 1 - Voir note 1 

Collector-base cut-off current 

Courant residuel collecteur-base 

Collector-emitter cut-off current 

Courant residuel collecteur-emetteur 

Emitter-base cut-off current 

Courant-residuel emetteur-base 

Collector-emitter saturation voltage 

Tension de saturation collecteur-
emetteur 

Base-emitter voltage 

Tension base-emetteur 

Static forward current transfer ratio 

Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Forward voltage (pulse method I 
Chute de tension directe 

* Pulsed 
Impulsions 300 P' 

IC 
IB 
L 

VCBO 

VCBO 
Tease 

VCBO 

VCBO 
Tease 

VCBO 

VCBO 
T case 

VCBO 

VCBO 
T case 

VCE 

VCE 

VCE 

VCE 

VEB 

IC 

IB 

VCE 
IC 

VCE 
IC 

VCE 
IC 

VCE 
IC 

IF 

b .;;; 2 % 

BOX 64 
=-0,1 A 

BOX 64 A 
=0 80X 64 B VCEOsus* 
=25 mH 

BOX 64 C 

= -60 V 

=-60 V BOX 64 

= 150°C 

=-80V 

=-80V 80X64 A 

= 150°C 

- -100 V ICBO 

= -100 V BOX 64 B 

= 150°C 

= -120 V 

--120V BOX 64 C 

= 150°C 

=-30V BOX 64 

=-40V BOX64 A 
ICEO 

--50 V BOX 64 B 

=-60V BOX 64 C 

=-5 V 
All types 
Tous types lEBO 

=-5A All types 

=-20 mA Tous types 
VCEsat* 

=-3 V All types 
VBE* =-5 A Tous types 

--3 V 
=-1 A 

=-3 V All types 
=-5 A Taus types h21 E* 

=-3 V 
=-12 A 

=5A 
All types 

VF Tous types 

Note 1 Collectorwemitter voltage limited et VCEcJ = Vrated by an auxiliary circuit 
, Limitation de la tension V CEel = Vspeeifie par systeme d'eeriitage 

2/3 

298 

(Unless otherwise stated I 
(Sauf indications contraires) 

min typ max 

-60 
-80 
-100 V 

-120 

~ 
-3 

-0,4 
-

-3 

~ 
mA 

-3 

~ 
-3 

-1 mA 

-5 mA 

-2 V 

-2,5 V 

1500 

1000 

750 

1,8 V 



BDX64 - BDX64A - BDX64 B - BDX64C 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals' 
Tease 25 oC 

CARACTt:RISTlOUES DYNAM/OUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Frequence de transition 

Forward current transfer ratio 
cut off frequency 
Frequence de coupure 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTt:RISTlOUES THERM/OUES 

Junction to case thermal resistance 
Resistance thermique jonction boitier 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =-3V I All types 
IC = -5A 
f -I MHzj Taus types 

VCE = 3 V I All types 
IC = 5A Taus types 

299 

fT 

fh21e 

(Unless otherwise stated' 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

7 MHz 

60 KHz 

oCIW 
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'.~ DlOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

SUPERSWITCH 

ADVANCE INFORMATION 

General purpose darlingtons designed for power 
amplifier and switching application. 

Darlingtons Ii usage general adaptes pour /'am­
plification de puissance et la commutation. 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLVES D'UTiLISA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension col/ecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant de base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction-bo;tier 

50. rue Jean-Pierre Timbaud· B.P. 5 
F . 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel.: (II 788·50·01 Telex: 610560 F 

VBE - -1.5 V 

Tease - 25 0 C 

VCEO 

VCEV 

VEBO 

IC(RMSI 
ICM 

'B 

Plot 

Ti 

301 

BDX65 

60 

80 

BOX 65, A, B, C 

NPN SILICON DARLINGTONS 
DARLINGTONS NPN SILICIUM 

Camp. of BDX 64, A, B, C 

VCEO 

SOV 
80 V 

100 V 
120 V 

BDX65 
BDX65A 
BDX65B 
BDX65C 

IC 12 A 

Ptot 117 W 

~~~~r TO-3 (CB-19) 

Collector is connected to case 
Le col/ecteur est relie au boilier 

Tease = 25 0 C 
(Unl_ otherwl.e .tated) 
(Saul indication contraire) 

BDX65A BDX65B BDX65C 

80 100 120 V 

100 120 120 V 

5 V 

12 
A 16 

0.2 A 

117 w 

- 55. + 200 oC 

1.5 
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BOX 65 - BOX 65 A - BOX 65 B - BOX 65 C 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIDUES STATIDUES 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de c/aquage col/ecteur-
emetteur 

Collector-base cut-off current 
Courant residue! collecteur-base 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel cOl/ecteur-emetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant-residuel emetteur-base 

Collector-emitter saturation voltage 

Tension de saturation collecteur-
emetteur 
Base-emitter voltage 
Tension base-emetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur stat/que du rapport de transfert 
direct du courant 

Forward voltage (pulse method) 
Chute de tension directe 

• Pulsed 
Impulsions 

2/3 

tp 300 /.LS 

Tease 25°C 

Test conditions Conditions de mesure 

IC 
BOX 65 

=0,1 A BOX 65 A 
IB =0 BOX 65 B VCEOsus" 
L =25 mH 

BOX 65 C 

VCBO =60 V 

VCBO =60 V BOX 65 

Tease = 150°C 

VCBO =80 V 

VCBO =80 V BOX 65 A 

Tease = 150°C 

VCBO =100 V 
ICBO 

VCBO =100 V BOX 65 B 

Tease =150oC 

VCBO =120 V 

VCBO =120 V BOX 65 C 

Tease = 150°C 

VCE =30 V BOX 65 

VCE =40 V BOX 65 A 
ICEO 

VCE =50 V BOX 65 B 

VCE =60 V BOX 65 C 

VEBO =5 V 
All types 
Tous types lEBO 

IC =5 A All types 
VCEsat" 

IB =20 rnA Tous types 

VCE =3 V All types 
VBE" IC =5A Tous types 

VCE =3V 
IC =1A 

VCE =3 V All types 

IC =5A Tous types h21E* 

VCE =3 V 
IC =10 A 

IF =5A 
All types 

VF Tous types 

6 .. 2% 

302 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

min typ max 

60 
80 
100 V 

120 

~ 
3 

~ 
3 

~ 
rnA 

3 

~ 
3 

1 rnA 

5 rnA 

2 V 

3 V 

1500 

1000 

1500 

1,8 V 



BOX 65 - BOX 65 A - BOX 65 B - BOX 65 C 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals) 
Tease 25 oC 

CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES (pour petits signaux I 

Transition frequency 
Frequence de transition 

Forward current transfer ratio 
cut off frequency 
Freauence de cououre 

THERMAL CHARACTERISTICS 

CARACTERIST/OUES THERMIOUES 

Junction to case thermal resistance 
Resistance thermique jonction baitier 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 3V 
All types 

IC = 5A 
f = 1MHz 

Tous types 

VCE = 3V All types 
Ie = 5A Tous types 

303 

fT 

fh21e 

(Unless otherwise stated) 

(Sau' indications contraires) 

min typ max 

7 MHz 

60 kHz 

°C/W 
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~ lMOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

BOX 66,A,B 
PNP SILICON DARLINGTON TRANSISTOR 
TRANSISTOR DARLINGTON SILICIUM PNP 

ADVANCE INFORMATION 

High current power darlington 
designed for power amplification 
and switching applications. 

Darlington fort courant adapte 
pour /'amplification de puissance 
et /a commutation. 

- 60V 

VCEO - SOV 

-100V 

IC 

Case 
Boitier 

- 16A 

TO 3(CB 19) 

Compl. of BOX 67 A-B 

BDX66 

BDX66A 

BDX 66B 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) T case ~ 25°C 

VALEURS LlM/TES ABSOLUES D'UTlLlSATlON 

Collector-emitter voltage 

Tension collecteur-emetteur 

Collector-base voltage 
Tension col/ecteur-base 

Emitter-base voltage 

Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

.. -
Base current 
Courant base 

Power dissipation 

Dissipation de puissance 

Storage and Junction temperature 

Temperature de jonetlon et de slackage 

Junction case thermal temperature 
Res/stance therrmque jonC/Io/J baitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P 5 
F ·92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. : (1) 788·50·01 Telex: 610560 

VCEO 
, 

VCBO 

VEBO 

IC 
ICM 

IB 

I Ptot 

I 
.--.---.-

Tj 

I Tstg 

Rth(j-c) 

305 

BOX 66 BDX 66A 

-60 -80 

I -60 -80 ! 

-5 

-16 
-20 

-0,25 

150 

200 
I-55 +200 

1,17 

BDX 66B 

-100 V 

-100 V 

V 

A 

A 

W 

"C 

Janvier 1981 1/2 

f.)I THOMSON-CSF 
• l~@Il'ilI?@~mii\ 



BOX 66,A,B 

ELECTRICAL CHARACT.ERISTICS - CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES 

I SYMBOLS i MI~~·I Typ·1 MAX.] UNIT TEST CONDITIONS· CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES A L'ETAT BLOOUE 

VCEO sus 1

- 60 IT 
- 80 I I V 
1-100 ! I .If,t I 

-1 

ICBO 
I 

rnA 

I -5 : 

I 
I 

I 
I 

ICEO I 
I -3 rnA 1 

I I 

I 

I I 1 i 
lEBO -5 rnA 

I 

BOX 66 
BOX 66A 
BOX 66 B 

BOX 66 

BOX 66A 
BOX 66 B 

BOX 66 
BOX 66A 
BOX 66 B 

IC=-0,1A 

I 
Tease = 25 DC 

I Tease = 1 50 DC 

I 
VCE=-30V 
VCE= -40V 
VCE = -50V 

VEB = -5 V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES A L'ET AT CONDUCTEUR 

VCE sat- IIC=-10A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES 

I 
I 

IC 60 
I 

kHz VCE=-3V 

I i 
C22b 300 

I 
pF VCB=-10V 

L= 25 rnH 

VCB= -40V 
VCB= -50V 
VCB = -60V 

IB=O 

IC=O 

IB= -40 rnA 

IC= -5A 1= 1 kHz 

IE=O 1= 1 MHz 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DE COMMUTA TlON 
On resistive load - Sur charge resistive 

I 
ton 1 I 

3,51 

,us 

toft 
1 

* Pulses 
Impulsions 

2/2 

tp - 300 ~s ,,<;2 % 
Unless otherwise stated 
Sauf indications contraires 

VCC=12V 

IC= 10A 

IB1 = -IB2 = 0,04 A 

Tease = 25°C 

306 

I 

I 



~ 1HOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

lOX 67,A,1 
NPN SILICON DARLINGTON TRANSISTOR 
TRANSISTOR DARLINGTON SILICIUM NPN 

ADVANCE INFORMATION 

High current power darlington 
designed for power amplification 
and switching applications. 

Darlington fort courant adapte 
pour I'amplification de puissance 
et la commutation. 

VCEO 

IC 

Case 
Boftier 

Compl. of BDX 66 A-B 

60V BDX67 

SOV 

100V 

16A 

TO 3 teB 19) 

BDX67A 

BDX67B 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) Tease - 25 "C 

VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-emitter voltage 
Tension coiiecteur-emetteur 

Collector·base voltage 
Tension collecteur-base 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecleur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Storage and junction temperature 
T emp~ralure de jonction et de stockage 

Junction case thermal temperature 
Resistance thermique jonction boilier 

50, rue Jean·Pierre Timbaud - B.P 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. :(1) 7B8-50·01 Telex :610560 

VCEO 

VCBO 

VEBO 

IC 
ICM 

IB 

Ptot 

Tj 
Tstg 

Rth(j-c) 

307 

BOX 67 BOX 67 A 

60 80 

80 100 

5 

16 
20 

0,25 

150 

200 
55 +200 

1,17 

BOX 67B 

100 V 

120 V 

V 

A 

A 

W 

"C 

Janvier 1981 1/2 

~ 11IOMSON-csF 
~~ 



BDX67,A,B 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

SYMBOLS I MIN I TYP I MAX.I UNIT TEST CONDITIONS CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES A L'ETAT BLOOUE 

I 60 I BOX 67 I 
VCEO sus 80 I V BOX 67 A IC = 0,1 A L= 25 mH 

I 100 I BOX 67 B 

I 1 BOX 67 Tease = 25°C VCB= 40V 

ICBO I r-- mA BOX 67 A VCB= 50V 
5 BOX 67 B Tease = 1 50°C VCB= 60V 

BOX 67 VCE= 30V 

ICEO I 3 mA BOX 67 A VCE= 40V IB=O 

I 
BOX 67 B VCE= 50V 

I 

lEBO 5 mA VEB= 5V IC=O I 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES A L 'ETAT CONDUCTEUR 

VCE sat" 2 V Ilc= lOA IB= 40 mA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 
I , 

Ltc 
I 

50 kHz VCE= 3V IC= 5A t = 1 kHz 
I 

I C22b 300 pF VCB= 10V IE=O t=lMHz i 
I I ---,-----,-

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DE COMMUTATION 
On resistive load - Sur charge resistive 

* Pulses 
Impulsions 

2/2 

tp = 300 ~s <\ ~2 % 
Unless otherwise stated 
Saul indications contra/res Tease ~ 25°C 

308 
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,.~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

LF large signal power amplification 
Amplification SF grands signaux de puissance 

High current fast switching 
Commutation rapide fort courant 

Dissipation and ISIB derating 
Variation de dissipation et de I S/8 

100% 

i"\ 1'-...... 
~/s t 1'. ... 

I 

'" 
..... 1' ............. I 

I 

75 

I 

I 

"" 
I 
I 

50 

I :"" I 
I 

25 

60% 

50 lOa 150 t (OC) 
case 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecreur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecreur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
T case 25°C 

D;ssipstion de puissance 

Junction temperature 
Temperature de joncrion 

Junction-case thermal resistance max 
Resistance therm;que joncrion boitipr 

50. rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
TOI ,111788-50-01 Telex, 610560 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

'e 

16 

PtOt 

tj 

309 

BDV23 
BDV24-BDV2S 

BOY 23 

60 

60 

10 

6 

3 

67,5 

- 65 +200 

NPN TRANSISTORS DIFFUSED MESA 

TRANSISTORS NPN MESA DIFFUSES 

VeEO 

Ie 

Ptot 

Rth(j-cl 

h21E (2 AI 

Case 
TO 3 

Baitier 

6 

BOY 24 

100 

90 

10 

6 

3 

87,5 

-65 +200 

I 

60V BOY 23 
90 V BOY 24 
140 V BOY 25 

6A 

87,5W 

2 0 e!W max 

15-45 modele A 
30-90 modele B 
75-180 modele e 

BOY 25 

200 V 

140 V 

10 V 

6 A 

3 A 

87,5 W 

-65 +200 oe 

Janvier 1981 1/8 
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• ©@[i,jj]I?@Wi~ 



BOY 23 - BOY 24 - BOY 25 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTlaUES STA TlaUES 

------

Collector-emitter cut-off current 
Courant r.iduel coliecteuNlmetteur 

Collector-emitter cut-off current 
Courtlnt ",idutJl CO'''cteUf-'mlltteur 

Emitter-base cut-off current 
Courtlnt r.,idufli emtltteur-billfl 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claQulIge colltlcteur~metteur 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de CiIJQUllt16 col/ecteur-ba,. 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 

2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE= 60 V 
IB =0 

VCE = 90 V 

IB =0 

VCE = 140V 

IB =0 

VCE =60V 

VBE=O 

VCE = 100V. 

VBE=O 

VCE = lS0V 

VBE=O 

VEB = 10V 

IC =0 

IC =50mA 

IS =0 

IC =3mA 

IE =0 

310 

Min. 

BOY 23 

ICED BOY 24 

BOY 25 

BOY 23 

- -

ICES BOY 24 

BOY 25 

lEBO 

BOY 23 
60 

* V(SR)CEO BOY 24 
90 

BOY 25 140 

BOY 23 
60 

* V(BR)CBO BOY 24 
100 

BOY 25 
200 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicationscontraires) 

Typ. Max. 

1 mA 

i mA 

1 mA 

0,5 mA 

1 mA 

1 

1 mA 

V 

V 

V 

V 

V 

V 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES STA T/OUES 

t ~ 25 0 C 
case 

~~---~---1;; 
----,----- -_ ... 

Test conditions 
_ cond"<O~S de mesure 

V CE -4V 

IC = 1 A 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

VCE= 4 V 

IC =2A 

I 

Collector-emitter saturation voltage IC =2A 

Tension de saturation collecteur-emetteur IB = 0,25 A 

Base-emitter saturation voltage IC =2A 
Tension de saturation base-emetteur IB = 0,25 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES (pour petits signaux! 

Transition frequency 
Frequence de transition 

Turn-on time 
Temps total d'etablissement 

Turn-off time 
Temps total de coupure 

* Pulsed 
Impul.<:.ions 

VCE = 15 V 

IC = 0,5 A 

f = 10 MHz 

IC =5A 

IB =lA 

IC =5A 

IBl =lA 

IB2 =-lA 

311 

h21E 

V CEsat 

VBEsat 

fT 

td + t, 

ts + t f 

* 

* 

* 

BOY 23 - BOY 24 - BOY 25 

{Unless otherwise stated) 
(Sauf indicatlonscontraires) 

-- ,------- ------ --- ----- .. --

Min. Typ_ Max. 

---1-------- -f--- --

A 55 

B 65 

C 90 

A 15 20 45 

B 30 45 90 

C 75 82 180 

BOY 23 1 V 

BOY 24 0,6 V 

BOY 25 0,6 V 

BOY 23 2 V 

BOY 24 1,2 V 

BOY 25 
1,2 V 

10 MHz 

1 Ils 

A 2 

B 3,5 

C 6 

3/8 



BOY 23 - BOY 24 - BOY 25 

4/8 

Ie 
(AI 

5 

2 

0,5 

0,2 

0,1 

0,05 

0,02 

0,01 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de securite 

300 !,S , 
I 

"' 
, 

;,~ I 

~ l-o~ 
~ 

~ I 

\~ \ 
I 

~ 
I 

\ I 
\ I 

, 
I 

\ \ 

tease = 25°C 
~\ 

De ---_ " Continu 
Pulsed ___ 
En impulsions 

BDY 23 
BDY 24 
BDY 25 

---.~ 

2 5 10 20 50 100 200 

312 

I 

--



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fanetion de /a tension 

Ie colfecteur-emetteur 

IAI BOY 23 
classe B 

4 I----t----Cl--t--::;;;;I..o;;; 

3 f--+--f7£h""",,,,==-+ 

3 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonerion de la tension 

Ie collecteur·(jmetteur 

IAI BOY 25 
classe B 

21--+f---:;*",,'-+-+---I---t..-'f'---j 

2 3 

313 

BOY 23 - BOY 24 - BOY 25 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonerion de fa tension 

Ie collecteur-emetteur 

IAI 

41----t--11-+---::!~ 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value) 
Tension collecteur-emetteur en fanerion de la 

V CE resistance base-emetteur (valeur minimum) 

IVI 

200 

175 

150 

125 

100 

75 

50 

25 

o 
10' 

BbY Js 

BOY 24 

IC 200mA 

tease = 25°C 

I"-
" I" i'.. -- r-

5/8 



BOY 23 - BOY 24 - BOY 25 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 

h21 c: courant en toncrion du courant colfecteur 

tease = 25°C 

120 

VeE = 4 V 

T 

r----

/ 1r\ 
/ 
V ...h 

V V A .\ \ / ./ I\: 

~ 
~/' V ~\ V' 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
10-2 

4 6 a 
10-1 

4 6 a 
100 

4 6 a 
IC(A) 

6/S 

SASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en foncrion de /a tension base­

'8 emetteur 
(mAla 

-VCE 4V 

I ~~.L~-r-
/j "r;;J:5 

I...th ~ 
~ol V ". ~O~ 

!, 
f/ 

I 
4 

j 

/, 
I 

o 0,4 0,8 1,2 1,6 

t--

314 

STATIC FORW-ARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonetion du courant collecteur 

h21 E 
C tease - 100Q C 

120 
/' 

V CE =4 V 

r\. 
V \ 

/ hT 1\ \ 
V A \ \ / , 1'\ 

II V / ~ 
~ ~V \~ 

100 

80 

60 

40 

20 

o 
10-2 

4 6 a 
10-1 

4 6 a 
100 

4 6 a 
Ic(A1 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de /a tension 

I C base emetteur 
(mAla 

a 
6 

V CE -4 V ~~~'{z1= 
~'OO~ 

A z~-
~'k;;:~O'{ z"-

/j 

I 

If, 1 
'/ 

I , 
Tease 100 oc 

___ Tca~25~C 

0,4 0,8 1,2 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

COLLECTOR.EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation coIJecteu(-emetteur en 

VeE sa fonction du courant callecreur t 
(VI. ~ =1Q I 

:B '=1s~ 
case 

1,0 

1,2 

II 

0,8 

/ 
II 

V ~;{ ,('lJ 

BOY 23 !-' P -tf1 
0,4 

o 
10-2 

4 68 
10-1 

4 68 
100 

4 6" 

IC(A) 

,OLLECTOR.EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation coJlecteur-timetteur en 

V CE sa 'onerion du courant coJ/ecreur 
t 

(VI IC 
-=10 
Ie . 
tease = l000C 

1,6 

1,2 

0,8 

J 

o 

~ 
_n-{~ ~. <: .... 

~ l' 
0,4 

468 2 468 4 68 
10-2 10-1 100 IC (A) 

315 

BOY 23 - BOY 24 - BOY 25 

eASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emelleur en 

u V BE sat fonction du courant collecte r 

(VI 
l=10

1 I 
IB . J 
tease = 25°C 

1,0 

V 
I~v 

V[J'J." 
~. -V v, ... 'lJ 

BOY 2i!- ",Q 

1,2 

0,8 

0,4 

o 
10-22 

4 68 
10-1 

4 68 
100 

eASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emelleur en 

V BE sa fonction du courant collecteur 
t 

(VI IC 
-=10 
Ie 
tease = 100°C 

1,6 

/1/ 
') 

1,2 

~ 
q,0-{3-i.-' 

.... ~~.'l 
<00'1 

0,8 

0,4 

o 
10-2 

4 68 
10- 1 

4 88 
100 

468 

IC (A) 

7/8 



BOY 23 - BOY 24 - BOY 25 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

8/8 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frequence de transirio"! en fonetion du 

f 
lMHz 

t ollecteur ) CQuran c 

V CE = 15 V 

17,5 

15 

12,5 

10 

7,5 

5 

2,5 

a 

K 

4 

6 

10-2 

-1--_ 
i'-

a 0,2 0,4 0,6 0,8 'CIAI 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE OERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de reduction de /a rlmstance thermique en 
regime d'impulsions 

-- - ...,. 
~ ~E;; 

V ~~ 
1-- ..... 

/' 
V~ 
~V 

~ ./ V 
I--~ '" // 

V 
I o =~ V T 

V 
Zth = K Rth 

iJ ru 
10-52 510-42 510-32 510-2 2 510-12 

316 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacite de sortie en foner/on de la 

C22b tension collecteur base 

IpFI 

" ~ 
" ..... 

.............. 

~ 
t', 

1', 

4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonerion du 

(J,.Its) courantcollecteur 

8 ~CE=50V.' t=10J,l5 

4 

' C =5 ~= 10-
'Bl 'B2 

1"",-
~ -......... 

-- t5 

6 

4 
t (anI 

V ,,' 
......... ........- tf 

I 
............ .-'" 

10-1 
0,51 2 3 4 5 6 



~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUGTEURS DISCRETS 

LF large signal power amplification 
Amplification 8F grands signaux de puissance 

High current fast switching 

Commutation rapide fort courant 

Dissipation and 'SIB derating 
Variation de dissipation et de I SIB 

100% ....... ,---,----,------, 

75 

50 

25 

50 100 150 

30% 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
V !'.L.EU RS LlMI TES ABSOLUES D'U TI LISA TI ON 

Collector"base voltage 
Tension col/ecreur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension col/ecteur-emetteur 

Emitter·base voltage 
Tension emetreur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
T case 25 DC Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonetion 

Junction-case thermal resistance 
Rp,sis~ance thermique jonetion-boitiermax 

50, rue Jean-Pierre Timbaud· B_P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
HI : OJ 788-50-01 Telex: 610560 

VCBO 

VCEO 

VEBO 

IC 

'B 

Ptat 

tj 

j 

317 

BOV2S 
BOV27-BOV2B 

BOY 26 

300 

180 

10 

6 

3 

87,5 

NPN TRANSISTORS 01 FFUSEO MESA 

TRANSISTORS NPN MESA DIFFUSES 

VeEO 

Ie 

Ptot 

Rth(j-c) 

h21E (2 A) 

Case 

Baitler 
TO 3 

180 V BOY 26 
200 V BOY 27 
250 V BOY 28 

6A 

87,5W 

2 0 e/W max 

15-45 modele. A 
30-90 modeles B 
75-180 madre. e 

~~ 
E 

B 

80Y 27 BOY 28 

400 500 

200 250 

10 10 

6 6 

3 3 . 
87,5 87,5 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

- 65 +200 - 65 +200 - 65 +200 DC 

Fevrier 1981 1/8 



BOY 26 - BOY 27 - BOY 28 

STATIC CH/\RACTERISTICS 
CARAC7ERISTIOVES STA TlOVES 
----------~~. 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecrcuf-emerreuf 

Collector-emjtter cut-off current 
Courant resieuel col/ecteur-emetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant residue} cmetteur-basB 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de c/aquage col!ect£,uf-emetteur 

Collector-base breakdown voltage· 
Tens;ofi de claQuaye col/ccrcur-bastJ 

---------_._--------------
'* Pulsed 

Impulsions 

2/8 

II' 0300/15 2 " ." 

test conditions 
Conditions d~ mesure 

VCE =180V 

'8 =0 

VCE =200 V 

'8 =0 

. VCE =250 V 

'B =0 

VBE =250 V 

VBE=O 

VCE =300 V 

VBE=O 

VCE =400V 

VBE=O 

VEB=10V 

'C =0 

'e =50mA 

'B =0 

'C =3mA 

'E =0 

318 

80Y26 

'CEO 80Y 27 

BOY 28 

BOY 26 

ICES BOY27 

BOY 28 

'EBO 

BOY 26 

"BOY27 

* V(BR)CEO BDY 28A 

BOY 28 B 

BOY 28C 

BOY 26 

* 'BOY 27 V(BR)CBO 

BDY28 

Min. 

180 

200 

250 

250 

220 

300 

400 

500 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contra;res) 

Typ. Max. 

1 mA 

1 mA 

1 mA 

1 mA 

1 mA 

1 mA 

1 mA 

V 

V 

V 

V 



STATIC CHARf-\CTERISnCS 
CARACTElN:3 nOVES STA TlaUES 
-------- ----------~ 

----_._-

Static for wad current transfer ratio 
Valeur Slat/que du rapport de tfansterr 
direct du courant 

._-

Collector-emitter saturation voltage. 
Tension de saturation co/lecteuf-cmetreur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de Saturation Uase-emecteur 

, 

t ~ 25 0 C 
case 

--------- ,-
Test conditi9ns 
Conditions de mesure 

VeE = 4 V 

Ie =lA 

I 
VeE= 4 V I 

Ie =2A 

Ie =2A 

'B = 0,25 A 

Ie =2A 

'8 = 0,25 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
F,~uence de transition 

Turn-on time 
Temps total d'etc'blissemer;r 

Turn-off time 
Temps total de coupure 

* PUl5Hd 
Impulsions 

2% 

VeE = 15 V 

Ie = 0,5 A 
I = 10MHz 

'Ie =5A 

'B =lA 

Ie =5A 

'Sl =lA 

'S2 =-1 A I 

I 
.. - ...L 

319 

h21E * 

VeEsat * 

VSEsat * 

IT 

td + tr 

\+ tl 

BDY 26 - BDY 27 - BDY 28 

Min. 

-
A 

S 

e 

A 15 

S 30 

e 75 

BOY 26 

BOY 27 

BOY 28 

BOY 26 

BOY 27 

BOY 28 

10 

All types 
Tous types 

A 

B 

e 

(Unless otherwise s13ted) 
(Sauf indications contrCfires) 

Typ. 
M:T---

55 

65 
90 

20 45 
45 90 

82 180 

0,6 V 

0,6 V 

0,6 V 

1,2 V 

1,2 V 

-

1,2 V 

MHz 

1 I1S 

2 

3,5 11' 

6 

318 



BOY 26 - BOY 27 - BOY 28 

418 

Ie 
IAI 

5 

2 

0,5 

0,2 

0,1 

0,05 

0,02 

am 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE FDNCTIONNEMENT DE SECURITE 

~OY;4$ -....;: 
-~ ~--7~ 

~'}J'»~~ \ ~ ,;o\~' " I 

---'" ~y 
i I---~-. "" I 

~ " \'" \ , I 
, 

" 

1\~1 ~\ \ \ I I 

I 
! 

, 

\ \ ~ I i 
I , 

I I f.-,,-~ 1-- ' \ I 

1------
--I--

1----- --I-- ..... \ I- ~ t ".-

~~1 H+ --~---
--~--~ 

L1 
I ~I -_. -" 

! i 
I---~- - l --- -

! i}l\1 I , 1 

tease = 25 0 C 
I ' ~ i 

I , 
Continuous -, _ .. 
Continu ........ .. 

p. .--

Pulsed 
.- ,,-t-:-Impulsions ---- I! ~ 

1 

I- r ,"-' 'I--f.-
l. i . .~- f.-

I 
I 

I [" ~ " I BOY 26-<0 

I 
: BOY 27-

I I i BOY 28- f.. 
10 20 50 100 200 

320 



r 
~ 
I TYPICAL CHARACTERISTICS 

CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

BOY 26 - BOY 27 - BOY 28 

COllECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTE R VOLTAGE 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de Ia tension 
collecteur-I!metteur Co, . Int CO//eereur en foncrion de fa tension 

Ie ~Oli. 'reUT-emetteur 

IA) BOY 26 
BOY 27 
BOY 28 

4f---t--, 

500 

400 

300 

200 

100 

o 

IC 
(mA) 

160 ~ 3"'1' 
,....... 

~2.J 
120 

r-

80 

40 

o 
o 20 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSli 
BASE·EMITTER RESISTANCE 
Tension collecteur~metteu' en fonction de I .. 
resistance base-hnetteur 

I III 'c:ose 25°C 

BOY 28 

I II I' 
BOY 27 1\ 
I II "'", 

1\ BOY 26 

~ 

2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 

2J 

1.5m1A 

I 
lmA 

500~A 

40 

100 101 102 103 104 105 RIO) 

321 

'BOY 26 
BOY 27 
BOY 28 -
~ 

, 

60 
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BOY 26 - BOY 27 - BOY 28 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

6/B 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur starique du rapport de transfert direct du 
cour.nr en lonction du courant rollecreur 

BOY 26 A. 27 A. 2S A ~ 
BOY 26 B. 27 B. 28 B 

~ BOY 26 C. 27 C. 2S C ~ 
VCE =4 V 

V \ Tease 25°C 

V y tk-
V .11.\ ~ 

80 

60 

i" If" V :\ 
VII ~ \ 

40 

h 'l 1 

~ 
20 

a 
10_22 4 68 

10-1 
4 68 2 

100 
4 68 

'C(A) 

SASE CURRENT VERSUS SASE·EMITTER 
VOLTAGE 
Courant Mill en fonction de Ia tension billlI­
emetteur 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de /a tfMsion 
base-6merreur 

IS 
ImA I VCE 4 V ./ 

Vi:#~ 
I-

IC 

(A ) 
VCE 4V 

BOY 26 --+ I 
BOY 27 0L I-
BOY2S ~ ~ It; .. t/ 
l- I-- ~I 

4 

I. 

T , 
2 

/ 

I 
0,5 1,5 

322 

4 

100 
8 
6 

4 

1 lO­
a 
8 

4 

lO­2 

I--

a 

'./ BOY 26 

1 !I" 
BOY 27 
BOY 28 

~ /; 

I--
1- .. '" I 

I~ 
}~ 

7 ~6 

0,4 0,8 1,2 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emetteur en 
foncrion du courant collecteur 

VBEsat 
IV) 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

o 

BOY 26 
BOY 27 
BOY 28 

) 

'--
"- tease ~ 25°:"'- ~ 
.~ 

'-'- _100"C 

tiill I 
l~ 

10-2 
4 68 

10-1 
4 68 _ 

100 

C22b 
IpF) 

4 

2 10 
8 

6 

4 

2 

10 1 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR·BASE VOLTAGE 
Capacite de sortie en fonction de la 
tension collecteur-base 

BOY 26 I 
80Y 27 
BOY 28 

~ 
~ 

~ 

'" 

100 

f-='0 
B 

i/) 
iT 

71 

" 

4 68 

ICIA) 

VCEsat 
IV) 

1,6 

1,2 

BOY 26 - BOY 27 - BOY 28 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-emetteur en 
fonction du courant collecteur 

BOY 26 ~=10 BOY 27 IB 
BOY 28 

f-- II 
0,8 

0,4 

o 
10-2 

IT 
IMHz) 

15 

10 

5 

/1/ 
oO'c, J J 

~~t '\.~ q~ 

'0# I 
4 68 . 

10-1 
4 68 

100 
4 68 

IcIA) 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frequence de transition en fonction du 
courant co/leereur 

BOY 26 VCE =15V 
BOY 27 
BOY 28 

r--l-t--. 

5 6 89 
lelA) 
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BOY 26 - BOY 27 - BOY 28 

K 

6 8 I 6,5 ..... f::iiI'" 

4 T1 ~~ 

'~ 
V V ~V 
k' 1/ 

'0"" V IJ 0fr c\. 

'fl V 

5 =..E. 
/,'} T 

f--i/ Zth = K Rth 

IJ iJt 
6 

10-2 

1O-S2 510_42 5 10-32 510-22 510-,2 !plsecl 

8/8 
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f.~ lHOMSON-CSF 
DIVISIDN SEMICDNDUCTEURS OISCRETS 

L F large signal power amplification 
Amplification BF grands signaux de puissance 

High current fast switching 
Commutation rap ide fort courant 

Dissiaption and IS/B derating 
Variation de dissipation et de I SIB 

100 % ,...."""...,.--... ---,---

OL-L-~ __ ~ __ ~~-> 

100 150 T cas.IOC) 50 

ABSOLUTE RATINGS ILiMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Corrector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collect,or current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Storage and junction temperature 
Temperature de jonction et de stockage 

Junction·case thermal resistance 
Resistance thermique jonction-boitier 

50. rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel: (1) 788-50-01 Telex: 610560 

T case 25 DC 

max 

max 

BOY 55-BOY 56 
NPN SILICON TRANSISTORS TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA TRIPLE DIFFUSE 

VCBO 

VCED 

VEBD 

IC 

IB 

Ptot 

tj 
T stg 

325 

VCEO 

IC 

Ptot 

Rthlj-c) 

h21E 14 A) 

fT 

Case 
TO 3 ICB 191 

Boitier 

{ 60 V BDY55 
120 V BDY56 

15 A 

117 W 

1,5 0 C/W max 

20 - 70 

10 MHz min 

~~ E 

BOY 55 

100 

60 

7 

15 

7 

117 

200 
- 65 +200 

B 

BOY 56 

150 V 

120 V 

7 V 

15 A 

7 A 

117 W 

200 °c - 65 +200 

1,5 

Decembre 1979 117 

'- ~ THOMSON-CSF 
• @@~lI'@w'\~'jj'~ 



BOY 55, BOY 56 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTlaUES STA TlaUES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emet-
teur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de trans-
fert direct du courant 

Collector·emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-emet 
teur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-emetteur 

Base-emitter voltage 
Tension base-emetteur 

• Pulsed 
Impulsions tp 300 p.s 

217 

Tease 25 OC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 30 V 
IB = 0 

ICED 
VCE ,= 60 V 
IB - 0 

VCE = 100V 
VBE = -1,5V 

VCE = 100V 
VBE = -1,5 V 
Tcase= 150 0 C 

ICEX 
VCE = 150 V 
VBE = -1,5V 

VCE = 150 V 
VBE = -1,5V 

Tcase= 150 0 C 

VEB = 7V 
lEBO 

IC = 0 

IC = 200mA 
VCEOsus 

, 
IB = 0 

VCE = 4V 
IC = 4A 

VCE = 4V 
h21E' 

IC = lOA 

IC = 4A 
IB = 0,4 A 

VCEsat 
, 

IC = lOA 
IB = 3,3 A 

IC = lOA 
VBEsat 

, 
IB = 3,3 A 

VCE = 4V VBE' 
IC = 4A 

Ii .. 2% 

326 

BOY55 

BOY 56 

BOY 55 

BOY 56 

BOY 55 
BOY 56 

BOY 55 
BOY 56 

( Unless otherwise stated) 

( Sauf indications contraires ) 

min typ max 

0,7 

mA 

0,5 

5 

30 

mA 

3 

30 

5 
mA 

3 

60 
V 

120 

20 70 

10 

1,1 

V 

2,5 

4 V 

1,8 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for omallsignalol 
Tease 25 °C 

CARACTtRISTIOUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Transition frequency 
VeE= 4V 
Ie = 1 A 

F requence de transition 
f = 10MHz 

Turn-on time Ie = 5A 
Temps total d'etablissement IB1 = 1 A 

Turn-ott time Ie = 5A 
Temps total de coupure 'B1 = 1A 

'B2 = -1A 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT 
SCHEMA DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON 

Generator 
Gemirateur 

Repetition frequency < 500 Hz 
F,~quMC' ,.,.tirion 

e= 81lF 

50n 

0,11lF 

RB2 =3 n 

IT 

td + tr 

ts + tf 

'B1 abd IB2 mesured with Tektronix probe P 6021 and Amplifier type 134 
's 1 et 182 sont m8sures avec une sonde Tektronix P 6021 st Amplificateur tYPB 134 

327 

BOY 55, BOY 56 

( Unless otherwise stated I 

( Sauf indications contraires ) 

min typ 

10 

Re = 10 n 

max 

MAz 

0,5 IlS 

2 IlS 

Oscilloscope 
Oscilloscope 

Z >1 Mn 
e = 20 pF 
tr <20 ns 

3/7 



BOY 55, BOY 56 

IC 
(A1 7 

6 

4 

15 

101 

8 
7 
6 

4 

8 

4 

3 

10-1 

8 

4 

10-2 

T case 25 0 C 

DC operation 
Regime continu 

____ Single pulse 

I I M070i7U~Sic'( I 

4 5 6 7 B 101 

SAFE OPERATING AREA 
A/RE DE SECUR/TE 

, 
,70 \ 

'>.> ... 
\ \ 
~ 

~ 

~ 
I\"i r-.... \ \ 

"- '- ~ 

\\ \ 

\ 

\ \ 

:g 
>-e 
CD 

51ls 

, I 

I 

-0 
~, 

I 
, I 
, I 

U , 
\ I 

, ., 
\1 
1 

I 

,\~ 
\~ 

\ I 

l8 
~I 
CD 

4 5 6 7 8 102 4 5 6 7 

VCE (VI 



*BDY 55, *BDY 56 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

6/7 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en foncrion de la tension base· 

18 IImefteur 

(m~~r~"'C-f~=~~"'V"" 

4 I I I I 
I I I I 

102 
8 
6 

4 III 
Tf 

10' 
8 
6 

,J±~ 
0 0,5 1,5 2 VBE (V) 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-l!metteur en 

V fonction du courant co//eereur 
CEsat 
(V) 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

o 
10" 

4 6 8100 4 6 IC (A) 

330 

IC 
(A 

4 

10° 

• 
6 

4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLT AGE 
Courant col/ecreur en fonction de /8 tension 
base-emetteur 

10-' 
0,4 0,8 1,2 1,6 2 VSE (V) 

VSEsat 
(V) 

2 

1,6 

1,2 

0,8 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base·emetteur en 
fonct;on du courant collecteur 

0,4 
10-1 7 6 .10° 4 

6 IC (A) 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecreur en fonction de /a tension 

I collecteur-tjmetteur 
C 

(AI 

4 

3 

2 

o 
o 2 3 4 VCE(VI 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE·EMITTER RESISTANCE(minimum value) 
Tension collecreur-emetteur en fonction de Is 

V CE resistance base-emetteur (valeur minimum) 
(VI 

150 
..... 

125 
..... 1' 

BOY 56 

100 

~ 

75 1\ 
\ 

BOY 55 

50 

liT 
10' 2 4 6f02 2 4 6~03 2 4 RBEInI 

329 

. *BDY 55, *BDY 56 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

I COllecteur-emetteur 
C 

(AI 

0,4 

0,3 

0,2 

0, 

o 
o 10 20 30 40 Vce(V) 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de tfansfert direct du 

h courant en fonct;on du courant collecteur 
21E 

Vce - 4' 

60 

V f0-
r'\. 

~/ // \ 
f-- ~~ rVV V i"""'-

~/ ~I\ 
~,,#' 1\ 

V V 
V 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
10-2 2 4 6 fool 2 4 6 ~OO 2 4 6 IC (AI 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

C22 
(pF 

I 

, 

4 , 

2 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR·BASE VOLTAGE 
Capacit~ de sortie en fonction de la 
tension co//ecteur-base 

'r--., 

" I' 

~ 

f _1 MHz 

'" 
102 

100 
I 

4 

f' 
6 8 10, 4 6 VCB(V) 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 

t 
(~S) 

10-' 

; 

4 , 

, 

, 
; 

8 

6 

4 • 

Temps de commutation en fonction du 
courant col/tlCteur 

r--.... ts 

l/ 

...:~ / 

~ t, 

~='O 
't- 'B 

VCC=30 V 

.1 .1 I 

BOY 56 

10-2 

o 4 8 12 16 lelA) 

331 

'T 
IMHz 

13 

12 

11 

10 , 

, 9 

) 

*BOY 55, *BOY 56 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frequence de transition en fonction du 
courant collecteur 

V CE =4 V 

,=, MHz 

/' 
..-r...... 

/ r\ 
~ 

1\ 
\ 

8 
10-' 

4 6 8100 4 
6 IC IA) 

K 

4 

10-' 
8 

6 

4 

10-2 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de reduction de la rt1sistance thermique en 
r6gime d';mpulsions 

Z =K Rth -th 

tr 
••• .L. ..• 

10.52 510-42 510.32 510-22 510_,2 'plsec) 

717 



f.' THOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

LF large signal power amplification 
Amplification 8F grands signaux de puissance 

High current fast switching 

Commutation rap ide fort courant 

Dissipation and IS/8 derating 
Variation de dissipation et de I SIB 

100 %r-...... .,--,--,-, 

25r-r-r--r-·--~-j 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector·base voltage 
Tension collecteur-base 

Corlector-emitter voltage 
Tension collecteur-;jmetteur 

Emiuer-base vortage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Storage and junction temperature 
TemptJrature de jonction et de srackage 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonetion-boitier 

50, rue ~ean-Pierre Timbaud - B.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Ttli ,111 788-50-01 Telex, 610560 

T case 25°C 

max 

VCBO 

VCEO 

VE80 

IC 

IB 

Ptot 

tj 
Tstg 

333 

BDV57-BDV5B 
NPN SILICON TRANSISTORS, DIFFUSED MESA 

TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA DIFFUSES 

Case 

Boitier 
TO 31 CB 19 I 

BOY 57 BOY 58 

120 160 

80 125 

10 10 

25 25 

6 6 

175 175 

200 200 
-65 +200 - 65 +20D 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

°c 

Decembre 1979 1/7 



BOY 57, 3DY 58 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERIST/OUES STA T/OUES 

Collector-base cut-off current 
Courant residuel collecteur-base 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emet-
teur 

Collector-base breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-base 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage emetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de trans-
fert direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 

Tease 25 OC 

Test conditions 
Conditions de me5Ure 

VCB = 120V 
ICBO IE = 0 

VCE= 80V 
RBE= Ion ICER 
Tcase= 1000C 

VEB = 10V 
lEBO 

IC = 0 

IC = 100mA BOY 57 
VCEOsus * IB = 0 BOY 58 

IC = 5mA 
V(BRICBO' 

BOY 57 
IE = 0 BOY 58 

IE = 5mA 
V(BRIEBO' 

IC = 0 

VCE = 4V 
IC = IDA 

VCE = 4V 
h21E* 

IC = 20A 

VCE = 4V 
IC = IDA 

Tcase= -30oC 

IC = IDA . 
Tension de saturation collecteur-emet- IB = lA VCEsat 

teur 

Base-emitter saturation voltage IC = 10 A 
VBEsat Tension de saturation base-emetteur IB lA = 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals) 

CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Transition frequency VCE= 15V 

Frequence de transition IC = 1 A 
f = 10 MHz 

Turn-on time IC = 15A 
Temps total d'etablissement IB = 1,5 A 

Turn-off time IC = 15A 
Temps total de coupure IBI = 1,5 A 

IB2 = -1,5A 

217 

334 

tr 

td + tr 

ts + tf 

. 
• Pulsed 
Impulsions tp 

I 

( Unless otherwise stated I 

( Sauf indications contraires ) 

r:nin typ max 

0,5 1 mA 

10 mA 

0,5 mA 

80 
V 

125 

120 
V 

160 

10 V 

20 60 

15 

10 

0,5 1,4 V 

1,4 2 V 

300 fJS 0" 2% 

7 MHz 

0,25 1 fJs 

1 I 2 I fJS 

I 



BOY 57 . BOY 58 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS ( and oscillograms ) 

CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON (et oscillogrammes I 

t 

ton.i i. 
RC - RS : non inductive resistanGes 
tp: Pulse width = 10 /JS 

Form factor .;;;; 1 % 
Rise and pulse time';;;; 50 ns 

R C . R 8 : resistances non inductives 

tp: ~:::~::7:,u:::on ~ ~0;S 
Temps de mont_ et descents <.50 ns 

162 --- 3,9n OscilloscopeTektronix7603 
or equ ivalent 
Oscilloscope Tektronix 7603 
au equivalent 

161 and 162 mesured with Tektronix probe P 6021 and 
Amplifier type 134 
'SI et 'S2 sont mesur. allec une sonde Tektronix P 6021 er 
Amplificateur type 134 

335 
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BOY 57 - BOY 58 

IC 
(A) 7 

101 

10-1 

"-

, 

T case 25 0 C 

DC operation 
Regime continu 

---- Pulsed operation 

Regime impu/sionnel 

I 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

I-~, - -~-~ - - i'1-
'.(0 ,,~~ ~ ~ ~ 

" 
~- ~ ... ", " r, 

\ " 

\ \ 

\ \ 

\ , 

..... 
It) 

> 
0 

i 

-

~s 

'~' ... 
)', I 
eel'l 
'V. 

\ '. 
\ 'J 

\ : 
\ 

'{ 
I 
I 

I 

\ ~ 

'i 
~i 

CO 
- It) 

> 
- 0 

i 
100 4 5 6 7 B 101 4 5 G 7 B 102 

417 

336 

4 5 6 7 

VCE (V) 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 
collecteur-emetteur 

8 

6 

4 

2 

o 
o 

/. 
V 

V 
1/ -
/-

V 

.... ~"'A 

...-
2j"'A 

2i"'A 

150mA 

10mA 

IBI 50mi 

2 3 4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant colJecteur en fonction de la tension 
collecteur-t§metteur 

J5"'~ ~ I 
BOY 58 

-160 -

120 

80 

40 

o 
o 

4m~ I 
,-

~ /1 
3.smt-,/ J II 

3",'A V / 
Jsm~ ,./ 

/j 

2J ,;'/ / 
II.s",~ /j 
lm~ ./ 

500~A _/ 

40 80 120 

/ 
" f--v.'" ,<1> 

337 

BOY 57, BOY 58 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de Is tension 
collecteur-emetteur 

BOY 57 

120 l-+-+-+1-+-+-I-7f/--j7f-+H-t-i 
2. ",A V 

80 2m1 ./ / 
- 1. J ./ / \ 

40 --1 m1 \ 

80 

60 

40 

20 

o 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

I VeE =4 V 

1---; 
~u 

x" 

" .!/ 
~11 \ 
I I <"",'l-5°L 

1~'.11Trr ..... , 
I /A<:fC ~ <" 

""case. 

" (' 
~ 

10.1 ,2 
4 68 

'C IA1 
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BOY 57 - BOY 58 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYP/OUES 

IS 
(mAl 

8 
6 

4 

4 

4 

VCE .. 
(VI 

t 

3 

2 

6/7 

SASE CURRENT VERSUS SASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension ba$6-
iJmetteur 

rVCE 4 V-+- , ~v_ -
fj}(;~ IC ... 

II ~<I" 

~~V 
I 

I 
I 

1 
2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-emetteur en 
fonction du courant co/feereur 

~=10 
IS 

b 
~ 
1/ 

M 
~u 

/ I/J 
/;-

V -" 1"1 

338 

IC 
(AI 

8 
6 

4 

VSEsat 
(VI 

3 

2 

COLLECTOR CURRENT VERSUS SASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant co//eeteur en fonction de III tension 
bBse-Ametteur 

V CE 

I 
4V 

~ Y _ L. =' ,Ioa'..!:-
/; .,/1--" 

I-----~cl 
"7 

/1/ 

/I 
I 

2 

SASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emelleur en 
fonction du courant co/leeteur 

IC --= 10 
IS 

G i/j 
I, 

I~ 

I ~v 
... "> 

~ ~ J. 
...- 1 

4 68 2 4 68 
101 

2 4 ti 



BOY 57 - BOY 58 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
SASE-EMITTER RESISTANCE(minimum value) 
Tension collecteur·emetteur en fonction de Is 
resistance base-emetteur (valeur minimuml 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 

veE 
(V) 

150 

140 

130 

120 

110 

100 

90 

80 

70 , 
100 

Temps de commutation en fonction du 
couranrcollecteur 

T case 25 DC 1\ 
,0)-6'6' I 

\ 
2 

\ 

\ 
\ l\ 

\ 
1,5 

r.... 6'0 
J-
\~ 

\ 

"I--
~ 

~ 
0,5 

-o 
5 2 5 2 5 2 5, 2 5 o 5 
101 102 103 104 RBE(fll 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteuide reduction de /a resistance thermique en 
regime d'impu/sions 

K 
t::: 

6 8 05 i.--' ~ 

--1), ~~ 

~ 
...... ...... V II" 

b~O,' ./ / 

~1~ I 
-o~ 

/; 
8 =~ '<>/ 

T 

4 I Zth=K Ath 

fU 
10-2 

10-5' 510-4' 510-32 510-2' 510-,2 tplsec\' 

339 

ICIIS = 10 

VCC = 75 V -

\ 
~ 

............. ts 

_'f 
'on 

-

10 15 IctAl 
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~, lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

LF large signal power amplification 
Amplification BF grands signaux de puissance 

Switching application 
Application en commutation 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

1\ : ~ 
I "'\ I 

iUO% 

75 

50 
I 

'" I 

I '\. I 

25 

o 
50 100 150 Tease(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES O'UTILISATION 

COllector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension colfecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension col/ecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Storage and junction temperature 

Temperature de jonction et de stockage 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction-boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
HI: (11 788-50-01 Telex: 610560 

VSE;-1,5V 

Tease 25 DC 

max 

BDV 7B-BDV 79 
NPN SI LICON TRANSISTORS, TRIPLE 01 FFUSEO MESA 

TRANSISTORS NPN SILICIUM, MESA TRIPLE DIFFUsE 

VCSO 

VCEO 

VCEX 

VESO 

IC 

IS 

Ptot 

tj 
T stg 

• 341 

VCEO [ 55V BOY 78 
120V BOY 79 

IC 4A 

Ptot 25W 

Rth{j-c) 7 0 C!W max 

h21E (0,5 A) 25 -100 

fT 

Case 

Boitier 

BOY 78 

90 

55 

90 

7 

4 

2 

25 

200 

-65 +200 

8MHz min 

TO 66 (CB 721 

~ 
E 

BOY 79 

150 V 

120 V 

150 V 

7 V 

4 A 

2 A 

25 W 

200 

- 65 +200 
Oc 

Decembre 1979 1/6 
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BOY 78, BOY 79 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERIST/OUES STA T/OUES 
Tease 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE= 90V 
VBE= -1,5 V 

VeE= 90V 
VBE= -I,5V 

Collector~emitter cut~off current Teasl!" 150 0 e 

Courant residuel collecteur-emetteur ICEX 
VeE= 150V 
VBE= -I,5V 

VCE= 150V 
VBE= -1,5 V 

T case= 150 0 C 

Emitter-base cut-off current VEB = 7V 
lEBO Courant residuel emetteur-base IC = 0 

Collector-emitter breakdown voltage 
Ie = 100mA 

Tension de claquage collecteur-emet-
IB = 0 V(BR)CEO' 

teur 

Collector-base breakdown voltage IC = 1 mA 
V(BR)CBO' Tension de claquage collecteur-base IE = 0 

VeE= 4V 
Static forward current transfer ratio Ie = 0,5. A 
Valeur statique du rapport de trans-

VCE = 4V 
h21E' 

fert direct du courant 
Ie = 3A 

IC = 0,5 A 

Collector-emitter saturation voltage IB = 0,05 A 
veE sat 

. 
Tension de saturation collecteur-emet- IC = 3A 
teur IB = 1 A 

Base-emitter voltage VeE= 4V 
VBE' Tension base-emetteur IC = 0,5 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals) 

CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES (pour petits signaux J 

Transition frequency 
Frequence de transition 

• Pulsed 
Impulsions 

2/& 

tp 300 Jl-S 

veE= 10V 
Ie = 0,2 A 

S .;; 2% 

342 

BOY 7B 

BOY79 

BOY78 
BOY 79 

BOY 78 
BOY79 

( Unless otherwise stated) 

( Sauf indications contraires J 

min typ max 

1 

5 

mA 

1 

5 

1 mA 

55 
120 

V 

90 
V 

150 

25 100 

5 

1 

V 

3 

2 V 

MHz 



BOY 78 - BOY 79 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

Ie ~~~~~~§E~§Eti~~~~~~~~~~~tt~~~~~~~~E!~ (A)7~ 
6~~~~--+-~~~+444---+--+---~~~+4~~--~-4---+--+-+-~~ 
5~~r-~--+-~~4-+444---+--+---~~~+4~~~-~~~--+-~-+~+4~ 

4~~~~--+-~~4-+444---+--+---~+-+-+4~~--4--+---+--+-~~~ 

~ 
4~-+~---r-+-r~-H1---r-+-~~r1~~~~~r+~r--+-+-+~~H 

3~-4--+---~+-+-~++4---+-~--+-~-H~~~;,r4--+-~~+-+-~~ 

3 -Tease 25 0 e 
Continuous 

_ Continu 

\1 

_ Single pulsed - - - - -+---+-~--~-4--1++4-H-~i---j~..f---..f--+--+-+-+--++l 

10-2 L.....-.JMT,--no ....L....Tpu_'s....L....t-Ll--l.I-LI....L....Ilu..I.L...-L--J...----l.......J......J..L.I-J.....L.J..I...L....L...-..J..-....L......J--J......I.....L.1..U 
100 • 

3 4 5 6 78 101 2 

343 
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BOY 78, BOY 79 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

4/6 

IC 
IA) 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 
Courant co/teeteur en fonction de /a tfln,ion 
collecreur-'merteur 

1/ ~ 
I/" - 3mA 

I - 2,5 mlA 

/ 2 mlA 

1/ 1,5mA 

I 
I mlA 

rmj 

o 
o 4 

1 
8 12 

VCE 
IV) 

140 

130 

120 

110 

100 

90 

80 

70 

60 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE·EMITTER RESISTANCE (minimum value) 
Tension collfICteur-4metteur en 'onerion de Is ' 
rfti,r.nce """""'treur (valeur minimuml 

........ 
tease = 25°C 

~ I II 
['I. 

JOY ~91 

" \ 
" BOY 7S 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 
Coufllnr collecteur en fonction de III tension 
COllecteur-tlmetreur 

IC 
IA ) 

~ 
....-

V ~ 
~ 

./ 
..., 'l!i~ -

/ ~ ./ f.--" 
..., 

201~ -..... 
1,4 

I;': ~ ,/ ....... ~ 161mA 

~ V ..., ,..-
lolmA ......-;; V -= -

/' 
..... J 

I IS = 5 mA f--

1,2 

0,8 

-~ 0,4 

o 
o 2 3 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur .ratique du rapport de transfert direct du 

h21 E courant en fonction du courant collectflUr 

VCE = 4 V 

80 

CJ /' 
..... 

-r-:.~ -I'-- 1\ '" ./ 

~w \ l\ ,,~. 

I~ 

60 

40 

20 

4 6fo.' 2 4 6~OO 2 4 IC II'., 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

IB 
(mAl 

6 

4 

4 

BASE CURRENT VERSUS BASE·EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base­
emetreur 

VCE 4V 

~/ ... c.~4>.r (§)ov _ f--
-7' - f--

ih' '0# 

,I 
;j 

I 
I I 

I 

I 
0,6 0,8 1,2 

BASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emetteur en 

VeE sa fonction du couranrcolJecteur 
t 

(VI 
~=10 
IB 

1,6 

/ 

1,2 // 
/" 

_25°C ~~ 

~ ",\o<f'C 
tcaSe 

0,8 

0,4 

4 

345 

BOY 78, BOY 79 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant coJ/ecteur en fonction de /s tension 

I base-emetteur 
C 

(A I VCE = 4 V 

'I' 
I ?<;,oC 

~ 

~ \00 

'" tcaSe 

4 

/~ '/ 
/ 

/ / 
I I 

10.1 

0,5 

I I 
0,7 0,9 1,1 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation colJecteur-emetteur en 

V fnnction du courant colJecteur 
CE sat 
(VI 

.!£= 10 
IB 

1,6 

I 
I 

1,2 

/ 
II 

0,8 

ott' // 
\C'3.¢~c. 
~?-'); 

I '0~<F-

0,4 

4 4 6 IC (AI 

5/6 



BOY 78, BOY 79 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

6/6 

6 

4 

8 

6 

4 

K 

6 

4 

6 

4 

~ 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
CapacittJ de sortie en fonction de la 
tension collecteur-base 

r--.... r--.... 
....... 

"'-
r-.....-. 

4 

!-..... 

6 VCB 
IV) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE OERATING 
FACTOR UNOER PULSES CONOITIONS 
Facteur de reduction de /s rl!sistance thermique en 
r4gime d';mpu/sions 

v ~ 

~Jl ~.s v).- 1..-

1m3 l,..- II II 

[J1.~ I,..-L-
yo II 
II 

II 

1/ 

/J 8 =~ 
l- T 

<:> 
// Zth = K Rth 

II 1U v 

10-52 ~0-42 ~O-:f ~0-22 ~0-12 ~OO tplsec) 

346 



~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

High voltage transistors, primarly intended for use in horizon. 
tal deflexion output stage of black and white TV receivers fit· 
ted with 110 0 picture tube. 

Transistors rapides haute tension particulierement destines aux 
etages de sortie de balayage hotizontal des releviseurs nair et 
blanc 110 0 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de IslB 

100 % ... __ .,---,.--,-----., 

75 l-'--p.n,f---j---4 

50 I-t-t--

25 1-.--t--+---l'\.:---4 

O'--'---'---_.L..._-'-_-" 
50 100 150 Teas.(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur.emetteur 
Collector-emitter voltage 

VSE =-5V Tension coltecteur-emetteur 
Emitter-base voltage 
Tension ~metteur-base 
Collector current 
Courant collecteur to -10ms 
Base current 
Courant base 
Power dissipation 

T case = 25 oc Dissipation de puissance 
Storage and junction temperature max 
Tem~rature de janctian et de stockage 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermiqufI ionction-boit/s,max 

SO, rue Jean-Pierre Timbaud - 8_P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel: II} 788-50-01 Telex: 610560 

VCSO 

VCEO 

VCEX 

VESO 

IC 
ICM 

IS 

Ptot 

tj 
T stg 

347 

au 104_ au 10S 
NPN SILICON TRANSISTOR, DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR NPN SILICIUM, MESA DIFFUSE 

VCEX 
{ 400 V BU 104 

330 V BU 109 

IC r A 
BU 104 

lOA BU 109 

Ptot SSW 

Rth(j-c) 2 oC/W 

{ 10 ·50 BU 104 
h21 E ( 5 A) 15 . BU 109 -min 

tf 

ease 
Boitier 

BU 104 

400 

150 

400 

10 

7 
15 

3 

85 

200 
-65 +200 

l"s max 

TO 31 CB 19} 

B 

BU 109 

330 V 

120 V 

330 V 

10 V 

10 
A 

15 

3 A 

85 W 

200 °c -65 +200 

Janvier 1980 1/10 
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BU 104 - BU 109 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES" 

SYMBOL 

OFF CHARACTERISTICS· CARACT~RISTIOUES A L'~TAT eLOOU~ 

VCEOsul . 120 V 

ICEX 
1 

mA 
eu 104 

1 eu 109 

ICBO 0,5 mA 

lEBO 10 mA 

ON CHARACTERISTICS - CARACT~RISTloues A L'eTAT eLOOUe 

VeEsat-
2,5 

V 
eu 104 

2 eu 109 

VSEsat-
2,5 

V 
eu 104 

2 BU 109 

10 50 BU 104 

h21E* 15 BU 109 

15 BU 104 
20 BU 109 

DYNAMIC CHARACTERISTICS· CARACT~RISTIOUES DYNAMIOUES 

MHz 
t> 

TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

Ie =0, IC =50 mA 

Vce = 400 V, Vee = - 5 V 
Vce =330 V, Vee =-5V 

Vce=250V,le=0 

Ic=0,VEe=10V 

IC = 7 A, Ie = 1 A 

IC = 7 A, IB = 1 A 

Vce = 1,75 V, IC = 5 A 

Vce=1,5V,lc=5A 

VCE=4V,IC=7A 

VCE = 10 V, IC = 0,5 A, f = 10 MHz 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIOUES De COMMUTATION 

tf ~s 

• Pul ... - Impulsions tp =:: 300 }ls, 6 :=e;;;; 2 % •• T case = 25 DC Unles. otherwise stated· Sauf indications contraires 

2/10 
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BU 104 - BU 109 

CIRCUIT DE MESURE DU TEMPS DE DECROISSANCE 
COLLECTOR CURRENT FALL TIME TEST CIRCUIT 

Adjust for IBl = 1 A 

Ajuster pour '87 = 7 A 100f.LF 

BU 104 

BU 109 

BY 191 P 400 R 

+24 V 

Adjust for V BE cut-off 

Ajuster pour V 8 E blocage = -3 V 

I~ 1 A 
------ ---0 

Leakage inductance, from secondary winding 

Self de fuite vue du secondaire: 0,8 f.LH 

v"------J~---------" 
I. 

Driver transformer 
Ferrite core: LTT ref_ FN 1034 
Core area: 7,7 mm2 Air-gap: 0,4 mm 
Ratio: n = 7,7/1 
Primary winding: 200 turns 28/100 
wound on 16 mm wide in 4 layers 

Secondary winding: 26 tours 55/100 
(wound in one layer between the two 
halves of the primary winding) 
Primary resistance: r = 4Q 
Secondary resistance: r = 75 mU 
Leakage inductance, from secondary 
winding: 0,8 f.LH 
(if necessary, add an external coil to 
obtain 0,8 f.LHI. 

349 

.1." "01 

Transfo driver 
Noyau ferrite L TT flif. F N 7034 
Section: 7x7 mmf! Entrefer: 0,4 mm 
Rapport: n = 7,7/7 
Primaire : 200 tours 28/700e en 4 couches 
bobine sur 76 mm de large 

Secondaire: 26 tours 55/700e (7 couche 
bobinee entre les 2 moities du primairej 
r prima ire : 4 51 
r secondaire: 75 mn 
Self de fuite vue du secondaire: 0,8 f.LH 
(si besoin est, ajouter une self exterieure 
pour avoir 0,8 f.LH) 

3/10 



BU 104 - BU 109 

4/10 

IC 
(AI 

50 

20 

10 

5 

2 

0,5 

0,2 

0,1 

0,02 

0,0 1 

BU 104 

-- ~-

tease 25°C 
Continuous 
Continu 

Pulsed 
En impulsions 

SAFE OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement de securitti. 

r-1"\-"- "0 
{OO ~ 

" +t'~ 
7, I-t--?;>~ 
0(» 

"- ~. 

"- , 
1\ I 

\ 
f 

-----
f\1 

5 10 20 50 100 200 500 VCE (VI 

350 



Ie 
(AI 

50 

20 

10 

5 

2 

0,5 

0,2 

0,1 

BU 104 - BU 109 

SAFE OPERATING AREA 
A ire de fonctionnement de securite 

BU 109 

--- - --- ..... --- ~ t-- r~ 

:1° " , ? ~ 

".N oJ' 

" %-t- ">". 
I 

">oJ' '': 

"' I 

r\ : 
1\ I 

I 
I 

tease 25°C 
Continuous 
Continu 

Pulsed ------En impulsions 

I 
I 

2 5 10 20 50 100 200 

5/10 
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BU 104 - BU 109 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

Ie colle te Amett . C Uf- eur 

IA) 

4 

3 

2 

o 

• VCE 
IV) 

400 

300 

200 

100 

o 

6/10 

BU 104 ~ t:::= I-- j.-, ",-f>.'-

V ~ ~)~ L--l-I--
Zo",p.. 

/~ ~ V V~!.-I--I--I--

~ ~ V V I-- 1~ l-I--I-

~ V V V 6O~A 

V ..... 1--" I-- 40lmA 

1/ V J....- I--

V 
le=20 mA 

V 

o 2 3 4 

COLLECTOR EMITTER VOL TAGE VERSUS 
BASE·EMITTER RESISTANCE (minimum value) 
Tension collecteur-tlmetteur en fonction de la 
resistance base-i!metteur (valeur minimum) 

BU 104 tease = 25°C 

i'-. 

~ 
r\. 

1\ 
I" 

352 

IC 

ImA) 

40 

30 

20 

10 

o 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de Js tension 
ol/e te eme(te, C C Uf' U 

,-~ ~ T BU 104 

-1 V I 
-~~ 11 

1 J J 
800J!!.... II 
1 J J 
soo~ I 10-

1)...-V \ 
100J / 

1 Ie 0 ~ 
o 100 200 300 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur starique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

By 1~4T 1/ 
VCE =1,75 V 

I = 12Jo'L .... V tease 
1\ 

V \ 
II V [\1\ 

I/V ~It =25 O C 
. case 

, 
1/ V 

~ 

4 6 B 
IC IA ) 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

IC 

(AI 

4 

3 

2 

o 

V CE 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant colJecteur en fonetion de /s tension 
col/ecteur-ernetteur 

BU 109 ,~~ 
,/ r~ ,... ,00"''' 

I/ "" Vt:t1" ,1/ V~:r 
II/V 

60 ",A -r-I-
)Iv 4dm~ 
)' ..... 

IB,!,2o lmA 

l ~ 

o 0,4 0,8 1,2 1,6 

i-

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE (minimum value) 
Tension collecteur-emetteur en fonerion de la 
resistance base-emetteur {valeur minimum} 

(V I BU 109 

420 

340 - ........ r---

260 \ 
\ 

180 

r--. 
........ 

100 2 

101 

353 

IC 
(rnA) 

40 

30 

20 

10 

o 

80 

60 

40 

20 

o 

BU 104 - BU 109 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de fa tension 
collecteur-llmetteur 

BU 109 ) I 
~ V / 

~ / 
,...... ,~ / 

Jo~" / 
1 ) 
6O~ / 

4bo JA ./ 

kool~A / 1\ 
IB-O ) 

o 40 80 120 160 200 VCE(VI 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonerion du courant collecteur 

BU 109 VCE =1,5V 

v 
.. 0/ .. '\ 

~~ 
I ~c ..,'); i"'-. 1\ 

L '",'Y 
/ 1\\ 

V ~ 

/ ~ 
V 

4 6 ~0-1 2 4 6 ~OO 2 4 6 B 

IC IAI 

7/10 



BU 104 - BU 109 

IB 
ImA) 8 

6 

4 

VCEsa• 
IV) 8 

6 

4 

2 

4 

Bll0 

BASE CURRENT VERSUS BASE·EMITTER 
VOLTAGE . 
Couran t 1». ~n lonation de Ia tension /)Sit!­
iltrU!tteur 

BU 104 .VCE =I,75 V 

I I 
I,( 

tease :. 125°C /. tease = 25°C ., 
I 

I 

I 
I 
I 

I 

o - 0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation colle:.:leur-4metteur en 
lonction du courant CO/lecteur 

IC 
_=10 

lB ... 

BU 104 

/ 
// 

:..- ~/ 
~~S"C ",,<>-t!C 

~""jl' 
4 

1// , 

4 6 8 
IC IA) 

IC 
IA)a 

6 

4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecreur en lonerian de la tension 
base-lfmetteur 

VCE = 1,75 V 
li" 

-BU 104 I L 
I ~ 

~~ = =~ C - -I II 
- -'" J 

;0-2 
o 0,4 0,8 1,2 1,6 VBE IV) 

VBE ... 
IV) a 

6 

4 

4 

354 

BASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-eme.rteur en 
'onerion du courant collecteur 

·~=10 
18 

J!!L~4 

",l'i,oC .........: ~~ 
tease ............... ./" -- ·L~fJoC -- tease 

I I 

2 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

IB 

ImAI8 
6 

4 

V CEsat 
IVI 

6 

4 

4 

BASE CURRENT VERSUS BASE·EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base­
emetteur 

VCE -',5V 

BU 109_ 

r-~ 
V 

I 
~ CJ 

" 0 ~ /f/ 
-..CJ,g ~ 

~IJ 
III 

II 
I 

I I 

I 
I 

a 0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation coJlecteur-emetteur en 
fonction du courant col/ecteur 

IC r;= 10 

BU 109 

oV ~/ 
'l.<5 

/j" oV 
~ 'l.<5 

~'" q 

<f> 

~ 
..-:V~'" 

k::: ;... I 
4 2 4 6 IC IAI 

355 

BU 104 - BU 109 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

Ie base-emetreur 

IA~ VC~ 1,5 V· .... 

4 BU 109-1/, ~ 

~ l,!flh//f/--+---+-+--+--t 
100

8 r-+_L~'-I~I 
4r-r-~ThII~-+-+-+-+-4~ 

I 
1 O· ~ ~+=::tt:::t:=J:=j==+==I=:::j:::=t:=1 
6~-r~~~--t-+--+-+--+--+--l 

4~-r~~~--t--+--+--+--+--+--l 

BASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-eme.tteur en 

V fonction du courant collecteur 
BEsat 
IVI IC 

_=10 
6 IB 

4 BU 109 

~t::: 
-tease -;:::; 25°C - .... 

-+- ---_tease 
~ 12SoC 

4 

4 4 
6 IC IAI 

9110 



BU 104 - BU 109 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYP/OUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacire de sortie en fonction de /a 
tension co//eeteur base C22b 

(oF) 8 tease =25°C 

4 

-::::::::::: ~ t---~ --- -r-

4 6 

IT 
(MHz) 

16 

14 

12 

10 

V 

9 
10-1 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frequence de transition en fonction du 
courant co/leereur 

VCE = 10 V 

Te·~rOC 

, 

j"--.. 8 " ~'091 
: l'--~ 

I i 
i I- ~ 

I 
8u I 

I 
, ~ ~i I 

i ~I' ~ 
II : 

2 5 6 7 8 iC(A) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 

K 

4 

10- 1 

8 

6 

4 

10-2 

~b 
P. JO~3 ..... !--
tJi&V 1I 

1110,,0.--
• .,,0:;'-

I:; 

~ 

1/ 

Facteur de reduction de Is reSIstance rhermique en 
regime d'impulsions 

~I? 
V 

BU 104 

5 =~ 
T 

Zth = K Rth 

5 =~ 
T 

Zth = K Rth 

1ll 10-
2 
H---+-i-++-++-++1[-

10-52 510-42 510-32 510_22 510-12 tp I.ee) 10-52 510-42 510-32 510-22 510_12 tp(see.) 

10/10 
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~, lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS BU104D BU10BD 

NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTORS SILlCIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

High voltage transistors with integrated damper diode, primarly 
intended for use in horizontal deflexion output stage of black 
and white TV receivers fitted with 110 0 picture tube. 

Transistors rapides haute tension avec diode damper integree, 
particulierement destines aux erages de sortie de balayage ho-
rizontal des releviseurs noir et blanc 110 o. 

Dissipation and Is/B derating 
Variation de dissipation et de ISIB 

100% _-.c--r---,--..,----, 

75 ~+-~~~--+---1 

'-----'--,-1--' E 

50 100 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VAl.EURS LlMITES ABSOLUES O'UTILISATION 

Collector·emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 
Collector-emitter voltage 

VBE =-5V Tension coIlBCtBu,~metttJur 
Emitter-base voltage 
Tension BmtJttflUr-bBiB 
Collector current 
Courant collBctBur tp=1 ms 
Base current 
Courant base 
Mean forward diode current 
Courant moyen de III diode 
Repetitive peak forward diode current 

tp;;;; 100,",s 
Courant de pointe re,ntitif 
Power dissipation 

Tease 25 oC Dissipation de puissance 
Storage and ;unction temperature max 
Temp4raturB de jonction et de stackage 

Junction to case transistor thermal resistance 
R~sistBnce thermique jonction boitier du transistor 
Junction to case diode thermal resistance 
R~sistance thermique jonction boitier de Ie diode 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Ttl : (1) 788-50-01 Telex: 510560 

VCEO 

VCEX 

VEBO 

IC 
ICM 

IB 

10 

IFRM 

Ptot 

tj 
Tstg 

357 

VCEX { 400 V BU 104 0 
330 V BU 109 0 

{ 7A BU 104 0 
IC 

lOA BU 109 0 

Ptot (25 OC) 85W 

Rth(j-c) 2 0 C/W 

tf (5 A) ';;O,8I1S 

ea .. 
Boitier 

TO 3 (CB 19) 

BU 104D 

150 

400 

7 

7 
15 

3 

3,5 

10 

85 

200 
-55+200 

~ 
B 

BU 109D 

120 V 

330 V 

7 V 

10 
15 A 

3 A 

5 A 

10 A 

85 W 

200 oc 
-55+200 

Janvier 1980 1/8 
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BU 1040 - BU 1090 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTlaVES STA TlaVES 

Collector-base cut-off current 
Courant residuel collecteur-base 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel colJecteur-emetteur 

Emitter-base cut-off current 

Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-emetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tensio/l de saturation base-emetteur 

Diode forward voltage 
Tension directe de la diode 

- pulsed 
t 

-impulsions p 

2/8 

300 fJS 8 .;; 2 % 

Tease = 250C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IS = 0 All types 

VCE = 250 V Taus types 

VSE = -5V 
SU 104 D 

VCE = 400 V 

VSE = -5V 
VCE= 330V 

SU 109 D 

IC = 0 All types 
VES = 5V Taus types 

VCE = 150V 
SU 104 D 

IS = 0 

VCE = 120V 
IS = 0 

SU 109 D 

VCE = 2,5 V 
SU 104 D 

IC = 7A 

VCE = 2V 

IC 7A 
SU 109 D 

= 

IC = 7A 
SU 104 D 

IS = 1 A 

IC = 7A 
IS = 1 A 

SU 1090 

IC = 7A All types 

IS = 1 A Taus types 

IC = 5A 

IC = 7A 

35B 

ICSO 

ICEX 

IESO 

ICEO 

h21E* 

VCEsat 

VSEsat* 

VF 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ rnax 

0,5 rnA 

1 

rnA 

1 

100 rnA 

1 

rnA 

1 

7 

7 

2,5 

V 

2 

2 V 

2 
V 

2,4 



BU 104 D - BU 109 D 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals) 

CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 10V 
Transition frequency IC = 0,5 A 
Frequence de transition I = 10 MHz 

IC =5A 
Fall time Figure 1 ISl = 1 A 
Temps de decroissance VSE2 = - 3 V 

Maximum junction temperature calculation under operating conditions 

Tj max = Tease + /I, Tj1 + /I, Tj2 

min typ max 

IT 10 MHz 

tl 0,8 /lS 

l'!:. Til : rise temperature due to transistor mode operating. 6Tjl is calculated knowing the transistor power dissipation 

and Rthlj-e) 1 = 2°C/W 

IJ. Tj2 : rise temperature due to diode mode operation. !J. Tj2 is calculated knowing the diode power dissipation 

and Rthlj-e) 2 = 8 oC/W 

Determination de hl temperature maximale de janctian atteinte en fonctionnement 

Tj max = Tease + /I, Tjl + /I, Tj2 

6. Tit: elevation de temperature due au fonctionnement en transistor. /'). Til se calcule a partir de la puissance 
dissipee en fonctionnement transistor avec Rth(j-c) 1 = 2 0 C!W 

/'). Tj2: elevation de temperature due au fonctionnement en diode. f:j, Tj2 se calcule a partir de la puissance 
dissipee en fonetionnement diode avec Rth(j<! 2 = 8 0 CIW 

359 
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BU 1040 - BU 1090 

FIGURE 1 

COLLECTOR CURRENT FALL TI~~E TEST CIRCUIT 
CIRCUIT DE MESURE DU TEMPS DE DECROISSANCE 

Adjust for IB1 = 1 A 
Ajuster pour 181 = 1 A 

TUT 

+ 24 V 

Adjust for leM = 5 A 
Ajuster pour leM = 5 A 

l~~ 
Adjust for VBE cut-off _ 3 V 

4,7/lF 

+ 24 V Ajuster pour VBE blocage 

DRIVER TRANSFORMER 

Ferrite core L TT FN 1034 
Area 7 x 7 mm2, air gap 0,4 mm, ratio n = 7,7/1 

Primary 200 turns 28/100 (4 layers of 16 mmJ 
Secondary 26 turns 55/100. One layer within the two 

sections of primary 
R primary 4 II - R secondary 75 mr1 

Leakage inductance referred to secondary 0,8 I1H 
(If necessary, add an external coil to obtain 0,8 /lH). 

4fS 

360 

I~B-1A 
------ ---0 

V BE ------

~ ___ 64-,-Il_S _ 

TRANSFORMA TEUR DRI VER 

Novau ferrite L TT FN 1034 

Section 7 x 7 mm2, entre fer 0,4 mm, rapport n 7.7/1 

Primaire: 200 tours 281100 en 4 couches de 16 mm 
Secondaire: 26 tours 55/100. Une couche entre les deux 
moities du primaire. 
R primaire 4 n - R secondaire 75 mn 
Inductance de fuite ramenee au secondaire 0,8 pH 
(Si besoin est, ajouter une self exterieure pour a voir 0,8 pH). 



VBE,at 
(V) 

1,5 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emetteur en fonc-
rion du courant collecteur 

BU 1040 

IC/IB~5 - -

I 

/ 
I 

1 
.A 

/v,' 
",oC /' 

r---- • '); 
" ~C 1~~a~·t1 

, , 
0,5 

10-1 
4 6 8 

100 
4 6 IC(A) 

VBE,at 
(V) 

1,5 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emetteur en fonc­
lion du courant collecreur 

BU 1090 

'C/IB~5 
- - r--- ~-- f--

--_. --- .. --r- --
I 

j 
I 

AI 
,'I 

b" 
/ 

I-- - 'I-",oC 
/,/ 

-+~~a'~ " 
f.----f A ' !" 9'" oC 

0,5 

10-1 

, l' ~~al· I I 
468 

100 
4 6 8 

'C(A) 
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BU 1040 - BU 1090 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOL­
TAGE VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-emetteur en 
fonerion du courant coJlecteuf 

VCE,a 
(V) 

t 
BU 1040 

IC/IB~5 I 
I 

1,5 I 

:1 

I 
/ 

0,5 

9"'oC 

'E'. 'I-",oC 
11- ~~a'· 

10-1 6 8100 4 6 IC(A) 

VCE,at 
(V ) 

0,5 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOL­
TAGE VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-emetteur en 
fonerion du courant collecteur 

BU 109 0 
IC / IB ~ 5 

I 

I 

I 

I / 

ov/ 
0,"> 1---

'" / Ov 

"v~ {' 
;/" 

~"'-r-

""i -
o 

10-1 
4 6 8100 6 8 

IC(A) 
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BU 104 D .- BU 109 D 

h21E 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valf'lu statlqup du rapport de transfert direct du 
COUf,Jn( en fonctJOn du courant collecreur 

BU 104 D BU 109 D 
VCE = 5V 

,-' 

, \ 
OV \ 

I ~ 1- -
f--

I ~ 1 I'\. 
TJ....v"lt \. f--. I--- OV '\ 

~ iz::1' 
J-i.- - A".v'b"ru 1\ , 

/ 

I--
f---

BASE CURRENT VERSUS BASE·EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonetlon de la tens;on base­
emetteur 

10.1 
468 

100 
6 8 

IC(A) 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 VBE(V) 

6/8 

VBE 
(V ) 

1,5 

0,5 

BASE-EMITTER VOL 1 AGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
TensIOn base-emetteur en foner/on du 
couram co/locfeur 

BU 104 D BU 109 D 
VCE = 5 V 

1/ 
A 

VI 
'l.",oC V 

~ 9"'oC 
... 

f.-ica,e 
- -1- - T 

4 

362 

, 
I 

vI 

6 IC(A) 



1 

RELATIVE VARIATION OF tf TIME VERSUS 
JUNCTION TEMPERATURE 
Variation relative du temps tfen fanctian de I. 
temperature 

II 
v 

/ 
/ 

// 
// 

o 20 40 GO 80 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE 
DERATING FACTOR UNDER PULSES 
CONDITIONS 
Facteur de r~ducr;on de la resistance thermi­
que en regime d'impuls;ons 

K 
.1, ,-

10-1 
o 
7 
6 

I­
II 0,5 

-- -

-- 1- --
-- Zth:-: K x Rth _. 

T 

102 103 tp (ms) 
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BU 104 D - BU 109 D 

e~~~~S ~~~\~/~~~ c'0~LRTtN~EI DROP V F 

Chute de tension directe V F de la 'Jode en fone­
tion du courant direct IF 

)IBU104D 8Ul09D 

'F""' ;'~~ 
, 

8 ~I 
-

[' 

, (J , ~~~(J 0 /Q,1 
f:, 'ot' 

--

~2/ 
~ 
~ 

- -

- 1--- - I(j ': 1---

,/L 

6 

4 

2 

// 
o 

~?/ 
2 
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au 1040 - au 109 0 

4 r- T case 25 oC 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

\ 

r- ____ ,DC operation 

Regime continu 0 
2l r- ---- Single pulsed -+-f--f-+++l-++ 

Mono impulsion ~ 

10_2 r- I I I I I IIIII-+-+--+----+--I-J.-l.--.l..-T~ 
100 4 6 6 78 101 

8/8 
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,~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS BU104DP_BU10SDP 

NPN SI LICON TRANSISTORS, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTORS SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

Hign voltage transistors with integrated damper diode, primarly 
intended for use in horizontal deflexion output stage of black and 
white TV receivers fitted with 110 0 picture tube. 

Transistors rapides haute tension avec diode damper inttigree, 
particulierement destines aux etages de sortie de balayage hori­
zontal des teltiviseurs noir et blanc 110 o. 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de I SIB 

100% 

75 

50 

25 

r---------, 

B ... -,--,-H 

I L'-'._--'-_-"---+-o E 
o '- _________ ..J 

so 100 150 T case(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

~r-emitter voltage 
Tension col/(Jcteur-emetteur 
Collector-emitter voltage 

V8E = - 5 V Tension colJecteur-emetteur 
Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 
Collector current 
Courant collecteur tp=1 ms 
~ase current 
Courant base 
Mean forward diode current 

Courant moyen de fa diode 
Repetitive peak forward diode current 

tp = 100Jls Courant de pointe repetitif de fa diode 
Power dissipation 

Tcase 25 oC Dissipation de puissance 
:::itorage and junction temperature max 
Temperature de jontion et de stock age 

Junction to case transistor thermal resistance 
Resistance thermique jonction boWer du transistor max 
Junction to case diode thermal resistance 
Resistance thermique jonction boitier de fa diode max 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - 8.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel: 11} 788-50·01 Telex: 610560 

VCEO 

VCEX 

VE80 

Ie 
ICM 

18 

10 

IFRM 

Ptot 

lj 
T stg 

365 

VCEX { 400 V BU 104 DP 
330 V BU 109 DP 

{ 7A BU 104DP 
IC lOA BU 109 DP 

Ptot (25 OC) SOW 

Rth(j..,) 2,5 0 C/W 

tf (5 A) ';;;O,Slls 

Ca .. 

Boitier 
T0220ABICBI171 

E 

BU 104 OP 

15{' 

400 

7 

7 
15 

3 

3,5 

10 

50 

150 
-55+150 

BU 109 OP 

120 V 

330 V 

7 V 

10 
15 

A 

3 A 

5 A 

10 A 

50 W 

150 
°C -55+150 
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BU 104 DP - BU 109 DP 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTlaVES STA TlaVES 

Collector-base cut-off current 
Courant residuel collecteur-base 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur sratique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de sawration collecteur-emetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-emetteur 

Diode forward voltage 
Tension directe de la diode 

·pulsed 

* impulsions tp 
300j.ls 8 ';;2% 

218 

Tease = 25 DC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IB = 0 All types 

VCE = 250 V Taus types 

VBE = -5V 
BU 104 DP 

VCE= 400V 

VBE = -5V 
VCE = 330 V 

BU 109 DP 

IC = 0 All types 
VEB = 5V Taus types 

VCE = 150V 
BU 104 DP 

IB = 0 

VCE = 120V 
IB = 0 

BU 109 DP 

VCE = 2,5 V 
BU 104 DP 

IC = 7A 

VCE = 2V 
IC 7A 

BU 109 DP 
= 

IC = 7A 
IB = lA 

BU 104 DP 

IC = 7A 
IB = lA 

BU 109 DP 

IC = 7A All types 

IB = 1 A Taus types 

IC = 5A 

IC = 7A 

366 

ICBO 

ICEX 

lEBO 

ICED 

h21E* 

VCEsat 

VBEsat* 

VF* 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

0,5 mA 

1 

mA 

1 

100 mA 

1 

,mA 

1 

7 

7 

2,5 

V 
2 

2 V 

2 
V 

2,4 



BU 104 DP - BU 109 DP 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals) 

CARACTERISTfQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 10V 
Transition frequency IC = 0,5 A 
Frequence de transition f = 10MHz 

IC =5A 
Fall time Figure 1 IB1 =1A 
Temps de decroissance VBE2=-3V 

Maximum junction temperature calculation under operating conditions 

Ti max = Tease +!::. Tj1 +!::. Tj2 

min typ max 

f,- 10 MHz 

tf 0,8 115 

~ Tjl : rise temperature due to transistor mode operating. ~Tjl is calculated knowing the transistor power dissipation 

and Rth(j-c) 1 = 2,5 °C/W. 

II Tj2 : rise temperature due to diode mode operation. 6. Tj2 is calculated knowing the diode power dissipation 

and Rth(j-c) 2 = 9 °C/W 

Determination de 18 temperature maximale de jonction atteinte en fonctionnement 

Ti max = Tease + !::. Til + !::. TJ2 

!::. Til: elevation de temperature due au fonctionnement en transistor. !::. Til se calcule a partir de la puissance 
dissipee en fonctionnement transistor avec R th (j-c) I = 2,5 oCM. 

!::. TJ2 : elevation de temperature due au fonctionnement en diode. !::. Tj250 calcule a partir de la puissance 
dissipee en fonctionnement diode avec Rth(j-c) 2 = 9 oeM. 

367 
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BU 104 OP - BU 109 OP 

Adjust for IS1 = 1 A 
Ajuster pour I B 1 ~ 1 A 

FIGURE 1 

COLLECTOR CURRENT FALL TIME TEST CIRCUIT 
CIRCUIT DE MESURE DU TEMPS DE DECROISSANCE 

130 H +24V 
~--------------~~~~~-4~~~~ 

TUT 0,1 p.F 

Adjust for leM ; 5 A 
Ajus,er pour I eM; 5 A 

4,7 J1F 

l~~ 
Adjust for VSE cut-oft _ 3 V 

+ 24 V Ajuster pour VBE blocage 

During the test, the device should be moun· 
ted on a copper heatsink 

Pour la mesure, Ie transistor doit etre monte 
sur un radiateur en cuivre 

50x50x4 

DRIVER TRANSFORMER 

Ferrite core L TT F N 1034 
Area 7 x 7 mm2, air gap 0,4 mm, ratio n = 7,7/1 

Primary 200 turns 28/100 14 layers of 16 mm) 
Secondary 26 turns 55/100. One layer within the two 

sections of primary 
R primary 4 n - R secondary 75 mQ 
Leakage inductance referred to secondary 0,8 pH 
(If necessary, add an external coil to obtain 0,8 pH). 

4/8 

368 

IB~ 1 A 
------ ---0 

TRANSFORMA TEUR DRI VER 

Noyau ferrite L TT FN 1034 

Section 7 x 7 mm2, entrefer 0,4 mm, rapport n 7,7/1 

Primaire: 200 tours 281100 en 4 couches de 16 mm 

Secondaire: 26 tours 55/100. Une cauche entre les deux 
moities du primaire. 
R primaire 4 S1 - R secondaire 75 mn 
Inductance de fuite ramenee au secondaire 0,8 J.1.H 
(Si besoin est. ajouter une self ex'tEJrieure pour a voir 0,8 pH), 



VSEsa 
IV) 

t 

1,5 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emetreur en fone­
t;on du COUfant collecteur 

SU 104 DP 

le /' s=5 

I 

1/ 
, 

'/ 

A 
-",v,' 

~ 
V 

"\c .. , I'> oC '" 
"\c .. ,;e~-1 

, 
~ 

0,5 
10-1 

4 6 8 
100 

4 6 lelA) 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emetteur en fone­
fion du courant col/ecteur 

VSE,at 
IV ) SU 109DP 

Ie liB = 5 

1,5 

I 

P 
I 

~ 
./ 

e-.-I- '2-",oC /" 
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10-1 
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100 
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'elA) 
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BU 104 DP - BU 109 DP 

VeE,a 
IV) 

t 

1,5 

0,5 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOL­
TAGE VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-emetteur en 
fonction du courant col/ecteur 

SU 104 DP 

le /l s=5 I 
I 
I 

/ 
",,,,oC. " 

"\ ,e I-c f-'f: '2-'" oC f--
1:cac..e 

10-1 
4 6 lelA) 

VeE,at 

IV ) 

0,5 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOL­
TAGE VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-emetteur en 
fonction du courant col/ecteur 

SU 109 DP 

le /lB=5 

I 

I 

I II 
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~ru / 00 
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au 104 DP - au 109 DP 

h21E 

90 

80 

70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

BU 104 DP_BU 109 DP 
VCE = 5V 

,-, 

, , 
0{J , 

, ~ '" - T 

f-- I ~ I'\. 
rrA.~ "' ~ I-- 0(, '\ 

/{> 

i1-~~vll,,(b \ 

7 

IB 
(rnA)! 

6 

102 

4 

BASE CURRENT VERSUS BASE·EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base­
emetteur 

BU 104 DP IBU 109 DP 
VCE =5V [; 

V 

v.:~,. 

1I~ 
0(, f7 

I-- f-- ."",,,, -'fJ 

~v I- ~ 
V ." , "vtfi 

V 

10.1 
4 6 8 

100 
6 8 

IC(A) 0,7 0,8 0,9 1,1 1,2 VBE(V) 
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VBE 
(V ) 

1,5 

0,5 

BASE·EMITTER VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Tension base-emetteur en fonction dlJ 
courant colfecteur 

BU 104 DP BU 109 DP 
VCE = 5 V 

II 
A 

V, 
lSoC I--V 

~ ",oC I- ... 
f-----1 ca,e 9 -

- -1- - r 
4 4 

370 
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If 

RELATIVE VARIATION OF tf TIME VERSUS 
JUNCTION TEMPERATURE 
Variation relative du temps tf en lonerion de I. 
temperature 

If (25 °C) 

10-1 

2 

1 

[7 
l7 

/ 

// 
l/ 

V 

o 20 40 60 80 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE 
DERATING FACTOR UNDER PULSES 
CONDITIONS 
Facteur de reduction de la resistance therm;­
que en regime d';mpuls;ons 

I-::" -~ 

8 
7 
6 -f--

1-:-=-

c: 
I-::" -c--
- Zth =K x Rth 

T 

10-2 10-1 100 101 102 103 Ip (ms) 
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BU 104 DP - BU 109 DP 

e~~~~S ~~~~';,.~~ C~~WN"-rEI DROP V F 

Chute de tension directe V F de la 'Jade en fone­
tion du courant direct 'F 

) [BU 104 DP - BU 109 DP 
Tease 25 oc 14, 1 

r-t--

filii 
t--~f-

~I 
8 

(.) I ~I~r-° /!l,rJ t--

~I 
1,1{; 

~O ~ 
I II <: 

~/I/ 

6 

4 

, 1)11 
2 

I./rl 
o 

~L1V 
2 
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BU 104 DP - BU 109 DP 

Ie 
IA) 7 

101 

4 

100 

4 

10-1 

4 

10-2 

8/8 

BU 109 DP 

~ BU 104DP 

I 
4 5 6 7 B 

SAFE OPERATING AREA 
A/RE DE SECUR/TE 

'. ? 

~~J'_ ---, ?o-f--
~J' 
, 
I \ 

~ 

" \ \ 

'\ \ 

~ \ 

\ I 

\ 
\ 

1\ 
>; I 

~ 

~ 
~ 

Tease 25 oe 
DC operation 
Regime cont;fIU 

----- Pulsed operation 

I 
Regime impu/sionne/ 
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~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS BU104P-BU10S P 

NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

High voltage transistors, primarly intended for use in horizontal 
deflexion output stage of black and white TV receivers fitted 
with 110 0 picture tube. 

Transistors rapides haute tension particulierement destines aux 
etages de sortie de balayage horizontal des Weviseurs nair et 
blanc 110 0 . 

Maximum power dissipation and IS/B 
Dissipation de puissance maximal. et de ISIB 

100 % ,.....~.----,--...,--, 

751-+-*""-.3000<+ 

50 1---!--t--4. 

25 I---!--t---+-'Ir-+---i 

OL...J----L_-L_...1..._...J 

50 100 150 Teas.(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES O'UTILlSATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 
Collector-emitter voltage 
Tension coll6Cteur-tlmetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 
Emitter-base voltage 
Tension 6metteur-base 
Collector current 
Courant collecteur 
Base current 
Courant base 
Power dissipation 
Dissipa~ion de Duissance 
Storage and junction temperature 
TemMrature de jonction et de stockage 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique joncrion boirier 

50. rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Ttl : (11 7S8-5().01 Telex: 610560 

VBE = - 5 V 

tp=1 ms 

Tease 25 °C 

max 

Vceo 

VCEO 

VCEX 

VEBO 

IC 
ICM 

Ie 

Ptot 

tj 
Tstg 

373 

VCEX 

Ptot 

Rth(j-c) 

tf (5 A) 

Ca .. 

Baitier 

BU 104 P 

400 

150 

400 

7 

7 
15 

3 

50 

150 
-55+150 

{ 400 V BU 104 P 
330 V BU 109 P 

{ 7A BU 104 P 
10A BU 109 P 

50W 

2,5 0 C/W 

:s;:;;; 1 ps 

TO 220 AB (CB 1171 

.' E 

BU 109 P 

330 V 

120 V 

330 V 

7 V 

10 
15 

A 

3 A 

5D W 

150 oc 
-55+150 

Janvier 1980 1/7 



BU 104 P - BU 109 P 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIOVES STA TlOVES 

Collector-base cut-off current 
Courant residuel collecteur-base 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emetteur 

Static forward current transfert ratio 
Valeur stat;que du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-emetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-emetteur 

" Pulsed 
Impulsions tp = 300 /-IS 6';; 2 % 

217 

Tease 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IB = 0 All types 

VCE = 250 V Tous types 

VBE = -5V 

VCE = 400 V 
BU 104P 

VBE = -5V BU 109 P 
VCE = 330 V 

IC = 0 All types 

VEB = 7V Tous types 

IB = 0 BU 104 P 
IC = SOmA 

IB = 0 
IC = SOmA 

BU 109 P 

VCE = 1,75V BU 104P 
IC = SA 

VCE = 4V 
IC = 7A BU 104 P 

VCE = 1,5 V BU 109P 
IC = SA 

VCE - 4V 
IC = 7A BU 109 P 

IC = 7A BU 104P 
IB = 1 A 

IC = 7A BU 109 P 
IB = lA 

IC = 7A All types 

IB = 1 A Tous types 

374 

ICBO 

ICEX 

ICEX 

lEBO. 

VCEOsu: 

VCEOsus' 

h21E" 

h21E " 

h21E " 

h21E" 

VCEsat" 

VCEsat" 

VBEsat" 

(Unless otherwise statedl 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

0,5 rnA 

1 rnA 

1 rnA 

5 rnA 

150 V 

120 V 

10 

15 

15 

20 

2,5 V 

2 V 

2 V 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 

CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Transition frequency VeE = 10V 

Frequence de transition Ie = 0,5 A 
f = 10 MHz 

Ie = 5A 
Fall time 

Figure 1 lSI = 1 A 
Temps de decroissance 

VSE2= -3V 

375 

BU 104 P . BU 109 P 

typ max 

fT 10 MHz 

tf 1 j.tS 

3/7 



BU 104 P - BU 109 P 

FIGURE 1 

COLLECTOR CURRENT FALL TI~1E TEST CIRCUIT 
CIRCUIT DE MESURE DU TEMPS DE DECROISSANCE 

Adjust for IBI = 1 A 
130 H +24V 

r------.------.-~~~~~~~ 
Ajuster pour / B 1 = 1 A 100 "F 

TUT 

+24V 

During the test, the device should be moun­
ted on a copper heatsink 

Pour la mesure, Ie transistor doit etre monte 
sur un radiateur en cuivre 

50x50x4 

DRIVER TRANSFORMER T 

Ferrite core LTT FN 1034 
Area 7 x 7 mm2, air gap 0,4 mm, ratio n = 7,7/1 

Primary 200 turns 28/100 (4 layers of 16 mm) 
Secondary 26 turns 55/100. One lav.r within the two 
section of primary. 
R primary 4 il - R secondary 75 mil 
Leakage inductance referred to secondary 0,8 JlH 
(If necessary, add an externanl coil to obtain 0,8 "H). 

417 

Adjust for leM = 5 A 
Ajuster pour / eM = 5 A 

BY 212 -400 R 

376 

O,I"F 4,7"F 

Adjust for VBE cut-off = _ 3 V 
Ajuster pour V BE b/ocage 

Leakage inductance. from secondary winding 
Self de fuite du secondaire: 0,8"H 

IB~' 1 A 
------ ---0 

v" ______ }~------ ___ 0 

1-1._-..:6:..:.4:=."s_JJ 

TRANSFORMATEUR DRIVER T 

Noyau ferrite L TT FN 1034 
Section 7 x 7 mm2, entref.r 0,4 mm, rapport n 7.711 

Primaire: 200 tours 281100 en 4 couches de 16 mm 
Secondaire: 26 tours 551100. Une couc/le entre les deux 
moitif:is du primaire. 
R primaire 4 H - R secondaire 75 mH 
Inductance de fuite ramenee au secondaire 0,8 pH 
(Si besoin est, ajouter une self exterieure pour avoir O,B IJ.HJ. 



IC 
(A) 

7 
6 

5 

4 

3 

2 

BU 109 P 

8 -BU 104P 

5 

4 

100 

7 
6 

4 

10-1 

8 
7 
6 

4 

10-2 

100 

-- -

4 5 6 78 
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BU 104 P . BU 109 P 
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FIGURE 3 
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

Broii i I VCE - 1,75 V 

I = j2~oIL .. 
Tease V 

V \ 
\I V 1\1\ 

1/ 
V ~T ='25 O C case r'\ 

1......-
V 

FIGURE 5 

~ 

4 68 

IC(A) 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant de base en fonction de la tension 
base . emetteur 

Tease 25°C 
VCE = 4V 

/v 

/ 

r/ 
/ 

II 

J 

/ 
1/ 

0,6 0,8 1,2 VSE (VI 

378 

FIGURE 4 
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant co/lectBur 

h21E BU 109 P VCE=1,5V 

80 

60 

I-- --If-+++---+-+- f---j---+-+H 

1---+--+--++ ,1)'::-'11 ~I\ +-+H 

"o~---I 1 
I---+---+--!-+¥ I,~G ~ 
I-- --l/ ~rf-~ J\ \ I 

40 I--lL -it 1-1 " ~ V -W--+--~-l-I-j----J----
1/ ! ~ I 

20 V -- --IT-I-- r{ 
I----l-----l-l--l-l------l---+ I 

o 
10- 2 2 4 6~0-1 2 4 68 

VSE 
(V) 

1,2 

1,1 

0,9 

0,8 

0,7 

FIGURE 6 
BASE EMITTER VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Tension base-emetteur en fonction du 
courant collecteur 

Tease = 25°C 
VCE = 4 V 

J 
V 

I 

V 
~ 

---V 
4682.46824 

ICCA) 

J 

0,6 

10.2 10-1 100 IC (A) 



VCEsat 

V8Esat 
(V) 

1,5 

0,5 

0,1 

IT 
(MHz) 

12 

10 

FIGURE 7 
COLLECTOR-EMITTER AND BASE-EMITTER 
SATURATION VOLTAGE VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Tension de saturation collecteur-tJmetreur et base­
~metteur en fonerion du courant col/ecteur. 

Tease - 25 DC 

.!£ = 5 
18 I 

/ 

. 
"BE~;"--

~ 

./ 

VCEsat ./ 

FIGURE 9 
TRANSITION FREOUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
F"quenCtl de trlms/tion en tonerion du 
courant co/lflereur 

/ ~ 
i\. 

\ 

\l 
I :\ 

1\ 
Tease = 25 DC i I I 
I = 10MHz 

VCE = 10V 

4 f 

i\ 

IC(A) 

8 
10-1 1,5 2 3 

I 

4 5 6 7 B IC (A) 
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BU 104 P . BU 109 P 

FIGURE 8 
OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacittl de sortie en lonerion de Ia 
tension collecteur-bastl 

C22b~~g (pF) Tease 25 DC :-__ 

5 

4~---+---r----r--1--~-

3 r------[---f----+--_+--Hc-I-++-l 

1026~r-~_~:=:~t~~~~~~~~~ 
5r----r--+----+--4--+-+-+-~f~ 
4r----+-~---r_-+~-+-+~~ 
3r---+-~---t__-+--t__H_++_l 

1,5 r---
101 

-0 __ - 0 __ _ 

K 

6 
5 

4 

3 

10-1 
8 
7 
6 

4 

1,5 2 3 4 5 6 7 89 

VC8 (V) 

FIGURE 10 
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES"CONDITIONS 
F.cteur de rflduction de Is resistance thermique en 
r4gime diimpulsions 
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~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

Tho BU 126 type is a fast switching high voltage transistor, 
more speciallv intended for ope,ating in color TV receivers 
chopper supplies. 

Le BU 126 est un transistor rapide haute tension plus par· 
ticulitJrement destine aux alimentations a decoupage dans 
les recepteurs TV couleurs. 

Dissipation and ISIB derating 
Variation de dissipation et de I SIB 

100% 

76 I--+-'~ 

50 

25 1--+---+\---.----' 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension coflecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction and storage temperature 
Temperature de jonction et de stockage 

Junction-case thermal resistance 
HAsistance thermique jonction boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud· B.P.S 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel: (11 788-50-01 Telex: 610560 

VBE = - 1.5 V 

tp~2ms 

Tease :;;;;;50 DC 

max 

max 

381 

BU126 
NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUS[ 

VCEO 300 V 

VCEX 750 V 

ICM 6A 

Ptot (.;; 5QOC ) 30W 

Rth(j-c) 2,5 0 C/W max 

tf (2,5 A) O,2/1s Typ 

VCEsat 2,5 A max 

Case 

Boitier 
TO 3 (CB 191 

. 

VCBO 750 V 

VCEO 300 V 

VCEX 750 V 

VEBO 6 V 

IC 3 
A 

ICM 6 

IB 2 A 

Ptot 30 W 

tj 125 °c Tstg -65+125 

Rthlj-c) 

Janvier 1980 1/9 



BU 126 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTtRISTIOUES STA TlOUES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de c/aquage colJecteur..emetteur 

Figure 1 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique de rapport de transfert 

direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-emetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-emetteur 

Second breakdown collector current 
Courant coJlecteur de second claquage 

DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTtRISTIOUES DYNAMIOUES 

Transition frequency 
Frequence de transition 

Output capacitance 
Capacite de sortie 

Carrier storage time 
Temps de stockage 

Fall time 
Temps de decroissance 

* Pulsed 
Impulsions tp = 300 p.s 6 .;; 2 % 

2/9 

Tease 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 750 V 

VBE =OV 

VCE =750V 

VBE =OV 

Tcase = 125 °c 

VEB =6V 

IC =0 

IC = 0,1 A 
IB =0 
L = 25mH 

VCE =5V 
IC =lA 

IC = 2,5A 
IB = 0,25 A 

IC =4A 

IB =lA 

IC =4A 

IB =lA 

VCE = 32V 
t = 1 s 

VCE 10V 
t = 1 MHz 
IC = 200 rnA 

t = 1 MHz 
VCB =c 10 V 

IC = 2,5A 
IBl = - IB2 = 0,2 A 
Figures 2 - 3 

382 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicationS'Contraires) 

min typ max 

0,5 

ICES rnA 

2 

lEBO 5 rnA 

VCEO(sus) 300 V 

h21E* 15 60 

1 10 

VCEsat * V 

0,5 5 

VBEsat * 1,2 1,5 V 

IS/B 0,5 A 

tT 4 MH 

C22b 100 pF 

ts 2 p.s 

tt 0,2 p.s 



FIGURE 1 : VCEOsus test circuit land oscillogram) 

50 Hz 

~vl 

Circuit de mesure de VCEOsus et oscillogramme 

Rb 
horizontal 

.,.,---~~-<~) scope 

lOon 

vertical 
.----...... ---"T'--~ scope 

In 
lW 

'-__ -*-_-. common 

BU 126 

Ic(mA) 

+------'''----. VCEOsus 

The sustaining voltage VCEOsus is 
acceptable when the trace falls to 

the right and above point A. 

La tension VCEOsus est acceptable 
lorsque la trace passe au dela du 

point A. 

FIGURE 2: Current and voltage waveforms with switching measurent test circuit 
Formes d'ondes du courant et de la tension avec Ie circuit test de commutation 

16 max 1,7 A 

IC end 2,5 A 

3/9 
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BU 126 

FIGURE 3 : Switching time measurement 
Mesure des temps de commutation 

-D-
tp 32j.Js 

T 1 kHz 

L 1 ; 350 turns 
tours 

32 turns 
tours 

TEST CI RCVIT 
CIRCUIT DE MESURE 

+ 270 V 

+ 
100 I'F 235 n 

1350V 12W 

, ESM 181-

5Q-1 W 

VCC ; 270 V 
ICend; 2,5 A 
IBmax; 1,7 A 
IBend; 0,2 A 

TRANSFORMER 
TRANSFORMA TEUR 

800 R 

L3 = 100 turns, magnetic circuit B 42 material 
toursl circuit magnetique en materiau 8 42 

lOon 

lN 4649 

ESM 181-800 R 

2,2 nF 
1000 V 

Magnetic circuit COFELEC, double E broken, 80 x 26 x 8, B 42 material. 
Circuit magnetique COFELEC, E double casse, 80 x 26 x 8, materiau B 42 

4/9 
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L3 
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IC 
(AI 

4 

3 

2 

o 

BU 126 

FIGURE 4 FIGURE 5 
COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 

COUIWJt COllwMur en fonction de ,. tension 
collKMur-lnwtNur 

Typlcelwl •• 'oJ--t:::: V.,eurr typiqua 

/~ :::::.~-~ 
v::~...,. -~- ~ .- O.~ 

~ V ,.,... .- ~ ~ 
V V 

,.,... 
~ -

I' f-
,.,... 

'8Lo.{ A '" 
~ --i,....--

'/'" 

:::.. ----
,.;, 

Cou,."t co/ltH:twu' en fonction .,. renlion 
colltlcNu"""'tteur 

IC' 
(mAl 

400 

300 

200 

100 

Typical .. I •• 
Va/eu" typ/q_ 

1 mf 

12.!.,., 

10mA 

JmA 
mA 

4 mAl 

la=J.J 

'I 2 3 4 VCE (VI 20 40 60 80 VCE (VI 

FIGURE 6 
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS ITypic.1) 
Fecteur de tWluction de ,. "~n.nt» th.rmiqu. en 
rltl/me d'impub/O". (Typique' 

K 

5 
4 
3 

2 

10.1 

6 
5 
4 

3 

2 

, 
60,5 I 

I I ~ 

I I 

~ 

~ ""V VI 

f1 " Z.h=K R.h .. 
I I i I I 

- --.:.l--
II fUl-

6='p/T -
I'p I 

25252525252 
101 102 103 104 105 106 tp IItSl 

385 
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BU 126 

FIGURE 7 
OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capac;re de sor'ie en fonction de la 
tension collecteur-base 

FIGURE 8 
TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frequence de transition en fonction du 
courant collecteur 

Tease - 25°C tr 
(MHz) 

veE -10 V Tvpical values 

Typical values 
Valeurs typ;ques 

4 f =1 MHz 

...... 
......... , 

--....... 
r--.... 

102 
8 

4 

101 

tf 
tf (25 °e) 

2 

1 
o 

6/9 

f = 10 MHz Valeu" typiqu .. 

Tease = 25/ 

i' 

6 8 
Vea (V) 

21 

20 / 19 
/ 

18 

17 

16 

15 
10-1 

FIGURE 9 
RELATIVE VARIATION OF tf TIME VERUS 
JUNCTION TEMPERATURE 
Variation relative du temps tf en fonction de la 
tem"eratul1I 

V 
/ 

/ 
V 

./ 
/ 

20 40 60 80 

386 

V 

1,5 

" \ 
\ 

\ 
\ 

4 5 6 7 8 
Ie (A) 



FIGURE 10 
STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur .ratique du rapport de tran,ferr direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

h21E Typical values 

40 

VSlBU1Ei un -
, 

r--l" 
~ /~ 

\ 

~~Tr? 
\ 

-:-., \\ 
;' --t \ 

~ t ., ~ 
\ /-" 

~,,-: \ , 
30 

20 

10 
!"r~ 

10-2 2 
4 68 2 

10-1 
4 68 2 

100 
4 68 

IC(A) 

VSE 
(V) 

FIGURE 12 
BASE-EMITTER VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Tension b~metteur en fonction du 
courant colltICt8ur 

VCE -5V II 
Tvpical values 
VB/flU" rypique, II 

j. 

~~ 
0,5 c--- I 12~~C , ..... ', ~ 

~-

10-2 2 4 6810_12 

/, 

IL' 
I , 

, 

4 68 

IC(A) 

387 

IS 
(mA 

4 

) 

2 

BU 126 

FIGURE 11 
BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de I. tension bBUI­
~metteur 

rvcr- 5V , 
Typical values , 
Valeurr rypiqU8S 

V I " , 
'V ,/ 

0" , 
c---c--- jl, V 
- r-- ",AotJ 

~~I till 
I if I 

I , I , 
, 

I • 
0,4 0,6 D,B 1,2 VSE (V) 

VSE 
(V) 

1,5 

FIGURE 13 
BASE-EMITTE R VOLTAGE VE RSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Tension bBSe-'mettrlur en foner/on du 
courant col/ecteur 

T case - 25 <lC 
VCE = 1 V 
Typical values· 
Va/flU" typlque, 

I 
I 

/ 

/ 
~ 

r-

• 68 2 
10-1 

4 68 

IC (A) 
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BU 126 

FIGURE 14 
BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS BASE CURRENT 
Tension de .. ruration ~tteur tin roner/on 
du cou,.""t base 

VBEsat 
(V) 

1,3 

1,1 

0,9 

0,7 

0,5 

T case ; 25°C 
Typical values 
Vsleun typlqu_ i-" 

"" 3A 

.,. 
"'i-" 

I 

2A 

~ 
.... ~I-' 'C;1 A 

,/ 

0,5 1,5 

FIGURE 16 

~ 
~ 

IB (A) 

BASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 

VBEsat 
(V) 

1,2 

0,8 

0,6 

0,4 

0,2 

8/9 

Tension dB IBtu,.tion bsse-t§merteur en 
fonction du courant co/teereur 

TVpical values 
Va/BUn fYpiqUft 

..!£ ; 5 
I 

IB j 

2SoC 

-~ 
........ 

I I ?J>0C , 
~~'! '\ , 

, , 

/;' 
I 

.. 68 
IC(A) 
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FIGURE 15 
COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS BASE CURRENT 
Tension de utufllr;on collecteur·tNnetfeur en (onetion 

,du cou,.nt b .. 

VCEsat 
(V) 

T case - 250C TvpicalllBlu .. 
Vllieun rypiqUft 

3 

1\ 

2 

\ 

r- 4;:-... ~ 
IC 1 A 2ft 31A 

0,5 18 (A) 

FIGURE 17 
COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
ren$ion de $Btunt/on collBctflur-emetffJur en 
foncrion du courant collecteur 

VCEsat 
(V) 

3 

2 

Typical values 
V.'tJUrr typiqu. 

IC 
-; 5 

IB 

-0,2 

10-2 

-- - .-

· · · 
I 

· . 
. 

oC>, 

~. 
... oC> 

~g .... .l 
- "'t 

.. 6.100 2 .. 68 

IC (A) 



Ie 
(A) 

7 
6 

5 

4 

3 

2 

100 

8 
7 
6 

5 

4 

3 

2 

10.1 
8 
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10.2 
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SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

..- ~ "~ .. 
" "~~~ \ .~ 

\ , ,~.so -",~ ... '': , 
i'~;b'~ , \ 

\ \ ' ~fb' ~, , 

\ 
~ ~ ... '...-' ... -

\ \ \ ", '" \', ' \ ~<?>. ~~ , \ .... 
\ \ r\ ~<>,,-~'\ \ 

'\.~~ \ 

~'\ 
\ , 

'\ \ 
\ 

\ \ \ \ 
, 

\ 
\ \ 

\ 

1\ \ \ 

\ \ 
\ 

\ 

\ \ 

1\ \ , \ 

1\ \ \ 

\ \ \ 

\ \ 
\ 

\. 

'\ 
\ 

A: Allowable ton area with tp .. 0,6 liS and RBE .. 100 n 
B : Allowable area with "BE < 0 and tp .. 2 ms 

A : Zone permise en ton avec tp .. 0,6 jJS et RBE .. 100n 
B : Zonepermiseavec VBE < 0 et tp .. 2ms 

De operation 
Regime continu 

__________ Pulsed operation 

Regime impulsionnel 

I I I T case .. 50 °e 

10.3 
100 3 

II II 
4 5. 78 101 4 5 6 78 102 3 

,389c 

BU 126 

. 

\ 

A 

: 

r . . 
4 6 67 

veE (V) 
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~ ntOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEUAS DISCRETS 

SUPERSWITCH 

SUPERSWITCH 

MONOLITHIC DARLINGTON WITH INTEGRATED SPEED UP 
DIODE AND DAMPER DIODE. SUITED FOR TV APPLICATIONS 

• Horizontal dIIflection 
• SWi .... modo po_supply 

... Linear poWllr supply 

DARLINGTON MDNOLITHIDUE AVEC DIODE DE D£STDCKAGE 
ET DIODE DAMPER INTEGREES, ADAPTE AUX APPLICATIONS 
TV. 

... B.layage horizon11l1 

... AllfMnflltion II dlJcouJHItIB 
... AlimentJItion ball.t 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector.mitter voltage 
TeMion collect.ur·'mettsur 

Collector-base voltage 
Tension collectBur-bBsfI 

Emitter-base yoltage 
Tension 'mBtteur-base 

eon.ctof current 
Courant collscteur 

Base current 
Courant bass 

Po.",.r dissipation 
Dissipation dB puissance 

Junction temperature 
Temperature de jom;tion 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction-boitier 

SO, rue Jean·Plerre Timbaud . B.P. 5 
F . 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. : (1) 788·SO-o1 Telex: 610560 F 

tp~10ms 

tp~10ms 

Tease 25 oC 

VCEX 

VCSO 

VESO 

IC 

ICM 

IS 

ISM 

Ptot 

Tj 

391 

B 

BU.,S4 
au .,S9 

NPNSWITCHING DARLINGTON 

DARLINGTON NPN DE COMMUTATION 

BU 184 

VCEOsus 200 V 

VCEX 400 V 

ICsat 5A 

tf (max) 0,5 p.s 

Ca .. 

Boitier 
T0-22O AB I CB_117 I 

BU 184 BU 189 

400 330 

400 330 

8 8 

S 8 
15 15 

2 2 
4 4 

60 60 

BU 189 

1SOV 

330 V 

5A 

0,5 p.s 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

-65+150 -65+150 °C 

2,08 2,08 °C/W 

Septembre 1981 1/4 
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BU 184 - BU 189 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIOUES eLECTRIOUES •• 

SYMBOLS TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS, CARACTERISTIOUES A L'eTAT BLOOUE 

VCEOsus 
200 

V 
BU 184 

VBE =0, IC =3 A, L= 15 rnH 150 BU lS9 

ICEX 100 ~A VCE = VCEX, VBE = - 6 V 

lEBO 10 rnA VEB=SV,IC=O 

ON CHARACTERISTICS, CARACTeRISTIOUES A L'eTAT CONDUCTEUR 

VeE .. t· 1,5 V IC = 5 A, IB = 50 rnA 

VBEut* 2,2 V IC = 5 A, IS =50rnA 

VFdiodl I,S 2,3 V IF=4A 

SWITCHING CHARACTERISTICS, CARACTERISTIOUES DE COMMUTATION 

On inductive load - Sur charge inductive 

I I See figure below 

• Measured with pulses tp = 300 ","5 6.s;;;; 2" •• Tj = 25°C 

130~H 

t" r~ 1 Adjust Vee1 for ISend == 50 mA 

Adjust VCC2 for ICend = 5 A n 
~
f:: 15625 Hz (T = 641") 

Genefator 'P E!: 20 '" 

Amplitude 10 volts 

2/4 
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IC 
IA) 

2 

100 
5 

2 
10-1 

5 

2 

" I 

jJ-,i 
~--~--~ --"Ir.- .,:", ~."'1"" 

'0::";"" ~ ~~i'" 0" ""\.-!-, \ -'\ '~ 
I'\. I 

" \ I', 1',1 ,"', ... r, 
... 

Tc.e 25 0 C I' 
'" ~ _ DC operation !'! 
:::> r-

VCE 
IV) 

400 

300 

200 

BJ,J 
~ 

j"...." 

~ r'\ 
I 
, 

I r\. 

BU 184 - BU 189 

1 I 

.... 
!\ i ! 

r'-... ....... i, I 

" ......... 
~ 100 

_ _ _ Monopulse ;-
ID ID 

100 

75 

50 

25 

o 

2 4 6 10 20 40 60 100 200 4ooVCEIV) 100 2 5 101 2 5 102 2 5 1032 5 104 RBE In) 

FIGURE 1 : DC and pul .. area 

~ r--...... ...... {r/i/ 

" 
....... 

I'---.. '" ............ ","0,. 

"-

'" ''''" 

FIGURE 2 : Collactor~mitt.r voltage VI ........... iner .... istance 

K 

6 

4 

2 

10-1 
8 

6 

10-2 

&.0.8 

f.6,.0.5 
"&':0,4 

Iif·3 -..... 
r2 .... -~ 6-,..(),' 

~ '/ 
I oQ~~ 
~r ".:-

j 

/ 
j~ 

-'-"' -i.' ~ / -? 
~ ~ ~ Ztr = )Rth, - K r-

I I 
T g-'~; -~~. 

;"~:.; --

I 
• ~tp/T I'p 

o 25 50 75 100 125 T ca .. IOC) 101 2 5 102 2 5 103 2 5 104 2 5 105 'pl.,) 

FIGURE 3 : Power and ISIB .rating YI cae temperature FIGURE 4 : T .... ient _ ..... __ 
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BU 184 - BU 189 

T 
VCE =5 V 

800 
.. -~ .. 

ov" ", 
,~7 , 

~/ c../ ~ 
800 

I ",i,/( -.~ 
~, , 

/ /.~~/ 400 

200 

o 

VSE 
IV) 

2,2 

2 

1,8 

1,6 

4/4 

I 

'" ./ ~. 

o 2 4 6 

FIGURE 6 : DC current gain 

I,...-

1/ 
/ -
./ 

V IC=8A 

--;;;' ........... ,C=4j 

o 50 100 

FIGURE 8 : Base characteristics 

f' ... 

' .... 

8 101C IA) 

IC=12A_ I---

150 IBlmA) 
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VBE 
VCE 
IV) 

1,5 

0,5 

o 

Ic/1 B=11oo 

VBEsat i-').f>0c. --

--V' ;~~ 
", ~').f> 

., '2S~ 
Vc~ 

""" "r,r ..--;oC ... ,~ 
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.P ~ 
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FIGURE 7 : Saturation voltage 
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'- r---- 'C=8A 

IC=4A 
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FIGURE 9 : Collector saturation region 
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~ 1HOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

Horizontal deflection circuits of 110 0 large screen color 
television receivers. High voltage switching on inductive 
load. 

Bala'yage horizontal des tlilliviseurs couleur 110 o. Com· 
mutation haute tension sur charge inductive. 

Maximum power dissipation 
Dissipation de puissance maximale 

1 
75 

I 
I 
I 50 
I 
I 
I 25 

o 
I \ 

50 100 150 T case(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-emitter voltage 
Tension collf!ICtflUr~metteur 

Collector-amitter voltage 
RBE ; 100" 

Ten,ion collectefJr1lrntltteur 

ColiectOHmitter yoltage 
VSE ;0 ren,;on collectflur-emtltteur 

Collector current 
Courant collectflur to-1Oms 

BaM current 
Courant"'", t p =10ms 

POlN8r diuipation 
T c~se ~90 oC 

Oiuil»tion dtJ puiSSllnce 

Storage and junction temperature max 
remp4ratuf'fJ de jonction et de stockage 

Junction-case thermal resistance 
R4,i,tlInce th#!rmique jonction boWer max 

SO, rue Jean-Pierre Timbaud· B.P.S 
F·92403 Courbevoie Cedtx FRANCE 
T" : 1117811-50-01 Telex: 610560 

VCEO 

VCER 

VCES 

IC 
ICM 

IS 
ISM 

Ptot 

tj 
Tstg 

395 

NPN SILICON TRANSISTORS, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTORS SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

{ 1300 V BU204 

VCES 1500 V BU205 
1700 V BU 206 

IC 2,5 A 

Ptot (90 OC) lOW 

tf (2 A) 0,751B Typ 

ea .. 
Baitier 

T031 CB 191 

B 

BU 204 BU 205 BU206 

600 700 BOO V 

1300 1500 1700 ..., 

1300 1500 1700 V 

2,5 2,5 2,5 
A 

3 3 3 

0,1 0,1 0,1. 
A 

2,5 2,5 2,5 

10 10 10 W 

115 115 115 oc 
-65+115 -65+115 -65+115 

Janvier 1980 1/4 



BU 204, BU 205, BU 206 

STATIC CHARACTERISTICS Test conditions 
CARACTERISTIOUES STA TlOUES Conditions df! mesure Tease 25 °c 

RBE = 0 
VCE ~ 1300 V 

Collector emitter cut off CUllent RBE - 0 
Cuurant residue/ collecteur emetteur VCE = 1500 V 

RBE - 0 
VCE = 1700 V 

Emitter base breakdown voltage IC = 0 
Tension de claquage fhnetteur base IE = 10mA 

Collector emitter bretlkdown voltage l = 25mH 

Tension de claquage emetteur base IC = 100mA 
IB =0 

VCE = 5V 
Static forward current transfer ratio IC = 2A 
Valeur stat/que du rapport de transfert 
alrect du courant VCE - 5V 

IC = 2A 

IC = 2A. 
Collector emitter saturation voltage IB = lA 
Tensioll de saturation collecteur emetteur IC - 2A 

IB = l,lA 

Ie = 2A 

Base emitter saturation voltage IB = 1 A 

Tension de saturation vase emetteur IC - 2A 

IB = l,lA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for small signals) 
CARACTtRISTIOUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

VCE = 5V 
Transition frequency IC = 0,1 A 
Frequence de transition f = 5MHz 

Fall time 
Temps de dtkroissance IC = 2A 

IBI = lA 

Carrier storage time lB = 10/JH 

Retard a la dtkroissance figure 2 

• Pulsed 
• Impulsion tp = 0,3 ms, 6 .. 2 % 

2/4 
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BU 204 

BU 205 ICES 

BU 206 

All types 
Tous types V(BR)EBO 

BU 204 
BU 205 VCEOsus 
BU 206 

BU 204 
BU205 

h21E 
. 

BU 206 

BU 204 
BU 205 

VCEsat 
. 

BU 206 

BU 204 
BU 205 

VBEsat 
. 

BU 206 

All types 
fT 

Tous types 

All types 
Tous types It 

All types 
Tous types ts 

(unless otherwise stated ) 
(saul indication contrmre ) 

min typ max 

1 mA 

1 mA 

1 mA 

5 7 V 

600 V 
700 V 
800 V 

2 

1,8 

5 V 

5 V 

1,5 V 

1,5 V 

7,5 MHz 

0,75 /JS 

10 fJS 



BU 204, BU 205, BU 206 

FIGURE 1 - VCEOsus test circuit and oscillogram 
Circuit de mesure de VCEOsus et oscil/ogramme 

25 mH 

50 Hz 

I§J x 

~ 
0-6V L ____________ ~ 0- 50 V 

y 

In 

FIGURE 2 - Switching times test circuit 
r:ircuit de mesure des temps de commutation 

~-------------r--·6!18V 

Adjust the voltages to specified values 

Aiuster les tensions aux valeurs indiquees 

Ll=31115j.lH 

Oriver transformer T 
Magnetic circuit 
COFElEC 2 x E adjusted 27 x 7 x 30 - B 30 
Secondary ( first wonding) : 23 turns,60/100, one layer 
Primary: 160 turns 40/100, 5 layers 

LB : base inductance 10 pH, including the leakage 

inductance referred to the secondary 
( add about 17 turns 80/100, Ferrite core COFElEC 
6x2x30-B301 

Transistor mounted on dissipator Rth(rad) -< 3 °C/W 

100mA --- - ----

+-------c-c-.L.L---t~ VCE 
VCEOsus 

The sustaining voltage VCEOsus is accep­
table when the trace falls to the right 
and above point A_ 
La tension V CEOsus est acceptable quand 
la trace passe au dela du point A. 

Ly=1.2mH 100H10W 

ICend 2 A 

IBend 1 A 

II =311 15j.lH 
T ransformateur driver T 
Circuit magnetique 

1 j.lF 
250 V 

+ 80V 

COFElEC 2 x E rectifies 26 x 7 x 30 - B 30 
Bobine secondaire d'abord : 23 tours 60/100, une couche 
Prlmaire : 160 tours 40/100, 5 couches 

La : inductance de base 10 pH, y compris I'inductance de 

fuite vue du secondaire du transformateur 

/ aJouter environ 17 tours 80/100 sur Ferrite COFELEC 
6x2x30-B30) 

Transistor monte sur radiateur Rth(rad) ~ 3 °C/W 

3/4 
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BU 204, BU 205, BU 206 

414 

FIGURE 3 

IC 

VCE 
Ie 

Voltage and current waveforms applied to the transistors 
Formes d'ondes des courants et tensions appliquees aux transistors 

398 



~ 1HOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS au 207-BU20BSU 209 

Horizontal deflection circuits of 110 0 large screen color 
television receivers. High voltage switching on inductive 
load. 

Balayage horizontal des releviseurs couleur 110 0 . Com· 
mutation haute tension sur charge inductive. 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100% 
! 

75 
I 
I 

50 
I 
I 

25 
I \ o 

50 100 150 T case(Oe) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VAlEURS L1MI1ES ABSOLUES O'UTlLlSATION 

Collector-emitter voltage 
Ten,ion co/lecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
RBE = 100" Ten,ion co/lBCteur4mstftlUr 

Collector .. mitter voltage 
VBE =0 Tension collectfluroAmettflur 

Collector current 
Courant collecr.ur tp= 10ms 

Base currant 
Courant ".,. t p =10ms 

Power dissipation 
Tca .... 950C Di.,ipstion de puissance 

Junction and storage temperature max 
Temperature de joncrion et de srockage 

Junction'Clle thermal resistance 
RdsistanCB therm;quB jonct;on boir;errnax 

50, rue Jean·Pierre Timbaud· B.P.5 
F·92403 Courbevoie c.dex FRANCE 
nl : III 788-50-01 Tele.: 610560 

VCEO 

VCER 

VCES 

IC 
ICM 

18 
IBM 

Ptot 

tj 
Tstg 

399 

NPN SILICON TRANSISTORS, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTORS SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSt 

Supersedes BU 207 N. BU 208 N, 09·1975 data .heet 
Annule et Templscela notice BU 207 N BU 208 N. 09 4 1975 

au 207 

600 

1300 

1300 

5 
7.5 

2,5 
4 

12.5 

115 
-65+115 

{ 1300 V BU 207 

VCES 1500 V BU 208 
1700 V BU 209 

{ 5A {BU 207 
IC BU208 

4A BU 209 

Ptot (95 DC) 12,5W 

(4,5 A) { 0,9 III typo BU 207 
tf 0,7 IlstyP. BU 208 

(3 A) 0,7 III typo BU209 

c ••• 
Baitier 

TO 3 (Ca 19) 

~ 
B 

au 208 au 209 

700 800 

1500 1700 

1500 1700 

5 4 
7.5 6 

2,5 2,5 
4 4 

12.5 12,5 

115 115 
-65+115 -65+115 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

°c 

Janvier 1980 1/7 
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BU 207 - BU 208 - BU 209 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES STA T/OUES 

Test conditions 
Conditions de mesure Tease 25 °c 

Collector emitter cut off current 
Courant residuel collecteur emetteur 

Emitter base breakdown voltage 
Tension de c1aquage emetteur base 

Collector emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur.emetteur 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur emetteur 

Base emitter saturation voltage 
Tension de saturation base emetteur 

RBE ~ 0 
VCE ~ 1300 V 

RBE ~ 0 
VCE ~ 1500 V 

RBE ~ 0 
VCE ~ 1700 V 

IC ~ 0 
IE ~ lOrnA 

l ~ 25 rnH 
IC ~ 100 rnA 

IB=O 
Figure 1 

VCE ~ 5V 
IC ~ 4,5A 

VCE - 5 V 
IC ~ 3A 

IC ~ 4,5 A 
IB ~ 2A 

IC ~ 3A 
IB ~ l,3A 

IC ~ 4,5A 
IB ~ 2A 

IC - 3A 
IB ~ l,3A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS ( for sman signals) 
CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Transition frequency VCE ~ 5V 

Frequence de transition Ie ~ 0,1 A 
f ~ 5MHz 

ICend = 4,5 A 

IBend = l,B A 

Fall time Figure 2 
Temps de decroissance 

ICend=3A 

See note 1 next page 
IBend = 1,3 A 

Voir note 1 page suivante Figure 2 

• Pulsed 
• Impulsion tp ~ 300 /lS, 6 .;;; 2 % 

217 

400 

BU 207 

BU 20B ICES 

BU 209 

All types 
Taus types V(BR)EBO 

BU 207 
BU 20B 
BU 209 

BU 207 
BU 20B 

BU 209 

BU 207 
BU 208 

BU 209 

BU 207 
BU 20B 

BU 209 

All types 
Tous types 

BU 207 
BU 208 

BU 209 

VCEOsus 

VCEsat' 

VBEsat' 

IT 

tf 

(unless otherwise stated ) 
( sauf indication contraire ) 

min typ max 

5 

600 
700 
BOO 

2,25 

2,25 

5 

5 

1,5 

1,5 

Tease 25 °c 

3 

0,9 
0,7 

0,7 

rnA 

rnA 

rnA 

V 

V 
V 
V 

V 

V 

V 

V 

MHz 

/lS 

/lS 

/lS 



BU 207 - BU 208 - BU 209 

Notel: The high \toltage transistors fall time is directly related to the circuit design of the transistor base control 
(dIS/dt at turn off;maximale negati.e applied .oltage VSE; shape of the base re.erse current ). 

For further informations, please contact Sescosem Sales Office. 

Note 1: Le temps de dt}croissance des transistors haute tension est lie directement a la realisation de la commande 
de base (dIS/dt a Is cDupure;tension negative VSEmax appliquee; forme du courant inverse de base). 
Informations sur demande au service commercial Sescosem. 

FIGURE 1 - VCEOsus,test circuit and oscillogram 
Circuit de mesure de VCEOsus et oscillogramme 

25mH 

50 Hz 

l@J x 

F 
O· 6 V 

-L O· 50V 
y 

H2 

401 

100mA 

+-----------~~~-VCE 

The sustaining voltage VCEOsus is accep· 
table when the trace falls to the right 
and above point A. 
La tension V CEOsus est acceptable quand 
la trace passe au dela du pain t A. 

3/7 



BU 207· BU 208· BU 209 

FIGURE 2': SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT 

CIRCUIT DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON 

~ 

O,04711F 

62Q 

1) Ajust to I Bend 

2) Ajust to I Cend 

3) Ajust to ts 

VA 

VCC 

LB + Lf' 

Cl 

O,9mH 

1 nF 
6W 

lkV 

Cl 1,5 kV 6,511F 

lnF 
1 kV 

, Transistor mounted on dissipator Rth(rad) .;; 30 C/W 
, Transistor monti! sur radiateur Rth(rad)';; 30CIW 

BU 207 BU 20B BU 209 

I,BA 1,8A 1,3A 1) Aluster pour ISend 

4,5 A 4,5A 3A 2) A/uster pour ICend 

10 liS lOllS 14 lis 3) Aluster pour ts 

"= 24 V "'24V "'14V 

,,=140V "'140V '" 90V 

"= 10llH '" 10llH "'1411H 

15 nF 10 nF 10 nF 

• LB + Lf is the total of the secondary leakage inductance Lf (of the driver transformer) and the,series inductance (LB) . 
• LS + Lf est la somme de /'inductance de fuite secondaire Lf du transformareur driver et de /'inductance SlJrie (LS). 

411 

9RIVER TRANSFORMER 

Magnetic circuit 
Primary winding 
Secondary winding 
Air gap 

LCCB50GER 30x13xB 
nl = 120 spires; ~ = 0,35 mm 
n2 = 25 spires ; ~ = 0,8 mm 
a = 0,2 mm 

402 

TRANSFORMATEUR DRIVER 

~ nl 

Circuit magnetique 
Enroulement primaire 

Enroulement secondaire 
Entrefer 



BU 207 - BU 208 - BU 209 

FIGURE 3 : WAVEFORMS DURING SWITCHING WHEN THE TRANSISTOR TURNS OFF 

veE 

IB 

VBE 

FORMES D'ONDE PENDANT LA COMMUTA TlON A L 'OU VER TURE DU TRANSISTOR 

I 
'- ts -' I I 

I 

~~ 

V(BR)EBO 

." 

1) When the trace returns I the base emitter voltage ml:$l 

stay negative. 

1) Pendant Ie retour de la trace, la tension base - eme!u;ul 

doit rester negative. 

5/7 
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BU 207 - tlU 208 - BU 209 

FIGURE 4 FIGURE 5 

Static forward current transfer ratio versus collector 
current. 

Relative variation of tf time versus junction tempera­
ture. 

Valeur statique du rapport de transfert direct du cou­
rant en fonction du courant collecteur 

Variation relative du tf en fonction de /a temperature 
de jonction. 

617 

I fJ I-~ ; 

: 20 

II 

10 
V I 

17 -I 
I 

~~vl 
T eafe= ,25,0~ a 

10-2 

I 

I 
l 

V 
V 

I 
I 

~-

I : --1-----
I 

~ r\t- ~ 
tf(250C) 

I 

\ --

1\ 
\ , 

I 

1\ 

IC(A) 

4 68 
101 

2,5 

2 

1,5 

1 

FIGURE 6 

./ 
/ 

20 40 60 

Collector-emitter saturation voltage and base-emitter 
saturation voltage versus collector current. 
Tension de saturation collecteur-emetteur et tension de 
saturation base emetteur en fonction du courant collec­
teur. 

t VCE,a 

VSE,a t(V) 

1, 5 

1 

;...-
0,5 

a 

Tea,e = 25°C 

V 
VI 

;"'-t--
;"'-1-' 

! 
/ 

10-2 2 4 6 ~ 0-1 2 4 68 
10° 

404 

I 

j J 
1/ 

Ic(A' 
4 6 Tal 

/ 
V 

/ 
V 

/ 

80 100 



4 DC operation 
Regime continu 

____ Pulsed operation 

10-3 Regime impulsionnel 

BU 207 - BU 208 - au 209 

SAFE OPERATING AREAS 

AIRES DE SECURITE 

C 
(A) -- -- - ,- -, -
4~~ 

BU208 I 
10-2~=$: '~~~~~OC$:~$:~~:t~~ :H-Tcase .. 950 C I 

-t-r I II I 
____ DC operation i 4 

I 
Regime continu ! 

2 ____ Pulsed operation 
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100 2 4 6 8101 2 4 6 102 4 CE 

(V) 

IC 
(A) 

10-1 
8 
6 

10-2 
8 
6 

4 

10-3 

, ~ ~ ":ttl~l ~ff '\ '\ ..... I 'i ,,""''''::.i. I 
"... ~~' " ,I ",-, ~ 2s 

"- I' 
'\ '\ '\ 1, '\ ~ " ,~~~, i I 

'\ '\ '\ ,"'-, "~O'\:'t~~5"'S 

1- ' , " r .. ~, ~4" , \ '\ ~~Do~~,' , ' '\ I'\:D"""" " , 
~# ' .. , , 
-,"~,:~,' ... 

I ! 

'~ I 
~,.-~~ 

I-i-~'~' \. l('\,'''', 
_-A,"'~'~ 

i 'lot l~"', " , ~"" '\ '\ 

~~,' 

I ! r--V ' , , 
i f~ , " 

~U~9 
I r-------;- ~ 
i I I '\.k 

-----FT case .. 950 C-=+_ 
I - ~ --+ -- --

DC operation --+---t-
Regime continu I i 
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~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMIOONDUCTEURS DISCRETS 

SUPERSWITCH 

, 

SUPERSWITCH 

MONOLITHIC DARLINGTON WITH INTEGRATED SPEED 
UP DIODE AND DAWER DIODE, SUITED FOR TV APPLI­

CATIONS 

• HorIzontol_ ' ___ lUppIy 
'U ___ pply 

DARLINGTON MONOLITHIQUE AVEC DIODE DE Dt­
STOCKAGE ET DIODE DAMPER INTEGREES, AOAPTt 

AUX APPLICATIONS TV. 

* ."''''''' horizon til' 
• Alimen,.tion • tNcoUptIgB 

• Alimenation 1M''''', 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector.mitter volt. 
Ten,ion coll«:teUr4metttNf 

CoIloctor-beM voI_ 
Ten6ion coll«reu,."... 

Emitter ..... voltage 
Ten,ion .",.rttlUr-bau 

Collector current 
Courllnt colltICteuf 

Base current 
Courlllltbale 

Power diuipation 
Dillipilfion de puiu.nce 

Junction temperature 
TtlmplrllwfW • jonction 

Junction~ase thermal resistance 
RtI.i'tMt;e tMrmiquII joncrion-bDiri",. 

tD~ 10 ... 

tp '" 10 ... 

Tease 25 0 e 

max 

50, rue Jean-Pierre Tlmbaud - B.P. 5 

VeEO 

VeBO 

VEBO 

Ie 
leM 

18 
IBM 

Ptot 

Tj 

F • 92403 Courbavole Cedex FRANCE 
T6I.: (1) 788-60-01 Telex: 610560 F 407 

BU2B4 
BU2SB 

NPN SWITCHING DARLINGTON 

DARLINGTON NPN DE COMMUTATION 

VCEO 

VCEX 

ICut 

tflmax) 

C_ TOP 3 
BDiri",. 

D 1 

au 284 

200 

400 

8 

8 
15 

2 
4 

BO 

-65+160 

1.39 

BU284 

200 V 

400 V 

",A 

0,5 jJS 

aU2B9 

150 

330 

8 

8 
15 

2 
4 

BO 

-65+160 

1,39 

BU289 

150 V 

330 V 

5A 

0,6 jJS 

V 

v 

V 

A 

A 

W 

DC 

DC/W 

Soptombre 1981 114 

~ lHOMSOII-C&F 
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BU 284 • BU 289 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS· CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES •• 

SYMBOLS TEST CONDITIONS· CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARCTERISTICS· CARACT£RISTIQUES A L'UAT BLOQU£ 

VCEOouI", 
200 V 

BU284 
L = 15 mH,lB = O.IC = 3 mAo VCE cl. = VCEOoUI 150 BU289 

ICEX 100 "A VCE =VCEX, VBE =-8 V 

lEBO 10 mA VEB=SV.IC=O 

ON CHARACTERISTICS· CARACT£RISTIQUES A L'£TAT CONDUCTEUR 

VCE ... • 1,5 V Ic=5A.IB=50mA 

VBE ... • 2,2 V IC =5A,IS =50 mA 

VFlclo.' 2 V IF=4A 

SWITCHING CHARACTERISTICS· CARACT£RISTIQUES DE COMMUTATION 

On indYctive Iud - Sur charge inductive 

Of I 

2/4 

I See flgurw below 

I 

+24V 

Adj).lSt vee1 fOf IBend = 50 mA 

Adju'lt VCC2 for IC.nd = 5 A 

\ 
f ~ 15625 Hz (T = 64 ",III 

aitnarator ,tp :! 20 Iod 

I Ampl itude 10 vol ts 



IC 
IA ) 

100 

" 
10 0 

0 
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J - -- -- "I."¥ -1-1 ~ 

" -o'~ oS' ',II' ... 
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"- I'.' i, 
~ '1\ ,,,; 

1'\1'1 .. ~ 

, 
~ T ... 25OC I-f-
~ DC_nan • f-:) :i-
i- Monopul .. III III 

2 4 6 10 20 40 60 100 VCEIV) 

FIGURE 1 : DC ond pul ...... 

~ ........ 
~ ~ ~/8 

'" ~ """ ~ 

" 
.......... 

i'-.. 

" ~ 
o 50 100 150 

FIGURE 3 : P_ .. d ISIB doroti", YO ........ __ .. 

BU 284 • BU 289 

VCEr-r-~'-~~~~--r-r-r-~~T-~~ 

IV) 

400 ..,:.;:;..:;;.;,....J...::---+-

5 104 RaE In) 
FIGURE 2 :CoIl ........... _.oI_ .. _itter_ 

0,01 L-L-..L..L...L......L......L......L---l---lL.l __ L-.L,-L-...L,J 
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FIGURE 4 :T .. __ mil_ 
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BU 284 - BU 289 

VCE =Jv 
800 

", ... -"', 
~v, " 

"/ , 
V v/ ~ 

600 

.' -to/( _ .... .. ~, ~ 
/ /.r;;~"'" 

400 

200 

o. 

VSE 
IV) 

2.2 

1.8 

1,6 

I 

'/ ."" 
~. 

a 2 4 6 

FIGURE 6: DC current pin 

-V 
/ -"..r- IC=SA 

---:7' ~IIC=4r 
a 50 100 

FIGURE 8 : SMa characteristics 

4/4 
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S 10 ICIA) 

1. 
IC= 12A_ I----

150 IS IrnA) 

410 

VSE 
VCE 
IV) 

1,5 

0,5 

a 
a 

ICIIS =\00 

1-'f.>0C ---VeEsat 

~ ~-:;' "" f1.~ 
./ 'f.>~ 
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FIGURE 7 : Saturation yolt. 
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FIGURE 9 : Collector saturation region 
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~ lHOf't'ISON-CSf 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCAETS 

High voltage, fast switching power transistor primarly 
intented for switching mode power supply operating 
direct by from a rectified 220 V power line in consumer 
applications. 

Transistor de puissance haute tension de commutation 
rapide, specialement adapre aux alimentations a decou­
page, fonctionnant directement sur Ie secteur 220 V 
redresse pour Ie. applications Grand Public_ 

Dissipation and ISIB derating 
Variation de dissipation et de I S/8 

100% 

75 

50 

25 

o 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VAl.EURS LlMI rES ABSOLUES D'UTI LISA flON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecreur4metreur 
Collector-emitter voltage 

ABE =0 
Tension collecteur-emerreur 
Emitter-base voltage 
Tension lmetreur-ba$ll 
Collector current 
Courant collllCteur t p ";2 ms 
Base current 
Courant base 'p";2 ms 
Average reverse base current 

tp~20 ms 
Courant base de crlte movenne 
Peak reverse base current 
Courant bale de crbte inverss 
POW81" dissipation 
Di$$iDation de Dui$$ance 
Storage and junction temperature 
TemtRrarure de jonction et de srockage 

Junction-case therrnal resistance 
Resistance therm;que jonction boitier 

50, rue Jean·Pierre Timbaud· 8.P.5 
F·92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
HI ,111 7B8-50-01 Telex, 610560 

T case:;;;;5O °C 

max 

411 

BU326 
NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUS£ 

VCES 

ICM 

Ptot 

VCE .. t (4A) 

tf (4 A) 

ea .. 
Baitier 

T031eB 191 

B E 

VCEO 

VCES 

VEBO 

IC 
ICM 

B 
IBM 

-IB 

-IBM 

Ptot 

tj 

SOOV 

SA 

60W 

";3V 

O.25/Js 

375 V 

BOO V 

10 V 

. : A 

~ A 

100 mA 

3 A 

60 W 

150 
Tstg -65+150 °c 

Janvier 1980 1/8 



BU326 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIOVES STA TlOVES 

Collector-emitter cut-off CUI ;ent 

Courant residuel collecteur-emetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de c/aquage collecteur-emetteur 

Figure 1 

Static forward current transfert ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-emetteur 

Base-emitter saturation voltage 

Tension de saturation base-emetteur 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 800 V 

VBE = a 
T case - 25 0 C 

VCE = 800 V 

VBE = 0 

Tease = 125 0 C 

VEB = 10V 

IC = 0 

IC = 100mA 

IB = 0 
L = 25mH 

VCE = 10V 

IC = 2,5A 

IC = 2,5A 

18 = 0,25 A 

IC - 4A 

IB - l,25A 

IC = 2,5 A 

IB = 0,25 A 

IC - 4A 

'B 
~ l,25A 

• Pulsed 
Impulsions tp 300 J.JS 5 .;; 2% 

2/8 

412 

'CES 

lEBO 

VCEOsus 

h21E' 

VCEsat 
. 

VBEsat 
. 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

1 

mA 

2 

10 mA 

375 V 

15 

10 

V 
3 

1,4 

V 
1,6 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 

CARACTERISTIQUE DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Ie = 0,2 A 
Transition frequency 

VeE = 10V 
Frequence de transition 

f = 1 MHz 

Turn-on time 
Fig.2 

Temps total d'etablissement 
Ie = 2,5 A 

Fall time IBI = 0,5 A 
Fig.2 

IB2 = -lA Temps de dkroissance 
Vee = 250 V 

Carrier storage time 
Fig.2 

Retard a la decroissance 

413 

Tease 25 oe 

IT 

td + t, 

tl 

ts 

BU32S 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

4 MHz 

0,5 fl' 

0,5 fl' 

i 3,5 flS 

3/B 



BU326 

FIGURE 1 • V(BR)CEO· V(BR)CEX· V(BR)CER test circuit (and oscillograms) 
Circuit de mesure des V(BR)CEO. V(BR)CEX· V(BR)CER et oscillogramme 

50 Hz 
loon 

hOrizontal 
~---.--B~ scope 

L = 25 mH 

vertical 
~---""'---"'f'-~!> scope 

112 
lW 

'----'--_ common 

+------'~-.. VeEOsus 

The sustaining voltage VCEOsus is 
acceptable when the trace falls to 
the right and above point A. 
La tension VCEOsus est acceptable 
lorsque la trace passe au dela du 
point A. 

FIGURE 2· Switching times test circuit ( and oscillograms) 
Circuit de mesure des temps de commutation et oscil/ogrammes 

-l----4--L..-+--.----:;._--- I 

Ie 

90%-

10%~ __ -+~+-__ ~ ____ ___ 
IS 

Iolf 

4/8 

414 

.----~-I~ scope 

I--III---..j 2200llF 

Vee 

Rc lOOn 
Rb 5,6 n 
Vee * 250 V 
181 '" O,5A 
182 1 A 
Ie 2,5 A 

ISl and 182 are measured with 
TEKTRONIX probe P 6021 and 
amplifier Iype 134. 
181 et '82 sant mesures avec une 
somle TEKTRONIX P 6021 et 
ol1lplif icatcur type 134. 

Rc. Rb : non inductive resistors 

tp : pulse width = 10 j.lS 
duty r.ycle ~ 1 % 

rise and fall times ~ 50 ns • 

Rc. Rh : resistancf-'s non inductives 
tp larg(!Uf (/'impulsion --:: 10 IJ,S 

facteur lie forme ~ 1 % 
temps ell' mon.tt!e et de descente < 50 ns 



BU326 

SAFE OPERATING AREA IN THE SWITCHING MODE 

In the switching mode, the tlansistor is either in an on stale or in an off one; when it is conducting, the collector-emitter 
voltage remains low ( VCEsat ). The switching from the off state to the on one ( and reversely) occurs during a time 
( t f or tr ) closed to the values guaranteed in the data sheets. 
In the switching mode, the SOAR is specified for junction temperatures uelow or equal to 125 DC. 

During tha off state switching, the SOAR is defined by the zone 1. In ordcl to make the transistor capable of sustaining 
a voltage higher to VCEOsus ( then the operating point remains along the segment MN ) it is obligatory that: 
- the emitter-base junction should be reverse biaised ( VBE ~O) 

- the collector current of the transistor should be below or equal to the maximum leakage current specified 

During the on state switching, the SOAR is defined by the zone 2. The operating point may move within the hachured 
area provided that: 
- the moving time within this area is below than 0,25 ps 
- the emitler·base junction is forward biaised ( bV a voltage higher than the threshold conduction J 

AIRE DE S~CURIT~ EN R£GIME DE COMMUTATION 

En r~gime de commutation, Ie transistor est soft bfo({ue, SOlt conductellr. QU.1nd "est conducteur la tension cof/ecteur· 
emetteur est faible ( VCES.1t). La commutation de I'etat bloi/ue a I'etat passant (et vice-versa) a lieu avec un temps de 
commutation ( Ir ou tf) voisin des va/clIrs g,1fflntics dans les noeices. 
L 'aire de securite en regime de commutation est definie pour des temperatures de jonction inferieures au egales; 1250C. 

Pendant la commutation A I'ouverture, I'aire de securite est definie par la zone 1. POllr que Ie transistor soit capable de 

supporter une tension superieure a VCEOsus (Ie point de lonctiannement se trouve alors sur Ie segment MN J, il est 
indispensable .-
- que la janetion emetteur·base soit polarisee en inverse (VBE ~ 0) 
- que Ie courant colleeteur du transistor soit au plus ega! au courant de (ulte maximum speeifie 

Pendant la commutation A la fermeture. I'aire de securite est ddfinie par la zone 2. Mats Ie point de fonctionnement 
ne peut traverser la zone haclwree que si .-
- Ie temps de parcours dans ceUe zone est inferieur a 0,25 J1S 
-Ia jonction emetreur·base est polarisee ell direct ( au dessus du seuil de conductioll ). 

IC!-----, 

~ __ ~-"M"'---..."..:.N'-- V 
VCEOsus VCEX 
Zone 1 

I 

ICM!-----, 

IC 

+-----'-.....:........:...-'---<- V 

Zone 2 
FIGURE 3 

415 

5/8 



BU 326 

FIGURE 4 

SAFE OPERATING AREA·OFF STATE 
SWITCHING·SEE ALSO FIGURE 3 
Aire de s~cu,jr" " la commutation" rOllver· 
lure. Voir sussi figure 3 

IC I I I Tj125 0 C 
(AlI-I l' - '1-- -1--

2 1---+-\_+'_-+-- -I--l-c-+-'j--+--+l--+c------j 
100 J . ~= I:: 
10.1 f-+-+-+'--+--+-+-+--+--+-+ 

.. - -'-1-

,_. -- '---I--

1O·2 1-+-+-+-I1-+-+-f--I-+--1 
- .- ---1-- ----jI--1---1 

2 

10.3 C--'--L---'_-'----'---'_.L-........ ->.--> 

200 400 600 800 VCE(VI 

FIGURE 6 

BASE EMITTER VOLTAGE VERSUS BASE 
CURRENT 
Tension base-Imetreur en fonction du couranr 
base 

V8E 
(VI Teas. 25 oc 

I 
IICSA 

6A i::= 
I 

SIA 

\-4 A' 2A 3A I 
1 A 

0,5 

o 2 3 's (AI 

6/8 

416 

IC 
(AI 

10-1 

10-2 

VCE 
(V I 

3 

FIGURE 5 

SAFE OPE RATING AREA·ON STATE 
SWITCHING·SEE ALSO FIGURE 3 
Aire de seeurite a Is commutation a I. ferme­
ture. Voir auss; figure 3 

T 125 0 C 
-

---

t:--... I 

.. :ztiJ 
1-- - 1-'-

l0S' i'1~ 1- - ._-

,":. 
k~ 't' 

1- -- -, --
';~ 

f.i;,,· 

",." 
;:,,; 

1--1- --

"" 200 400 600 800 VCE(VI 

FIGURE 7 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE CURRENT 
Tension coJiecteur emetteuf en fonction du 
courant base 

I - __ Tea~. 25 oc 

i 
H---- -

--+ i -j- -
- - , --

I I I -- -- -
L 

o 2 3 's (A) 
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5 

FIGURE 8 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
VII/flur Itarique du rapport de transferr direct 
du cour.nt en fonction du courant col/Beteur 

VCE 10V 

Ov- , 
'-~,'l-" 
- e-~ 'J>~e - f-'" , 

-' 
'/.<;,o~ " " \ 

~"'c,,,~ \ 

..... '\ 

I---

2 

BU326 

FIGURE 9 
RELATIVE VARIATION OF 'ITIME VERSUS 
JUNCTION TEMPE RATURE 
Variation rel.tille du tempI tf en foncrion .,. 
temp~rature 

II 
V 

/ 

Y 
V 

10-2 
4 68 

10-1 
4 68 

100 
4 68 

IC(A) o 20 40 60 80 

FIGURE 10 
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DE­
RATING FACTOR UNDER PULSES CON­
DITIONS (Typical) 
Facteur de r~duction de la resistance thermi. 
que en regime d'impulsions fTyp;queJ 

25251!J25252 
101 102 103 104 105 lOG tp (sec) 

417 

7/8 
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IC 
(A) 7 

6 

101 

8 

10-1 

4 

- ---

T case'" 50 oC 

DC operation 
Regime continu 
Pulsed operation ----
Regime impuls;onnel 

SAFE OPERATING AREA 
A/RE DE SECUR/TE 

--r--
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-
'. -

i'- ',. , 

" 
, " 

1"-. ' \ 
~ 
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~ 1HOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

High voltage, fast switching powsr transistor primarly 
intented for switching mode powsr supply operating 
direct by from a rectified 220 V power line in consumer 
applications, 

Transistor de puissance haute tension de commutation 
rapide, specialement adapre aux alimentations II decou, 
page, fonctionnant directement sur Ie secteur 220 V 
redresse pour les applications Grand Public 

Dissipation and IS/8 derating 
Variation de dissipation et de I SIB 

100 % 

75 

50 

25 

o 
50 100 150 Teas.(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VAL.EURS LlMITES ABSOLU~S O'UTILISATION 

Collector-emitter voltage 
Tens;on colJecreur-emetteur 
Collector-emitter voltage 

ABE ~O Tension coJlect8ur-emetteur 
Emitter-base voltage 
Tension Imetteur-bas8 
Collector current 
Courant collecteur tD~2 ms 
Base current 
Courant base tp~2ms 
Average reverse base current 

t p :S;;:20 ms 
Courant base de cr~te moyenne 
Peak reverse base current 
Courant base de crlte inverse 
Power dissipation 

T case ~50 °C Dissipation de puissance 
Storage and junction temperature 
T8m~rature de jonction et de stockage 

Junction-case thermal resistance 
Resistance rhermique joncrion bairier 

50. rue Jean·Pierre Timbaud - B.P.5 
F·92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
T61 : (1) 7SS.50-Ql Telex: 610560 

max 

max 

419 

BU326 A 
NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUS£ 

VCES 900 V 

ICM SA 

Ptot 60W 

VCEsat (4 A) OS;; 3V 

tf ( 2,5 A ) max 0,51'S 

Ca .. 

BOitier 
TO 3 (CB 19) 

~ 
8 

VeEO 400 

VeES 900 

VEBO 10 

Ie 6 
I,,~ 8 
18 2 

IBM 3 

-IB 100 

-IBM 3 

Ptot 60 

tj 150 
Tstg -65+150 

V 

V 

V 

A 

A 

rnA 

A 

W 

°e 

.Janvier 1980 1/8 



BU 326A 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTlaVES STA TlaVES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur..emetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de c1aquage collecteur-emetteur 

Figure 1 

Static forward current transfert ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-emetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-emetteur 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 900 V 
VBE = 0 

Tease = 
VCE = 
VBE = 

900 V 
o 

Tease = 125 DC 

VEB = 
IC = 

10 V 

o 

IC 
IB 
L 

= 100 rnA 
= 0 
= 25rnH 

VCE = 10 V 
IC = 2,5 A 

2,5 A 
0,25 A 

4A 
1,25A 

2,5 A 
0,25 A 

4A 
1.25 A 

* Pulsed 
Impulsions 300 !1s 8 .;; 2% 

2/8 

420 

ICES 

lEBO 

VCEOsus 

VCEsat' 

VBEsat' 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contra;res) 

min typ max 

rnA 

2 

10 rnA 

400 V 

15 

10 

V 
3 

1,4 

v 
1,6 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 

CARACTERIST/OUE DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Frfjquence de transition 

Turn-on time 
Temps total d'ewblissement 

Fig.2 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Ie = 0,2 A 
VeE - 10V 
f ~ 1 MHz 

__________________________ ~Ie 2,5 A 
0,5 A 
-1A 
250 V 

Fall time IS1 

IS2 

-------------------------~ Vee = 
Temps de decroissance 

Fig. 2 

Carrier storage time 
Retard a la decroissance 

Fig.2 

421 

T case 25 oe 

BU 326 A 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

4 MHz 

0,3 0,5 I1S 

0,25 0,5 I1S 

1,5 3,5 I1s 

3/8 



BU326A 

FIGURE 1 - V(BR)CEO - V(BR)CEX - V(BR)CER test circuit (and oscillograms ) 
Cirr:uit de mesure des V(8R)CEO _ V(8R)CEX - V(8R)CER et oscillogramme 

50 Hz 

Rb 
horizontal 

~-----r--~ KO~ 

loon 
L=25mH 

vertical 
r-----i~--Jr--~ ~ope 

In 
1W 

L.. __ ..I-_-4I common 

IC 

-I-------"~-- VCEOsus 

The sustaining voltage VCEOsus is 
acceptable when the trace falls to 
the right and above point A. 
La tension VCEOsus est acceptable 
lorsque la trace passe au de/A du 
point A. 

FIGURE 2 - Switching times test circuit (and oscillograms) 
Circuit de mesure des temps de ~ommutat;on et osci/logrammes 

18 

Ie 

90% 

10%+-__ ~~ __ ~ ________ ~~~ 
tr ts 

toff 

4/8 

422 

1---l11-~ 2200IlF 

VCC 

Rc = loon 
Rb = 5,6n 
Vee'" 250 V 
181 = O,5A 
182 = I A 
Ie = 2,5 A 

IBI and 182 are measured with 
TEKTRONIX probe P6021 and 
amplifier type 134. 
181 et '82 sont mesures avec une 
sonde TEKTRONIX P 6021 et 
amplificateur type 134. 

Re. Rb : non inductive resistors 
tp : pulse width = 10 IlS 

duty cycle" I % 
rise and fall times" 50 ns 

Rc, Rb : resistances non inductives 
tp : larg'!'1r d'impulsion = 10 IJ.S 

facteur de forme ~ 1 % 
temps de mantee et de descente ~ 50 ns 



BU 326 A 

SAFE OPERATING AREA IN THE SWITCHING MODE 

In the switching mode, the transistor is either in an on state or in an off one; when it is conducting, the collector-emitter 
voltage remains low ( VCEsat ). The switching from the off state to th€' on one ( and reversely) occurs during a time 
( tr or t1 ) clost"d to the values guaranteed in the data sheets. 
In the switching mode, the SOAR is specified for junction temperatures uelow or equal to 125 aC. 

During the off state switching, the SOAR is defined by the zone 1. In order to make the transistor capable of sustaining 
a voltage higher to VCEOsus f then the opprating point remains along the segment MN ) it is obligatory that: 
- the emitter·base junction should be reverse biaised ( VBE ~O) 

- the collector current of the transistor should be below or equal to the maximum leakage current specified 

During the on state switching, the SOAR is defined by the zone 2. The operating point may move within the hachured 
area provided that: 
- the moving time within this area is below than 0,25 j1S 

- the emitter-base junction is forward biaised ( by a voltage higher than the threshold conduction) 

AIRE DE SECURITE EN REGIME DE COMMUTATION 

En r~gime de commutation. Ie transistor est soit bloC/ue, soit cOl1ducteur. Ouand il est conducteur la tension collecteur­
emetteur est fa;ble ( VCEsat J. La commutation de I'etat bloC/lie a I'etat passant (et vice-versa) a /leu avec un temps de 
commutation ( tr Oll tf) voisin des valeurs garanties dans les notices. 
L 'aire de securite en regime de commutation est definie pour des temperatures de jonction inferieures au egales a 1250C. 

Pendant la commutation a "ouverture. taire de securite est definie par la zone 1: Pour que Ie transistor soit capable de 

supporter une tension superieure a VCEOsus (Ie point de fonctionnement se trOllve alors sur Ie segment MN I, il est 
indispensable: 
- que la jonction emetteur-base soit polar;see en inverse (V8E ~ 0) 
- que Ie courant col/ecteur du transistor soit au plus egal au courant de fuite maximum specifie 

Pendant la commutation tI la fermeture, I'aire de s9curite est dtifinie par la zone 2. Mals Ie point de fonctionnement 
ne peut traverser la zone hachuree que si : 
- Ie temps de parcours dans cette zone est inferieur a 0,25 J.1S 

- la jonction emetteur-base est polarisee en direct ( au dessus du seuil de conduction J. 

ICMI-----. 

ICI---....... 

.!-___ JiM~ __ --'-N~ V 
V 

VCEOsus VCEX 
Zone 1 Zone 2 

FIGURE 3 

423 
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IC 
(AI 

100 

10-1 

10-2 

2 

10-3 

FIGURE 4 

SAFE OPERATING AREA-OFF STATE 
SWITCHING-5EE ALSO FIGURE 3 
Aire de sAcurite A Is commutation A I'ouver­
turs. Voir aUII; figure 3 

Tj 125 DC 

200 400 600 800 VCE(V) 

FIGURE 6 

BASE EMITTER VOLTAGE VERSUS BASE 
CURRENT 
Tension base·emetteur en fonction du courant 
bas. 

VSE 
(V) 

0,5 

6/8 

Tease 25 DC 

SIA 

it 

a 

J ICSA 

6A 

1-.2 A 
I 

1 A 

2 3 IS (A) 

424 

FIGURE 5 
SAFE OPERATING AREA-ON STATE 
SWITCHING-5EE ALSO FIGURE 3 
Aire de stkurite a la commutation. Is ferme­
ture. Voir au"; figure 3 

100 1--+-+--+-

10-1 

10-2 1--+-+--+-

VCE 
(V I 

3 

2 

1 

200 400 600 800 VCE(V) 

FIGURE 7 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE CURRENT 
Tension col/ecteur emetteur en fonction du 
courant base 

I , 
- Tease 25 DC 

I H-

Ic'siA 
! i 
, 

I 

\ 
'\. 

J ' 
I 

4A SA 1 
1 A 2A 3r I 

a 2 3 IS (A) 
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FIGURE 8 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur sratique du rapport de transferr direct 
du courant en fonction du courant collecteur 

VCE 10V 

OV 
-f- f-- ,'J.." 
f-- I-~ .,~ 
f--1-'" .-

'I.'i>0~ - " \ 
I---i"'~~ \ 

'\ 

4 68 
1 

BU326 A 

FIGURE 9 
RELATIVE VARIATION OF .,TIME VERSUS 
JUNCTION TEMPERATURE 
Variation relative du temps tf en foncrion de la 
temperature 

-

II 
V 

/ 

V 
/ 

./ 
10-2 

4 68 
10-1 

4 68 

100 IC(A) o 20 40 GO 80 

K 

4 

:J 

10-1 

6 
5 
4 

FIGURE 10 
TRANSIENT THERMAL RESISTANCE OE­
RATING FACTOR UNOER PULSES CON­
OITIONS (Tvpical) 
Facteur de reduction de la resistance rhermj· 
que en regime d';mpuls;ons (Typique) 

~~ 

b 0.5 A 
l' V# , 
I i 

~ i ! i I I 

j. l VII I 
! I I 

I 

~ I 
I 

I 

C I-- - t--'-" I Zth K Rth t-~ 

1/1'-
, J I, T I 

I 

~rUl ! i 11'~t 'T~ I I i. 1 ," 1 J tp I 
2 5 2 5 2 5 2 5 2 5 2 
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DC operation 
Regime continu 
Pulsed operation 
Regime impulsionnel 
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~ lHOMSON-CSF au 326AP 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

HIGH VOLTAGE AND SWITCHING NPN TRANSISTOR 
TRANSISTOR NPN HAUTE TENSION DE COMMUTATION 

ADVANCE INFORMATION 

High voltage, high speed transistor 
suited for TV applications: 
- Switch mode power supply 

Transistor rapide haute tension 
adapte aux applications television: 
- Alimentation a decoupage 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLVES D'UTILISATION 

CoHector-emitter voltage 

Tension collecteur ~emerreur 

Collector-base voltage 

Tension collecleur -base 

Emitter-base voltage 

Tension emetteuf·base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 

Courant base 

Power dissipation case temperature 25 OC 

Dissipation de puissance 

Storage and junction temperature 

Temperature de jonetion et de Slackage 

J unction case thermal resistance 
Resistance thermique jonctlbn bait/ef 

50, rue Jean·Pierre Timbaud . B.P 5 
F ·92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel.: (I) 788·50-01 Telex: 610560 

IC 

IB 

Tj 

427 

VCEO 

VCBO 

VEBO 

Ptot 

Case 
Baitier 

ICM 

IBM 

Tstg 

Rth(j-c) 

VCEO sus 400 V 

VCEX 900 V 

ICsat 

tf 

2,5A 

0,25 Jls 

.~ 
TOP 3 (CB 244) 

T case = 25°C 

- 65 

400 

900 V 

8 V 

6 
A 8 

2 
A 3 

110 W 

175 
+ 175 "C 

1,36 "C/W 

Janvier 1981 1/2 
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au 326AP 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES 

SYMBOLS TEST CONDITIONS CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES A L'ETA T SLOOUE 

VCEO sus 400 V IC= 100 mA IB=O L= 25 mH 

ICES 0,5 mA VCE= 900 V VBE=O 

lEBO 10 mA VEB=8V IC=O 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES A L 'ETAT CONDUCTEUR 

1,5 V IC= 2,5A IB= 0,5A 
VCE sat' 

3 V IC=4A IB = 1,25A 

1,4 IC= 2,5A IB =0,5A 
VBE sat' V 

1,6 IC=4A IB=1,25A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES 

I VCE =_1 0_V ___ IC_=_0_,2_A __ f =_1_0_M_H_Z-,1 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES DE COMMUTA T/ON 
On resistive load - Sur charge resistive 

ton 0,3 0,5 

ts 1,5 3 ,IlS 

tf 0,25 0,5 

.. Pulses 
Impulsions 

2/2 

Ip = 300 ~s .) ~2 % 
Unless otherWise staled 
Sauf indications contraires 

VCC= 250V 
VBE=- 6V 

IC= 2,5A 
RB2= 6n 

IB1=0,5A 

T case -~ 25°C 

428 



f.~ THOMSON-CSF' au 326 P 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

HIGH VOLTAGE AND SWITCHING NPN TRANSISTOR 
TRANSISTOR NPN HAUTE TENSION DE COMMUTATION 

ADVANCE INFORMATION 

High voltage, high speed transistor 
suited for TV applications: 
- Switch mode power supply 

Transistor rapide haute tension 
adapte aux applications television: 
- Alimentation a decoupage 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-emitter voltage 

Tension cOffecteur-emetteur 

Coli ector-base voltage 

TenSion cOlfecteur-base 

EmItter-base voltage 

Tension emetteu( -base 

Collector current 

Courant colfecteur 

Base current 

Courant base 

Power dissipatIon 

Dissipation de puissance 

Storage and Junction temperature 

Temperature de Jonet/on et de slackage 

Junction case thermal resistance 

Res/stance thermique jonction bailier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud . B.P 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. : (1) 788-50-01 Telex: 610560 

IC 

IB 

Tj 

429-

Case, 
Boitler 

VCEO SUS 

VCBO 

VEBO 

ICM 

IBM 

Ptot 

VeEO sus 375 V 

VeEX BOOV 

2,5A Ie sat 

tf 0,25 lis 

.~ 
TOP 3 (CB 244) 

T case = 25'C 

375 V 

800 V 

8 V 

6 
A 8 

2 
A 

3 

110 W 

175 
Tstg - 65 + 175 

DC 

RthU-c) 1,36 "C/w 

Janvier 1981 1/2 

,. ~ 11ICJMSON-CSf 
.~~~ 



BU 326P 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACT~RISTIQUES ~LECTRIQUES 

SYMBOLS TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACT~RISTIQUES A L'~TAT BLOQU~ 

VCEO sus 375 V Ic-100mA IS-O L- 25 mH 

ICES 0.5 mA VCE-800V VSE-O 

IESO 10 mA VES= 8V IC=O 

ON CHARACTERISTICS - CARACT~RISTIQUES A L'HATCONDUCTEUR 

1.5 V 
VCE sat" 

IC= 2.5A IS = 0.5A 

3 V IC-4A IS - 1.25A 

1,4 IC= 2.5A IS-- 0.5A 
VSE sat" V 

1.6 IC=4A IS = 1.25A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS - CARACT~RISTIQUES DYNAMIQUES 

fT I VCE= 10V IC=0.2A f-10MHz I 
SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTl7:RIST/QUES DE COMMUTA TlON 
On resistive load - Sur charge resistive 

ton 0.3 0.5 

ts 1.5 3 ,us 

tf 0.25 0.5 

* Pulses 
Impulsions 

2/2 

tp = 300 ~s .\:;';;2 % 
Unless otherwise stated 
Saul mdlcatlons contralf€S 

VCC= 250 V 
VSE =- 6V 

IC= 2.5A 
RS2 = 60 

IS1=0.5A 

Tcase -25"C 

430 



fJ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

Horizontal deflection circuits of television receivers 
fitted with a monochrome picture tube 110 o. 

Transistors de balayage horizontal pour televiseurs 
equipes d'un tube monochrome 110 o. 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100% 

~ 
I \ I 

I 
, 

I \. 
I \ I 

75 

50 

25 

o 
50 100 150 Teas.IOC) 

ABSOLUTE RATINGS ILiMITING VALUES) 
VALEURS L1MITES ABSOLUES O·UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension co/lecteur-base 
Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emetteur 
Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emerreur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 
Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 
Collector current 
Courant collecteur 
Base current 
Courant base 
Power dissipation 
Dissioation de ouissance 
Storage and junction temperature 
Temperature de jonction et de stockage 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique janction boitier 

SO, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
T61 , III 7B8-50·01 Telex, 610560 

VBE = -1;5 V 

-'Qo(100/lS 

Tcase ~250C 

max 

max 

BU 406 -BU 407 
NPN SILICON TRANSISTORS, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTORS SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

VCBO 

VIBR)CEO 

VCEOsus 

VCEX 

VEBO 

'C 
leM 

'B 

Ptot 

tj 
Tstg 

431 

VCEX 
400 V 8U406 
330 V 8U407 

ICM 15 A 

Ptot 125 OC) 60W 

tf I 5 A) 0,75/l' max 

Rthlj-c) 2,1 0C/W max 

Ca .. 

Boitier 
TO 220 AB I CB 117) 

., 
C E 

BU 406 BU 407 

400 330 V 

200 150 V 

150 120 V 

400 330 V 

6 6 V 

7 7 
A 

15 15 

4 4 A 

60 60 W 

150 150 oc 
-65+150 -65+150 

Janvier 1980 1/5 



BU 406 . BU 407 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES STA T/OUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 400 V 
Collector-emitter cut-off current VBE = -1,5V 
Courant residuel collecteur-emetteur 

VCE - 330 V 

VBE = - 1,5 V 

Emitter-base cut-off current VEB = 6V 
Courant residuel emetteur-base IC = 0 

Collector-emitter saturation voltage IC = 5A 
Tension de saturation collecteur-emetteur IB = 0,5 A 

Base-emitter saturation voltage IC = 5A 
Tension de saturation base-emetteur IB = 0,5 A 

Breakdown colloctor·,emitter voltage IC = 200mA 

IB 0 
Tension de claquage collocteur-emetteur = 

L = 25mH 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small SIgnals) 
CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Transition frequency VCE = 10 V 

F ,equence de transition IC = 0,5 A 
I = 1 MHz 

Fall time IC = 5A 
(Figures 1 et 2) 

lSI = 0,5A Temps de decroissance 
VBE = -3V 

FIGURE 1 

FALL TIME VERSUS JUNCTION TEMPERATURE 
Temps de dkroissance en fonction de la temperature 

dejonction 

BU 406 

BU 407 

All types 
Taus types 

All types 
Taus types 

All types 
Taus types 

BU406 

BU407 

All types 
Taus types 

All types 
Taus types 

) 

2,5 

2 

1,5 

Tease = 25 0 C 

min typ max 

15 mA 

ICE X 
15 mA 

lEBO 1 mA 

VCEsat 
. 1 V 

VBEsat 
. 1,2 V 

150 
VCEOsus - V 

120 

IT 10 MHz 

tl 0,75 ps 

V 
/ 
V 

V 
V 

./ 
20 40 60 80 100 

Pulsed 
Impulsions tp ~ 300 ps {, ,,; 2 % 

2/5 
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BU 406 - BU 407 

FIGURE 2 

COLLECTOR CURRENT FALL TI~~E TEST CIRCUIT 
CIRCUIT DE MESURE DU TEMPS DE DtCROISSANCE 

Adjust for IBI = 0,5 A 130jJH + 24V 

Aiuster pour I B I = 0.5100 jJF 

BY 212-400 R 

Adjust for Ie end = 5 A 
Aiuster pour Ie end = 5 A 

TUT 

l "';~ "" V" M.... __ 'v 
+ 24 V Aiuster pour VBE blocage 

During the test, the device should be moun­
ted on a copper heatsink 

Pour la mesure. Ie transistor doit etre monte 
sur un radiateur en cu;vre 

5Ox50x4 

DRIVER TRANSFORMER T 

Ferrite core L TT FN 1034 
Area 7 x 7 mm2, air gap 0,4 mm, ratio n = 7,7/1 

Primary 200 turns 28/100 (4 layers of 16 mm) 
Secondary 26 turns 55/100_ One layer within the two 
section of primary. 
R primary 4 n - R secondary 75 m12 
Leakage inductance referred to secondary 0,8 jJH 
(If necessary, add an externanl coil to obtain 0,8 jJH). 

0,1 jJF 4,7 jJF 

Leakage inductance. from secondary winding 
Self de fuite du secondaire: O,B jJH 

li~=ti r ------I-~':~- 0 

TRANSFORMATEUR DRIVER T 

Noyau ferrite L TT FN 1034 
Section 7 x 7 mm2, entrefer 0,4 mm, rapport n 7,711 

Primaire : 200 tours 281100 en 4 couches de 16 tnm 
Secondaire: 26 tours 551100. Une'couche entre les deux 
moities du prima ire. 
R prin18ire 4 12 - R secondaire 75 m12 
Inductance de (uite ramenee au secondaire 0,8 pH 
(Si besoin est, aiouter une self exterieure pour avoir 0,8 jJHJ. 

3/5 
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BU 40G - BU 407 
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Dissipation and ISIB derating 
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FIGURE 3 
BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant de base en fonction de la tension 
base . emetleur 

IB Tease 25 DC 
(rnA) VCE 4 V +--t-t-+--t--l 

'~~~~1---T---+--+--~~--r-~ 

/ 

102 / : ----- ~J ---- --- ---c---t---

• -- _. --- ---- ,-- --+--+--+--+--1 

2 f--- -_. II ----- -t---t---

: ~- ---f/--- --- f.-C--- -- t---t---

2 - --

I 0° L....L---LL.J'--c':----'------'_-'-:-'::-~~ 
0,4 0,6 0,8 1,2 VBE (V) 

VCEsat 

VBEsat 
IV) 

1,5 

. 1 

0,5 

0,' 

FIGURE 5 
COLLECTOR·EMITTER ANO BASE·EMITTER 
SATURATION VOLTAGE VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Tension de saturation collecteur-f1metteur et base-
4metteur en fonction du courant collecteur. 

Tease = 25 DC 

.1 

./ 

\C l \ 
VBEsat:;::: 

$ 
L-

~~~ \\¢~ 
I--VCEsat 

\0' ~q, 

I--- "G 
rI 

'0.2 2 • 6.'0.' 2 

435 

VBE 
(V) 

1,2 

1,1 

0,9 

0,8 

0,7 

BU 406 . BU 407 

FIGURE 4 
BASE EMITTER VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Tension base-tlmetteur en fonction du 
courant collecteur 

Tease = 25 DC 

VCE = 4 V 

II 
/ 

V 
V 

/ 

--0,6 

10.2 

V" 
4 68 2 4 68 2 4 

10.1 100 IC (A) 

FIGURE 6 
STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

10 -----

o 
4 68 

IC(A) 
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~ lHOMSON-CSF BU 406 D-BU 4070 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

NPN SILICON TRANSISTORS, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTORS SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSES 

High voltage transistors with integrated damper diode, primar­
Iy intended for use in horizontal deflexion output stage of 
black and white TV receivers fitted with 110 0 picture tube_ 

Transistors rapides haute tension avec diode damper intt!gree~ 
particulierement destines aux etages de sortie de ba/ayage 
horizontal des ttileviseurs noir et blanc 710 D. 

~---------, 

I C 
I I 

I 
l. o I 
I 

I . E 
L _________ ..l 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMI IES ABSOLUES D'U II LlSATION 

Collector-base "altaye 
Tension coJlecteur·base 
Collector-emitter voltage 

VBE = -1,5 V Tension collecteur-emetteur 
Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emetteur 
Collector.-emitter breakdown voltage 
Tension de cJaquage collecteur.emetteur 
Emitter-base voltage 
Tension #§metteur-base 
Collector current 
Caunmt collecteur t p -l0ms 
Base current 
Courant base 
Rtlpetitive peak forward diode current 

tp = 100 JJ.s 
Courant de poinre repetitif de la diode 
Power dissipation 

Tease 25 °C Dissipation de puissance 
Storage and junction temperature max 
Temperature de joncrion et de srockage 

Junction to case transistor thermal resistance 
Resistance thermique joncrion boirier du rransisror max 
Juoction to case diode thermal resistance 
Resisrance rhermique joncrion boitier de 18 diode 

max 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B_P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
T61 : (1) 788-50-01 Telex: 610560 

VCBO 

VCEX 

V,BRICEO 

VCEOsus 

VEBO 

IC 
ICM 

'B 

'FRM 

Ptot 

'j 
T!tQ 
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I 

VCEX { 400 V BU 406 D 
330 V BU 407 D 

IC 7A 

Ptot (25 0C) 60W 

Rth(j-c) 2,1 0C/W 

tf (5 A) ';;0,7511' 

Case 
Boitier 

T0220ABICBl171 

BU 406 0 

400 

400 

200 

150 

6 

7 
15 

4 

10 

60 

lOU 

-65+150 

BU 407 0 

330 V 

330 V 

150 V 

120 V 

6 V 

7 
15 

A 

4 A 

10 A 

60 W 

''''' °c -65+150 

Jaovier 1980 1/5 

,. ~ 1HOMSON-CSF 
• OO~Ii'@~ 



BU 406 0 - BU 407 0 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

CARACT~RISTIOUES ELECTRIOUES 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VBE = -1,5 V 
Collector-emitter cut·off current V CE = 400 V 
Courant residuel collecteur-emetteur I-:-V-:-'B'-'E=--=----I:-,5=-V-I 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

VCE = 330 V 

Ic = ° 
VEB = 6 V 

IC = 200mA 

IS = ° 

Tease 25 oC 

ICEX 

lEBO 

BU 406 0 

BU 4070 

All types 
Taus types 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contra ires) 

min typ max 

mA 

400 mA 

Collector·emitter breakdown voltage l = 25 mH V r;:::B-;=U;-4;:0:-:6;-::O_--I1-'1c:5::O'-+_-+_--I 
Tension de claquage collecteur-emet· VCEc!. = CEOsus(l) BU4070 120 V 

teur BU 4060150 V 
BU4070120V 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur­
emetteur 

IC 
IB 

5A 
0,65 A VCEsat' 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-emetteur 

IC 
IB 

5A 
0,65 A VBEsat" 

Oiode forward voltage 
Tension directe de 13 diode 

5A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small5i9nol5 ) 

CARACT~RISTIOUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Transition frequency VCE = 10V 

Frequence de transition IC = 0,5 A 
f = 10MHz 

IC = 5A 
Fall time 

IBI = 0,65 A 
Temps de rtecroissance 

VBE2= -3V 

• Pulsed 
Impulsions tp = 300 I1S Ii ..; 2% 

fT 

tf 

All types 
Taus types 

All types 
Taus types 

All types 
Taus types 

All types 
Taus types 

All types 
Taus types 

2 

10 

v 

1,3 V 

v 

MHz 

0,75 I1S 

(1) Collector·emitter voltage limited at VCEc!. = BU 406 0 150 V, BU 407 0 120 V by an auxiliary clamping circuit. 
(1) Limitation de la tension collecteur-emetteur VCEcl. = BU 406 0 150 V, BU 407 0 120 V par systeme d'ecretage. 

2/5 
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BU 406 D - BU 407 D 

FIGURE 1 

COLLECTOR CURRENT FALL TIME TEST CIRCUIT 
CIRCUIT DE MESURE DU TEMPS DE DECROISSANCE 

Adjust for 181 = 0,65 A 
Ajuster pour IBI =0,65 A 

100JlF 

TUT 

130 H 4 24 V 

Adjust for leM ~ 5 A 
Ajuster pour I eM = 5 A 

0,1 JlF 

~L---A-(-ljU-s-t-fo-r-V~8-E-C-,u-t-'O-ff------_-3-V--------~--------~L-----------o 
+ 24 V Ajllstcr pOllr VBE bloc.1ge 

4,7 JlF 

Durin!] the lest, the device sh~)11ld be moun· 
It'd 01l:J I~oppl'r IW(lI~,ink 

POIII /.1 11/,'\/Ifl.', If· ',.I1/.~;si(Jr dO;f i'}uc l1lootl.; 

slIr 1111 I,uli.H/.'ur en (;lIivf"I! 

DRIVER TRANSFORMER 

Ferrite core L TT ~N 1034 
Area 7 x 7 mrn2, air gop 0,4 mrn, ratio n -" 7,7/1 

Primary 200 Ill"" 7BI100 (4 laye" of 16 nlln) 

Sccond.uv 2(; turns 55il00. One laver within the two 

sr.c::tions of pI illl,lI Y 
n primary" H - n ser-omim V 75 OlH 
lcak<lfJt! illdlJ{:Ii.lI1CI~ ,efrHf!rlto !>eC~H1dary 0,8 pH 

\H ncccs!>my. add an eXlernal coil to obtain 0,8 pH). 

0,65 A I~I_' 
------ ---0 

]

-------- ---0 

3V 

_64...:......1" __ ~" "J 

TRANSFORMATEUR DRIVER 

NovalJ ferrite L TT FN 1034 
Section 7 x 7 mm2, entrcfer 0;4 mm, rapport n 7,7/1 

"rimaim: 2UO tOll'S 281100 en 4 cOllches (/c 16 mm 
Secondaire: 26 tours 55/100, Uno couche entre les deux 
moititis dll prinlc1ire. 

R primm'fo 4 n ._. R secondaire 75 m!l 
Inductc7IJce lit! foite r;unCf1(!I! ali .wxonda;re 0,8 I1H 
(Si besoin cst, ajouter (me self exttirieure pour avoir 0,8 pH), 

3/5 
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BU 406 0 - BU 407 0 

I-f- --_. -­
I-t- --_. 

I-t- --

SAFE OPERATING AREA 

AIRE DE SECURITE 

_·c: -~\._. 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de puissance et de ISI8 

100 % "-~-r-~-r---r---, 

75 f--I'<-~' 

- \ 
~~~jjj±tttl -+-+--I-l-4\1++\ -I\"I-

50 f--t--\. 

I 

10.
1 ~~~~!m1F-~~~mml'.~~Elm 

ITea,e 25°C 

O'-_~_..L_..JL._-.J 

o 50 100 150 T case(OC) 

____ DC operation 
Regime cantinll 
Pulsed operation !-

0 .... 
0 .. 
::J 

'" 

0 

iB .. 
::J 

'" - - - - Regime imPlIlsionnelr 
1 0.2 L-.L-J'--........ ....::..-'-'-'~-'-L-.L..J-L.LLLll..J...L.l....J....JL-I.LU..u 

100 101 

K 

10.1 
B 
7 
G 

.. - Jot 
. ~-I.l .- -

It .1-

f-hrf J 

-- ~Q..Y"'-
~o 

/~·1 ,. 

i 

-

./ 

-} 

102 

- 1: - -- -
-I-' . _ . 

1--'11 
",V I 

-
.. . . 

~ . 

Zlh ~ K x nih 

T . . 
JLrL 
:) --'pIT • 'p . 

10.2 10.1 100 101 102 103 tp (m,) 
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VCE (V) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDI TlONS 
Facreur de rt!duclion de la r~$/sf.1ncp. therm;que en 
rlgime d';mpu/sions 



FIGURE 2 
BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant de base en fonetion de la tension 

IB 

ImA 
4 
) 

10' 
B 

base· emetteur 

T case 25 0 C 

VCE = 4 V 

r--- - t--_. --

/ 
r--- 7 1--- ... - r--- -

r--- r--- -- -

1---r--- - 1-
r--- . -----
r---- r--- -- .-

I--- II - ---

I- --

0,6 0,8 

FIGURE 4 

/V 

--

1,2 VBE IV) 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

E 

VJE I ~ H5 J , -
:Tea!e=1 1Ulc/ .' 

6 

5 , 
4 0 , y , , , , 
3 

2 O~ " I ~ I, 
TCase = 250 C 

Or--- -

° 10-2 4 6~0_1 2 

. 
. · · · , , , 
\\ 
\ 
~ 

\ 

4 6 B 

IcIA) 

441 

BU 406 0 - BU 407 0 

VSE 
(V) 

1,2 

1,1 

0,9 

0,8 

0,7 

FIGURE 3 
BASE EMITTER VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Tension base-emetteur en fonetion du 
courant colJecteur 

Tease = 25 0 C 
VCE = 4 V 

/ 
V 

I--- - / 

r---- ---- 7"'~ 
V 

--..--
468 2 4 68 2 

1 

0,6 

10-2 10-1 100 IC IA) 

FIGURE 5 
COLLECTOR·EMITTER AND BASE-EMITTER 
SATURATION VOLTAGE VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Tension de saturation collecteur-emetteur et base­
emetteur en fonction du courant collecteur. 

VCEsa 

VSEsa 
IV) 

t 

t 

1,5 

0,5 

0,1 

I I 
Tease = 250 C 

--

I -'" 
-~~s.t 

ICI S,.: ... 

r--- -r----VCEsat 

" 
I 

.... <:::> Y-. 
~ ., 

~~ if "C; ~~ 
V,C; 

I 
4 6 B 

10-2 4 6fo-1 2 Ie IA) 
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~ 1HOMSON~CSF 
DIVISION SEMICDNDUCTEURS DISCRETS 

Transistor with integrated damper diode intented for horizontal 
deflection of screen color television receivers: 

Transistor a diode damper integree pour balayage horizontal des 
tlJltJviseurs couleur. 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100 %,....-_...,rr-~.----, 

75~--+---~--~---1 

50 ~--+----!lt---~---1 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VAl.EURS lIMITES ABSOLUES O'UTILISATION 

Collector-emitter voltage 
Tension collfICteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant bale 

Power dissipation 
Dissipation de puis$lInce 

Storage and junction temperature 
Temp4rature de jonction et de stockage 

( 
Junction-case thermal resistance 
Resistance therm;que jonction boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 
F·92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
T6t : (1) 788-50-01 Telex; 610560 

tp = 10ms 

tp= 10ms 

Tease 25 oc 

max 

443 

Busee 
NPN SILICON TRANSISTOR. TRIPLE OIFFUSEDMESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUsE 

Formerly SeSCOSEM number ESM 2808 
Ancien nUm6ro SE$COSEM ESM 2808 

VCES 

VCEO 

IC.at 

ICM 

tf (4,5 A) 

c ... 

typ 

1500 V 

700 V 

4,5 A 

10 A 

0,6115 

Boitie, TO 3 I CB 19' 

~ 
B 

VCES 1500 

VCEO .700 

IC 5 
ICM 10 

'B 2,5 

'BM 4 

Ptot 12,5 

tj 115 
Tstg -65+115 

Rth(j-c) 1,6 

V 

V 

A 

A 

W 

oC 

°CfW 

Janvier 1980 1/5 



BU800 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 

CARACTtRISTIOUES tLECTRIOUES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter .oltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de seturation collecteur-emetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de seturation emetteur-base 

Diode forward ,oltage 
Tension directe de 18 diode 

SWITCHING TIMES ON INDUCTIVE LOAD 

Tease 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 1500 V 

RBE = 0 

IC = 0 
VEB = 5V 

IB = 0 
IC = l00mA 
L = 25mH 

VCE cl. = 700 V 

IC = 4,5A 
IB = 2A 

IC = 4,5A 
IB = 2A 

IC = -4,5A 

TEMPS DE COMMUTATION SUR CHARGE INDUCTIVE 

Fall time 
Temps de dflcroissence 

Fig. 1 

• Pulsed 
Impulsions tp = 300 /J-s 

ICend 
I Bend 

Ii <; 2 % 

4,5 A 
l,BA 

ICES 

lEBO 

VCEOsus(l) 

VCEsat 
. 

VBEsat 

VF 

(1) Collector-emitter .oltago limited at VCE cl_ = 700 V by an auxiliary clamping circuit_ 

(1) Limitation de 18 tension VCE cl_ = 700 V par systeme d'tlcretage_ 

2/5 

( Unless otherwise stated) 

( Sauf indication contraires ) 

min typ max 

1 mA 

300 mA 

700 V 

5 V 

1,5 V 

1,4 V 

/J-s 



FIGURE 1 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT 
CIRCUIT DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON 

+VA(ll 

O,9mH 

C1 
1,5 kV 

BU 800 

2,7 n + VCC 

(21 

E 
l::f v.---c::::J--t 

* Transistor mounted on dissipator Rth(radl';; 3 0C/W 
" Transistor monte sur radiateur Rth(rad)';;3 oCIW 
RBe : Integrated base-emitter resistance 
R 8E : Resistance base emetteur integrlie 

1 1 Ajust tp I Bend 1,8 A 1 ) Ajuster pour 18end 
2 1 Ajust to I Cend 4,5 A 2) Ajuster pour I Cend 

LB + Lf" 10llH L8 + L," 

VA "=24 V VA 

VCC "= 140V VCC 
ts "= lOllS ts 

Cl 10 nF CI 

" LB + Lf is the total of the secondary leakage inductance Lf ( of the driver transformer) and the series inductance ( LB ) 
* LS + Lf est la somme de I'inductance de fuite secondaire Lf du transformateur driver et de I'inductance serie ( L8 ). 

DRIVER TRANSFORMER 

Magnetic circuit 

Primary winding 

Secondary winding 

Air gap 

LCC B50 GE R 30 x 13 x 8 

nl = 120 spires; '" = 0,35 mm 
n2 = 25 spires; '" = 0,8 mm 
a =0,2 mm 

445 

TRANSFORMATEUR DRIVER 

Circuit magnetique 
Enroulement primaire 

Enroulement secondaire 
Entrefer 

3/5 



BU800 

IB 

VBE 

4/5 

FIGURE 2 

WAVEFORMS DURING SWITCHING WHEN THE TRANSISTOR TURNS OFF 
FORMES O'ONDE PENDANT LA COMMUTA T/ON A L'OUVERTURE DU TRANSISTOR 

I 
~ ts -' 
I I 

I 

~~ 

V(BR)EBO 

1) When the trace returns, the base emitter voltage mUSI 

stay negative. 

1) Pendant Ie retour de la trace, la tension base - eme!li:UI 

, doit rester negative. 

446 



Ie 
(A1 7 

4 

10-1 

10-2 

"-
"-

"-~ 

i 

i 

i 
: 

i 

i 

I 
T case';;; 95 DC 

DC operation 
Regime cont;nu 
Pulsed operation ----
Regime impu/sionnel 

I I "I II I I I I 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

f'-. 

"' 
'\ 
\. 

\. 

'\ 
'\ 

1\ 

--

10-3 
100 4 5 6 7 B 101 4 5 6 7 B 102 
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BU800 

1 I1S 

\ 

1\ 

\ 

1\ 

,\. 
"'-
~ 

'\ 
"\ 

4 5 6 7 

VCE (VI 
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~~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEUAS DISCRETS SUPERSWITCH Buses 

NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTOR 

TRANSISTOR NPN HAUTE TENSION DE COMMUTATION 

ADVANCE INFORMATION 

SUPERSWITCH 

High voltage, high speed transistor suited for 
TV applications : 

• Switchmode ~ supplies 

Transi.tor rapide haute tension adapN aux 
applications N/evi.ion : 

• Alimentation. II dkoupage 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITESABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-emitter voltage 
Tension collecttlUr-4merr.ur 

Colloctor-baoe voltage 
r.mion colleetllur-""" 

Emitter-bale voltage 
Ten.ion 'metteUr-/Jne 

Collector currant 
Cour.nt coll(ICteur 

Bate current 
Counlntb .. 

Power diuipation 
OiuiIMrion·. puiusnctl 

Junction temperature 
rem!»ratuffl dejonction 

Junction-case thermal resistance 
R"iullnctl th"""iqulljonction boiti.r 

50, rue Jean-Pierre Tlmbaud - B.P. 5 
F - 92403 Courbavoie Cede. FRANCE 
Tel.: (1) 788-50-01 Telex: 610560 F 

tp';;;5ms 

tp';;;5 ms 

T .... 250C 

max 

449 

VCEOsus 

VCEX 

ICsat 

tf.(max) 
(1000C) 

C_ 
Boitier 

TOP 3 

VCEO 

VCBO 

VEBO 

IC 
ICM 

18 
IBM 

Ptot 

Tj 

RthlJ-c1 

400 

B50 

7 

8 
10 

2 
3 

120 

-65 +175 

400 V 

850 V 

6A 

0,4 lAS 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

°C 

Avril 1981 1/2 
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BU926 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS· CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES •• 

SYMBOLS TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT BLOQUE 

VCEOsu. 400 V IC = 100 mA, IB =0, L =25mH 

ICEX 
0,5 

mA Tea .. -250C} 
2 T lOOOcI VBE = - 2,5 V ,VCE = 850 V 

case = 

lEBO 1 mA VEB = 7 V , IC = 0 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT CONDUCTEUR 

1,5 IC=5A,IB=1 A 
VCEsat* V 

5 IC=8A,IB=2A 

VBEut* 1,6 V IC = 5 A, IB = 1 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS· CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

MHz I 1=1 MHz, VCE = 10 V, IC = 0,2 A 

SWITCHING CHARACTERISTICS· CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION 

On resiltivelOlid - Sur charge rMistive 

ton 1 .. 3,2 ... VCC =250 V, IC =5 A 

" 0,8 
IBl =-IB2=1 A 

On inductive load· Sur charge inductive 

VCC = 300 V, IC = 5 A, IBl = 1 A } " 0,4 '" Tj=loo0C 
VRE = -5 V, LB =3~H 

• Measured with pulses tp = 300 J'SS 6 "" 2 % •• T cas. 25 0C Unless otherwise stated 

2/2 
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,~ 1HOMSON-CSF 
DIYISION SEMICONDUCTEURS OISCRETS BUS47 

NPN HIGH-VOLTAGE POWER TRANSISTORS 
TRANSISTORS DE PUISSANCE NPN HAUTE TENSION 

ADVANCE INFORMATION 

HIGH-VOLTAGE. HIGH-SPEED. SWITCHING 
POWER TRANSISTOR SUITED FOR USE ON 
THE 220 AND 380 V MAINS 

APPLICATIONS: 

SWITCHING REGULATORS 

INVERTERS 

SOLENOID AND RELAY DRIVERS 

MOTOR CONTROLS 

DEFLECTION CIRCUITS 

ABSOLUTE RATINGS (L1MmNG VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTlLlSA TION 

Collector-ilm~ter IIOltage 
Tflflsion collecreur-&metreur 

Collector-ilmitter IIOltage 
Tflflsion collecteur-&metreur 

Em~ter-base voltage 
Tflflsion &metreur-base 

Collector current 
Courant collecreur 

Base current 
Courant de bess 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
T emp6rarure de jonction 

Junctio~-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction-boTtier 

SO, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 
F - 92403Courbavoiec-. FRANCE 
T61. : (1) 788-SO-01 Tele.: 610560 F 

VBE = - l,5V 

to = 5 ms, 6 " 10 % 

tD = 5 ms, 6" 10 % 

451 

VeEO 

VeEV 

VEBO 

Ie 
'eM 
IB 

IBM 

Ptot 

Tj 

VCEO(aua) 

VCEV 
IC_ 
tfll100"C1 

:-ier : TO-3 ICB - ,., 

Tease = 25°C 

450 

BOO 

6 

9 
12 

3 
6 

150 

V 

v 

V 

A 

A 

W 

-65 to 200 °e 

1,17 

Octobre 1982 112 
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BUS 47 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTJ:R/ST/QVES J:LECTR/QVES" 

TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTIER/ST/OUES A L'IETA T BLDOUIE 

VCEO (sus) 450 V IB = 0, IC = 100 mA, Le = 25 mH 

ICEV 
0,5 t VCE = VCEV, VEB = 1,5 V 2,5 Tj _ 1000e 

mA 
ICER 3 VeE = VCEV, RBE = 5011, Tj = 1000e 

lEBO 1 VEB = 6 V, IC = 0 

ON CHARACTERISTICS - CARACTIERIST/OUES A L 'lETA T CONDUCTEUR 

1,5 Ie = 6 A, IB = 1,2 A 

VCE sat' 3 Ie = 9 A, IS = 3 A 

2,5 Ie = 6 A, IS = 1,2 A, Tj = 100°C 
V 

~le=6A'IS=1'2A 1,6 
VBE sat' 

1,6 Tj = 1000e 

hFE' 7 IC = 6 A, VCE = 5 V 

DYNAMIC CHARACTERISTIC· CHARACTIERIST/OUE DYNAMIOUE 

Cob I 300 I pF VCB = 10 V, IE = 0, f = 1 MHz 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTIERISTIOUES DE COMMUTA T/ON 

Resistive load - Charge resistive 

td 0,025 0,05 
Vce = 25OV,Ie = 6A, 

tr 0,1 0,5 

0,5 1,5 
p.s IB1 = 0,9 A, VBB = - 5 V, 

ts tp = 30p.s,6<2 % 
tf 0,1 0,4 

Inductive load - Charge inductive 

0,4 
tsv 0,75 2,2 T' = 1000e le=6A,ls1 =O,9A, 

0,15 1'5 VSS = - 5V, Vee = 250 V, 
tci 

0,2 0,4 T' = 1000e Le = 2 mH 

tfi 0,17 0,35 Tj = 1000e 

• Pulse . _ < 
Impulsions' tp - 3001'5,6 2 % 

"r- = 250e unles.s otherwise stated 
J sauf mdlcatlOns contralfes 

2/2 
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~, lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS BUS48 

NPN HIGH-VOLTAGE POWER TRANSISTORS 
TRANSISTORS DE PUISSANCE NPN HAUTE TENSION 

ADVANCE INFORMATION 

HIGH-VOLTAGE, HIGH-SPEED, SWITCHING 
POWER TRANSISTOR SUITED FOR USE ON 
THE 220 AND 380 V MAINS 

APPLICATIONS: 

SWITCHING REGULATORS 

INVERTERS 

SOLENOID AND RELAY DRIVERS 

MOTOR CONTROLS 

DEFLECTION CIRCUITS 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEVRS LlM/TES ABSOLVES D'VTlLlSA nON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant de base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de janetion 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction-boitier 

SO, rue Jean·Pierre Tlmbaud· B.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. (tl 788-50-01 Telex: 610560 F 

VBE = - 1,5 V 

tp = 5 ms, b " 10 % 

tp = 5 ms, b " 10 % 

453 

VCEO 

VCEV 

VEBO 

IC 
ICM 

IB 
IBM 

Ptot 

Tj 

VCEO(sus) 
vCEV 
IC sat 
ttl (100·CI 

Ca.e 
Boitier : TOol (CB -191 

450 V 

850 V 

10 A 

~ 300 ns 

~ E 
B 

Tcase = 25°C 

• 450 V 

850 V 

6 V 

15 A 
20 

5 A 
10 

175 W 

-65 to 200 °c 

Octobre 1982 1/2 



BUS48 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES" 

TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES A L 'ETA T BLOOUE 

VCEO Isusl 450 V IB = 0, IC = 100 mA, LC = 25 mH 

ICEV 
0,5 

!VCE = VCEV, VEB = 1,5V 2,5 Ti = 100°C 
mA 

ICER 3 VCE = VCEV, RBE = 5O1l, Ti = 100°C 

lEBO 1 VEB = 6 V, IC = 0 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES A L'ETAT CONDUCTEUR 

1,5 IC = 10 A, 16 = 2 A 

VCE sat" 5 IC = 15 A, IB = 3 A 

2,5 IC = 10 A, IB = 2 A, Ti = 100°C 
V 

1,6 ~ IC = 10 A, IB = 2 A VBE sat" 
1,6 Ti = 100°C 

hFE" 8 IC = 10 A, VCE = 5 V 

DYNAMIC CHARACTERISTIC - CHARACTERIST/OUE DYNAMIOUE 

Cob I 350 I pF VCB = 10 V, IE = 0, I = 1 MHz 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES DE COMMUTA T/ON 

Resistive load - Charge resistive 

td 0.D3 

tr 0,13 

ts 0,55 

tl 0,1 

Inductive load - Charge inductive 

0,5 
tsv 0,8 

0,15 
tel 0,175 

tfi 0,15 

" Pulse " Impulsions: tp = 300p.s,~ 2 % 

2/2 

0,05 

0,5 VCC = 250 V, IC = 10 A, 
p.s IB1 = 1,25A,VBB = - 5V, 

2 
tp = 30p.s,~"2 % 

0,4 

2,5 T' = 100°C IC = 10A,IB1 = 1,25A, 
p.s VB6 = - 5 V, VCC = 250 V, 

0,4 T' = 100°C LC = 1,25mH 

0,3 Ti = 100°C 

"TI' = 250C unless otherwise stated 
sauf indications contraires 
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~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS SUPERSWITCH BUTeo 

FAST SWITCHING POWER TRANSISTOR 

TRANSISTOR DE PUISSANCE DE COMMUTA TlON RAPIDE 

SUPERSWITCH 

HIGH CURRENT, HIGH SPEED TRANSISTOR SUITED FOR 

POWER CONVERSION APPLICATIONS: 

HIGH EFFICIENCY CONVERTERS 

MOTORS CONTROLS 

HIGHER EFFICIENCY DUE TO: 

- V..., low RONat 
- L., base current requirements 

DATA SHEET FOR WORST CASE DESIGN 

- ChantCteri.tics specified at 1000C 

- Overload and switching operating ...... 

DATA SHEET FOR OPTIMAL DESIGN 

- Baa drive specified for diff .... nt values of Ie 
- Information for parallal mounting 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector-emitter voltage 
Tension coJ/ecteur-fJmetteur 

Collector-emitter voltage 
VBE; - 1,5 V Tension collecteur-flmetteur 

Emitter-base voltage 
Tension 4mettflur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonet/on 

Thermal resistance junction.c:ase 
Rllsistance thermique jonction-bo;tier 

SO, rue Jean-Pierre Timbaud· B.P, 5 
F . 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. : (1) 788·50·01 Telex: 610560 F 

Tease 25°C 
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VCEOsus 

VCEV 

ICsat 

ICSM 

tf ( 100 DC) 

RONsat 

Ca •• 

Baitier 
CB 159 

125 V 

200 V 

70A 

200 A 

';;;O,51'S 

0,012 n 

.. § 

VCEO 

VCEV 

VEBO 

ICIRMS) 
leM 

IBIRMS) 
IBM 

Ptot 

Tj 

B 

125 V 

200 V 

10 V 

50 
120 

A 

12 
32 

A 

, 
250 W 

- 65 +200 oC 

Janvier 1982 1/6 

f. ~ lHOMSON-CSF 
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BUT SO 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS, CARACTeRISTIOUES elECTRIOUES •• 

SYMBOLS TEST CONDITIONS, CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS, CARACTeRISTIOUES A l'eTAT SlOOUe 

VCEOtuI 125 V IS =O,IC =0,2 A, L =25 mH 

V(BRIEBO 10 V IC =O,IE =SOmA 

ICEV 
0,2 mA Tj =25OC } VCE = VCEV, VSE = -1,5 V 
2 Tj = 100 OC 

ICER 
0,4 

4 
mA Tj =25OC } 

Tj = 100 OC VCE = VCEV, RSE = 1011 

lEBO 1 mA IC=O, VBE=-7V 

ON CHARACTERISTICS· CARACTeRISTIOUES A l'eTAT CONDUCTEUR 

O,S 1,2 
V 

Tj=25 GC 
} IC = 70 A, IS = 7 A 

VCE.t* 
1,2 2 Tj = 100 OC 

0,55 0,9 
V 

Tj =25 GC 
} IC=35A,IB=',75A 

0,75 1,4 Tj = looOC 

1,45 1,8 
V 

Tj _25OC 
} IC = 70A,IS = 7 A 

VSEut* 
1,65 2 Tj =1OO GC 

1 1,3 
V 

Tj =25OC 
} IC=35A,IS=',75A 

1 1,4 Tj = lOO GC 

SWITCHING CHARACTERISTICS· CARACTeRISTIOUES DE COMMUTATION 

SWITCHING TIMES ON RESISTIVE LOAD· TEMPS DE COMMUTATION SUR CHARGE ResiSTIVE 

0,8 1,2 Tj =25OC 
t, 

1,1 1,6 Tj = lOO GC 

0,9 1,5 ".. Tj=25OC Vee = looV,IC = 70 A, 
to 1,2 2 Tj = lOO GC lSI =-IS2=7A 

0,2 0,4 Tj =25OC 'p=30jjI 

" 0,3 0,6 Tj = looOC 

SWITCHING TIMES ON INDUCTIVE LOAD, TEMPS DE COMMUTATION SUR CHARGE INDUCTIVE 

1,25 2 Tj =25 OC 
to 1,5 2,3 Tj = lOO oC f IC=70A,ISI =-IS2=7A 

".. VCC = 100 V, Vclamp. = 125 V 0,16 0,3 Tj =25OC 
tt 0,25 0,5 Tj = 100 OC -Lc",70,.H 

.- Tj = 25 oC Unless otherwl .. rtated 
* Pulsed 
Impulsions tp';; 300 jJ.S Ii .;; 2% 

2/8 
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101 

100 

10.1 

BUT 90 

, , , 'I , , , i i 
T .... 25 0C 
_ DC optlratlon 

VCE' \.' I I 

IV) 
___ MonopuIH , 

- -- U,"':!'. .. ,;" " 1-7, ~~ 
...~ ...... 

i"~ 'O!-t.! 
'\. , }~i 

200 

~ 

180 
I'\. , 

0(' ~ ... 

'm \ 
, '; 

, ~ "- i 
110 .. & .. '0,. 

0 rl 
0 100Tc (OC) I 

180 "-

'" 
140 roo. 

"- ,....., 
120 -

1 2 4 8 10 20 40 80 100 200 VCE IV) 1 2 4 6 10 20 40 100 200 RBEln) 

FIGURE 1 : DC end pullo._ 

Ie 
IA) 

100 

80 

80 

40 

20 

0 
0,7 1.1 1.6 1.7 

FIGURE 3 : T .... _ th .. __ _ FIGURE 4: Collector current _d .. _Itt.-vo~ 

) 

20 

18 

18 

14 

12 

10 
o 

---
20 40 

/ 

\~ 
/"" 

T~ 
!--....:. -
, -

~ VCE 

25°C --------
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FIGURE 5 : SatUl1Ition .... ilbnCe "nul collector cur ..... t 
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BUT 90 

h21E.----,,----,-----,-----r-----r----, 
VCE=4V 

loohf~~-----r----+_----~--_+----~ 

80 

80 

4O~----~~~~--~-----+----~----1 

2O~--_+----+--~~..._::+----+__-_l 

VBE 
IV) 

1,5 

0.5 

o 

VCE 
VBE 

IV) 

2 

1,5 

0,5 

o 

4/6 

40 60 80 100 'CiA) 

fiGURE 6 : DC current gain 

...-- 'C- 70A 

_~35A 

~15A 

o 2,11 5 7,5 10 12.5 'B IA) 

FIGURE 8 : Base characteristics 

'C,,~= lJ 
I 

/ / 
o~ 

V '.,.-
~1 ... "1' 

01""'" 
..,.:' ~5~C-1/ 

VSEsat 

% V" , ... 
~ 1- ..... ...... 

~ ~ 
-'}.SoC 

... - --I "I 
o 40 60 80 'CiA) 

FIGURE 10 : Saturation voltage low gain 
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IB;----r----.---~----~---,~--~ 

IA)~----~--_+----_+----~----A_--~ 

~~--_4----~----+_--_4--

2O~-_+--+_-_+--4_-I~;~L-~ 

16~--_4----~--

VCE 
IV) 

1.5 

0,5 

o 

40 60 80 100 'CiA) 

FIGURE 7 : Minimum baH current to saturate the transiltOr 

, 
\ 
\ 
" 
" ~C=70A_ '\ 

\ ~ -.... 'C= 15A 

o 2 4 6 8 10 'BIA) 
FIGURE 9 : Collector saturation region 

VCEr---.---,----r---r--~---,r__r.---, 

VBE 
IV) 

1,5 ~--I--_+-_l--+-...:.:,f+-.J_: 

0,5 1-""'''--I----+-...... q,."..-+-----1f---l---+----/ 

o 10 30 40 60 60 

FIGURE 11: Saturation voltage high gain 



BUT 90 
SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
. Durine the turn on 
. During the turn off without negative base-emitter voltage 

and RBE .. 50 n 

IC 
(A) 

120 

80 

40 

o 

ICSM 
(A) 

100 

50 

'- I Tj"I00 0 C 

~ 
RBE~ 
<22n 

o 40 80 120 160 VCE (V) 

FIGURE 12: Forward biased safe operating ..... (FBSOA) 

40 80 120 VCE (V) 

FIGURE 14 : Forward biased accidental overload area 
(FBAOA) 

Figur.12 : The hatched zone can only be used for turn on. 

~il~'::~ li~ t~~~ !~e :n~~~eapc:ti~·fvnet~lnS~rag;p~~~e,~~~ ~'h~nl~Mdoa;~ 
mes during the component life. 

Figure 14 : The Kellog network (heavy point) allows the calcu­
lation of the maximum value of the short-circuit current for a 
given base current I B 190 % confidence). 

Figure 16 : After the accidental overload current, the RBAOA 
has to be used for the tufO off. 

IC 
(A) 

120 

80 

40 

o 

o 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
During the turn off with nllQ.ti .... base-emitter voltage 

Tjtoolc 

I I 
I I 

f-- VBE=-3V 

o 40 80 120 180 VeE (V) 

FIGURE 13 : R ...... biased safe operating._ (RBSOA) 

ICSM 
(A) I I 

Tj ';;1100 0IC 

459 

200 

150 

100 

50 

o 

I I 
I--VBE =-3 V 

o 40 80 120 160VCE (V) 

FIGURE 15 : Reverse biased accidental overload ar81 

(RBAOA) 

Figure 12 ": La zone hachuree ne doir "ue utilisee que pour la 
mise en conduction. 

Figures 14 at 15: De forts courants de surcharge fI > 'eM) 
sont psrmis ,'ii, SOM non ~petitifs et appliques mains de 3000 
fois dans/a vie du composent. 

Figure 14 : Le r6seau de KeJlog (trait grasl permer Ie cBlcu/ de /a 
valeur maximale du courant de court-circuit pour un courant de 
base donn" IS (90" de confiance). 

Figure 15 : Aprlis Ie pasuge du courant de surcharge accidentelle 
on doit utiliser "sire de surcharge Bccidentelle en polarisation 
inverse pour l'ouYtlrture. 
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t 
RESISTIVE LOAD VCC=I00V-

t 

IJaI 
4 

I 

4 

2 

0,8 

0.4 

0.2 

0,1 

t 

IJaI 

2 

0.4 

0,2 

0,1 

0,04 

0,02 

0,01 
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IC/IS=l° -

to' ............ --... r--r--~ 
-~ t,-

tl_ 

o 10 20 30 40 50 50 ICIAI 

2 

0,8 
0,4 

0,2 

0,1 

0,04 

0,02 

0,01 
o 

INDUCTIVE L AD 

to-I---

tf ___ 

10 20 

Vee l00V= 
Icl1B=10 _ 

--

30 40 50 50 ICIAI 

FIGURE 1. : SwItching ti ...... caI_, curront 

1 .......... -, 
FIGURE 17 : Switching ti ....... 0011_, cunent 

linduct ... load I 

INDUCTIVE LOAD 

t. 

t 

o 10 20 30 40 

SWITCHING TIMES AT CONSTANT GAIN 

Vee l00V'---= 
t 

1,..1 INDUCTIVE LOAD Vee=I00V_ 
IS1=7A_ 

to -r...--~ RSE-l n 

r--. 
.............. 

lSI =-IS2=7 A_ 

- 4 

2 

...... V ~ 
tf --- 0,6 

0,4 

0,2 

0,1 
50 50 ICIAI o 10 20 30 40 50 60 IclAI 

FIGURE 18:lnduct ... loodwith_i .. bosadri .. FIGURE 19: Inducti .. load without _ ... bose drive 

SWITCHING TIMES AT CONSTANT DRIVE 

%r------,------~-------r------~ 

~o r-------+-------+-------~--~~, 

2OOr------;-------+-------t~----~ 

160 r-------t-------+---~~+-~~--; 

140 1-----+-...,.~""7"f__::; ..... "-_t------I 

120 r-----~~~~--+-------~------, 
100 L-__ ~~L_ ______ ~ ______ ~ ______ ~ 

o 50 100 160 Tj lOCI 

FIGURE 20 : Switching times VI junction temperature 
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~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS SUPERSWITCH BUT9~ 

FAST SWITCHING POWER TRANSISTOR 
TRANSISTOR DE PUISSANCE DE COMMUTA TlON RAPIDE 

SUPERSWITCH 

HIGH CURRENT HIGH SPEED 
TRANSISTOR SUITED 

FOR LOW VOLTAGE APPLICATIONS 

Data sheet tailored 
for switching applications 

*High current capability 
*Low saturation voltage 

*Fast tum-on and tum-off 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector .. mitter voltage 
T"";on collllCreur4metteur 

Colloctor'- voI_ 
VBE = - 1,5V T"",;on coIl«rwl'-'" 

Emltttlr.-wl_ 
Temion _""'""-

Collector current 
Courant coI1f1CNUf 

Bale current 
CouIWntbll6fl 

Po.,. dillipation 
Diai/Mtlon de pu;"nctI 

Junction temperature 
r.mp4,.tu,. 1M jonct;on 

( 
Junction~ thermal resi_nee 
Rui.t.nce thermique jonction boitier 

50, rue Jean'Pierre Tlmbaud· B.P. 5 
F • 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
T6I. : (1) 766·50'()1 Telex: 610550 F 

Tease 25 oc 

mox 

461 

I 

VCEOsus 200 V 

VCEV 300 V 

ICsat 40A 

ICSM 150 A 

tfi (1OO0 CI ~0.4 liS 

Ron sat 0.01350 

eo. CB 159 I TO 3 modiflod I 
Boitier 

~ 
E 

B 

VCEO 200 

VCEV 300 

VEBO 10 

ICIRMSI 50 

ICM 70 

IBIRMSI 10 
IBM 15 

P,ot 250 

Tj -65+200 

Rthlj-cl 0,7 

v 

v 

V 

A 

A 

W 

°C 

September 1962 1 n 
,. ~ 1HOMSOII-csF 
• ©@Ililll'@~ 



BUT91 

ELECTRICAL CHARACTERISTIC - CARACTt:RISTIQUES ELECTRIQUES 

SYMBOLS TEST CONOITIONS - eONOITIONS OE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACT~RISTIQUES A L'£TAT BLOQU~ 

VCEOsu8 200 V IS = 0, Ie = 0,2A. L = 25 mH 

VIBR}EBO 10 V Ie = 0, IE = 50 mA 

0,2 Tj = 25°C 
} VeE = VeEV, VSE = -1,5 V ICEV - mA 

2 Tj = 1000e 

ICER ~ mA 
Tj = 25°C 

} VeE = VeEV. RSE = 100 4 Tj = 1000e 

lEBO 1 mA Ie = 0. VBE = - 7V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT CONDUCTEUR 

0.7 1,2 Tj = 250C} 
Ie = 40 A, IB = 4 A 

0,95 1.8 
V 

Tj = 1000e 
VCEsat* 

0,55 1 Tj = 250C} 

0,7 1.4 
V 

Tj = 1000e 
IC = 20 A, IS = 1 A 

1,25 1.8 Tj = 250C} 
1,3 1,9 

V 
Tj = 100°C 

IC = 40 A, IS = 4 A 

VBEsat* 
0,95 1.3 Tj = 250C} 

Ie = 20 A, IB = 1 A 
0,9 1,3 

V 
Tj = 100°C 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION 

SWITCHING TIMES ON RESISTIVE LOAD - TEMPS DE COMMUTATION SUR CHARGE R£SISTIVE 

0,5 0,8 Tj = 25°C 
'r 0,7 1,2 Tj = 100°C 

0,65 1.2 Tj = 25°C 
Vee = 1SO V, Ie = 40 A 

to 0,S5 1,5 1'. 
Tj = 100°C ISl = - IB2 = 4 A 

'p = 30". 
0.15 0,3 Tj = 25°C 

If 0,32 0,65 Tj = 100°C 

SWITCHING TIMES ON INDUCTIVE LOAD - TEMPS DE COMMUTATION SUR CHARGE INDUCTIVE 

to 

If 

UTj = 25°C Unless otherwise stated 

217 

0,7 1,5 
1.1 1,S 

0,08 0.2 
0,18 0.4 

• Pulsed 

impulsions 

Tj = 25°C 
Tj = 100°C } Ie = 40 A. IB1 = - IB2 = 4 A 

". Vec = lSO V. Vclamp = 200 V 
Tj = 25°C Lc = 70"H 
Tj = 100°C 
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- ~- ~ --:;[~:[ ... :t~&~-l-
~ "o~ )-J:., ;g 10~s 

~",,,, ~ g I i ' ~ 
Tcase 25°C 1\ ~1 

- DC oper.ation \ \ ." ___ Monopulse v 

'"~~ 
'\ 

"' " -I"e 
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0 
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0 I 1°f ,eIIOCI 

1 4 6 10 20 40 60 100 200 VeE (V) 

K 
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4 
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FIGURE 1 - DC and pulse area 
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FIGURE 3 - Transient thermal response 
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BUT 9' 

~ 

" ....... 
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FIGURE 2 - Collector-emitter voltage va base emitter 
resistance 

Ie r-------.,----,------.--.-----, 
(A) 90 % confidence 
80 VeE ~ 1,5V 

o 
0,5 0,7 0,9 1,1 1,3 1,5 1,7 VBE(V) 

FIGURE 4 - Collector current spread va base.mitter 
voltage 

"~ ----....:!'!.t 

-
VeE 

l00·e -
25·e -. --. 1-- f--

12 

10 
o 10 20 30 40 50 70 80 le(A) 

FIGURE 6 - Saturation resistance versus collector current 
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h21E 
VCE = 4V -1/ , 100 

25°C 

~ ,..., . , l-> 
'\~ -, 

, ... "';.",40°C 
., 
~ . . ....... 

'r-._ ~ ~--. 

80 

60 

40 

20 

o 
o 10 20 30 40 50 50 70 IC IA) 

FIGURE. - DC currant geln 

X,ljE 
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o 
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2 4 6 

Ic = 40A 

8 

FIGURE 8 - a .. e cherectarlstica 

10 181A) 
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X,ljE Ic/la = 10 

2 
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FIGURE 10 - Saturation voltage low gain 
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FIGURE 7 - Mimimum be.e currant to _urate 
the transistor 
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FlGIIRE 9 - Collector saturation region 
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FIGURE 11 - Saturation voltage high gain 



BUTt' 

SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 

• During the turn-on 
• During the turn-off without negative base-emitter voltage 
and RBE " 500 

:~, 
70 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

o 
o 

Tj,,'000C 

50 

~ 
~ <22 

100 150 200 250 VCE(VI 

o 

( 
TRANSISTOR REVERSE BIASED 

• During the turn-off with negative base-emitter voltage 

IC 
(AI Tj""OOoC 
70 

VBE = -3V 
60 

50 

40 

30 

20 

10 

o L_----'-__ ---L __ .L_----i!O"_ .............. VCE (VI 
o 50 100 150 200 250 300 

FIGURE 12 - Forw.rd bl_ oaf. operatlng.rea (FBSOAI FIGURE 13 - Reverse bl_ oafe operating .rea (RBSOAI 

Tj ... IOOoC 

150 150 , 
VBE = -3V 

, , 
100 100 

70 

50 

o 

FIGURE 14 - Forward blued accidental overload .... (FBAOAI 

RgIInI 72: L. zone hsch_ ne doit litre utilis4e qUB pour ,. mise en 
conduction. 

Rg_ 74 at 76: De frHts co_ de surcharge (I > ICMI sont 
pormis s71s som non ~ifs at sppIiqWs moins de 3000 fois dens ,. 
vie du compoSlllft. 
RgIInI 74: Le _u de KtJIIog (trait grasl parmer" CIIIcui de I. vsleur 
rnexImBItI du courant de court-circuh pour un courant de base donne I B 
(90 'J6 de confiancel. 
RgIHfI 76: AptWs,. _ du courant de surcharge acci_,. on 
cfoit utilitJBr raire de surch",ge accidenttJIl. an polarisation inverse pout" 
rowerture. 

50 

o 
50 100 150 200 250 300 VCE (VI 

FIGURE 16 - Reve ... bl_ accidental overload area (RBAOAI 

Figura 12 : The hatched zone can only be used for tum-on. 

Figure 14. and 16: High accidental surge currents (I > ICM I are 
allowed if they are non repet~1va and appliad leas than 3000 tim .. uring 
tho component lita. 

F1gur. 14 : The Kellog _k (heavy point! allows the calculation of 
the maximum value of the short-circuit current for a given base current 
'B (go % confidencel. 
Figure 16 : After tho accidental overload current, the RBAOA has to be 
used for turn-off. 
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0,1 
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RESISTIVE LOAD Vee - 150V 
lellB = 10 

;;-I--- -
r--tr ---

tf ......... r-- -o 10 20 30 40 

FIGURE 16 - Switching times VII collector current 
lresistive load) 
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INDUCTIVE LOAD Vee 150V 
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FIGURE 17 - Switching times \IS collector curent 
Unductive loadl 

10 

lelA) 

SWITCHING TIMES AT CONSTANT GAIN 

INDUCTIVE LOAD 

fe 
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o 10 20 30 

Vce - 150V 
'Bl 'B2 4A 
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r- INDUCTIVE LOAD Vee = 150V 
'Bl =4A 
RBE = 1 {} 

fe--r--- --.. 
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o 10 20 30 40 'elA) 

FIGURE 18 - Inductive load with nagative bas. drive FIGURE 19 - Inductive load without nagative,ba •• drive 

SWITCHING TIMES AT CONSTANT DRIVE 

300 

/If 

I 
/ #~ 

200 

/~r 

V 
100 , 

-
o 50 100 150 

FIGURE 20 - Swltchlnll times \IS junction temperatura 
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SWITCHING ON RESISTIVE LOAD 
COMMUTA TlON SUR CHARGE RESISTIVE 

SWITCHING ON INDUCTIVE LOAD 
COMMUTA TION SUR CHARGE INDUCTIVE 

Re 

10000~F -

Le 

Vell~~~-[::r--;-----t-[ 

Re 
- ". ,0 I Rltsistance 

R 1 = 2,20 

= 3,30 
non 

R2 
inductive 

e = 60nF 

Switching on resistive load 
Commutation sur charge r~sistive 

'0 .. 20~s 
h~l% 

Ie 
IB1 

Vee 1 

Vee clamp 

VB 
Ve 
Le 
Dl 

=40A 

= - 182 = 4 A 
= 150 V 

= 200 V 
=6V 
= 25 V 

= 190 ~H 

Switching on inductive load 
Commutation sur charge inductive 

'o",50~. 

.5 ~1% 
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~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS SUPERSWITCH 

ADVANCE INFORMATION 

SUPERS\NITCH 

HIGH CURRENT HIGH SPEED TRANSISTOR SUITED 
FOR LOW VOLTAGE APPLICATIONS 

DatlilhMt uilored for switching applications 

• High current capability 
• Low saturation voltage 

• Fast turn- on and turn-off 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES O'UTI LlSATION 

Collector-emittlr voltage 
r."';on col/ectflur~tnlltttlur 
Collector-base voltage 
TtJMion collecteur-bsa 

Emlttar-baM .01_ 
renlion elTHltteUr-bB$S 

Collector current 
Courant collecttur 

Base current 
Courant lNNe 

Power diaipation 
Diui".tion de pumance 

Junction temperature 
r.mi»I'lIrure dB jonction 

( 
Junction-case thermal resistance 
Re6i.,.nce thtHmiqUB jonction boit;e, 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel.: (1) 788-50-01 Telex: 610560 F 

tp";;5 InS 

tp";;5 m. 
Tease 25 oC 

max 

469 
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BUT 92 
NPN SWITCHING TRANSISTOR 

TRANSISTOR NPN DE COMMUTA TlON 

VCEOsus 

VCBO 

lesat 

tf max 

250 V 

350 V 

35A 

O,311S 

Boitier 
CB 159 I TO 3 modified) 

8 

VCEO 250 V 

VCSO 350 V 

Veso 10 V 

ICeIf 50 

ICM 70 A 

IS 8 

IBM 12 A 

Ptot 250 W 

Tj -65+ 200 oC 

0,7 

Mars 1991 112 



BUT 92 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS· CARACT£RISTIOUES £LECTRIOUES •• 

SYMBOLS TEST CONDITIONS. CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS· CARACTeRISTIQUES A L'eTAT BLOQUe 

VCEOsu. 260 V IB =O,IC =200 mA, L = 25 mH 

V(BRIEBO 10 V IEB = 10mA 

200 "A Tease = 25 oc ~ VCB = 360 V ICBO 
2 mA Tease = 125 oc 

ICED 1 rnA VCE = 260 V 

lEBO 1 rnA VEB=7V,IC=0 

ON CHARACTERISTICS· CARACTeRISTIQUES A L'eTAT CONDUCTEUR 

20 120 IC=5A ~VCE=4V h21E 
15 IC=35A 

VeEsat- 1,2 V IC =35 A,IB =3,5 A 

VaEI.t- 1,5 V IC =35A,IB =3,5A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS· CARACTeRISTIQUES DYNAMIQUES 

MHz , = 10 MHz, IC = 2 A, VCE = 15 V 

SWITCHING CHARACTERISTICS· CARACTeRISTIQUES DE COMMUTATION 

Resistive load ~ Charge r'sistive 

'on I I 11 I ". I VCC =160 V,IC =35A,181 =3,5 A 

Inductive load· Charge inductive 

.. I I I 2 I I VCC=I60V,IC=35A 

I I 10,3 I '" 181 = - IB2 = 3,5 A ,LC = 0,2 rnH t, 

• Measured with Jk,Ilses tp = 300 III 6 ..; 2" •• T case 250C Unless otherwise stated 

212 
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f.~ DfOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

SUPERSWITCH 

BUV1B 
BUV19 

NPN HIGH CURRENT SWITCHING TRANSISTOR 

TRANSISTOR NPN FORT COURANT DE COMMUTA nON 

SUPERSWITCH 

HIGH CURRENT, HIGH SPEED TRANSISTORS SUITED FOR L9W 
VOLTAGE APPLICATIONS, HIGH EFFICIENCY CONVERTERS 
11I10TOR CONTROLS 

Data sheet tailored for switching applications 

* High current capability 
* Very low saturation voltage at 40 A 

* Fast turn off and turn on 
* Base drive specified for different values of Ie 

* Wide surge area 60 V - 200 A 
*Information for parallel mounting 

TRANSISTORS FORT COURANT RAPIOES ADAPTES AUX 
APPLICATIONS BASSE TENSION, CONVERTISSEURS A HAUT 
RENDEMENT - COMMANDE DE MOTEURS-

Specifications specia/ement tUudiees pour fa commutation 

.. Possibilires tHevees en courant 
.. Tres !aible tension de saturation II 40 A 

.. Mise en conduction et blocage rapide 
• Commande de base specifiee pour difrerentes valeurs de Ie 

.. Aire de surcharge etendue 60 V - 200 A 
.. Caracterisation pour Ie montage en paral/tHe 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LI MI TES ABSOLUES O'UTI LISATION 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

tp~5ms 

Base current 
Courant base tp~5 ms 

Power dissipation 
Tease 25°C Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temptkature de jonction 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique joncrion boitiermax 

50. rue Jean-Pierre Timbaud - a.p.s 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
T61 ,11) 788-50-01 Telex, 610560 

VCEO 

VCBO 

VEBO 

ICeff 

ICM 

IB 
IBM 

Ptat 

tj 

471 

BUV 1S 

VCEOsus SOV 

VCEX 120 V 

ICsat SO A 

IC!:M 200 A 

tf ( 1250 C ) <0,5).1s 
(SO A) 

Case 

Boitier 
CB 159 

TO 3 modified 
TO 3 modifie 

BUV 18 

60 

120 

7 

50 

90 

16 
40 

250 

- 65 +200 

BUV 19 

60 

160 

7 

50 

70 

12 
30 

250 

- 65 +200 

BUV 19 

SO V 

1S0 V 

60 A 

200 A 

<0,5).1s 

(SO A) 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

°C 

Juillet 1980 1/10 



BUV 18 - BUV 19 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES •• 

SYMBOLS TEST CONDITIONS· CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS· CARACT~RISTIOUES A L'~TAT BLOOU£ 

VCEOtu. 
60 

V 
BUV 18 

IB = 0, IC = 0,2 A. L = 26 mH 80 SUV19 

VIBRIEBO 7 V IC =O,IE =60 mA 

1 ~ ca •• ~;:;C VCE = VCEX, VSE = - 1.5 V ICEX 3 
mA 

case 

lEBO 1 mA Ic =0, VSE = 5 V 

ON CHARACTERISTICS· CARACTeRISTIOUES A L'eTAT CONDUCTEUR 

0,6 
V BUVIS IC =40 A,IS =4 A 

Vee .. t* 
1,5 IC =80 A,IS =S A 

0,6 
V SUV19 IC =30 A,ls =3 A 

1,2 IC=60A,IS =6A 

VSE .. t-
2,2 

V 
BUY 18 IC=80A,IS=SA 

2 SUV19 IC = 60 A,ls = 6 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS· CARACTeRISTIOUES DYNAMIOUES 

MHz f=10MHz, VCE = 15A,IC =2 A 

SWITCHING CHARACTERISTICS· CARACTeRISTIOUES DE COMMUTATION 

Resistive load· Charge r6sistive 

1,2 1,5 SUVIS 
'on 0.9 1,3 SUV19 

VCC';' 80 V , IC = 80 A I BUV 1S .. 0,6 1,1 Teale 250 (: lSI =-IS2 =S A 
1,7 

~. Tcase 1250C 

0,18 0,25 Tease 25 oc Vee =80 V, IC =80 A IBUV 19 
SUV18 lSI =-IS2=6A 0,6 Tca .. 125 0C 

'f 0,17 0,25 Tease 26°C 
SUV19 

0,5 Tease 125 0C 

• Measured with pulses tp = 300 10'1 6 <2" .. T case 26 DC Unless otherwise stated 

2/10 

f T-- ~:~B~B!4M4 

~
~- ~:::;:t':1/~ •• 
e CB 158 TO 3 modified * e --. . T03modlf14 

* 
* 

a o __ Mi" ioou,.dn, p<rio, 
• 'solaleu,. micII 

O. 0 - ~~":,C:u~~':~!,,. 
o . 

(@5\-- Insulating round 
~\ ~ Cinoni,Q/lIIJt 

~ ~ __ Round Ondufle" ~4 
~ \;;;7'" Randellil Onduflex 
\:::T @ __ Sc,.wnutHUM4 

@ Ecr:I:~re::lhdeviC. 

* 

* 
* 
* 

DeHllrti "flee I. dimosir;' 
Delivered on request 
Li"rable sur dem.nde 

* 

..FIGURE 1 : Monti", h.rdw.r. 
Noc deli".,.d with device 
Non/illteallK/.,-!isr;'1ritif 

i .. 

... 
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_FIGURE 2 :Cese outline CB 159 
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6 
4 __ DC operation T---+-~~--+--+~-"II--~ 

- - - Monopulse ~--~---'----i-~--I---l 
10-1 •• I • Pulsed operation T case 25°C 
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FIGURE 3 : DC and AC pulse area. 

I-... 

~ '09 ,.... 
t-...6'vv i'-
~ ........... t--

~ 

4 6 4 6 
103 

2 

FIGURE 5 : Collector-emitter voltage vs base-emitter resistance. 
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FIGURE 4 : DC and AC pulse area 

FIGURE 6 : Transient thermal response 
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FIGURE 7 : Power and ISIB derating vs case temperature. 
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BUV 18· BUV 19 

BUV 181 
VCE = 4 V 

120 7"' F-, , I 
'~$-,. ...... .... 0" 

<$0 

I "._ ..... 
1-- .... 

-4()0 

100 

80 

60 ..... ... 
-.~f.-. '- ....... -. 

40 

20 

VSE 
IVI 

1,6 

1,4 

1,2 

0,8 

0,6 

o 

I 

o 10 20 

FIGURE 8 : DC current gain 

BUV18 

\cNl"~ 
~l./" 

~~ 

o 3 4 

FIGURE10: Base characteristics 
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1,6 

BUV 18 
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0, 
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L--~ 
o 10 20 30 40 

FIGURE 12 :Saturation voltage 

I 

"':r" \'): ... 
~c 

·1 

50 60 

.--
ICIAI 

t--

7 IslAI 

V 

... ' 
V 

701CIA) 

474 

18 
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VCE 
(V) 
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0,5 

o 

IC 
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0 

B~V 18 I 125~C " VCE = l,5V 

"7J 90 % confidence 

/ U 
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FIGURE 9 : Minimum base current to saturate the transistor 
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FIGURE 11:Collector saturation region 

0 0,5 

FIGURE 13 : Collector current spread vs base emitter voltage 
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O,B 

0.1 

0,6 

VCE 
VSE 

IVI 

1,4 
1,2 
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r,' .... , 
I, BUV 19 
VCE=4V 
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FIGURE14; DC current gain 

BUV 19 ! 
IC60 A 
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FI G UR E 16: Base characteristics 
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FIGURE 18 :Saturation voltage 
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F!GURE 15: Minimum base current to saturate the transistor 
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FIGURE 17:CoUector saturation region 
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FIGURE 19 : Collector current spread VI base emitter voltage 
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BUV 18 - BUV 19 
SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

o 
RBe 

TRANSISTOR FORWARD BIASeD 
• During the turn on 
- During the turn off without negative ba ... mitte, voltage 
and RBE>3 n 

IC r-~-.--r--r--r---'--r-.--'----' 

IAI 

801-+-+-+-+-+-+--+::..::t:':':"::':+---l 

40 

~ ~-4-~--+---~-+---

10 ~ 30 40 60 80 70 80 

FIGURE 20 : Forward biased sat, operlltiong ..... 
I ~BSOAR I 

~f--+'!r-"-+-+-+---1--f/:II.JiI+----I 

80 

40 

o 
o 10 ~ 30 40 60 60 VcelVI 

fiGURE 22 : Forward biased accidental overload area 
IFBAOAI 

Figur. 20 : The hatched zone can only be used for turn on. 

Figur •• 22 end 23 : High accidental .urge currents ( I > 'eM I ere 
aI'owed if th-v are non repetitive and applied I ... than 3000 times 
during the component lif,. 

Figur. 22 : The Kallag netwOrk ( heavy print J .lIolM the c:alcula' 
tion of the maximum value of the sho"-circuit current for 8 given 
be .. currant I B { ~ " confidenCf' J. 

Figur. 23 : Aftar the accidental ovenoad current. the RBAOA hal 
to be used for the tum off. 

6/10 
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IC 
IAI 

80 

80 

40 

~ 

o 

ICSM 
IAI 

~ 

160 

1~ 

80 

40 

o 

--o~ ______________ ~ 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
• During the turn off with negative ba .... mitter voltage 

BUV18 -~ TJ'''I25OC_ I--

VBe =-3 V 

o ~ 40 60 80 100 1~ VcelVI 

FIGURE 21 : Reverse biased sat. operating .r. 
I RBSOARI 

BUV18 

Tj ... ,!250 C f--

VBe = -3V 

o ~ 40 60 80 100 120 VcelVI 

FIGURE 23 : Revena biuad accidental overIGlld ..... 
I RBAOAI 

Fi ...... 20 : La zone h«hurN fie dolt 6" util;'" que pour I. mi •• 
." conducr/on. 

Figures 22".t 23 : o. fom couranrs dtllUrcharga ( I > leM J IOnt 
permi' .1" .,nt non npltit/,. et ."pliqwl mailll do 3000 foil dan. ,. II. du compount. 

Figure 22: Le rftHu de Kellog ( rr.it".. J Ptlr"",t I. ulcul de I. 
v.leur mIIJ(i""". du courant de c:oUt't-<:ircuir pour un cou,ant de 
.edonn4ls (90 1IS deconfianc.J. 

Figure 23 : April I. "...,. du COUfllnt de .urch.,., accld"'NlI.~ 
on dolt utili .. , 1 .. lr. d. lurch.,.. acc/den"". tin poI.,,·utlon 
In"~. pour Itlu.PltlftUra. 



BUV18·BUV19 

SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

o 
RSE 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
• During the turn on 
- During the turn off without negative base-emitter yoltage 
and RBE ~3 n. 

FIGURE 24 : Forward biased safe operating area 
(FBSOAR I 

o 10 20 30 40 50 60 70 SO VCEIVI 

FIGURE 26 :Forward biased accidental overload area 
(FBAOA I 

Figur. 24 : The hatched zone can only be used for turn on. 

Figur.s 26 and 27 : High accidental surge currents ( I > 'eM ) are 
allowed if they are non repetitive and applied less than 3000 times 
during the component life. 

Figur. 26 : The KeUag network ( heavy print ) allo'M the calcula­
tion of the maximum value of the short-circuit current for a given 
base current I B ( 90 % confidence). 

Figur. 27 : After the accidental overload current, the RBAOA has 
to be used for the turn off. 

--O~ ________________ -1_ 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
- During the turn off with negative base-emitter voltage 

BUV 19 I IC 
IAI 

Tj <0;; 125"C_ 

60 

40 
VSE =-3V 

20 

o 
o 20 40 60 SO 100 120 

FIGURE 25 : Reverse biase safe operating area 
(RBSOAR I 

ICSM 
(AI 

200 

160 

120 

SO 

40 

o 
o 

BUV19 
I 

Tj ~125oC 

VSE = - 3 V 

20 40 60 SO 100 120 

FIGURE 27 : Reverse biased accidental overload area 
( RBAOAI 

-

Figure 24 : La zone hachuree ne doit ttcre utilisee que pour la mise 
en conduction. 

Figures 26 at 27 : De forts CQurann de surcharge ( I > leM ) sont 
permis ,'ii, sont non reper;rifs et appliques moins dtl 3000 fois dims 
I. vie du compos."t. 

Figure 26 : Le reseau de Ke/log ( trait grils) 1Jermer Ie ea/cul de la 
IIl1leur maximale du courant de courr-circu;t pour un courant de 
base donne's (90 % de con fiance J. 

Figure 27 : Aprils Ie pll$sage du cau,.."t de surcharge accidente/le, 
on doit utiliser l'aire de surcharge «cidentelle en polarisation 
invene pour "oullefrufe. 

7/10 

477 



BUV18·BUV19 
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BUV 18 
RESISTIVE LOAD 
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FIGURE 28 : Switching times VI collector current 
« resistive load ) 

BUV18 Vee 60V 

INDUCTIVE LOAD le1l B=10 

... 
r-..... -

t. 

..... ........ 

o 10 20 30 40 50 60 70 80 lelAI 

FIGURE 30 : Switching times VI collector current. 

BUV 18 - BUV 19 
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BUV 19 Vee = 80 V 
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FIGURE 29 : Switching times vs collector current 
C resistive load) 

BUV19 Vee 60V 
INDUCTIVE LOAD le/lB= 10_ 
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FIGURE 31 : Switching times VI collector current. 

t, 

/ 

.to 

./ 
........ ~tr 

120 
/ ./ / 
~ :;..-

100 ~ P'"" 

o 20 40 60 80 100 120 

FIGURE 32 : Switching times vs junction temperature 
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BUV18-BUV19 

• applications. 

SASE DRIVE - COMMANOE DE BASE 

Base drive of BUV 18/19 is not very critic., because of their relatively low voltage . The designer can use simple circuits for ~pplic.tlons with 
medium speeds or high performing circuits for high or vary high .witching speeds. 
For example. baH drive with anti.aturation circuit and - 6 V blocking voltage generator alioWi fan tima. below 0,1 "' •. 

Ls commande de bllse dss BUV 1BI19 n-wt pas trtJs critique, car leur tension est rs/at;lflImenr bssSfI. Le concepreur peut utiliser : 
- soit des circuits simples dans'. cas d'Bpplications A vitesses de commutation moyennes, 
- soir des circuits plus fJfIrformsnts dans 'e CBS o~ une commutation plus I'IIpide e.t nkenaire. 
Par eJtlllYlple, une commande de bBlestlec un circuit antisaturation et un gtlnflf1JtflUf de tension de blocage de - 5 V, permst d'llvoir des temps 
de d'croillBnce au d68S0US dB 0,1 #J8. 

HIGH EFFICIENCY OPERATING FONCTIONNEMENT A FORT RENDEMENT 
When the transistor i. operating at collector current smaller than 
ICtSAT). its gain i. higher and ill VCE{sad is smaller. 
This'''' to the following advantages: 

Qusnd Is transistor fonctionns .t un courant collecteur inNriflUr 
.t I C(lsd. son gain est plus 6/ellll st SII tension de satullltion sst plus 
fsible. Cels sntrainsles avsntsgss suillBntr; 
- Des pertes de conduction plu. 'sibls. - Lower conduction '0 .... 

- Lower .... drive power. 
- Shorter switching times. 

- Une puissance de commande ds bass plus fsible. 
- Des temps de commutation plus fsibiss. 

The minimum billa current necessary to reKh saturation can be de­
termined with the.idof figures9 and15. 

Le cOUlllnt base minimum n6cessairll p!!"r .awrer Ie transistor. peut 
iltrs d'termin' lit l'Bide des fifJUrtI$ get15. 

EXAMPLE: 
(BUV 18) 

Ie =60A 
le=30A 

Forced gain: 15 (Tj = 250e) 
Forced gain: 30 (Tj = 1250e) 

RMS CURRENT LIMIT - LIMITE DU COURANT EFFICACE 

It's necetlary to have I RMS(circuit ) < 50 A 
Llllimiffl du eOUlllnt effieace BIt <50 A 

EXAMPLE: 1M =60 A ,TIT =0,5 , IRMS =42 A 
IM=80A,TIT=0,4,IRMS=50A 

IRMS = vTr7T) - 1M I 

OVERLOAD PROTECTION - PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES 

---T----

The BUV 18/19 in the switching modi .... operating un.r an accidental ovarlOlid when the coil_tor current is superior to the rating ICM 
The newconceptcACCIDENTAL OVERLOAD AREA I cornple* the a"oIute maximum ratings of power transiltOn. This concept alloWl: 
- to calculate a maximum value of the collector current under short-circuit concltions (for this. Kellog network is given with the FBSOA) 
- to find the maximum permissible duration of an ovarcurrant {with the aid of the FBAOAt. 
- to find the maximum permiuible voltage during the tum off under overload (with the aid of the RBAOA). 

Les BUV 18/19." regime dB commutJItion fonetionnent en surcharge IICcidenteils lonquB Ie courant collectBUr est $uplriflUr II Is limite I CM 
L. nouvnu concept .AIRE DE SURCHARGE ACCIDENTELLE If compltlre ler limites absolue. d'utiligtion dB6 tran$i.ton dB puisUncs. 
01 concept permst : 
- th u1culsr un. Wllsur maximale du courant collecteUr dan. I. condition' ds court-circuit (pour cellJ nOU$ donnan. un nlseau de Kellog 
._,.,,;,.. FBAOA). 
- d. troullllr/a dunle maxima/e IIdmiuible dtme .urch¥gtJ en couranr (FBAOA) 
- d. trouVSl' I. valtJUr maximal. admi.ible de I. ten.lon rlappJiqufItJ pend."t Ie blocllgtl du transistor lIP"'" la surcharge. 

SHORT CIRCUIT PERMISSIBLE 

CURRENT DURATION 

.EXAMPLE 
VCC = 50" ,IB = 8 A ISC ';;;175 A ';;;20~ 

(r.UV18) 
Vce 

EXAMPLE 

IBUV191 
VCC = 60 V ,IB = 4 A ISC';;;130A ';;;201lS 

9110 
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BUV 18 - BUV 19 

PARALLELING -MONTAGE EN PARALLELE 

Figu.... 11 end 17 enlble the .... ' to eIIleulate the wone 
.... of collector currlnt tha,ing between two BUV 18 or two 
8UV'9in .......... 

Le, figure, 1 1 .t " perm.trent IIU concepreur de celcu/." dBM 
I. eM I. plu. tMflIrol7lble,'. n".rtition du courant coIlBCttlUr.". 
tr. deux BUV 180u tnuJt BUV 19 en ps,.IMe. 

EXAMPLE: BUV 18 : IT = 110 A. 11 ;;. 39 A. 12 <; 71 A 

LINEAR APPLICATIONS APPLICATIONS LlNEAIRES 
The good thermal ,.i.unce of BUV 18/19 .lIoWi their UII in low La rh;,rsnce rhermique d. BUV 18/19 fJlHnwt leur utlll.tion d.", 
voltage high current lin .. , .pplications with poWltr h_cling lbility c/tI, app/lCiltiOns 1in4Bi,.,.1HMa """ion Bt fort couf'IInt jUlqu'j de, 
up to 260W in "'eleu""l" 10.,oIts VeE range. pul .. nClllde 250Wpourdel tefllions VCEde main, de tov 

STANDARD APPLICATIONS -APPLICATIONS STANOARD 

10/10 

+ 
48V 

+ 
'2V 

8YW79 

8YW78 

2 KW • DC/DC CONVERTER 

-25 A 

, A 

HIGH EFFICIENCY 300 W DC/DC CONVERTER 

8YW79 

8YW79 

CONSULT THE THOMSON CSF HANDBOOK 
* Le transistor de puissance dans son environnement * 

* The power transistor in its environment * 
* Handbuch Schalttransistoren* 

480 



~ lHOrGON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS SUPERSWITCH BUV20 

NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTOR 

TRANSISTOR NPN HA UTE TENSION DE COMMUTA TlON 

SUPERSWITCH 

HIGH CURRENT , HIGH SPEED TRANSISTOR SUITED FOR LOW 
VOLTAGE AND HIGH EFFICIENCY APPLICATIONS: 

OCIAC CONVERTERS 
OC/OC CONVERTERS 
MOTORS CONTROL 

HIGH FREOUENCY INVERTERS 

it Very high current capabilities 
... Fast turn.on and turn..off 

... S,O A.R spacified for: lin •• , mod., switching mode, accidental surge 

TRANSISTOR TRES RAPIDE , A FORT COURANT ADAPTE AUX 
APPLICATIONS BASSE TENSION ET A HAUT RENDEMENT: 

CON VERTlSSEURS CDNTlNU-AL TERNA TlF 
CON VER TlSSEURS CONTINU.cONTINU 

COMMANDE DE MOTEURS 
GENERATEURS HAUTE FREOUENCE 

.. Possibilires tres elevees en courant 
.. Mise en conduction et blocage rapides 

.. Aire de securire definie: en regime lineaire, en regime de commutation 
en regime de surcharge BCcidentelie 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VAL EURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector-base voltage 
Tension col/eeteur-base 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur..emetteur 
t:mitter-base voltage 
Tension emetteur-base 
Collector current 
Courant coJlecteur 
Base current 
Courant base 
Power dissipation 
Dissipation de puissance 
Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction.case thermal resistance 
Resistance thermique jonction -boirier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - 8.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel , 111 788-50-01 Telex, 610560 

RBE=100n 

VBE ~ -1,5 V 

tp=10ms 

Tcase 25 0 C 

481 

VCEOsus 125V 

VCEX 160 V 

ICs.t 50A 

ICSM 150A 

tf(50A) ';;O,3J.1S 

Ca .. 

Baitier 
CB 159 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 
ICM 

'B 

PtOt 

tj 

B 

160 V 

125 V 

150 V 

160 V 

7 V 

50 

60 
A 

10 A 

250 W 

-65 +200 °c 

JuUlet 1980 1/9 
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*BUV20 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTlaVES STA TlaVES 

Collector emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur.emetteur 

Collector emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur.emetteur 

Emitter base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur.emetteur 
(figure 1) 

Emitter base breakdown voltage 
Tension de claquage emetteur base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur sr;Jtique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-emetteur 

Base emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-emetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

" Pulsed 
"Impulsions tp 

2/9 

300ILS 8';; 2% 

Test conditions 
Conditions de mewre 

VCE = 100V 
IS =0 

VCE =I60V 
VSE =-I,SV 

VCE = 160 V 
VSE =-I,SV 

tease = 12SoC 

VES =S V 
IC =0 

IC =200 mA 
IS = 0 
L = 2S mH 

IE = SO mA 
IC =0 

VCE = 2 V 
IC = 2SA 

VCE = 4V 
IC = SOA 

IC = 2SA 
IS = 2,SA 

IC = SOA 

IS = SA 

IC = SOA 
IS=SA 

VCE = 40V 
t = 1 s 

VCE =20V 
t = 1 s 

482 

ICEO 

ICEX 

IESO 

VCEOsus 

V(SR)ESO 

h21E " 

VCEsat 

VSEsat " 

IS/S 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min Typ Max 

3 mA 

3 mA 

12 mA 

1 mA 

12S V 

7 V 

20 60 

10 

0,3 0,6 V 

0,7 1,2 V 

1,4 2 V 

I,S A 

12 A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACTtRIST/QUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Test conditions 

Conditions de mesure 

VeE = 15V 
Transition frequency Ie = 2A 
Frequence de transition f = 10 MHz 

Turn·on time Ie =50A 

Temps total d'etablissement (fig.2) IS = 5A 

Ie = 50A 
Fall time ISl = 5A 
Temps de decroissance (fig. 2) IS2 =-5A 

Ie =50A 
Carrier storage time ISl =5A 
Retard a la decroissance IS2 = -5A 

483 

Min. 

fT 8 

td + tr 

t f 

ts 

*BUV20 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max 

MHz 

0,9 1,5 /ls 

0,15 0,3 /lS 

0,7 1,2 /lS 

3/9 



BUV20 

T case 25 DC 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

\ 
\ 
\ 
\ 

\ 
\ 
\ 

\ 

, ,~ 

i 
\ " \1 

I'. 

____ DC operation 

R~jme continu 
___ _ Pulsed operation 

Regime impulsionnel 
10.1 ~~-~-~~~~~~-~-~~~~~~~~~~~--~~~~~~ 

100 4 5 6 7 BIOI 4 5 6 7 B 102 4 5 6 7 

VCE (V) 

4/9 
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TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST VeEO(sus) (fig. 1) 

Note: 

~o Hz o----="-"'-=--'=l test transistor 
transistor en test 

RB = 100D 
O~ 10 V 
+ 

lD 
lW 

horizontal 
horizontal 

Ie (mA) 

...-______ ---,A 
200 I 

I 
I 

:i~Ol 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point" AU. 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque Ja trace passe au-de/8 du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON ret ascillogrammes) 

(fig. 2) 

+ 

-""_';;_:";_;';_;;';_ -__ -_-_-_-_':.-: ::!iQ..~-_ _:: 
+ 

Vee 

I 
I 

I 
-- - ----.&----

I 
I 

I ----------1--- -
I 
I 
I 

, I 

I I I I 
______ J_ -r-----------1 ----T 

90% 

td --,...-..., to....,l --r-- tf 

ton -------LL-- .. : I I • 
-.----JJ ' 

I I I I toft I I 

485 

Re = 1,2D 
Rl = 2,2 D Non inductive resistor 
R2 = 3,3 D Resistance nan inductive 
e =0,1 F 

Vee "'60 V 
VB "'6 V 
Ve '" 28 V 

181 and 182 are measured with Tektronix probe P 6021 
and amplifier type 134 
181 et '82sont mesures avec une sonde Tektronix P 6021 
et amplificateur type 134 

tp pulse width = 10 p.s 
duty cycle';; 1 % 

tr IB';;0,5p.s 
tf 18 ';;0,1p.s 
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~BUV 20 

6/9 

TYPICAL CHARACTERISTICS 

CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

IC 
IA) 

16 

12 

8 

4 

o 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR 
EMITTER VOLTAGE 
Courant col/ecteur en fonction dB la tension 

collecteu,-fltnfltteur 

Ll,~~~ _ ",§~ x 

>~ --:::f..-'" -100~A 

r--~ ~ 
,... i-"'" 50 rnA 

".". 
--

20tmA f)I " 

-
I--

v-: ,... l~O mA 

'11/ 
...... , looL I 

/' I 
/' , 18~· bolmA 

/ 

o 2 3 4 VCEIV) 

VCE 
IV) 

160 

150 

140 

130 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE I min valu.) 
Tension cotlecteur-4metteur en fonction de la 
resistance basHmetteur ( valeur min) 

tease =: 25 0(; Ic";;3mA 

....... , 
\ 
\ 
~ 

\ 
........ ........ 

120 

101 
4 

486 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR 
EMITTER VOLTAGE 
Courant co/lecteur en fonction de I. tension 

Ie collecteur-emetteur , 

25~A IA ) I - ! 
1,6 

. 20 ~A 

1,2 
I lornA 

0,8 , , lOmA 

! 

0,4 
Is=5r'lA 

o 
o 10 20 30 40 VCEIV) 

80 

60 

40 

20 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur stetique du rapport de trsnsftJrt direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

VCE =4 V 
I I. / -..... 
I.J ~ - -~ \ 1-

-:7 \ ~() -4; oV \ {5 

~v~, \ \ 
/, .'\ 

\. 
-~. 

o 
10-1 

4 68 
100 4 6 ~01 2 ICIA) 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACT£RIST/OUES TYPIOUES 

SASE CURRENT VERSUS SASE-EMITTER 
VOLTAG,E 
COUfBnt bll66 en fonction dele tension baMI­
.metteur IS 

ImA I, VCE 4V 

4 

102 
8 
6 

101 
8 
6 

4 

/J 

(I 
/ 
I 

I--f-) I 

~~k 
,,-, 

~ ~ 
I--1-:1: 

II' 
> 

I-- _5'f- .J-

, 
o 0,4 0,8 1,2 1,6 VSEIV) 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOL­
TAGE VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tenaion de •• turst/on collecteuI'-Bmetteur 

VCEsat en fonction du COUnlnt collet:teur 

IV) 
'k-l0 

IS - +H---1~+-+-I-+--+~-I--l-l 

1,6 l-+--+-++l--l--I--I-l-I--I---I--J-I...l 

1,2 I--+-+-+H---+--I-I+I-+--+.++l 

o 
10-1 

487 

BUV20 

COLLECTOR CURRENT VERSUS SASE 
EMITTER VOLTAGE 
Couf'lInt colltICtllur en (onct/on de Is reM/on 

Ie baMHmetteur 

) IA 
6 

4 

VCE=4V 

1 I ....... 

- Jv/.~ 
~ ~ 
~ 'Ii 

8 I--I-- w/ .... CJ.'" ~. 
I-- 'J ~,,-

4 

100 
8 

4 

10-1 

o 

/1 I i 
I--1/ I 

0,4 0,8 1,2 1,6 VSEIV) 

SASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de IBw,.tion ~mnteur en 

VBEsat loner/on du courant collectllUr 

IV) * = 10 +t+-1I-++I+---f-+-J-I...l 

1,6 I-+-+++l-+-+++I-+---hl-l-l ij 

o I II 
10-1 4 6~oO 2 4 68101 2 4 ICIA) 
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*BUV 20 

TYPICAL CHARACTERISTICS 

CARACTtRISTIOUES TYPIOUES 

BI9 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
CapllCitIJ de sorti" fin fonction dela 

C22b tension coll~tfJur·ba$e 

(pF) tease _ 25°C 

I 
I 

103 

..... r--. I II 
I 

....... I I 

!'--.. 

, 
102 

100 
4 6 8 

101 4 6 VCB(V) 

, 
(~S 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 
courant collecteur 

IC -10 
IB -

VCE =30 V 

"-
"" "- ........ ton 

/ --" ./ 
~ -- ! 

--- ........ 1-"'1 tf 

o 10 20 30 40 IC(A) 

488 

fT 
(MHz 

15 

) 

10 

'0 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CUR RENT 
Frk/utlnce de transition en fonction du 
courant collecteur 

,VCE = 15 V 
1 tease = 25 DC 

/ 
/' 

/ 
/ 

8 

'" 
10-1 100 IC(A) 

K 

4 

10-2 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE OERA­
TlNG FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de reduction de /a resistance thermiqu. 
en regime d'impulsions 

I I .. 
/o~ -~ 

I I -?~ 
1~"" ~'/ ..., '" b ~O,\./ 

J1~o/ ",,0 , 

/' I 
'u 

i =~ 
~ T 

Z", = K Rtf, 

ffi 
10-52 510-42 510-32 510-2 ' "10-12 'p(,oc), 



BUV20 
SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

o 
RBE 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
- During the turn on 
. During the turn off without negative base-emitter voltage 
and RBe ~3 n 

IC ...----,---,----,--,----,---,----,----, 

IAI 

120 

o 25 50 75 100 125 150 VCE (VI 

FIGURE 1 : Forward biased sate operating ar •• 
I FBSOAI 

eo Jl-.A---t--+----:' 

60 

40 

20 

FIGURE 3 : Forward biased accidental overload area 
I FBAOAI 

Figura " : The hatched zone can only be used for turn on, 

Figures 3· and 4 : High accidental surge currents ( I > leM ) are 
allowed if they are non repetitive and applied less than 3000 times 
during the component life. 

Figur. 3 : The Kf 1I0g network ( heavy print ) .IIovw the calcula­
tion of the maxim Jm value of the short~ircuit current for a given 
bas. current I B ( 90 % confidence). 

Figure 4 : After the accidental overload current, the ABAOA has 
to be used for the turn off. 

IC 
(AI 

50 

40 

30 

20 

10 

--o~ _______ -[ 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
- During the turn off with negative base-emitter voltage 

i 
Tj<O;125 0C 

I I 
VBE=-3V 

o 
o 25 50 75 100 125 150 VCE (V) 

ICSM 
(AI 

140 

120 

100 

eo 

60 

40 

20 

o 

FIGURE 2 : Reverse biased safe operating area 
(RBSOA I 

VBE = - 3 V 

Tj<O;1250C 

o 25 50 75 100 125 150 VCE (VI 

FIGURE 4 : Reverse biased accidental avarloactar. 
I RBAOA I 

Figure 1 : La zone hachuree ne doit #tre utilisee que pour la mise 
en conduction. 

Figures 3 at '4 : De forrs couranCS de surcharge ( , > 'eM J .ont 
permis s1ls sont non repetitifs et appliqu6s moins de 3000 foil dans 
la vie du composant. 

Figure 3 : Le reseau de Kellog ( trait gras J permet Ie calcul de la 
lIaleur maxima/e du courant de court-circuit pour un courant de 
base donn61s (90 % de con fiance J. 

Figur. -4 : Apr~s Ie p.sage du courant de surcharge IICcidentelle, 

on doit utiliser l'a;re d" surch.rgtl «cidente"e en polarisation 
inlle,.e pour l'auverture. 
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~ 1HOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRElS SUPERSWITCH BUV2~ 

NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTOR 

TRANS/STaR NPN HAUTE TENS/ON DECOMMUTAT/ON 

SUPEASWITCH 

HIGH CURRENT , HIGH SPEED TRANSISTOR SUITED FOR LOW 
VOLTAGE .~D HIGH EFFICIENCY APPLICATIONS: 

DClAC CONVERTERS 
DC/DC CONVERTERS 
MOTORS CONTROL 

HIGH FREOUENCY INVERTERS 

• Very high cu ....... t capabiliti_ 
• Fat tumoOn and tum.off 

• SD )~.R lpecifled for: Ii,...- rnoda; switching mode, IICCidlntlllsurli 

TRANSlSr;)R TRES RAP/DE, A FORT COURANT AOAPTE AUX 
APPLICA 1iONS BASSE TENSION ET A HAUT RENOEMENT: 

CONVERnSSEURS CONnNU.AL TERNA nF 
CONVERnSSEURS CONTINUCONnNU 

COMMANOE OE MOTEURS 
GENERA TEURS HAUTE FREOUENCE 

• Pou;bi/i~1 fIW MtI •• "" cour."t 
• Mi_ "" conduction .t bloclIfJII ,.,,;dft 

• Air. dtI .;4cu,;~ dlfinle:'" r&gI"meliMel,.., en mg;",. de commutation 
"" rIgi",. de lUre"'", «:eit»nfllll. 

ABSOLlITE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEUIlS LlMITES ABSOLUES O'UTI LI SATI ON 

Collector~_ vallOIII' 
T"";on ccl/,ectrlU,""" 
Collector·umitter voltage 
Ttltl$ion cctilfICNUr .. meneur 
CoIlector-tlmitter voltage 
r",,6ion c.,Jlecreu,.,,,,,,rreur 
Collector-Iminer voltage 
T"";on c,H'ecrwr4mtltttlUr 
Emitter-b .. voltage 
Tenlion _. THlneu,~. 

Collector current 
Counmt coi/ectllUr 
Bale curntnt 

CoUf'llntt .. " 
Povver dissipation 

---..!?!!!!I!!!!E n d" puisunce 
Junction temperature 
remp;re,urtl de jonction 

Junction.::ase thermal resistance 

R"istlllJC' therrnique jonction-boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - 8.P.5 
F-92403 Co "bevoie Cedlx FRANCE 
Ttl : (1) 78/"50-01 Telex: 610560 

RBE=I00n 

VBE=-I,5V 

tn=10ml 

Tease 25 0 C 

max 

491 

c.. 
80itier 

VCEOsu. 

VCEX 

ICoat 

ICSM 

tf(25A) 

CB 159 

VCBa 

VCEa 

VCER 

VCEX 

VEBa 

IC 
ICM 

18 

Ptot 

'j 

200 V 

250 V 

25A 

120 A 

<: 0,4 III 

250 V 

200 V 

240 V 

250 V 

7 V 

40 
A 

50 

8 A 

250 W 

-6& +200 °c 

0,7 

Juilleo 1980 1/9 
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*BUV 21 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACT£RISTlaUES STA TlaUES 

Collector emitter cut-off current 
Courant nlsiduel collect.eUr-emetteur 

Collector emitter cut-off current 
Courant nlsiduel collect.eUr-emetteur 

Emitter base cut-off current 
Courant nlsiduel emetteur-base 

Collector emitter breakdown vo'tege 
Tension de claquage collect.eUr-emetteur 
(figure I) 

Emitter base breakdown voltage 
Tension de claquage emetteur base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur stJItique du rapport de rransfert 
direct du courant 

Collector emitter saturation voltage 

Tension de sawration collecr.eur-emetteur 

Base emitter saturation vo'tege 
Tension de saWration,base-mnerr.eur 

Second breakdown collector current 
Courant collect.eUr de second c/aquage 

" Pulsed 
"Impulsions tp = 300 I's 6 <; 2 % 

219 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 160V 

'B =0 

VCE = '250 V 
VBE =-I,5V 

VCE = 250 V 
VBE =-I,5V 
tease = 125°C 

VES =5V 

'C =0 

'C =200 mA 
'B = 0 
L = 25mH 

'E =50mA 
'C =0 

VCE = 2 V 
'C =12A 

VCE = 4V 
'C = 25A 

'C = 12A 
'B =I,2A 

'C = 25A 
'B = 3A 

'C = 25A 

'B = 3A 

VCE = 140V 
t = 1 s 

VCE = 20V 
t = 1 s 

492 

'CEO 

'CEX 

'EBO 

VCEOsus 

V(BR)EBO 

~IE " 

V " CEsat 

VBEsat " 

'SIB 

(Un'ess otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min Typ Max 

3 rnA 

3 mA 

12 mA 

1 mA 

200 V 

7 V 

20 60 

10 

0,2 0,6 V 

0,9 1,5 V 

1,2 1,5 V 

0,15 A 

12 A 



DYNJ~MIC CHARACTERISTICS (for small signals) 

CARt CTtRISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Transit 
Freque 

ion frequency 
flee de transition 

time Turn-or 
Temps lotal d'etablissement 

" 
Fall tim 
Temps a e decroissance 

Carrier 
Retard 

s":orage time 
a la decroissance 

(fig.2) 

(fig. 2) 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES THERMIQUES 

Junction 
Resistanc 

case thermal resistance 
• thermique (jonction-boitier) 

Test conditions 

Conditions de mesure 

VeE = 1.5 V 
Ie = 2A 
f = 10MHz 

Ie = 25A 
18 = 3A 

Ie = 25A 

181 = 3A, 

182 = -3A 

Ie = 25A 

181 = 3A 
182 = -3A 

493 

Min. 

fT 8 

td + tr 

t f 

-
ts 

Rth(j.cl 

*BUV 21 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

Typ. Max 

MHz 

0,85 1,2 Ils 

0,2 0,4 IlS 

1 1,8 p.s 

0,7 . °e/W 
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BUV21 

Ie 
(A) 7 

6 

6 

4 

, 
.... 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 
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101 
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7 
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100 
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8 
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-Tease 25 0 C 

10-2 

100 
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DC operation 
Regime continu 

____ Pulsed operation 

I I 
Rerim~ imiufSirntf', 

4 5 6 7 8 101 
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4 6 6 7 8 102 
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~ 
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TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEO(sus) (fig. 1) 

tWo Hz O---------"-"=.!2.!.{ test transistor 
transistor en test 

RS = 100 n O~ 10 V 

Note: 

horizontal 
horizontal 

IC (mA) 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point "A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque la trace passe au-deJa du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms} (fig. 2) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (et oscillogrammes) 

,+ 
I 
I 

I 

I ,-

10% 

-.j~~_tf 

.... --I.ooo>--toff 

lSI and IS2 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Ampl ifier type 134 

100V 

4 n 
2,2 n 

AC . R B : non inductive resistances 
tp : Pulse width = lOllS 

Forme factor';; 1 % 
Rise and tall time .;; 100 ns 

: resistances non inducti..,. 
. Largeurd'impulsion = 10 sa 
Facreurde forme :E;;;; 1 %. 

BUV21 

'S1 tit 'S2 sont fflflsures /ItIec une sonde Tektronix 
p 6021 tit Am"lificateUr ryp. 734 Temps de mantrfe f1tdeseen,.,::e;;;; 100 ns 

5/9 
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BUV21 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

S/9 

COLLECTOR CURRENT· VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Caul'llnt co/leereu' In lonction de ,. r.tJ$;on 

Ie 'COllecteuHmtttfeur 
(AI ...... V ." ." :::: I-

16 ~ ~ 
..., ...... 

." l-
f-'"" 

-- -
b ~~ ." ." I-~ --0 1 '" 

~ ::::-~ 
." I-~ -'"-" 

~ ~ 
/ ' 

~ --L 0,·'" -~ 
12 

~ ." ~p.. --- -/ 

1"-." ~, 
8 

r 
/' liB 1'1 i 4 

o 
o 2 3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSU6 
BASE·EMITTER RESISTANCElmiilimum valuel 
Tension co/iecteur-emerteur (In fonction de Is ~ 

VeE r#§sistanCtl 00. fNnetteur (valeur minimum) 

(V) tease = 25°C IC ';;3mA 

260 

..... 
240 

\ 
220 

'\ 

....... I--200 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 

I C ;,o;:"r;~~~:::'~~ren fonct(on de ,. t.nsion 

(AI 

I20L ! 

0,8 
I I 

lBmA 

16~A 
14'mA I 
121mAI 

0,6 

;omA' I ! 

km~ I i I 
0,4 

isml 
! I I 

i4mA I ! 
0,2 

IB 2mA 

o 
o 10 20 30 

90 

60 

30 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en foncrion du courant «JllectpuT 

Vc~ =4 V 

I 
1 

I _, <,0(, - ......... I ,'l: 

'" \ '-~:/" 
./ 

." - ...... 
,....,c"" '}.<,o(, ~ 

7 '" \~ ....ewe 

I'\: 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACT£RISTIOUES TYPIOUES 

SASE CURRENT VERSUS SASE·EMITTER 
VOLTAGE 
Courant bae en (onerion dills te".;on I»u­
~",.tteu, IS 

(mA I VCE-4V 

102 
8 

4 

101 
8 

4 

100 

I 

J''I 

~> ~ "' r-- r-- II '" 
r-r-J 1/ 

r-r-FJ J 

I , I 

, 
o 0,4 0,8 1,2 1,6 VSE(VI 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTA· 
GE VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de llltul7ltion collectBur-emerteur fin 

V CEsa fonction du courant collecteuf 
t 

(VI 
IC 8 
18= 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

J-- _ \'2S oC 
• .,... - i:I--

o 
10.1 

4 68 

100 

I 
/i 

I J 
.,/ /~1-:,.. ~<'I 
4 68 

101 

! 

ICIAI 

497 

.. BUV21 

COLLECTOR CURRENT VERSUS SASE 
EMITTER VOLTAGE 
Coul'llnt collecteur en foncrion de ,. ,.mion 

Ie ~tteUr 
(AI 

4 

101 
8 
6 

4 

100 
8 
6 

4 

10.1 

VCE 4V 

, 
iT 

I J 
I Ii 

1'].~oC I 
'-<11':* I 

'f.>0~_ -
~~#~\ 

o 0,4 0,8 1,2 1,6 VSE(VI 

SASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de IBturation bssHmettfluf en 

VBEsat fonction du coursnt col/sereur 

(VI *:8 
1,6 

I - - .. 

1,2 " I ) 
. 

I , 
-
~" . .,... / 

0,8 

0,4 -~C -' 'iill 
o Iii 

I 

10.1 
4 68 

100 
4 68 

101 4 IclAI 
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~BUV21 

TYPICAL CHARACTERISTICS 

CARACTtRIST/OUES TYP/OUES 

OUTPUT CAPACIT.ANCE VERSUS 
COLLECTOR-aASEIv'OLTAGE· 
CIIpsci~ de $On;s lin fonction rIII/. 

_ tsns;Dn co/lecttlur..fJaMI 
C22b 
IpFI 

. 

103 

6 

4 

'case = 25°C 

...... 

t--... .- -
............ 
~ 

i"-!, 

102 

100 
4 6 VcalVI 

819 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation fin fonction du 

t CQul'llnt col/lICteur 

1".1 
VCE = 100 V 

.!k =8 la 

4 

.' s "-
f"".. ......... r-- ~ 

100 

V 
~ 

.... 
i -.-- ! 

1011 i 

6 

4 

: 

-10-1 If 

4 10 16 22 ICIAI 

498 

IT 
IMHz 

15 

10 

5 

o 

I 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
F~,.nce de trlln,itlon lin fonerion lIu 
CQunlnt collecttNr 

VCE = 15V 
'ca .. =25 0 C 

I 

V 
t..-- "h 

V 
V 

10-1 
8 

100 ICIAI 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE OERA­
TING FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Fscteur de r4duction de fa milt.nee thermique 

K en rdgimfl d';mpul,ions 

6 

4 

10-1 
8 

4 

10-2 

I; I 0 ~ 
r 
~~ ... 

b"'O" ./ 

~tJ:1°/ 
<><-

1-",,/ 
V 

l,...oi"'~ 

~~ 

~~ ~ 

6 =f-
Z'h = K R,h 

I ru 
10-5 2 510-4' '10_32 ~0-2 2 510,1 2 'plsecl 



BUV21 
SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
• During the turn on 
. Ouring the turn off without negative base-emitter voltage 

and RSE;;'3 n 

ICr----.----.-----r---~----~----, 

(A) Tj<;;l °C 

50 

40r-----~---4-----+----_t----4_--~ 

30 I__----f_---

~1__----f_--_4----_*-----

101------+-----+-----+-----

o 50 100 150 200 
FIGURE 1 : R..,.. biased safe opeqting .r .. 

( RBSOA) 

250 VCE (V) 

ICSM ~----r_----~----~----~----~--_, 

IA) ~----t_----~----~----~----~--~ 

120 

100 lI..!yq------4 

o 50 100 150 200 250 VCE (V) 

FIGURE 3 : Forward biased accidental overload ar .. 
( FBAOA) 

Figure 1 : Tne hatched lone can only be used for turn on. 

Figuras 3 and 4 : High accIdental surge currents I I > leM ) are 
allowed if they are non repetitive and applied less than 3000 times 
during the component life. 

Figure 3 : The Keilog network I heavy print ) allows the calcula­
tion of the maximum value of the sho't~ircuit current for 8 given 

bel. current I B ( 90 % confidenc" ). 

Figur. 4 : Aher the accidental overload current, the RBAOA has 

to be used for the turn off. 

--0 ~-------f 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
• During the turn off with negative base-.mitter voltage 

ICr----r----~---,----._--_,----~ 

IA) Tj<;;1250C 

5Or--+--+--f--+--+----j 

40r---~----_r----+_--~~--~--~ 
VSE =-3V 

3Or----+----+----4----4------4------4 

~r----+----+----4----4------4----~ 

,0r----t----+----4-----~--~----~ 

o 50 100 150 200 

FIGURE 2 : Forward biased ute operating ..... 
( FBSOA) 

250VCE(V) 

ICSM r-----r-----r_----r-----r-----~--__. 
(A) Tj<;;125 0C 

120r---~----_r----+_--~r_--~--~ 
VSE = - 3 V 

100~--_+----_r----+_--_+~--_r--__4 

80~--_+----_r----+_--_+~--_r--__4 

60~----~---+----_+----~----+---___4 

40r----+----~----+_--~----~--~ 

O~ __ ~ ____ ~ __ ~ ____ J_ __ ~ ____ J 

o 50 100 150 200 250 VCE(V) 

FIGURE 4 : F Reverse biased aCcidental overload .r .. 
( RBAOA) 

Figure 1 : La zon~ hachurett n~ doir ~tr~ utilisett que pour I. mlSfl 
tin conduction. 

Figures 3 et 4 : De forrs couranrs de surcharge ( I > 'eM J sont 
perm;s s'ils sont non r~~lirds Bt appliques moins d1l3000 fois dsns 
I. viII du compossnt. 

Figure 3 : Llf ~slfau dlf KB/JOg ( trsir gras) p~rmttt I~ cillcul dtt Is 
v.leur maxima/e du courant de court<ircuit pour un coursnt de 

b.stf donn~ I B ( 90 " dtt confianctl J. 

Figure 4 : Apr~s Itt passagll du courant d. surch.rg. IICcid.ntttllfl, 

on doit utiliser "air. de surch.rgtl IICcidtfntllll. en pol.ris.tion 
invllrs' pour "oullerlur •• 
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~~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DlSCRETS SUPERSWITCH BUV22 

NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTOR 

TRANSISTOR NPN HAUTE TENSION DE COMMUTA TlON 

SUPERSWITCH 

HIGH CURRENT , HIGH SPEED TRANSISTDR SUITED FOR LOW 
VOLTAGE AND HIGH EFFICIENCY APPLICATIONS: 

DClAC CONVERTERS 
DClDC CONVERTERS 
MOTORS CONTROL 

HIGH FREQUENCY INVERTERS 

• Very high currant cap.biliti .. 
• Fast tum.on end turn.off 

• S.OA.R .pecified for: Ii,.... mode,.witchi" mode,accidentlll.u .... 

TRANSISTOR TRES RAI'IOE • A FORT COURANT AOAPTE AUX 
APPUCA TlONS BASSE TENSION ET A HAUT RENOEMENT: 

CONVERTISSEURS CONTINU-ALTERNA TlF 
CONVERTISSEURS CONTlNU-CONTINU 

COMMANOE DE MOTEURS 
GENERATEURS HAUTE FREQUENCE 

• Pou/bili,. trW MewlellHl courant 
• Mi .. en conduct/on lit bloclI{JII ,spidel 

• Ai,. de "'curl. cMfin;lI: lin f'igimll/i,,*,;I'tI, IIIJ ,egime de commufllrion 
en ~",. de wrchlltplllCCidtlntell. 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS lIMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

CoII8Ctor~ voltage 
Tension collllCtllUr-bau 
Collector .. mitter voltage 
T.Mion coiltICtflUr4tn11ttllUr 
Collector«nitter voltage 
T.mion collot:...,,4IMr..u, 
Collector.mitter voltage 
rllM/On colltlt:teUr4mt1ttllUf 
Eminer-bale voltage 
r"",;on 'men.ur~ 
Collector current 
CouflInt collllCrtHlf 
Base current 
Qlunlnr •• 
Power di .. ipation 
Di.,;".tion d. PUi#1IfIC1I 
Junction temperature 
TemplretulYl de jtJnction 

Junction~ thermal .... iltance 
R'.r.nce thennlque jonctJonboitier 

50. rue Jean~Pi.rre Timbeud· B.P.5 
F·92403 Courbovolo ClcIox FRANCE 
Ttl : 11) 788-50-01 Tolex: 610560 

RBE = 100 11 

VBE=-I,5V 

tD =10 mo 

Tease 25 DC 

max 

501 

C .. 
Boitier 

VCEOsus 250 V 

VCEX 300 V 

IClat 20A 

ICSM 120A 

tf(20A) ';;O,5JlS 

CB 159 

B 

VCBO 300 V 

VCEO 250 V 

VCER 290 V 

VCEX 300 V 

VEBO 7 V 

IC 40 
ICM 50 

A 

IB 8 A 
.-

PlOt 250 W 

tj -65 +200 DC 

Juillot 1980 1/9 

~~ 



*BUV22 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTtRlSTlaUES STA naUES 

Collector emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Collector emitter cut-off current 

Courant residuel collecteur-emetteur 

Emitter base cut-off current 
Courant residuel emetteur.iJase 

Collector emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emetteur 
(figure 1) 

Emitter base breakdown voltage 
Tension de claquage emetteur base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector emitter saturation voltage 
Tension de sawration collecteur-emetteur 

Base emitter saturation voltage 
Tension de sawration base-emetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

• Pulsed 
ft'mpulsions tp 

2/9 

300/10';;2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 200 V 
IB =0 

VCE = 300 V 
VBE = - 1,S V 

VCE = 300 V 
VBE =-l,SV 
tease = 12SoC 

VEB =SV 
IC =0 

IC =200 rnA 
IB = 0 
L = 2SmH 

IE = 50 rnA 
IC =0 

VCE = 4V 
IC = lOA 

VCE = 4V 
IC = 20A 

IC = lOA 
IB = 1 A 

IC = 20A 
IB = 2,5 A 

IC = 40A 
IB .;; 4A 

VCE =140 V 
t = 1 s 

VCE = 20V 
t = 1 s 

502 

ICEO 

ICEX 

lEBO 

VCEOsus 

V(BR)EBO 

h21E 
. 

VCEsat' 

VBEsat 
. 

IS/B 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Min Typ Max 

3 mA 

3 mA 

12 rnA 

1 mA 

2S0 V 

7 V 

20 60 

10 

0,2 1 V 

O,S 1,S V 

1,2 1,5 V 

O,lS A 

12 A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACT£RISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Test conditions 

Conditions de mesure 

VeE = 15V 
Transition frequency Ie = 2A 
Frequence de transition f = 10 MHz 

Turn-on time Ie = 20A 

Temps total d'etablissement (fig.2) 18 = 2.5 A 

Ie = 20A 
Fall time 181 = 2.5A 
Temps de dtJcroissance (fig. 2) 182 = -2.5A 

Ie = 20A 
Carrier storage time 181 = 2.5 A 
Retard a la dtJcroissance 182 = -2.5A 

503 

Min. 

fT 8 

td + tr 

~ 

ts 

*BUV22 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

Typ. Max 

MHz 

0.75 1.3 Ils 

0.2 0.5 IlS 

1.25 2 IlS 

3/9 



BUV22 

Ie 
(A1 7 

• 
5 

4 

101 

8 
7 
6 

5 

4 

100 
8 
7 
6 

4 

10-1 

4 

10-2 

T case 25 0 e 
De operation 
Regime continu 

____ Pulsed operation 

Regime impulsionnel 

III 

, 

"-

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

, , 
, ? , 

, 
~~-~ " ,~ , 

'\ , 

'" 
\ 

'. 

\ 
\ \. 

\ \ , 
\ 

\ 
1\ 
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, 
" 
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\ 
\ 

\ 
\ 
\-
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\ \ 

" 
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419 
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T 
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'T , 
,I 

I 

I 
, 1 

1\1 

~ 
1 

: 
,~ 

4 6 6 7 
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TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEO(sus) (fig. 1) 

test transistor 
~OHZ 

~ ____________ ~'~~~n=~~sro~re~n~~~'t~ 

horizontal 
horizontal 

IC(mA) 

_______ ....,A 

200 : 

RB = 100 D 

Note: 

0.10 V 

lD 
lW 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point" A". 
Les tensions V CEO sont acceptables /orsque la trace passe au-deJa du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TfON let oscillogrammes) 

tp_.. DC ,+ RC T 56!lO IlF 

~j IS2 ~ 

H ,~_--+--''-- 7 j,:' '~v" ~ 'OO~ 

10% 

IBl and IB2 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 

RC = 5 n 
RB = '2,7 n 

RC - RS : non inductive resistances 
tp : Pulse width = lOllS 

Forme factor";; 1 % 
Rise end fall time ~ 100 ns 

. resistances non inducrives 

. Largeur d'impulsion = 10 JJS 
Facteur de forme ~ 1 % 

I 
250 I 

'SI et 182 sont mesuf'fjs avec untl sonde Tektronix 
p 6021 et Amolificareur tv". 134 Temps de mantee etdescente, 100 ns 

505 

BUV22 
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BUV22 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

6/9 

COLLEcTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Counnt collectflur en fonction de '- ten,ion 

Ie 'co/lectflur-4nH1mur 
(AI 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE·EMITTER RESISTANCE{minimum valuel 
Ten,ion co'iecteur-."'"ttftJr fin lonerion de ,. -

VeE ,,,,',tanCII ".,.tknflneur (vllilJU; minimum) 

tease =- 25°C ! (VI IC ";;;3mA 

110 

r-. 
290 

'\ 
270 \ 

f\ 
t'-.. t---.. 250 

4 s 102 2 4 6 ~03 2 
4 

506 

COLLECTOR CURRENT VERSUS-COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 

Ie ~O;::;~~::=r'm foncrion de,. t8mion 

(AI 

0.8 20 LA 

l~m1 
0,6 16~A 

11mA 

12~A 
0.4 

10mA 

SimA -

0,2 ~mA -

tmA 

IB 2mA 
o 

o 10 20 30 

h21E 

-go 

75 

60 

46 

30 

15 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
V.leur ItlItique du f.",uJrt I» tren,"'" dirflct du 
cou,.nt en !onction du courMlt co'.crwr .. 

V CE -4V 

,a ...... , 
Cf J~lo~1 
,~ i\ V 

\'\ 



) 
IB 
ImA 

6 

4 

VCEsat 
IV) 

1,6 

",2 

0,8 

0,4 

o 

BASE CURRENT VERSUS BASE·EMITTER 
VOLTAGE 
Couf'IInt"'" "" fonction .,. trIM;on bale­
I_r 

VC~--4V 

~ 

If 
II. 

- - , - -~ 
- -~t ~t 1/ iii 
- - ~. ;1 

~u 
~ 

)5 

0,4 0,8 1,2 1,6 vBE IV) 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOL· 
TAGE VERSUS COLLECTOR CURRENT· 
TfHf,ion • _runt/on collectsu,-etn6ttt1Ur tin 
fonction du coul7lnt collflcteur 

~"B 
IB' -

~ ~ U) 

~ N 

II 
" m ~ 

}J )1 

I 

J I 
( 

I ~ / -A" 
ICIA) 

507 

IC 
IA) 

6 

4 

101 

• 
6 

4 

* BUV22 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Counnt coll«:tflur en fonct/on .,. tlllWon 
bBlNmtltteur 

VCE ·-4V 

~ 
~~ 

// 

-
e-~l 

'J 
~~I-

u 

- i!l 
- II 
- '- ,-

-~ - -~ 1-

- --I 

0,4 , 0,8 1,2 1,6 VBEIV) 

BASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de .tuflItlon """"""tteur tin 

VBElat foner/on du courant collecteur 

IV) IC 
Tjj=B 

1,6 . 
'/ ) 

1,2 

;' 

-~ /" tcase 
0,8 

0,4 ~ te,1 
o I 
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*BUV22 

Bl9 

b 
) 

4 

4 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS COL­
LECTOR - BASE VOLTAGE 
Capscitfl de ,ort;e en fonction de Is tflmion 
collecteur-/nISB 

tease!:. 25°C 

I 

I 
I ... I 
I 

"'" 
....... "'-

............. 

I 
4 4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du cou­

rant collectBUr 

) -
B ~~= 8 

VCE=100V 

6 B 

4 

..... ........ 
~ 

2 .... r--. I'-. i"'-t- t- 's 
~ 

" .~ ~ ~ 
6 ....... ~ 4 

2 
tf _ 

10-
, 

4 B 12 16 20 

508 

fT 
(MHz 

15 

10 

5 

o 

) 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS COL­
LECTOR CURRENT 
Fr4qUflnt:e de trsmit;on en fonction du eou­
nlnt III1Cf11 co ur 

tease = 25°C 
VeE =4 V 

V ...... -~ /' 

V 
/ 

V 
-

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
FlICteur de rlduction dela nII;,rllllCfl tMrmique en 

K nJgims t/';mpul';OM 

6 

4 

10-' 
8 

4 

10-2 

0 1 O~ 
I I 
~hr1t~ 

b"'O'\ t.....-' 

~rn)1 
I' 

hq'" 
'" ~ 

I"oIl 

~5i!! 

~!!:I 
II 

Ioo'ii 
~ 

_ 'p 
h -'T 
Zt.h .;:: K Rth 

tU 
10-52 ·10-4' .10-32 510-2' ·10-,2 'pbtc) , 



BUV22 

~'NGO"""NG ANOOV'"'(AA_R_E_A_S ____ -IJ 
TRANSISTOR FORWARD BIASED 
- During the tum on 
- During the turn off without negative basa-amitter voltage 

and RBE;;>3 n 

IC 
(AI 

~~~--~---+---+--~ 

30~ __ +-__ ~ __ '.'m'" 

20~-t---+---1-~~--~ 

10~--t---+---1---~---

O~_~_L-_~_~_~ 

o 50 100 125 200 250 300 VCE(VI 

FIGURE 1 : Forward biased safe operating araa {FBSOA} 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
- During the turn off with negative base-amitter voltage 

IC 
(A 

4 0 

0_ 

2 0 

0 

o 

I I 
Tj';; 1250C_ 

f-VBE~-3V 

o 50 100 125 200 250 300 VCE(VI 

FIGURE 2 : Reverse biased safa operating arel (RBSOAI.' 

I~Mr----r----'----'----~----'----'--I--'I----' 

(AI ______ Tj .;; 1250C_ 

120~--+_--~--_+----~--~---~--_4--~ 

1oo~--~--+_--+---+_--~-·---~--~--·-

8Of--- VBE ~ - 3 V_ -- ------ ----

60f-----+----+I--f ----l---.J ----+--1---1 

40[----[----1----- ----- - ---

20~--+_--+---- ---- - ---

0~0--~50~~1~0=0---1~5~0--=20~0~~2~50~-3~OO~--~V-C-E~(VJI 

FIGURE 3 : Forward biased accidental overload area (FBAOA) FIGURE 4 : Reverse biased accidental overload area (RBAOAJ 

Figura 1 :The hatched zone can only be used for turn on. Figure 1 : La zone hachuree ne doir t!tre utilisee que pour la mise 

en conduction. 
Figures 3 and 4 : High accidental surge currents ( I > 'eM ) are Figures 3 at 4 : De forrs courants de surcharge ( , > 'eM J sont 
allowed if they are non repetitive and applied less than 3000 times permis s11s sont non repetitifs et appliques mains de 3000 fo;s dans 

during the component life. la vie du composant. 

Figure 3 : The Kellog network I heavy print 1 allows the caleula· Figure 3 : Le reseau de KeJlog ( trait gras J permer Ie ca/cul de la 
tion of the maximum value of the short-circuit current for a given valeur maxima/e du courant de courr-circuit pour un courant de 

base current 18 I 90 " confidence I. base donne' 8 ( 90 % de can fiance J. 

Figure 4 : After the accidental overload current, the R8AOA has Figure 4 : Apres Ie passage du courant de surcharge accidentel/e. 
to be used for the turn off. on doit utiliser f·air.e de surcharge accidentelfe en polarisation 

inverse pour Ibuverture. 

9/9 
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~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS 

High speed, high current, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, fort courant 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and ISIB derating 
Variation de dissipation et de IS/8 

100 % _OE_.-----,----,.-----, 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Ten,jon CO/ltlCtflur./nMJ 

Cotlector-emitter voltage 
Tem/on co/lectsur4mt1ttBUr 
Collector-emitter voltage 
Ten,/on colltICteur4mefreur 
Collector ... mitter voltage 
Tension collecttlu,.-emettsur 
Emitter-baae voltage 
T.mion .metreur-baMI 
Collector current 
Courllnt collllCttJur 

Base current 
Cour.nt bale 
Power dissipation 
Diuipatlon de puiUllnce 
Storage and junction temperature 
rBm,nt71ture de jonetion tit d •• tor:kllflll 

Junction.case thermal resistance 
R~,i6t.nce thermique jonction boiCier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - 8.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Ttl : 111 78&50-0' Telex: 6'0560 

BUV23 
NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSt 

RBE =,00 n 

VBE=-',5V 

tp=10ms 

Tease 25°C 

max 

max 

511 

VCEO 325 V 

IC 30A 

Ptot 250W 

VCEsat (16 A) ';;1 V 

tf (16 A) .;; 1,21's 

Ca .. 

Boitier 
T03 (CB 19) 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCI!X 

VEBO 

IC 
ICM 

18 

Ptot 

I) 
T.tg 

B 

400 V 

325 V 

390 V 

400 V 

7 V 

30 
40 

A 

6 A 

250 W 

200 
-65 +200 °c 

Janvier 1981 1/8 
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BUV23 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIDUES STAT/DUES 

Collector-emitter cut-off current 
COUf8nt ,II'duB' co/lecteur-4m11tteur.. 

COliector·emitter cut-off current 
Courant r4siduB' collecttlur-Imetteur 

Emitter~base cut-off current 
Courant ,,,idueI4merteur-billfl 

Collector-emitter oreakdown voltage 
Tension de claqulIfIII collflcteur-tJmetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de ClaqUBgtI ~ttrlur-blne 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statlqUB du rapport de transfert 
dirtier du courant 

Collector-emitter sa-turation voltage 
Tension de saturation collecteur-4mstteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation bBSfI~mettflur 

Second breakdown collector current 
Courant coliectflur c/fJ second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2i8 

b ';;2%' 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 260 V 

'B =0 

VCE = 400 V 
VBE = -1,5V 

VCE = 400 V 
VBE = -1,5V 

tease = 125°C 

V EB = 5 V 

IC =0 

IC = 200mA 

18 =0 

L = 25mH 

IE =50mA 

IC =0 

VCE = 4 V 

IC =8A 

VCE = 4 V 

IC = 16A 

IC =8A 

IB = 1,6A 

IC = 16A 

18 = 3,2 A 

IC = 16A 

IB =3,2A 

VCE = 140V 
t = 1 s 

VCE = 20V 
t ",,1 s ... 

512 

Min. 

ICEO 

ICE X 

lEBO 

VCEOlsus) 325 

V(BR)EBO 7 

15 

h21E * 
8 

VCEsat * 

VBEsat * 

0,15 
·IS/B 

12 

IUnless otherwise stated) 
(Saul indicationscontraires) 

Typ. Max. 

3 mA 

3 mA 

12 mA 

1 mA 

V 

V 

1i0 

0,2 0,8 V 

0,35 1 V 

1,15 1,5 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES (pour petits signaux! 

- - --~ --
Test conditions 
Conditions de mesure 

----_. 

Transition frequency 
VeE = 15V 

FreQuence qe transition Ie =2A 
i = 10 MHz 

Ie =16A 
Turn-on time 

(fig. 21 16 = 3,2 A Temps total d'tJtablisssment 

Ie =16A 
Fall lime (fig. 21 161 = 3,2 A 
Temps dB dtlcroissBnce 

162 = -3,2 A 

Ie = 16A 
'Carrier storage time (fig, 2) 161 = 3,2 A 
Retard 8 J8 decroissance 

162 = -3,2 A 

513 

fT 

Id + Ir 

'If 

Is 

BUV23 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

'-,--~ 

Min. Typ. Max. 

8 MHz 

0,55 1,3 JJS 

0,26 1,2 iJ.S 

1,7 2,5 JJS 

3/8 
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10-1 

I 

, 

r- T case 25 DC 

____ DC operation 

SAFE OPERATING AREA 
A/RE DE SECUR/TE 

\ 
\ \ 

\ \ 

\ \ 
\ 

\ 
\ 

I 
\ 

I' 

\ 

'-

1\ 
\ 

I 

I- I 
\ \ I 

\ \ \ I 
I \ \ I 

I I I I \ 
\ I I 

, I 

I I 
I 

~ 
I I 

\ J 
\ 1 
, I 

"'- \1 .,j 

" 

f-- Regime continu 
Pulsed operation 

r- - - - - Regime imPLJlsionnel--+---\--+--+-H-+-+f+---!---\--+t-+-I-I-+--H-l 

10-2 L.-...J...I_-:--l-:l_~ ll-:I:-:-I-:-IJ.....L 11_~~-':---~-:--:--~----'---:-~:'-':--;--::-7'-.w 
100 4 5 6 78 101 4 5 6 7 8 102 4 5 6 7 

VCE (V) 
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TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST VeEO(sus) (fig. 1) 

~OHZ~~ test transistur 
transistor en test 

0+ 10 V 

Note; 

111 
lW 

horizontal 
horizontal 

Ie (mA) 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point" A". 
Les tensions V CEO sane acceptables lorsque la trace passe au-dela du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2) 

'ICC 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE CDMMUTA TlDN let oscillogrammes) 

,-

IS1 and 182 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 
'Bl et 'S2sonrmesuresavec unesonde Tektronix 
p 6021 er AmpldlCareur t"'np 1.'14 

515 

~, 5600l1F 

~~I_:B~2r-~ __ ~~-----~ ______ ~ 

I~ RS 

Vee 100 V 

Re 611 
RB 2,2 II 

RC· RS : non Inductive resistances 
tp . Pulse width c 10 

Forme factor::;;:; 1 
Rise and fall time ,,;;;, 50 ns 

resistances non Inductlves 
Largeur d'impuision 10}.lS 

Facteurde forme < 1 'f, 
Temps de mantee et descente < 50 tiS 

BUV23 
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BUV23 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

6/8 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant col/ecteur en fonction de la tension 

Ie II t e tte co ec eur- me "' (AI 

16 

12 

8 

4 

o 
o 

......-
V ......---~ ~ 
/' V 

I 
j,/ f-_ 

r-
't-- r~ 

---- f--

l-I-f.--l---

--~ -l-f.--\,4 p.. ---~ --\ A -
~ ~ -
V ~ >--
~ f--ld: 

'6 ~O.2 A 
I 

-----

I----

2 3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE(minimum valuel 
Tension collecteur-emetreur en foncrion de la -

V CE resistance base-emetteur (valeur minimum) 

IVI t = 25°C case 

390 

370 

350 

330 

310 

10' 

.-"" 

IC:<3mA 

\ 
\ 
\ 

\ 

"-
...... 

516 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecreur en fonction de la tension 

Ie collecreur emetteur 
(AI 

I I 

0,8 ~o JA 

,/ 
\smiA 

, 1'6m1A 
0,6 

14mA 

12 mA 

0,4 
lOmA 

__ I SmlA 

0,2 i6JA 

IS=4mA 

o I I 
o 20 40 60 

60 

50 

40 

3D 

20 

10 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant (Jollecteur 

veE = 4 V 

I I 

J
1 

LG -, ,,-<oj , 
-y \ 

'0' I 

I ,/ \ _/.<JG 
/-/ 

.... r:.,'bs(f, \ 
'\ 

._-- - -~ --- , 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE·EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base­

Ie iJmetreur 

(rnA ) VCE 4V 
/ 

4 VV 

~~ = ~ Ii /I t-Itt 9i - r-- •• P ,.}J 

I I 
I I 

o 0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation co!Jecteur-emetteur en 

V CE 53. foncrion du courant collecteur 

(V) IC 

16= 5~·~~-4-~-+44--+-~-t+i 
l,61-+-++++-+-++++-+I-++1-l 

l,21-+-++++-+-++++--+-l+t+1-l 

0,8 1-+-++++-+-++++--lI-If-t+1-l 

517 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de Is tension 

iC base-~metteur 
(A 

6 

4 

) V CE 4V 

~ -oU 

~ '7 
1-

~u ~(l /(l 
II 

7/ ~iJ 

I I 

0,4 0,8 1,2 

BASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base·/tme,tteur en 

V BE sa fonction du courant collecteur t_~ 
(V) Ie 

18=5 

1,6 

I , 
1,2 

',f 
-

.~1.",oC .// 

-~/ 
0,8 

_~oc 
0,4 _\caSe 

I 
a 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

8/8 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacite de sortIe en fonction de fa 

C22 tension co//eereur base 

IpF I 

10 2 

t 
I~sl 

8 

6 

4 

4 

2 

10' I 

tease - 25°C 

I"--... 
~ 

.......... 
1'-.. 

i""--l' 
1'" 

4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 
courant collecteur 

V CE = 100V 
I 

..... 
,C = 5 
B 

i'- Tease = 250 C 

i'-~ 
r...... 

""i'-r...... 
./ 

/' 

'~I_J l,...-

~ f:::: V ~ I--~ -

o 6 12 18 24 

518 

'T 
(MHz 

15 

10 

5 

o 

I 

TRANSITION FREOUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frequence de, transition en fonction du 
courant coflecteur 

V CE =15V , =10MHz 

tease = 25°C 

./ I- r--.... 
"V l' 

V 

IC 'A1 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE D~RATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de reduction de 'a resistance rhermique en 

K Igi d'- I -r me "r,oll SIOII$ 

I..oI! 

6 

4 

10" 
8 

6 

4 

2 

. ~ 05 

T 

rrtl---
crt:~; 
;,,/)#.. 

V 

i,...- ii! 

~II' 
1/ V 

1,.;1/ 

{j =~ 
T 

Zth=K Rth 

ill 



~ THOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

High speed, high current, high power transistor 
Transistor de puissance rap ide, fort courant 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and ISIB derating 
Variation de dissipation et de I SIB 

100% _~~--~-~-~ 

75 t--r-J---'l."=t-

50 r---~t---

25 

a 
50 100 150 T cas.loCI 

ABSOLUTE RATINGS ILiMITING VALUESI 
VAL EURS LI MITES ABSOLUES D'U rr LISATION 

Collector-base voltage 
Tension coJJecreur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension colJecteur-emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension co/Jecteur-emetreur 
Collector-emitter voltage 
Tension colJecteur-emetreur 
Emitter-base voltage 
Tension emetteur./Jase 
Collector current 

Courant collecteur 
~se current 
Courant base 
Power di!jsipation 
Dissipation de puissance 

Storage and junction temperature 
Temperature de janetion et de srockage 

Junction.case thermal resistance 
Rl§sistance rhermique jonetion bairier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 
F·92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel: (1) 788-50-01 Telex: 610560 

BUV24 
NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

VCEO 400 V 

IC 20 A 

Ptot 250 W 

VCEsat 112 AI <;;1 V 

tf 112 A I ~ 1,4115 

Case TO 3 I CB 19 I 
BOltler 

VCBO 450 V 

VCEO 400 V 

RBE =100" VCER 440 V 

VBE =-1,5V VCEX 450 V 

VEBO 7 V 

IC 20 
tp=10ms ICM 30 A 

IB 4 A 

Tease 25°C Ptot 250 W 

max tj 200 
DC 

Tstg -65 +200 

Janvier 1981 1/8 
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BUV24 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISnOuES STA nOUES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant rlsidutli col/fJcreur-ilmetteur: 

Collector-emitter cut-off current 
Courant rdsiduel collecteur-lJmetteur 

Emitter~base cut-off current 
Courant r'siduel t!metteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de ClaqUBge IJmerreur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valllur stBtiqUII du rapport de transfert 
direct du COUfimf 

Collector-emitter sa-turation voltage 
Tension de SllturBtion collectflUr-4metteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de sacuracion bllse-4meCreur 

Second breakdown collector current 
Couranc col/ecreur dfllflcond cl/Klfl. 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 

6 <;;2 %' 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =320V 

IS =0 

VCE = 450 V 
VSE = -l,5V 

VCE = 450V 
VSE = -1,5 V 

tease = 125°C 

VES = 5 V 

IC =0 

IC = 200 rnA 

IS =0 

L = 25rnH 

IE = 50 rnA 

IC =0 

VCE = 4 V 

IC =6A 

VCE = 4 V 

IC =12A 

IC =6A 

IS = l,2A 

.IC = 12A 

IS = 2,4 A 

IC = 12A 

18 = 2,4 A 

VCE =140V 
t =1 s 

VCE = 20V 
t 7' 1 s 

520 

Min. 

ICED 

ICEX 

IESO 

VCEO(sus) 400 

V(SR)ESO 7 

15 

h21E * 
8 

VCEsat * 

"SEsat * 

0,15 

'IS/8 

12 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

3 rnA 

3 rnA 

12 rnA 

1 rnA 

V 

V 

ElO 

0,15 0,6 V 

0,3 1 ·v 

1 1,5 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES (pour petits signaux I 
---------------,-- -------

Transition frequency 
FreQuence qe rransition 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VeE ~ 15 V 

Ie = 2A 

f = 10 MHz 

BUV24 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

---_. --~ ---- ------------,,----

Min. Typ. Max. 

8 MHz 

------4-------~------------

Turn-on time Ie =12A 

Temps total d'f!!tablissemem (fig. 21 IB = 2,4 A 0,6 1,6 /1s 

Ie = 12 A 
Fall time 

(fig. 21 IB1 = 2,4 A 
Temps de dtkroissance 

IB2 = -2,4 A 
0,6 1,4. /1S 

Ie =12A 
Carrier storage time (fig. 2) IB1 = 2,4 A 
Retard a /8 dtkroissance 

IB2 = -2,4 A 
'S 1,5 3 

3/8 
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IC 

(A) 7 

101 

10.1 

10.2 

4/8 
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! I 

! ! ! I 
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SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 
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"- ' )'0 
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" 
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"'", , 

\ \ 

l\ \ 

\ 

\ 
1\ 

" ' , , z, :5'0 
Sa ~01,-v", 
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\ \ , , 
\ I 

, \ 

\ 
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\ J. 
\ 

I , 

\ " 

"-
, , 

....... 

4 5 6 7 B 102 

522 

10 !,S 

\ 

I 

I! , 

" 

" 
,I 
, I 

, , 

... , 

I , 

, 

" 

4 5 6 7 

VCE (V) 



BUV24 

TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEOlsusl (fig. 1) 

~OHZ o----=~ test transistur 
transistor en test 

horizontal 
horizontal 

IC ImAI 

_______ ....,A 
200 I 

RB =100n 

Note: 

0+ 10 V 

In 
lW 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point "A". 
Les tensions V CEO sont acceptables Jorsque la trace passe au-de/a du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) Ifig.21 
CIRCUITS OE MESURE OES TEMPS OE COMMUTA TlON (et oscillollrammes) 

IS1 and '82 mesured with Tektrollix prohe 
P 6021 and Amplifier type 134 

'ICC 

~56001lF 

100V 

8,2 n 
2,2 n 

RC - RB : non inductive resistances 
t" : Pulse width lOllS 

Forme factor ~ 1 ";, 
Rise and fall time ~ 50 ns 

(f.;sisrances nOli mductives 
L.Jrgeur d'"npulslon 10/.lS 

Fill.'tI'fJf dp forme ""'" I '" 

I 
I 

400 I 

'81 er '82 sone mesurCs avec ulle sonde Tektronnc 
p 6021 ef Amp/If/cate/I( t"n ... 114 TI'I1IPS de mantee et descente ~50"s 

523 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

6/8 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

Ie II . erte r co ecreur-em u 
IAI ~ I-~~ 

8 / 
)..--" 

20* I--
I :/ f--- ,!omA ...... 
V --l-f-

i.--

V, i '10~mA """'" 

6 

1 -+-l-i-" 

I L,ol~ j....-

'/ ! I--I--
tJ-,..-4 

l..-I-- i 
II 

o 
o 2 

I 
3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE(minimum valuel 
Tension collecteuf-emetteur en fonction de la -

VeE resjstance base-emerteur (valeur minimum) 

IV) t = 25°C IC~3mA case 

-460 

440 

r\ 
\ 
f\, 

420 

400 r-

524 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de /a tension 

Ie collecteur emetteur 
IAI 

10mA I--

,-
0,8 

:SmA 

0,6 
I 

SmA 

0,4 

4~A 

0,2 
IB

1=2mA 

o 
o 20 40 60 

160 

120 

80 

40 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS OOLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transferr direct du 
courant en fonction du courant tIOllecteur ,..-.-.. 

VCE =4 V 

0'-' / ~t'\. 

~ \ 
l-I-- ","j 

~<J>!I 
1/ 

\ 
9'}..~/ ..... '\ I-~o~ \ I ..... 

~ 
~~ 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonctlon de la tenSion base 

'e emetteur 

ImA ) VeE 4 V 
f--r-I--

t 
-~ -f--~ 

---

f-- f-- ~ ---~ --

, 
- -- --- fI--f-,--~() f--~ --~ 
~ 

.. ~ IF - 1--

-
J'f 

~c 

-1--

I-f--- --- - )-- f--

0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUSCOLLECTORCUARENT 
Tension de saturation collecteur-emetteur en 

V CE sa 'anctian du courant collecteur 
t 

IV) Ie 
18=5 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

,/ 

° 

~ 
II 
~ 
~3 

-

;; 
"' 

~ '" I-- /1-

~§ -
v /1 

4 6 B 

10 ' 

-

I 

f.-
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOL TAGE 
Courant coflecteur en fanctlon de la tension 

Ie base-emetteur 

IA 

) VeE tf - 1--

~r-=- --- -
I 
I I 2-+-H- P --

10 ' 
B 

6 

I A 
------- A t ~ - --

--

.~ /~ ~ 

- /I - ~c 

~§ f-- t--

t-- t-- t-- ---- - f-- f--

0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-eme.tteur en 

V BE satfonction du courant collecteur 
IV) 

~=5 
'8 --

1,6 --

1,2 

If -- -

, V --< V tc~'::' / 
~"oc ,']: 

? 
\.c?J,se 

1-' 

0,8 

0,4 

° I 
4 6~OO 2 4 6810, 2 4 IC(A) 
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BUV 24: 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR·SASE VOLTAGE 
Capacir" de sortie en fonction de la 

e22!:. tension co/leereur base 

(pF ) tease - 25°C 

'I 

I" 
r-.. 

1\ 
'\ 

'\ 

4 4 

r\ 
'", 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 

8/8 

Temps de commutation en fonction du 
t courant collecr.eur 

(,us) 
8 VCE - l 90 V 

6 

~~5 
IS Tease ~ 250 C 

I" 
I' f'.. r-.,. ts 

......... ......... 
~ V 
~ t::::. 

Ir 
tf ~ 

4 V ./ 

1\ I<: v V 
r ~ton 

4 8 12 16 
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15 

10 

5 

o 

TRANSITION FREOUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frequence de transition en fonction du 
courant co/leereu, 

) VCE ~ 15 V 

tease = 25°C 

IL' ........... 

/' 
/ 

!\ 
\ 

IC(A) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE D~RATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de reduction de /a rtlslstance rhermique en 

K r4gime d'imoulsions 

i.ooI!: 

6 8 I D~ :- iiiJ! 

~l ~tI 

rrt·f-' ~~ V 
b ",0,\ ,,; 

"m~ol 
'" 

4 

l-:II 
'<> :::~ 8 

V T 
6 

4 Zth:::;: K Rth 

2 ill 



~ THOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

High speed, high voltage, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, haute tension 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and ISIB derating 
Variation de dissipation et de I S/8 

100% 

75 

50 

25 

o 
~o 100 150 T ","se(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VAL.EURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

CoJlector-base voltage 
Tension coll«teur-base 
Collector .. mitter voltage 
Tension collecteur.emetteur 
Collector~mitter voltage 
Tension collecteur.emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur.Ametteur 
Emitter-base voltage 
Tension emetttwr-base 
Collector Current 
Courant collecteur 
Base current 
Courant base 
Power dissipation 
Dissipation de puissance 
Storage and junction temperature 
Temp~rature de janet/on et de stockage 

Junction.case thermal resistance 
Resistance thermique jonetion baftier 

50. rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
T61: tl1 788-50-01 Telex :610560 

RBE = 100 n 

VSE =~ 1,5 V 

to =10ms 

T case 25 °C 

max 

527 

BUV25 
NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED 

TRANSISTOR SILlCIUM NPN, TRIPLE DIFFUSE 

VCEO 500 V 

IC 15 A 

Ptot 250W 

VCEsat (8 AI ';;1 V 

tf (8 A) .;; 1,6/1$ 

Case 
B .. TO 3 ( CB 19 I 

oltler 

,\ ~~---------1'~ --=-==-_0 
--.---

E 
B 

T case = 25°C 

VCBO 500 V 

VCEO 500 V 

VCER SOO V 

VCEX 500 V 

VEBO 7 V 

'C 15 

'CM 20 
A 

IS 3 A 

Ptot 2SO W 

tj 200 
Tstg ~65 +200 °c 

0,7 

Janvier 1980 1/8 



BUV 25 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES STA TlOUES 

._------- .. - .. _._------,--

----

Collector-emitter cut-off current 
Courant r~siduel collecteur-emerreur. 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetreur 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emerteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage emetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur ststique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter sa-turation voltage 
Tension de saturation coJ/ecreur-emetteur 

Base·emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-emetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/S 

8 <;;;2%' 

Test conditions 
Condlt/ons de mesure 

-- f-. 

VCE = 400 V 
ICEO 

IS =0 

VCE = 500 V 
VSE = -1,5 V 

ICE X 
VCE = 500 V 
VSE =-l,5V 

tease = 125°C 

VES = 5 V 
lEBO 

IC =0 

IC = 200 mA 

IS =0 VCEO(sus) 
L = 25mH 

IE = 50mA 
V(BR)EBO 

IC =0 

VCE = 4 V 

IC =4A 

h21E * 
VCE = 4 V 

IC =BA 

IC =4A 

IB = O,SA 

VCE,at * 
IC =SA 

IB = l,6A 

IC =SA 
VBEsat * 

IB = l,6A 

VCE = 140V 
t = 1 s 

·IS/B 

VCE = 20V 
t = 1 s 

528 

Min. 

500 

7 

15 

S 

0,15 

12 

(Unless otherwise stated) 
(Saul mdicatlOnscontralres) 

Typ. Max. 

3 mA 

3 mA 

12 mA 

1 mA 

V 

V 

~O 

0,2 0,6 V 

0,6 1 V 

1,2 1,5 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES (pour petits signauxl 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Transition frequency 
VeE = 15V 

FrtJouence cte. transition 'e =2A 
f = 10 MHz' 

Turn-on time 'e =8A 
Temps total d'etablissement (fig. 2) 

IB = 1,6A 

Ie =8A 
Fall time 
Temps de decroissance 

(fig. 2) IBl = 1,6A 

IB2 = -1,6A 

Ie =8A 
·Carrier storage time (fig.2j 'Bl = 1,6A 
Retard a la decroissance 

IB2 = -1,6A 

529 

Min. 

'fT 8 

td + tr 

'tf 

ts 

BUV25 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicationscontrairesJ 

Typ. Max. 

MHz 

0,9 1,8 !lS 

0,9 1,6 !lS 

3,5 5 !lS 

3/8 
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101 

, 

10-1 

-Tease 25 0 C 

DC operation 
- Regime continu 

----- Pulsed operation 

10-2 

100 

4/8 

I I 
Regime im~u~Si?Trl 

4 5 6 78 101 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

\"0 
0,,- \ ~'" 
1\ \ 

\ , 
\ \ , 

\ \ 
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"0 

" 
-v~ , , 

"?~~ '''0~6'0 
\ ',t:b '-v~ .:;:r -v", " , 

\ ! 
\ I 

\ 
\ : 

\ , , I 
\ \ 

, I 

, , : 
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I 
\ I 

\ \ , 
\ 

\ "-, , ... 

1\ '\ '- , , 
" , 

\ , , 

"- '\ 

" '\ 

4 5 6 7 8 102 4 5 6 7 
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TEST CIRCUIT 
MONTAGE OE TEST VCEOlsus) (fig. 1) 

Note: 

test transistor ~OHZ 
cr ____________ ~t~rn~n~"~.ro~'e~n~re~'t~ 

RS = 100!l 
0+ 10 V 

In 
lW 

horizontal 
horizontal 

Ic lmA ) 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point" A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque fa trace passe au-deJa du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) Ifig.2) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION let oscil/ogrammes) 

-~ 

o.I----4 __ t off 

IS1 and 182 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 
'81 et '82 sont mesures avec une sonde TektrOnix 
P6027 et Amplificateur type 134 

531 

Vee =100V 
Re = 12,5 n 
RS = 3,9 n 

RC - RB : non inductive resistances 
tp : Pulse width - 10 J-IS 

Forme factor -::;,;; 1 IX, 
Rise and fall time ~ 50 ns 

resistances non inductives 
Largeur d'/mpu/sion 10 p5 

Fat: teu r de forme .: 1 ')~, 

Temps de mOil ree et descente' 50 "5 

BUV25 
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BUV25 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOL TAGE 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 

6/8 

Courant collecteur en fonction de la tension 
Ie 'collecteur-tlmerreur 

IA) 

I C ~/~;a~t co::,c~ur en fonerion de Ja tension 
CUT- e eur 

IA) 

i 
i 

0,4 

0,3 

41-1r'~+=*--4=---l-+--+-+-+- 0,2 

2"""=+--+------11-+-+-+-+-+-+---1 0,1 

h21E 

90 

75 

45 

30 

15 

o 
o 20 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant co/Jecteur 

VCE =4 V IC~3mA 

I--f----00 

~'"'~ 1\ 
I-,~~ 

~ ~t-- L.--

k~TIW ~ - f---

~ 

532 

l6mA 

I 
14mA 

')mA 
1 
16mAI 

L~ 
IsJ 
14mh 

18 =2 ~A I 
40 60 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES TYP/QUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE·EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonerion de la tension base­

'e emetteur 

(mAl V CE = 4 v+_I-+U-IJ+--+_+---+_~ , 

I I 
I 

0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation co/Jecteur-emetteur en 

V CE sa fonerjon du courant coJ/ecteur , 
(VI 

f-=5 
B 

1,6 

1,2 

0,8 

/ 

o 

L OV . SoC 7/~{' ---: ""'1£ tease ~~4 

0,4 

533 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en loner/on de la tension 

Ie base-emerreur 

(A 

• 
4 

4 

I VCE 41i 

'l'b0C 

~-'\c,ao;e ",-,oC_ 
~ 

-- '" ,2 
~ '-ca~e 

'(f 

II 
/ / 

I 

i 
0,4 0,8 1,2 

BASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-eme.rteur en 

V BE sa fonerion du courant collecteur t 
(Vr 

f- =5 
B 

1,6 

/ 
1,2 

/. 
?~/ 

- _'0·<1' / 

--~ / ~\ -"".",.".. '\.c'34-

I 

0,8 

0,4 

o I 
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BUV25 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES TYPI.aUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR·BASE VOLTAGE 
Capacire de sortie en foncrlOn de la 

c u - a C22b tension colle te r b se 

IpFI tease = 25°C 

8/8 

t 
(~S) 

8 

2 

'" I'" \. 
r\ 

4 6 810
' 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonctlon du 

ant collecteur cour 

1\ 

V CE =100V 

t, 'C 5 
..... t--... 'B I I 

t-. t- Tease = 250 C 

t-. t-- -
8 .t ~n ...... 

..;V V 
6 

4 
~ L.-L.-J....- V -If 

2 

1 

o 2 4 6 8 

I 

15 

10 

5 

o 

K 

6 
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TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
FnJquence de transition en foner/on du 
courant collecteuf 

V CE =15V 
f =10Mhlz 

tease = 25°C 

- r-. 

V ~~ 

'c IAI 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE D~RATING 
FACTOR UNDER PULSES CONOiTIONS 
Facteur de reduction de /a resistance thermique en 
e· d'· I· r glme ImpUSlons 

~ 

h 05 
L.-- ~ 

k;:f/ 

r1t~ V~ V 
0- 0 ,' t..,.... 

tTI~~/ 
~ 

<> +-1; 
'0 

=~ 
V I. 

T 

Zth=-KR th 

ru 



~ THOMSON-CSF SUPERSWITCH 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

TENTATIVE DATA 

SUPERS\NITCH 

HIGH SPEED TRANSISTOR SUITED FOR LOW VOLTAGE 
APPLICATIONS: 

HIGH FREQUENCY AND EFFICIENCY CONVERTERS 
SWITCHING REGULATORS 

MOTOR CONTROL 

Data sheet tailored for switching applications 

• Low saturation voltage 
-Fast turn-on and tum-off 

-Base drive.pecified for different valu .. of Ie 
·Wid, surge araB 

TRANSISTOR TRES RAPIDE ,AOAPTE AUX APPLICATIONS 
BASSE TENSION: 
CONVERTISSEURS HAUTE FREQUENCE ETA HAUTRENDEMENT 

REGULATEURS A DECQUPAGE 
COMMANDE DE MOTEUR 

Spkifications splJcialement t1ruditles pour I. commutation 

-Fa/ble tension de ssturstion 
*Mise en conduction fit blocage rap/de 

·Commande de base speclfiiNJ pour difMrentfJI valeurs de Ie 
*Airs de surcharge 'tenduB 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES O'UTI LlSATION 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur tp~10 ms 

Base cu rrent 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction-boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tei. : (1) 788-50-01 Telex: 610560 F 

tp~'O ms 

Tease 25 aC 
Tease 60 °C 

max 

535 
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FAST NPN SWITCHING TRANSISTOR 

TRANSISTOR NPN DE COMMUTA TlON RAPIDE 

VCEOsus 90V 

VCEX 180 V 

ICsat 12 A 

ICSM 50A 

tf ( 125 DC ) max O,15ILs 

~:~~jer TO 220 AB (CB 117 ) 

" C E 

VCEO 90 V 

Vcao 180 V 

VEaO 7 V 

IC 14 
ICM 25 

A 

la 4 
IBM 6 

A 

Ptat 
85 

W 
65 

Tj -65+175 °C 



BUV26 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACT~RISTlaUES ~LECTRIQUES" 

SYMBOLS TEST CONOITIONS - CONOITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIOUES A L'eTAT aLOOUe 

VCEOsus 90 V IC = 0,2 A, la = 0, L = 25 rnH 

V(BRIEBO' 7 30 V IC = 0, IE = 0,05 A 

ICE X 1 rnA VCE = 160 V, VaE = 1,5 V, Tease= 125°C 

ICER 3 rnA VCE = 160 V, RaE = 50 n, Tease = 1250C 

IEaO 1 rnA VEa = 5 V,IC = 0 

ON CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIOUES A L'eTAT CONDUCTEUR 

VCEsat* 
0,6 V Ic=6A,la=O,6A 

1,5 Ic=12A,la=l,2A 

VaEsat* 2 V IC = 12 A, la = 1,2 A 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIOUES DE COMMUTATION 

On resistive load - Sur charge resistive 

'on 0,4 .. 0,45 

'f 0,12 

On inductive load - Sur charge inductive 

0,5 

" 
0,04 

0,6 

~s 

0,25 

0,15 
~s 

VCC=50V,IC = 12A,Ial =-la2= l,2A 

Vae = -6 V, Ra2 = 2,5 n 

Tj = 1250C 

Tj = 25 0c 

Vee = 50 V. Ie = ICsat. 'Send = ISsat 

Va = - 5 V, La = 0,5 ~H 

* Measured with pulses tp = 300}J5 [) ~ 2 % .... T case 25 oC Unless otherwise stated 

2/6 
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IC 
(A) 

100 

100 

75 

50 

25 

o 

I " - --- __ .... _q)lO 
.. ~'J'1! 

O"~~\~~\"'~ 
~\~~ ", 
'\. I 

" ~, 

i" 

Tea •• 60 a e 
_ DC operation 
___ _ MonopulH 

4 10 20 40 100 200 VCE(V) 

FIGURE 1 : DC and pulse area 

i'. ...... 

"'~ I. 
~ 

" ~e 

'" 10, I'--. 
f'. ........ 

i'.. 

'" " o 25 50 75 100 125 150 Tcase(OC) 

FIGURE 3 : Power and ISIS deratinG 'IS case temperatura 
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VCE 
(V ) 

lao 

160 

140 

120 

100 

80 

! 

I 

i 

I 
! I 

! r\ 
i 

! I 

I 

I 
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I 
i I i 

i i 

~ 
! 

i 

\ 
! 

I 
r'\ ! 

I 

i11 
100 2 5 101 2 5 1022 5 103 2 5 104 RBE(n) 

FIGURE 2 : Collector-emitter yoltage 'IS base-amitt.r resistance 

K &.0.8 

6>"'0.5 
r.:;.. 

4 &.04 

I-' ..... " ro·3 -I--I-~ ~ ~ 2 ..... V t2 l- I-' I--' V 1 .... Zt~ = Rt~ • K f-
8f-t-G,' 

V I I 
6! ~i~'P 

~# Ht~ 
1--1- I-I--1 ",,0 

WO I 1 
1 ' ~'. =~t:/T ;~ --

2 i_ 1_ +--+- +- ;-
2 i i i 10' 

101 2 5 102 2 5 103 2 5 104 2 5 105 tp(~51 

FIGURE 4 : Transient thermal response 
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" 
80 r--~o 

\." 

- ~. 
~C'I'\ 

80 

~ , 
,..-~oc ~ ~ 

40 

- ~ -20 

o 
o 4 8 

VBE 
(VI 

1.4 

1,2 

0,8 

FIGURE 6 : DC current gain 

", 

,Ie 6A 

-~13A 

o 0,5 1,5 

FIGURE 8 : Base characteristics 

~ 

12 

Ie 

2 

JeE =15v_ 

~ ...:=-

16 Ie (AI 

12A 

2,51B (AI 

VBEr---r---,---,---,---,---,---,---' 

VeE le/lB = 10 
(VI 

1,5 I---l--+--+-+--+=,....oj""'''''-;~--f 

0,5 1--+--+-..r'S""-;;; 

o 
o 

FIGURE 10 : Saturation voltage 
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IB 
(AI 

3 

2 

o 

veE 
(VI 

5 

4 

3 

o 

90 J conn1dence I -4°T;'1 
'1 

_125~ 
,'1/ 

'/ /25 0 e 

,'t/ I 
L 

~ 
....... ~ ~ 

o 4 8 12 16 Ie (AI 

FIGURE 7 : Minimum base current to saturate the transistor 

1\ 

1\ 
\ 
\ 

....... ,,- Ie 12A 

Ie 6A 
Ie 3A 

o 0,5 1,5 2,5 IB (AI 

FIGURE 9 : Collector saturation region 

Ie r---,--,---,--r---,--r--, 
(AI 

12 

10 ~---+----+---~ 

81---+----; 

6 

4 

1,1 1,3 

FIGURE 11 : Collector current spread VI base-emitter yoltage 
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o ".~WITCHING OPERATING AND OVERl~ 

IC 
IA) 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
. During the turn on 

. During the turn off without nevative base-emitter voltage 

and RBE OS;;; 100 n 

14 ~~--~--4---~-+--~--+---~-+--~ 

12 

10 '---I---+----+--_l_ 

8'--1----+---1---1--

6~-+-+-_I-+_ 

21---+--+---1---'-

o 
o 40 80 120 160 VcelV) 

FIGURE 12 :Forward biased safe operating area IFBSOA) 

FIGURE 14: Forward biased accidental overload area 

IFBAOA) 

F,gure 12: The hatched lone can only be used for turn on. 

Figures 14 and 15 : High accidental surge currents (I > 'eM) are 
allowed if they are non repetitive and applied less than 3000 ti­
mes dl..ring the component life. 

Figure 14 The Kellag network (heavy point) allows the calcu­
lation vi the maximum value of the short-circuit current for a 
given base current I B (90 % confidence). 

Figure 15 : After the accidental overload current. the R8AOA 
has to be used for the !<}rn off 

IC 
IA) 

14 

12 

10 

8 

6 

4 

o 

ICSM 
IA ) 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
During the turn off with negative base-emitter vol1age 

Ti~1250C 

ICend ;;'10 
IBend 

I I 
VBe; - 5 V 

I \ 
......... N. 

o 40 80 120 160 Vce IV) 

FIGURE 13 : Reverse biased safe operating ,Irea (RBSOAI 

Tj ~125 °C 

VBr-,v 

',-
o 40 80 120 160 VcelV) 

FIGURE 15 :Reverse biased accidental overload area 

IRBAOAi 

Figure 12 La zone hachuree ne doie etre utilise<~ que pour la 
mise en conduction. 

Figures 14 et 15: De forts courants de surcharge (I > leMJ 
sont permis s'ils sont non reperitifs ec appliques moins de 3000 
fOls dans fa vie du composant. 

Figure 14 : Le reseau de Keflog {trait grasJ permec h' cafcul de la 
valeur maximale du courane de cOUrt-circuit pour un courant de 
base donne 18 (90 % de confianceJ. 

Figure 15 : Apres Ie passage du courant de surcharge accidenrefle 
on ooit utiliser I'aire de surcharge accidente/le en oolansaeion 
inverse pour f'ouverture 

5/6 
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• 
1,..1 

0,4 

0,2 

0,1 

0,04 

0,02 

0,01 

V .--

10... 

RESISTlrE LOAI 
le/l s=10 
Vee=50V 

o 2 4 6 8 

FIGURE 16 : Switching times VI collector current 

(resistive load) 

BYX 6,-400 

~ 
'on 

'f 

10 lelAI 

" 
200 I---+---+_--+---+--~ 

175 I----+---+---l---....,.f~--_I 

150 I---+----+--~~--+_-

125 1---+-----"jL--:o,..jo<=---.,,_~==--~ 

100 L-__ ~~_-L __ ~L-__ ~ __ ~ 

• 
(psI 

0,4 

o 25 75 

FIGURE 17 : Switching times vs junction temperature 

INoue~IVE LOAO 

VSE 5V 
Vee_ 50V " le/ls = 10 

> 0,2 
ijl 

FIGURE 18 : Switching times test circuit on inductive load 
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0,1 

0,06 

0,04 

0,02 

0,01 
o 2 

tf 

4 6 8 

FIGURE 19 : Switching times vs collector current 
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'.' THOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS SUPERSWITCH 

TENTATIVE DATA 

SUPERSWITCH 

HIGH SPEED TRANSISTOR SUITED FOR LOW VOLTAGE 
APPLICATIONS: 

HIGH FREQUENCY AND EFFICIENCY CONVERTERS 
SWITCHING REGULATORS 

MOTOR CONTROL 

Data sheet tIIilored for switching applications 

-Low satu,.tion YOltete 
• Fast tum-on and turn-off 

*a. .. dri.e.pecified for different values of Ie 
·Wide surge .... 

TRANSISTOR TRES RAPIDE ,ADAPTE AUX APPLICATIONS 
BASSE TENSION: 

CONVER TISSEURS HAUTE FREOUENCE ETA HAUT RENDEMENT 
REGULATEURS A DECOUPAGE 

COMMANDE OE MOTEUR 

Specifications ,pecialement etudi6es pour I. commutation 

*Faible tension de IlIturafion 
·Mise en conduction et blocage rapide 

·Comt7Jllnds de b". sp6cifilJe pour difffJrentes valeurs de Ie 
* Aire de surcharge etendue 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VAl.EURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-base voltage 
Tension collecteur·base 

Emitter-base voltage 
Tension emerteur-base 

Collector current 
Courant col/ecteur tp~10ms 

Base current 
Courant base tp~10ms 

PO\N8r dissipation Tease 25 DC 
Dissipation de puissance Tease 60 DC 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

BUV27 
FAST NPN SWITCHING TRANSISTOR 

TRANSISTOR NPN OE COMMUTA TlON RAPIDE 

Ca .. 
BOitier 

VCEOsus 

VCEX 

ICsat 

ICSM 

tf( 125 0 C) max 

TO 220AB (CB 1171 

" 
E 

VCEO 120 

VCSO 240 

VESO ., 
IC 12 

ICM 20 

IS <I 

ISM !; 

8.5 
Ptot 6!5 

120 V 

240 V 

SA 

40A 

0,15/15 

Tj -65 +175 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

°C 

Junction-case thermal resistance ~ 
...... R_tlS_;s_t_.n_c_e_'h_e_rm_;q_u_._io_n_c_';_on_-_bO_;_';_8r _______ ma_' ________ ..1-______ ...J. ___ 1 '_7'~ 

50. rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. (1l 78S-50-01 Telex: 610560 F 
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BUV27 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES •• 

SYMBOLS TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIQUES A L'eTAT BLOQUe 

VCEOsul 120 V IC =0,2 A,IB =0, L =25 mH 

VIBRIEBO' 7 30 V IC =O,IE =0,05 A 

ICEX 1 mA VCE = 240 V, VBE =-1,5 V, Te ... = 125 DC 

ICER 3 mA VCE = 240 V, RBE = 50 n, Tea .. = 125 DC 

lEBO 1 mA VEB =5 V,IC =0 

ON CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIQUES A L'eTAT CONDUCTEUR 

0,7 IC =4 A,IB=O,4 A 
VeEsat- V 

1.5 IC=BA,IB=O,BA 

VBEIII'I- 2 V IC =B A,IB =O,BA 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIQUES DE COMMUTATION 

On .... istive load· Sur charge r6sistive 

'on 0,4 0,8 

to 0,5 1,2 ,.. VCC =90 V,IC=B A IBI =O,BA 

" 0,12 0,25 
VBE=-6V, 

On inwctiveload - Sur charge inductive 

0,6 Tj =25OC 
to 

2 TI=126 DC VCC = 90 V, IC = ICoat IBend = IBII' ,.. 
VB=-6V,LB=Ij1H 0,04 Tj=25 DC 

" 0,15 Tj=125 DC 

* Measured with pulses tp = 300 III 6 ~2" •• T case 25 0C Unless otherwise stated 
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FIGURE 6: DC current gain 
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FIGURE 8: Base characteristics 
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FIGURE 10 : Saturation voltage 
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fiGURE 7 : Minimum base current to saturate the transistor 
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FIGURE 9 : Collector saturation region 
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BUV27 

SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 

. During the turn on 

. During the turn off without negative base-emitter voltage 
and ACE ~ 100 n 

12 ~-+--~--+-~--~--4---+--4---+--4 

10 

8 f--+-+--+~+-, 
sl--t--+---t--1--'i 

41--t--+---t--1-

2f--+-+--+-+---H 

o 50 100 

FIGURE 12 :Forward biased safe operating area (FBSOA) 

ICSM '---"---'---"'-"""T'"-~--,--,.------, 
(AI 

o 20 40 60 

FIGURE 14; Forward biased accidental overload area 

(FBAOAI 

Figure 12 : The hatched zone can only be used for turn on. 

Figures 14 and 15 ; High accidental surge currents (I > leM) are 
allowed if they are non repetitive and ,applied less than 3000 ti­
mes during the component life. 

Figure 14 : The Kellog network (heavy point) allows the calcu­
lation of the maximum value of the short-circuit current for a 
given base current I B (90 % confidence). 

Figure 15 : After the accidental overload current, the RBAOA 
has to be used for the turn off. 

IC 
(AI 

12 

10 

8 

s 

4 

o 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
- During the turn off with negatiye base·llmitter yoltage 

Tj ~1250C 

VBE=-5V 

I I 
I I 

ICend ;;;':10 
1Beid 

I 
........ r-. 

o 50 100 150 200 VCE (VI 

FIGURE 13 : Reyerse biased safe operating area (RBSOAI 

ICSM 
(AI -' I 

Tj~1250C 

545 

40 

30 

20 

10 VBE =-5V 

I I 
o 1'--

o 50 100 150 200 VCE (VI 

FIGURE 15 :Reverse biased accidental overload area 

(RBADAi 

Figure 12 : La zane hachuree ne doir etre ur.lisee que pour la 
mise en conduction. 

Figures 14 et 15 De forts courants de sure/large (J > 'eM) 
sont permis sOils sonr non repetitits et applique.; mains de 3000 
fois dans la vie du composant. 

Figure 14 : Le reseau de Kellog frrait gras} permet Ie calcul de la 
valeur maximale du courant de court-circuit pO'Jr un courant de 
base donne I B (90 % de confiance). 

Figure 15 ; Aprth Ie passage du courant de surchuge aecidenrelle 
on doft utiliser rafre de surCharge accidenrelle en polarisation 
inverse pour I'ouverture. 
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FIGURE 18 : Switching times test circuit on inductive load 
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~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEUAS DISCRETS SUPERSWITCH 

TENTATIVE DATA 

SUPERSWITCH 
HIGH SPEED TRANSISTOR SUITED FOR LOW VOLTAGE 
APPLICATIONS: 

HIGH FREQUENCY AND EFFICIENCY CONVERTERS 
SWITCHING REGULATORS 

MOTOR CONTROL 

Dota _ "'ilo .... for switching _li .. tions 

* Low tatumion voItege 
·Fast tum...". .nd tunHrff 

-_ drivo_lfied'for d~ voIu_'" IC 
·Wi ....... ,.. 

TRANSISTOR TRES RAPIOE ,ADAPTE AUX APPLICATIONS 
BASSE TENSION: 

CONVERTISSEURS HAUTE FREOUENCE ETAHAUTRENDEMENT 
REGULATEURSA DECOUPAGE 

COMMANDE OE MOTEUR 

Spkific»tiofll qJki.'emenr ItudilJft pour I. commutlltlon 

-F8ible tension de saru,.tion 
eM;" en conduction fit blOCIIgIIreplde 

·ComtnIIfJde de baN qJkifile pour difNlfJntel .,elllun dille 
• Ai,. de .un:hllfgtllltendw 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUESI 
VALEURS LlMITES ABSOLUES O'UTI LlSATION 

Collector-emitter voltage 
Tension collfICteur4mt1fteur 

Collector-base voltage 
rtm,;on collecteur·blll. 

Emitter-base voltage 
Tension ~m.tt.ur-bB$fI 

Collector current 
Courant collecteur 'p"10ms 

Base current 
Courant basil 'p"l0ms 

Power dissipation Tease 25 oc 
Dissipation d. puissance Tease 60 oc 

Junction temperature 
Tflm~raturfl dfl jonction 

BUV2B 
FAST NPN SWITCHING TRANSISTOR 

TRANSISTOR NPN DE COMMUTA TlON RAPIDE 

VCEOsus 200 V 

VCEX 400 V 

ICoat 6A 

ICSM 25A 

tf (125 °Clmax 0,2 j.IS 

C .. T0220AS(CB117) 
Boitier 

., 
E 

VCEO :200 V 

VCBO 40(1 V 

VEBO 7 V 

IC 10 
A 

ICM 15 

IB 2 
A 

iBM 4 

Ptot 
85 

W 
65 

Tj -65+175 DC 

( 
Junction-case thermal resistance ~ 

~_R_h_~_~_n_~ __ M_._rm __ ~_u_._~_n_cr_w_n_~~O~i_ue_r ______________ m_._x ________________ L-____ R_'_h_(j-C __ I ____ -L ___ l_,_71~ 
50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P, 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tei. : (1) 766-50-01 Telex: 610560 F 
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BUV28 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES" 

SYMBOLS TEST CONOITIONS - CONDITIONS OE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACT~RISTIQUES A L'~TAT BLOQU~ 

VCEOsu. 200 V IC =0,2 A, IB =0, L = 25 mH 

VIBRIEBO' 7 30 V IC =0, IE =0,05 A 

ICEX 1 mA VCE =400 V, VBE = -1,5 V, Tease = 1250C 

ICER 3 mA VCE = 400 V, RBE = 50 n, Teas. = 1250C· 

lEBO 1 mA VEB = 5 V, IC = ° 
ON CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIQUES A L'eTAT CONDUCTEUR 

1,5 
VCEsat* 

0,7 
V 

IC =3 A, IB =0,3 A 

VBEsat4 2 V 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIQUES DE COMMUTATION 

On resistive load ~ Sur charge r6sistiva 

0,3 

0,5 1,5 

'f 0,1 0,25 

On inductive load· Sur charge inductive 

" 3 

0,04 

0,2 

~. 

VCC = 150V, IC =6 A, IBl =0,6 A 
VBE=-6V,RB2=5n 

Tj=1250C VCC = 150 V, IC = IC ••• , IBend = IBsa' 

VB =- 5 V , LB = 3 ~H 

• Measured with pulses tp _ 300 JJ$ lj ~ 2 " •• T case 25 0C Unless otherwise stated 
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FIGURE 1 : DC and pulse area 
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FIGURE 3 : Power and ISIB derating vs case temperature 
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FIGURE 2 : Collector--emitter voltage vs base-emitter resistance 

FIGURE 4 : Transient thermal response 
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VCE = 5 V 

so I=-~~,-I 
t--rt~ \ 

* 1\ 
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FIGURE 6 : DC current gain 
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FIGURE 10 : Saturation voltage 
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FIGURE 7 : Minimum base current to saturate the transistor 
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-FIGURE 9 : Collector saturation region 
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DUV ~D 

SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 

. During the turn on 

During the turn off without negative base·emitter vol1age 

and RBE ~ 100 n 

IC r---r---r---~--'---'---'---'---' 
(AI 

10 L_--L_Llmn 

81---11---1----+-'>.,.-

6 1---11----+----+---

4 

2 

o 
o 100 200 300 VCE (VI 

FIGURE 12 :Forward biased safe operating area (FBSOAI 

ICSM _-~-~-~_-_-_-~-~-~-~ 
(AI 

15 

10 

5 

50 100 150 200 VCE (VI 

FIGURE 14: Forward biased accidental overload area 

(FBAOA) 

Figure 12 : The hatched zone can only be used for turn on. 

:Iil;~:~ ~;' t~~~ !~e ;n~~~ea;eCti~~vnet~ns~r:;p~~el~:~ ~Ih;nl~doa;j~ 
mes during the component life. 

Figure 14 : The Kellog network (heavy point) allows the calcu­
lation of the maximum value of the short-circuit current for a 
given base current IS (90 % confidence). 

Figure 15 ; After the accidental overload current. the ASAOA 
has to be used for the turn off. 
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TRANSISTOR REVERSE BIASED 

.' During the turn off with negative base-emitter voltage 

I 
Tj ~125 DC 

'I, 

VBE;-5V 

'Cend ~10 
'Bendl 

~ 
........ 

o 
o 100 200 

t--
300 VCE(VI 

ICSM 
IAI 

25 

20 
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o 

FIGURE 13: Reverse biased safe operating area (RBSOAI 

! Tj~1250C 

\ 
f---- --

I----

~ 
VBE;- 5V 

N 
o 100 200 300 VCE (Vi 

FIGURE 15 :Reverse biased accidental overload area 

(RBAOA) 

Figure 12 : La zone hachuree ne doit etre utilisee que pour la 
mise en conduction. 

Figures 14 at 15 : De forts courants de surcharge (J > leM) 
sant permis s'ils sont non repetitifs et appliques moins de 3000 
lois dans la vie du composant. 

Figure 14 : Le reseau de Kel/og (trait gras) permet Ie calcul de la 
lIaleur max/male du courant de court-circuit pour un courant de 
base donne I B (90 % de can fiance). 

Figure 15 : Apres Ie passage du courant de surcharge accidentelle 
on dOlt utiliser I'aire de surcharge accidentelle en polarisation 
inverse pour rouver(ure 
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FIGURE 18 :5witching times test circuit on inductive load 

INOUCTIVE LO!!,!-

0,4 

0,2 

0,1 

0,06 

0,04 

0,02 

0,01 
o 

t, ", 

tf_ 

VBE=-5V 
VCC=150V 
IC/IB= 10 

2 3 4 5 
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f~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

SUPERSWITCH BUV36 
NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTOR 

TRANSISTOR NPN HAUTE TENSION DE COMMUTATION 

ADVANCE INFORMATION 

SUPERSWITCH 

HIGH VOLTAGE, HIGH SPEEO SWITCHING NPN POWER TRAN­

SISTOR IN TO 220 CASE_ 

OESIGNEO FOR USE IN CONVERTERS, INVERTERS, SWITCHING 

REGULATORS AND POWER SWITCHING APPLICATIONS_ 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VAl.EURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-~mefreur 

Collector-emitter voltage 
Tension colJecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emettflur-ba$8 

Collector current 
Courant coliectfJur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de joncrion 

Junction-case thermal resistance 
Rflsistance thermique janetlon boitiar 

50. rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. : (1) 788-50-01 Telex· 610560 F 

VBE ;-l,5V 

tp~5 ms 

tp~5ms 

Tease 50 DC 

max 

553 

Ca .. 

Boitier 

VCEOsus 

VCEX 

ICsat 

tf (max) 

TO 220 

VeEO 

VeEX 

VEBO 

Ie 
ICM 

IB 
IBM 

Ptot 

Tj 

400 V 

800 V 

lA 

O,4Ja 

,I 
ee 

400 V 

800 V 

7 V 

2 
3 

A 

0,75 
1,5 

A 

50 W 

-65+175 oe 

2,5 °C/W 
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BUV36 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACT£RISTIOUES ELECTRIOUES" 

SYMBOLS TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES A L'ETAT eLOOuE 

VCEOsUI 400 V IC =0,2 A, Ie = 0, L = 25 mH 

200 ~A Tease 25 oc f VCE = 800 V ICES 
1 mA Tease 125 oc 

lEBO 1 mA VEe=5V,lc=0 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES A L'ETAT CONDUCTEUR 

h21E 50 VCE = 5 V, IC = 0,1 A 

1 IC = 1 A, Ie = 0,2 A 
VCEsat- V 

0,5 IC =300 mA,le = 30 mA 

VBEsat* 1,1 V Ic=lA,le=O,2A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

I 6 MHz f = 1 MHz, IC = 200 mA, VCE = 10 V 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DE COMMUTATION 

Resistive load· Charge ritsistive 

ton 0,2 0,5 

.. 1,7 2,5 ~s 
VCC = 250 V, IC = 1 A 

tf 0,4 
lel = 0,2 A, le2 = 0,4 A 

.. Measured with pulses tp = 300 ,",5 6 ~ 2 % •• T case 25 0C Unless otherwise stated 
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'.' THOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

Power monolithic Darlington, specially intended for 
use in automotive ignition circuits. 

Darlington monolithique de puissance spkialement 
conr;u pour I'allumage electronique automobile 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS L1MITES ABSOLUES O'UTI L1SATION 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur..emetteur 

Collector current 
Courant collecteur tp<10ms 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 

Dissipation de puissance 

Junction temperaturA 

Tttfflperature de jonction 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction-boitier 

50. rue Jean-Pierre Timbaud· S.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. : (1) 788-50-01 Telex: 610560 F 

T case 25 oC 

555. 

BUV 37 
NPN HIGH VOLTAGE DARLINGTON 

DARLINGTON NPN HAUTE TENSION 

VCEOsus 

VCEsat ( 10 A ) 

IC 

Ptot (250 C) 

Ca .. 

Boitier 
TOP 3 ICB 2441 

e 

Bo-'---f 

""140 n ""40 n 

VCEOsus 

Ie 
ICM 

18 

Ptot 

400 V 

<2V 

15 A 

100W 

fff 
BeE 

400 V 

15 
30 

A 

4 A 

100 W 

Tj - 65 +150 oe 

Rthlj-cl 

Novembre 19811/3 

f. \ THOMSON-CSF 
• iI;@li11lI?@~IIl!l'jfill 



BUV37 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIOUES eLECTRIOUES •• 

SYMBOLS TEST CONDITIONS - CONDITIONS OE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIOUES A L'eTAT BLOOUe 

VCEOsus* 111 IC =5 A,IB =0, L = 15 mH, VCEc!. =400 V 

ICEO IB =0, VCE =400 V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIOUES A L'eTAT CONDUCTEUR 

h21E* 20 VCE =5 V,IC= 15 A 

2 IC=10A,IB=O,15A 

VCESIIt* 1,5 V IC=7 A,IB=O,07 A 

2,9' Tease - 40 0C,IC _ 10 A,IB _ 0,15 A 

2,7 Tease = 25 DC 

1 VSEsat- V IC=10A,IB=O,15A 
3,5 Tcaso =-400C 

(1 )Collector-emittervoltagelimited at VCEcl. = 400 V by an auxiliary clamping circuit. 
Limitation de I. tflnsion VCEcl. = 400 V par syst8m" d'ec"tagII . 

• * T case 25 DC Unless otherwise stated 

2/3 
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IC 
(A ) 

100 

10-1 

10-2 

ESM 233-C 400 

Pulse frequency : 50 Hz 
Pulse duration adjusted for leend = 10 A 
Pulse amplitude adjusted for 18 = 0,15 A 
Test duration: 1 sec. 

5mH 

FrequBnce dBS impulsion s : 50 Hz 
Largeur de /'impulsion ajust6e pour ICend = 10 A 
Amplitude d';mpu/s;on ajustee pour I B = 0,15 A 
Duree du test: 1 sec. 

BUV37 

Dissipated energy per pulse =tLl2end = 250 mJ Energie dissipee 8 cheque impulsion :tLl28nd = 250 mJ 

~-

r--
~ --

FIGURE 2 : Second breakdown fonetioRnal test 

:-Ht l4C q, -- -~ -~i:'-:- - - .. ?O;' !-.... ~ ~,ts~_I<0'" ~~ 
Oc':::":::~"":l""" • - '>I. .. .... 

~ ... ~ \ .... 

_ Tease 250(; 
_ DC operation = Monoptllse 

4 6 10 20 

\ ' .. 
'\ \ 

\ \ 
\ .... 

"- ~- .. 

" 40 60 100 200 400 VCE 
(V) 

FIGURE 3 : DC and pulse area FIGURE 4 : Transient thermal response 

100 

50 

o 
o 

" " r\. "\ 
" ~ 

50 100 150 

fiGURE 5 : Power derating vs case temperature 
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~ THOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS BUV39 

FAST SWITCHING POWER TRANSISTOR 

TRANSISTOR DE PUISSANCE DE COMMUTA nON RAPI DE 

ADVANCE INFORMATION 

HIGHER EFFICIENCY DUE TO : 

- Faster switching times 
- Lower switching losses 
- Lower on sta1e voltage drop 
- Base current requirements 

NEW OAT A FOR WORST CASE DESI GN 

_ Characteristics specified at 100 DC 

NEW DATA FOR OPTIMAL DESIGN 

- Very low saturation voltage and high gam for reduced 
load operation 

- Turn-on and turn-off tail specifications 
- Turn-on dle/dt for better rectifier choice 
- Switching times specified with and without negative 

base drive 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector-emitter voltage 
Tension coJlecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
VBE = - 1,5 V 

Tension collecteur-emetteur 

Emitter·base voltage 
Tension emetteur·base 

Reverse bias base power dissipation ( B.E junction in avalanche) 
Dissipation de puissance base..emetteur en avalanche 

Collector current 
Courant collecteur 

Sase current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Thermal resistance junction~ase 
Resistance thermique jonction·boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - 8.P. 5 
F - 92403 Courbevole Cedex FRANCE 
Tel. (1)788-50-01 Te)ex 610560 F 

Tease 25°C 

max 

559 

VCEOSU5 90V 

VCEV 160 V 

VCEsat ";0,9 V 

ICsat 15A 

ICSM lOA 

tfi ( 100 DC) ';;0,3115 

Cas. 
Boitier 

TO 3 I CB 19) 

B 

VCEO 90 

VCEV 160 

VEBO 7 

Pbase 1 

'CIRMS) 25 

leM 45 

'SIRMS) 6 

'BM 9 

Ptat 120 

Tj -65+200 

V 

V 

V 

W 

A 

A 

W 

°C 



BUV39 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS· CARACT~RISTIOUES ~LECTRIOUES •• 

SYMBOLS TEST CONDITIONS. CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS· CARACT~RISTIOUES A L:~TAT SLOOU~ 

VCEOtu. 90 V IS =O,IC =0,2 A, L = 25 mH 

VIBRIEBO 7 V IC _ 0, IE _ 50 mA 

ICEV 
1 

mA 
Tj _ 250C 

VCE = VCEV, VBE = -1,5 V 5 Tj = 1000C 

ICER 
1 

mA 
Tj_250C 

VCE = VCEV, RSE = 10 n 5 Tj = 100 0C 

lEBO 1 mA Ic _0, VBE- 5V 

ON CHARACTERISTICS· CARACT~RISTIOUES A L'~TAT CONDUCTEUR 

VCEsat 
0,85 1,2 

V 
Tj = 250C } IC = 20 A, IS = 2,5 A 

1,1 1,9 Tj = 1000C 

VCEsat* 
0,65 0,9 

V 
Tj _25°C 

IC=15A,IS=I,5A 
0,8 1,5 Tj = 100°C 

VCEsa'* 0,5 0,8 V 
Tj _ 250C 

IC = 7,5 A,IB = 0,375 A 
Tj = 1000C 

VBEsat* 
1,6 1,9 

V 
Tj _25°C 

IC = 20 A, IS = 2,5 A 
1,7 2,1 Tj = 1000C 

VBEsat* 
1,4 1,7 

V 
Tj=250C 

IC=15A,IS=I,5A 
1.45 1,8 Tj = 1000C 

SWITCHING CHARACTERISTICS· CARACTeRISTIOUES DE COMMUTATION •• 

SWITCHING TIMES ON RESISTIVE LOAD· TEMPS DE COMMUTATION SUR CHARGE ReSISTIVE Ilig.l1 

" 0,75 1,1 

" 0,55 1 ~s 
VCC = 72 V,IC = 20 A,IBI = 2,5 A 
RS2= 1 n, VSS =5V.tp=30~ 

'f 0,12 0,25 

TURN·ON SWITCHING CHARACTERISTICS· CARACTeRISTIOUES DE COMMUTATION A LA MISE EN CONDUCTION Ilig.21 

die/dt 
50 

A/~s 
Tj =25 0C } RC=O,VCC=72V, 

45 Tj = 1000C IBI = 2,25 A 

VCE 12~1 
1,7 

V 
Tj _250C 

I 2 Tj=1000C RC = 4,S n 

1,0 Tj =25 OC VCC = 72 V 
VCE 14 ~sl 1,5 V Tj = 1000C lSI = 1,5 A 

TURN·OFF SWITCHING CHARACTERISTICS· CARACTeRISTIOUES DE COMMUTATION A L'OUVERTURE (lig.31 

ON INDUCTIVE LOAD· SUA CHARGE INDUCTIVE 

With negative bias· Avec polarisation negative 

tsi 
0,75 1,2 

~s 
0,95 1.4 

'Ii 
0,09 0,2 

~s 
0,15 0,3 

tti 
0,03 

~s 
0,06 

tc 
0,14 
0,3 

~s 

Without negative bias - Sans polarisation negative 

tsi 
1.4 
1,85 

~, 

tfi 
0,7 

~s 
1 

tti 
0,22 

~s 
0.44 

*'" Tj = 250C Unless otherwise stated * t'ulsed 

Tj =25 0C 
Tj=1000C 

Tj = 250C 
Tj=100 0 C 

Tj =25 0C 
Tj = 1CO oC 

Tj =25 0C 
Tj=1000C 

Tj =25 0 C 
Tj = lDaoe 

Tj =25 0 C 
Tj = 100°C 

Tj =25 0 C 
Tj = 100°C 

2/4 
Impulsions tp';;; 300 I1S 

560 

IC= 15A 
IS= 1,5A 

VSS=-5V 
AS2 = 1,7 n 
VCC = 72 V 
Vclamp• = 90 V 
LC =0,25 mH 

IC= 15A 
IS= 1,5A 

VSB=OV 
AB2 = 3,9 n 
VCC=72V 

Vclamp. = 90 V 
LC =0,25 mH 

Ii ,;;; 2 % 



FIGURE 1 : SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT ( RESISTIVE LOAD I 

llC RC i21 

t VCE 

FIGURE 2,: TURN-ON SWITCHING WAVEFORMS 

2Vi==t==t=~~====~ __ • 
-I2"'r--1 

IS I 

Ie 
(AI 

BUV39 

1,) Fast electronic switch 

Vee (2) Non·;n~1uctjve resistor 

, tri I 

(AI -. 4", '--
I I 

0,91S 

IS 1 
(AIL __ ~~~ _________________ -'. 

FIGuRE 3 a; TURN-OFF SWITCHING TEST CIRCUIT 

Le 

131 

Vclamp Vee 

FIGURE3 b: TURN-OFF SWITCHING WAVEFORMS (INDUCTIVE LOAD I 

IS 
IAII----..... : 

o,9lc 

tsi --+....1- tfi ... ttl ~ 
I I 
t--tc --, 

561 

(') Fast electronic switch 

(2) Non-inductive resistor 

(3) Fast recovery rectifier 

3/4 



BUV39 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
- During the turn on 
_ During the turn off without negative base-emitter voltage 
and 3,9 n .;; RBE .;; 50 n 

IC r-----.----,--,---r-----.--, 
(A) oc 

50~-_+--+_-~--4_--~-~ 

~~-_+--+_-~-4_4_--~-~ 

~~--+--+--~-4-4---~-~ 

10~-_+--_r--+_~ 

oL-__ L-__ L-__ L-~~~L-~ 
o 25 50 75 90 125 VCE (V) 

414 

FIGURE 4: Forward biased safe operating area (FBSOA) 

The hatched zone can only be used for turn-on 
La zone hacuree ne do;t 'tre utilisee que pour la mise en 
conduction 

562 

o 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
- During the turn off with negative base-emitter voltage 

IC 
(A) 

50 

~ 

~ 

Tj';; l00 0 C 

20 _VBE=-5V 

10 

o 
o 25 50 75 90 125 160 VCE (V) 

FIGURE 5 : Raverse biased safe operating area ( RBSOA) 



~ 1HOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS BUV40 

FAST SWITCHING POWER TRANSISTOR 

TRANSISTOR DE PUISSANCE DE COMMUTA TlON RAPIDE 

ADVANCE INFORMATION 

HIGHER EFFICIENCY DUE TO : 

- Faster switching times 
- Lower switching losses 
- Lo ..... ' on state voltage drop 
- Base current requirements 

NEW OATA FOR WORST CASE DESIGN 

- Characteristics specified at 100 DC 

NEW OATA FOR OPTIMAL DESIGN 

- Very low saturation voltage and high gain for reduced 
load operation 

- Turn-on and turn-off tail specifications 
- Turn-on dlC/dt for better rectifier choice 
- Switching times specified with and without negative 

base drive 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALE U RS LI MITES ABSOLUES O'UTI LISA TI ON 

Collector-emitter voltage 
Tension coIlBCt6Ur~mtltteur 

Collector-emitter voltage 
VBE ;-1,5V Tension col/BCtsur-4rnerreur 

Emitter-base voltage 
Tension emsttBUr..}Ja$ll 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant baSIJ 

Reverse bias base povver dissipation ( B.E. junction in avalanche) 
Dissipation de puissance base-(jmetteur en avalanche 

Povver dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Ttlmperature de jonction 

Thermal resistance junction-case 
Rtlsistance thermique jonction-boitier 

50. rue Jean-Pierre Tirnbaud - B.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. : PI 788-50-01 Telex: 610560 F 

Tease 25 oC 

563 

VCEOsus 125 V 

VCEV 250 V 

VCEsat .;; 0,9 V 

ICsat 11 A 

ICSM 50A 

tfi ( 100 DC) ';;O,3I1S 

ea .. 
Boitier 

TO 3 (CB 191 

~ 
B 

VCEO 125 

VCEV 250 

VEBO 7 

IC(RMSI 20 
ICM 30 

IB(RMSI 4 
IBM 6 

Pbase 1 

Ptot 120 

Tj -65+200 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

W 

°C 



BUV40 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS· CARACT~RISTIQUES ~LECTRIQUES" 

SYMBOLS TEST CONDITIONS· CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS· CARACT~RISTIQUES A L'~TAT SLOQU~ 

VCEOsus 125 V IS =O,IC =0,2 A, L =25 mH 

V(BRIEBO 7 V IC =0, IE =50 mA 

ICEV 
1 

mA Tj =25 OC } VCE = VCEV, VSE = -1,5 V 5 Tj=1000C 

ICER 
1 

mA Tj =25 oc r VCE = VCEV, RSE = 100 5 Tj=100OC 

lEBO 1 mA Ic =0, VSE =- 5 V 

ON CHARACTERISTICS· CARACT~RISTIQUES A L'eTAT CONDUCTEUR 

VCE ... * 
0,9 1,3 

V 
Tj=250C } IC = 15A,IS = 1,875 A 1,1 1,9 Tj=1000C 

VCE ... * 
0,65 0,9 

V 
Tj = 250C } IC=11 A,IS=1,1 A 0,8 1,5 Tj=100 0C 

VCE ... * 
0,5 0,8 

V Tj = 25 OC 
IC = 5,5 A, IS = 0,275 A 0,5 0,8 Tj = 1000C 

VBE ... * 
1,5 1,9 

V Tj =25 oC 
IC=15A,IS=1,875A 1,6 2 Tj=1000C 

VBE"'* 
1,3 1,6 

V Tj =25OC 
IC=11 A,IS=1,1 A 1,35 1,7 Tj=1000C 

SWITCHING CHARACTERISTICS· CARACTeRISTIQUES DE COMMUTATION 

SWITCHING TIMES ON RESISTIVE LOAD· TEMPS DE COMMUTATION SUR CHARGE ReSISTIVE (fig." 

0,65 

's 0,6 

0,14 0,3 

Vee = 100V,IC = 15A,IS1 = 1.8 A 
RS2=1,30, VSS =-5V"p=30jAS 

TURN-ON SWITCHING CHARACTERISTICS· CARACTeRISTIQUES DE COMMUTATION A LA MISE EN CONDUCTION (fig.21 

dicl'" 
45 

AI/Ios Tj =25 0c } RC=O,VCC=100V, 
40 Tj = 1000C IS1 = 1,65 A 

VCE (2/10.1 
2 

V 
Tj =25 0c 

I 2,6 Tj=1000C RC=90 

1,1 Tj =25 OC VCC=100V 
VCE(4jASl 

1,6 V Tj=100OC IS1 =1,1 A 

TURN-OFF SWITCHING CHARACTERISTICS· CARACTeRISTIQUES DE COMMUTATION A L'OUVERTURE Itig. 31 

ON INDUCTIVE LOAD· SUR CHARGE INDUCTIVE 

With negative bias - Avec polarisation n6gative 

tsi 
0,75 1,2 
0,95 1,4 

tfi 
0,08 0,2 
0,14 0,3 

tti 
0,02 
0,04 

'c 
0,15 
0,3 

Without negative bias -Sans polarisation n6gative 

tsi 
1,8 
2,5 

tfi 
0,7 
1 

tti 
0,2 
O,ll 

** Tj = 250C Unless otherwise stated 

2/4 

/10' 

jAS 

/loS 

/10' 

* Pulsed 
Impulsions 

Tj =25 0C 
Tj=1000C 

Tj =25 0C 
Tj=1000C 

Tj =25 0C 
Tj = 1000C 

Tj=250C 
Tj = 100 °c 

Tj =25 0C 
Tj=1000C 

Tj =25 0C 
Tj = 1000C 

Tj =25 0C 
Tj = 1000C 

IC=11 A 
IS1 =1,1 A 
VSS=-5V 
RS2 = 2,3 0 
VCC=100V 
Vclamp. = 125 V 
LC=O,25 mH 

IC=11 A 
IS1 =1,1 A 
V88=OV 
RS2 =4,7 n 
VCC = 100V 
Vclamp. == 125 V 
LC =0,25 mH 

tp ..; 300 /1S Ii ..; 2% 



BUV40 

FIGURE 1 :SWlTCHING TIMES TEST CIRCUIT ( RESISTIVE LOAD) 

RGU RE 2 : TU RN·ON SWITCHING WAVEFORM S 

veE 
(V) 

Re (2) 

2Vi==t==t=~=======-__ _ 
18 ........ 2J1.51~ 

(A) -l 4,.. I­

I 

0.9 'e 

Flgur.3.: TURN·OFFSWITCHING TEST CIRCUIT 

131 

Ie 
(A) 

Vee 

I tri I 

(1) Fast electronic sw itch 

(2) Non-inductive resistor 

,­, 

'e 1 
(AI L ____ ~ ________________ . ______ ~ _ I . t 

(1) Fas1 electroniC sWitch 

12) Non-inouctlve r~s,stO( 

1.'31 Fast recovery rectifier 

Vclamp Vee 

Flgur. 3 b: TURN·OFF SWITCHING WAVEFORMS (INDUCTIVE LOAD) 

Ie 

565 
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BUV40 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
- During the turn on 
. During the turn off without negative base-emitter voltage 
and 4.7 n ~ RSE ~ 50 n 

~~-+--+--4--~~~~--~-+--+-~ 

4/4 

FIGURE 4 : Forward biased safe operating area (FBSOA) 

The hatched zone can only be used for tum-on 
La zone hachuree ne doit Itre utilisee que pour Is m;1I18 en 
conduction 

566 

IC 
(A) 

30 

~ 

10 

o 

o 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
- During the turn off with negative bas •• miner voltage 

T)1001c 

r- VBE =-5V 

o 50 100 150 ~ VCE(V) 

FIGURE 5 : Reverse biased safe operating area (RBSOA) 



~ lHOtwSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS BUV 4~ 

FAST SWITCHING POWER TRANSISTOR 

TRANSISTOR DE PUISSANCE DE COMMUTA TlON RAPIDE 

ADVANCE INFORMATION 

HIGHER EFFICIENCY DUE TO : 

- Faster switching time. 

- Lower switching losses 

- Lower on Imte voltaga drop 

- leu .... current requirements 

NEW DATA FOR WORST CASE DESIGN 

NEW DATA FOR OPTIMAL DESIGN 

- V.,., low .... ration voltage and high gain for reduced 

load operation 

- Tum-on and tum-off tailspacifications 

- Turn-on dicldt for better rectifier choice 

- Switching tim .. specified with and without negative be .. drive 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUESI 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector-emitter voltage 
Tenlion collfICteur4metteur 

Collector-emitter voltage 
VBE :-I,5V 

Tflnsion co/lfICttlUHmtltteur 

Em;tter-base voltage 
Tension tlmetteur-ba. 

Collector currant 
Courant collllCtllUr 

Base current 
Courant Inse 

Revers. bias base power dissipation(B.E junction in avalanche) 
Dissipation de puissance bllle-4mettsUr en flvalanche 

Power dissipation 
OillipBtion de puinllnce 

Junction temperatura 
TBmp4rsturtI dB jonction 

Thermal resistance junction-case 
Resistance thBrmiquB jonction-boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud· B.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel.: (1) 788-50-01 Telex 610560 F 

Tease 250 C 

567 

Case 
Boitier 

VCEOsus 200 V 

VCEV 300 V 

VCEsat ';;0,9 V 

ICsat 6A 

ICSM 45A 

tfi(1000 CI .;; 250 ns 

T03{CB 19) 

~ 
B 

VCEO 200 

VCEV 300 

VEBO 7 

V 

V 

V 

'CIRMS) 15 
A 

'eM 

'BIRMS) 

'BM 

Pba .. 

Ptot 

Tj 

R,hlj-c) 

20 

3 
5 

A 

1 W 

120 W 

-65 +200 °C 

June 1982 1/4 

~ ~ THOMSON-CSF 
• ©@[i,jijI/'@w\IilJ'ij'i\\ 



BUV41 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

SYMBOLS Min Typ M.x UNITS TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT aLOQUE 

VCEOou. 200 V la =0 ,IC =0,2 A, L =25mH 

VIBRIEBO 7 V IC-O,IE-SOmA 

ICEV 
0,5 

mA ~;;;~~C VCE =VCEV, VBE =-1,5 V 2 

ICER 
0,5 mA Tj -250C 

VCE =VCEV, RaE =10 0 
2,5 Tj = 100°C 

lEBO 1 mA Ic O,VaE -5V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT CONDUCTEUR 

VCe..t 
0,55 1,2 

V 
Tj -2SOC 

Ic=8A,la=lA 0,65 1.3 T- = 100°C 

VCe..t 
0,45 0,9 

V 
Tj = 25°C 

IC =6 A ,Ia =0,6 A 0,55 1 Tj =l000C 

VCE .. t 
0,3 0,6 

V 
Tj -250C 

Ic=3A,la=O,15A 0,3 0,6 Tj = 100°C 

vBe..f 
1,3 1,8 

V 
Tj -250C 

Ic=SA,la=lA 
1,3 l,S Tj = 100°C 

VBE .. t 1,15 1,6 
V 

Tj -250C 
IC=6A,IS=O,6A 1,15 1,6 Tj = 100°C 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION" 

SWITCHING TIMES ON RESISTIVE LOAD - TEMPS DE COMMUTATION SUR CHARGE RESISTIVE 

" 0,3 0,5 '" VCC=160V,IC=8A,IS1=lA, 

" 0,6 1,2 
'" Vaa = - 5 V, Ra2 = 2,5 0 ,tp = 30 '" 

'f 0,12 0,3 '" 
TURN-ON SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION A LA MISE EN CONDUCTION 

di.,Jdt 
33 

A/",5 
Tj = 25°C 

VCC = 160V, RC =0 ,IS =O,9A 28 Tj = 1000C 

VCEI2 ".1 
1,05 

V Tj = 25°C 
1,53 Tj = l000C 

VCC = 160 V , RC = 270, la = 0,6 A 

VCEI4",i 
0,75 

V 
Tj = 250C 

0,95 Tj = 1000C 

TURN-OFF SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION A L'OUVERTURE 

ON INDUCTIVE LOAD - SUR CHARGE INDUCTIVE 

With negative bias - Avec polarisation negative 

tsi 
0,75 1,2 
1,2 1,7 

0,08 0,2 "i 0,12 0,25 

0.D1 
tti 0,03 

.. 0,12 
0,22 

Without negative base· Sans polarisation negative 

tsi 
1,8 
3,3 

0,45 "i 0,8 

tti 
0,15 
0,44 

... Tj = 250 C Unless otherwise stated 

2/4 

.' 
'" 

'" 
'" 

'" 
'" 
'" 

*Pulses 
Impulsions 

Tj = 250C 
T· = 100°C IC=6A 

Tj = 250C la = 0,6 A 

T· = 1000C Vas=-5V 

Tj = 25°C 
Ra =4,20 
VCC=160V 

Tj = 100°C Vclamp = 200 V 
Tj = 25°C LC = 1,3 mH 
Tj = 1000C 

Tj = 250C IC =6 A 
Tj = 10QoC 18 =0,6 A 

Tj = 250C vss =0 V 

Tj = 10QoC RS =6,80 
VCC=160V 

Tj = 25°C V clamp = 200 V 
Tj = 100°C Lc=1,3mH 

568 



flGU"e 1 : SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT I RESISTIVE LOAO ) 

, IC RC 121 

t VCE Vce 

FIGURE 2 : TURN.()N SWITCHING WAVEFORMS 

VCE 
IV) 

:CIGURE 3.: TURN-OFF SWITCHING TEST CIRCUIT 

• t 

Le 

131 

IC 
IAI 

IAI 

"I 

FIGURE 3 b : TURN-OFF SWITCHING WAVEFORMS I INOUCTIVE LOAD) 

VCE,le 
IVIIAI~------"""" 

O,91C 

I trj 

( 

Vcc 

-18 
IAI~----": 

ts,~tti~tti~ 
I I 
t--- " ----, 

569 

(1 t FISt ttectro,uc switch 

(2) Non·inductive resistor 

~­, 

.. t 

(11 Fast electronic ,witch 

(2) Non-inductive r •• irter 

(3) Fast recovery rectifier 

BUV41 
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BUV41 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
• During the tum·on 
. During the tum-off without negative b ... -emltter voltage 
.nd,,,0"RBE"11110 

IC 
IAI 

20 

10 

o 

4/4 

Tj"100 D C 

~ 
100 200 

FIGURE 4 : Forward biased safe operating area (FBSOAI 

The hatched zone can onlv be used for turn-on 
Ls zone h8churtJe ne doit tJtf9 utilis/JB que pour fa miss 
en conduction 
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IC 
IAI 

20 

10 

o 

o 
~-------r 

Re2 = 1,70 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
- During the tum-off with negative b •• a-emltt.r voltage 

Tj"100 DC 

VeE = -5V 

100 200 300 

FIGURE 5: Reverse biased safe operating area (RBSOAI 



,~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEUAS DISCRETS BUV42 

FAST SWITCHING POWER TRANSISTOR 

TRANSISTOR DE PUISSANCE DE COMMUTA TlON RAPIDE 

ADVANCE INFORMATION 

HIGHER EFFICIENCY DUE TO : 

- F.ster switching times 

- Lower switching losses 

- Lower on Illite voltage drop 

- Less .... current requirements 

NEW DATA FOR WORST CASE DESIGN 

- Chancteriltics specified at 1000c 

NEW DATA FOR OPTIMAL DESIGN 

- Vary low lllturation voltage and high gain for reduced 

load operation 

- Tum-on and tum-off tail specifications 

- Tum-on diJdt for bettar rectifier choice 
- Switching times specified with and without negative be. drive 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector-emitter voltage 
Tension colJecteur-{Jmstt6ur 

Collector-emitter voltage VBe = -1,5V 
Tension collect8ur-emertBur 

Emitter-base voltage 
Tension 6metteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 

Courant base 

Reverse bias base power dissipationlB.E junction in avalanche) 
DiSSipation de puissance base·~metteur en avalanche 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Thermal resistance junction-case 
R~$istance thermique jonction-boit;er 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel (1) 788-50-01 Telex: 610550 F 

Tease 250C 

max 

571 

Case 
Boitier 

VCEOsus 250 V 

VCEV 350 V 

VCEsat ';;0,9 V 

ICsat 4A 

ICSM 35A 

tfi(1000 C) .;; 400 ns 

TO 3 tCB 19) 

VCEO 

Vcev 

VeBO 

IC(RMSI 
ICM 

IB(RMS) 

IBM 

Pbase 

Ptot 

Tj 

R'h(j-c) 

~ 
B 

250 V 

350 V 

7 V 

12 
1B 

A 

2,5 
4 

A 

1 W 

120 W 

-65 +200 °c 

June 1982 

~, THOMSON-eSF 
• [;@Iiilli1'@~If)]'iJii) 



BUV42 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS· CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

SYMBOLS TEST CONOITIONS· CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTER,S",CS· CARACTERISTIQUES A L"ETAT SLOOUE 

VCEOsus 250 V IS =0. IC =0,2 A, L =25 mH 

V(BRIEBO V IC 0, 'E 50 rnA 

'CEV 
0,5 

mA 
Tj - 250C 

VCE =VCEV, VBE =-I,5V 
2 Tj = lCOoC 

ICER 
0,5 mA 

Tj = 250C 
VCE =VCEV. RSE=10n 

2,5 Tj = lOOoc 

'EBO mA IC =0, VSE - - 5 V 

ON CHARACTERISTICS· CARACTERISTIOUES A L'ETAT CONDUCTEUR 

VCE •• /'-
0,5 1,2 

V 
Tj - 250C 

IC=6A ,IS=O,75A 
0,6 1,3 Tj = lODoe 

VCE,.' 
0,4 0,9 

V 
Tj - 250 C 

'C=4A ,IS=O,4A 
0,45 Tj =10QoC 

VCEsa"f 
0,25 0,6 

V 
Tj - 250C 

IC = 2A ,IS =O,13A 
0,25 0,6 Tj = loooe 

VBEsail' 
1,1 1,5 

V 
Tj 250 C 

IC=6A ,IS=O,75A 
1,1 1,5 Tj = lOOoC 

VSEsa? 
1 1,3 

V 
Tj - 250C 

IC=4A ,IS = 0,4 A 
0,9 1,3 Tj = l000 C 

SWITCHING CHARACTERISTICS· CARACTERISTIOUES DE COMMUTATION" 

SWITCHING TIMES ON RESISTIVE LOAD - TEMPS DE COMMUTATION SUR CHARGE RESISTIVE 

" 0,3 0,6 ,., 
t, 1,6 ,., VCC = 200 V ,IC = 6 A ,IB1= 0,75 A 

VBB = - 5 V , RB2 = 3,3 0 , tp = 30,., 

'f 0,15 0,3 ,., 
TURN-ON SWITCHING CHARATERISTICS - CARACTERISTIOUES DE COMMUTATION A LA MISE EN CONDUCTION 

die/cit 
40 

A/",s 
Tj = 250C 

VCC = 200 V , RC = 0, 'Bl= 0,6 A 35 Tj = 1000C 

VCE(2,.., 
1,7 

V 
Tj = 250C 

2,5 T' = l()()OC 
VCC = 200 V , RC = 50 0, 'Bl = 0,4 A 

VCE(4,..1 
0,9 

V Tj = 250C 
1,1 Tj= l()()OC 

TURN-OFF SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DE COMMUTATION A L'OUVERTURE 

ON INDUCTIVE LOAO - SUR CHARGE INDUCTIVE 

I'vith negative bias - Avec polarisation n6gative 

t,i 
1,2 1,8 ,., Tj = 250C 
1,8 2,4 T· = 1000C IC=4A 

0,08 0,2 Tj = 250C 'B=O,4A 
'Ii 

,., VBB= -5V 0,2 0.4 T' =l()()OC 
RB2 =6,30 

tti 
0,03 ,., Tj =25OC VCC = 200 V 
0,08 T· = 1000C Vel amp == 250 V 
0,15 ,., Tj = 25°C LC =2,5 mH 

'c 0,4 T'= l()()OC 

~ithout negative bills - Sans polarisation n6gative 

11i 
2,5 ,., Tj = 250C 'C=4A 
4,8 Tj = l000c 'S=O,4A 

0,4 Tj = 25°C VBB =0 
'Ii 0,7 

,., 
T- == l000 C RB2 = 7,5 0 

0,15 Tj = 250C 
VCC = 200 V 

lti ,.. Vclamp= 250 V 
0,4 Tj = 1000C LC -2,5 mH 

2/4 .. T J :::: 25°C Unless otherwise stated * Pulses t p O<;;300).Is 60<;;2% 
Impulsions 
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FIGURE 1 : SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT I RESISTIVE LOAO I 

llC 

t VCE 

FIGURE 2 : TURN.{)N SWITCHING WAVEFORMS 

RC 121 

IC 
IAI 

2V-t::~::~::~~V=C=E~14=~;;I==~ __ --. D--I 2 1'S-
16 4~ '-

IAI I 

\916 
• t 

FIGURE 3.: TURN-OFF SWITCHING TEST CIRCUIT 

LC 

131 

Vclamp. 

VCC 

I trj 

( 

VCC 

FIGURE 3 b : TURN-OFF SWITCHING WAVEFORMS ( INDUCTIVE LOAD) 

VCE. IC '--_______ _. 

IVI IAI'" 

(11 fast electronic switch 

(21 Non·inductive resistor 

• t 

(1) Fast electronic switch 

121 Non-inductive resistor 

(3) Fast recovery rectifier 

b.~~~~===_~I~----~~~~---~t 
~ tSI -r-+-- tfi -I lti ~ 

'8 
IAII----"': I I 

t---tc~ 

573 

BUV42 

3/4 



BUV42 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
- During the tum-on 
- During the turn-off without negative base-emitter voltage 
.nd7,s0" RBE"500 

Ie 
IAI 

20 

16 

12 

S 

4 

Tj" loo'C 

t"S~ 
o 100 200 veEIVI 

414 

FIGURE 4 : Forward biased safe operating area (FBSOAI 

The hatched zone can only be used for turn-on 
La zone hachUr8e ne doit ~tre utilisee que pour Ia mise 
en conduction 
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Ie 
IAI 

20 

16 

12 

S 

4 

o 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
- During the tum-off with negative base-emitter yoltage 

Tj"loo'c 

VSE ~ - 5 V 

I I 

100 200 300 

FIGURE 5: Reverse biased safe operating area (RBSOAI 



~ THOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEUAS DISCAETS SUPERSWITCH 

ClUV~CI 

BUV46A 
NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTORS 

TRANSISTORS NPN HAUTE TENSION DE COMMUTA TlON 

SUPERSWITCH 

HIGH VOLTAGE, HIGH SPEED TRANSISTOR SUITED FOR USE 
ON THE 220 V MAINS. 

SWITCHMODE POWER SUPPLY 
OC MOTOR CONTROL 

0. ... sh .. t tailored for switching applications 

• Key .,.rameten characterized at 25 and 100 DC 
• High blocking capability 850 V and 1000 V 

• Wid •• urge ..... 16 A· 400 V 
• Ba. drive specified for different valu. of Ie 

TRANS/STOR HAUTE TENS/ON RAP/OE ADAPT£ A L'UT/LlSA· 
T/ON SUR LE R£SEAU 220 V. 

ALIMENTA T/ONS A D£COUPAGE 
COMMANDE DE MOTEURS CONT/NUS, AL TERNA T/FS 

Spkificat;ons sp8cislemenr fJtudit!es pour Is commutation 

• Parametres principaux carscterisfJs IJ 25 at 100 DC 
• Possibilitti elev., en tension 850 at 1000 V 

• Aire de surcharge etendue 16 A . 400 V 
• Commsnde de base spkifiee pour difffJrentes va/eurs de Ie 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector-emitter current 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-t§metteur 

Emitter-base voltage 
Tension emerreur-base 

Collector current 
Courant colfecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonetion 

Junction-case thermal resistance 
Rt§sistance thermique jonction-boitier 

50, rue Jean-Pierre TimbaUd - 8.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel (1) 788~50·01 Telex: 610560 F 

VBE = - 2,5 V 

tp<10 ms 

tp<10ms 

T case 25 °C 
T case 60 DC 

VCEO 

VCEX 

VEBO 

IC 
leM 

IB 
IBM 

Ptat 

Tj 

575 

BUV46 

VCEOsus 400 V 

VCEX 850 V 

ICoat 2,5 A 

ICSM 16 A 

tf( 100 OC) max 0,4 !.Is 

Case TO 220 AB (CB 117) 
Boitier 

BUV46 BUV46A 

400 450 

850 1000 

7 7 

6 6 
8 8 

2 2 
4 4 

85 85 
65 65 

BUV46 A 

450 V 

1000 V 

2A 

16 A 

0,4 !.IS 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

- 65 + 175 -65+175 °c 

November 1981 1/6 I., THOMSON-CliF 
• (~@[jIjJmiMI[RiJ'iI:0 



BUV 46 - BUV 46 A 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES ** 

SYMBOLS TEST CONOITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACT~RISTIQUES A L'~TAT BLOQU~ 

VCEOsus 
400 

V 
BUV46 

IB = 0, IC = 0,2 A, L = 25 mH 
450 BUV46A 

V(BRIEBO 7 30 V IC = 0, IE = 0,05 A 

ICEX 
0,1 mA 

Tj = 250C 
VCE = VCEX, VBE = - 2,5 V 

1 Tj=1250C 

ICER 
0,3 

mA 
Tj = 25 °V 

VCE = VCEX, RBE .;;; 10 n 
2 Tj=1250C 

lEBO 1 mA Ic = 0, VEB = 5 V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIQUES A L'~TAT eONDUCTEUR 

0,4 1,5 
V BUV 46 

Ie = 2,5 A, IB = 0,5 A 
5 IC = 3,5 A, IB = 0,7 A 

VCEsat* 
0,4 1,5 

V BUV 46 A 
le=2A,IB=0,4A 

5 IC=3A,IB=0,6A 

1,3 V 
BUV 46 IC = 2,5 A, IB = 0,5 A 

VeEsat* BUV 46 A IC=2A,IB=0,4A 

SWITCHING CHARACTERISTICS - eARACT~RISTIQUES DE COMMUTATION 

On resistive load· Sur charge resistive 

ton 0,47 1 
BUV 46 Vee - 150 V, IC - 2,5 A, IBI - -IB2 - 0,5 A 

to 1,75 3 ~s 
BUV 46 A VCC=150V,IC=2A,IBI =-IB2=0,4A 

" 
0,34 0,8 

On inductive load· Sur charge inductive 

1,5 Tj::::;: 250C VCC = 300 V, IC = 2,5 A, LB = 3 ~H, BUV46 to 
3 Tj = 1000C ISend::::;: ISsat • Vse ::::;: - 5 V 

~s 
Tj = 250C 0,06 Vce = 300 V, IC = 2 A, LB = 3 ~H, 

" ISend::::;: ISsat • Vse ::::;: - 5 V 
BUV46A 

0,4 Tj=1000e 

Measured with pulses tp = 300 IlS {j ~ 2 % ** Tj ::::;: 25 0C Unless otherwise stated 

2/6 

576 



IC 
(A , 
10 1 

5 

2 

10 a 
5 

2 

10-1 

5 

-- -- --

T cas~ 60c e;; 
2 DC operation 

10-2 Monopulse 

-
~ 

~,1Ef.:~ "'- -, "' 
........ ,0",>, 

.-
" ,"" ~~ , , a\ 

.... " " :\." .. 
'" ....... 

BUV 46 

4 6 102 

FIGURE 1 : DC and pulse area 
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FIGURE 3: Power and ISIB derating V$ case.temperatur~ 
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VCE 
(V , 

100 a 

850 

BUV 46 A 

BUV 46 - BUV 46 A 

I , 
.... r, 

BUV46 

""~ " 
60 0 

400 

100 

~ 

101 

~. 

~ .... 
....... ,-,- r-' 

r-tGURE 2 ; Collector-emitter voltage vs base-emitter resistance 
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f'2 ~ 
.". ...... V 

1 
,... - V Zt~ = ,Ath, • K i-8-fO" l/ I 

6 +. ~v,? a _ <,0 --fP,r 
'if' 

2 I 
--:- -- - -- --

I 
6 =tp/T tp 

4 

10-2 

101 2 5 102 2 5 1032 5 104 2 5 105 tp(~s' 

FIGURE 4: Transient thermal response 
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BUV 46 - BUV 46 A 

30 

,-, I I 

M ' ~ VeE =5V_ -, (") I , BUV46_ r--

t£ f~'·~ 
; ~~. :~ 

20 

'; ... ~ ...... - ...... ~ ~ 
10 

~ ... 
° ° 4 6 le{AI 

FIGURE 6 : DC current gain 
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FIGURE 8 : Base characteristics 
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FIGURE 10 : Saturation voltage 
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I/&CJ 
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FIGURE 7 : Minimum base current to saturate the transistor 
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FIGURE 9 : Collector saturation region 
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0,7 0,8 1,1 1,2 VaE {VI 

FIGURE 11 : Collector current spread vs base-emitter voltage 



ISUV 4U - ISUV 4U A 

SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

o 
RBe 

TRANSISTOR FORWARD BIAseD 
• During the turn on 
. During the turn off without neptive ..... mitt.r volta .. 

ond RBe <: 100 11 

o Vce(V) 

FIGURE 12 :Forward biased safe operating area (FBSOAI 

FIGURE 14 : Forward biased accidental overload area 
(FBAOAI 

:.. B..!!'!.. 4!.. A~ i.SO...Y 
Figure 12: The hatched zone can only be used for turn on. 

Figl',es 14 and 15 : High accidental surge currents (I >ICM) ar~ 
allowed if they are non repetitive and applied less than 3000 tI­
mes dl.:ring the component life. 

Figure 14: The Kellog network (heavy point) allows the calcu­
lation of the maximum value of the short-circuit current for 8 
given base current Ie (90 % confidence). 

Figure 15 ! After the accidental overload current, the RBAOA 
has to be used for the turn off. As in traffic regulation one is 
allo'.'Yed.1o cross the broken line before the continuous line. 

579 

o 

TRANSISTOR ReVeRse BIASED 
. Durine the turn off with ..... tiv •• ,..mitter volt ... 

IC 
(A 

) T.'''12loc 

-II I 
II I 

_,Cend ;;'5-

iond I 
, I 

_VBe=-5V 

o 

-~ 
> 
:::> 
<D 

-

400 

<{ 

ID .-
> 
:::> 
III 

, 
IBUV~ 

" 100.. BUV~ 

700 Vce(V) 

FIGURE 13: Reverse bias.d safe operating area (RBSOA) 

ICSM 
(AI 

16 

12 

8 

4 

.1. I 
_Tj<: 1250C 

_VBe=-5V 

<{ 

ID ID . • > > 
:::> :::> 

_Ill III 

o 
o 

"i-- BUVt~ 
BUV ~ 

400 700 

FIGURE 15 :Reverse biased accidental overload area 
(RBAOAI 

Vce(V) 

Figure 12 : La zone hachuree ne doit 'tre utiJis~e que pour la 
mise en condUction. 
Figures 14 et 15: De farts couranrs de surcharge (I > 'eM) 
sont permis s'ils sonr non ~p~titifs et appliqu~s moins de 3000 
fois dans la vie du composant. 

Figure 14 : Le reseau de KeJlag (trait gras) permet Ie calc,,' de la 
valeur maximale du courant de court-circu;t pour un courant de 
base danne IS (90 " de can fiance). 

Figure 15 : Apres Ie passage du courant de surcharge accidenteIJe 
on doit utiliser raire de surcharge accidenteIJe en polarisation 
inverse pour rouverture. 
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BUV 46 - BUV 46 A 

t 

II'S 
)r--RESISTIVE LOAD 

4 

2 

1 

0,6 

0,4 

0, 2 

0, 1 

's ___ 

f--t.,n 

If .... 

° 

--
lells =5 -
IB1 =-IS2=0,5A 

I--

-~ ~ 
~f.--' ~ 

2 3 lelA) 

FIGURE 16 : Switching times vs collector current 
(resistive load) 
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1OO0L-------25~~--~50------~75-------1OO~--T-j-IO-e~) 

FIGURE 17 : Switching times vs junction temperature 
(resistive loadl 

> 200 
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2 

1 
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0,1 
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0,01 

g 

.With antisaturation network 

FIGURE 18 : Switching times test circuit on inductive load 

(with and without antisaturatlon network) 

VSE 5V INDUCTIVE LOAD 
Vee =300 V 
lells =5 

--- ---f--'s -
f--" 

I"-.. ....... r-.... 
~ --- -- --- -

With antisaturation network 
Without antisaturation network I--

° 3 lelA) 

FIGURE 20 : Switching times vs collector current 

(with and without antisaturation network) 
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° 25 50 15 

FIGURE 19 : Switching times vs junction temperature 

linductive load) 
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FIGURE 21 : Fall times vs reapplied voltage slope 



'.' THOMSON-CSF BUV47-BUV47A 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

SUPERSWITCH BUV47B 
NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTORS 

TRANSISTORS NPN HAUTE TENSION DE COMMUTA TlON 

SUPERSWITCH 

HIGH VOLTAGE. HIGH SPEED TRANSISTOR SUITED FOR USE 
ON THE 220 V MAINS: 

SWITCHMODE POWER SUPPLY. DC AND AC MOTOR CONTROL 

OIItil sheet tailored for switching applicatioM 

.Key ..... _ .... r_ .... at 25 and l000c 
'High blocking capobHity 8~ V-I 000 V 

-Wide IUrgI area 32 A-275 V 
.... drive specified for different values of Ie 

TRANS/STOR HAUTE TENS/ON, RAP/DE ADAPTE A L'UT/LlSA­
T/ONSUR LE RESEAU2?O V: 

ALiMENTAT/ONS A DECOUPAGE, COMMANDE DE MOTEURS 
CONT/NUS, AL TERNA TlFS 

Specifications spkilliement etudi_ pour I. commurstion 

·P.,..miJtfflS princ;paux caracrtlri_ a 25.t tOOOC 
*Possibiliw elev_ en tension 850.t 1000 V 

*Airedesurr:hargelJtendUfJ32A ·215 V 
·Commande de blJ$fl spkifilJe pour difflrents, valeun de 'C 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES O'UTI LlSATION 

Collector-emitter voltage 
Tension colltICtsur~mflttflUr 

Collector-baM voltage 
Tension collllCtsur-base 

Emitter-base voltage 
Tansion 'mettflur-basil 

Collector current 
Courant collecr.u, t p "5ms 

Base current 
Courant IM$e tp "5ms 

Power dissipation i~$8 60°C: 
Dissipation de pui.,ancB case25"C 

Junction temperature 
TBm/M,aWf'B de jonction 

Junction-case thermal resistance 
RtlsistanclI thllrmiqufI jonction boitiB' 

50, rue Jean·Pierre Timbaud - B.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel .. (1) 788-SO-01 Telex: 610560 F 

max 

mex 

VCEO 

VCBO 

VEBO 

IC 
ICM 

18 

'BM 

Ptot 

tj 

581 

BUV BUV BUV 
47 47A 47B 

VCEOsu. 400 V 450 V 400 V 

VCEX 850 V 10DDV 850 V 

ICoat SA SA 6A 

ICSM 32A 32A 32A 

~ (100°C) 0,41'1 0,41'1 O,4ps 
max 

C ... 
Boitier 

TOP 3 ICB 2441 

BUV47 
BUV47B 

400 

BSO 

7 

9 
15 

3 
6 

90 
120 

175 

.11 
C E 

BUV47A 

4SO V 

1000 V 

7 V 

9 
A 
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3 
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A 
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W 
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BUV 47 - BUV 47 A - BUV 47 B 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIOUES tLECTRIOUES •• 

SYMBOLS TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIOUES A L'eTAT BLOOUe 

400 BUV 47 -47 B 
VCEOsul V I B = 0, IC = 0,2 A, L = 25 mH 

450 BUV 47 A 

V(BRIEBO' 7 30 V IC=O,IE =O,05A 

0,15 Tease = 25 oc 
BUV 47 - 47 B VCE = 850 V, VBE = - 2,5 V 

1,5 Tcase _1250C 
ICE X mA 

0,15 Tease = 25 oc 
BUV 47 A VCE = 1000 V, V8E = - 2,5 V 

1,5 Tease = 125 oc 

0,4 Tease = 25 oc 
BUV 47 - 47 B VCE =850 V, RaE = 10 n 

3 Tease = 125 0 C 
ICER mA 

0,4 Tease == 25 oc 
8UV 47 A VCE = 1000 V, RaE = 10 n 

3 Tease = 125 0 C 

IEaO 1 mA IC = 0, VEa = 5 V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIOUES A L'eTAT CONDUCTEUR 

auv 47 - 47 A IC = 5 A, la:; 1 A 
0,6 1,5 

BUV 47 a Ic_6A,la_ 1,2A 
Vcesat* V 

auv 47 - 47 A IC=8A,IB=2,5A 
3 

auv 47 a IC = 9 A, 18 = 3 A 

BUV 47 - 47 A IC = 5 A, la = 1 A 
VBEsat* 1,6 V 

auv 47 8 IC =6A,la = 1,2A 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIOUES DE COMMUTATION 

On resistive load - Sur charge r4histive 

ton 0,34 1 Ic=5A,lal =-l a2 =1 A VCC=150 V 8UV 47 -47 A .. 1,75 3 ~, 

auv 47 8 IC =6 A, lal =-1 82 =1,2 A 
tt 0,36 o,a 

On inductive load· Sur charge inductive 

2,5 Tj=250C 
t, ~s 

Tj = lOQoe 4 Ie = ICsat. iBend = IBsat. Vee ::= 300 V 

0,09 Tj = 25°C VaE = - 5 V, L8 = 3 ~H 
tf ~s 

Tj = 1000C 0.4 

* Measured with pulses tp = 300 IJ.S [j ~ 2 % • * T case 25 oC Unless otherwise stated 
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FIGURE 1 : DC and pulse area 
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FIGURE 3 : Power and IS/B derating vs case temperature 
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BUV 47 - BUV 47 A - BUV 47 B 
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FIGURE 6 : DC current gain 
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DUV ql • DUV '+1 M. - DUV '+1 D 

SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
- During the turn on 

During the turn off without negative base-emitter voltage 

and RBE < 100 n 

IC'--'---'--~-'--~---'--~-'---'--' 

(A)~-+--4---~-+--4---~-+-

6~+--I--'-.....t-

4 f---+--+~I---

200 400 • 600 BOO Vce(V) 

FIGURE 12 :Forward biased safe operating area (FBSOA) 

FIGURE 14 : Forward biased accidental overload area 

IFBAOA) 
: ~U'y ~7_A_=_4!!O_V_ 

Figure 12 : The hatched zone can only be used for turn on. 

Figures 13 and 15 : Switch off starting from the quasi saturated 
state (VeE;> 1'5 VI allows to extend the RBSOA and the 
RBAOA to the hatched zone. 

:I~~':: ~~ t~:~ !~e :n~~~ea;ti~7vneta~nsdur:;p~~~el~:~ ~Ih~nl~!tdoa;i~ 
mes during the component life. 

Figure 14 : The Keltog network (heavy point) allows the calcu­
lation of the maximum value of the short-circuit current for a 
given base current IB (90 % confidence). 

Figure 15 : After the accidental overload current, the ABAOA 
has to be used for the turn off. As in traffic regulation one is 
allowed to cross the broken line before the continuous line. One 
is forbidden to cross the single continuous line. 

o 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
During the turn off With negative base-emitter voltage 

IC 
(A) ~-+ __ + __ ~~ 

8 

6 f---+--+---H 

4 

o 200 400 600 800 Vce(V) 

FIGURE 13: Reverse biased safe operating area (RBSOAI 

ICSM ,;:: 
(A) Til"""" 12~ °C 

585 

f--+-+--+-+--4~-~-~ 

FIGURE 15 :Reverse biased accidental overload area 

(RBAOA) 

Figure 12 : La zone hachuree ne dolt etre utilisee que pour la 
mise en conduction. 

Figures 13 et 15 : Le blocage iJ partir de f'etat quasi-sawrt} 
(VCE ;> 1,5 V) permet d'etendre les aires de fonctionnement 
et de surcharge en inverse jusqu'iJ la zone hachurt§e. 

Figures 14 et 15: De forts courants de surcharge (J > 'CM) 
sont permis s'ils sont non repetitifs et appliques mains de 3000 
fois dans la vie du composant. 

Figure 14 : Le reseau de Kellog (trait gras) permet fe calcul de /a 
valeur mdx;male du courant de court-circuit pour un courant de 
base donne /8 (90 % de confiance). 

Figure 15 : Apres Ie passage du couranr de surcharge accidentelle 
on doit utiliser f'aire de surcharge accidenrelle en polarisation 
inverse pour I'ouverrure. /1 est permis de traverser la I;gne conti· 
nue a condition de uaverser d'abord la ligne pointiflee 
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BUV 47 - BUV 47 A - BUV 47 B 
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FIGURE 16 : Switching times vs collector current 
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FIGURE 18 : Switching times test circuit on inductive load 

(with and without antisaturation network) 
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FIGURE 20 : Switching times vs collector current 

(with and without antisaturation network) 
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FIGURE 17 : Switching times vs junction temperature 
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FIGURE 19: Switching times V5 junction temperature 
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~ 1HOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

SUPERSWITCH BUV47 i 
NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTORS 

TRANSISTORS NPN HAUTE TENSION DECOMMUTA nON 

ADVANCE INFORMATION 

ISOLATED SUPERSWITCH 

ISOLATEO COUECTOR TOPol PACKAGE 
COLLECTOR TO CASE CAPACITANCE: 15 pF 
HIGH VOLTAGE. HIGH SPEED TRANSISTOR SUITED FOR 
USEONTHE220V MAINS: 

SWITCHMODE POWER SUPPLY. DC AND AC MOTOR 
CONTROL 

Data sheet tailored for switching applications 

-Kay parameter. characterized at 25 and 100°C 
-High blocking capability 860 V-1000 V 

·Wide aurge area 32 A-275 V 
·Bas. drive specified for different values of Ie 

COLLECTEUR ISOLE DU BOiTIER TOP-3 
CAPACITt COLLECTEUR-EMBASE.' 75 PF 
TRANSISTOR HAUTE TENSION, RAPIDE ADAPTt A 
CUTILISA TlON SUR LE RESEAU 220 V: 

ALiMENTA TlONS A DECOUPAGE, COMMANDE DE MOTEURS 
CONTINUS, AL TERNA TlFS 

Specifications specialemenr etudiees pour la commuration 

·Parametres principaux caracterises a 25 et 100°C 
• Possibilites elevees en tension 850 ef 1000 V 

-A ire de surcharge etendue 32 A-275 V 
·Commande de base specifiee pour differences valeurs de Ie 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUESI 
VALEVRS LlM/TES ABSOLVES D'VTlLlSA TlON 

Collector-emitter voltage 

Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
VBE Tension collecteur-emetteur = - 2,5 V 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
tp .. 5 ms Courant collecteur 

Base current 
tp .. 5 ms 

Courant base 

Power dissipation T case 25°C 
Dissipation de puissance T case 60°C 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction-boitier max. 

50. rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. (1) 788-SO-01 Telex: 610560 F 
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VCEO 

VCEV 

VEBO 

IC 
ICM 

IB 
IBM 

Ptat 

Ti 

VCEO (susl 400 V 

VCEV 850 V 

ICsst SA 

ICSM 32 A 

tf(100oCI ~400 ns 

Case 
Boitier TOP-3 (CB - 2441 

Isolation voltage: 2 kVIRMSI 

400 

B50 

7 

9 
15 

3 
6 

75 
57,5 

175 

V 

V 

V 

A 

A 
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°c 
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BUV47i 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES •• 

SYMBOLS TEST CONDITIONS - CONOITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES ACETA T BLOOUE 

VCEO Isusl 400 V IB = 0 A, IC = 0,2 A, L = 25 mH 

VIBRIEBO' 7 30 V IC = 0, IE = 0,05 A 

ICEV 
0,15 T case 25°C I 1,5 mA 

T case 125°C 
VCE = VCEV, VBE = - 2,5 V 

ICER 
0,4 

mA 
T case 25°C I VCE = VCEV, RBE'" lOll 3 Tease 125°C 

lEBO 1 mA Ic = 0, VEB = 5 V 

ON CHARACTERISTICS - CARA CTERISTIOUES A L 'ETA T CONDUCTEUR 

0,6 1,5 
V Ie = 5 A, IB = 1 A 

3 Ie = 8 A, IB = 2,5 A 

1,6 V Ie = 5 A, IB = 1 A 

SWITCHING CHARACTERISTICS· CARACTERISTIOUES DE COMMUTA TlON 

On resistive load - Sur charge resistive 

ton 0,34 

ts 1,75 ps Vee = 150V,le = 5A,IB1 = -IB2 = 1 A 

t f 0,36 0,8 

On inductive load - Sur charge mductive 

2,5 TI = 25°e 

~ 
Vee = 300 V, VBE = - 5V, ts 

4 TI = 1000e 
ps LS = 3JLH, ISend = ISsat, 

0,Q9 TJ ::= 25°C 
Ie = lesat tf 0,4 TJ = 100 0 e 

• Measured with pulses tp = 300t's, b" 2 % --T case 25°C Unless otherwlve stated 
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FIGURE 1 : DC and pulse area. 
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FIGURE 3 : Power and ISIB derating versus case 
temperature. 
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emitter resistance. 
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FIGURE 4: Transient thermal response. 
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FIGURE 6: DC current gain. 
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FIGURE 8: Base characteristics. 
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FIGURE 10: Saturation voltage. 
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FIGURE 7 : Minimum base current to saturate the 
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FIGURE 11 : Collector current spread versus base­
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BUV47 i 
SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

Ie 

o 

TRANSISTOR FORWARO BIASED 
- During thetum-on 
- During the tum-off without negative base-emitter voltage 
and RBE"'OOO 

IAI~ __ ~ __ ~~~~r-~ __ ~ __ ~ __ -+ __ -+ __ ~ 

o 

FIGURE 12 Forward biased safe operating area 
IFBSOAI. 

leSM ~--~--~--r-______ --~--~--~--~--~ 
IAI 

20 

10 

o 100 200 400 VCE IVI 

FIGURE 14 : Forward biased accidental overload area 
(FBAOAI. 

Figure 12: The hatched zone can only be used for tur-on 

Figura 13 and 16 : Switch off starting from the Quasi-saturated 
state !VCE ~ 1,5 V) allows to extend the RBSOA and the RBAOA 
to the hatched zone 
figure. 14 end 15 : High accidental surge currents (I > 'eM) are 
allovved if they are non repetitive and applied less than 3000 times 
during the component life. 
figure'.: The Kellog network (heavy point) allows the calculation 
of the maximum value of the short-circuit current for a given base 
current 18 (90 % confidence) 
Figure 16 : After the accidental overload current, the RBAOA has 
to be used for the turn-off. As in traffic regulation one is allowed to 
cross the broken hne before the continuous line. One is forbidden to 
cross the single continuous line 

Ie 
IA I 

o 

'CSM 
IAI 

30 

20 

10 

o 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
- During the turn-off with negative baae-emtner voltage 

1 II I Tj"125°C 
limit with (~ 

I . I ~ antisa~ration network 
limit with hard 
satUration ~V .. '\.' 

1 " 1:: )-
1 LK-J ,= 

ICend 
--;'5 
ISend 

1 1\ 
1 "i'... 

VSE ~ - 5V 

---200 400 600 800 VCEIVI 

FIGURE 13 Reverse biased safe operating area 
(RBSOAI. 

~j"125oe 

JllowJ 

1\ 
~= ~orbldden = 

Limit with hard I 1 I 
satTationi 

~ 
_ Li~it with. -

antlsaturatlon network 

VSE ~ - 5V t'--. !-- 1 I 
200 400 600 800 VCEIVI 

FIGURE 15 : Reverse biased accidental overload area 
(RBAOAI. 

Figure 12 : La zone hachuree ne doit erre utilisee que pour /a mise 
en conduction 
Figures 13 at 15 : Le blocage a partir de (erar quasi-satu((§ (VeE> 
1,5 V) permet d'etendre les aires de fonctionnement et de 
surcharge en inverse jusqu'a la zanehachuree 
Figures 14 at 15 : De fort courants de surcharge (I > I eM) sont 
permis s'ils sone non reperitifs et appliques mains de 3000 fois dans 
la vie du composant 
Figure 14 : Le reseau de Kellog (trait gras) permet Ie catcut de la 
valeur maximale du courant de court-circuit pour un courant de 
base donne I B (90 % de con fiance). 
Figure 15 : Apres Ie passage du courant du surcharge accidentelle 
on doit utiliser !'ake de surcharge accidente/le en polarisation 
inverse pour !'ouverture. 1/ est permis de traverser la ligne continue 
a condition de traverser d'abord la ligne pointiIJee. 
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FIGURE 16: Switching times versus collector current. 

BYX61·400 

FIGURE 18 : Switching times test circuit on inductive 
load (with and without antisaturation network). 
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FIGURE 20 : Switching times versus collector current 
(with and without antisaturatlon network). 
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Switching times versus junction 
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FIGURE 19 : Switching times versus junction tempe­
rature. 
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FIGURE 21 : Fall times versus reapplied voltage slope. 



----,., lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICQNOUCTEURS OISCRETS SUPERSWITCH BUV4BA 

NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTORS 

TRANSISTORS NPN HAUTE TENSION DE COMMUTATION 

SUPERSWITCH 

HIGH VOLTAGE, HIGH SPEED TRANSISTOR SUIT EO FOR USE 
ON THE 220AN0380VMAINS:SWITCHMOOE POWER SUPPLY, DC 
ANO AC MOTOR CONTROL 

0. ... h~ oilored for Iwitching applic.tions 

• Kev p.r~rneten charac1.,ized at 25 and 1000(: 
• High blocking capability 850 V· 1000 V 

• Wid. surge .... 55 A-350 V 
• a.,. drive specified for different nlu •• of Ie 

• Information for pow.lhli mounting 

TRANSISTOR HAUTE TENSION. RAPIOE ADAPTE A L1JTILlSA· 
T/ON SI,JR LES RESEAUX 220 VET 380 V: 
ALiMENTATIONS A DECOUPAGE COMMANDE DE MOTEURS 
CONT/NUS. AL TERNATIFS 

Spkificarions spkia/emenr ~rud;hs pour I. commut.tion 

... P.rll~tres princi/MuJ( c.r;lcrer;s~s ,. 25,u 10aoC 

... POSIibili", tl/ewies en tension 850 V - 1000 V 
... Air. de surcharge ~rendue 55 A - 350 V 

... Commands eM base specHiN pour difflrent., vlllt!urs de Ie 
... C.ractrlriurion pour ,. mom. en par.II~/e 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES O'UTILISATION 

Collector-emitter voltage 
Tenfion collecreur-emetreur 

Collector-emitter voltage 
Tension collectf!ur-Imetteur 

Emitter-base voltage 
Tf!nsion emeUf!ur-base 

Collector current 
Courant collf!cttJur 

Base current 
Courant base 

Power dissipat ion 
Dissipation de pUissance 

Junction temperature 
Temp4rarure de janctlon 

( 
Junctlon·case thermal resistance 
R~slsrance thermiQue jonction-boitler 

SO. rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 
F - 92403 CourbeVOie Cede. FRANCE 
Tel. : (1) 788-SO·01 Tele.: 610560 F 

Vae = - 2,5 V 

tp=S;;5 ms 

tp~5ms 

Tease 25 oC 
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BUV 48· BUV 48 A 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES •• 

SYMBOLS TEST CONDITIONS- CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT BLOQUe 

400 
V 

BUV48 
'B = 0, IC = 0,2 A, L = 25 mH VCEOsu. 450 BUV4BA 

V(BRIEBO 7 30 V 'C=O,'B= 0,05 A 

'CEX 
0,2 

mA Tease = 25 oc } 
2 Te ... = 125 DC VCE = VCEX, VBE = - 2,5 V 

'CER 
0,5 mA T case::; 25°C }, ~ 
4 T 125 DC VCE = VCEX, RBE 10 n 

case = 
'EBO 1 mA 'C = 0, VEB = 5 V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT CONDUCTEUR 

1,5 V BUV4B IC = 10 A, 'B = 2 A 

. 3,5 'c =15A,IB = 4A 
VeEsat 

1,5 
\' BUV4BA 'C= SA,IB=',6A 

5 'C='2A,IB=2,4A 

. 1,6 V 
BUV48 IC = 10 A, 'S = 2 A 

VBEI.t BUV4BA 'C= SA,IB = 1,6A 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES OE COMMUTATION 

Rnistiwe load - Charge resistive 

'on 0,55 1 
BUV48 Vee= 150V,Ie = lOA 'B' =-IB2= 2A 

Is 1,5 3 .' 
0,3 o,a 

BUV48A Vee = 150 V, 'e = SA, 'Bl = - 'B2 = 1,6 A 
'f 

Inductive load - Charge inductive 

BUV4B 
3,5 Tj = 2SoC Vee = 300 v, 'e =10 A, La = 3/lH .. 

5 Tj = 100°C - VB = 5 V, 'Send = 2 A .' 0,08 Tj =2s"e 
BUV48A 

'f 'ee = 300 V, 'e = SA, LB = 3/lH 0,4 Tj = 100°C - VB ::; 5 V, 'Send = 1,6 A I 
• Pulse· Impulsions tp = 300 ,",S l) <;; 2 % •• T case 250C Unless otherwise stated - Sauf indications contrair,s 

2/6 
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FIGURE 1 : DC and pulse are. 
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FIGURE 3 : Power and IS/8 derating 'IS case temperature. 
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FIGURE 2 : Colleetor-emitter voltage 'IS base-emitter resistance. 
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FIGURE 4 : Transient thermal response 
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BUV 48 - BUV 48 A 

I 
VCE = 5 V 

50 
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FIGURE 6 : DC current gain 
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FIGURE 8 : Bas. characteristics 
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FIGURE 10 : Saturation voltage 
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FIGURE 7 : Minimum base current to saturate the transistor 
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FIGURE 9 : ColI.etar saturation region 
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BUV 48- BUV 48 A 

SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

Ie 
(A) 

15 

10 

5 

o 

o 
RBE 

TRANSISTOR FORWARO BIASEO 
. During the turn on 
• During 'he turn off without negative base-emitter voltage 

ond RBE;;' 100 n 

FIGURE 12: Forward biased safe operating area (FBSOAI 

FIGURE 14 : Forward bi .. d acci.ntal overload area 
(FBAOA) 

Figur.12 : The hatched zone can only be used for turn on. 

Figures 13 and 15 : Switch off starting from the quasi saturated 
state (VeE ~ 1'5 VI allows to extend the RBSOA and the 
RBAOA to the hatched zone. 

figura, 14 and 15 : High accidental surge currents (I > leM) are 
allowed if they are non repetitive and applied less than 3000 ti­
mes during the component life. 

Figure 14 : The Keltag network (heavy poind allows the calcu­
lation of the maximum value of the short-circuit current for a 
given base current Ie {gO" confidence'. 

Figure15 : After the accidental overload current, the RBAOA 
has to be used for the turn off. As in traffic regulation one is 
allowed to cross the broken lille before the continuous line. One 
is forbidden to cross the single continuous line. 

• BUVf8A:f5lJ V 

597 

o 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 

. During the turn off with negative base·emitter voltage 

FIGURE 13 : Revene biased safe operating araa (RBSOA' 

FIGURE 15 : Ravena biased accidental overload area 
(RBAOA) 

Figure 12 : La zone hachur~e ne doit 'tre utilish que pour la 
mise en conduction. 

Figures 13 .t 15 : Le blocage Ii partir de r~tat quasi·satur~ 
(VCE ~ 1,5 V) permet d'~tendre les aires de fonctionnement 
et de surcharge en inverse jusqu'li la zone hachu~e. 

Figures 14 at 15: De forts courants de surcharge (I > 'CM) 
sont permis s'ils sont non r4p~ritifs et appliqu's moins de 3000 
fois dans la vie du composant. 

Figura 14 : Le rlseau de Kellog (trait gras) permet Ie calcul de la 
valeur max;ma'e du courant de court-circuit pour un courant de 
base donn~ '8 (90 " de con fiance). 
Figur.15 : Apres Ie passage du courant de surcharge accidentelle 
on do;t utiUser raire de surcharge accidentelle en polarisation 
inverse pour I'ouverture. "est permis de traverser la ligne conti­
nue IJ condition de traverser d'abord la ligne pointilll!e . 
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BUV 48- BUV 48 A 

4 

0,4 

0,2 

0,1 

5 lells 
RESISTIVE LOAO_ 

Vee = 150 V 

t;'-r-- -- ---I--- ~ 
ton - ~ - - ...-

I---- tf 

I 
o 4 6 8 10 Ie (A) 

FIGURE 16 : Switching limits vs collector current 

(resistive load) 

,SYX 61-400 

% RESISTIVE LOAD 

125~-----+----~~------~~~-+------~ 

o 25 75 

FIGURE 17 : Switching times vs junction temperature 

(resistive load) 

%r------r----~------,_----~------~ 

INDUCTIVE LOAD 

> 200~----~-------+-------+-------+--~~~ 

0.4 

0,2 

0,1 

0,04 

0,02 

0,01 
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g 

FIGURE 18 : Switching times test circuit on inductive load 

(with and without antisaturation network) 

INoueTI~E LOAO-

~ - - --11 ts - I I 
,~'" VSE = - 5 V 

Vee = JOO V 

" lells =5 

~ 1-' 
tf 

With antisaturation network ------
Without antisaturation network 

o 6 10 14 lelA) 

FIGURE 20 : Switching times vs collector current 

(with and without antisatur.tion network) 
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175~----~~-----+-------+----~~------~ 

150~----~~ 

125~----~~----~~-----+----

100L-____ ~~~~~ ______ ~ ______ ~ ______ ~ 

o 25 50 75 

FIGURE 19 : Switching times vs junction temperature 

linductive loadl 

0,2 I, 

0,1 

o 

Ie = 10 A 
lSI =2A 
VSE =-5V 
Vee - 300 V 

-r--t--.... 

o 2000 4000 
: 

6000 dv/dt 
IV/~,) 

FIGURE 21 : Fall times vs reapplied voltage slope 



'.' lHOMSON-CSF SUPERSWITCH BUV 48 i 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTORS 
TRANSISTORS NPN HAUTE TENSION DE COMMUTA TlON 

ADVANCE INFORMATION 

ISOLATED SUPERSWITCH 

ISOLATED COLLECTOR TOP-3 PACKAGE 
COLLECTOR TO CASE CAPACITANCE: 15 pF 
HIGH VOLTAGE. HIGH SPEED TRANSISTOR SUITED FOR 
USE ON THE 220 and 380 V MAINS: 

SWITCHMODE POWER SUPPLY. DC AND AC MOTOR 
CONTROL 

Data sheet tailored for switching applications 

-Key parameters characterized at 25 and 100°C 
·High blocking capability 850 V-1000 V 

·Wide surge area 55 A-350 V 
-Base drive specified for different values of Ie 

·Information for parallel mounting 

COLLECTEUR ISoLE DU 80iTIER TOP-3 
CAPACITt COLLECTEUR-EM8ASE 75 PF 
TRANSISTOR HAUTE TENSION RAPIOE ADAPTt A 
L 'UTlLlSA TlON SUR LES RESEAUX 220 VET 380 V 

ALiMENTA TlONS A DECOUPAGE. COMMANDE DE MOTEURS 
CONTINUS. AL TERNA TlFS 

Specifications spf§cialement etudiees pour la commutation 

·Parametres principaux caracterises a 25 et fOO°C 
·Possibdites elevees en tension 850 et 1000 V 

-Aire de surcharge etendue 55 A-350 V 
·Commande de base specifiee po ur differentes va/eurs de Ie 

·Caracterisation pour Ie montage en parallele 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUESI 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTlLlSA TlON 

Collector-emitter voltage 

Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltnge 
VBE ~ ~ 2.5 V 

Tension collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current tp .. 5 ms 
Courant collecteur 

Base current tp .. 5 ms 
Courant base 

Power dissipation T case 25°C 
Dissipation de puissance T case 60°C 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique ionction-boitier max. 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
TeL: (1) 788-50-01 Telex: 610560 F 
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VCEO 

VCEV 

VEBO 

IC 
ICM 

IB 
IBM 

Ptat 

Tj 

VCEO (susl 400 V 

VCEV 850 V 

ICsat 10 A 

ICSM 55 A 

tf(100°CI "400 ns 

Case 
Baitier TOP-3(CB - 2441 

Isolation voltage: 2 kV,RMSI 

400 

850 

7 

15 
30 

4 
20 

100 
76 

~ 65. + 

1.5 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

175 °C 
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BUV48i 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS" CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES •• 

SYMBOLS TEST CONDITIONS" CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS" CARACTtRISTIOUES A L'tTATBLOOUE 

VCEO (sus) 400 V IS ~ ° A, IC ~ 0,2 A, L ~ 25 rnH 

VISRIESO 7 30 V IC ~, IE ~ 0,05 A 

ICEV 
0,2 

rnA 
T case 25°C ! VCE ~ VCEV, VSE ~ - 2,5 V 

2 Tcase125°C 

ICER 
0,5 

rnA 
T case 25°C ! VCE ~ VCEV, RSE,"lO[J 

4 Tease 125°C 

lEBO 1 rnA IC ~ 0, VEB ~ 5 V 

ON CHARACTERISTICS" CARA CTtRIS TlOUES A L 'ETA T CONDUCTEUR 

veE sat-
1,5 

V 
IC ~ 10 A, IS ~ 2 A 

3,5 IC ~ 15 A, IS ~ 4 A 

VSE sat- 1,6 V 
IC ~ 10 A, IS ~ 2 A 
IC ~ 8 A, IS ~ 1,6 A 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIOUES DECOMMUTA nON 

On resistive load· Sur charge resistive 

Ion 0,55 

1,5 ps VCC ~ 150 V, IC ~ 10 A, ISl ~ IS2 ~ 2 A 

0,3 0,8 

On inductive load - Sur charge inductive 

Is 
3,5 Tj 0 25°C 

~ 
VCC ~ 300 V VSE ~ - 5V, 

5 TJ = 10QOC 
ps LS ~ 3pH,ISend ~ 2A, 

If 
0,08 TI ~ 25°C 

IC ~ lOA 
0,4 TI ~ 100°C 

• Measured With pulses tp = 30DJLS, 0 " 2 % **r case 25°C Unless otherwise stated. 
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FIGURE 1 : DC and pulse area. 
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FIGURE 3 : Power and IS/8 derating versus case 
temperature. 
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BUV48 i 

VCE = 5 V 
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FIGURE 6: DC current gain. 
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FIGURE 8: Base characteristics. 
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FIGURE 10: Saturation voltage. 
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IB 
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VCE 
(VI 

I ) I 
90 % confidence 

" 0° / 
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~ A°C, 
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FIGURE 7 : Minimum base current to saturate the 
transistor. 

\ T c;se 25°C 

1\ 
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~ 

IC = 15A 
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FIGURE 9: Collector saturation region. 

90 % confidence 

0,4 0,6 0,8 1,2 VBE (VI 

FIGURE 11 : Collector current spread versus base­
emitter voltage. 



BUV48i 
SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

IC 
(AI 

o 

TRANSISTOR FORWARO BIASEO 
- During the turn-on 
- During the turn-off without negative base-emitter voltage 

and RBE;>l00(! 

15~-+--~--+-~~-+--~--+-~---+--4 

200 400 600 BOO VCE (VI 

o 

TRANSISTOR REVERSE BIASEO 
- During the turn-off with negative base-emitter voltage 

FIGURE 12 Forward biased safe operating area FIGURE 13 Reverse biased safe operating 8re8 
(FBSOAI. (RBSOAI. 

100 200 300 400 VCE (VI 

FIGURE 14 : Forward biased accidental overload area 
(FBAOA). 

Figure 12: The hatched zone can only be used for tur-on 
Figures 13 and 15 : SWitch off starting from the quasI-saturated 
state (VeE ~ 1,5 V) allows to extend the RBSOA and the RBAOA 
to the hatched zone 
Figures 14 and 15 : High aCCidental surge currents (I > )eM) are 
allowed If they are non repetitive and applied less than 3000 times 
dUring the component life 
Figure 14 : The Kellog network (heavy pomt) allows the calculation 
of the maximum value of the short-circUit current for a given base 
current I B (90 % confidence). 
Figure 15 : After the accidental overload current, the RBAOA has 
to be used for the turn-off As In traffic regulation one IS allowed to 
cross the broken line before the continuous line. One IS forbidden to 
cross the single contin uous line 

603 

40 f--

30 VBE~ -5V 
f--

200 400 600 850 V CE 
IVI 

FIGURE 15 : Reverse biased accidental overload area 
(RBAOA). 

Figure 12 : La zone hachuree ne dolt etre utilisee que pour la mise 
en con.duction. 
Figures 13 et 15 : Le blocage a partir de f'etat quasi-sature (V CE ~ 
1,5 V) permet d'etendre /es aires de fonctionnement et de 

~i~c:r':i~gn.:t15~e6·~s7a~~.lgoZ~r~~~~~Zu;~;Char e (/? ICM sam 
permis s'lls sont non repetltlfs ee applIques de 3030 (DIS dans la vie 
du composant 
Figure 14 : Le n3seau de KeJlog (trait gras) permet Ie calcul de la 
valeur maximale du courant de court-circuit pour un courant de 
base donne I B (90 % de can fiance) 
Figure 15 : Apa}s Ie passage du courant du surcharge accidentelle 
on doit utiliser /'ake de surcharge accidente/le en polarisation 
inverse pour /'ouverture. II est permis de traverser la ligne continue 
a condition de traverser d'abord fa ligne poimHlee 
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RESISTIVE LOAD 

r-r- IC/IS - 5 -f-- Is VCC ~ 150V -I--... 
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FIGURE 16: Switching times versus collector current. 

SYX61400 

With antisaturation network 

FIGURE 18 : Switching times test circuit on inductive 
load (with and without antisaturation network). 

INDUCTIVE LOAD 

-j....-- 1-- ---=r 
Is ... - 1 

VSE ~ - 5 V 

~ 
Vc ~ 300 V 

ICIIS ~ 5 

'~ 

l- With antisaturation network ---
Witho~t antiSa\Uration network --

a 10 IC IAI 

FIGURE 20 : Switching times versus collector current 
(with and without antisaturation network). 
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Switching times versus junction 
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FIGURE 19 Switching times versus junction 
temperature. 
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FIGURE 21 : Fall times versus reapplied voltage slope. 



'.' THOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONOUCTEURS OISCRETS BUV 50 

FAST SWITCHING POWER TRANSISTOR 

TRANSISTOR DE PUISSANCE DE COMMUTA TlON RAPIDE 

ADVANCE INFORMATION 

HIGHER EFFICIENCY DUE TO , 

- Faster sMtching times 
- Lower switching losses 
- Lower on state voltage drop 
- Base current requirements 

NEW DATA FOR WORST CASE DESIGN 

- Characterrstics specified at 100 DC 

NEW DATA FOR OPTIMAL DESIGN 

- Very low saturation voltage and high gain for reduced 
load operation 

- Turn-on and turn-off tail specifications 
- Turn-on dle/dt for better rectifier choice 
- Switching times specified with and without negative 

base drive 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlM)TES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector-emitter voltage 
Tension colJecteur.emetteur 

Collector-emitter voltage 
VBE ~ - 1,5 V Tension collecteur-{Jfnetteur 

Emitter-base voltage 
Tension ~metteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Reverse bias base power dissipation ( B.E. junction in avalanche) 
Dissipation de puissance base-emetteur en avalanche 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Thermal resistance junction-case 
R~sisrance therm;que jonction-boitier 

50. rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 
F - 92403 CDurbevoie Cedex FRANCE 
Tel (1) 7BB-50-01 Telex: 610560 F 

Tease 25 oC 

605 

ease 
Bahier 

VCEOsus 

VCEV 

VCEsat 

ICsat 

ICSM 

tfi ( 100 DC)) 

TO 3 I CB 19) 

125 V 

250 V 

';;0,9 V 

20 A 

75A 

';;0,35/ls 

~ 
B 

VCEO 125 

VCEV 250 

VEBO 7 

ICIRMS) 25 
ICM 50 

IBIRMS) 6 
IBM 12 

Pbase 2 

Ptot 150 

Ti -65+200 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

W 

oC 
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BUV50 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACT£RISTIQUES £LECTRIQUES •• 

SYMBOLS TEST CONOITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACT£RISTIQUES A L'£TAT aLOQU£ 

VCEOsu. 125 V la = 0, IC = 0,2 A, L = 25 rnH 

V(BRIEBO 7 V IC = 0, IE = 50 rnA 

ICEV 
1 

rnA 
Tj=250C } VCE = VCEV, VaE = -1,5 V 5 Tj = 1000C 

1 
rnA 

Tj _250C } VCE = VCEV, RaE ='10 n ICER 5 Tj = 1000C 

lEBO 1 rnA IC _0, VaE- 5V 

ON CHARACTERISTICS - CARACT£RISTIQUES A L'£TAT CONDUCTEUR 

VCEsat* 
0,7 1,2 

V 
Tj=250C } IC=24A,la=3A 

0,9 1,a Tj = 100 0C 

VCEsat* 
0,6 0,9 

V 
Tj = 250C 

IC = 20 A, la = 2 A 
0,75 1,5 Tj = 1000C 

VCEsat'" 
0,4 0,7 

V 
Tj = 250C 

IC=10A,la=0,5A 
0,5 O,S Tj = 1000C 

VBEsat* 
1,35 1,7 

V 
Tj_250C 

IC = 24 A, la = 3 A 
1,45 1,9 Tj = 1000C 

VBEsat* 
1,25 1,6 

V 
Tj _25°C 

IC = 20 A, I a = 2 A 
1,25 1,7 Tj=loo0C 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIQUES DE COMMUTATION •• 

SWITCHING TIMES ON RESISTIVE LOAO - TEMPS DE COMMUTATION SUR CHARGE ReSISTIVE (fig. 1) 

t, 0,33 0,6 

0,75 1,2 
VCC = 100 V, IC = 24 A, ISl = 3 A, 

t, ". Ra2 =0,S3 n, Vaa =-5V,lp=30", 

tf 0,15 0,3 

TURN-ON SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIQUES DE COMMUTATION A LA MISE EN CONDUCTION (fig. 2) 

die/dt 
100 

A/JJ.s 
Tj = 250C } VCC = 100 V, RC =0 

S5 Tj = 1000C lal =3A 

VCE (2",) 1,4 
V 

Tj =25 0C 

I 2,1 Tj = 1000C VCC=100V 

1,1 Tj _250C 
RC= 5n 

VCE (4",) 
1,5 V Tj = 100 °c 

lal =2A 

TURN-OFF SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIQUES DE COMMUTATION A L'OUVERTURE (lig.3) 

ON INDUCTIVE LOAD - SUR CHARGE INDUCTIVE 

With negative bias - Avec polarisation negative 

tsi 
0,S5 1,4 
1,2 1,9 

tfi 
0,09 0,2 
0,17 0,35 

0,04 
tti 0,07 

0,16 
te 0,3 

Without negative bias - Sans polarisation negative 

tsi 
2,1 
3,2 

0,7 
tfi 1,2 

tti 
0,28 
0,55 .. 

° TJ _ 25 C Unless otherWise stated 

2/3 

". 
". 
". 
". 

". 
". 
". 

* Pulsed 
Impulsions 

Tj = 250C 
Tj = 1000C 

Tj =25 0C 
Tj= l00 0 C 

Tj = 25 DC 
Tj=1000C 

Tj = 250C 
Tj = 10Q aC 

Tj = 250C 
Tj =: 10Q oC 

Tj = 250C 
Tj=1000C 

Tj =25 0C 
T·=100oC 

tp .;; 300 /1S 

IC = 20 A 
la =2A 
Vsa = - 5 V 
Ra2=1,3n 
VCC=100V 
Vclamp. = 125 V 
LC = 0,25 rnH 

IC=20A 
la=2A 

Vaa = ° V 
Ra2 =4,7 n 
VCC=lOOV 
Vclamp: = 125 V 
Lc - 0,25 rnH 

o ~ 2% 



FIGURE 1 ,SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT I RESISTIVE LOAO ) 

l'C 
t VCE 

FIGURE 2 " TURN-ON SWITCHING WAVEFORMS 

2V 

-t 21d , _____ 
I Ie -' 4,.. 14-

AC 121 

IC 
IAI 

BUV50 

i: I Fast 81ecuorlc SWitch 

Vce 

I tri I 

IAI I I I 

0,9 Ie 

Ie 1 
IAI L--_ ..... (L-___________ • t 

FIGuRE 3 a: TURN-OFF SWITCHING TEST CIRCUIT 

LC 

131 

Vclamp. Vce 

FIGURE 3 b : TURN·OFF SWITCHING WAVEFORMS ( INDUCTIVE lOAD) 

Ie 
IAJ~--~ 

tsi ~ tfi .... tti.-­

I I 
t--tc~ 

607 

t 1) Fast electronic switch 

(2) Non-inductive resistor 

(3) Fast recovery rectifier 

3/4 



BUV50 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASEO 
- During the turn on 
- During the turn off without negative base-emitter voltage 

and 4.7 n ::so;;; RBE ~ 50 n 

ICr-~--.---r--r--'--'r--'--.--'--, 
(A) 

10 f----1---+---+--+---

OL----L __ -'---'-__ -'-_ 

o 100 150 200 VCE (V) 

FIGURE 4 : Forward biased safe operating area IFBSOA) 

The hatched zone can only be used for turn-on 
La zone hachuree ne doit Itre utilisee que pour Ia mise en 
conduction 

414 

608 

IC 
(A) 

40 

30 

o 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
- During the turn off with negative base-emitter voltage 

Tj~1000C 

20 _VBE=-5V 

10 

o 
o 100 150 200 VCE (V) 

FIGURE 5 : Ravena biased safe operating area (RBSOA) 



f.' lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS BUV 5~ 

FAST SWITCHING POWER TRANSISTOR 

TRANSISTOR DE PUISSANCE DE COMMUTA TlON RAPIDE 

ADVANCE INFORMATION 

HIGHER EFFICIENCY DUE TO : 

- Faster switching times 

- Lower switching losses 

- Lower on state voltage drop 

- Leu base current requirements 

NEW DATA FOR WORST CASE DESIGN 

- Characteristics specified at 1000C 

NEW DATA FOR OPTIMAL DESIGN 

- Very low saturation voltage and high gain for reduced 

load operation 

- Turn·on and tum-off tail spacifications 

- Turn-on die/dt for better rectifier choice 

- Switching times specified with and without negative base drive 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector-eminer voltage 
Tension collecteur-emetreur 

Collector-emitter voltage 
VBE = - 1,5 V Tension collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteu,. base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 

Courant base 

Reverse bias base power dissipationlB.E junction in avalanche) 
Dissipation de puissance base-emetteur en avalanche 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Thermal resistance junction-case 
Resistance thermique jonction-boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FAANCE 
Tel. (1) 788-50-01 Telex -610560 F 

T case 250C 

609 

VCEOsus 200 V 

VCEV 300 V 

VCEsat ";;0,9 V 

ICsat 10A 

ICSM 70A 

tfi(1000C) ";;250 ns 

ease 
Boitier 

TO 31CB 191 

VCEO 

VCEV 

VEBO 

ICIAMSI 
ICM 

IBIAMSI 
IBM 

Pbase 

Ptot 

Tj 

A,h(j-c) 

~ 
B 

200 V 

300 V 

7 V 

20 
28 

A 

4 
7 

A 

1 W 

150 W 

-65 +200 °C 

1,17 °C/W 

June 1982 114 

f. ~ lltOMSON-CSF 
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BUV51 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

SYMBOLS TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS- CARACTERISTIOUES A L'ETAT aLOOUE 

VCEOouI 200 V la-O .IC-O.2A. L -25 mH 

V(BRIEBO 7 V IC O.IE 50mA 

ICEV 
0.5 mA 

Tj -2SOC 
VCE =VCEV. VaE =-1.5 V 2 Tj=looOC 

0.5 T' -2SOC 
ICER 2,5 mA ~=loo0C VCE =VCEV, RaE =10 n 

lEBO 1 mA Ic-O,VaE--5V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT CONDUCTEUR 

VC'fMt* 
O.6S 1,2 

V ~ -2SOC IC=14 A ,IS =1,75 A 0.9 1.9 j=looOC 

VCEuI" 
0,45 0,9 

V ~=~~~C IC=10A,IS=1 A 0,6 1,2 

vCEuf 
0,4 0.8 T' 250C 
0,4 0.8 

V ~=IOO0C IC =5A ,Ia =0.25 A 

VBEui" 
1.3 1,7 T· 2SOC 
1.2 1,7 V ~=IOOOC IC =14 A ,Ia =1,75 A 

VBEui" 
1,1 1,4 

V ~=~~C Ic=10A,la=1 A 1 1,4 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION" 

SWITCHING TIMES ON RESISTIVE LOAD - TEMPS DE COMMUTATION SUR CHARGE RESISTIVE 

1-___ -:: ... ____ +_-t-;0:-;,3;-t-0:;-,-;;6-+ __ "-::' __ -t VCC = 160V ,IC= 14A ,lal=I,7 A 

1-___ -,,,=-___ +_-+-=0..:,,6-::-1-1"',-=2-+_-'''_' __ --1 Vaa = - 5 V • Ra2 = 1,4 n ,tp = 30 '" 
'I 0,12 0,3 '" 

TURN-ON SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION A LA MISE EN CONDUCTION 

dicldt 
75 

AI", 
Tj = 250C 

VCC = 160V, RC =0 ,Ial= 1,5A 65 Tj = 1000C 

VCE(2",1 
I,S 

V Tj = 25°C 
3 Tj = 1000C VCC = 160V, RC= 16n ,181= 1 A 

VCE 14"., 1,1 
V Tj =25OC 

1,4 Tj = 1000C 

TURN-OFF SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION A L'OUVERTURE 

ON INDUCTIVE LOAD - SUR CHARGE INDUCTIVE 

~th negative bias. Avec polarisation nllgative 

lsi 
0,7 1,2 

'" 
Tj = 250C 

1,1 1,7 Tj = l000C IC= lOA 

0,06 0,15 Tj = 250C IS= 1 A 
'Ii 0,12 0,25 '" Tj = l000C VSS=-5V 

Tj = 25°C 
RS2 = 2,5 n 

'ti 
0,01 

'" 
VCC = 160V 

0,03 Tj = l000C Vclamp = 200 V 

0,13 Tj = 250C LC =0,8 mH 
tc 0,24 ". Tj = 10QOC 

Without neptive bias· Sans polarisation n6gative 

tsi 
1,5 

'" 
Tj = 25°C IC=10A 

2,7 Tj = 1000C 18= 1 A 

0,5 Tj = 250C V88=0 
'Ii 0,85 ", Tj = 1000C RS2 =4,7 n 

Vec=160V 

tti 
0,12 ". Tj = 25°C V clamp = 200 V 
0,25 Tj = 1000e LC - 0,8 mH 

** Tj = 25°C Unless otherwise stated *Pulles 
tp<3001JS 6<2% 

2/4 Impulsions 

610 



F ICURE 1 ,SYlITCHING TIMES TEST CIRCUIT ( RESISTIVE LOAD I 

, Ie Re (21 

t VeE 

FIGURE 2" TURN-ON SWITCHING WAVEFORMS 

Ie 
(AI 

Vec 

Ie = ICso' 

2Vlt::~::~~~~v=e=E==(4=~==I==~ __ ~ D--I21'<-
IS -4JU ~ 

(AI I 

},918 . , 
'. 1 (AI 

( 
FIGURE 3. ,TURN-OFF SWITCHING TEST CIRCUIT 

Le 

131 

Vclamp. Vee 

FIGURE 3 b : TURN-OFF SWITCHING WAVEFORMS ( INDUCTIVE LOAD I 

tsi ~ tfl --1 tti ~ 
I I 
I-"~ 

611 

11) fait em.:::roni::: switc.h 

(2) ~on·induCtive resistor 

Re=O 

.. ' 

(1) Fast electronic switch 

(2) Non-inductive resistor 

(3) Fast recovery rectifier 

.. ' 

BUV 51 

3/4 



BUVS1 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
. During the turn-on 
- During the turn-off without negative base-eminer voltage 
and 4.70 .. RBE" 500 

Ie 
IA) 

20 

10 

4/4 

T)' I~Oe 

~ -~ 
50 100 150 200 VeE IV) 

FIGURE4 : Forward biased safe operating area IFBSOAl 

The hatched zone can only be used for turn-on 
La zone hachuree ne doit ~tre utilis{Je que pour fa mise 
en conduction 

612 

Ie 
IAI 

20 

10 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
- During the tum-off with negative base-emitter voltage 

Tj"'00oe 

i- VBE = - 5 V 

100 200 

FIGURE 5: Reverse biased safe operating area IRBSOAl 



f~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS BUV52 

FAST SWITCHING POWER TRANSISTOR 

TRANSIS70R DE PUISSANCE DE COMMUTA nON RAPIDE 

ADVANCE INFORMATION 

HIGHER EFFICIENCY DUE TO : 

- Faster switching times 

- Lower switching losses 

- Lower on state voltage drop 

- Less be .. current requirements 

NEW DATA FOR WORST CASE DESIGN 

- Characteristics specified at 1000C 

NEW DATA FOR OPTIMAL DESIGN 

- Very low saturation voltage and high gain for reduced 

load operation 

- Turn-on and tum-off tail specifications 

- Turn-on dicldt for banar rectifier choice 

- Switching 'tima. specified with and without negative base drive 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector-emitter voltage 
Tension collectBur.emetteur 

Collector-emitter voltage 
VBE = - 1,5 V Tension coll8Cteur·~metteur 

Emitter-base voltage 
Tension ~metteur·base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Reverse bias base power dissipation(B.E junction in avalanche) 
Dissipation de puissance base·emetteur en avalanche 

Power dissipation 
DisSipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Thermal resistance junction-case 
Resistance thermique jonction·boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FAANCE 
Tel. : (1) 788-50-01 Telex: 610560 F 

T case 250 C 

max 

613 

Case 
Boitier 

VCEOsus 

VCEV 

VCEsat 

'Csat 

ICSM 

tfj(1000 C) 

TO 3 ICB 19) 

VCEO 

VCEV 

VEBO 

ICIAMSI 
ICM 

IBIAMS) 
IBM 

Pbase 

Ptot 

Tj 

Rthlj-c) 

250 V 

350 V 

';;0,9 V 

SA 

60A 

';;400 ns 

B 

250 V 

350 V 

7 V 

20 
30 

A 

4 
6 

A 

1 W 

150 W 

-65 +200 DC 

1,17 °C/W 

Juns 1982 1/4 

f.)I lMOMSON-CSF 
• lG@~iI'@",£\~'jj'", 



BUV52 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CAR,ACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

SYMBOLS UNITS TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT BLDQUE 

VCEOsus 250 V IB =0, IC =0,2 A, L =25 rnH 

V(BRIEBO 7 V IC -0, IE -50 rnA 

'CEV 
0,5 

rnA 
Tj -250C 

VCE =VCEV, VBE =- 1,5 V 
2 Tj = l000C 

ICER 
0,5 

rnA 
Tj -250C 

VCE =VCEV, RBE = 10 n 
2,5 Tj = 1000C 

lEBO 1 rnA IC =0 , VBE - - 5 V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT CONDUCTEUR 

VCEsat* 
0,6 1,2 

V 
Tj =250C 

IC=12A,IB=1,5A 
0,9 1,9 Tj = l00a C 

VCEs.jI' 
0,45 0,9 

V 
Tj -250C 

IC=8A ,IB=O,8A 
0,6 1,2 Tj = 100°C 

VCEsat* 
0,35 0,7 

V 
Tj -250C 

IC = 4A ,IB = 0,27 A 
0,35 0,7 Tj = 1000C 

VBEsa.:" 
1,2 1,5 

V 
Tj -250C 

IC =12 A, IB =1,5A 
1,2 1,5 T- = l000 C 

VBEsa~ 
I 1,3 

V 
Tj -250C 

IC=8A ,IB=O,8A 
0,9 1,3 Tj = l000C 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION" 

SWITCHING TIMES ON RESISTIVE LOAD - TEMPS DE COMMUTATION SUR CHARGE RESISTIVE 

t, 0,3 0,6 ~s 
VCC = 200 V , IC = 12 A ,IB1= 1,5 A 

Is I 1,6 ~ VBB = - 5 V , RB2 = 1,7 n ,tp = 30 ~s 
tf 0,15 0,3 ~s 

TURN-ON SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION A LA MISE EN CONDUCTION 

die/dt 
70 

A/I-'S Tj = 25°C 
VCC = 200 V, RC =0 ,IB1= 1,2 A 60 Tj = 100°C 

VCE(2~sl 
1,8 

V 
Tj = 250C 

2,8 T' = l000C 

Tj = 250C 
VCC = 200 V , RC = 25 n ,IB1= 0,8 A 

VCE(4~., 
1,1 

V 1,5 Tj = 100°C 

TURN-OFF SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION A L'OUVERTURE 

ON INDUCTIVE LOAD - SUR CHARGE INDUCTIVE 

With negative bias· Avec polarisation negative 

tsi 
1,2 1.8 
1,8 2.4 

~s 

0,08 0,2 
tfi 0,2 0.4 

~s 

tti 
0,03 
0,08 ~s 

.. 0,15 
0,35 ~s 

Without negative bias - Sans polarisation n6gative 

tsi 
2,8 
4,5 ~s 

0,5 
If; 0,8 ~s 

tti 
0,15 
0.4 

~s 

2/4 .... Tj = 25°C Unless otherwise stated 

Tj = 25°C 
Tj = 1000C 

Tj = 25°C 
T- = 1000C 

Tj = 250C 
T- = 1000C 

Tj = 250C 
Tj = 100°C 

Tj = 250C 
Tj = l000C 

Tj = 250C 
T- = 1000C 

Tj = 250C 
Tj = 100°C 

0 *. ulses 
Impulsions 

614 

IC=8A 
18 = 0,8 A 
VBS=-5V 
RS2 = 3,1 n 
VCC = 200 V 
Vclamp = 250 V 
Lc=1,3mH 

'C=8A 
'B=O,8A 
VBS =0 
RS2 ~ 5,6 n 
VCC = 200 V 
Vclamp = 250 V 
LC- 1•3mH 



:-IGUHE 1 : S',,I'JITCHING TIMES TEST CIRCUIT I RESISTIVE LOAD I 

'81 l'C RC 121 

t VCE 

FIGURE ,TURN·ON SWITCHING WAVEFORMS 

2 V t=i:::=:t=~=V=C=E~'4~~;'~' ='-_"'-

Ie ~'" ~ 

Ie 
IAI 

I tri I 

(1) Fast electronic switer. 

(2) Non·inductive resistor 

D
--I2~S--

IAI I 
I -------
0.9 '8 

.. t 

'8 1 
IAI L-----'(L-_______ ----< .. ~ 

FIGURE 3 a: TURN·OFF SWITCHING TEST CIRCUIT 

Le 

131 

'81 

(1) Fast electronic switch 

f VCE 
(2) Non-inductive resistor 

(3) Fast recovery rectifier 

Vclamp. Vee 

FIGURE 3 b : TURN-OFF SWITCHING WAVEFORMS ( INDUCTIVE LOAD) 

0.9 'c 

, 
!B I--- '51 ~ 'fi ..., ttl r--

lA' ~---,~ I I 
t--tc~ .' 

615 

DUV 0.£ 
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BUV52 

o "O--..--L 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
. During the turn-on 
_ Durinll the turn-off without negative b ••• -emitter voltage 
andl.lO"RBE"600 

Ie 
IAI 

20 

10 

o 

I i",1(X)Oe 

~ r---

100 200 

FIGURE4: Forward biased safe operating area IFBSOA) 

414 

The hatched lone can only be used for turn-on 
La zone hachume ne doit ~tre utili see que pOur /a mise 
en conduction 

616 

IC 
IAI 

20 

10 

o 

3,1 no 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
- During the turn-off with negative ba.e-emitter voltage 

Ti"100°C 

-VeE ~ - 5V 

" 100 200 300 400 VCE IV) 

FIGURE 5: Reverse biased safe operating area IRBSOA) 



,., lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

SUPERSWITCH BUV54 
NPN HIGH VOLTAGE FAST SWITCHING DARLINGTON 

DARLINGTON NPN HAUTE TENSION DE COMMUTA nON 

ADVANCE INFORMATION 

SUPERS\NITCH 

HIGH VOLTAGE. FAST SWITCHING DARLINGTON SUITED FOR 

MOTOR SPEED CONTROL. INVERTERS. SWITCHED MODE POWER 

SUPPLIES WITH SWITCHING FREQUENCIES UP TO 50 kHz. 

·Very fast switching 

·Wide sat. operating area 

-High current gain 

-Design orientated specifications 

·Switching times specified with inductive load 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
TempIJrature de jonction 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction boitier 

50. rue Jean'Plerre Tlmbaud· B P 5 
F . 92403 Courbevo,e Cedex FRANCE 
Tel (1) 788·50·01 Telex 610560 F 

~p~ 5 ms 

tp~ 5ms 

617 

VCEOsus 

VCEX 

ICoat 

R 1 R 2 

VCEO 

VCSO 

VESO 

IC 
ICM 

IS 
ISM 

Ptot 

Tj 

D2 

E 

400 V 

600 V 

V 

18 
35 

A 

6 
10 

A 

150 W 

-65 +200 oc 

Mars 1981 1/3 





'.' THOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS BUVSD 

FAST SWITCHING POWER TRANSISTOR 

TRANSISTOR DE PUISSANCE DE COMMUTATION RAPIDE 

ADVANCE INFORMATION 

HIGHER EFFICIENCY DUE TO : 

- Faster switching times 

- Lower switching losses 

- Lower on state voltage drop 

- Len bllsa current requirements 

NEW DATA FOR WORST CASE DESIGN 

- Characteristics specified at 1000C 

NEW DATA FOR OPTIMAL DESIGN 

- Very low saturation voltage and high gain for reduced 

load operation 

- Turn-on and tum-off tail specifications 

- Turn-on dicfdt for better rectifier choice 

- Switching times specified with and without negative base drive 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
VSE = -1,5 V Tension collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Reverse bias base poVlter dissipation ( B.E. junction in avalanche) 
Dissipation de puissance base-fimetteur en avalanche 

Povver dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Thermal resistance junction-case 
RAsistance thermique jonction-boitier 

SO, rue Jean-Pierre Timbaud· B.P. 5 
F - 92403 CourbevDie Cedex FRANCE 
Tel. : (1) 788-SO-01 Telex: 610560 F 

Tease 25 oc 

619 

VCEOsus 125 V 

VCEV 250 V 

VCEsat ';;0,9 V 

ICsat 50A 

ICSM 150 A 

tfi ( 100 DC ) ~ 250 ns 

Ca .. 

Boitier 
CB 159 

VCEO 

VCEV 

VESO 

ICIRMSI 
ICM 

ISIAMS) 
ISM 

Pbase 

Ptot 

Tj 

125 V 

250 V 

7 V 

SO 
SO 

A 

10 
1S 

A 

3 W 

2SO W 

-65 +200 oC 

June 1982 1/4 

~ ~ lHOMSON-CSF 
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BUV60 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACnRISTIOUES eLECTRIOUES" 

SYMBOLS TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIOUES A L'ETAT SLoouE 

VCEOsus 125 V IS = 0, IC = 0,2 A, L = 25 mH 

V(BRIEBO 7 V IC = 0, IE = 50 mA 

ICE V 
1 mA 

Tj_25 0 C 
VCE = VCEV, VSE = - 1,5 V 

4 Tj = 100 °c 

ICER 
1 

mA Tj=25 0 C 
VCE = VCEV, RSE = 10 n 

5 Tj = l00 0 c 

lEBO 1 mA IC = 0, VSE = - 5 V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES A L'ETAT CONDUCTEUR 

VCEsat* 
0,75 1,2 

V Tj=25 0 C } IC=60A,ls=7,5A 
0,9 1,8 Tj=100 0 C 

VCEsat* 
0,65 0,9 

V 
Tj_25 0 C 

IC = 50 A, IS = 5 A 
0,7 1,2 Tj = 100 0 C 

VCEsat* 
0,45 0,75 

V Tj=25 0 C 
IC = 25 A, IS = 1,25 A 

0,45 0,75 Tj = 100 0c 

VBEsat* 
1,55 1,8 

V 
Tj_25 O C 

IC=60A,IS=7,5A 
1,65 1,9 Tj = 100 0 C 

VBEsat* 
1,40 1,6 

V Tj=25 0 C 
IC = 50 A, IS = 5 A 

1,45 1,7 Tj = l00 0 C 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIOUES DE COMMUTATION •• 

SWITCHING TIMES ON RESISTIVE LOAO - TEMPS DE COMMUTATION SUR CHARVE RESISTIVE (I;g. 11 

'r 0,5 0,8 

's 0,5 1,1 '" 
VCC = 100 V,IC =60 A,ISI = 7,5 A 
RS2 = 0,33 n, VOO =-5V"p=30", 

'f 0,06 0,15 

TURN-ON SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIOUES DE COMMUTATION A LA MISE EN CONDUCTION (l;g.21 

die/eft 
160 

AI", 
Tj = 25 DC } VCC = 100 V, RC = 0, 101 = 7.5 A 

150 Tj = 100 oc 

VCE (2 ~sl 
2,5 V 

Tj_25 0 C 

I 
VCC=100V 3 Tj = 100 oc 
RC= 2n 

VCE (4",1 
1,8 

V 
Tj=25 0 C 101 = 5A 

1,9 Tj = l00 0 C 

TURN-ON SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DE COMMUTATION A L'OUVERTURE (l'g.31 

ON INDUCTIVE LOAD - SUR CHARGE INDUCTIVE 

With negative bias - Avec polarisation negative 

's; 
0,50 1,2 

'" 
Tj =25 0 C 

0,85 1,7 Tj = l00 0 C IC= 50A 

0,05 0,1 Tj =25 OC 
IS= 5A 

tfi '" 
VSS = - 5 V 

0,12 0,25 Tj = l00 0 C RS2 = 0,5 n 

tti 
0,01 

'" 
Tj = 25 oc VCC=I00V 

0,('4 Tj = l00 0 C Vclamp. = 125 v-
0,09 Tj =25 0 C 

LC= 0,1 mH .. 0,2 '" Tj=I00 0 C 

Without negative bias - Sans polarisation n6gative 

's; 
1,5 

'" 
Tj = 25 0 C IC = 50 A 

2,7 Tj = l00 0 C 18 = 5 A 

't; 1,3 Tj _25 0 C VSO=O V 

1,8 '" Tj = l00 0 C RS2 = 1,5 n 
VCC=100V 

tti 
0,4 

'" 
Tj =25 0 C Vclamp. = 125 V 

0,6 Tj = l00 0 C Lc = 0,1 mH, 

.... Tj = 250C Unless otherwise stated * Pulsed 

2/4 Impulsions tp .;; 300 ps 5 .;; 2% 



FIGURE 1 ,SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT ( RESISTIVE LOAD) 

l'C 
t VCE 

FIGURE 2,: TURN-ON SWITCHING WAVEFORMS 

RC 12) 

'c 
IA) 

VCC 

I trj I 

BUV60 

(1) Fast electronic switch 

(2) Non-inductive resistor 

.. t 

18 1 
IAI L __ Lf __________ ...... t 

FIGURE 3., TURN-OFF SWITCHING TEST CIRCUIT 

LC 

131 

Vclamp. VCC 

FIGURE 3 b ,TURN-OFF SWITCHING WAVEFORMS I INDUCTIVE LOAD) 

'8 
IAJI----.: 

tSi~tfi...,tti~ 
I 1 
t--tc~ 

621 

(1) Fast electronic switch 

(2) Non-inductive resistor 

(3) Fast recovery rectifier 

3ilJ. 



BUV60 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
. During the turn on 
. During the turn off without negative base-emittar voltage 
and l.sn';; RBE .;; 50n 

40 1----l--1----1--1----1 

20 ~__I--I--+_-l---

OL--L_~~_~ __ 
o 50 100 150 200 VCE (VI 

FIGURE 4 : Forward biaed safe operating area (FBSOA) 

The hatched zona can only be used for turn-on 
La zone hachurH ne doit 'tre UtilisH que pour I. mise fin 
conduction 

4;4 
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IC 
(AI 

60 

40 

20 

o 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
. During the turn off with negative bas •• miner voltage 

TI~looJC 

I--VBE=-5V 

o 
o 50 100 150 200 VCE (VI 

FIGURE 5 : Rev.no biased safe operating .... (RBSOAI 



~~ THOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS BUV 6'1 

FAST SWITCHING POWER TRANSISTOR 

TRANSIS TOR DE PUISSANCE DE COMMUTA TlON RAPIDE 

ADVANCE INFORMATION 

HIGHER EFFICIENCY DUE TO : 

- Faster switching times 

- Lower switching losses 

- Lower on state yoltage drop 

- Lass base currant requirements 

NEW DATA FOR WORST CASE DESIGN 

- Characteristics specified at 1000C 

NEW DATA FOR OPTIMAL DESIGN 

- Very low saturation voltage and high gain for reduced 

load operation 

- Turn-on and tum-off tail specifications 

- Turn-on diJdt for better rectifier choice 

- Switching times specified with and without negative base drive 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LI MI TES ABSOLUES O'UTI LISA TI ON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
VSE = - 1.5 V Tension collecteur-emetreur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant coJlecteur 

Base current 

Courant base 

Reverse bias base power dissipation(B.E junction in avalanche} 
Dissipation de puissance base-emetteur en avalanche 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Thermal resistance junction-case 
Resistance thermique jonction-boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel.: (1) 788-50-01 Telex: 610560 F 

Tcase 250 C 

623 

VCEOsus 200 V 

VCEV 300 V 

VCEsat ';;0,9 V 

ICsat 25A 

ICSM 120 A 

tfi(1000 C) ~ 200 ns 

Case 
Baitier 

CB 159 ITO 3 modifi6' 

VCEO 

VCEV 

VESO 

ICIRMS) 
ICM 

ISIRMS) 

ISM 

Pbase 

Ptot 

Tj 

200 V 

300 V 

7 V 

50 
A 

75 

8 
15 

A 

2 W 

250 W 

-65 +200 °C 

Jun8 1982 1/4 
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BUV61 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS· CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES 

SYMBOLS TEST CONDITIONS· CONDITIONS DE MESURE 

Off CHARACTERISTICS· CARACTERISTIOUES A L'ETAT BLOOUE 

VCEOsul 200 V IB =0, IC=O,2 A, L =25 mH 

V(BRIEBO 7 V IC o ,IE SOmA 

ICEV 
1 

mA 
Tj = 25°C 

VCE =VCEV, VBE =-1,5 V 
4 Tj=I000C 

ICER 
1 

mA 
Tj -250C 

VCE =VCEV, RBE =10 n 
5 Tj = 100°C 

lEBO 1 mA IC=O,VBE--5V 

ON CHARACTERISTICS· CARACTERISTIOUES A L'ETAT CONDUCTEUR 

VCE .... 
0,6 1,2 

V 
Tj -250C 

Ic=40A,la=5A 
0,75 1,9 Tj=I000C 

VCE .... 
0,4 0,9 

V 
Tj = 25°C 

IC = 25 A, la = 2,5 A 
0,5 1,2 T'=I00oC 

VCE .... 
0,65 0,8 

V 
Tj -250C 

IC =12,5 A, IB =0,625 A 
0,5 0,9 T' = 100°C 

VBE .. t* 1,35 1,7 
V 

Tj -250C 
Ic=40A,la=5A 

1,35 1,8 Tj = 1000C 

VBEsat* 
1,1 1.4 

V 
Tj -250C 

IC =25 A, la =2,5 A 
1,05 1.4 Tj = 100°C 

SWITCHING CHARACTERISTICS· CARACTERISTIOUES DE COMMUTATION"" 

SWITCHING TIMES ON RESISTIVE LOAD· TEMPS DE COMMUTATION SUR CHARGE RESISTIVE 

" 0,55 0,9 ~s 
VCC = 160 V ,IC =40A ,IB1= 5 A 

's 0,6 1,2 ~s 

0,12 0,3 ~s 
VBa=-5V, RB2 =0,5 n ,tp=30~ 

'f 

TURN·ON SWITCHING CHARACTERISTICS· CARACTERISTIOUES DE COMMUTATION A LA MISE EN CONDUCTION 

diC/cIt 
130 

A!/Js 
Tj:;:: 25°C 

VCC = 160 V , RC = 0 181 = 3,75 A 
110 Tj = 1000C 

VCE(2~sl 
1,3 

V Tj = 25°C 
1,8 T' = lOOoC 

VCC = 160 V , RC = 6,4 n , lal = 2,5 A 
VCE(4~sl 0,95 V Tj ~ 25u C 

1,1 Tj = 100°C 

TURN·Off SWITCHING CHARACTERISTICS· CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION A L'OUVERTURE 

ON INDUCTIVE LOAD· SUR CHARGE INDUCTIVE 

~th negative bias - Avec polarisation n~tive 

tsi 
0,85 1,4 
1,1 1,9 

0,06 0,12 
'Ii 0,08 0,2 

0,01 
tti 0,02 

0,11 
'e 0,15 

Without negative bias - Sans polarisation negative 

tsi 
1,6 
2,7 

0,7 
tfi 1 

0,2 
tti 0,3 

* * TJ :;:: 25°C Unless otherwise stated 

2/4 

~s 
Tj = 250C 
Tj = lOOoC IC = 25 A 

Tj:;:: 25°C la=2,5A 
~s 

Tj = lOOoC VBa = - 5 V 

Tj:;:: 25°C 
RS2 = 1 n 

~s VCC=160V 
Tj = 1000C Vclamp:;:: 200 V 

~s 
Tj = 250C LC =0,32 mH 

Tj = 100°C 

~s 
Tj:;:: 25°C 
T· - lOQoe 

IC = 25 A 
la=2,5A 

Tj = 25°C Vaa=O 
~s 

Tj = 100°C RS2=2,7 n 

Tj:::: 250C 
VCC=160V 

~s V clamp:;:: 200 V 
Tj:;:: lOQoe LC -0,32 mH 

if.Pulses t ~300 fJS & ~2 % 
Impulsions P 

624 



FIGURE 1 ,SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT I RESISTIVE LOAD I 

! Ie 
RC 121 

t VeE 

FIGURE 2 ,TURN-ON SWITCHING WAVEFORMS 

2V-t==*===~::~=V=C=E~'4~~=S='== ____ ~ 
2~4;- ~ 

IC 
IAI 

Vec 

I tri I 

(1) Fast electroniC switch 

(2) Non-Inductive resistor 

,.-­.. 

Ie 
IAI 

0.91 e 

Ie 1 
IAI L __ Lf _____________ .. t 

FIGURE 3. TURN-OFF SWITCHING TEST CIRCUIT 

Le 

131 

Vclamp. Vee 

FIGURE 3 b TURN-OFf SWITCHING WAVEFORMS ( INDUCTIVE LOAD I 

~';,"~ ~---------... 

'e 
IAIt----'\; 

I 
t--- tSi ~ tfi -1 It; r--

I I 
t--tc~ 
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(1) Fast electronic switch 

(2) Non-inductive resistor 

(3) Fast recovery rectifier 

BUV61 
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BUV61 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
. Ouring the turn·on 
. During the turn off without negative bas ... mitter voltage 
and 2,7 n .. RBE .. 50 n 

~~--~----~--~----

o 100 200 

FIGURE 4 : ForWllrd bi ... d .... operating .,.. (FBSOAJ 

The hatched zone can only be used for turn-on 
La zone hachurtle ntI doit It,. utilisee que pour I. mis. lin 
conduction 

626 

o 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
. During the turn off with negative bas •• mitter yoltage 

IC 
IA ) 

60 

40 

-VBE=-SV 

~ 

o 
o 100 

l 
Tj';;I(1)OC_ 

200 300 

-

FIGURE 5 : Reverse biased sat. operating area (R!:;sOA) 



~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS BUV62 

FAST SWITCHING POWER TRANSISTOR 

TRANSISTOR DE PUISSANCE DE COMMUTA TlON RAPIDE 

ADVANCE INFORMATION 

HIGHER EFFICIENCY DUE TD : 

- Faltllr .witching times 

- La ..... witching 10IIeS 

- Lower on .tate voltage drop 

- Leu ... current requirements 

NEW DATA FDR WORST CASE DESIGN 

- Ch .... _,ifti .. specified., 1000C 

NEW DATA FDR OPTIMAL DESIGN 

- Very low .. tumon vol ........ d high pin for reduced 

'Glld openItion 
- Turn.-on end tum-off tIIil specifications 

- TurlHH1 dicfdt for better rectifier choiR 
_ Switching til1l8llpecifilld with end without negative base drive 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur4metteur 

Collector-emitter voltage VBE=-1.5V 
Ttmlion collecfeur-lmetteur 

Emitter-base voltage 
Tension 4merteur-bBSII 

Collector current 
Courant collllCttJur 

Bale current 
CourantbllN 

Reverse bias base power dissipation(B.E junction in avalanche) 
Di,si/HItion de puissance bal8..emetteur en at/alanche 

Power dissipation 
DiuipBtion de puisSllnce 

Junction temperature 
Temp~f1IturtJ dtJ jonction 

Thermal resistance junction--case 
RfI,iltance thermique jonction-boitier 

SO, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 
F . 92403 Courbevoie Cede. FRANCE 
Tel. : (1) 788·5Q.fl1 Tele.: 610560 F 

Tease 250 C 

max 

627 

CoH 
Bonier 

VCEOsul 

VCEV 

VCEsat 

I Coat 

ICSM 

tfi(1000CI 

CB 159 

T case = 25°C 

VCEO 

VCEV 

VEBO 

'CIRMS) 
'CM 

'BIRMS) 
'BM 

Pbase 

Ptot 

Tj 

R'hlj-c) 

250 V 

350 V 

oe;;O.9V 

16A 

120 A 

" 4OO.nl 

250 V 

350 V 

7 V 

40 
60 

A 

7 
12 A 

2 W 

250 W 

-65 +200 °C 

0,7 
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BUV62 

E'_ECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES 

SYI\1BOLS TEST CONOITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT BLOQUE 

VCEOsus 250 V IS=O, IC=0,2A, L=25mH 

VIBRIEBO 7 V IC=0,IE=50mA 

1 
mA Tj = 25°C 

VCE =VCEV, VSE =-1,5 V ICEV 4 Tj = l00ac 
1 

mA Tj = 25°C 
VCE =VCEV, RSE = 10 n ICER 5 Tj = 1000C 

lEBO 1 mA IC=O,VSE=-5V 

ON CHARACTERISTICS CARACTERISTIQUES A L'ETAT CONDUCTEUR 

VCEsat* 
0,6 1,2 

V 
Tj = 25°C 

IC = 24 A , IS = 3 A 
0,9 1,9 Tj = lOOaC 

vCEsaik 
0,45 0,9 

V 
Tj = 250 C 

IC=lSA,IS=l,SA 
O,S 1,2 T = 100°C 

VCE •• ~ 
0,35 0,7 

V 
Tj = 250C 

IC = SA , IS =0,53 A 
0,35 0,7 Tj=1000 C 

VBEsat* 
1,2 1,5 

V 
Tj - 250C 

IC=24A,IS=3A 1,2 1,5 Tj = lOOoe 

VSEs.i" 
1 1,3 

V 
Tj = 25°C 

IC=lSA,IS=1,6A 
0,9 1,3 Tj = lCODe 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION" 

iswlTCHING TIMES ON RESISTIVE LOAD - TEMPS DE COMMUTATION SUR CHARGE RESISTIVE 

... 0,3 0,6 ~s 

I,S 
VCC =200V, IC =24A ,IS1=3A .. 1,2 '" VSS = - 5 V , RS2 = 0,S3 n , tp = 30 '" 

'f 0,15 0,3 ~. 

TURN-ON SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION A LA MISE EN CONOUCTION 

die/cit 
130 

A/p.s Tj = 250C 
VCC=2ooV, RC=O,IS1=2,4A 120 Tj = l000C 

VCE(2"., 
I,S 

V Tj = 25°C 
2,S Tj = l000C VCC = 200 V, RC = 13 n , IS = 1,6 A 

VCEI4".i 
1,1 

V 
Tj = 250C 

1,5 Tj = 1000C 

TURN-OFF SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION A L'OUVERTURE 

ON INDUCTIVE LOAD - SUR CHARGE INDUCTIVE 

tNith negative bias· Avec polarisation negative 

tsi 
1,2 I,S Tj = 250C 
I,S 2,4 ". T' -1000C IC=16A 

O,OS 0,2 Tj = 250C IS=I,6A 
tfi 0,2 0,4 

~s 
Tj = 1000C Vee = - 5 V 

RS2 = 1,6 n 

tti 
0,03 ". Tj = 250C VCC = 200 V 
O,OS T- -1000C Vclamp = 250 V 

'c 
0,15 

'" 
Tj = 25°C LC =0,63 mH 

0,3 Tj -1000C 

~ithout negative bias - Sans polarisation negative 

3 Tj = 25°C IC= 16A 
tsi 5 ". Tj -100°C IS = 1,6A 

0,6 Tj = 250C Vee =0 
tfi 1 ". Tj -1000C RS2 = 3,3 n 

VCC = 200 V 
0,2 Tj =250C V clamp = 250 V 

tti 0,45 ~. Tj::-loo0C Lr -0,63 mH 

2/4 U Tj = 25°C Unless otherwise stated *PulseS. t ~300 
ImpulsIOns p J.1s O~2% 

628 



FIGUi'lE 1 ,SWITCH1NG TIMES TEST CIRCUIT ( RESISTIVE LOAO I 

RC 121 

Vee 

FIGURE 2" TURN-ON SWITCHING WAVEFORMS 

FIGURE 3 a: TURN·OFF SWITCHING TEST CIRCUIT 

Le 

(31 

Ie 
(AI 

(AI '"j 

V clamp. 

FIGURE 3 b : TURN-OFF SWITCHING WAVEFORMS ( INDUCTIVE LOAD) 

veE, Ie 
(VI (AI 1--------...... 

0,9 Ie 

I trj I 

/ 

Vee 

'8 
IAI~---'\: 

lSi -+-.- tfi ~ ttl r---
I I 
J-- tt -.., 
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BUV62 

(1) Fast e!actronic switch 

(2) Non-inductive resistor 

.. t 

(1) Fast electronic switch 

(2) rJon-tnductive resistor 

(3) Fast recovery rectifier 
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BUV62 

4/4 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 

. During the turn on 

. During the turn oH without negative base-emitter voltage 
and 3.3n ,.;; RSE <;; 50 n 

~~---+----+----4----1----1~--1 

20 ~---+----+----4----1----1l'r 

OL-__ ~ ____ ~ __ ~ ____ ~ __ ~ 

o 100 200 

FIGURE 4 : Forward biased safe operating .,... (FBSOAI 

The hatched zone can only be used for turn-on 
La ZOml hachuree nfl doit It,.. utilise. que pour la mi$ll en 
conduction 

630 

o 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
- Durinv the turn off with negative base-emitte, voltage 

IC 
(A I 

60 

~ 

-VSE=-5V 

20 

o 
o 100 

J 
Tj <;;1000C 

200 300 

I----

FIGURE 5 : Revene biased sde operating iN". (RBSOAI 
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D1VISION SEMICONOUCTEURS DISCRETS 

SUPERSWITCH BUV74 
NPN HIGH VOLTAGE FAST SWITCHING DARLINGTON 

DARLINGTON NPN HAUTE TENSION DE COMMUTA TlON 

AOVANCE INFORMATION 

SUFlERS\NITCH 

HIGH VOLTAGE, FAST SWITCHING DARLINGTON SUITED FOR 

MOTOR SPEED CONTROL, INVERTERS, SWITCHED MODE POWER 

SUPPLIES WITH SWITCHING FREOUENCIES UP TO SO kHz. 

·Very fait switching 

"Wict. sat. operating .,. 

-High current pin 

·Desit" orientated specificlltiom 

·Switching timft specified with inductive 1000d 

tp ~5 ms 

tp~5ms 

Power dissipation 
TC = 2SoC 

Diuip.rion de puiuenc8 

Junction temperature 
T8mperatur. de joncrion 

Junction-case thermal resistance 
Resist.nCIl rhermiqutl jonction baiti., 

50. rue Jean-Pierre Tlmbaud - B.P, 5 
F 92403 Courbevole Cedex FRANCE 
Tel (1) 788-50-01 Telex 610560 F 

631 

VCEOsus 

VCEX 

ICsat 

D2 

Rl 

VCEO 400 V 

VCBO 600 V 

VEBO V 

IC 36 
A 

ICM 70 

IB 12 A 
IBM 20 

Ptot 2S0 W 

Tj -l;S +200 °C 

0,7 





'.' lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS OISCRETS 

SUPERSWITCH 

BUV 98, (V) 
BUV98A,(V) 

NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTORS 
TRANSISTORS NPN HAUTE TENSION DE COMMUTA TlON 

SUPERSWITCH BUV98,{VI BUV98A,{VI 

HIGH VOLTAGE, HIGH CURRENT AND HIGH SPEED 

TRANSISTOR SUITED FOR: 

- THE 220/380 V MAINS 

- THE PARALLEL AND DARLINGTON CONFIGURATIONS 

- DCIDC AND DCI AC CONVERTERS 

- MOTOR CONTROL 

Data sheet tailored for swiching applications 

- ISOTOP : isolated collector package 

- Key parameters characterized at 100G e 
- High blocking capability· 1000 V 

- Information for parallel mounting 

- Information for use in darlington configuration 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUESI 
VAl.EURS LlMITES ABSOLUES Q'UTILISATION 

Collector-emitter voltage 
Tension collecreuf-emerteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecreur'~m8rteur 

Emitter-base voltage 
Tension emeUt!ur-base 

Collector current 
Couranr collecreur 

Base current 
Couranr base 

Power dissipation 
Dissiparlon de puissanCII 

Junction temperature 
Temperarure de jonetion 

Junction-case thermal resistance 
R~sisrance thermique janetian-baitier 

50, rue Jean-Pierre Tlmbaud . B P 5 
F . 92403 Courbevole Cedex FRANCE 
Tel (1) 788~50~01 Telex 610560 F 

VBE=- 2,5V 

tp~5ms 

tp:s.;S ms 

T case 25°C 

max 

VCEO 

VCEX 

VEBO 

'C 
'CM 

'B 
'BM 

Ptot 

Tj 

633 

VCEOsus 400 V 450 V 

VCEX 850 V 1000 V 

ICsat 20 A 16 A 

ICSM 

tf (100 oCI 
max 

Case 
Baitier : ISOTOP 

110A 

400 ns 

BUV 98 - BUV 98 A BUV 98,{VI- BUV, 98A{VI 
CB-285 CB-416 

Isolation voltage: 2,5 kVIRMSI 

BUV98,{VI 

400 

B50 

7 

30 
60 

8 
30 

150 

150 

0,83 

BUV98A,{VI 

450 V 

1000 V 

V 

A 

A 

W 

°c 

°C/W 

09-1982 -1/7 
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BUV 98. (VI- BUV 98 A. (VI 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES •• 

SYMBOLS TEST CONDITIONS- CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACT~RISTIQUES A L'ETAT SLOQU~ 

400 SUV98,IV) 
VCEOtu. 450 

V 
SUV98A,IV) 

IS = 0, IC = 0,2 A, L = 25 mH 

VIBRIEBO 7 30 V 'C=O,IS=O,l A 

ICE X 
0,4 

mA Tease:= 25 oc 
VCE = VCEX, VSE = - 2,5 V 4 Tease = 125 oc 

ICER 
1 

mA 
Tease _ 25 DC 

VCE = VCEX, RSE';;5 n 8 Tease = 125°C 

'ESO 2 mA IC = 0, VES = 5 V 

ON CHARACTERISTICS - CARACT~RISTIQUES A L'~TAT CONDUCTEUR 

1,5 
V 'C=20A,IS=4A 

3,5 BUV98,IVI IC = 30 A, IS = 8 A 
Vee,.t . 

1,5 
V SUV98A,IVI 

IC = 16 A, '8 = 3,2 A 
5 'C=24A,IS=5A 

VaEs.t . 1,6 V BUV98,IVI 'C_20A'IB_4A 

BUV98A,IVI 'C = 16 A, IS = 3,2 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS - CARACT~RISTIQUES DYNAMIQUES 

f = 1 MHz, Ie = 1 A, VeE = 10 V 

C22b f = 1 MHz, VCE = 10 V 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION 

Rnistive lo.d - Charge r.,istive 

ton 0,55 1 
BUV98,IVI Vec = 150 V, Ie = 20 A, 'Sl = - 'S2 = 4 A 

Is 1,5 3 ~s 

tf 0,3 0,8 SUV98A,(V) Vec = 150 V, Ie = 16 A, 'Sl = - 'S2 = 3,2 A 

Inductive loed - Charge inductive 

BUV98,IV) 
3,5 TJ = 25°e V ce = 300 V, Ie = 20 A, LS = 1,5 ~H 

Is 
5 TJ = 100°C - Va = 5 V, 'Send = 4 A 

~. 

0,08 TJ = 25°C BUV98A, (V) 

If 
0,4 TJ = 100°C 

Vee = 300 V, Ie = 16 A, LS = 1,5/lH 
- Vs = 5 V,lSend = 3,2 A 

.. Pulse w Impulsions tp = 300 ,",$ /j ,,2 % .... T cas. 25 oC Unl ... otherwise stated· Sauf indications contraire, 
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BUV 98, (V) - BUV 98 A, (V) 

VCE = 5V BUV98,IV) 

50 

.... , 
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-,...... '. 

-40 oC " ~ 

40 

30 

20 

r....- ~ . '- . ~ ~ 
~ r- iiiP. 

10 

o 
o 5 10 15 20 25 IC IA) 

FIGURE 6: DC currant gain 
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\c.~ 
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1/ 
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~~~ 
,/ 9 ,c. 
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0,7 
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VCE 
VBE 
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FIGURE 8 : Sase characteristics 

Ic/la = 5 1 I 
I 

BUV98,IV) 

': 
I! ---.J 

'2Soc I..--::: .,:--, 
,,~~.vt: ... , , / I oc. 

7 l".... ,'l'i> 
I , 

/ '7 ",oc.:,' ./ 

~p 
I---'ic.~'" .. I.- oc. 
.~ 'l"'1 

o 5 10 15 20 

FIGURE 10 : S.turation voltage 
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FIGURE 7 : Minimum bas. current to saturata the transistor 

aul98,lv) 

T case 25°C 

\ 
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~ 
IC = 30 A 
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FIGURE 9 : Collector saturation region 

90% 
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FIGURE 11 : Collector currant spread VI bas.emitter voltage 



BUV98. (V)- BUV 98 A.(V) 

SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

o 
RBE 

TRANSISTOR FORWARO BIASED 
• During the turn on 

. During the turn off without negative base-emittef voltage 

and RBe< 50 n 

Ie r--'---'--,--,r--r--,---,--,---r--, 
(A) 

3Of-+-+-+-+ 

20 

10 

200 400' 600 BOO Vee (V) 

FIGURE 12 :Forward biased safe operating area (FBSOA) 

'BUV98A. (V):45O V 

ICSM 
(A) ~ __ -+ ____ ~~ __ +-__ ~ 
100 ~---+----~~ 

60 

40 

20 

100 200 300 400' 500 Vee (V) 

FIGURE 14 : Forward biased accidental overload area 

IFBAOA) 
'BUV98 A. (V): 450 V 

I .~ure 12 : The hatched zone can only be used for turn on. 

Figures 13 and 15 : Switch off starting from the quasi saturated 
state (VeE ~ 1 '5 VI allows to extend the RBSOA and the 
A BAOA to the hatched zone. 

Figures 14 and 15 : High accidental surge currents (I > leM) ar~ 
allowed if they are non repetitive and applied less than 3000 ti­
mes during the component life. 

Figure 14 : The Kellag network (heavy pointl allows the caleu­
latian of the maximum value of the short·circuit current for a 
given base current I B (90 % confidence). 

Figure 15 : After the accidental overload current, the RSAOA 
has to be used for the turn off. As in traffic regulation one is 
allowed to cross the broken line before the continuous line. One 
is forbidden to cross the single continuous line. 

o 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 

- During the turn off with negative base-emitter voltage 

Ie r-~--~---,,------,--'-----r----r---'-----r---' 
(A) 

3Of-+--+~~ 

10 t--t---+---t----< 

o 200 400 600 

FIGURE 13 : Reverse biased safe operating area (RBSOAI 

ICSM .--.---,---,--,---,---,--.---,---,--, 

637 

(A) 1--+ __ +-.....,1-... 
l00t--+--~--+_~~ 

20 f---+--~--+_ 

o 200 400 600 800 VeE(V) 

FIGURE 15 :Reverse biased accidental overload area 

(RBAOA) 

Figure 12 : La zone hachuree ne doir ~tre utilisee que pour la 
mise en conduction. 

Figures 13 et 15 : Le bJocage a partir de retat quasi·sature 
(VCE ~ 1,5 VJ permer d'etendre les aires de foncrionnement 
et de surcharge en inverse jusqu'a la zone hachuree. 

Figures 14 et 15: De forts couranrs de surcharge (J > ICMJ 
sont perm is s'i!s sont non repetitifs et appliques mains de 3000 
fois dans la vie du composant. 

Figure 14 : Le reseau de Kellog (trait grasJ permet Ie calcul de la 
valeur maximale du courant de court-circuit pour un courant de 
base donne 18 (90 % de con fiance). 

Figure 15 : Apnis Ie passage do courant de surcharge accidente/le 
on doit utiliser raire de surcharge accidentelle en polarisation 
inverse pour rouverture. /I est permis de traverser la ligne conti­
nue a condition de traverser d'abord la ligne pointi/lee. 
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BUV 98, (V) - BUV 98 A, (V) 
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IC/'S 5 
RESISTIVE LOAO_ 

VCC: 15OV 

,;------ r-- -
---t..--r-- Ion ~ -- -I""" 

r------ If 

I 
o 4 8 12 16 20 IC(A) 

FIGURE 18 : Switching times VI collector current 

(resistive load) 

.SYX 61.400 

FIGURE 18 : Switching times test circuit on inductive load 

(with and without Intisaturation network) 

INDUCTIVE LOAD= 
.1 1 -- -- - _ !I's - .1 1 .., 

VSE: - 5 V 
VCC: 300 V 

L Iclls :5 

~ ...... If 

With antisaturation network ______ _ I--
Without antisaturation network 

o 4 8 12 16 20 24 2B 32 IC (A) 

FIGURE 20 : Switching times VI collector current 

(with and without antisaturation network) 
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% RESISTIVE LOAD 

175r-----~------r_----1_~~~r_----4 

l00r_----_t------~--~~r_----_t------~ 

loo~ ____ ~~ __ _L ____ ~ ______ ~ ____ ~ 

o 25 75 

FIGURE 17 : Switching times VI junction temperature 

(resistive load) 

%r-----r-----.-----,------r-----, 
INDUCTIVE LOAD 

1 
200 dvldl: 1000 VI". 

Without snubber or RC network 

175r_----1_-----4r-----1---~~------4 

150r_----_t------~----~r_----_t------~ 

125 r_----_t----~+------r___:; 

100L-____ ~~~~L_ ____ -L ____ ~ ______ ~ 

0,2 

0,1 

o 

o 25 00 75 100 Tj (oC) 

FIGURE 19 : Switching times VI junction temperature 

(inductive load) 

LS : 1,5 "H ---+-----+-----=f .......... =--t-----4 
IC: 20A ............ 

VCC : 300 V -----j-----'r_--t---+--1_----1 
ISl :4A 
VSE: - 5 V 

o 2000 4000 6000 dvldl 
(VI".) 

FIGURE 21 : Fall times vs reapplied voltage slope 



BUV 98, (V) - BUV 98 A, (V) 

applications 
Th. BUV. i, designed for high voltage ( 2201380 V mains I'.nd high current .ppiC8tionl. 

I Coat = 20 A Ps switchable power = VCEO -Iesat = 8 KW 

To inaNSe its power switching C8p1bility. it CIIn be used in dilcrete Darlington configurations. 

EXAMPLE 1 : 

IBO .. 
"" ... 

dBUV48 
.. 

~ 47 n 
V 

r- .. . I "B 

-
UV98 

.'" ." 27 n 

In this configuration the discrete earlington can .witch: 

ICO = 40 A 

ICO = 20A 

EXAMPLE 2 : 

lao 
~co -

C 
12n 

In this configuration the discrete Darlington can switch: 

ICO = 80 A 

ICO = 40A 

IBO 
(AI 

3 

o 

with 

with 

lao 
(A) 

6 

4 

Tj";lj OC V 
~P<60A 

_,O-,; .i~ / 
IRMS < 30A / 

....... /" - -
o 10 20 30 40 50 ICOIA), 

Minimum .... current 18D to drive the di ... ete Darlington 

IBO = 2 A 

IBO = 0,4 A 

Tj <;;100 °c 

jJJp< 
120A 

%. 

'RMS <60 A 

OL-__ -L ____ ~ __ ~ ____ -L ____ ~ __ ~ 

20 40 60 80 100 ICOIA) 
Minimum .... aurr .. t lao to dri.. the diacrete o.rlingtOn 

with IBO = 4 A 

with IBO = 1 A 
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~~ lHOMSON-CSF BUW34 - BUW35 - BUW36 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

ADVANCE INFORMATION 

HIGH-VOLTAGE, HIGH SPEED, SWITCHING 
POWER TRANSISTORS SUITED FOR USE ON 
THE 220 V MAINS 

APPLICATIONS: 

SWITCHMODE POWER SUPPLY 

MOTOR CONTROL 

CONVERTERS 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES' 
VALEVRS LIM/rES ABSOLVES D'VTlLlSA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur base 

Collector current 

Courant collecteur 
Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonetion 

Jonction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction-boitier 

SO, rue Jean-Pierre Timbaud . B.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. : (1) 788-50-01 Telex: 610560 F 

VBE = 0 V 

tp" 5 ms 

max 

VCEO 

VCES 

VEBG 

IC 
ICM 

IB 

Ptat 

Tj 

641 

NPN POWER TRANSISTORS 
TRANSISTORS DE PUISSANCE NPN 

BUW34 BUW35 

VCEOlaus) 400 V 400 V 

vCES 

ICaRt 

tfmax 

Case 
Bailier 

500 V BODV 

5A 

BOD na 

: TO-3 ICB-19) 

Collector connected to case 

Tcase = 25°C 

BUW34 BUW35 BUW36 

400 400 450 

500 800 900 

7 

10 
15 

5 

125 

- 65 to 200 

1,4 

BUW36 

450 V 

900 V 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

°c 

September 1982 1/2 



BUW34 - BUW36 - BUW38 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIQUES tLECTRIQUES» 

SYMBOLS TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIQUES A etTAT 8LOQUt 

400 BUW34 

} VCEOlsus) 400 V BUW35 IB = 0, IC = 100 rnA 

450 BUW36 

0,5 
T- = 1250C} VCE = VCES, VBE = 0 ICES 

3 rnA 

lEBO 1 VEB = 7 V, IC = 0 

ON CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIQUES A L'tTATCONDUCTEUR 

1,5 IC = 5 A, IB = 1 A 

VCE sat> 1,5 BUW35 } 

3 V BUW 36 Ie = B A, IB = 2,5 A 

1,5 IC = 5 A, IB = 1 A 
VBE sat> 

l,B BUW 35 - BUW 36 : IC = B A, IB = 2,5A 

h21E> 15 Ie = 1 A, VeE = 5 V 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIQUES DE COMMUTATION 

On .esistive load - Sur charge resistive 

ton 0,75 Ie = 5 A, 181 = 1 A, VCC = 250 V 

ts 3 ,"5 
Ie = 5 A, 181 

tf O,B 
= - 182 = 1 A, Vec = 250 V 

>tp = 300,"5,6"1,5 % 

»Tj = 25°C unless otherwise stated 

2/2 
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~ lHOMSQN-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEUR$ DISCAETS SUPERSWITCH 

BUW3B 
BUW39 

NPN HIGH CURRENT SWITCHING TRANSISTOR 

TRANSISTOR NPN FORT COURANT DE COMMUTA TlON 

SUPERSWITCH 

HIGH CURRENT. HIGH SPEED TRANSISTORS SUITED FOR lOW 
VOLTAGE APPLICATIONS:HIGH FREQUENCY AND EFFICIENCY 
CONVERTERS -SWITCHING REGULATORS-MOTOR CONTROLS 

Data sheet tailored for s~tching applications 

.. High current capability 
it Very low satu~ation voltage at 20 A 

it Fast turn off and turn on 
.. Base drive specified for different values of Ie 

.. Wide surge area 60 V - 100 A 

TRANSISTORS FORT COURANT, RAPIOES AOAPTES AUX 
APPLICA TlONS BASSE TENSION: CONVERTISSEURS A HAUT 

RENOEMENT ET A HAUTE FREOUENCE - REGULATEURS 

A DECOUPAGE - COMMANDE DE MOTEURS -

Specifications specialement inudiees pour la commutation 

.. Passibi/ires (jJevees en courant 
it Tres fsible tension de saturation a 20 A 

.. Mise en conduction er blocage rapide 
.. Commande de base specifiee pour difterentes valeurs de I C 

.. Aire de surcharge etendue 60 V - 100 A 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITESA8S0LUES D'UfILiSATION 

Collector-emitter voltage 
Tension colleeteur-emetteur 

Collector-base voltage 
Tension colfecteur-base 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant colleeteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de janet/on 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonetion·boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud· B.P.5 
F·92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel: (1) 788-SO-01 Telex: 610560 

tp~'O ms 

tp~10 ms 

T case 25°C 

VCEO 

VCBO 

VEBO 

ICeff 

'CM 

IB 
'BM 

Ptat 

tj 

Rthfj-c) 

643 

BUW38 

VCEOsus 60 V 

VCEX 120 V 

IC,at 40 A 

ICSM 100 A 

tf (1250 C) <0,51'5 
(40 A) 

Case 

Boitier 
TO 31 CB 19) 

BUW38 BUW39 

60 80 

120 160 

7 7 

30 30 
45 40 

8 6 
20 15 

150 150 

- 65 + 200 - 65 + 200 

BUW39 

80 V 

160 V 

30 A 

100 A 

< 0,51'5 
(30 A) 

V 

V 

V 

A 

~~ 

A 

-~-

W 

~'-

"c 

lui!let 1980 1/10 



BUW 38 - BUW 39 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES •• 

SYMBOL TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT BLOQUE 

~----- --- ---~--

VCEOsus :~ V :~~ ~: 18 ::;; 0, Ie ::;; 0,2 A, L = 25 mH 

1--------- --i-------------+---------------------j 

VI8RIEBO v 

ICEX mA 

'EBO mA 

Ie = 0, Ie ::::: 50 mA 

TTcase 25250~C VeE::;: VCEX; VSE ::;; - 1.5 V 
case 1 

IC = 0, VBE ~ 5 V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT CONDUCTEUR 

---
0,6 

V BUW 38 
le::-:: 20 A, 18 = 2 A 

1,4 IC:::::40A,IB =4A 
VCEsat* 

0,5 
V BUW 39 

IC=15A,IB=l,5A 
1,2 IC::::: 3OA,IS=3A 

VBEsat* 
2,1 

V 
BUW 38 IC=4DA,IB=4A 

2 BUW39 Ie = 30 A, 1 B = 3 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

'T MHz £10 MHz, VCE = 15 V, IC = 1 A 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION 

I Resistive load - Charge resistive 

I 
1,2 1,5 BUW 38 

ton 0,8 1,2 BUW 39 
Vcc=60V ,IC=40A }BUW38 

I 
t, 

0,6 1,1 fcase 25°C 181 =-IS2=4A 
1,65 T case 125°C 

I 0,17 0,25 "' T case 25°C 
I BUW 38 

I 
0,5 T case 125°C 

Vee:::: 80 V , Ie = 30 A } BUW 39 tf 0,15 0,25 T case 25°C BUW 39 'Bl=-IB2=3A 
0,5 T case 125°C 

.. Measured with pulses tp :::: 300 jJS {),::;;; 2 % * .. T case 25 DC Unless otherwise stated 

2110 

644 
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4 ---r--r--f-
----j- ----+--i---+-----'--".-+--"'---j 

100 1----;-1 _-,-I --,-I-+----'-~'r_+_--I 
6 _ _-1....---

BUW38 I 

T case 25 e.C 
2 - __ DC operation -----!-

1 0-1 L--__ -_--'M_o_n_op_u~I,_e __ ~ __ _'__ ___ _L ___ L__" _ _' 

6 
VCEIVI 

FIGURE 3: DC and AC pulse area. 
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FIGURE 5 : Power and IS/8 derating liS case temperature. 
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BUW 38 - BUW 39 

IC 
IAIr----,I----,-'-,-I--r-----r--,--.---, 

6 I So 
~~ ... r ..... :~:---r~~ ~~4s 

~l...l---r-~()c .... ,o"'~ l~~""'--
I ! ""K ..... ,$ '"tJS'" o~ I 

! I I '\., -~:",*-101 
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--F -I i"" ' ~J 
100 

6 1---BU~ 39 ---il __ -+---I---';" ___ \-,i\.1 '"'''+''';11:--1 
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T case 25°C _ r I N 
__ DC operation -I---+---:'--~---l--"iH 

10-1 ___ Monopulse I I 

I 
I 

100 

FIGURE 4 : DC and AC pulse area. 

FIGURE 6: Transient thermal response 
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FIGURE 7 : Collector-emitter voltage liS base-emitter resistance. 
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BUW 38 - BUW 39 

~L-~~ __ ~-L~~~~~ 
o 10 15 20 25 30 35 ICIAI 

FIGURE 8: DC currant gain 
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FIGURE 10: Base characteristics 
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FIGURE 12 :Saturation voltages 
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IB 
B;"w381 

IAI VCE = 1.5" 90 ~ confirence I-
I .-~ t f 1 4 

3.5 
! I" I o -

3 
.. If I. 

2.5 

1.5 

0.5 

0 
0 10 15 20 25 30 35 40 451cIAI 

FIGURE 9 : Minimum base current to saturate the transistor 
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0.5 

I-

-

1--
1 

I 

\. ,-

rY- I----

\ , 
---

~ 

Ie = 20A 

-l ~'0A 
o 

o 0.5 1.5 2.5 

FIGURE1,:Coliector sawr.tion region 
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FIGURE 13 : Collector current spread VI bilse emitter voltage 
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SUW39 

VeE -::::;: 4 V 90 

I 
so -

70 

30 
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10 15 20 25 30 35 'elA} 

FIGURE 14: DC current gain 
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IV} suw 39 ! 
1,3 --~ 1- --+ 

I ! -----j----t-
--1-

1,2 

Ie ~ 30 A 

I 

1,1 

0,9 

O,S L-____ L-____ L-____ L-____ L-____ L-__ -----' 

IV) 

1,6 

o 0,5 1,5 2,5 IslA} 

FIGURE 16: Base characteristics 
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FIGURE 18 : Saturation voltages 
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tlUW 38 - BUW 39 

la r---,---,---,--,---,--~ 

(A) 

2,5 

BUW39 

VCE=1,2V 

1,5 ----

0,5 

90 % confidence 

I 
I 

OL-_~ ___ ~ __ L-_~ __ -L __ ~ 

o 10 15 20 25 'e(A! 

FIGURE15 Minimum base current to saturate the transistor 

veE 
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1,5 
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o 
o 
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Ie ~ 7,5 A 

0,5 
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aUW39 

l\ 
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FIGURE17:Collector saturation region 
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FIGURE 19 : Collector current spread vs bue emitter voltage 
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BUW 38 - BUW 39 
SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
• During the turn on 
. During the turn off without negative base-emitter yoltage 

and RBE ~ 5 U 

IC r--T---r--.--,r--r--,---r--'r-~--' 

IAI 

40 f-+--+-+--+-t--i 

30 f--+--+--

20 1--I--4--+----+---+_...., 

10 1---+--+---+---1----+-

0L.....L_"---.....l._.L..---'-
o 10 20 30 40 50 60 70 80 VCEIVI 

FIGURE 20: Forward biased safe operatingarea 
I FBSOA I 

ICSM 
IAI 

80 
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40 
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0 
0 10 20 30 40 50 60 VCEIVI 

FIGURE 22 : Forward biased accidental overload area 
IFBAOAI 

Figure 20 : The hatched zone can only be used for turn on. 

IC 
IA I 

--0 p-_____ ---\~ 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
- During the turn off with negative base-emitter voltage 

BUW38 
I 

Tj ~ 125°C 
4 0 

ICSM 
IAI 

100 

50 

o 

_VBE~-3V 

o 60 120 

FIGURE 21 : Reverse biased safe operating area 
I RBSOA I 

VCEIVI 

BUW~B 
I 

Tj ~1250C 

f--VBE~-3V 

o 60 120 

FIGURE 23 : Reverse biased accidental overload area 
IRBAOAI 

VCEIVI 

Figure 20 : La zone hachume ne doit "ere utilisee que pour la mise 
en conduction. 

Figures 22 and 23 : High accidental surge currents ( , > 'eM J are Figure 22 at 23 : De forts courants de surcharge ( , > 'eM J sont 
allowed if they are non repetItive and applied less than 3000 times permis s'ils sont non repetitifs et appliques moins de 3000 fois dans 
during the component life. I. vie du composant. 

Figure 22 : The Kellog network ( heavy print I alla...vs the calcula- Figure 22 : Le reseau de Kellog ( trait gr8s J permet Ie calcul de la 
tion of the maximum value of the short-circuit current for a given valeur maximale du courant de court.circuit pour un courant de 
base current I B ( 90 % confidenc", L base donne I B ( 90 % de con fiance J. 

Figure 23 : After the accidental overload current, the RBAOA has Figure 23 : Apr~s Ie passage du courant de surcharge accidentel/e, 

to be used for the turn off. on doit utiliser l'aire de surcharge BCcidentelle en polarisation 
inverse pour Itluverture. 
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BUW 38 - BUW 39 
SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
. During the turn on 
. During the turn off without negative base-emitter voltage 

and RBE ~ 5 n. 

30~--+---~--~--~'--+---+----~--4 

20~--~~~--~--
Limit for turn 

10r---~--~---t----i 

o'--__ -'-__ -'-__ --'-__ _=_ 

020406080 100 120 

FIGURE 24 : forward biased safe operating area 

I FBSOA I 

'CSM ~~--~~~--~--r-~--~-~-r~~~ 
IAI 

8°1Jrt-=t~~~~~~~i 
70~-~~~--~--+---~--+--~---+N 

60 IIt::t::::~*;;;;f~Ff -+--+----l 

30 

20 

10 

FIGURE 26 : Forward biased accidental overload area 

I FBAOA I 

figure 24 : The hdtched zone can only be used for turn on, 

Figures 26 and 27 : High accidenTal surge currents ( I > feM ) are 

allowed It they are non repetitive and applied less than 3000 times 

dUring the component life. 

Figure 26 : The Keilog network ( heavy pnnt ) atloVIIS the calcula· 

tlon of the maximum value of the short-CIrcUIt current for a given 

base current IS (90 % confIdence ). 

FIgure 27 : After the aCCIdental overload current, the RBAOA has 

to be used for the turn off. 

IC 
IAI 

40 

30 

20 

10 

o 

ICSM 
IAI 

-<> P-----------------Il 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 

- During the turn off with negative base-emitter voltage 

I BUW 39 I 
Tj~1250C 

i--- VBE = - 3 V 

20 40 60 80 100 120 140 160 VCEIVI 

FIGURE 25 : Reverse biased safe operating area 

I RBSOA I 

1 oof--4---+--+--~ 

-1--.- -I- - +--+---j 

80 160 VCE'VI 

FIGURE 27 : Reverse biased accidental overload area 
I RBAOA I 

FIgure 24: La zone hachuree ne doie dcre ueilisee que pour la mIse 

en condUCClon. 

FIgure 26 et 27 : De forrs couranrs de surcharge ( I> leM J sont 

perm IS s'ils sant non repeclcds et appliques mains de 3::J00 fais dans 
la Vlt! du campasant. 

FIgure 26 : Le reseau de Kellog ( trait gras) p(!rmet Ie calcul dtJ la 

valeur maximale du courant de caurtcircuit pour UII courant de 

base donne IS ( 90 '\i de can fiance ). 

Figure 27 : Apres Ie passage du courant de surcharge accldentelle, 

on dOlt utll/ser I'sire de surcharge accldenrtJlle po/ansat/on 
inverse pour /'ouverturc. 
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BUW 38 - BUW 39 
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FIGURE 28 : Switching times vs collector cunent 
( resistive load) 

% 
I--SUW 38 /39 

i-,-~ I _____ i--200 

180 f---- -- -, 

160 -----

140 f--- f-----y 1/ 

t 

(~,I 

4 

0,4 

0,2 

0,1 

0,04 

0,02 

0,01 

/ 

/'" 

-BUW39 
Icl'S 10-

RESISTIVE LOAD 
VCC=80V 

-...... r-- ton 

t, 

.... r---..... L--~tt 

o 10 15 20 25 30 IC (AI 

FIGURE 29 : Switching times vs collector curren. 
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FIGURE 30 : Switching times vs junction temperature 
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BUW 38 - BUW 39 
SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

IC 
(AI 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
- During the turn on 
- During the turn off without negative base-emitter voltage 

and RBE ~ 5 H 

40~--+---+---+---1--~--+---4--~ 

30~-+--~--+-~~-+--4---+-~ 

20~--~~~--~--
Limit for 

10~-+--~--+-~ 

20 40 60 80 100 120 

FIGURE 24 : Forward biased safe operating area 
( FBSOA I 

ICSM r-...,.-'"T"=_-.,---,.......,-..,...-r-~---, 

(AI 

3°~~~~H 
20 

10 

a 10 20 30 40 50 60 70 80 VCEIVI 

FIGURE 26 : Forward biased accidental overload area 
(FBAOA) 

Figure 24 : The hdtched zone can only be used for turn on. 

FIgures 26 and 27 : High acclcientaJ surqe currents ( I > leM ) are 

allowed If they are non repetitive and appiled less th .. m 3000 times 

durmg the component life. 

Figure 26 : The Kellog network ( heavy prmt ) allollllS the calcula­

tion of the maximum value of the short-CirCUit current for a given 

base current IS ( 90 % confidenCe ). 

figure 27 : After the accIdental overload current, the ABAOA has 

to be used for the turn off . 

IC 
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ICSM 
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---<> Ir---------i. 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 

. During the turn off with negative base-emitter voltage 

I BUW 39 I 
Tj ~125 0C 

f---- VBE = - 3 V 

---

20 40 60 80 100 120 140 160 VCEIVI 

FIGURE 25 : Reverse biased safe operating area 
( RBSOA I 

100~-4--_+--4_--~ 

1---+--+--1---+---1--+--+----1--- f----

5Of--- VBE =--3V_. --- -- -------

- .--~ -I-----+---+--I----l 

FIGURE 27 : Reverse biased accidental overload area 
( RBAOA I 

FIgure 24: La zone hachuree ne doir ~rre utllisee Que pour la mise 

en conductIOn. 

FIgure 26 et 27 : De forrs courants de surcharge ( I > 'eM) sont 

permls s'ils sonr non rt}pI!rlrds et appliques mains de :;;)00 fOls dans 

la vie du composant. 

FIgure 26 Le reseilu de Kellog ( trait gras) ptHmet Ie calcul de la 

valeur maximale du courant de court-circuit pour Ufl courant de 

base donne 18 ( 90 '\i de can fiance ). 

Figure 27 : Apres Ie passage du courant de surcharge accldentel/e, 

on dOlt uti/'ser I'alre de surcharge accldentelle en polansation 

inverse pour I'ouverture. 
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FIGURE 28 : Switching times vs collector current 
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BUW 38 - BUW 39 
SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

IC 
(AI 

o 
RBE 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 

- During the turn on 
. DUring the turn off without negative base-emitter voltage 

and RBE ~ 5.n 

40~--+---+---+---~--~--~--~--~ 

30~--+---+---~--~'--+---+--~---4 

20~--~--~----+----
Limit for 

1 0 ~--~----+----+------f 
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FIGURE 24 : Forward biased safe operating area 
( FBSOA I 
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FIGURE 26 : Forward biased aCCidental overload area 
( FBAOA I 

Figure 24 : The hdtched lone can only be used for turn on. 

Flguuls 26 and 27 : High accl{iental surge currentS ( 1 > 'eM) are 

allowed It they are non repetlttve and applied less th.m 3000 times 

dUring the component life. 

Figure 26 : The Kellag network ( heavy print ) allows the calcula­
tion of the maximum value of the short-CIrcUIt current for a given 

base current I B ( 90 % confidence l. 

Figure 27 : After the accidental overload curren1, the RBAOA has 
10 be used for the turn off. 
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TRANSISTOR REVERSE BIASED 

- During the turn off with negative base-emitter voltage 

I BUW 39 I 
Tj ~125 DC 

- VBE = - 3 V 

~-f--- ---
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FIGURE 25 : Reverse biased safe operating area 
( RBSOA I 

100~-4--~--4---~ --1--

BUIW 391 

Tj ~1250C 

--

50 ---- VBE = -- 3 V _ ~ __ ~ __ -- ~ +--+----1 
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FIGURE 27 : Reverse biased accidental overload area 
(RBAOA I 

Figure 24: La rone hachurt§e ne doir ~tre uellisee que pour la mise 

en conducoon. 

Figure 26 at 27 : De forrs couranrs de surcharge ( I > leM ) sonr 

permls s'ils sont non repet/rds et appliques mains de ':;:;00 fOls dens 

la VIe du composanr. 

Figure 26 : Le reseau de Kellog ( crBit gras) permer Ie cBlcul de la 

vBleur max/mit/e du courant de court-circuit pour Ufl courant de 

base donne IS (90'" de conliance J. 

Figure 27 : Apres Ie passage du courant de surcharge accldentel/e, 

on dOlt uri"ser I'aire de surcharge accldentelle en po/arlsarlOn 
inverse pour I'ouverture 
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BUW 38 - BUW 39 

+applications+ 

BASE DRIVE - COMMANDE DE BASE -

Base drive of BUW 38/39 is not very critical because of their relatively low voltage. The designer can use simple circuits for applications with 
medium speeds or high performing circuits for hililh or very high switching speeds. 
For example. base drive with antisaturation circuit and - 5 V blocking voltage generator allows fall times below 0,1 ~s. 

La commande de base des BUW 38/39 n 'est pas mis critique, car leur tension est relativemenr basse . Le concepteur peut utiliser .­
- so;t des circuits simples dans Ie CBS d'applicarions • .. dresses de commutation moyennes, 
- soir des circuits plus performanrs dans Ie cas ou une commutation plus Tapide est necessBire. 
Par example, una commands de base avec un circuit antisaturation etun gemJrareurde tension de blocage de - 5 V,permet d'avoir des temps 
de dkroissanCtl au dessous de 0,1 #S. 

HIGH EFFICIENCY OPERATING FONCTIONNEMENT A FORT RENDEMENT 
When the transistor is operating at collector currant smaller than 
ICISA TJ. its gain is higher and its VCE(sat1 is smaller. 
This leads to the following advantageS: 

Quand Ie transistor fonctionne B un courant collecteur inferieur 
j IC(sat), son gain est plus elev6 et sa tension de saturation est plus 
faible. Ce/j entraine les avantages suivants: 

- Lower conduction losses. - Des pertes de conduction plus faibles 
- Lowa- base drive power. - Une puissance de commande de base plus faible. 
- Shorter switching times. - Des temps de commutation plus 'aibles. 

The minimum base current necessary to reach saturation can be de­
termined with the aid of figures 9 and 15. 

Le courant base minimum nkessaire pour saturer Ie tranSistor, peut 
titre d4termine B l'side des, figures 9 et 15. 

EXAMPLE: 
(BUW38) 

le=30A 
Ie = 15A 

IB=2A 
IB=O,5A 

Forced gain: 15 (Te = 1250 e) 
Forced gain: 30 (T e = 250 e) 

RIII1S CURRENT LIMIT - LIMITE DU COURANT EFFICACE 

8UW 38139 RMS current limit is f ICeff = 30 A 
Lalimitedu courant efficace des BUW 38/39 est: ) r---------, 
EXAMPLE: 1M = 40 A, TI T = 0,5 , IRMS = 28 A IIRMS =V(;7T) _ 1M I 

... ---T----~ 

OVERLOAD PROTECTION - PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES-

The BUW 38/39 in the switching mode are operating under an accidental overload when the collector current is superior to the rating leM 
The newconcapt «ACCIDENTAL OVERLOAD AREA» completes the absolute maximum ratings of power transistors. This concept allows: 
- to catculate a maximum value of the collector current under short-circuit conditions (for this a Kellog network is given wi.th the FBSOA. 
- to find the maximum permiSSible duration of an owercurrent (with the aid of the FBAOAJ. 
- to find the maximum permissible voltage during the turn off under overload (with the aid of the RBAOA). 

Les BUW 38/39 en regime de commutation fonctionnenr en surCharge accidentelle lorsque Ie courant collecteur est superieur B I. limite ICM 
Le nouveau concept «AIRE DE SURCHARGE ACCIDENTELLE » complete les limites absalues d'utilisation des transistors de puissance. 
Ce concept permet : 
- de calculer une valeur maximale du courant collecteur dans les conditions de court-circuit (pour ceM nous donnons un reseau de Keflog 
avec I "Sire FBAOA). 
- de trouver la duree maximale admissible d'une surcharge en courant (FBAOA) 
- de trouver Is valeur maximale admissible de Is tension reappliquee pendant Ie blocage du transistor apres 18 surcharge. 

SHORT CIRCUIT PERMISSIBLE 

CURRENT DURATION Vec 
EXAMPLE 

(BUW38) 
VCC = 40 V ,IB = 4 A ISC';; 85 A <20115 

EXAMPLE 

(BUW39) VCC = 60 V , IB = 3 A ISC';;; 78 A <20115 

9/10 
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BUW 38 - BUW 39 

LINEAR APPLICATIONS APPLICA TlONS LINEA/RES 

The good thermal resistance of BUW 38/39 allows their use in low La resistance thermique des BUW 38/39 permet leur utilisation dans 
voltage high current linear applications with power handling ability des applications lineaires IJ balse tension et fort courant jusqu'a des 
up to 150 W in the less than 10 volts VeE range. puissances de 150 W pour des tensions VeE de mains de 10 V 

STANDARD APPLICATIONS -APPLICATIONS STANDARD 

10/10 

l "'"'"f:I" :m., l ..00000_ 

100 KHz. 400 W DC I DC converter 

BYW 80 

+ 
48 V 

III.IIICEE 

Economical 500 W. DC I DC converter 

COI~SUL T THE T .... OMSON CSF HANDBOOK 
*Le transistor de puissance dans son environnement * 

* The power transistor in its environment * 
* HandiJuch Scha/ttransistoren * 
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~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS SUPERSWITCH 

I:SUVVqt:S 

BUW49 
NPN HIGH CURRENT SWITCHING TRANSISTOR 

TRANSISTOR NPN FORT COURANT DE COMMUTA nON 

SUPERSWITCH 

HIGH CURRENT, HIGH SPEED TRANSISTORS SUITED FOR LOW 
VOLTAGE APPLICATIONS ,HIGH FREQUENCY AND EFFICIENCY 
CONVERTERS -SWITCHING REGULATORS -MOTOR CONTROLS 

Data sheet tailored for switching applications 

.. High current capability 
.. Very low saturation voltage at 20 A 

.. Fast turn off and turn on 
• Base drive specified for different values of Ie 

it Wide surge area 60 V - 100 A 

TRANSISTORS FORT COURANT RAPIOES ADAPTES AUX 
APPLICATIONS BASSE TENSION; CONVERTISSEURS A HAUT 
RENOEMENT ET A HAUTE FREQUENCE - REGULA TEURS 
A DECOUPAGE - COMMANDE DE MOTEURS -

Specifications sptkialement (uudiees pour la commutation 

.. Possibilites ,Hsllees en courant 
.. Tres faible tension de saturation 8 20 A 

.. Mise en conduction et blocage rapide 
.. Commande de base specifies pour difftJrentes va/eurs de Ie 

.. Aire de surcharge etendue 60 V - 100 A 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 

Emitter·base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Tomperature de jonction 

Junction-case thermal resistance 
RtJsistance thermique jonction-boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel.: {1} 788-50-01 Telex: 610560 F 

tp~10ms 

tp~10ms 

Tcase 25 oC 

VCEO 

VCBO 

VEBO 

ICeff 
leM 

IB 
IBM 

Ptot 

tj 

Rthlj-c) 
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BUW48 

VCEOsus 60V 

VCEX 120 V 

ICsat 40A 

ICSM 100 A 

tt{ 100 oc ) max 0,5 p.s 

ease 
Boitier 

TOP 3 ( CB 244 I 

.If 
C 

E 

BUW48 BUW49 

60 80 

120 160 

7 7 

30 30 
45 40 

8 6 
12 10 

150 150 

-65 + 175 -65+175 

BUW49 

80 V 

160 V 

30 A 

100 A 

O,51ls 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

Cc 



BUW 48 - BUW 49 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES" 

SYMBOL TEST CONDITIONS. CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS· CARACT£RISTIOUES A L'£TAT BLOOU£ 

VCEOsus 
60 

V 
SUW48 

IS = 0, IC = 0,2 A, L = 25 rnH 
80 SUW49 

V(BRIEBO 7 V IC = 0, IE = 50 rnA 

ICEX 
1 

rnA Tj=25 0C} 
3 Tj = 125 0c VCE = VCEX, VBE = -1,5 V 

lEBO 1 rnA IC=O,VBE=5V 

ON CHARACTERISTICS· CARACT£RISTIOUES A L'£TAT CONDUCTEUR 

0,6 
V BUW48 

IC=20A,IS=2A 

VCEsat* 
1,4 IC =40 A,IB =4A 

0,5 
V BUW49 IC = 15A,IS = 1,5A 

1,2 IC=30A,IB=3A 

VBEsat* 
2,1 

V 
BUW48 IC = 40 A, IB = 4 A 

2 SUW49 IC = 30 A, IS = 3 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS· CARAcnRISTIOUES DYNAMIOUES 

SWITCHING CHARACTERISTICS· CARACT£RISTIOUES DE COMMUTATION 

Resistive load· Charge r6sistive 

1,2 1,5 BUW48 
ton O,B 1,2 SUW49 

0,6 1,1 Tj=25 0C 
VCC = 60 V , IC = 40 A } BUW 48 

" 
IB1=-IB2=4A 

1,65 Tj = 100 0C 

0,17 0,25 ~s 
SUW48 Tj = 25 0C 

0,5 Tj = 100 0C 
VCC=80 V ,IC=30 A} BUW49 tf 

p,15 0,25 Tj=25 0C SUW49 IS1 =-IS2=3A 
0,5 Tj= 100 0C 

* Measured with pulses tp:;;; 300 J.lS 6 ~2 % .. Tj:= 25 DC Unless otherwise stated 
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BUW 48 - BUW 49 

SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

Ie 

IAI 

o 
RBe 

TRANSISTOR FORWARD BIAseD 
- During the turn on 
- During the turn off without negative base-emitter voltage 
ond RBe;;' 5 n 

30 I--~---+-

10 I---+--t--+--+--t--

o 10 20 30 40 50 60 70 80 VeelVI 

FIGURE 19: Forward biased safe operating area 
I FBSOA I 

ICSM 

IAI t--T,J.~t::::jt=~~~;;-t~;;'25i>Cl 

20 

10 

10 30 50 60 VeelVI 

FIGURE 21: Forward biased accidental overload area 
I FBAOA I 

Figur.19 : The hatched zona can only be used for turn on. 

Ie 
IAI 

40 

30 

20 

10 

o 

ICSM 
IAI 

100 

75 

50 

25 

o 

--0 ~-----------------l 

TRANSISTOR ReVERSE BIASED 
- During the turn off with negative base-emitter voltage 

BUW48 

Tj ';;125 0e 

I- VBe = - 3 V 

'" o 40 80 120 VeelVI 

FIGURE 20 : Reverse biased sat. operating area 
I RBSOA I 

BUW48 

Tj';; 125 0e 

VBe=-3V 

'-.. 
o 40 60 120 Vee lVI 

FIGURE 22 : Reverse biased accidental overload ..... 
I RBAOA) 

Figura 19 : L. ron~ hachur~e ne doir ~rre utilisle que pour III mise 
1m conduction. 

Figura. 21 and 22 : High accidental surge currents ( I > leM ) are Figura 21 at 22 : De forts coursntt de surcharge ( I > 'eM J lont 
aU owed if they are non repetitive and applied I.ss than 3000 times pIIrmi. "ii, sont non r~pltjtifs et appliques mains de 3000 fois dens 
during the component life. I. vi" du composant. 

Figure 21 : The KeUog network ( heavy print I alioM the calcula- Figure 21 : Le reseau de Kellog ( trait gras) pennet Ie cilicul de la 
tion of the maximum value of the short-circuit current for a given valeur mll)(imale du courant de court-circuit pour un courant de 
be .. current IS ( 90 % confidencd I. /)M" donn~ I B ( 90 " de confianc" ). 

Figure 22 : After the accidental overload current. the ABAOA has Figure 22 : Apr. Ie passagtl du courant de surch.rg" acc;dentell". 
to be used for the turn off. on doit utiliur I .. ir" d" surcharge ilCcidentelle "n polarisation 

/nv""" pour Ibuvllrtur". 
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BUW 48 - BUW 49 
SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

IC 
(AI 

o 
RBE 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
- During the turn on 
- During the turn off without negative base-emitta, voltage 

end RBE;;' 5 n 

~~--r---~~---+---+---+---+--~ 

20/---+-:-:---:-<':----1--­
Limit for 

10~--~---+--~--~ 

0,--_,--_,--_,--_ 
o 20 ~ 60 eo 100 120 

FIGURE 23 : Forward biased safe operating area 
(FBSOA I 

ICSM r-""'-~::I_-r-.,...""~""T".~or-::-:-c-:---, 

(AI 

20 

10 

o 
o 10 20 30 ~ 50 60 70 60 VCE(VI 

FIGURE 25 : Forward biased accidental overload area 
(FBAOA I 

Figur. 23 : The hatched zone can only be used for turn on. 

Figur •• 25 end 26 : High accidental surge currents ( I > leM ) are 
allowed if they 8r. non repetitive and applied less than 3000 times 

during the component 'i',. 
Figur. 25 : The Kellog network ( heavy print ) allows the calcula­
tion of the maximum value of the short-circuit current for 8 given 

base current IS ( 90 % confidence ). 

Figur. 26 : After the accidental overload current, the ABAOA has 
to be used for the turn off. 
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TRANSISTOR REVERSE BIASED 
• During the turn off with negative ba ..... mitt.r voltage 

I BUW49 
Tj ";;125 oc 

VBE = - 3 V 

'-.. 
o 40 eo 120 160 VeE (VI 

FIGURE 24: Reverse biased safe operating area 
(RBSOA I 

VBE = - 3 V 

'-
o 40 eo 120 

J BUW49 
Tj~1250C 

160 VCE (VI 

FIGURE 26 : Reverse biased accidental overload area 
(RBAOA I 

Figure 23 : LII rontJ hachu/le nil doir Itr. utilisetJ Que pour I. mi,e 
lin conduction. 

Figure 25 .t 26 : DII forti courllntl dll ,urchllrg6 ( I > leM J IOnr 
permi' ,'iI"ont non ~~titil, et IIppliqu4, moins dll:;300 foi, tMn, 
I. viII du compOlllnt. 

Figure 25 : Le reseau dtJ Keflog ( trllit gr., J per'""t Is cilicul dsla 
vilisur maximalll du courant dtJ court-circuit pour UTI courant dll 
bMlldonnl's (90" deconfillnc. J. 

Figure 26 : Apr. Ie p.,1IgtI du courtlnt dll ,urchllrp Kcidentslls, 
on do;t utiliur I'llir. ds surch.rge accidentsll. lin polariution 
;nv.rstJ pour l'Quvsrtur •. 
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+applications+ 

BASE DRIVE - COMMANDE DE BASE -

Base drive of 8UW 48/49 is not very critical because of their relatively low voltage. The designer can use simple circuits for applications with 
medium speeds or high performing circuits for high or very high switching speeds. 
For example. base drive with antisaturation circuit and - 5 V blocking voltage generator allows fall times below 0,1 /.lS. 

La commande de base des BUW 48/49 n 'est pas tres critique, car leur tension est reJarivement basse . Le concepteur peur utiUser : 
- soit des circuits simples dans Ie cas d'applicarions B v;resses de commutation moyennes, 
- soit des circuits plus performants dans Ie cas au une commutation plus rapide est ntkessaire. 
Par 8xemple, une commande de base avec un circuit antisaturation et un generateur de tension de blocage de - 5 V, permet d'avoir des temps 
de dt§croissance au dessous de 0,1 J,JS. 

HIGH EFFICIENCY OPERATING FONCTIONNEMENT A FORT RENDEMENT 

When the transistor is operating at collector current smaller than 
IC(SAT), its gain is higher and its VCE(sau is smaller. 
This leads to the following advantages: 

Quand Ie transistor fonctionne a un courant coJlecteur inft§rieur 
a IC(sat), son gain est plus t§leviJ et sa tension de saturation est plus 
faible. CellJ entraine les avantages suivants: 

- Lower conduction losses, - Des penes de conduction plus faibles 
- Lower base drive pO'IIWr. 
- Shorter switching times. 

- Une puissance de commande de base plus faible. 
- Des temps de commutation plus faibles. 

The minimum base current n8C8H8ry to reach saturation can be de· 
termined with the aid of figures 8 and 14 . 

Le courant base minimum necessaire pour saturer Ie transistor, peut 
I!tre determint§ B l'aide des,figures8 et 14. 

EXAMPLE: 
(BUW48 ) 

Ie =30 A 
Ie = 15A 

IB=2A 
IB=0,5A 

Forced gain: 15 (T e = 1250 e) 
Forced gain: 30 (T e = 250 e) 

RMS CURRENT LIMIT - LIMITE DU COURANT EFFICACE 

BUW 48/49 RMS current limit is l ICeff = 30 A 
Lalimitedu courantefficace des BUW48149 est: ~ r--------, 
EXAMPLE: 1M = 40 A, T/ T = 0,5 , IRMS = 28 A IIRMS =v'(;7T), 1M I FiJ 

~---T----... 

OVERLOAD PROTECTION - PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES-

The BUW 48/49 in the switching mode are operating under an accidental overload when the collector current is superior to the rating leM 
The newconcept tlACCIDENTAL OVERLOAD AREA» completes the absolute maximum ratings of power transistors. This concept allows: 
- to calculate a maximum value of the collector current under short-circuit conditions (for this a KeUog network is given with the FBSOA) 
- to find the maximum permissible duration of an overcurrent (with the aid of the FBAOA). 
- to find the maximum permissible voltage during the turn off under overload (with the aid of the RBAOA). 

Les BUW 48149 en regime de commutation fonctionnent en surcharge accidenteJle lorsque Ie courant coJlecteur est superieur B la limite I eM 
Le nouveau concept «A IRE DE SURCHARGE ACCIDENTELLE » complete les limites absolues d'utilisation des transistors qe puissance. 
Ce concept permet : 
- de calculer une valeur maximale du courant colJecteur dans les conditions de court<ircuit (pour cels nous donnons un reseau de Kellog 
avec I 'Sire FBAOAJ. 
- de trouver la duree maximale admissible d'une surcharge en courant (FBAOAJ 
- de trouver la IIaleur maximale admissible de la tension reappliquee pendant Ie blocage du transistor apres la surcharge. 

SHORT CI RCUIT PERMISSISLE 

CURRENT DURATION Vee 
EXAMPLE 

(BUW48) 
VCC = 40 V ,IS = 4 A ISC ';;85 A .;; 20 JlS 

EXAMPLE 

(BUW49) vCC=60V,IS=3A ISC';; 78 A <20"5 
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LINEAR APPLICATIONS APPLICA TlONS LINEAl RES 

The good thermal resistance of auw 48/49 elioWi th.I, u .. in low La "'.;.r.nce themrique dtl. BUW 48/49 permet Itlllr utiliution dan. 
vol ... high current linau applications with powar h.,clingability dtn ""pJiclltiof16 lin4llir •• j bMMI tflnSion tit fort courant ju,qu'.t de, 
up to 150W in the 1_ than 1Qvolts VeE range. puisatlCfll.,50Wpourde, ten,iOM VCEde maim de 10 V 

STANDARD APPLICATIONS . APPLICA TlONS STANDARD 

10110 

100 KHz, 400 W DC I DC 00 .. _ 

+ 
48V 

Economical 600 W, DC I DC convwte, 

CONSULT THE THOMSON CSF HANDBOOK 
* Le transistor de puissance dans son environnement * 

* The power transistor in its environment * 
* Handbuch Schalrrransistoren * 
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,.~ lHOMSON-CSF tsUW bU 
DIVISION SEMICONoUCTEURS DISCRETS 

FAST SWITCHING POWER TRANSISTOR 
TRANSISTOR DE PUISSANCE DE COMMUTA TlON RAPIDE 

ADVANCE INFORMATION 

HIGHER EFFICIENCY DUE TO: 

- Faster switching times 
- Lower switching losses 
- Lower on state voltage drop 
- Base current requirements 

NEW DATA FOR WORST CASE DESIGN 

- Characteristics specified at 100° C 

NEW DATA FOR OPTIMAL DESIGN 

- Very low saturation voltage and high gain for 
reduced load operation 

- Turn-on and turn-off tail specifications 
- Turn-on diCldt for better rectifier choice 
- Switching times specified with and without nega-

tive base drive. 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUESI 
VALEVRS LlM/TES ABSOLVES D'VTlLlSA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-{Jmetteur 

Collector -emitter voltage 
VBE= - 1,5 V Tension collectetlf-{Jmetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Reverse bias base power dissipation IB.E. junction in avalanche) 
Dissipation de puissance base-{Jmetteur en avalanche 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
T emp6rature de jonction 

(
Thermal resistance junction-case 
RtJsistance thermique jonction-boitier 

50, rue Jean·Pierre Timbaud . B.P. 5 
F . 92403 Courbavoie Cedex FRANCE 
"fer. ·.(11188·50·01 Telex: 610560 F 
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Tease 25·C 

VCEOsus 125 V 

VCEV 250 V 

VCEsat "1 V 
ICsat 20A 

ICSM 75A 
tfi(1000CI "350 ns 

ease 
Boitier : TOP-3 (CB - 2441 

.~ 
E 

VCEO 

VCEV 

VEBO 

ICIRMSI 

ICM 

IBIRMSI 
IBM 

Pbase 

Ptot 

Tj 

Rthlj-c1 

t25 V 

250 V 

7 V 

25 A 
50 

6 A 
12 

2 W 

150 W 

-65, + 175 ·C 
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BUW50 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIOUES tLECTRIOUES·· 

SYMBOLS TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIOUES A L 'ETAT BLOOUt 

VCEOsus 125 V IS ~ 0, IC ~,O,2 A, l ~ 25 mH 

VISRIESO 7 V IC - 0, IE - 50 mA 

ICEV 
1 Tj ~ 25'C ! VeE ~ VCEV, VSE ~ - 1,5 V 5 mA Tj ~ l00'C 

ICER 
1 mA Tj ~ 25'C ! VCE ~ VCEV, RSE ~ 100 5 Tj ~ 100'C 

IESO 1 mA Ie ~ 0, VSE ~ - 5 V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIOUES A L 'ETA T CONDUCTEUR 

VCEsat-
0,6 1 Tj ~ 25'C ! IC ~ 20 A, IS ~ 2 A 
0,75 1,5 V 

Tj ~ l00'C 

VCEsa,' 
0,4 0,9 Tj _ 25'C ! Ie ~ 10 A, IS ~ 0,5 A 
0,5 0,9 V Tj ~ 100'e 

VSEsa" 
1,25 1,6 Tj _ 25'C 

! 1,25 1,7 V Tj ~ l00'C 
IC ~ 20 A, IS ~ 2 A 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIOUES DE COMMUTA TION" 

TURN-ON SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTtRlSTIOUES DECOMMUTA TlON A LA MISE EN CONDUCTION (fig. 21 

dic/dt 
100 Tj ~ 25'C ! VCC ~ 100V, RC ~ 0, 
85 AI ,,5 

Tj ~ 100'C ISl ~ 3A 

VCE 12,,51 
1,4 

V 
Tj ~ 25'C 

~ 
2,1 Tj ~ 100'C VCC~100V 

1,1 Tj ~ 25'C 
Re ~ 50 

VCE 14,,51 1,5 V 
Tj ~ 100'e 

ISl ~ 2A 

TURN-OFF SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIOUES DECOMMUTA TlON A L 'OUVERTURE (fig. 31 

ON INDUCTIVE LOAD - SUR CHARGE INDUCTIVE 

With negative bia8 - A vee polarisation mflgative 

tsj 
0,85 1,4 Tj ~ 25'e 
1,2 1,9 ,,5 

Tj ~ 100'e Ie ~ 20A 

0,09 0,2 Tj _ 25'e ISl ~ 2A 
tfi 0,17 0,35 ,,5 Tj ~ 100'e VSS ~ - 5V 

0,04 Tj _ 25'e 
RS2 ~ 1,30 

tti 0,07 ,,5 Tj ~ 100'e 
Vee~100V 

Vclamp ~ 125 V 

'e 
0,16 Tj _ 25'e le ~ 0,25 mH 
0,3 ,,5 

Tj ~ 100'e 

Without negative bias - Sans polarisation n{Jgative 

tsi 
2,1 Tj ~ 25'e 

1 

Ie ~ 20A 
3,2 ,,5 

Tj ~ l00'e ISl ~ 2A 

0,7 Tj _ 25'e VSS ~ OV 
t1i 1,2 ,,5 

Tj ~ 100'e RS2 ~ 4,70 
Vec~100V 

tti 
0,28 Tj _ 25'e Velamp. ~ 125 V 
0,55 ,,5 

Tj ~ l00'e le ~ O,25mH 
.. 

Tj = 26°C Unless otherwise stated • Pulsed .1/mpuISlonstp'<300I£S.&<2 % 

214 
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FIGURE 1·. SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT (RESISTIVE LOAD) 

FIGURE 2 TURN-ON SWITCHING WAVEFORMS 

VCE 
V 

RC 121 

2Vi=~~==~====== __ ~ 

Ic 
IAI 

VCC 

ISUWbU 

(1) Fast electronic switch 
(2) Non-inductive resistor 

... -, 

die/dt 

18 _: 
IAI I 

0.91 8 

I 
J--­
) 18 1 

IAI '--_ ........ rL-_____________ .. ~ , 
FIGURE 3 a: TURN-OFF SWITCHING TEST CIRCUIT LC 

131 

I VCE 
Vclamp Vcc 

FIGURE 3 b: TURN-OFF SWITCHING WAVEFORMS IINDUCTIVE LOADI 

VCE.IC 
IVI IAII--------...... 

'si --+t-'fi--l "i f-­
f I 
~'c-j 
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(, ) Fast electronic switch 
(2) Non-Inductive resistor 
(3) Fast recovery rectifier 
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BUW50 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
- During the turn-on 
_ During the tum-off without negative base-emitter voltage 
and4,70"RBE"500 

IC 
IAI 

50 

40 

30 

20 

10 

414 

50 100 150 200 VCE IVI 

FIGURE 4. Forward biased safe operating area (FBSOAI 

The hatched zone can only be used for turn-on 
La zone hachurtJe ne doit ~tre utilis(}e que pour la mise 
en conduction 
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IC 
IAI 

50 
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30 

20 

10 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
- During the turn-off with negative bale-emitter voltage 

Ti" 100°C 

f- VSE ~ - 5V 

50 100 150 200 VCE IVI 

FIGURE 5: Reverse biased safe operating area IRBSOAI 



,~ lMOMSON-CSF BUW51 
OlVlSION SEMICONOUCTEURS DrSCRETS 

FAST SWITCHING POWER TRANSISTOR 
TRANSISTOR DE PUISSANCE DE COMMUTA TlON RAPIDE 

ADVANCE INFORMATION 

HIGHER EFFICIENCY DUE TO : 

- Faster switching times 
- Lower switching losses 
- Lower on state voltage drop 
- Base current requirements , 

NEW DATA FOR WORST CASE DESIGN 

- Characteristics specified at 100°C 

NEW DATA FOR OPTIMAL DESIGN 

- Very low saturation voltage and high gain for 
reduced load operation 

- Turn-on and turn-off tail specifications 
- Turn-on diCldt for better rectifier choice 
- Switching times specified with and without nega-

tive base drive. 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlM/TES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage VBE= - 1,5 V 
Tension collecteur-emecreur 

Emitter-base voltage 
Tension emerceur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Reverse bias base power dissipation (B.E. junction in avalanche) 
Dissipation de puissance base-emetteur en avalanche 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperarure de joncc;on 

(
Thermal resistance junction-case 
Resistance thermique jonction-boirier 

SO. rue Jean·Pierre Timbaud· B.P. 5 
F . 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. (1)788.50.01 Telex: 610560 F 
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T case 25°C 

VCEOsus 200 V 

VCEV 300 V 

VCEsat -<;1 V 

ICsat 10 A 

ICSM 70 A 
tfI1100°C) -<; 250 ns 

Case 
Boitier : TOP-3 ICB - 244) 

,~ 
E 

VCEO 

VCEV 

VEBO 

ICIRMS) 

ICM 

IBIRMS) 
IBM 

Pbase 

Ptot 

Tj 

Rthlj-c) 

200 V 

300 V 

7 V 

20 A 
28 

4 A 
7 

1 W 

150 W 

- 65, + 175 °C 

°C/W 

June 1982 1/4 
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BUW51 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES·· 

SYMBOLS TEST CONDITIONS - CONOITIONS OE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES A L 'frAT BLOOUE 

VCEOsus 200 V IB ~ 0, Ie ~ 0,2 A, L ~ 25 mH 

VIBRIEBO 7 V Ie ~ 0, IE ~ 50 mA 

0,5 TJ - 25°C ! - 1,5 V leEV 2 mA TI ~ 100 0 e 
VeE ~ VeEV, VBE ~ 

0,5 mA TI ~ 25°e ! 100 leER 2,5 TJ == 100 0 e VeE ~ VeEV, RBE -

lEBO 1 mA Ie ~ 0, VBE ~ - 5 V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES A L 'ETAT CONOUCTEUR 

0,45 1 Ti = 25°C ! VCEsatO 0,6 1,2 V 
T, ~ 1000 e 

Ie 0 10 A, IB - 1 A 

VCEsar" 
0,4 0,9 TI ~ 25"e ! Ie ~ 5A.IB ~ O,25A 
0,4 0,9 v Tj ~ 1000 e 

VBEsat" 
1,1 1,4 T, - 25°e 

! 1 1,4 V TI ~ 100 0 e 
Ie ~ 10 A, IB ~ 1 A 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES OECOMMUTA TlON"· 

TURN-ON SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DE COMMUTA TlON A LA MISE EN CONDUCTION /fig 2! 

75 T, ~ 25°e ! Re ~ O,Vee ~ 160V 
dlc/dt 

65 
AI Jts 

Tj ~ 1000 e IBI - 1,5 A 

VeE 12 pSI 
1,8 v Tj = 25°C 

~ 
3 Tj ~ 100 0 e Vee~160V 

Re ~ 160 

VeE 14 psi 
1,1 

V 
T, _ 25°e IBI ~ 1 A 

1,4 Tj ~ !OOOe 

TURN-OFF SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DE COMMUTA TlON A L 'OUVERTURE (f;g 3! 

ON INDUCTIVE LOAD - SUR CHARGE INDUCTIVE 

With negative bias - Avec polarisation negative 

tsi 
0,7 1,2 Tj ~ 25°e 
1,1 1,7 

pS 
Tj ~ 1000 e Ie ~ IDA 

0,06 0,15 Tj - 25°e IBI ~ 1 A 
tf, 

0,12 0,25 
pS 

T, ~ 1000 e V8B~ -5V 

0,Dl T, - 25°e 
RB2 ~ 2,50 

tt, 0,03 
pS TJ = 1Qooe Vee ~ 160V 

Vclamp = 200 V 

te 
0,13 TJ - 25°C Le ~ 0,8 mH 

0,24 
pS 

TJ = 100 0 e 

Without negative bias - Sans polarisation ne.qative 

1,5 Tj ~ 25°e 

1 

Ie ~ IDA 
2,7 

ps 
Tj ~ 1000 e IBI ~ 1 A 

0,5 TJ = 25°C VBB ~ 0 V 

0,85 
ps 

Tj ~ 1000 e RB2 ~ 4,70 
Vee ~ 160 V 

0,12 
ps 

TJ - 25°C Vclamp . = 200 V 
0,25 Tj ~ 1000 e Le ~ 0,8 mH 

tt, 

"TI == 25°C Unless otherwise stated • Pulsed - Impulsions tp "300 "..5, b" 2 % 

2/4 
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FIGURE 1. SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT IRESISTIVE LOADI 

FIGURE 2 TURN·ON SWITCHING WAVEFORMS 

veE 
V 

Re (21 

Ie 
(AI 

Vee 

DUVV:JI 

(1) Fast electroniC switch 
(2) Non-inductive resistor 

dic/dt 

IS -i 
IAI I 

0.91S 

I 
r-­
I IS 1 

(AI ~ ____ ~~L-___________________ ~._' 
FIGURE 3 a: TURN·OFF SWITCHING TEST CIRCUIT Le 

(31 

t VeE 
Vclamp. Vee 

FIGURE 3 b : TURN·OFF SWITCHING WAVEFORMS IINDUCTIVE LOADI 

'si -fr'fi--i "'1-
I I 
~'c--t 

669 

(1) Fast electronic switch 
(2) Non-Inductive resistor 
(3) Fast recovery rectifier 
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BUW&1 

o "O--..... -L 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
. During the turn-on 
- During the turn-off without negative base-emitter voltage 
and4.711"RBE"5011 

Ie 
IAI 

20 

10 

o 

I 
iTjdx)oc 

~ 
~~ 

50 100 150 200 VCE IV) 

FIGURE 4: Forward biased safe operating area IFBSOA) 

The hatched zone can only be used for turn-on 
La zone hachuree ne doft titre uti/;see que pour fa mise 
en conduction 

670 

IC 
IA) 

20 

10 

o 

TRANSISTOR REVERSe BIAseD 
- During the turn-off with negative base-emitter voltage 

I 
Tj"'00°C 

- VBE = - 5V 

100 200 VCEIV) 

FIGURE 5: Reverse biased safe operating area IRBSOAI 



'.~ lHOMSON-CSF tsuw ~~ 
DIVISION SEMICONOUCTEURS DISCRETS 

FAST SWITCHING POWER TRANSISTOR 
TRANSISTOR DE PUISSANCE DE COMMUTA TlON RAPIOE 

ADVANCE INFORMATION 

HIGHER EFFICIENCY DUE TO: 

Faster switching times 
Lower switching losses 
Lower on state voltage drop 
Base current reqUirements 

NEW DATA FOR WORST CASE DESIGN 

Characteristics specified at 100°C 

NEW DATA FOR OPTIMAL DESIGN 

Very low saturation voltage and high gain for 
reduced load operation 

~ Turn-on and turn-off tail specifications 
~ Turn-on diCldt for better rectifier choice 

Switching times specified with and without nega­
tive base drive. 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
VBE~ - 1,5 V 

Tension collecteur-emetteur 

Emitter -base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Reverse bias base power dissipation (B.E junction in avalanche) 
Dissipation de puissance base-emetteur en avalanche 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonet/on 

(
Thermal resistance junction-case 
Resistance [herm/que jonction-boitier 

50, rue Jean·Pierre Timbaud . B.P. 5 
F . 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. : (1) 788·50·01 T alex: 610560 F 
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T case 25°C 

VCEOsus 250 V 

VCEV 350 V 

VCEsat "'V 
ICsat SA 

ICSM 60 A 

tfi(100°C) "400 ns 

Case 
Boltier : TOP-3 (CB - 244) 

,~ 
E 

VCEO 

VCEV 

VEBO 

ICIRMSI 

ICM 

IBIRMSI 
IBM 

Pbase 

Ptet 

TI 

I Rthlj-cl 

250 V 

350 V 

7 V 

20 A 
30 

4 
A 

6 

1 W 

150 W 

- 65, + 175 °C 

June 1982 1/4 
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BUW52 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES" 

SYMBOLS TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIOUES A L'tTAT BLOOUt 

VCEOsus 250 V IS = 0, IC = 0,2 A, L = 25 mH 

VISRIESO 7 V IC = 0, IE - 50 mA 

ICEV 
0,5 Ti - 25'C I VCE = VCEV, VSE = - 1,5 V 2 mA Ti = 100'C 

ICER 
0,5 mA TI = 25'C I VCE = VCEV, RSE = 10 11 2,5 Ti = 100'C 

lEBO 1 mA Ic = 0, VSE = -5V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTtRlSTlOUES A L 'tTAT CONDUCTEUR 

0,45 1 Ti = 25'C I VCEsa,' 0,6 1,2 V 
Ti = 100'C 

IC = B A,IS = O,S A 

VCEsst-
0,35 0,6 Ti = 25'C I IC = 4 A,IS = 0,26 A 0,35 0,7 V Ti = 100'C 

VBEsat-
1 1,3 Ti - 25'C 

I IC = B A,IS = O,B A 0,9 1,3 V Ti = 100'C 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIOUES DE COMMUTA TION" 

TURN-ON SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTtRlSTlOUES DE COMMUTA TlON A LA MISE EN CONDUCTION Ifig. 21 

dic/dt 
70 Ti = 25'C I RC = 0, Vce = 200 V 
60 A/"s Ti = 100'C ISl = 1.2 A 

VCE 12 "sl 
l,B 

V 
Ti = 25'C 

~ 
2,S Ti = 100'C VCC = 200 V 

RC = 2511 

VCE 14 "sl 
1,1 

V 
Ti = 25'C ISl = O,BA 

1,5 Ti = 100'C 

TURN-OFF SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIOUES DE COMMUTA TlON A L 'OUVERTURE Ifig. 31 

ON INDUCTIVE LOAD - SUR CHARGE INDUCTIVE 

With negative bias ~ A vee polarisation negative 

tsi 
1,2 l,B Ti = 25'C 
l,B 2,4 "s Ti = 100'C IC = BA 

0,08 0,2 Ti - 25'C ISl = O,BA 
'f, 0,2 0,4 "s Ti = 100'C VSS=-5V 

0.D3 Ti = 25'C 
RS2=3,ll1 

ttj "s VCC = 200 V 
0,08 Ti = 100'C Velamp = 250 V 

'e t 15 
Ti - 25'C LC = l,3mH 

0,35 "s Ti = 100'C 

Without negative bias - Sans polarisation ntJgative 

'SI 
2,B Ti = 25'C 

I 
IC = BA 

4,5 "s TI = 100'C ISl = O,BA 

0,5 Ti = 25'C VSS = OV 
tfi O,B "s Ti = 100'C RS2 = 5,611 

VCC = 200 V 

ttj 
0,15 Ti - 25'C Vclamp. = 250 V 
0,4 "s Ti = 100'C LC = l,3mH 

.. TJ = 25°C Unless otherwIse stated • Pulsed - ImpulSions tp <. 300 ",5. 6 '" 2 % 

2/4 
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FIGURE l' SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT (RESISTIVE LOAD I 

Re 121 

FIGURE 2: TURN-ON SWITCHING WAVEFORMS 

Ie 
(AI 

(AI 

Vee 

I tri 

BUW52 

(1' Fast electronic switch 
(2) Non-inductive resistor 

18 1 
'----'_ L'----__ .. , 

FIGURE 3 a: TURN-OFF SWITCHING TEST CIRCUIT Le 

131 

I VeE 
Vclamp 

FIGURE 3 b TURN-OFF SWITCHING WAVEFORMS (INDUCTIVE LOAD) 

673 

Vee 

(1) Fast electronic switch 
f21 Non-inductive resistor 
(3) Fast recovery rectifier 
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o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
- During the turn-on 
_ During the turn-off without negative base-emitter voltage 
and 6'&II"RBE"1i01I 

Ie 
IAI 

20 

10 

o 

4/4 

Tj":1000C 

~ I<~ 
100 200 

FIGURE 4. Forward biased safe operating area IFBSOA) 

The hatched zone can only be used for tun I-on 
La zone hachuree ne doit etre utilisee que pour la mise 
en conduction 
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Ie 
IAI 

20 

10 

o 

o 

RB2 = 3.111 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
_ During the turn-off with negative base-emitter voltage 

Tj"1000e 

f-VBE=-5V 

I\.. 
100 200 300 400 VeE IVI 

FIGURE 5: Reverse biased safe operating area IRBSOA) 



r.' 'lHOMSON-CSF BUW89 
DIVISION SEMICONDUCTEUAS OISGRETS 

FAST SWITCHING POWER TRANSISTOR 
TRANSISTOR DE PUISSANCE DE COMMUTA TlON RAPIDE 

ADVANCE INFORMATION 

HIGHER EFFICIENCY DUE TO: 

Faster switching times 
Lower switching losses 
Lower on state voltage drop 
Base current requirements 

NEW DATA FOR WORST CASE DESIGN 

~ Characteristics specified at 100°C 

NEW DATA FOR OPTIMAL DESIGN 

- Very low saturation voltage and high gam for 
reduced load operation 

~ Turn-on and turn-off tail specifications 
~ Turn-on diC/dt for better rectifier choice 

Switching times specified with and without nega­
tive base drive. 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEVRS LlM/TES ABSOLVES D'VTlLlSA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecreur-emeueur 

Collector-emitter voltage VBE~ - 1,5V 
Tension collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Reverse b,as base power dissipation (B,E. junction in avalanche) 
Dissipation de puissance base-emetteur en avalanche 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

(
Thermal reSistance Junction-case 
Resistance thermique joncrion-boitier 

50. rue Jean-Pierre Tlmbaud - B,P. 5 
F . 92403 Courbevole Cedex FRANCE 
Tel III 788·50·01 Telex 610560 F 

675 

T case 25°C 

VCEOsus 90V 

VCEV 160 V 

VCEsat <1;1 V 

ICsat 15 A 

ICSM 70 A 
tfj(1000C) <I; 300 ns 

Case 
Bailier : TOP-3 (CB - 244) 

,~ 
E 

VCEO 90 V 

VCEV 160 V 

VEBO 7 V 

ICIRMSI 25 A 
ICM 45 

IBIRMSI 6 A 
IBM 9 

Pbase 1 W 

Ptct 125 W 

TJ ~ 65, + 175 'c 

1,2 

June 1982 1/4 



BUW89 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS· CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES" 

SYMBOLS TEST CONDITIONS· CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS· CARACTERISTIOUES A L 'ETA T BLOOUE 

VCEOsus 90 V IS ~ 0, IC ~ 0,2 A, L = 25 rnH 

VISRIESO 7 V IC - 0, IE = 50 rnA 

1 Tj _ 25°C I ICEV 5 rnA Tj ~ 100°C VCE ~ VCEV, VSE ~ - 1,5 V 

1 rnA Tj ~ 25°C I ICER 5 Tj ~ 100°C 
VCE ~ VCEV. RSE ~ 10 II 

IESO 1 rnA IC ~ 0, VSE ~ - 5 V 

ON CHARACTERISTICS· CARACTERISTIOUES A L ,tT AT CONDUCTEUR 

0,65 1 Tj ~ 25°C I VCEsat" 0,8 1,5 V 
Tj ~ 100°C 

IC ~ 15A,IS ~ 1,5A 

VCEsa,' 
0,5 0,8 Tj ~ 25°C I IC ~ 7,5 A,IS ~ 0,375 A 
0,5 0,8 V Tj ~ 100°C 

VSEsat-
1.4 1,7 Tj - 25°C 

I IC ~ 15A,IS ~ 1,5A 
1.45 1,8 V Tj ~ 100°C 

SWITCHING CHARACTERISTICS· CARACTERISTIOUES DE COMMUTA TlON"' 

TURN·ON SWITCHING CHARACTERISTICS· CARACTERISTIOUES DE COMMUTA TlON A LA MISE EN CONDUCTION /fig. 21 

die/dl 
50 

A/"s 
Tj ~ 25°C I RC ~ 0, VCC ~ 72 V 

45 Tj ~ 100°C ISl ~ 2,25 A 

VCE 12"sl 
1,7 

V 
Tj _ 25°C 

~ 
2 Tj ~ 100°C VCC~72V 

RC ~ 4,811 

VCE 14 "sl 
1,0 

V 
Tj - 25°C ISl ~ l,5A 

1,5 Tj ~ 100°C 

TURN·OFF SWITCHING CHARACTERISTICS· CARACTERISTIQUES DE COMMUTA nON A L 'OUVERTURE !fig. 31 

ON INDUCTIVE LOAD· SUR CHARGE INDUCTIVE 

With negative bias· Avec polarisation negative 

lsi 
0,75 1,2 Tj ~ 25°C 
0,95 1.4 "s Tj ~ 100°C IC ~ 15A 

0,09 0,2 Tj _ 25°C ISl ~ l,5A 
tfi 

0,15 '0,3 "s Tj ~ 100°C VSS ~ - 5V 

0,03 Tj ~ 25°C 
RS2 ~ 1,711 

IIi 0,06 "s Tj ~ 100°C 
VCC ~ 72V 
Velarnp ~ 90V 

'e 
0,14 Tj _ 25°C LC = 0,25 rnH 
0,3 "s Tj ~ 100°C 

Without negative bias· Sans polarisation negative 

'Sl 
1.4 Tj ~ 25°C 

1 

IC ~ 15A 
1,85 "s Tj ~ 100°C ISl ~ l,5A 

0,7 Tj _ 25°C VSS ~ ° V 
'fi 1 "s Tj ~ 100°C RS2 ~ 3,911 

VCC ~ 72V 

IIi 
0,22 Tj ~ 25°C Vclamp. = 90 V 
0,44 "s Tj ~ 100°C LC ~ 0,25rnH 

.. Ti == 25°C Unless otherwise stated ·Pulsed -ImpulsIOns tp -<300p.s, b" 2 % 

2/4 
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FIGURE 1 . SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT (RESISTIVE LOAOI 

FIGURE 2' TURN-ON SWITCHING WAVEFORMS 

2V 

IS 
IAI 

Re (21 

Ie 
IAI 

" 1 (AI. 

FIGURE 3 a: TURN-OFF SWITCHING TEST CIRCUIT Le 

I VeE 
Vclamp. 

Vee 

FIGURE 3 b: TURN-OFF SWITCHING WAVEFORMS IINDUCTIVE LOAD) 

677 

I tri 

( 

Vee 

ISUVVIli:ll 

(1) Fast electronic sWItch 
(2) Non-inductive resistor 

II t 

(1) Fast electronic switch 
(2) Non-inductive resistor 
(3) Fast recovery rectifier 
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o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
- During the turn-on 
- During the tum-off without negative base-emitter voltage 
and 3.9Il"RBE"501l 

IC 
(AI 

50 

40 

30 

20 

10 

0 

414 

Tj" 

25 50 75 90 125 VCE(VI 

FIGURE 4: Forward biased safe operating area IFBSOA) 

The hatched zone can only be used for turn-on 
La zone hachuree ne doit ~tre utilisoo que pour Is mise 
en conduction 
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IC 
(AI 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
- During the turn-off with negative base-emitter voltage 

Tj"l00'C 

VBE ~ - 5V 

I I 

25 50 75 90 125 160 VCE (VI 

FIGURE 5: Reverse biased safe operating area IRBSOA) 



'.~ ltIUM:iUN·~1' DUVV ~U 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

FAST SWITCHING POWER TRANSISTOR 
TRANSISTOR DE PUISSANCE DE COMMUTA TlON RAPIDE 

ADVANCE INFORMATION 

HIGHER EFFICIENCY DUE TO : 

- Faster switching times 
- Lower switching losses 
- Lower on state voltage drop 
- Base current requirements 

NEW DATA FOR WORST CASE DESIGN 

- Characteristics specified at 1000 C 

NEW DATA FOR OPTIMAL DESIGN 

- Very low saturation voltage and high gain for 
reduced load operation 

- Turn-on and turn-off tail specifications 
- Turn-on diCldt for better rectifier choice 
- Switching times specified with and without nega-

tive base drive. 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLVES D'VTlLlSA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
VBE~ - 1.5 V 

Tension collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension t!metteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Reverse bias base power dissipation IB.E. junction in avalanche) 
Dissipation de puissance base-emetteur en avalanche 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

(
Thermal resistance junction-case 
R~sistance thermique jonction-boitier 

50. rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 
F . 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. : (1) 788·50·01 Telex: 610560 F 
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T case 25°C 

VCEOsus 125 V 

VCEV 250 V 

VCEset ';;1 V 

ICset 11 A 

ICSM 50A 
tfi(1000C) .;; 300 ns 

ease 
Bortier : TOP-3 ICB - 244) 

.~ 
E 

VCEO 125 V 

VCEV 250 V 

VEBO 7 V 

ICIRMS) 20 A 
ICM 30 

IBIRMS) 4 A 
'BM 6 

Pbase 1 W 

Ptot 125 W 

Tj - 65, + 175 °C 

Rthlj-c) 

June 1982 1/4 



BUW90 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES" 

SYMBOLS TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES A L 'ETAT BLOOUE 

VCEOsus 125 V IB ~ 0, Ie ~ 0,2 A, L ~ 25 mH 

VIBRIEBO 7 V Ie - 0, IE - 50 mA 

I Tj ~ 25°e ! leEV 5 mA TI ~ loooe VeE ~ VeEV, VBE = - 1,5 V 

I mA Tj ~ 25°e ! leER 5 Tj ~ loooe VeE ~ VeEV, RBE ~ lOll 

lEBO I mA Ie = 0, VBE ~ -5V 

ON CHARACTERISTICS - CARA CTERISTIOUES A L 'ETA T CDNDUCTEUR 

0,65 I Tj = 25°C ! le~11A,IB=I,IA VCEsat* 0,8 1,5 V 
Tj = loooe 

VCEsat-
0,5 O,B Tj = 25°e 

! Ie = 5,5 A, IB = 0,35 A 
0,5 0,8 V Tj = 1000e 

VSEsat* 
1,3 1,6 Tj _ 25°C 

! 1,35 1,7 V Tj = 1000e 
le=IIA,IB=I,IA 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIOUES DE COMMUTA TlOW' 

TURN-ON SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DE CDMMUTA TlDN A LA MISE EN CONDUCTION Ifig. 2) 

45 Tj = 25°e ! Re = o,Vee = 100V 
d'C/dt 40 

AI 1l5 
Tj = loooe IBI = 1,65A 

VCE 12 ~sl 
2 

V 
Tj _ 25°e 

.~ 
2,6 Tj = loooe Vee=lOOV 

Re = 90 

VeE 14 ~sl 
1,1 

V 
Tj = 25°e IBI = 1,1 A 

1,6 Tj = 1000e 

TURN-OFF SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DE COMMUTA TlON A L 'OUVERTURE Ifig. 3) 

ON INDUCTIVE LOAD - SUR CHARGE INDUCTIVE 

With negative bias· Avec po/ansaeion mfJgarive 

0,75 1,2 TI = 25°e 
lsi 0,95 1,4 ~s 

Tj = loooe Ie = II A 

0,08 0,2 Tj _ 25°e IBI = 1,1 A 
tfi 0,14 0,3 

~s Tj = 1000e VBB~ -5V 

0,Q2 TI = 25°e 
RB2 = 2,30 

tt, 0,04 ~s Tj = lOooe 
Vee = 100V 
Vclamp = 125V 

te 
0,15 Tj = 25°e Le = 0,25 mH 
0,3 ~s TI = loooe 

Without negative bias· Sans polarisation negat,-ve 

tSt 
I,S Tj = 25°C 

1 

Ie = II A 
2,5 ~s TI = loooe IBI = 1,1 A 

0) Tj = 25°C VSB = 0 V 
tf, I ~s Tj = lOOoe RB2 = 4,70 

Vee ~ 100V 

'Ii 
0,2 TI ~ 25°e Vclamp_ = 125V 
0,4 ~s 

TI = loooe Le ~ 0,25 mH 
,. 

T, = 25°C Unless otherwise stated ·Pulsed - ImpulsIOns tp ~ 300 j..I.s, b" 2 % 

2(4 
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FIGURE 1 SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT IRESISTIVE LOADI 

Re 121 

FIGURE 2· TURN-ON SWITCHING WAVEFORMS 

Ie 
IAI 

Vee 

(1) Fast electronic switch 
(2) Non-inductive resistor 

... -, 

18

1 IAI ~ __ ~~ ___________________ ~. __ , 

FIGURE 3 a: TURN-OFF SWITCHING TEST CIRCUIT Le 

131 

I VeE 
Vclamp 

FIGURE 3 b TURN·OFF SWITCHING WAVEFORMS IINDUCTIVE LOADI 

681 

Vee 

(1) Fast electroniC switch 
(2) Non-inductive resistor 
(3) Fast recovery rectifier 

3/4 
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BUW90 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
- During the turn-on 
- During the turn-off without negative base-emitter voltage 
and4,70"RBE"SOO 

IC 
IA) 

30 

20 

10 

• Tj"l'OO0C 

~ 

It~ 
50 100 150 200 VCE IV) 

FIG URE 4 Forward biased safe operaling area IFBSOAI 

The hatched zone can only be used for turn-on 
La zone hachunJe ne dolt etre utilis~e que pour la mise 
en conduction 

682 

IC 
IA) 

30 

20 

10 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
- During the turn-off with negative base-emitter voltage 

Hl'OO0C' 
J 

VBE~ -5V 

50 100 150 200 VCE IV) 

FIGURE 5: Reverse biased safe operallng area IRBSOAI 



~ 1HOMSQN-CSF BUW91 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

FAST SWITCHING POWER TRANSISTOR 
TRANSISTOR DE PUISSANCE DE CDMMUTA TION RAPIDE 

ADVANCE INFORMATION 

HIGHER EFFICIENCY DUE TO: 

- Faster switching times 
- Lower switching losses 
- Lower on state voltage drop 
- Base current requirements 

NEW DATA FOR WORST CASE DESIGN 

- Characteristics specified at 100° C 

NEW DATA FOR OPTIMAL DESIGN 

- Very low saturation voltage and high gain for 
reduced load operation 

- Turn-on and turn-off tail specifications 
- Turn-on diCldt for better rectifier choice 
- Switching times specified with and without nega-

tive base drive. 

ABSOLUTE RATINGS ILiMITING VALUESI 
VALEURS LIM/rES A BSOLUES O'UTlLlSA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage VBE= - 1,5 V 
Tension collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant callecteur 

Base current 
Courant base 

Reverse bias base power dissipation IB.E. junction in avalanche) 
Dissipation de puissance base-emetteur en avalanche 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de joncrion 

(
Thermal resistance junction-case 
Resistance thermique jonction-boitier 

SO. rue Jean-Pierre Timbaud . B.P. 5 
F . 92403 Courbevoie ~x FRANCE 
Tel. : (1) 788·50·01 Telex: 610560 F 

683 

T case 25°C 

VCEOsus 200 V 
VCEV lOOV 
VCEsat 401V 
ICaat 6A 
ICSM 45A 
tfil1000CI 40250 ns 

Case 
Baitier : TOP-3ICB - 2441 

.~ 
E 

VCEO 

VCEV 

VEBO 

ICIRMS) 

ICM 

IBIRMS) 

IBM 

Pbase 

Ptct 

Tj 

Rthlj-c1 

200 V 

300 V 

7 V 

15 A 
20 

3 A 
5 

1 W 

125 W 

- 65, + 175 °C 

1,2 

June 1982 1/4 
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BUW91 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES"" 

SYMBOLS TEST CONOITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES A L 'ETAT BLOOUE 

VCEOsus 200 V IS = 0, IC = 0,2 A, L = 25 rnH 

VISRIESO 7 V IC - 0, 'E - 50 rnA 

'CEV 
0,5 Tj _ 25'C ! VCE = Vq:v, VSE = - 1,5 V 2 rnA Tj = 100'C 

ICER 
0,5 rnA Tj = 25'C ! VCE = VCEV, RSE = lOll 2,5 Tj = loo'C 

'ESO 1 rnA IC = 0, VSE = - 5V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES A L 'ETA T CONDUCTEUR 

0,45 1 Tj = 25'C I VCEsat- 0,55 1 
V 

Tj = 100'C 
IC = 6A,IS = O,6A 

VCEsa'-
0,3 0,8 Tj = 25'C ! IC = 3A,IS = 0,15A 
0,3 0,8 V Tj = 100'C 

VSEsa'" 
1,15 1,6 Tj _ 25'C 

! IC = 6 A, IS = 0,6 A 1,15 1,6 V Tj = loo'C 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DE COMMUTA TlON"" 

TURN-ON SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DE COMMUTA TION A LA MISE EN CONDUCTION Ifig. 2) 

die/d' 
33 Tj = 25'C I RC = O,VCC = 160V 
28 

A/p.s 
Tj = 100'C ISl = O,9A 

VCE 12 p.sl 
1,05 

V 
Tj = 25'C 

~ 
1,53 Tj = loo'C VCC = 160V 

RC = 271l 

VCE 14 p.sl 
0,75 

V 
Tj = 25'C ISl = O,6A 

0,95 Tj = 100'C 

TURN-OFF SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DE COMMUTA TlON A L 'OUVERTURE Ifig. 3) 

ON INDUCTIVE LOAD - SUR CHARGE INDUCTIVE 

With negative bias - A vee polarisation negative 

tsi 
0,75 1,2 Tj = 25'C 
1,2 1.7 

p's 
Tj = loo'C IC = 6A 

tfj 
O,OS 0,2 Tj = 25'C- ISl = O,6A 

0,12 0,25 
p's 

Tj = 100'C VSS = - 5V 

0,01 Tj = 25'C 
RS2 = 4,21l 

'" 0,03 
p's 

Tj = 100'C 
VCC = 160V 
Vclamp = 200 V 

'e 0,12 
p's 

Tj = 25'C LC = l,3mH 

0,22 Tj = 100'C 

Without negative bias - Sans polarisation negative 

tsi 
1,8 Tj = 25'C 

1 

IC = 6A 
3,3 

p's 
Tj = 100'C 'Sl = 0,6A 

0,45 Tj = 25'C VSS = OV 
tfj 

0,8 
p's 

Tj = 100'C RS2 = 6.81l 
VCC = 160V 

tti 
0,15 

p's 
Tj - 25'C Vclarnp. = 200 V 

0,44 Tj = 100'C LC = 1,3mH 

--Tj = 25°C Unless otherwIse stated ·Pulsed ~ Impulsions tp <300JA.S, a "- 2 % 

2/4 
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FIGURE 1 SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT IRESISTIVE LOAD) 

Re (21 

Vee 

FIGURE2 . TURN-ON SWITCHING WAVEFORMS 

VeE Ie 
V (AI 

2V 

18 

'. 1 (AI 
(AI _ 

FIGURE 3 a. TURN-OFF SWITCHING TEST CIRCUIT Le 

(3) 

I VeE 
Vclamp. 

FIGURE3 b TURN-OFF SWITCHING WAVEFORMS (INDUCTIVE LOAD) 

685 

I tfi 

( 

Vee 

BUW91 

(1) Fast electronic sWitch 
(2) Non-Inductive resistor 

... ... -
RL ~ 0 

dic/dt 

.. t 

(1) Fast electronic switch 
(2) Non-inductive resistor 
(3) Fast recovery rectifier 

3/4 



BUW91 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
. During the turn-on 
- During the tum-off without negative base-emitter voltage 
end6.aO<RBE<500 

IC 
IAI Tj<HlOOC 

20 

10 

o 

414 

= 100 200 

FIGURE 4: Forward biased safe operaling area fFBSOAI 

The hatched zone can only be used for turn-on 
La zone hachuree ne doit etre utilis{]e que pour la mise 
en conduction 
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IC 
IAI 

20 

10 

o 

o 

£,.." 
TRANSISTOR REVERSE BIASED 
- During the turn-off with negative base-emitter voltage 

Tj<l00°C 

VeE ~ - 5V 

100 200 300 VCEIVI 

FIGURE 5: Reverse biased safe operating area fRBSOAI 



~ ... 1JtUM:KIN·~t' tsUVV ::IL. 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

FAST SWITCHING POWER TRANSISTOR 
TRANSISTOR DE PUISSANCE DE COMMUTA TlON RAPIOE 

ADVANCE INFORMATION 

HIGHER EFFICIENCY DUE TO: 

- Faster switching times 
Lower switching losses 
Lower on state voltage drop 
Base current requirements 

NEW DATA FOR WORST CASE DESIGN 

Characteristics specified at 100°C 

NEW DATA FOR OPTIMAL DESIGN 

Very low saturation voltage and high gain for 
reduced load operation 

- Turn-on and turn-off tail specifications 
- Turn-on diC/dt for better rectifier choice 

Switching times specified with and without nega­
tive base drive. 

ABSOLUTE RATINGS ILiMITING VALUESI 
VALEVRS LlM/TES ABSOLVES D'VTlLlSA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetreur 

Collector-emitter voltage 
VSE~ - 1,5 V 

Tension collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant b8se 

Reverse bias base power dissipation (B.E junction In avalanche) 
Dissipation de puissance base-emetteur en avalanche 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de /oncrion 

(
Thermal resistance junctIon-case 
Resisrance thermique /onction-boitier 

50, rue Jean-Pierre Tlmbaud - B.P 5 
F - 92403 CourbevOIe Cede x FRANCE 
Tel It) 788-50-0t Telex 610560 F 
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T case 25°C 

VCEOsus 250 V 

VCEV 350 V 

VCEsat "1V 

ICsat 5A 

ICSM 35 A 

tfi (1000C) .. 400 ns 

Case 
BoTrier : TOP-3 ICB - 2441 

,~ 
E 

VCEO 

VCEV 

VEBO 

ICIRMS) 

ICM 

ISIRMS) 
ISM 

Pbase 

Ptot 

TI 

1 Rthll-cl 

250 V 

350 V 

7 V 

12 A 
18 

2,5 A 
4 

1 W 

125 W 

- 65, + 175 °C 

1,2 °C/W 

June 1982 1/4 
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BUW92 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTER/STIOUES ELECTR/OUES"" 

SYMBOLS TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES A L 'ETAT BLOOUE 

VCEOsus 250 V IB = 0, Ie = 0,2 A, L = 25 mH 

VIBRIEBO 7 V Ie - 0, IE - 50 rnA 

leEV 
0,5 TI = 25'e ! veE = VeEV, VBE : ~ 1,5 V 
2 

rnA 
TI = 100'e 

leER 
0,5 rnA TI = 25'e ! RBE = lOll 2,5 Tj = 100'e VeE = VeEV, 

lEBO 1 rnA Ie = 0, VBE = - 5 V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIQUES A L 'ETAT CONDUCTEUR 

0,4 1 TI = 25'e ! vCEsa'" 0,45 1 
V 

Tj = 100'e 
Ie : 5 A, IB = 0,5 A 

VCEsat" 
0,25 0,6 Tj _ 25"C ! Ie = 2 A, IB : 0,13 A 
0,25 0,6 V Tj = 100'e 

VSEsat· 
1 1,3 TI = 25'e 

! Ie : 4 A, IB = 0,4 A 
0,9 1,3 V TI = 100'e 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIQUES DE COMMUTA TlOW" 

TURN-ON SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIQUES DE CQMMUTA TlON A LA MISE EN CONDUCTION (fig. 21 

40 Tj : 25'e ! Re = o,Vee: 200 V dic/dt 
35 

A/,...s 
Tj = 100'e IB1 = 0,6A 

veE 12 #sl 
1,7 

V 
Tj = 25'e 

~ 
2,5 Tj = 100'e Vee = 200 V 

0,9 Tj = 25'e 
Re: 501l 

VeE 14 #sl V IB1 = 0,4 A 
1,1 Tj = 100'e 

TURN-OFF SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTA TlON A L 'OUVERTURE (fig 31 

ON INDUCTIVE LOAD - SUR CHARGE INDUCTIVE 

With negative bias· Avec polarisacion negative 

1,2 1,8 Tj = 25'e 
tsi 1,8 2,4 #s 

Tj = 100'e Ie = 4A 

0,08 0,2 Tj := 25°C IB1 = O.4A 
'fi 0,2 0,4 #s 

Tj = 100'e VBB = - 5 V 

0.D3 Tj : 25'e 
RB2 = 6,31l 

'Ii 0,08 #s 
Tj = 100'e 

Vee: 200 V 
Vclamp = 250 V 

'c 
0,15 Tj "" 25°C LC = 2,5mH 

0,4 
#s 

Tj = 100"e 

Without negative bias - Sans polarisation negative 

's, 
2,5 Tj = 25'e 

I 
Ie = 4A 

4,8 #s 
TI = 100'e IB1 : 0,4 A 

0.4 Tj = 25'e VBB = ° V 
If, 

0,7 
#s 

Tj = 100'e RB2 = 7,51l 
Vee = 200 V 

'Ii 
0,15 

#s 
TI _ 25'e V clamp. = 250 V 

0.4 TI = 100'e Le : 2,5 mH 

"rJ = 25°C Unless otherwise stated • Pulsed - ImpulSIons tp "300 P.s, S " 2 % 

214 

688 



FIGURE 1 SWITCHING TIMES TEST CIRCUIT IRESISTIVE LOADI 

Re 121 

Vee 

FIGURE 2 TURN-ON SWITCHING WAVEFORMS 

veE Ie 
v IAI 

2V 

18 1 I 

'" 1 -I ~ 
IAI I I 

0,91 8 

IAI 

FIGURE 3 a' TURN-OFF SWITCHING TEST CIRCUIT Le 

131 

Vclamp 

FIGURE 3 b TURN-OFF SWITCHING WAVEFORMS (INDUCTIVE LOAD) 
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'ri 

r 

Vee 

DUYY:lll~ 

(1) Fast electronic switch 
(2) Non-inductive resistor 

, ,-

RL ~ 0 

.. ! 

(1) Fast electronic switch 
(2) Non-inductive resistor 
(3) Fast recovery rectifier 
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BUW92 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
- During the turn-on 
- During the turn-off without negative base-emitter voltage 
and 7.5 Il " RBE"501l 

Ie 
IAI 

20 

16 

12 

o 

414 

Tj"100"e 

tr~ 
100 200 

FIGURE 4 Forward biased safe operating area (FBSOAI 

The hatched zone can only be used for turn-on 
La zone hachuree ne doit ~tre utilisee que pour la mise 
en conduction 
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Ie 
IAI 

20 

16 

12 

8 

o 

o 

RB2 = 6,31l 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
- During the tum-off with negative base-emitter voltage 

Tj"loo"e 

VBE= -5V 

100 200 300 

FIGURE 5 Reverse biased safe operating area (RBSOAI 



~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS SUPERSWITCH 

ADVANCE INFORMATION 

SUPERSWITCH 

VERY FAST SWITCHING PNP POWER TRANSISTOR SUITED FOR 

USE AS A DRIVER FOR NPN SUPERSWITCH POWER TRANSIS­

TORS IN QUASI-DARLINGTON CONFIGURATION ANDIN SWITCH­

MODE APPLICATIONS AS DC MOTOR CONTROL, DC/DC POWER 

SUPPLY AND BOOST REGULATORS_ 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES O'UTI LlSATION 

Collector-eminer voltage 
Tension collecteur-f1mt1tteur 

Collector-base voltage 
Tension collecttJur-bBl8 

Emitter-base voltage 
Tension {lInettsuf-lHne 

Collector current 
Cour.nt colltICteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
D;ssiPlltion de puissance 

Junction temperature 
Temp4f'11ture de jonction 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thflrmique jonction boitier 

50, rue Jean·Pierre Timbaud - B.P. 5 
F - 92403 CourbevOie Cedex FRANCE 
Ttll.: (1) 788-50-01 Telex: 610560 F 

tp';;;5ms 

tp ~5 ms 

Tease 25 DC 

max 

691 

BUW9S 
FAST PNP SWITCHING TRANSISTOR 

TRANS/STOR PNP DE COMMUTATION RAP/DE 

VCEOsus 

VCEX 

ICsat 

tf (1000 C) 

C ... 
TOP 3 

BOitier 

_l50V 

_200 V 

_lOA 

.;;; 0,5 !IS 

. ' 
VCEO 

VCSO 

VESO 

IC 
ICM 

IS 
ISM 

Ptot 

Tj 

E 

_150 V 

_200 V 

_7 V 

_15 
A 

-30 

-4 
A 

-8 

150 W 

-65+175 oc 

Ma .. I981 1/2 

f. ~ THOMSON-CSF 
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BUW96 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACnRISTIQUES eLECTRIQUES" 

SYMBOLS TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACT~RISTIQUES A L'~TAT BLOQU~ 

VCEOsus 150 V IC,,--0,2A, 'B = 0, L = 25 rnH 

V(BRIEBO' _7 V IC = 0, 'E=-O,05 A 

_1 T case 25 DC f VCE = VCEX, VBE = + 1,5 V ICEX rnA 
_4 Tease 125 oc 

_1 Tease 25 oc f VCE = VCER, RBE';; 10 n ICER rnA 
-5 Tease 125 0 C 

lEBO _1 rnA VEB=-5V,IC=0 

ON CHARACTERISTICS - CARACT~RISTIQUES A L'~TAT CONDUCTEUR 

0,7 Tease 25 oc ~ VeEsat* V 'C=-10A,IB=-IA 
1,5 Tease l000C 

VBEsat* 1,8 V IC=-10A,IB=-IA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS - CARACT~RISTIQUES DYNAMIQUES 

MHz f = 1 MHz, IC =- 2 A, VCE = - 5 V 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACT~RISTIQUES DE COMMUTATION 

On resistive load - Sur charge r~sistive 

'on 0,5 .. 1 ~s 
VCC=-60V,IC=-10A 

" 0,5 IBI = -IB2 = - 1 A 

On inductive load - Sur charge inductive 

.. 1,5 VCC=-I50V,IC=-10A 
} Tj = l000 C ~s 

" 0,5 'B = - 'B2 = - 1 A 

.. Measured with pulses tp = 300 IlS [), ~ 2 % .. It T case 25 oC Unless otherwise stated 

212 

692 



' ... THUM:iUN·~t SUPERSWITCH BUX'IO 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS NPN HIGH CURRENT SWITCHING TRANSISTOR 

TRANSISTOR NPN FORT COURANT DE COMMUTA TlON 

SUPERSWITCH 

HIGH SPEED TRANSISTORS SUITED FOR LOW VOLTAGE 

APPLI CA TI ONS 

HIGH FREQUENCY INVERTERS 

SWITCHING REGULATORS 

MOTOR CONTROLS 

• High current capabllitles 

.. Fast turn-On and turn.off 

"S,DA.R specified for: linear mode, switching mode, accH!ental Surge 

TRANSISTOR TRES 9APIDE,ADAPTE AUX APPLICA nONS BAS-:·E 

TENSION 

GENERATEURS HAUTE FR£QUENCE 

REGULA TEURS A DECOUPAGE 
COMMANOE DE MOTEURS 

.. PQsslb';IU~S elevees en courant 

.. Mise pn condUCtion et bfocdge rap/des 

.. Alre de secuflte deflnre en regime Imealfe, en rf!(pme de commutation 

en regime de surcharge accldencclle 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VAL EU RS LI MI TES ABSOLUES D'U TI LISA T ION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 
Collector~mitter voltage 
Tension collecteur.emetreur 
Collector~mitter voltage 
Tension collecreur.emetteur 
Emitter-hase voltage 
Tension emetteur-base 
Collector current 
Courant coJlecteur 
Base current 
Couran t base 
Power dissipation 
Dissipation de puissance 
Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction~ase thermal resistance 
Resistance thermique joncrion-boirier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - 8.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
T~I : (1) 788-50-01 Telex: 610560 

RBE =100f! 

VBE=-1,5V 

tp = 10 ms 

Tease 25 °C 

693 

Case 

Boitier 

VCEOsus 

VCEX 

ICsat 

ICSM 

tf ( 20 A ) 

125 V 

160 V 

20 A 

75 A 

.; 0,3 /1S 

TO 3 (CB 19) 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 
ICM 

IB 

Ptot 

Ij 

160 V 

125 V 

150 V 

160 V 

7 V 

25 
30 

A 

5 A 

150 W 

-65 +200 °c 

Juillet 1980 1/9 
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*BUX 10 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES STA TlOUES 

-- - ---~--- --- -_. 

Test conditions 
Conditions de mesure 

--- --f---------. ----- f---

Collector-emitter cut-off current 
Courant residue I collecteur-emetteur. 

Collector-emitter cut-off current 
Courant r~sidueJ col/ecteuf-emetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emerreur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emetteur 

Ifig. 11 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage emetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur·emetteur 

Base·emitter saturation voltage 
Tension de saturation base·emetteur 

Second breakdown collector current 
Courant col/ecteur de second c/aquage 

* Pulsed 
Impulsions 

219 

(, ~2% 

VCE =100V ICEO 
IS =0 

- -- ----

VCE =160V 

VSE = -1,5 V 

ICEX 
VCE = 160 V 
VBE = -1,5 V 

tease = 125°C 

VES = 5 V 
lEBO 

IC =0 

IC = 200mA 

iB =0 VCEOlsus) 
L = 25 mH 

IE = 50mA 
VIBR)EBO 

IC =0 

VCE = 2 V 

IC = lOA 

h21E * 
VCE = 4 V 

IC = 20A 

IC = lOA 

IB =lA 

VCEsat * 

IC = 20A 

IB =2A 

IC = 20A * 
IB =2A 

VBEsat 

VCE =48V 
t = 1 s 

IS/B 

VCE = 30 V 
t = 1 s 

694 

-

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contralfes) 

--_._--

Min. Typ. Max. 

1,5 mA 

._. ----- ------. 1-----

1,5 

6 

1 mA 

125 V 

-- -----1----

7 V 

20 60 

10 

0,3 0,6 V 

0.7 1,2 V 

1,5 2 V 

1 A 

5 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES (pour pet,ts signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

"""-- --- -"""" 

*BUX 10 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicationscontraires) 

Min. Typ. Max. 

"---------- -"-------+------ ----- 1-------"-----,---

Transition frequency 
Frequence de transition 

Turn-on time 
Temps total d'etablissement 

Fall time 
Temps de dtkroissance 

Carrier storage time 
Retard a la decroissance 

(fig. 2) 

(fig" 2) 

(fig. 2) 

THERMAL FATIGUE INSPECTION 

VCE~15V 
IC = 1 A 
f = 10MHz 

"---"-

IC = 20 A 

IB1 ,,2 A 

IC = 20 A 

IS1 cc 2 A 

IB2 = -2 A 

IC = 20 A 

IB1 =2A 

IB2 = -2A 

8 MHz 

- ---- - ---------

1,5 !.IS 

0,15 0,3 !.IS 

0,6 1,2 !.IS 

CONTROLE EN FAT/QUE THERMIQUE 

Permanent inspection of soldering quality between 
silicon chip and header provides maximum insurance 
against thermal fatigue. 

Le contr61e permanent de la qualite de la soudure entre la 
pastille de silicium et I'embase con/ere au transistor un maxi­
mum de garantie contre la fatigue thermique. 

Pulsed test: Contr6/e cvclique : 

10000 cycles 
"on" : 2 minutes (0 + 60 W) 
"off" 1 minute (60 + 0 W) 

tease = 100 °Cmax 
Dtease -.::::: 85 oc max 

695 

3/9 



*BUX10 
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DC operation 
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TeST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST VeEO(sus) (fig. 1) 

tWo Hz o--------"===..=.!..[ test transistor 
transistor en test 

Note: 

0+ 10V 
+ 

111 
1W 

. hori lontal 
horizontal 

Ie (mA) 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point" AU. 
Les tensions V CEO sont acceptables /orsque la trace passe au-defa du paint A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) Ifig.2) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TION let oscillogrammes) 

+ 

IS1 and 182 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 

~2 

Vee = 30 V 

Re 1,511 

R8 = 3,3 n 

RC - RB : non inductive resistances 
tp : Pulse width = 10 fl' 

Forme factor ~ 1 % 
Rise and fall time < 100 ns 

. resistances non inductives 

. Largeurd';mpulsion = 10 f.J.S 
Facteur de forme < 1 % 

"'BUX 10 

I B1 et 182 sont mesures avec une sonde Tektronix 
P6021etAmplificateu'tI[£!!> 134 Temps de montee et descente :::;;;: 100 ns 

5/9 
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*BUX 10 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

6.9 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de fa tension 

Ie collecteur-emerteur 

IAI _I~I'~~I--
V:~",ap.._---1--; 

16~~1/171/1~~~~~ 
I IY!/V'I--I-"" 

3nnmA t= 

200mA 

'B=100mA 

4 ~+---+-I--+--+---+-t--+--+-----1 

COLLECTOR EMITTER VOL TAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCEiminimum value) 
Tension collecteur-emetteuf.en fonction de la 

V CE resistance base emetteur (valeur minimum) 

(VI tease - 25°C 

160 
'r-., 

150 

1\ 
\ 
f\ 

140 

130 
1\ 
~ to-

698 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

Ie coflecreur emetteur 
(AI 

I 20mA 
1,6 .--I-

--

1,2 15~A 
I-- j---

r-- f--- I---- 1--,-

0,8 
lOrnA 

0,4 I J 
'8 =5 mA 

o 
o 10 20 30 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

0 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

VCrrl 

I r3 f--1'\ :J/ 
l/ 1\ 

~ ~ 
1\ 

r3v 

" ']; f-t/ 
" V l\ 

I~ 
I" 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en foncrion de la tension base­

IS emetteur -. 
(mA 

4 

4 

) VeE 411 V 

/ 
J. 
'/ 

I 

- _J:t -if ~ -
../J tg 

~u 

I 

I I 
0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation co/lecteur-emerteur en 

V CE sa fonction du courant collecteur 

(VI 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

a 

~=10 
B 

I 

-
4 68 

100 

I 

!;' 

~k ~ I!J 
~u Il~ 

rt~ ,..u 

,/ 

:::::./ 
4 68 

101 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant coJ/ecteur en fonerion de la tension 

Ie base-emetteur 

(AI V CE 4V 

6~-r~--~~--+--+--+--+--~~ 

4~-r--r--+--+--+--+--4--+-~--~ 

II 

1. 
I I 100 

8 --~ffJ 
-----~ ~ r-+--4--+-~---r--~~ 

4 -- 1/ U r-~--t--+--+--+--+--I 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-eme.tteur en 

V BE satfonction du courant colJecteur 
(VI IC II 18= 10 

1,6 I 
llJ 

1,2 l/ 

r--- -:::-250C 
./~ 

tcase-~ 
,..,; / 

~\7}i>° C / 

0,8 

0,4 
~c .. !--..... 

a 

1,9 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

8/9 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacite de sortie en fonction de fa 

,C22b tension co/leeteur /,)ase 
tease :_250 

IpFI 

8 

6 

4 

3 

, 
1",1 

8 

6 

4 

6 

4 

"'-
" 

i'.. 
"i'... 

" " 
4 4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 

nt collecteur coura 

~=10' VCE =30V 
IB 

r-- ......... r-.... ......... ,1'1" 
V-

i><.... I 
.,; V ''s 

-i,...-o-""" 

-~ -'1, 
6 10 14 18 22 

700 

15 

10 

5 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frflquence de transition en fonction du 
courant co/leeteur 

I tease - 25°C VCE -15V 

/ '" '\. 
1/ \ 

4 6 
ICIAI 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de reduction de /a resIstance thermique en 
r«lime d'imDulsions 

KrT-r.-,,-r'-"rT~~"r1 

10-1 ~--+--hr, ,-H-+-+++-t-H-t-t 

+--++-+-+-+--+-+--lJllL 
, ... ;:;;;;tpfT~ 

1 0-2 l...!:---:~~--!:-5....L..-:':2""'-!5,--J--2:-~5 ....L..-::2-!5:-' 
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BUX 10 
SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

o 
RBE 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
• During the turn on 
. During the turn off without negative base-emitter voltage 

and RBE;:::3 n 

Ie ,---,---,---,----,---,---,----,--, 

IAI 

25 r---+---~---r---+---i 

20 f---+---1-----+----

15 f--+------

10r--i----~-_i-~i-----

leSM 
IAI 
70 

60 

50 

40 

30 
20 

10 

o 25 50 75 100 125 150 

FIGURE 1 : Forward biased safe operating area 
I FBSOA I 

25 50 75 100 125 150 VeE IVI 

FIGURE 3 : Forward biased accidental overload area 
IFBAOAI 

Figure 1 :The hatched zone can only be used for turn on. 

Figures 3 and 4 : High accidental surge currents ( J > leM ) are 
allowed if they are non repetitive and applied less than 3000 times 

dUring the component life. 

Figure 3 : The KeJlog network ( heavy print -) allo'NS the calcula­
tion of the maximum value of the short-circuit current for a given 
base current 18 (90 % confidence). 

Figure 4 : After the accidental overload current, the ABAOA has 
to be used for the turn off. 

--0 
~--------------l 

T 
TRANSISTOR REVERSE BIASED 
- During the turn off with negative base-emitter voltage 

Ie r----.---,----,----,----r---,----,----, 
IAI Tj ~125 DC 

25~--+---~--~--_+---i-----------

VSE = - 3 V I 

~: ---r--- --- -- --~ ___ _ 
-- - -- --- ---

-----4----

10 r--- -- ---- ----f---+---+---r---

5 r--- -----+-- ----------- ------- ------

FIGURE 2 : Reverse biased safe operating area 
I RBSOA I 

leSM ,-,---,----,--,----,--,------,----, 

1A1i---I---!--+--+-....j 

VBE = - 3 V 
60r---i----r---1----r---+----+---1-----j 

5Or---r-~---+---+--_+--~--~--~ 

40f_~f__l---- ,--r-------t----f-----,f__l 

30r---+---+---~---+--_f---+---+~~ 

20r---+----l------------+---+----r----l 

IOr--+---+-------------I-- ----

0~0--~2~5--~50~--7~5~~1~0~0--~12~5~-1~5~0~~~V~e=E'I~VI 

FIGURE 4 : Reverse biased accidental overload area 
I RBAOA I 

Figure 1 : La zone hachuree ne doit dtre utilisee que pour la mise 
en conduction. 

Figures 3 et 4 : De forts courants de surcharge ( I> leM ) sont 
permis s'ils SOnt non rf!peritifs et appliques moins de 3000 fois dans 
la vie du composant. 

Figure 3 : Le n§seau de Kellog ( trait gras) permet Ie calcul de la 
valeur max/male du courant de court.circuit pour un courant de 
base donne I B ( 90 % de con fiance ). 

Figure 4 : Apres Ie passage du courant de surcharge accidentel/e, 
on doit utiliser l'alre de surcharge acddentelle en polarisation 
inverse pour I 'ouverture. 
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~ lHOM50N-&5t 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS SUPERSWITCH BUX ~~ 

NPN HIGH CURRENT SWITCHING TRANSISTOR 

TRANSISTOR NPN FORT COURANT OE COMMUTA nON 

SUPERSWITCH 

HIGH SPEED TRANSISTORS SUITED FOR LOW VOLTAGE 
APPLICATIONS: 

HIGH FREOUENCY INVERTERS 
SWITCHINb REGULATORS 

MOTOR CONTROLS 

• High current c.pllbilities 
• Fast tum-on and turn..off 

·SDA.R specified for ! linear mode,switching mode. accidental surge 

TRANSISTOR TRES RAPIOE.AOAPTE AUX APPLICA TIONS BASSE 
TENSION: 

GENERATEURS HAUTE FREOUENCE 
REGULATEURS A OECOUPAGE 

COMMANOE OE MOTEURS 

• PossibiUres il.veel en courant 
• Mise en conduction et blocage rapides 

• Airs dtI s4curire dtWnie :fm regi~ linealftl, en nigimtl d. commutation 
." ,.gime de surcharge accidence/Ie 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VAl.EURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension coJlecreur·base 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-4metteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur.emetteur 
Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 
Collector current 

~~ collecteur 
Base current 
Courant base 
Power dissipation 
Dissipat;on de puissance 
JUnction temperature 
Temperature de janetion 

Junction..case thermal resistance 
Resistance thermique jonet/onhoir/eT 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel: III 788-50-01 Telex: 610560 

RBE=100!1 

VBe =-1,5V 

tp=10ms 

Tcase 25 oC 

703 

VCEOsus 200 V 

VCEX 250 V 

ICsat 12A 

ICSM 70A 

tf (12 A) .;; 0,4 JLS 

Case 
Bo;';e, TO 3 ( CB 19 ) 

~ 
B 

VCBO 250 V 

VCEO 200 V 

VCER 240 V 

VCEX 250 V 

VEBO 7 V 

IC 20 

leM 25 
A 

'B 4 A 

PtOt 150 W 

'j -65 +200 oc 

Juillet 1980 1/9 



*BUX 11 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/aUES STA T/aUES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur·emet~lJr_ 

Collector-emitter cut-off current 
Courant r~sjduel collecteur-emetteur 

Emitter~base cut-off C'urrent 
Courant residuel emetteur-ba$8 

Collector-emitter tireakdown voltage 
Tension de claquage coflecteur-emetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage emetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur stat/que du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-emetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-emetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/9 

0<2 %' 

tease ~ 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 160V 

'S =0 

VCE = 250V 
VSE = -1,5 V 

VCE = 250 V 
VSE = -1,5 V 

tease = 125°C 

V ES = 5 V 

'C =0 

'C = 200mA 

IS =0 

L = 25mH 

'E = 50mA 

'C =0 

VCE = 2 V 

Ie = 6A 

VeE = 4 V 

Ie = 12A 

Ie =6A 

'6 = 0,6A 

Ie = 12A 

IS = 1,5A 

Ie = 12A 

IS = 1,5A 

VCE =140V 

t = 1 , 

VeE =30V 
t "" 1 , 

704 

Min. 

' CEO 

' CEX 

'ESO 

VCEO(sus) 200 

V(SR)ESO 7 

20 

h21E * 
10 

VeE,at * 

VSEsat * 

0,15 

'ISIS 

5 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1,5 mA 

.. 
1,5 mA 

6 mA 

1 mA 

V 

V 

tjO 

0,3 0,6 V 

0,7 1,5 V 

1,2 1,5 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

*BUX 11 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contra/res) 

Min. Typ. Max. 

-------------------~---+-------------+---------~----~--------------------

Transition frequency 
FreQuence qe transition 

Turn-on time 
Temps total d't§tablissement 

Fall time 
Temps de dtkroissance 

-Carrier storage time 
Retard;j la dfkroissance 

(fig. 21 

(fig. 21 

(fig. 2) 

VeE =15V 

'e = 1 A 
f = 10MHz 

'e = 12A 

'8 = 1,5 A 

'e =12A 

'81 = 1,5A 

'82 = -1,5A 

Ie =12A 

'81 = 1,5A 

'82 = -1,5A 

705 

8 MHz 

0,45 }15 

0,2 0,4 /l5 

1,2 1,8 }15 

3/9 



* BUX 11 

4 

-- -r-- ._-

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

,,- - -'It' -.. . ----, , 
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-

- -
" 7~' 
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101 

4 

100 

7 
6 

4 

10-1 

4 

10-2 

100 
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'" " 

\ 

T case 25 0 C 

DC operation 
Regime continu 

____ Pulsed operation 
Regime impulsionne/l 
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101 

706 
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TEST CI RCUIT 
MONTAGE DE TEST veEOlsus) Ifig. 1) 

Note: 

~OHZcr---~ test transistor 
trans;stor en test 

RB = 100 Q 
0710 V 
+ 

1Q 
1W 

horizontal 
horizontal 

Ie ImA) 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point "A". 
Les tensions V CEO sont acceptables forsque la trace passe au-del;} du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) Ifig.2) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON (et osci/logrammes) 

+ 

IS1 and 182 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 

Vee = 150V 
Re = 12,5 Q 

RB = 3,9 Q 

RC' RB : non inductive resistances 
tp : Pulse width = 10 /1S 

Forme factor ~ 1 % 
Rise and fall time ~ 100 ns 

. resistances non inductives 
Largeur d'impulsion = 10 p.$ 

Facteur de forme < 1 % 

*BUX 11 

I B 1 et 182 sont mesures avec une sonde Tektronix 
p 6021 et Amplificateur t"np 1.14 Temps de monree et descenre ~ 100 ns 

519 

707 



*BUX 11 

619 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

'C 
(AI 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOL TAGE 
Courant col/eeteur en fonction de la tension 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE(minimum value; 
Tension col/eeteur-emetteur en fonction de /a -

VeE nisisrance base emetteur (valeur minimum) 

(VI VCE = 4 V Ic~1,5mA 
tamb= 25°C 

250 
-I' 

230 '\ 
\. 

210 1\ 
r--.. r-

190 

'---,----

708 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOL TAGE 
Courant col/eereur en fonction de la tension 

Ie collecteur-emerteur 
(AI 

0,4 
10lmA I 

SmA 

0,3 

6mA -

0,2 

tA 

0,) 
IS = 2 rnA 

o 
o 10 20 30 

80 

60 

40 

20 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur starique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

VCE -4 V 

V r--..~ 
/ ~~ \\ 

\~ 
~ 

tease 25°C~ \" r-r--., 
,/ V 

.i 

~ 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE·EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de Ia tension base­

IS emetreur 
(rnA ) V CE 4V' 

U 6 

2 

~ 

II 
IV 

I 

r--r--f-k> 
- ~¥ ~. 
== 

~ 
;=~u 

0,4 O,B 1,2 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-4merteur en 

V CE sar'0nction du courant col/ecteur 
(V) 

IC 
~=8 

I 
1,6 <> ~-ih '", 

~ "" II 11-

~ 'j-
~u 1,2 

O,B 

J 
/ 

0,4 

~ 
~ V 

o 
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*BUX 11 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en foncrion de la tension 

i c bastHlmetteur 

(A 
6 

4 

) VCE 4V 

~ ~ 
f-

" / 

~/ II 
II fr I 

~ r--! "'/ ~ 1/ 

11/ 
~IJ 

0,4 O,B 1,2 

8ASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-erne.rteuT en 

V BE sat fonction du courant co//eeteur 
(V) 

I -t-= 8 
B 

1,6 

J 

1,2 
/) 

'r 

I--
",~",o~1) 

~~V 
F==: 

'}..fJoC 
",\ /' 

'cO'>" 

O,B 

,I--0,4 

o 
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*BUX 11 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capac;t~ de sortie en fonction de Ia 

C22b tension co/mereu, base 

IpF ) tease 25° 

, 
"-4 

I'.. 

" ""-

4 

'\ 
I'-

4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 

B/9 

t 
I",) 

8 

6 

4 

2 

4 

Temps de commutavon en !onerion du 
t 011 teU ' courBn c ec , 

~=B VCE -I50V 

B 

" ~ ...... 1'---r--. I- t, 

I 
'\ L-- ton-

\ " ~ V ) -
~ l,....-- I 

4 8 12 16-

1\ 

710 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frlquence de transition en fonction du 

fT 'courant co/lemur 

IMHz ) 

15 

10 

5 

/ 1\ 
L \ , 

6 
ICIA) 

TRANSIENT THERMAL RE'SISTANCE O~RATING 
FACTOR UNOER PULSES CONDITIONS 
FBcteur de reduction de ,. reSIstance thermique en 

K r4gime d'imDuJrions 

af-L-+- t+ .~ ~ i O.~ 1 

~i 102 

~ 
~. ., 

~ ;..- i 
f-L I,. 

~ ~ '" i ! 

~r 
. ~-

J'hl=rt ~. t----

I -_ . . 
I 

~ -!--+c 

Jlli 
10-2 

.', -=tp T ..L 
2525252525 

10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 tp(S) 



BUX 11 

SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
. During the turn on 
- During the turn off without negative base-emitter voltage 

and RBE~5n 

FIGURE 1 : Forward biased safe operating area 
I FBSOA I 

ICSM 
IAI 

7 0 

60 

50 

40 

3 0 

0 

10 

o 

Ti, < 125°C 

I ~ 

_le- 6A ,,~, 7()-
5 ~, 

7 I ...... ;,~.S"'" 
le-3A_~ N <3000_ 

t/ ""'" 1 ~ 

Ie l,5A .-

V/ I 
0,6 A Ie 

ICM 

N is not limited if the normal con. 
, ditions under forward bias are res-

pected (lS/8 , Tj max) 

o 50 100 150 200 VCEIVI 

FIGURE 3 : Forward biased accidental overload area 
I FBAOA I 

Figure 1 : The hatched zone can only be used for turn on. 

Figures 3 and 4 : High accidental surge currents ( I > leM ) are 
allowed if they are non repetitive and applied less than 3000 times 
during the component life, 

Figure 3 : The Kellag network ( heavy print' ) allovvs the calcula­
tion of the maximum value of the short-circuit current for a given 
base current 16 (90 % confidence l. 

Figure 4 : After the accidental overload current, the RBAOA has 
to be used for the turn off, 

--{) fr--------{. 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
- During the turn off with negative base-emitter voltage 

IC 
IA I I J 

Tj ~ 1250C_ 0 

-

10 

o 
o 

VBE = - 3 V 

100 200 250 

FIGURE 2 : Reverse biased safe operating area 
I RBSOA I 

ICSM 
IAI I 

VCEIVI 

I 
0 Tj ~ 1250 C_ 

\ 
6 0 

4 

01--- VeE = - 3 V 

0 

0 

0 

0 

0 

1--

o 100 200 250 

FIGURE 4 : Reverse biased accidental overload area 
I RBAOAI 

--

VCEIVI 

Figure 1 : La zone hachuree ne doit due utilisee que pour la mise 
en conduction, 

Figures 3 at 4 : De forts courants de surcharge ( I > I eM ) sont 
permis s'i!s sont non repetitifs et appliques moins de 3000 fois dans 
la vie du composant, 

Figure 3 : Le reseau de Kellag ( trait gras) permet Ie calcul de la 
valeur maximale du courant de court-circuit pour un courant de 
base donne IS (90 % de con fiance J. 

Figure 4 : Aprt}s /e passage du courant de surcharge accidentel/e, 
on doit utiliser !'aire de surcharge accidentelle en polarisation 
Inverse pour J 'buverture, 

9/9 
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~~ THOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

High speed, high current, high power transistor 
Transistor de puissance rapide f fort courant 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

lJissipation and ISIB derating 
Variation de dissipation et de ISIB 

100 % .-~.------,---,-----, 

50 f-r-f--

25 f--'--+---+---J'I.---1 

OL.-~~_-'-_-'-_-" 

50 1 00 150 T cas.(OCI 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUESI 
VALEURS LlMITES ABSOLUES O'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emerteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur.emetteur 
Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 
Collector current 
Courant collecteur 
Base current 
Courant base 
Power dissipation 
Dissipation de ouissance 
Storage and junction temperature 
1"emptjreture de jonction et de stockage 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel: (1) 788-50-01 Telex: 610560 

RBE =100n 

VBE =- 1,5 V 

tp =10ms 

Tcase 25 oC 

max 

713 

BUX 11N 
NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUS€ 

VCEO 

IC 

Ptot 

Rth(j-cl 

tf ( 15 A I 

Case 
TO 31 CB 191 

Boitier 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

'C 
leM 

IB 

Ptet 

tj 

160 V 

20 A 

150 W 

,;; 1,17 0C/W 

,;; 0,5 I-IS 

220 ·V 

160 V 

200 V 

220 V 

7 V 

20 
25 

A 

5 A 

150 W 

200 
Tstg - 65 +200 °c 

Janvier 1980 1/8 



*BUX 11 N 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES STA T/OUES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel col/ecteur-emerreu,_ 

Collector-emitter cut-off current 
Courant rtJsiduel callecteur-emetreur 

Emitter~base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-er:nitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage emetteur·base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur sratique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter sa-turation voltage 
Tension de saturation coJlecteur-emetteur 

Base·emitter saturation voltage 
Tension de saturation base.emetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 

tease ~ 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 130V 

'S =0 

VCE = 220 V 
VSE = -1,5 V 

VCE = 220 V 
VSE = -1,5 V 

tease = 125°C 

VES = 5 V 

'C =0 

'C = 200 rnA 

IS =0 

L = 25rnH 

'E = 50 rnA 

'C =0 

VCE = 2 V 

'C =8A 

VCE = 4 V 

'C = 15A 

'C = 8A 

IS =0,8A 

'C = 15A 

IS = 1,88A 

'C = 15A 

IS = 1,BBA 

VCE = 140V 
t = 1 s 

VCE =30V 
t "" 1 s 

714 

Min. 

' CEO 

' CEX 

'ESO 

VCEO(sus) 160 

V(SR)ESO 7 

20 

h21E * 
10 

VCEsat * 

"SEsat * 

0,15 

·,S/S 

5 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contra ires) 

Typ. Max. 

1,5 rnA 

.. 
1,5 rnA 

6 rnA 

1 rnA 

V 

V 

110 

0,3 0,6 V 

0,8 1,5 V 

1,4 1.8 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

---
VeE =15V 

Transition frequency 
Ie =lA 

Fr«1ue,!cs cle. tran~itjon 
f = 10MHz' 

Ie = 15A 
'Turn-on time 

(fig. 2) IBl = l,BBA 
Temps total d',ltsblissemeM 

Ie = 15A 
Fall time (fig. 2) IB1 = 1,BBA 
Temps de dtJcroisslInce 

IB2 = -l,BBA 

Ie = 15A 
·Carrier storage time (fig. 21 IB1 =1,BBA 
Retard a /a decroissance 

IB2 = -l,BBA 

-" 

715 

Min. 

'fT B 

td + t, 

'tf 

t, 

*BUX 11 N 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

0,75 1,5 JlS 

0,3 0,5 JlS 

0,9 1,5 JlS 

3/8 



* BUX 11 N 

Ie 

(A) 7 

6 

5 

101 

100 

10-1 

r-- - f-- -r-' 

f- T case 25 oe 
DC operation 

I- Regime continu 
f-- ___ _ Pulsed operation 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

- - --r----

~:- - - .. .... ,_.-
': - -t"t 0'"" , ,So I ~ 

-,. Sa "a~, ';:s, , -~ v v ... 
~ ,"0 "tr<;'s ~ '-

0(> '''>s "'s ," -'~ 
~ 

"' II 

" 
, \ 

, 
\ '-

\ ~- \ \ 1 , I 
~ \ ~ 

\ \ I 

1\ \ 
, 
I 

\ I 
\ 1 

\ \! 
\1 

10-2 I I 
R7im~ i'7P~/S;07Ie( 

100 
4 5 6 7 a 

101 
4 5 6 7 8 

102 

4/8 
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,-

4 5 6 7 

veE (V) 



*BUX 11 N 

TEST CIRCUIT 
MONTAGE OE TEST VeEO(sus) (fig. 1) 

~OHZ~_~~~ test transistor 
transistor en rest 

horizontal 
horizontal 

Ie (mA) 

_______ ---,A 

200 I 

Note: 

0+ 10 V 
+ 

10. 
lW 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point" A". 
Les tensions V CEO sont acceprables/orsque la trace passe au-deJa du point A 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS OE COMMUTA nON (et osci/logrammes) 

+ 

90% 

~ I + 
... 2---
(5 ~ tdl_:--~ ___ tr 

.i e t ' 8 a on-~--- --r-

10% 

IBl and 182 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 

~2 

'ICC 

~104/1F 

Vee = 30V 

Re 20. 
RB = 3,30. 

RC - RS : non inductive resistances 
tp : Pulse width = 10 /1S 

Forme factor ~ 1 % 
Rise and fall time ~ 100 ns 

. resistances non inductives 

. Largeurd'impulsion = 10 JJS 
Facteur de forme ~ 1 % 

I 
I 

160 1 

'BI et '82 sont mesures avec une sonde Tektronix 
p. 6021 et AmpJificateur (Vnp 1.14 Temps de mantee et descente ~ 100 ns 

717 
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*BUX 11 N 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

S/8 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant co/lecreur en fonction de Is tension 

IC '/I I tt co ecteur- me eur 
(AI ~ -' , \11'_ 

16 ~ .....-
..-~-/' k--rr:P-I~ ~ V .....-~ 

/,~ V -~ ~ rrr 'l~ ,/ .....-~ I-PEt 12 

'1/ I = 200mA 
B 

..- r----
,/ 

8 

V 
4 

o 
o 2 3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSU6 
BASE-EMITTER RESISTANCE{minimum valiiei 
Tension co/lecteuT-emefteur en fonction de la -

VeE resistance base-emetteur (valeur minimum) 

tease - 25° C (VI 

r-
230 

.... '" 
210 

1\ 
\ 

190 

"-170 

-~ 

4 

718 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 

Ie ;:/~::;~~:::,~~:~,en fonction de la tension 

(AI 

L '12mA 

0,4 I'OJA 

I 
8mA 

0,3 

SJA - - r---
0,2 " I 

4JA 

I 
0,1 IB =2mA - r---' 

o I 
o 10 20 30 

90 

75 

60 

45 

30 

20 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transferr direct du 
courant en foncrion du courant tIOllecteur 

II 
VCE - 4 V 

} \1f>0 C 

tco~ - " / 1\ 

~C 

"" '); - ......... 
-'c'[ft 
./ .\ , 

~ 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE·EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base­

IS emetteur 
(mA ) 

6 

4 

J. 
11/ 

I<l 0 - '" 
II II'" ~c 

f-- f-- I. ~ 
.... (.1 Q 

J ~ 

I 

II 
4 

I 
0,4 0,6 

V CE 

1/ 

1,2 

4V 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-emerteur en 

V CE sa toner/on du courant col/ecteuf t 
tv) 

IC I .l 
-= 10 
IB 

1,6 

1,2 

() 
0 

0,8 I<l 
11- , I 

~ 
1/ 

~~ OV 
(Q 

'J) 

1-

0,4 

I.---' ~~il o 
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*BUX 11 N 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecreur en fonerion de la tension 

u Ie base emette r 

(A ) V CE 
6 

4 

4 

4 

Vse s 
(V) 

at 

1,2 

0,8 

0,4 

o 

~ 

V " 
Ifl 

I--
e- 00'/ 

i~/tr ~ +-1/ ~ 
+--; II 

'--~ ..... (.I QI 

IT .... 9 

0,4 0,8 1,2 

BASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emetteur en 
(oner/on du courant collecteur 

IC I II -=10 
IB 

IV 
I/J 

'1.<;,0.51.-' 

~ oC 

I....-
~\'I.<j 

iii 
II 

4V 

, 

7/8 



*BUX11N 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES TYP/OUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR·BASE VOLTAGE 
Capacire de sortie en fonction de la 

(:22 tension collecreur-base 
b 

IpF ) tease = 25° C 

1'1\ 

'" "'~ 
4 4 

I'r-o. 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 

8/8' 

Temps de commutation en fonction du 
courantcollecreur 

I Jl S )f-IC VCC = 30V 

t-~= 8 

4 

I ........ t'-.... 
....... r-.... 

t--....... r-.... 
"-~ 

'\. ./ ~ s_ 

\. .......... .-/ 

'-.. -~ I-- -t;" 
2 

10' 1 

a 5 10 15 IC(A) 

720 

TRANSITION FREOUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frequence de transition en fonction du 

fT . courant co/Jecreur 

(MHz ) 

15 

10 

5 

a 

tease ::;:0: 25°C 

= ~ 1/ '" V '\ 

- I 
I 

IC (A) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE OERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de reduction de la resistance thermique en 

K regime d';mpqlsions 

10-1 

,~::::tp,T ~ 

1 0-2 c....,2~~S-'--,2~~S-'---:-2 ~S-'---::2-:S:-'--::2~S~ 
10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 tp(S) 



~ THOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

High speed, high voltage, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, haute tension 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de IS/8 

100 % .... ~--,----.--.----, 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEU RS LI MI TES ABSOLUES O'UTI LlSATI ON 

Collector-base voltage 
Tension collecreur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension coJlecteur-emerteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 
Emitter-base voltage 
Tension emerteur-base 
Collector current 
Courant coJlecteur 
Base current 
Courant base 
Power dissipation 
DissiDation de Duissance 
Storage and junction temperature 
Temperature de jonction et de stockage 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B_P.5 
F·92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel: (1) 788-50-01 Telex: 610560 

RBE=100D 

VBE=-1,5V 

tp =10 ms 

Tease 25 oc 

max 

721 

BUX12 
NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

VCEO 

IC 

Ptot 

VCE.at (10 A) 

tf ( 10 A) 

Case 

Boitier 
TO 31 CB 191 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 
ICM 

IB 

Ptot 

tj 

250 V 

20 A 

150W 

<l,5V 

<O,51J.S 

300 1 
250 V 

290 V 

300 V 

7 V 

20 
25 

A 

4 A 

150 W 

200 

Tstg -65 +200 °c 

Ath(j-c) 

Janvier 1980 1/8 



STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERlsnOUES STA nOUES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant TIs/duel coIl8cteur-~met~r_ 

Collector-emitter cut-off current 
Courant rdsidueJ collecteur-emetteur 

Emitter~base cut-off current 
Courant rdsidue/ emetteur-base 

Collector-er:nitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage lmetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statiqUJI du rapport de transferr 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation co/lecteur-emetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base~metteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 

b <;;2 %' 

tease ~ 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 200 V 

'B =0 

VCE = 300 V 
VBE = -1,5 V 

VCE =300V 
VBE = -1,5 V 

tease = 125° C 

"VEB = 5 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

IB =0 

L = 25mH 

IE =50mA 

IC =0 

VCE = 4 V 

IC =5A 

"VCE =4V 

IC = lOA 

IC =5A 

IB =0,5A 

IC = lOA 

IB = 1,25A 

IC = lOA 

IB = 1,25 A 

VCE = 140 V 
t = 1 s 

VCE = 30V 
t "" 1 s 

722 

Min. 

ICEO 

ICEX 

lEBO 

VCEO(sus) 250 

V(BR)EBO 7 

20 

h21E * 
10 

VCEsat * 

"BEsat * 

0,15 
'IS/B 

\; 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicationscantraires) 

Typ. Max. 

1,5 mA 

1,5 mA 

6 mA 

1 mA 

V 

V 

tlo 

0,2 1 V 

0,5 1,5 V 

1,2 1,5 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si!jflals) 
CARACT£RIST/OU£S DYNAMIOU£S (pour petits SlUn.aux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Transition frequency 
VeE = 15V 

Ie =IA 
FrlquefJCII C/!J. transition 

f = 10MHz' 

'Turn-on time Ie =10A 

Temps tot.' d;4rsblissemen: (fig. 2) 
IB = 1,25A 

Ie = lOA 
'Fall time 

(fig. 2) IBI = 1,25A 
TemPI de dkrois$IInce 

IB2 = -1,25A 

Ie = lOA 
"Carrier storage time (fig. 21 IBI = 1,25 
Retard j Ia dkroilSllnce 

IB2 =-l,25A 

723 

Min. 

'fT 8 

td + tr 

t f 

'. 

*BUX 12 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf ;ndicat;onscontrsires} 

Typ. Max. 

MHz 

0,5 1 lAS 

0,25 0,5 lAS 

1,45 2 lAS 

3/1! 



* BUX 12 

Ie 
(A) 7 

6 

4 

-- - -- r- -r 

SAFE OPERATING AREA 
A/RE DE SECUR/TE 

,--- .... , ~ .- --
" 

" ", '- .s-q;) 

"" 
'."0 ".-, ~~ 

'-?' -?,' 
0-""'''' '" 101 

8 

4 

10.1 

8 

7 
6 

I 

- T case 25 0 e I 
DC operation 

- Regime continu 
____ _ Pulsed operation 

Regime impuls;onnel 
I I I I I I I II I 

C' 

" 
\ \ 

1\ \ 

\ \ 

1\ 

, 
- '7" ..,"'" , , I 
~. "0 I "a'.s-O' -v,'-,.. V.,;-;;, .... , I 

.... I 

\ i i 
\ \ ,I 

\ \ ' I 
\ ' ,; 
\ 

, , 
\ \ , 

, ,I 
,I 

, 
\ .. 
'. I , '1 

1\ '. 
I 
I 

\ , 
I 

" '" 

10.2 

100 4 5 6 7 8 101 4 5 6 7 8 102 

4/8 
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*BUX 12 

TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST 

---------

VeEO(sus) (fig. 1) 

~OHZ o-----=~ test transistor 
transistor en test 

honzontal­
horizontal 

Ie (rnA) 

_______ .,A 

200 : 

RS = 100 !1 

Note: 

0+ 10 V 

1!1 
1W 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point "A", 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque la trace passe au-de/a du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON let osc;lIogrammes} 

181 and IB2 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Ampl ifier type 134 

'ICC 

~56001lF 

Vee = 150 V 

Re 15 n 
RS = 4,7 n 

RC - RS : non inductive resistances 
tp ; Pulse width = 10 IlS 

Forme factor ~ 1 % 
Rise and fall time < 100 ns 

. resIstances non inductives 
Largeur d'impulsion = 10 jJS 

Facteurde forme ~ 1 % 

I 
250 I 

'81 et '82 sont mesurt!!s avec une sonde Tektronix 
p 6021 et Amplificateur tvfJP 1.14 Temps de mantee et descente:< 100 ns 

725 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

6/8 

-------~-

COLLECTOR CURREN~TVERSUS CotLECTOR 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en foncrion de /a tension 

IC 'It 6 co ecteur- metteur 
(A) 

16 

12 

8 

4 

o 
o 

Jj; 
~ 
t:-
V 

"l-

, 

./ -:::: 
~ ~ ..-
r:::: V l-
r:::. L--
I--
V-

I--

2 

~ --
~ 

\ l' -~ -I-~ ~ \2A 

I--~ I-
p~ I--
-- 061' 

I--~ 
I 'l 

IS =0,2A 

3 

~ 
I.-
f-
I.-... 
-
~ 
I--

-

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSU6 
SASE·EMITTER RESISTANCElmil1imum varue1 
Tension collecteur-emetteur en foncrion de la ~ 

VeE resistance base emetteur (valeur minimum) 
(V) 

"'t-... tease = 25°C 

IC!~"~~~ 

290 

1\ 

280 
\ 

270 
\ 

260 

~ 
t"--j..... 

726 

-c::ot:l:El:'TOR CURRI!f4'f "E R3U3~! ECTOR 
EMITTER VOL TAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

Ie collecreur emetreur 
(A) 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

o 

10 

0 

12mAI 

1 .1 
10mA 

1 I 

I--- c-- J mAl 

II 
~mAI 

1 1 
4mA 

Is=JmAI 

1 1 
o 10 20 30 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en foncrion du courant tIOllecteur 

~ 

4 
10" 4 6 ~OO 2 4 6 ~01 2 IC(A) 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE~EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base-

16 emetteur 

(rnA 
6 

) V CE 4V 

" 

4 

II 
~lo N/ ° 

- IfJ - - II 1/ 

- - 91 • 
~ If! 

-" I -" 

III 

0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR~EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation coJlecleur·emetteur en 

VeE 5 fonclion du courant collecteur 
a' 

IV) 
.'.£=s 
Ie 

1,6 

1,2 

0,8 

r-'- = \25°C ~ 
/ '),.;'VI 
7" « 

tcCise .....r-:::: "~i I I 

0,4 

o 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonetion de la tension 

Ie base-emetteur 

IA ) V CE 4V 

4 

~ 
:::::--

oV 

m I f! 
r-- - ..... 0 Xi 

~ II 

I & 
-" 

4 I 

1O~1 I 
o 0,4 0,8 1,2 

BASE~EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-eme.tteur en 

V BE sat fonction du courant coJ/ecteuf 
IV) 

-f-=s 
B 

1,6 

1,2 /I 

f-- =?5°C l-..-''/ 

-~/V ~?'OOC ~\ 

~ -Ttl 

0,8 

0,4 

o I 

7/S 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

.c22~ 
(pF I 

8 

4 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
CapacitlJ de sortie en fonction de fa 
tension collecteur-base 

tease = 25°C 

" 1\ 

'" ~ 
4 

1\ 
r-.. 

4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 

t /I te couran co 8C ur 

VCC=150V 

-f-=S 
B 

~ i'--i'--t-

4 

2 r-t- l- I--

8 ton 6, 
1'-... L.- l-I-

4 

10-

"" L.-If ........ 

~ I 
2 4 6 8 

BIS' 

728 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frtlquflnce de transition en fonction du 

fT 'courant collecteur 

(MHz 

15 

10 

5 

o 

, tease = 25°C 

./ 
V-i-

~ 

/ 
/ '\ 

V 

4 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE D~RATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de reduction de Is reSIstance thermique en 
r~me d';mpv/sions 

10-2 LJL-.LL-L-.L.l.-L-~-,-·_=",--lp-,I,....T'_'-'"tp_I-,',-, 
5252525 
10-3 10-2 10-1 tp(sl. 

2 5 2 
10-5 10-4 



~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

High speed, high current, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, fort courant 

Switching and amplifier transistor 
Transistor dramplification et de commutation 

Dissipalion and ISIB deraling 
Variation de dissipation et de ISI8 

100 % r--~.--...,---,-, 

50 100 150 T cas.(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VAl.EURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 
Collector~mitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 
Collector.mitter voltage 
Tension collecteur-emerteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 
Emitter-base voltage 
Tension t1metteur-base 
Collector current 
Courant collecteur 
Base current 
Courant base 
Power dissipation 
Dissipation de puislance 
Storage and junction temperature 
Temperature de jonction et de stockage 

Junction-case thermal resistance 
R6sistance thermique jonction boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - 8.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel , 10 788-50-01 Telex, 610560 

ReE=1ooQ 

VeE =-1,5 V 

t o =10ms 

Tease 25 oC 

max 

max 

729 

BUX4IJ3 
NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SIL/CIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

VCEO 

IC 

PIOI 

VCE.at (8 A) 

If (8 A) 

Case 

325 V 

15A 

150W 

.,;; 1,5 A 

.,;; 1115 

Baitier 
TO 3 (CB 19) 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 
ICM 

IB 

Ptot 

tj 
T,tg 

400 V 

325 V 

390 V 

400 V 

7 V 

15 
A 

20 

3 A 

150 W 

200 OC 
-66 +200 

J 

Janvier 1980 1/8 
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*BUX 13 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOVES STA TlOVES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant r{Jsiduel collecteur-emetteuc 

Collector-emitter cut-off current 
Courant r{Jsidue/ collecteuf-emetreur 

Emitter~base cut-off current 
Courant residuel emetteuf-base 

Collector-er:nitter breakdown voltage 
T-ension de cJaquage colJecteur..emerreur 

(fig. 11 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage {Jmetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur stBriqu.e du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitte"r saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-emerteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-~mert8ur 

Second breakdown collector current 
Courant colJecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 

8';; 2 %' 

tease ~ 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 260V 

'S =0 

VCE = 400 V 
VSE = -1,5 V 

VCE = 400 V 
V SE =-1,5V 

tease = 125°C 

'VES = 5 V 

IC =0 

IC = 200 rnA 

IS =0 

L = 25rnH 

IE = 50 rnA 

IC =0 

VCE = 4 V 

IC =4A 

VCE = 4 V 

IC =8A 

IC =4A 

IS = 0,8 A 

IC =8A 

IS = I,SA 

IC =8A 

IS = I,SA 

VCE = 140V 
t = 1 s 

VCE = 30 V 
t ':" 1 s 

730 

Min. 

ICEO 

ICEX 

IESO 

VCEO(susl 325 

VISRIESO 7 

15 

h21E * 
8 

VCEsat * 

VSEsat * 

0,15 

'I S/S 

5 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contra ires) 

Typ. Max. 

1,5 rnA 

1,5 rnA 

6 rnA 

1 rnA 

V 

V 

60 

0,2 0,8 V 

0,35 1,5 V 

1,1 1,5 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Test conditioD$---.. 
- ~---~-- C;onditions dB mes.ure 

Transition frequency 
VeE = 15V 

Ie =lA 
Fr«tuence cf!J. rransiNon 

f = 10 MHz' 

Ie =8A 
"Turn-on time 

(fig. 2) 16 = 1,6A 
Temps total d'etablissemen. 

Ie =8A 
'Fall time 

(fig. 2) 161 = 1,6A 
Temp$ de decroissance 

162 = -1,6A 

Ie =8A 
·Carrier storage time (fig. 2) 161 = 1,6A 
Retard AI /8 decroissance 

162 = -1,6A 

731 

-~--

'fT 

td + tr 

'tf 

\ 

*BUX13 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicationscontraires) 

-Min. ---Typ;-Max. 

8 MHz 

0,55 1,2 jJ.s 

0,26 1 jJ.s 

1,7 2,5 jJ.s 

3/8 



*BUX 13 

Ie 
(A) 

7 
6 

5 

4 

3 

2 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 
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B 
7 
6 

5 

4 

3 

2 

100 

B 
7 
6 

5 

4 

3 

10.1 

B 

5 

4 

3 r- T case 25 0 C 

DC operation 
2r- Regime continu 
r- ___ _ Pulsed operation 

10-2 

100 

Regime impulsiannel 
I I I I 
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*BUX 13 

TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEO(susl (fig. 11 

~OHZ !>-----~ test transistor 
transistor en test 

horizontal 
horizontal 

Ie (mAl 

_______ --,A 

200 I 
I 
I 

325 1 

Note: 

111 
lW 

common 
commun 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point" A". 
Les tensions V CEO sont acceptabJes lorsque fa trace passe au-deta du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 21 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION let oscillogrammes) 

IS1 and IS2 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 
lSI et '82 sont mesunh avec une sonde Tektronix 
P6021 etAmplificateur typP 1.14 

733 

'ICC 

~5600J1F 

Vee 150V 
Rc 18,511 
RB 3,911 

RC' RS : non inductive resistances 
tp : Pulse width = 10 IlS 

Forme factor ~ 1 % 
Rise and fall time < 100 ns 

.- resistances non inductives 
. Largeurd'impu/sion = 10 ps 
Facteurde forme ~ 1 % 
Temps de mantee et descenre < 100 ns 

518 



*BUX13 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

6/8 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de Is tension 

IC 'lie e co cteur- metteur 
IAI 

16 

8:f:: ~ -- ::::: ~ 
b. ~ ~ ~ ~ ~ -t:: :::-: :..- -
~ ~ ::::: ::::: ~ -oi+ f-p 

0, A I--

t :/' --f- -0,'6 A - or 
I---r-

~ ---
v --- IS _o,2 A 

'II 

12 

8 

4 

o 
o 2 3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSU6 
SASE·EMITTER RESISTANCElmiilimum value1 
Tension col/ecteur-emetteur en fonction de la . 

V CE resistance base-emetteur (valeur minimum) 

IVI tease = 25°C IC~1,5mA 

..... 
390 

\ 
\ 
\ 

370 

350 \ 

'" 330 ..... 

I 

734 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTE R VOLTAGE 

I C C:,C;:::'~C:;:::~~~~~ren fonction de /a tension 

IAI 

r -
4 ,.... 

12TA 

r::. lor -3 

,....." at 
2 

-- 6'l'A 

= 4jA 

o 
lSI 2iA 

o 40 80 120 

60 

40 

20 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant IJOllecteur 

II 
V CE =4V 

I ;12'f,oC 
tc~ \ 

\ 

=:;:?r;:pC \ 
_t~ '-, ....-1 

~ 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base­

IS emetteur 

I rnA 

4 

4 

4 

I VCE 4V 
IT 

I 

00~ ~ f;J 

~i~ ; 
~u 

I I 
I I 

0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation coJlecteur-emetteur en 

V CE sa fonction du courant col/ecteur 

IVI 
~=5 

C 

1,6 

1,2 

0,8 

V 

~~ 
.L~ ?'J,.g0 

tcase V /i'j"e/I 

0,4 

a 

735 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant coflecteur en fonction de /a tension 

ie base-emetteur 

IA I V CE 4V 

? I-

~lt 1/ Xi 
- - ~ f! 

~J'I ~ I ~u 

,I { 
!{ 

0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emetteur en 

V BE sat foncrion du courant collecteur 
IVI -f= 5 

C 

1,6 

/ 
1,2 ~ 

<" 1-'i,oC /...;/7 
rtc •• e~oc. 
i--~ ,1-'3 

;..--V '\.C'l>-<,:,'l,'l 

0,8 

0,4 

a 

7/8 



*BUX 13 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

8/8 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacitl! de sortie en foncrion de la 

C22b tension collecteur-base 

I (pF 
5 

t 
().ls) 

8 

4 

100 
8 

tease - 25°C 

~ 
~ 

I"-- r---.. 
~ r--t--

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 
courant collecteur 

VCC = 150 V 

'B 5 

"- Ie 

Tease = 250 C 
-........ 

'" t 
S 

I"--
............ ':> 

/' 

P 
" I--./ "/ 

,/' 

- i,..../' 

10-1 

o 4 8 12 

736 

I 

15 

10 

5 

o 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fr(}quence de transition en fonetion du 
courant colfecteur 

V CE = 15 V 
f =10MHz 

tease = 25°C 

V - ........ 
t-- ....... 

V -....... 

'c (AI 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE D~RATING 
FACTOR UNOER PULSES CONOITIONS 
Facteur de reduction de la reSistance rhermique en 

K regime d'irrfJuj!ions 

,+ 
_ 0_5 

10-1 t-----,--rl--f 

,,;:tp,T~ 

10-2 LJL-.L.-'--'---':5--'-----'-' ---'5:-'----':-'-----'5:----'---':-'-----:5:----' 
10-3 10-2 10-1 tplsl 



... lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

High speed, high voltage, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, haute tension 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d~amplification et de commutation 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de ISIB 

50 100 150 Tease(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES O'UTI LISA liON 

Collector-base voltage 
Tension coflecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur..emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecreur-emetreur 
Colleclor-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 
Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 
Collector current 
Courant collecteur 
Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 
Storage and junction temperature 
Temperature de janction et de stockage 

JUnction-ease thermal resistance 
Resistance thermique jonction boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B_P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel: (1) 788-50-01 Telex: 610560 

RSE =100>2 

VSE =-1,5V 

tp = 10 ms 

T case 25 °C 

max 

737 

BUX14 
NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUSE 

VCEO 400 V 

IC 10 A 

Ptot 150W 

VCEsat (6 A) .;; 1,5 V 

tf (6 A) .;; 1,2 J1S 

Case 
TO 31 CS 191 

Boitier 

VCSO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VESO 

Ie 
leM 

IS 

Ptot 

tj 
T stg 

450 V 

400 V 

440 V 

450 V 

7 V 

10 
15 

A 

2 A 

150 W 

200 
-65 +200 

°e 

Janvier 1980 1/8 

~ ~ THOMSON-CSF 
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*BUX 14 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES STA TlOUES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant r6~lt;luel collecteur-emettfluc 

Collector-emitter cut-off current 
Courant rt'siduel collecteur-emetteur 

Emitter~base cut-off current 
Courant residuel emetteur-baS8 

Collector-er:nitter breakdown voltage 
Tension de c/aquage collecteur-emetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage emetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur stat/que du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation coJ/ecteuf-emetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-emetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 

------

o ~2 %' 

tease ~ 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 320V 

'S =0 

VCE = 450 V 
VSE = -1,5V 

VCE = 450 V 
VSE = -1,5 V 

tease = 125°C 

V ES = 5 V 

IC =0 

IC = 200mA 

IS =0 

L = 25mH 

IE = 50mA 

IC =0 

VCE = 4 V 

IC =3A 

VCE = 4 V 

IC = 6A 

Ie =3A 

IS = 0,6A 

IC =6A 

IS = 1,2A 

Ie =6A 

IS = 1,2A 

VCE =140V 

t = 1 s 

VeE = 30 V 
t = 1 s 

738 

ICEO 

ICEX 

IESO 

VCEO(sus) 

V(SR)ESO 

h21E * 

VeEsat * 

VSEsat * 

·I S/S 

~ 

Min. 

400 

7 

15 

8 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1,5 mA 

1,5 mA 

6 mA 

1 mA 

V 

V 

{lO 

0,15 0,6 V 

0,3 1,5 V 

1 1,5 V 

0,15 A 

5 A 

~---'-- - -----



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Test cond i ti ons 
Conditions de mesure 

Transition frequency 
VeE =15V 

Frl!Que,!ce qt!. transition Ie =lA 

f = 10 MHz 

Ie =6A 
Turn-on time 
Temps total d'tUablissement (fig. 2) IS = 1,2A 

Ie =6A 
Fall time (fig. 2) ISl = 1,2A 
Temps de dtkroissance 

IS2 = -1,2A 

Ie =6A 
·Carrier storage time (fig.2) ISl = 1,2A 
Retard a la d,kroissance 

IS2 = -1,2A 

739 

Min. 

'fT 8 

td + tr 

'tf 

t, 

*BUX 14 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

0,7 1,4 ps 

0,7 1,2 ps 

1,5 3 ps 

3/8 



* BUX 14 

4 

101 

4 

8 

5 

4 

2 

10-1 

B 
7 
6 

5 

4 

3 

2 

10-2 

100 

4/8 

T case 25 0 C 

DC operation 
Regime cont;nu 

___ _ Pulsed operation 

I I 
R"rl,ime impulsionnel 

4 5 6 78 101 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

, 
~, , 

G"of--

'"~r-~"'~-

\ 
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r.. 
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~ 
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" ..;-~-
~'; -~ "01 

, , So ,..;-~ 

Sqjf--~";-~ 
,,~ - "a K ." ..;-~_v 

"'~<---I-";-~ 
" r, -, Ii I 

, , II 

I I ~ I 
\ 

, 
, , : , I 

\ , , 
I' 

\ \ , 
\ \ \. 

\ \ 

1\ \ , , , 
'\ f\' " 
~ " 

" 

4 5 6 7 8 102 4 5 6 7 

740 
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TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST veEOlsus) Ifig. 1) 

~o Hz Q-_----==_'={ test transistor 
transistor en test 

RB =100D 

Note: 

0+ 10V 

ID 
IW 

horizontal 
horizontal 

le lmA) 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above pOint "A", 
Les tensions V CEO sont acceptables !orsque fa trace passe au-de!iJ du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) Ifig.2) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TfON let oscillogrammes) 

t- --~ 

IS1 and 182 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Ampl ifier type 134 

Vee 150V 
Re 25D 
RB 5D 

RC - RB : non inductive resistances 
tp : Pulse width = 10/1s 

Forme factor~ 1 % 
Rise and fall time .; 100 ns 

. resistances non inductives 

. Largeurd'impulsion = 10 JJS 
Facteur de forme ::::;:;; 1 % 

*BUX14 

'81 et 182 sont mesures avec une sonde Tektronix 
p 6021 et Ampllficateur typ" 1.14 Temps de mantee et descente < 100 ns 

5/8 

741 



"'BUX 14 

6/8 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

Ie ' /I te e tt co ec Uf- me eur 
(AI 

8 

I~ I-L,.....-I--

'/ V r-r. j....-I--V- os!' 

~ V j...--r-ro~ +-
/' ~ j...-- ~ V 
/' L.- j...-I-- ~~ V f-- I--

I--I--' 
V 

6 

4 

II 
2 

o 
o - 2 3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE(minimum value, 
Tension coJlecteuf-emetteur en foncrion de la • 

VeE resistance base emetteur (valeur minimum) 
(VI tease = 25°C 

460 

..... 1' 
440 

~ 

420 
\ 

400 
t--... 

4 

742 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant coflecteur en fonerion de Is tension 

Ie collecteur-emetteur 
(AI 

5mA 

r 
0,4 

4mA 

0,3 
3mA 

"'" 0,2 

2JA 

0,1 
'8=1 mA 

o 
o 20 40 60 

160 

120 

80 

40 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonetion du courant tIOllecteur 

VCE =4V 

V 
~V,/ 

,']; 
~ 4-

~:p 

V 1\ ' 
<.fvV~ 

"' f-- .;:::-'}: 

,\ ';fP 
\t\ 

" 



BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base­

IS emetteur 
(rnA I V CE 4V 

6 

4 

/, 

VI 
/11 

I--1--" I I--~~ 
a-:/ 

I-- I~ !iJ 
I--

I~I ~N 
I--t- Jf 

0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation coIJecteur-emetteur en 

V CE s fonetion du courant collecteur at 
(V) 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

° 

~=5 
B 

t~ase=125y 

4 68 
10-1 

V 
~Vavr I'" 

743 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant colJecreur en foncrion de la tension 

Ie base-emettevr 

(A 
6 

4 

) VCE 4V 

V/ 
/V 

II 

-
u 

-~ ~ 
~- N 

-II. II 

- -~ 
IJ -I 

II 
0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emetteur en 

V BE satfonction du courant coflecteur 
(V) 

-f-= 5 
B 

1,6 

1,2 

0,8 
-1'/ 

tcase~~~ V - -l '~~0S-V .... 

::rTf 
---0,4 

o I 

7/8 



*BUX 14 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOL TAGF 
Capacite de sortie en fonction de la 

C22t. tension collecteur-base 

8/8 

(pF) 

4 

2 

8 

6 

4 

t 
(/JS) 

8 

6 

4 

4 

1 

tease = 25°C 

1'-1"-
~ 

.... 1'---

'" 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutarion en fonction du 
courant collecteur 

~= 5 VCC=150V 
IB 
IS1 =-IS2 

...... I ( 

-......... 
i'- ! Tease = 250 C 

........... s 

........ r-
~ r--"2 

~ 
A 

~ ......--~ /t on -
o 4 6 8 

744 

15 

10 

5 

o 

TRANSITION FREOUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frequence de transition en fonction du 
courant coJlecteur 

) tease = 25°C 

1/ ", 
/ \ _. 

V 

IC (AI 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE D~RATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de reduction de la resistance thermique en 

K regime d'imf}ulsions 

10-1 

8 - -+- -~ 
. 0.5 

+-++-+-1JUl 
-'p T ~,e_ 

1 0-2 "--":-~L-,L--O:5--'---':-2 --':5--'---':-2 --:5--'---::2--:5:-' 

10-3 10.2 10-1 tplsl 



fJ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

High speed, high voltage, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, haute tension 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipetion and ISIB derating 
Variation de dissipation et de IS/8 

100 % .... ~-.----,-.------, 

50 100 150 Teas.IOC) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 
Collector-emitter voltage 
Tension coJJecreur.emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-4metteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur..emetteur 
Emitter-base voltage 
Tension emerteur-bas8 
Collector current 
Courant collecteur 
Ijase current 
Courant base 
Power dissipation 
Diss/oation de ouissance 
Storage and junction temperature 
Temperature de jonct/on et de stock age 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - 8.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel: (1) 788-50-01 Telex: 610560 

RBE = 100 S1 

VBE =-1,5 V 

tp=10ms 

T case 25 DC 

max 

745 

BUX15 
NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUSE 

veEO 500 V 

Ie SA 

Ptot 150 W 

VCEsat 14 A) <;;1 V 

tf I 4 A) ~l,4J.1s 

Case 
TO 3( CB 191 

Soitier 

~~ .. ~ ~----------
---? 

---l'----

E 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX r-----'---
VEBO 
--

IC 
ICM 

IB 

PtOt 

tj 
Tstg 

500 V 

500 V 

500 V 
-

500 V 
--

7 V 
---~,----

8 
10 

A 

2 A 

150 W 

200 °c - 65 +200 

Janvier 19BO liB 

~, THOMSON-eSF 
• [;@ii:j]ffi~Ii!l'iJ~ 



*BUX15 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QVES STAT/QVES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetuwF_ 

Collector-emitter cut-off current 
Courant r~siduel collecteur..emetteuf 

Emitter~base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage colJecteur-emetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de c/aquag6 t§metteur-bSS8 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Col~ector-err.i1te-r saturation voltage 
Tension de satu}-stion collecteur-emetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation bBse-tJmetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 

tease,:, 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 400 V 

IB =0 

VCE = 500 V 
VBE = -1,5 V 

VCE = 500 V 
VBE =-1,5V 

tease = 125°C 

Y EB = 5 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

IB =0 

L = 25mH 

IE = 50mA 

IC =0 

VCE = 4 V 

Ic =2A 

VCE = 4 V 

IC =4A 

IC =2A 

IB = 0,4 A 

IC =4A 

IB = O,8A 

IC =4A 

IB = 0,8 A 

VCE =140V 

t = 1 s 

VCE =30V 
t "" 1 s 

746 

ICEO 

ICEX 

lEBO 

VCEO(sus) 

Y(BR)EBO 

h21E * 

VCEsat * 

VBEsat * 

'IS/B 

Min. 

500 

7 

15 

8 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesJ 

Typ. Max. 

1,5 mA 

1,5 mA 

6 mA 

1 mA 

V 

V 

t?0 

0,2 0,6 V 

0,45 1 V 

1,35 1,5 V 

0,15 A 

5 A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Transition frequency 
VeE = 15V 

Freouence cfe transition Ie =IA 

f = 10 MHz 

Turn-on time Ie =4A 
Temps total d'etablissement (fig. 2) 

IS = 0,8A 

Ie =4A 
Fall time (fig. 2) lSI = 0,8 A 
Temps de decroissance 

IB2 = -0,8 A 

Ie =4A 
'Carrier storage time (fig.2) IBI =0,8A 
Retard a la decroissance 

IB2 = -0,8 A 

747 

Min. 

fT 8 

td + t, 

t f 

t, 

*BUX 15 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

0,55 1,6 /JS 

0,7 1,4 /Js 

3,5 5 /JS 

3/8 



*BUX 15 

4/8 

IC 

(A) 1 

101 

100 

4 

10-1 

1 
6 

I 

T case 25 0 C 

DC operation 
Regime continu 

___ _ Pulsed operation 

10-2 

100 

Regime impulsionnel 
I II I I I II 

4 5 6 18 101 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

-~~~ 
,7 

~ 
1-,1>.>". 

r-1>.>". 
1\ 

., 
\ \ 

\ 
\ 

\ 

1\ 

-

,7 

,7q,~1-,70 
... ". 

" ~",,~$O ~ 
~} ~ $4,' i 

\ ... ".' \ , 
\ " 

, 
\ \ \ 
\ \ \ 

~\ \ ; 
\ \ \ 

\ 

\ \ \ 

" \ \ 

\ \ 
\ 

\ \ 

\ \ \ 

" " " 

" I'-.. 

4 5 6 1 8 102 4 6 6 7 
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VCE (V) 



TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEO(sus) (fig. 1) 

horizontal 
horizontal 

~OHZ o-----==_={ 

IC(mA) 

0+ 10V 
+ 

Note: 

test transistor 
transistor en test 

ln 
lW 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point "A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque 18 trace passe au-de/A du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION ret oscillogrammes) 

(fig. 2) 

+ 

RC' RB : non inductive resistances 
tp : Pulse width = 10 lIS 

Forme factor~ 1 % 

150V 
37,5n 
6,an 

Rise and fall time ~ lOOns 
IS1 and 182 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 

R C - R B .- resistances non inductives 
tp : Largeurd'impu/sion ;;;c: 10 lAS 

Facreurde forme ~ 1 % 

*BUX 15 

'S 7 et 182 sont mesures avec une sonde Tektronix 
p 602 1 et Amplificateur t!,.np 1.14 Temps de monteeetdescenre ~ 100 ns' 

5/8 
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*BUX 15 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 

6/8 

Courant collecteur en fonction de la tension Courant collecreur en fonction de la tension 
Ie colJecteur emetteur Ie 'olle te emerle r c c ur- u 

IAI 

8 

6 

4 

2 

o 
o 

l 
L 
f 

...-: 

It. ::::=: 

~ -
l-------

IrnA I 
,--

---: ~ ~ 
160 

:::::: :::::: ~ t::-::::: t:: ~ I..--

:::::;:::::~ -l-I-

I--I-

-~ -I--_ ,6~ 

~ t1-l-I-- 80 

/' 
120 

-'6",o,2!' 

40 

"'-
f- 'i 

o 
2 3 

h21E 

80 

60 

40 

20 

o 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur stat;que du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant coflecteur 

VCE =4 V 

/ 
oV / \ 

,";n / "\ 
~~ I,,~v ~ ~ 
/ I ~,: V'" ~ 'Of'" 

.,/' ./' '\~ 

4 

40 

4 6 B 
10- 1 IC IAI 

750 

.m!' 
-

3mA 

2mA I 

'1 mAl 

60 80 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base­

Ie emerteur 

(rnA I VCE 4V 
6 

4 '? 
I" V;" 
~ CJ 

II~r . " 1- II ~o • 
~j 

II 
/ / 

I 

I I 
0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur·emetteur en 

V CE sa fonction du courant collecreur , 
IVI 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

o 

IC 
5 18= 

-
t'~~'~~ = 125°C 

4 68 
10- 1 

II 
/i 

H 
A~~ft V ,. 
'o~ 

751 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLT AGE 
Courant collecteur en foncrion de /a tension 

iC base-emetteur 

(A 
6 

4 

4 

I V CE 4 V .-
I,~'>"~ 

I ~~o" '\.c ",0 

1l7, ,,: 
'o~ 

I I 
I I 

II 

0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-eme.tteur en 

V BE satfonction du courant coflecteur 
(VI 

~-5 
IB - ~ 

~- f--

1,6 

f 
/' 

1/ 1,2 

'1-~o c 0 
\~ 

0,8 

-.-
~ ",\ -- I'l'l" I 

0,4 

o II 
10-2 2 4 6 ~0-1 2 4 6810° 2 4 IC(AI 

7/8 



*BUX 15 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

8/8 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR·BASE VOLTAGE 
Capacite de sortie en fonction de la 

C22b tension collecteur-base 

IpF I 

4 

2 

B 

6 

4 

2 

'ease 25°C 

... 
r-... 

1'-1' 
........ 

........... r.... 

4 4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 

t t lIecteur couran co 
I~s) 

B 

6 

IC 

I Tease = 250C IB 
5 

t"";" r-t-- VCC=150V 

--I"-r-r--. 
4 

I--t on 

6 i1'\ I- ...-~. 
c:::. k: l- I-" I-r-

4 
If 

.-

2 3 4 

752 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frtlquence de transition en fonction du 

fT 'courant co/teemur 

IMHz I 

15 

10 

5 

o 

VCE =15V 
tease = 25°C 

V 1--'" 
't-... 
~ 

\ 6.4 V 
2A 

4 6 
IC IA ) 

TRANSIENT THER'MAL RESISTANCE D~RATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de reduction de /8 resistance rhermique en 

K regime d'imDulsiom: 

10.1 !--'--,-t,,-H-+-+-+++++-+-1 



~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS SUPERSWITCH BUX20 

NPN HIGH CURRENT SWITCHING TRANSISTOR 

TRANSISTOR NPN FORT COURANT DE COMMUTA TlON 

SUPERSWITCH 

HIGH CURRENT, HIGH SPEED TRANSISTORS SUITED FOR LOW 
VOLTAGE AND HIGH EFFICIENCY APPLICATIONS 

MOUNTING SILICON CHIP WITH HARD SOLDER PROCESS,BOUNDS 
MECHANICAL CONSTRAINTS AND PROVIOES MAXIMUM INSU· 
RANCE AGAINST THERMAL FATIGUE. 

* Very high current capabilities 
• Fast turn~n and turn-off 

• S,OA.R specified for: linear mode, switching mode, accidental surge 

TRANSISTOR TRES RAPIOE. A FORT COURANT AOAPTE AUX 
APPLICA TlONS BASSE TENSION ET A HAUT RENOEMENT 

LE MONTAGE DE LA PASTILLE PAR UN PROCEOE DE SOUOURE 
OURE, LIMITE LES CON TRAIN TES MECANIOUES ET PROCURE UN 
MAXIMUM OE GARANTIE CONTRE LA FA TIGUE THERMIOUE 

.. Possibilites mjs elevees en courant 
.. Mise en conduction et bfocage rapides 

.. Aire de secur;te definie :en regime lineaire, en regime de commutation 

en regime de surcharge accidentel/e 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VA.LEURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 
Collector-emitter voltage 
Tension collecreur-emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur..emetteur 
Collector.-emitter voltage 
Tension collecteur.emetteur 
Emitter-base voltage 
Tension emetteur.!Jase 
Collector current 
Courant eollecteur 
Base current 
Courant base 
Power dissipation 
DIssipation de puissance 
Junction temperature 
Temperature de janetian 

Junction-{;ase thermal resistance 
Resistance thermique jonctiannaitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel: (1) 788-50-01 Telex :610560 

RBE = 100 n 

VBE=-1,5V 

tp =10 ms 

T case 25°C 

753 

Case 

Baitier 

VCEOsus 

VCEX 

ICsat 

ICSM 

tf (50 A) 

CB 159 

VCBO 

VCEO 

VeER 

VCEX 

VEBO 

IC 
leM 

IB 

Ptat 

tj 

Rth(j-c) 

160 

125 

150 

160 

7 

50 
60 

10 

125 V 

160 V 

50 A 

150 A 

,;; 0,3 jlS 

B 

350 

-65 +200 

V 

V 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

°C 

Juillet 1980 1/9 



*BUX 20 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES STA TlOUES 

Collector·emitter cut-off current 
Courant r~si(luel collecreur-emettflur_ 

Collector-emitter cut-off current 
Courant rt!siduel collectBur-emetreur 

Emitter~base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-er:nitter oreakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de cJaquage emetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur sratique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-emetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de Sal. ... 'driOn base-emettBur 

Second breakdown collector current 
Courant co/lecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/9 

I 

tease ~ 25°C 

Test conditions 
Cond;r;ons de mesure 

VCE =100V 

'B =0 

VCE = 160V 
VBE =-1,5V 

VCE = 160V 
VBE =-1,5V 

tease = 125°C 

'VEB = 5V 

IC =0 

IC = 200 rnA 

IB =0 

L = 25rnH 

IE = 50mA 

IC =0 

"VCE = 2 V 

IC =25A 

VCE = 4 V 

IC =50A 

IC = 25A 

IB = 2,5 A 

IC = 50A 

IB =5A 

IC =50A 

IS =5A 

VCE =40V 
t = 1 s 

VCE =19V 

t = 1 s 

754 

ICEO 

ICEX 

lEBO 

VCEO(sus) 

V(BR)EBO 

h21E * 

VCEsat * 

VBEsat * 

IS/B 

Min. 

125 

7 

20 

10 

1,5 

18,5 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

'3 rnA 

.. 
3 rnA 

12 rnA 

1 rnA 

V 

V 

f!0 

0,3 0,6 V 

0,7 1,2 V 

1,4 2 V 

A 

A 

----------



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES (pour petits signau<) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Transition frequency 
VeE =15V 

Ie =2A 
Fr*,quence qe. transition 

f = 10 MHz' 

. Turn-on time 
I . = 50A 

(fig. 2) 
e 

Temps total d'etablissement: 18 =5A 

Ie =50A 
Fall time (fig. 2) 181 =5A 
Temps de decroissance 

182 =-5A 

Ie = 50A 
-Carrier storage time (fig. 2) 181 = 5A 
Retard a /a decroissance 

182 = -5A 

755 

Min. 

fT 8 

td + tr 

t f 

ts 

*BUX 20 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

0:9 1,5 /1S 

0,15 b,3 /1s 

0,7 1,2 

I 
ps 

J/9 



BUX20 

IC 

(A) 7 

6 

4 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

'. ''"- oS: ~ 
~... ,,' '~O 

15 lIS 

J!.i I 

"-
,"0- ?'s!'-:-'~ 

r-,?'s ' 
rtf~.: 
~ I 

101 

8 

10-1 

8 

7 
6 

10-2 

4/9 

! ,,~ , 
~ 

-

! 
I 

II 
I 

-.l 
! 

t i i 
IT 

I 

I 
I 

T case 25 0 C 

DC 0 perat io n 
Regime continu 
Pulsed operation ----
Regime impu/sionnel 

I 

I 
100 4 5 6 7 B 101 

... 0 I , 0 

\ \ .\ ,~ 1 , \ ! 
\ '. , 

1 , 

\ , I. 
\ \ 

\ ,i 
\ ~ 

\ , \ I 
\ I 

\ -, \ 
\ 

\ \. 

\ I 
'J 
-~ 

\1 

4 5 6 7 8 102 

756 

4 5 6 7 

VCE (V) 



TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEO(sus) (fig. 1) 

Note: 

~OHZo--_~~ test transistor 
transistor en test 

RS~100D 
0,10 V 
+ 

1!1 
1W 

horizontal 
horizontal 

IC(mA) 

*BUX 20 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point" A". 
Les tensions VCEO sont acceptables lorsque fa trace passe au·dela du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) 
(figure 2) 

CI RCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON(et oscillogrammes) 

+ , ... ., 
______________ -_- _-_-!1cr~_-_-~ 

I 

I ------,-
I 

~ -------<---,------- - --- -,---

~ 
8 I 

i --------: ---~ -----------~ ----~-
8 td ~ to -.J --..,..,..- t f 

ton~ .: ,I .. 

. ; ~ toff I I 

757 

RC ~ 1,2 !1 
R1 ~ 2,2!1 
R2 ~ 3,3 !1 
C = O,lIlF 

VCC "'60V 
Vs '" 6 V 
Ve "" 2S V 

IS1 and 182 are measured with Tektronix probe P 6021 
and ampl ifier type 134 
181 et 182 sont mesur.s avec une sonde Tektronix P 6021 
et amplificateur type 134 

tp pulse width = 10 IlS 
duty cycle .;; 1 % 

No inductive resistors 
Resistances non inductives 

\ IS';; 0,5!lS 
t f IS';; 0,11ls 

5/9 



*SUX20 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

S/9 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

Ie 'collecteur tlmetteur 
(AI 

.I<,,~~ l--
f--+- ~§) • 

"y~OO:nA 
16 

12 

8 

4 

a 
a 

jI 

'/ 

V 

Ih ~ 
'l' V 
'/ V 
1/ ...-
V 

l-I--
,/' - 250mA 

,/' 200mA 

l~omA 

!ooL~ 
I 
I :r 

'B=50mA 

2 3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE·EMITTER RESISTANCE(minimum value; 
Tension coJlecreur-emetteur en fonction de fa -

VeE resistance base emetteur (valeur minimum) 
(VI tease 25°C IC~3mA 

160 
........ r-., 

150 

1\ 
\ 
1\ 

140 

130 
1\ 

i'- r-

758 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

Ie collecteur emetteur 
(AI 

25 rnA 

,-

1,6 

20 rnA 

1,2 
15mA 

0,8 

lOrnA 

0,4 
IS =5 rnA 

a 
a 10 20 30 

h21E 

80 

60 

40 

20 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant co1Jecteur 

V CE -4
1
V

1 ....... 1-1"--
Lvi 

- f-~ \ 1/ 

-~. 
~7 

f-- \ 
~. ov ~ I\. 

// \[\ ~~#) 

/ 1\ 
~ 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE"EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base-

18 emetteur 

I rnA 
6 
) vCE--4'V 

4 

!J 
~/ 

/ 
I 

f--~()/ I 

~k ~&: 1= t=1i '" 
f--f-~ 

/I 

f-- t-.-...,iJl- -~ 

0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-emetteur en 

V CE 5 fonction du courant collecteur at 
IV) 

~=10 I-16 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

o 

~~ 1ft # tt' .... ~ 

If -- ( 
4 68 

101 

759 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

Ie base-emetteur 

IA 
6 

4 

) VCE 4\1 

1/ 
Iv V i8 

"" Ov 
ij 

~ .< ,," II 
I---- I----

I ,J 
II I 

0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-eme.tteur en 

V BE 5 t fonction du courant collecteur a 
IV) 

~=10 
'8 

1,6 

It 
A 

~ 
1,2 

f--f-=~ 
t/ 

tease v~ 
./ 

0,8 

~ 
_125°C 

-t;eilll 0,4 

o 1.1 
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*BUX20 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

8/9 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacire de sortie en fonction de la 

C22t. tension cOllecteur-base 

(pFI 

6 

4 

4 

t 
(~s) 

8 

tease - 25°C 

....... 
~ 

....... r-.,. 

t---.I--

, 

4 4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en foncrion du 
courant collecteur 

~=10 
'8 

VeE = 30 V 

~ 
I'--

r-....... 1'--... 

V --t--
...-V 

I--I--' 

I ......... t-- ~ 

10 20 30 40 

ton 

Is 

~ 

760 

15 

10 

5 

o 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
FrtjQuence de transition en fonction du 
courant collecteur 

I VCE =15V 

tcase = 2_5°C 

/ 
V 

/ 
[7 

4 

~ 

IC (AI 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de reduction de la resistance thermiQue en 

K regime d'imoulsions 

k,; 

_0_5 I-p-~ V 
-I V~ 

f-I--* 
l---

t..-V t/ 
0.' V 1/ 

I- 1/,,'" 

V 
Zt,h ~ ~ Rth 

~-t--

10-2 

i ~ _I 
6=t",T.~Pt.. 

2525252525 
10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 Ip(S) 



BUX20 
SWITCHING OPERATING ANO OVERLOAD AREAS 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
• During the turn on 

- During the turn off without negative base-emitter voltage 

and RaE ~3 n 

ICr---,---.---,----,---r--~---,---. 

(Al Tj ~'25 

50 f--~I~--i---i---:_-., 

40~--+---~--"nd 

120 

20 

o 25 50 75 100 125 150 

FIGURE 1 : Forward biased safe operating area 
I FBSOA I 

25 50 75 100 125 150 VCE (VI 

FIGURE 3 : Forward biased c accidental overload area 
(FBAOAI 

Figure 1 :The hatched zone can only be used for turn on. 

Figures 3 and 4 : High accidental surge currents ( I > leM ) are 
allowed if they are non repetitive and applied less than 3000 times 

during the component life. 

Figure 3 : The Keltog network ( heavy print ) allows the calcula­

tion of the maximum value of the short-circuit current for a given 

base current 18 (90 % confidence J. 

Figure 4 : After the accidental overtoad current, the RBAOA has 
to be used for the turn off. 

761 

--0 
~------------~L 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
• During the turn off with negative base-emitter voltage 

(C 

(AI 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

ICSM 
(AI 

150 

125 

100 

75 

50 

25 

Tj~'250C 
I I 

I I 
VBE = - 3 V 

- -... -.. --

-- -----

-- -- --. 

o 25 50 75 100 125 150 

FIGURE 2 ; Reverse biased safe operating area 
( RBSOAI 

Tj~1250C 

VBE=-3V 

-

--

,---
VCE (VI 

--

--

-

o 
o 25 50 75 100 125 150 VeE (VI 

FIGURE 4 : Reverse biased accidental overload area 
(RBAOA I 

Figure 1 : La zone hachuree ne daft t!tre utilisee que pour la mise 
en conduction. 

Figures 3 ot 4 : De fans courants de surcharge ( I > 'eM) sont 
permis s'lls sont non repetitifs et appliques mains de 3000 fois dans 
la vie du composant. 

Figure 3 ; Le rt!seau de Kel/og ( trait gras) permet Ie calcul de la 
valeur maximale du courant de court-circuic pour un courant de 
b~se donne 18 ( 90 % de can fiance ). 

Figure 4 : Apres /e passage du courant de surcharge acc/dentel/e, 
on dolt utiliser "aire de surcharge accidencelle en polarisation 
inverse pour' 'oullerture. 

9/9 





~ lHO,.,SON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS SUPERSWITCH BUX 2'1 

NPN HIGH CURRENT SWITCHING TRANSISTOR 

TRANSISTOR NPN FORT COURANT DE COMMUTA TlON 

SUPERSWITCH 

HIGH CURRENT, HIGH SPEED TRANSISTORS SUITED FOR LOW 
VOLTAGE AND HIGH EFFICIENCY APPLICATIONS 

MOUNTING SILICON CHIP WITH HARD SOLDER PROCESS,BDUNDS 
MECHANICAL CONSTRAINTS AND PROVIDES MAXIMUM INSU­
RANCE AGAINST THERMAL FATIGUE, 

• Very high current capabilities 
• Fast turn.()n and turn-Off 

• S.OA.R specified for: linear mode. switching mode, accidental surge 

TRANSISTOR TRES RAPIDE, A FORT COURANT AOAPTE AUX 
APPLICA TlONS BASSE TENSION ET A HAUT RENDEMENT 

LE MONTAGE DE LA PASTILLE PAR UN PROCEDE DE SOUOURE 
OURE, LIMITE LES CONTRAINTES MECANIDUES ET PROCURE UN 
MAXIMUM DE GARANTIE CONTRE LA FATIGUE THERMIOUE 

* Possibilires mis elevees en courant 
* Mise en conduction et blocag8 rapides 

* Aire de secur;re definie : en regime /ineaire ; en regime de commutation 
en regime de surCharge accidentelle 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS L1MITES ABSOLUES O'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension coJlecteur-base 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emet eur 
Collector~mjtter voltage 
Ttmsion collecteur-emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collscteur.emetteur 
Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 
Collector current 
Courant collecteur 
Base current 
Courant base 
Power dissipation 
Dissipation de puissance 
.Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction ..case thermal resistance 
Resistance thermique jonction -hoi tier 

50. rue Jean-Pierre Timbaud - 8.P.5 
F-92403 CourbevOte Cedex FRANCE 
Tel: (1) 788-50·01 Telex: 610560 

RBE=100n 

VBE =-1,5 V 

tp=10ms 

Tease 25 °C 

763 

Case 

Baitier 

VCEOsus 

VCEX 

ICsat 

ICSM 

tf(25A) 

CB 159 

VCBO 

VCEO 

VeER 

VCEX 

VEBO 

IC 
ICM 

IB 

Ptot 

tj 

250 

200 

240 

250 

7 

40 

50 

8 

350 

200 V 

250 V 

25A 

120 A 

.;; O.4l1s 

V 

V 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

-65 +200 °c 

Juillet 1980 119 



*BUX 21 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTlaVES STA naVES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant resldufli co/l#Jcreur-emstteu,-

Collector-emitter cut-off current 
Courant rrJsiduel col/BctfJUr~metteur 

Emitter~base cut-off current 
Courant ,Isiduel emetreur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-IJmetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage tJmetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur st8tique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitte-r saturation voltage 
Tension de saturation col/ecteur-f}metteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation Mse-tlmetteur 

Second breakdown collector current 
Courant coJlecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/& 

b ";;;2%· 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 160V 

'B =0 

VCE = 250V 
VBE = -1,5 V 

VCE = 250V 
VBE = -1,5 V 

tease = 125°C 

VEB = 5 V 

IC =0 

IC = 200 mA 

'B =0 
L = 25mH 

'E = 50mA 

'C =0 

'VCE = 2 V 

'C = 12A 

VCE = 4 V 

'C = 25A 

'C = 12A 

'S = 1,2A 

'C = 25 A 

'S =3A 

'C = 25A 

'B =3A 

VCE = 140 V 
t = 1 s 

VCE = 16V 
t c= 1 s 

764 

, 

ICEO 

ICEX 

lEBO 

VCEO(sus) 

V(BR)EBO 

h21E * 

VCEsat * 

"BEsat * 

·'S/S 

Min. 

200 

7 

20 

10 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesJ 

Typ. Max. 

3 mA 

3 mA 

12 mA 

1 mA 

V 

V 

flO 

0,2 0,6 V 

0,9 1,5 V 

1,2 1,5 V 

0,15 A 

22 A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Transition frequency 
VeE = 15V 

FrMlue~ce r!ft. tran#rion Ie =2A 
f = 10MHz' 

Turn·on time Ie = 25 A 
Temps total d't§tablissernent (fig. 2) 

IS =3A 

Ie =25A 
Fall time 
Temps de decroissance (fig. 2) ISl =3A 

IS2 = -3A 

Ie = 25 A 
Carrier storage time (fig. 21 ISl =3A 
Retard ~ la decroissance 

IS2 = -3A 

765 

Min. 

'fT 8 

td + tr 

tf 

t, 

*sux 21 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications conrrsiresJ 

Typ. Max. 

MHz 

0,85 1,2 11' 

0,2 0,4 11' 

1 1,8 11' 

3/9 



BUX 21 

Ie 
(A) 7 

4 

3 

10 1 

10-1 

I 

I 

I 

I i 
! I 

I 

I I 

, 
T case 25 0 e 

DC operation 
Regime continu 
Pulsed operation ----
Regime impulsionnel 

10-1 I I 
100 4 5 6 7 8 101 

419 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

, ~~ 
$00 

, "0 '" - '?". 
,,v,,. 

" ''?". " \ 

\ , , \ 
\ \ 

\ , 
\ 

\ 

\ 
\ 

\ 
1\ 

4 5 6 7 8 

766 

10j1~ 

~~O 
'\ 1~ 
~ " 

'8 
'1= 

\T 
\ 
\ 
\ 
\ , 

\ ' I 

\ I 
\ I 
\ \\ \ 

\ \ 
\ \ 

\ 

\ \ 

\ 

1\ \ 
\ \ 

~ 

102 
4 5 6 7 

VeE (V) 



BUX 21 

TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEO(sus) (fig. 1) 

ltP° Hz o--------'=~ test transistor 
transistor en test 

horizontal 
horizontal 

IC(mA) 

_______ -,A 

200 : 

RB =100\2 

Note: 

0'10 V 
+ 

112 
1W 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point" A". 
Les tensions V CEO sane acceptables lorsque /a trace passe au-de/a du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON let oscillogrammes) 

.+ 
c. I 

~ ~ .... 1 __ -f----'_ 
u c -

e: ~ 
~ <3 I 

~ 
:; 
u 

B 
Ji 
(5 
U 

,-
'-

" l!l • &l ::: c 
" w---
co 
~ 

" (3 

td 

ton 

181 and 182 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 

~2 

100 V 

412 

2,2 12 

RC - RB : non inductive resistances 
tp : Pulse width '. 10 I1S 

Forme factor ~ 1 % 
Rise and fall time 0::;;; 100 ns 

. resistances non induccives 

. Largeur d',mpuJsion = 10 p..S 

Facteur de forme ~ 1 % 

I 
200 I 

f 81 et 182 sane mesures avec une sonde TektrOniX 
p 6021 er Ampllficateur t'mp 1.14 Temps de mantee et descenre ~ 100 ns 

767 
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*BUX 21 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYP/OUES 

S/9 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant co/leereur en fonction de Ia tension 

Ie 'coile re r ~mette r cu· u 
(A) ....... V _ ~ ~ I--~ 

16 /~ ~ ;.....- ? 
~ f.-r-

-- -I.t: ~~ 
, -~ f.-I--- -~ 

(l1 P. 
~ I--I--V~ l..- f.-

t::-V~ l..- I--f-- f--
'" (l,A P. -

12 

V ~ ~p. I--

V 
-~ ~P.I 

8 

V 

V l!'lj 4 

o 
o 2 3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
SASE·EMITTER RESISTANCE{minimum value) 
Tension collecteur-emetteur en fonction de fa 

V CE resistance base wetteur (valeur minimum) 
(V) tease = 25°C Ic~3mA 

260 

l' 
240 

1\ 
220 

'\ 

200 
r--.. r-

768 

COL 'LECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 

Ie ;,o::er;;t ~:::~~:r en fonction de la tension 
u· ur 

(A) 

loJA 

0,8 lslA 

l6~A 
0,6 l41mA 

l2'mA 

lclmAI 

~m~ 
0,4 

IsmA 

'4mA 
0,2 

IS 2mA 

o I I 
o 10 20 30 

h21E 

90 

60 

30 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur ----
VCE =4V 

..,oc, i-r--... I--
,"& 

?-

~~~ 1\ 
1/ 

V i-
1 __ :l ... ·, .. ~1-..,0c, 
V'-c'O",e 

,\ 

I'~ 
I" 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE·EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base­

IS emetteur 

I rnA 
6 

) V CE 4V 

4 

4 

4 

J 

? I,{ 

W:" 
_ ° 

r-r- I- II !fl 
r-r- tIl 1/ 

~il/J 
II' 

0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-emetteur en 

V CE sa foncrion du courant collecteur 
t 

IV) IC 
18=8 

1,6 

1,2 

I 
/ 

0,8 

- -:;;; ,25°C 
,,- /~~t 

tcase ~ f-, <'I .-I c#'" 

0,4 

o 

769 

*BUX 21 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecreur en fonction de la tension 

iC base-emetteur 

IA 
6 

4 

) V CE 4V 

~~~oC T 
'leaSe ~r 

~~oC~ -V ~, 
,/ 'lc'3.<#-;;.-' 

V 

I / 
I I 

0,4 0,8 1,2 

BASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-eme.tteur en 

V BE sat foncrion du courant col/ecteur 
IV) I 

1;=8 

-1,6 

/ 
1/ 

j 
1,2 

",2SoC 

t~ 
..... ,,-
./ 

0,8 

0,4 ..-~C 
o I I 

719 



*BUX 21 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacite de sortie en fonction de /a 

C22b tension collecteur·base 

(pF) tease - 25°C 

6 

....... 

r-.... 
r......... 

r--. 
1"-- ..... 

819 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 

t courant collecteur 
(~s) 

8 

6 

4 

I 

V CE =100V 

~=8 
B 

t' s r......... 
............. 

ton 

-tf 

10 

.............. r-- [;;; 

./ -V 

16 22 

770 

) 

15 

10 

5 

o 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frequence de transition en fonction du 
courant collecteur 

V CE = 15V 

tease = 25°C 

V V 

~'" / 
V 

IC (A) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE O~RATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de reduction de la resIstance thermique en 

K reaime d'imou/sions 

~ ~ 
, 

Lo.s 1--

f--

10-1 

iif-- W ~-+-- --l-

i o;.ki-" I 
1--1 

, I I '0/' 

tt - -t-- -- -I-, 
~r --- _ _ Zth::::; K Rth 

I ( I I I 
T 

M 
10-2 

"'::::tpT~ 

10_52 5'0_42 5'0_32 5'0_22 5 10_12 5 tp(S) 



BUX21 
SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

o 
RBe 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
. Ouring the turn on 
• During the turn off without n898tive ba .... mitter yoltage 

and RBE;;'3 n 

ICr-----,-----,-----,-----,-----,-----, 

DC IA} 

~~--~----_+----_r----1_----+_---1 

40 f---+--+---+---I---+---\ 

30 ~--~-----

~~--_4----_+----~-----

10~----~----~----~----

OL-_-L __ L__-L __ .~~~ ___ ~ 

o ~ 100 1~ 200 2~VceIV} 

FIGURE 1 : Forward biased safe operating ... 
I FBSOA} 

iCSM r-----,----,r----,-----,-----,-----, 
IA} 

100 

o 50 100 1~ 200 2~VCEIV} 

FIGURE 3 : Forward biased accidental overload area 
I FBAOA} 

Figure 1 :The hatched zone can only be used for turn on. 

Figures 3 and 4 : High accidental surge currents ( I > leM I are 
allowed if they are non repetitive and applied less than 3000 times 
during the component life. 

Figure 3 : The Kellog network ( heavy print I allows the calcula­
tion of the maximum value of the short-circuit current for a given 

base current 18 (90 % confidence ). 

Figure 4 : After the accidental overload current, the RBAOA has 
to be used for the turn off. 

--o~ ________________ ~l 

L ____ ---l 
TRANSISTOR REVERSE BIASED 
- During the turn off with negative ... emitter voltage 

IC ,-----,,----,-------,-------,------,------, 
IA} Tj ';;125 D C 

50 ~--~~--_+----_+----~----+_--~ 

4Of----+----+---~----~--~----~ 
VBE;-3V 

3O~--~----_+----_+----~----+_--~ 

~ ~--~-----+-----+----~----+---~ 

10 ~--__I----_+----_+----~----+---~ 

OL-__ -L ____ L-__ ~ ____ ~ __ ~ ____ J 

o 50 100 150 200 250 VCEIV} 

FIGURE 2 : Rever. biased safe operating .r .. 
I RBSOA} 

120 1---4--.... ---i---ool------l-----J 
VBE ;-3V 

l00~--__I----_+----~----~----~--__I 

OO~--_+----~---+----+---_+--___I 

4O~--_4----_+----~----+_----~--~ 

~~---+----~---+----+----+-----I 
O~ __ -L ____ L_ __ ~ ____ ~ __ ~ __ __J 

o 50 100 150 200 250 VcelV} 

FIGURE 4 : Rever .. biased accidental overload .r. 
I RBAOA} 

Figure 1 : La zone hachuree ne doir drre utilisee que pour la mise 
en conduction. 

Figures 3 at 4 : De forts courants de surcharge ( , > 'eM) sont 
permis s 11s sont non repetitifs et appliques moins de 3000 fois dans 
la vie du composanr. 

Figure 3 : Le reseau de Kellog ( trair 9r8s) permet Ie ca/cul de la 
valeur maximale du courant de court.circuit pour un courant de 
base donne I B ( 90 % de confiance ). 

Figure 4 : Aprt}s Ie plISsage du courant de surcharge accidentelle, 
on doit utiliser l'sire de surcharge accidentelle en polarisation 
Inverle pour "oul/ertur8. 

9/9 
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~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS SUPERSWITCH BUX22 

NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTOR 

TRANSISTOR NPN HAUTE TENSION DE COMMUTATION 

SUPERSWITCH 

HIGH CURRENT, HIGH SPEED TRANSISTORS SUITED FOR LOW 
VOLTAGE AND HIGH EFFICIENCY APPLICATIONS 

MOUNTING SILICON CHIP WITH HARD SOLDER PROCESS,BOUNDS 
MECHANICAL CONSTRAINTS AND PROVIDES MAXIMUM INSU· 
RANCE AGAINST THERMAL FATIGUE . 

• Vary high current capabilities 
.. Fast turn.on and turn-off 

• S.OA.R specified for: lin .... mode. switching mode, accidental surge 

TRANS/STOR TRES RAP/DE, A FORT COURANT AOAPTE AUX 
APPLiCA TiONS BASSE TENS/ON ET A HAUT RENOEMENT 

LE MONTAGE DE LA PASTiLLE PAR UN PROCEOE OE SOUOURE 
'OURE, LiM/TE LES CONTRA/NTES MECAN/QUES ET PROCURE UN 
MAX/MUM DE GARANT/E CONTRE LA FA T/GUE THERM/QUE 

• Possibifices tTl}s fHevees en courant 
.. Mise en conduction et blocage rapides 

.. Aire de securire d8finie :en regime Nneaire, en regime de commutation 
en regime de surcharge acciden telle 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension coilecteur.lJase 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-Amerteur 
Collector-emitter voltage 
Tension colJecttlur.emet flUT 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur.emetreur 
Emitter-base voltage 
Tension emtlttlJur-base 
Collector current 
Courant collflCtlJur 

tsase current 
Couran JMR 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction<:ase thermal resistance 
R~sistance thfH"mique jonction.lJoitier 

50, n.IP Jean-Pierre Timbaud· B.P.5 
F-92403 Courbevote Cedex FRANCE 
nl : (11 788-50-01 Telex: 610SEO 

RBE=loon 

VBE=-1,5V 

tp=10ms 

Tease 25 0 C 

max 

773 

Ca .. 

Boitier 

VCEOsus 

VCEX 

'Coat 

ICSM 

tf (20 A) 

CB 159 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

'C 
'CM 

Ie 

Ptot 

tj 

250 V 

300 V 

20 A 

120 A 

.;; 0,5 /1' 

300 V 

250 V 

290 V 

300 V 

7 V 

40 
A 

50 

8 A 

350 W 

-65 +200 DC 

Juillet 1980 1/9 



*BUX22 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/aVES STA T/aVES 

Collector-emitter cut-off current 
COUnlnt r • ..if/uel colfllctllur-4mstteur_ 

Collector-emitter cut-off current 
Courant r'siduel colhlcteur-emsrteur 

Emitter~base cut-off current 
Courant rlniduel "'etreur-b/l_ 

Collector·emitter breakdown voltage 
Tension de claquage colltlcteur-4metteur 

(fig. II 

Emitter·base breakdown voltage 
Tension de clsquage lmerreur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur stlltiqus du rapport de transfert 
direct du cour~nt 

Collector-emitte·r saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-#Jmetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension dB saturation bBse-tJmtlttflur 

Second breakdown collector current 
Courant col/ecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/9 

0';;2%' 

tease ':' 2SD C 

Test conditions 
Conditions de fTlftsure 

VCE = 200 V 

'B =0 

VCE =300V 
VBE = -1,5V 

VCE = 300 V 
VBE = -1,5V 

tease = 125°C 

'VEB =5V 

'C =0 

'C = 200mA 

'B =0 
L = 25mH 

'E =50mA 

'C =0 

'VCE =4V 

'C = lOA 

VCE = 4 V 

'C =20A 

'C = lOA 

'B =IA 

'C =20A 

'B = 2,5A 

'C =20A 

'B = 2,5 A 

VCE =140V 
t = 1 s 

VCE =16V 
t = 1 5 

774 

'CEO 

'CEX 

'EBO 

VCEO(susl 

V(BRIEBO 

h21E * 

VCEsat * 

"BEsat * 

'IS/B 

Min. 

250 

7 

20 

10 

(Unless otherwise stated) 
(Sau'indicationscontrairesJ 

Typ. Max. 

3 mA 

3 mA 

12 mA 

1 mA 

V 

V 

flO 

0,2 1 V 

0,5 1,5 V 

1,2 1,5 V 

0,15 A 

22 A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Transition frequency 
VeE =15V 

Freauence de tran~ition Ie =2A 
f = 10 MHz' 

"Turn-on time Ie = 20A 
Temps total d'etablissement (fig. 2) 

IB = 2,5 A 

Ie = 20A 
Fall time (fig, 2) IB1 = 2,5 A 
Temps de decroisssnce 

IB2 = -2,5 A 

Ie = 20A 
·Carrier storage time (fig, 21 IB1 = 2,5 A 
Retard a fa dtkroissance 

IB2 = -2,5 A 

775 

'fT 

td + tr 

t f 

\ 

Min. 

8 

*BUX22 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

---"---~-

0,75 1,3 j1S 

0,2 0,5 j1s 

1,25 2 j1s 

3/9 



BUX22 

IC 
(A) 7 

6 

4 

3 

101 

8 

4 

100 

7 
6 

4 

10-1 

419 

8 
7 
6 

4 T case 25 0 C 

DC operation 
Regime continu 

____ Pulsed operation 
Regime impulsionnel 

II I 
4 5 6 78 101 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

, "0 " '. ~ 
':"> .. ,,' ~-:":. 

" 
, "> .. ~. , 

\ 

\ \ 

\ 

\ 

\ 

\ \ 

\ 

~ \ 

\ \ 

\ 

\ 

\ 

51's 

~.s-O l 
~ .... ~ : 
"~~ '. ,~ " 

' .... I 

d 
\ \ 

\ -, , 
\ i 
\ \ I 

\ "\ 
\ I \ 

\ \ .. ': .. I 

\ \ , 
\ 

\ \ : 

" 
-; 

4 5 6 7 8 102 2 

776 

4 6 6 7 

VCE (V) 



*BUX22 

TEST CI RCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEOI,u,) Ifig. 1) 

~o Hz 0--------"-"="""-1. test transistor 
transistor en test 

horizontal 
horizontal 

IC lmA ) 

_______ --,A 

200 I 
I 

2501 

lQ 

lW 

VCEQIV) 

0+ 10 V 
+ 

Note: 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point" A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque la trace passe au-deJa du point A 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) Ifig.2) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON ret osci/logrammes) 

IS1 and IB2 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 
187 et '82 sont mesures avec une sonde Tektronix 
P6021 etAmplificateur ryoP 1.14 

777 

Vce ~'loo V 

Re 5 Q 
RS ~ 2,7 Q 

RC· RB : non inductive resistances 
tp : Pulse width ~ 10 11' 

Forme factor~ 1 % 
Rise and fall time :< 100 ns 

. resistances non inductives 

. Largeurd'jmpulsion = 70 IJS 
Facteur de forme . ~ 1 % 
Temps de monteeetdescente ~ 100 ns 

5/9 



*BUX22 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

6/9 

IC 
IA) 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 

161-----+-+~"'-c 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSU6 
BASE-EMITTER RESISTANCE{minimum value) 
Tension collecteur-emetteur en fonction de /a ' 

V CE resistance base-emetteur (valeur minimum) 

IV) rtcas~ ==25°C Ic~3mA 

,310 

-...... 
290 

"\ 
270 \ 

\. 
........... -250 

4 

778 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

Ie collecteur-emetteur 
IA) 

0,8 20~A I 
I I 

l8mA 

'16~A 
,1mA 

0,6 

1'2~A 
0,4 

lOmA 

- f-8ImA'~ 

0,2 ~ml-
4mA 

'S -2 rnA 
o 

o 10 20 30 

'90 

'75 

60 

45 

30 

15 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 

V CE =4 V 

~oc. .J.--

,"c.$."e~ ...., 

1 JJ11 

~~ \ ..-1 
\\ 



BASE CURRENT VERSUS BASE·EMITTER 
VOLTAGE 
Couran r base en foncrion de la tension base­

'e emetteur 
(mA I ·VCE 4V 

V 6 

4 

4 

10' 
8 
6 

·4 

J 
I(f 

/ 
f-- f-- (,) 
f--

~f f--

~r 1/ flJ 
f-- I-J 1/ 

.. I 

0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation colJecteur-emerreur en 

V CE s fonction du courant col/ecteur at 
(VI 

*=8 B 

1,6 
~ ~ "' ~ '" 

1/ 
II 

~g ~~ 1,2 

J 

111 
0,8 

1/ 

l.-' V 
0,4 

-I- f- ......v o 

779 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en foncrion de 'II tension 

iC base-emetteur 

(A 
6 

4 

4 

I VCE 4V 

V 
..... ~ 

1/1 

I- f--~ J '/ 
iL ~ 

~ I:=ii/- ~ 
/I 

I- -Ill I- ~~ I-_31 
f-

I 

0,4 0,8 1,2 

BASE·EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-em(ureur en 

V BE sa fonction du courant colJec.teur t 
(VI 

~=8 
B 

·1,6 

11/ 
) 

1,2 

l.--

~ /' tease 

0,8 

0,4 ~ ten 
o I 

7/9 
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8/9 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR·BASE VOLTAGE 
Capacite de sortie en foncrion de la 

C tension CO//eeteur-base 
22b 

IpF ) tease = 25°C 

6 

4 

......... 
r-. 

.......... 
......... 

4 

4 

......... 
'r-. 

4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 

t courant collecteur 
(~s) 

8 

6 

4 

4 

'C -
~=8 

..... 
.......... 

--

VCE -l00V 

......... 

..... --
--

--
':;.. 

ts --
;;>"" ~ 

tf 

8, 12 16 20' 

I 
I 

I 

780 

fT 
IMHz 

15 

10 

5 

) 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frequence de transition en lonction du 
courant co//eeteur 

tease = 25°C 
V CE =4 V 

V"-i--"" 
/ 

/ 
/ 

V 

4 

~ 

'CIA) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE D~RATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de reduction de la resistance thermique en 

K rlgime d';rflPulsions 
I 

10-1 
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SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 

. During 1he turn on 

• DUring the turn off without negative basl!!!-emitter voltage 

and ASE.;::3 H 

20r_--+----r---+--~r_~ 

10r_--+----r---+----~~ 

o 50 100 125 200 250 300 VCEIVI 

FIGURE 1 : Forward biased safe operating ar •• (FBSOAJ 

IC 
IA 

40 

30 

20 

10 

o 

ICSM 

IAI 

12 0 

100 

80 

6 0 

40 

20 

0 

-4 

( 
TRANSISTOR REVERSE BIASED 
. Ourinv the turn off with negative base-emitter voltago 

I I 
Tj";; 1250 C_ 

- -VBE=-3V 

o 50 100 125 200 250 300 VCEIVI 

FIGURE 2 : Revers. biased safe operating ar •• (RaSOA) 

11 
Tj' 125OC_ 

f-- VBE =-3 V 

o 50 100 150 200 250 300 VCEIVI 

FlGURE 3 : Forward biased accidental overload ar •• (FBAOA) FIGURE 4 : Rrlene biased accidental overload .r •• (RBACA-) 

Figur. 1 : The hatched lone can only be used for turn on. Figure 1 : L. rone hachurh ne doir It,.. urilise. que pour I. mlUl 

MI conduction. 

Figur.s 3 and 4 : High accidental surge currents ( I > 'eM ) are Figures 3 8' 4 : 0" fof'rs CQuranfS dtl surcha"JII ( I > leM J .ont 
allowed if they are non r.petiti .... and applied lesl than 3000 times /H!rmi. s'iI. sonr non ri~rir"" er applique. mains de 3000 fOI' d.ns 
during the component life. I. II;' du compo'."r. 

Figur. 3 : Th. Kellog n.twork ( heavy print ) .lIoWi the calcul.- Fiture 3 : Le ~.e.u de Kel/Of ( tr.it gr •• J ptlrmet Ie c.lcul de I. 
tion of the maximum value 0' the short-circuit current 'or • given "'/euT ""llim.l. du cour.nr de courr-circuir pour un cour.nf de 
~se current's (90" confidence I. luISe donn' IS (9015 de confiMJCfI J. 

Fiture 4 : After the accidental overload current, the RBAOA has Fitur. 4 : Aprh I. ~HfItI du COU,."r d. surch.rg. KcidentelJe. 
to be used for the turn off. on do;t utili .. r l"air. d. surch.rfJfI «cidtmr.lI • • n pol.ri .. rion 

In".". pour I buv,rtur •. 

9/9 
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~ DtOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

High speed, high current, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, fon courant 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de I SIB 

100 % _~r----Y--.-----' 

75 t-!-t-'Io"'t-. 

5Ot--!-+--

25t-~+--+--~.--i 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VAl.EURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-bale 
Collector-emitter voltage 
renlion collecteur.emetreur 
ColIsctor-emitter va tage 
Tension collecteur-tlmBtttlur 
Collector-emitter voltage 
Tension coll#c~-'lr.emBtteur 
Emitter-base voltage 
Ten.ion tilmetteur-b1ll8 
Collector current 
Courant collectsur 
Base current 
Courant bBle 
Power dissipation 
Dlu/patlon de puiuence 
Storage and junction tamperature 
Temperature de janetlon tit de srockage 

Junction.case thermal resistance 
RtI,iU.nce thermlque/onctlon boitief 

50. rue Jean·Pierre Timbaud· B.P.S 
F·92403 Courbevokl Cedex FRANCE 
TAl: (1) 7a&so.01 Telex: 610560 

RSE=1oo11 

VSE=-1,5V 

tp=10ms 

Tease 25 DC 

max 

783 

BUX23 
NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUS£ 

VCEO 

IC 

Ptot 

Rth(j-c) 

tf (16 A) 

Ca .. 

Baitier 
CB 159 

325 V 

30A 

350W 

';;O,5 OC/W 

.;; 1,2!,s 

~ 

VCSO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VESO 

IC 
ICM 

IS 

PtOt 

tj 
Tstg 

Rth(j-c) 

S 

400 V 

325 V 

390 V 

400 V 

7 V 

30 
A 

40 

6 A 

350 w 

200 
-65 +200 

oc 

Janvier 1980 1/8 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERfSTIOUES STA TlOUES 

Collector-emitter cut-off current 
Coul'8nt r4~/f/uBI coll8cteur"""mettrwr_ 

Collector-emitter cut-off current 
Courant r~s;duel collecteur~mettrlur 

Emitter:base cut-off current 
Courant rAsidue! Ametteur-b8se 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collBcteur-emetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage ,metreur-bsse 

Static forward current transfer ratio 
Valeur st8tiqus du ,apport de transfert 
direct du cour~nt 

Collector-emitte-r scituration voltage 
Tension de saturation collecteur-4metteuf 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation bastl-emtfltulur 

Second breakdown collector current 
Couran t collecteur de second c/aquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2IB 

tease ~ 25°C 

Test conditions 
Conditions de m8$Ure 

VCE = 260 V 

'B =0 

VCE = 400 V 
VBE =-1,5V 

VCE =400V 
VBE =-1,5V 

tease = 125°C 

'VEB = 5 V 

'C =0 

IC = 200mA 

IB =0 

L =25mH 

IE = 50mA 

'C =0 

VCE = 4 V 

IC =BA 

VCE = 4 V 

'c =16A 

'c =BA 

'B = 1,6A 

·'C = 16A 

'B =3,2A. 

'C =16A 

IB =3,2A 

VCE = 140V 
t = 1 s 

VCE =16V 
t := 1 s 

784 

, 

'CEO 

'CEX 

'EBO 

VCEO(sus) 

'V(BR)EBO 

h21E * 

VCEsat * 

VBEsat * 

"S/B 

Min. 

325 

7 

15 

B 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicationscontraires) 

Typ. Max. 

3 mA 

3 mA 

12 mA 

1 mA 

V 

V 

110 

0,2 O,B V 

0,35 1 ·v 

1,15 1,5 V 

0,15 A 

22 A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES (pour petits signauxl 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Transition frequency 
VeE = 15V 

Frtktu8fJC8 cle. tran$ition Ie =2A 
f = 10 MHz· 

Ie = 16A 
Turn·on time 

Ifig.2) 18 =3,2A Temps total d'etablisSlJment 

Ie =16A 
Fall time Ifig.2) 181 = 3,2 A Temps de decroissance 

182 = -3,2 A 

Ie = 16A 
·Carrier storage time Ifig.21 181 = 3,2 A 
Retard 8 la decroissance 

182 = -3,2 A 

785 

Min. 

'fT 8 

td + t, 

'tf 

's 

*BUX 23 

IUnless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesJ 

Typ. Max. 

MHz 

0,55 1,3 ps 

0,26 1,2 ps 

1,7 2,5 ps 

3/B 
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5 

4 

100 

4 

10-1 

T case 25 0 C 

DC operation 

Regime continu 
Pulsed operation ----
Regime impulsionnel 

10-2 til 
100 4 5 6 7 8 101 

4/8 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

" I', '. 
'\ \0 ~ 

\~ "'~'r-, 
\ , 

, 
~ \ 

\ 
\ 

\ 

\ 
, 

\ 

\ 

1\ 

4 5 6 7 8 

786 

4/-'s 

" I ~,6'0 
6'00 " ... ~ : ~ ",', . , " -' I 

\ 
g, ! 
~ , I 

1\ 
\ \ 'I 
\ \ , 

\ 
, 

I 
\ \ I , I 

\ 
, 

\ : , , I \ 
\ 

\ 

\ \ 

" '.I 

\ I , " \ , ~ 
\ , I , 

"- " I 

" 

4 5 6 7 
102 VeE (VI 



TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEO(sus) (fig. 1) 

lWOHZQ---~ test transistor 
transistor en rest 

RB = loon 

Note: 

O~ 10V 

In 
lW 

horizontal 
horizontal 

IC(mA) 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point "A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque Is trace passe au-dela du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (etoscillogrammes) 

r rr--
- I '''In' 

'81 and 182 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Ampl ifier type 134 

VCC=looV 
RC sn 
RB = 2,2n 

RC - RS : non inductive resistances 
tp : Pulse width = 10 j1s 

Forme factor~ 1 % 
Rise and fall time <; 100 ns 

. resistances non inductives 

. Largeurd'impulsion = 10 I-JS 
Facteur de forme ~ , ]{j 

*BUX23 

'S1 et 182 sont mesures avec une sonde Tektronix 
p 6021 et Amnlificateur tvnl<> 1.14 Temps de mantee etdescenre ~ 100 ns 

5/8 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

6/8 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant col/eereur en fonction de fa tension 

IC 'lie e to co ereur- mer ur 
(A) 

f..- V I--
I--- -

16 
V ~ I--V I--I--V ,,4 P- I--

~ V V ~ f..- --V ,p- I--

j~ V V ~ I--

IV L.-V l---t.6'A I-

12 

r)'''' H:;;: --_V 
r/ .... --+-

V - IS-O,2 P-

r/ 

8 

4 

o 
o 2 3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
SASE-EMITTER RESISTANCE{miriimum value; 
Tension col/ecteur-lJmetteur en fonction de fa' ~ 

VeE resistance base iNnetreur (valeur minimum) 
(V) tease = 25°C Ic "3mA 

390 

1\ 
1\ 
\ 

370 

350 
1\ 

I'\.. 
330 

t--

788 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 
Courant col/ecteur en fonction de Is tension 

Ie col/eereur emelreur 
(A) I I 
0,8 10JA 

1/ \8m~ 
\6m1A 

0,6 
14mA 

12mA 

0,4 
lOrnA 

8miA 

0,2 T6JA 

'B- 4mA 

o 1 1 

o 20 40 60 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur stat;que du rapport de transfert direct du 
courant en fonct;on du courant eollecteur 

VCE =4 V 

I 
1v I,..- r..., 

f-- ,,'> 

"01/ 1\ 

1/ V 
, 

f--V~V [\ 
V·/'C 

"<!,, l\ 

" I' 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de /a tension base­

IB emetteur 

(.rnA ) VCE 4V 

4 

4 

I VI 

~ 
o " ifl 0 - '" 

~ ~ f-~ ';( 
/3 ~ 

c-r-- ...,(.1 ... /j 

I I 
ill 

, 
o 0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EM ITTE R SATU RA nON VOLT AGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-emetteur en 

V CE SC! fonction du courant collecteur 
I 

(V) IC 
5 16= 

1,6 

1,2 

0,8 

~(j / 

~ 
-7 0(., 

4, '),~ 

'<~ /'1-
'l,.c.~-

0,4 

o 
4 

789 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de la tension 

iC base-emetteur 

(A 
6 

4 

) V CE 4V 

~ I-iSC" '7 -'l; 1-

Wl "-,,Ib II; 
II 

r#! ~I'J 

I I 

0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emerteur en 

V BE satfonction du courant collecteur 
(V) Ie 

16=5 

1,6 

I 
r 

1,2 

~ 
-

~'l-5°C ".,.'" 

-Hftr:v 0,8 

_~5°C 
0,4 -icas• 

o 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

8/8 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
CapacitiJ de sortie en fonction de /. 

e 22 tension collecteur-1Jas,e 

(pF ) 

4 

10 2 

tease = 25°C 

r--..... 
~ 

.......... 
!'-... 

.......... 
I"--

I"--r--

4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 

t courant collecteur 
(~S) 

8 

6 

4 

4 

2 

10- 1 

o 

VCC= 100 V 

~- 5 ..... 
~ 

IB - I 

........ 
........ 

Tease = 250 C 

t 

t'- l"-
/' 

./ 

,~~ i.--

~ V '1- ...... 
~ ~)...--' 
~ 

6 12 18 24 

790 

• 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fr6quence de transition en fonction du 

fT 'courant co/lflcteur 

(MHz ) 

15 

10 

5 

o 

VCE -15V 
f = 10 MHz 
tease = 25°C 

./ I-.... r--..... 
/ r" 

V 

4 6 8 
100 IC (A) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE D~RATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de reduction de Ia reslltilnce rhermique en 

K r~ime d'imDII/sions 



~ 1HOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

High speed, high current, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, fort courant 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and ISIB derating 
Variation de dissipation et de I S/8 

100% 

75 f-+-+~'<:I----t-----I 

50 r-+-+---+".-~--j 

a L-L-l_-----'-_----'-_-" 
50 100 150 Tcaseloe) 

ABSOLUTE RATINGS ILiMITING VALUES) 
VAL.EURS LlMITES ABSOLUES O'UTI LlSATION 

Collector-base voltage 
Tension collscteur-base 
Collector-emitter voltage 
Tenlion collecteur-emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-llmetreur 
Collector.emitter voltage 
Tension collecteur.emert8ur 
Emitter-ba5EI voltage 
r.n<;nn 'm,".ur-has, 
Collector current 
Courant collscteur 
Base current 
Courant base 
Power dissipation 
Dissipation de puissance 
Storage and junction temperature 
Temperature de jonctian et de stackage 

Junction.case thermal nninance 
Resistance sthermique jonction boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.S 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
T61 : (1 1788-50-01 Telex: 610560 

RBE -100Q 

VBE =-'1,5V 

tD = 10 ms 

T case 25 oC 

max 

max 

791 

BUX24 
NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUsE 

VCEO 

IC 

Ptot 

Rth(j-c) 

tf 112 A ) 

ea .. 
CB 159 

Baitier 

VCBO 

VCEO 

VeER 

VCEX 

VEBO 

IC 
ICM 

IB 

Ptot 

tj 
Tstg 

400 V 

20A 

350W 

<O,5 0 C/W 

< 1,4/1s 

450 V 

400 V 

440 V 

450 V 

7 V 

20 
A 

30 

4 A 

350 W 

200 
-65+200 

DC 

0,5 

Janvier 1980 1/8 

f. ~ lHOMSOI'tI-CSF 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOVES STA TlOVES 

Collector·emitter cut·off current 
Courant ,Ilsjf/uel co/lecreur-tJmetntur_ 

Collector-emitter cut-off current 
Courant r'siduel col/ecteur-#Jmetreur 

Emitter~base cut-off current 
Courant rtlsiduel flmetteur-base 

Collector-er:niner breakdown voltage 
Tension de c/aquage collecteur-emetteur 

(fig. 1 I 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage tJmBtteur-base 

·Static forward current transfer ratio 
Valeur statiqu.e du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitte"r saturation voltage 
Tension de saturation co/lecteur-emetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-emetUur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquBgIJ 

* Pulsed 
Impuls;ons 

2/8 

tease = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =320V 

/B =0 

VCE = 450 V 
VBE = -1,5 V 

VCE = 450V 
VBE = -1,5 V 

tease = 125°C 

"VEB = 5 V 

IC =0 

Ie = 200 rnA 

IB =0 
L =25rnH 

IE = 50 rnA 

IC =0 

VCE = 4 V 

IC =6A 

VCE = 4 V 
IC =12A 

IC =6A 

IB = l,2A 

,IC = 12A 

IB = 2,4 A 

IC = 12 A 

IB = 2,4 A 

VCE =140V 
t = 1 s 

VCE =19V 
t = 1 s 

792 

Min. 

ICEO 

ICEX 

lEBO 

VCEO(susl 400 

"V(BRIEBO 7 

15 

h21E * 
8 

VCEsat * 

VBEsat * 

0,15 

'IS/B 

18 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesJ 

Typ. Max. 

3 rnA 

.. 
3 rnA 

12 rnA 

1 rnA 

V 

V 

tlO 

0,15 0,6 V 

0,3 1 V 

1 1,5 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACTERIST/OUES P YNAMIOUES (pour petits sig,!~uxl 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Trimsition frequency 
VeE = 15V 

Fr«luflfJt:e tf!1. t(aflfitiOt:J Ie =2A 
f = 10 MHi 

'Turn-on time Ie = 12A 

Temps totsl d'ltsbli,ssmsnt (fig. 2) IS = 2,4 A 

Ie =12A 
Fall time (fig. 2) ISl = 2,4 A 
Temps de dflcroillllnCfl 

IB2 = -2,4 A 

Ie = 12A 
'Carrier storage time (fig. 21 IBl = 2,4 A 
Retard iJ fa dlJcroiUlJnce 

IB2 = -2,4 A 

793 

Min. 

'fT S 

td + t, 

'It 

ts 

*BUX24 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesJ 

TVp. Max. 

MHz 

0,6 1,6 lIS 

0,6 1,4 lIS 

1,5 3 lIS 

3/S 
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IC 

(A) 7 

4 

101 

100 

4 

10.1 

10-2 

4/8 

T case 25 0 C 

DC operation 
Regime continu 
Pulsed operation ----
Regime impu/sionnel 

III 
100 4 5 6 7 B 101 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

51'S 

'",0 t)l, ' '6: 
~i'J~~~ 

"' 
~- - ..,,~ ... 

',~~" 

1\ \ , , , 
\ \ I , 
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\ \ 

\ \ \ 

l\ \ \, 
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\ " 
'\ 
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"' 

4 5 6 7 B 102 
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TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEO(sus) (fig. 1) 

Note: 

test transistor ~OHZ 
~ ____________ ~.~~~n~v~.ro~r~.n~w~ •• ~ 

RB = lOOn 
0+ 10V 
+ 

In 
lW 

horizontal 
horizontal 

IC(mA) 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point" A". 
Les tensions V CEO .ont acceptable. /orsque /a trace paue au-dela du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2) 
CIRCUITS OE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON (et oscillogrammes) 

IB 1 and IB2 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Ampl ifier type 134 

'ICC 

~56ooflF 

VCC 100V 
RC B,2 n 
RB 2,2 n 

RC· RB : non inductive resistances 
tp : Pulse width = 10 flS 

Forme factor';; 1 % 

RC·RB 
'p 

Rise and rail time .;; 100 ns 
: resistances non induct;"lI$ 
: Largeur d1impu/sion = 70 IJ.S 

Facteur de forme ~ 1 % 

*BUX24 

181 er '82 sont mesu"' • • "ec une sonde Tektronj)( 
P602' erAmp/ifieafeUr fY,,'" 1.14 Temps de montee et descem.e ~ tOO ns 

5/8 
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"'BUX24 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

6/8 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecreur en fonction de la tension 

Ie II te f} tt co ee ur· me eur 
(AI ~~M+ I--

.8 1/ ~ 2~ l--~ 

Iv l-I-- ,Jom" .-
II I-l--~ 

l--'-
.-

V ,Jm~ 
6 

I--I--lo-
\ lsOlm" I--I--

II -I-~ 
4 

V l- I 

V' 
2 

o 
o 2 3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSU6 
BASE-EMITTER RESISTANCE{minimum value) 
Tension collecteur-emetteur en fonction de la 

VeE resistance bas8-emetteur (valeur minimum) 
(VI tease = 25°C IC~3mA 

, 

440 

f\ 
\ 
"-

420 

400 
,..... 

4 

796 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 

Ie ':oo;:ra~t CO:lec~u, en fonction de /a tension 
ec ur- met eur 

(AI ';om" 
,-

'0,8 

'SmA 

0,6 

6mA 

0,4 

4~A 

I 
18 = 2 mA 

0,2 

o 
o 20 40 60 

160 

120 

80 

40 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS OOLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant tIOllecteur r-:-::---:-:. 

VCE =4 V 

" 
l-

oU 
ri7J 

I-~/;" 

~"v 
1/ 

1\ 
<,"/ V r\ I-~ ?>J: 

'o~ \ I ....... 
~ 
~ 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE . 
Counmt base en fonerion de III tension bIne-

18 hnemur 

!rnA 4V I VCE 

4 

10-2 
8 
6 

4 

2 

" III 
II 

,<--

~~ ~~ f--

f-- f--II 1/ i • JI 
~u 

II 

0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de IIJwration collecteu,-flmerteur en 

V CE sa 'onerion du courant collecteur t· 
{VI I 

1;=5 

1,6 
u 
I}, 
~ 
1/ 

.. 5 
1,2 

0,8 K 
1/-

1/ ~C 
1/ V'l 

0,4 

I-'" 
o 

.. 68 2 
10' 

797 

*BUX24 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en 'onetion de ,. tension 

Ie INIstHmetteur 

{A 
6 

I VCE 4V 

4 

2 

2 

IA 
IP' 

I--

~t 3, 

-hu I-- '-~ 
1/ 

Jf-
Ie 

1= 1/ 

f-- I-- ~a 

J 
0,4 0,8 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-4mttrteur en 

V BE satfonction du courant collecteur 
{VI 

~=5 
B 

'1,6 

1,2 

l/ 
~ 

-~ V ~;: /.. 
~.,oc. ,-,; 

If 

0,8 

0,4 

o 11 

7/8 



* . BUX24 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

OUTPUT CAPACITANCE V·ERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
c.p.cir~ de sortie en fonction de ,. 

C22t- temion collecttlur ba#I -
IpF) 

8 

6 

4 

3 

tease = 25°C .. 
'\ 

2 

"-
'\ 

'\. 
'\ 

'\ 

2 

f\. 
'\ 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 

8/8 

Tllmp$ de commutation en 'onetion du 
t courant collecteur 

I~s) 
8 

6 

4 

4 

~=5 VCC -190V 

18 Tease - 250 C 

.... 
........ ........ ....... ts 

....... ....... 

tf 
-') 

/ / , 
~ 

./ ...... / - ton 

4 8 12 

'"1 ~ , 

16 

~ -

798 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Ft4qw~ de tr"".ition en fonction du 

f ' COUrMIt collnteur 
T 

IMHz 

15 

10 

5 

) VCE=15V 
tcase=26°C 

/ " 1/ \ 
/ \ 

4 6 
ICIA) 

TRANSIENT THERMAL RfiSISTANCE D~RATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Factflur de ,.duction de ,. rlsi.tanCfl thermique en 
rllgims t/'impulliom 



,.~ THOMSON-CSF 
DN1SION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

High speed, high voltage, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, haute tension 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and ISIB derating 
Variation de dissipation et de I SIB 

100 % ,......~,--,--.--------, 

75 

50 

25 

o 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VAL.EURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur.emetteur 
Emitter-base voltage 
Tension emetteur-bas8 
Collector current 
Courant collecteur 
l:3ase current 

Courant base 
Power dissipation 
Dissipation de puissance 
Storage and junction temperature 
Temperature de jonction et de stockage 

Junction~ase thermal resistance 
Resistance thermique jonction boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud· B.P.5 
F·92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel: (1) 788-50-01 Telex: 610560 

RSE =100 n 

VSE=-l,5V 

to =10ms 

Tease 25 °C 

max 

799 

BUX 25 
NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUSE 

VCEO 

IC 

Ptot 

Rth(j-c) 

tf (8 A) 

Case 

Boitier 
CS 159 

500 V 

15 A 

350W 

";;O,5 0 C/W 

,,;; 1,6/-" 

~ 
S 

VCBO SOO V 

VCEO 500 V 

VCER 500 V 

VCEX 500 V 

VESO 7 V 

IC 15 

I ... " 20 
A 

IS 3 A 

Ptot 3SO W 

ti 200 
Tstg -65 +200 

DC 

Janvier 1980 1/8 



*BUX 25 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOVES STA nOVES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant flJsiduBI col/ecteur-emsrteuL 

Collector-emitter cut-off current 
Courant rlJsiduel collectBur-emettBur 

Emitter-base cut-off current 
Courant reSidue/ emetteur-base 

Colieetor-el)liner breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage emetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitte"r saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-emetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-4mettrlur 

Second breakdown collector current 
Coul'8nt col/ecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 

8 ';;2%' 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE =400V 

IS =0 

VCE = 500 V 
VSE = -1,5V 

VCE = 500 V 
VSE = -1,5 V 

tease = 1250 C 

VES = 5 V 

IC =0 

IC = 200mA 

IS =0 

L =25rnH 

IE =50mA 

IC =0 

VCE =4 V 

IC =4A 

VCE = 4 V 

IC =8A 

IC =4A 

IB =0,8A 

IC =8A 

IB = 1,6A 

IC =8A 

IB = 1,6A 

VCE = 140V 
t = 1 s 

VCE =25V 
t ':" 1 s 

800 

Min. 

ICED 

ICEX 

IESO 

VCeO(sus) 500 

V(SR)ESO 7 

15 

h21E * 
8 

VCEsat * 

VBEsat * 

0,15 
'IS/B 

14 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

3 mA 

3 
., 

mA 

12 mA 

1 rnA 

V 

V 

110 

0,2 0,6 V 

0,6 1 V 

1,2 1,5 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si!jnals) 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES (pour petits slgn.au)() 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Transition frequency 
VeE = 15V 

FrktuB,!CI1 tIfJ. transition Ie =2A 
f = 10 MHz' 

Turn-on time Ie =8A 
Temps total d'~tablissemen:: (fig. 2) 

18 = 1,6A 

Ie =8A 
'Fall time 
Temps de decro;ssance (fig. 2) IBI = 1,6A 

IB2 = -I,6A 

Ie =8A 
Carrier storage time (fig.2J IBI = 1,6A 
Retard a la dlcroisssnce 

IB2 = -I,6A 

801 

Min. 

'fT 8 

td + t, 

'It 

ts 

*BUX25 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contrairesJ 

Typ. Max. 

MHz 

0,9 1,8 IlS 

0,9 1,6 IlS 

3,5 5 IlS 

3/8 



BUX25 

Ie 
(A) 7 

6 

4 

101 

8 

4 

8 

4 

10-1 

10-2 

4/8 

T case 25 0 e 
DC operation 
Regime continu 

___ _ Pulsed operation 

Regime impulsionnel 

III 
4 5 6 7 8 101 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

8 lIS 

\ \~ ?'. "~~ -»""1',,", ~ 
,.... 

i- , I ~ 
, , 

--'-
-48 I 

\ n;; 
I , I 

\ , , , I , 
\ , I 

\ 
, , \ I , \ , 

I , 
\ , , \ , i 

\ , , 
.-

-, , 
, \ i. 

\ \ \ 1\. 

\ , .. '. \ .. , 
I\. " " 

\. '~ 

" 
" 

4 5 6 7 8 102 4 5 6 7 

802 

VeE IV) 



TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST v CEOlsus) Ifig. 1) 

lWOHZ O----~ test transistor 
transistor en test 

Note: 

O~ 10 V 
+ 

In 
lW 

horizontal 
horizontal 

IC ImA) 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point "A". 
Les tensions V CEO sant acceptables lorsque la trace passe au-de/a du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) Ifig.2) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON (et osci/logrammes) 

.~ 

t-

IS1 and 182 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 
I B 1 et '82 sont mesunis avec une sonde Tektronix 
p 6021 et Amplificareur tvpe 134 

803 

VCC = 100 V 
RC = 12,5 n 
RB = 3,9 n 

RC - Rs : non inductive resistances 
tp : Pulse width ~ 10 J.1S 

Forme factor";;; 1 % 
Rise and fall time ~ 100 ns 

. resistances non inductives 
Largeur d'impulsion = 10}J.S 

Facteur de forme < 1 7il 
Temps de montee etdescente < 100ns 

BUX25 

5/8 



*BUX25 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES TYPIQUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 

6/8 

Courant collecteur en fonction de /a ten,ion 
Ie 'collecteur·'metteur 

(AI 

Ie ~U:;:u':':'~~~ren fonction de /a tension 

h21E 

90 

75 

60 

45 

30 

15 

(AI 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

o 
o 20 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
VallJur statique du rapport de transfert direct du 
courant en foncrion du courant collectBUf 

V CE =4V 

-f--ov 

,~~ '\ Q 

-~o/ 

~ / --/',;- <fC ~ ",'l' 

L <<If! I I 

I ~~ 
~ 

804 

16mA 

I 
14mA 

j)mA 

I 
ldmAI 

L~ 
16J 

14m~ 
IS=2rriA 

40 60 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de /a tension base­

ur '8 emette 
(rnA I VCE = 4 V 

4 

4 

IT 
J. 

t~ /! fr )! ~ 
IG 

~" 

I I 

I I 
I II 

0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-errietteur en 

V CE sa fonction du courant col/eereur t 
(VI 

~=5 
B 

1,6 

1,2 

0,8 

/ 
/ 0" ~oC f7'/./ts -: ""~ 'c." .J. ~~ I 

0,4 

o 

805 

*BUX25 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant co/leereur en fonction de /s tension 

i c base-emetteur 

(A 
6 
I VCE 

4 

10-1 

o 

411 

~ 

/ 
I I 

I 

I 

0,4 0,8 

'J,.'f)oC 

'cO~1- r--,').6 ,-

'" , • 

1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-eme.tteur en 

V BE sa fonction du courant co//ecteur t 
(VI 

-f. =5 
B 

'1,6 

:-
1,2 

,/. 

~~/ 
- ~,,,,4' / 

,-1'1J4c 
/ 7' .--/ ,,,,4' 

I 

0,8 

0,4 

o I 

7/8 



*BUX25 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

8/8 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacite de sortie en fonction lie /a 

C 22 tension collecteur-base 
b' 

(pF 

8 

4 

) tease = 25°C 

1\ 

'\., 

'" \. I\r--
4 4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 

t courant collecteuf ,; 
(",) 

8 

6 

4 

6 

4 

t, ... ........ 

ton 

\ 

.. 
t, 

....... 

----

2 

VCC= 100 V 
IC 

5 
IB 

......... r-. ......... -
-- ----

,/ 

-- V 

4 6 8 

806 

z) 

15 

10 

5 

TRANSITION FREOUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frequence de transition en fonction du 
courant co/leeteur 

VCE =15V , =10Mhlz 

tease = 25°C 

.... ....... 
/" '" _. 

4 6 
IC(A) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE O~RATING 
FACTOR UNOER PULSES CONDITIONS 
FBcteur de reduction de fa resistance thermique en 
'lgime d'impulsions 

K-

4 n ~ ~± 0_5 
.......,~ 

l±it:~ \l*~1 
~yj 

10-1 

4 t j- I 
Z~h ~ ~ Rt~_ 

T 

1 -r 
-.fUL 

10-2 
h:;:tpT~_ 

2525252525 
10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 tp(S) 



~ lHOMSON-CSF 
DIVISIDN SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

Power monolithic Darlington, specially intended for 
use in automotive ignition circuits. 

Darlington monolithique de puissance splicialement 
com;u pour I'allumage lilectronique automobile, 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

I "'1400 "'400 

c 

L _______ _ 

100% 

\ 

\ 
\ 
\ 

75 

50 

25 

o 
50 100 150 T cas.(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-emitter voltage 
Tension COllscfBur-#lmetteur 

Collector current 
Courant colltICteur 

Base current 
Courant bB$II 

I 
~ 

Power dissipation 
Tease 10Qoe Diu/pation de puissance 

Storage and junction temperature 
Temperature de janetion st de stockage 

JUnction-case thermal resistance 

R4sistance rherm;qufJ janetlon boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud· B.P.5 
F-92403 CourbovDie Cedex FRANCE 
nl : 111 788-50-01 Telex: 610560 

max 

max 

807 

BUX37 
NPN SILICON DARLINGTON, TRIPLE DIFFUSED MESA 

DARLINGTON SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUSt Mt=sA 

Formely SESCOSEM number ESM 410 
Ancien num6ro SESCOSEM ESM 410 

VCEOsus 

IC 

Ptot ( 100 oc ) 

VCE.at ( 10 A) 

400 V 

15 A 

35W 

';;2 V 

Second breakdown test 
Test en second claquage 

;;'250 mj 

Cas. TO 3 C CB 19) 
Bcitier 

~ B E 

VCEOsus 

IC 

IS 

Ptot 

t; 
T"9 

400 V 

15 A 

4 A 

35 W 

150 
-65+150 

DC 

Janvier 1980 1/3 

,,~ 1HOMSOIII-CSf 
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BUX37 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTtRIST/OUES STA T/OUES 

Collector·emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de c/aquage collecteur-emetteur 

FIGURE 1 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage ' 
Tension de saturation callecteur-timetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-emetteur 

• Pulsed 
Impulsions tp = 300/1s 6 .;; 2 % 

Tease = 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 400 V 

IB = 0 

IC = 5A 

IB = 0 

L = 1,5mH 
VCEci =400V 

VCE = 5V 

IC = 15A 

IC = lOA 

IB = 0,15 A 

IC = 7A 

IB = 0,07 A 

IC = lOA 

IB = 0,15A 

T case,= - 40°C 

IC = lOA 

IB = 0,15 A 

IC = lOA 

IB = 0,15A 

T case = - 40°C 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

min typ max 

ICEO 0,25 rnA 

VCEOsus(l) 400 V 

h21E* 20 

2 V 

VCEsat * 1,5 V 

2,9 V 

2,7 V 

VBEsat 
. 

3,5 V 

(1) Collector-emitter \loltage limited at VeE cl. =400 V by an auxiliary clamping circuit. 

11) Limitation de 1.1 tension VCE c/_ =400 V par systeme d'ecretage, 

2/3 

80B 



BUX37 

FIGURE 1 . VCEOsus test circuit (and oscillogram) 
. Circuit de mesure de VCEOsus et oscillogramme 

50 Hz 

It] 1.5mH 

.E: 0·50 V 

400 V 

y 

0·10 V 

FIGURE 2 : Second breakdown fonctionnal test 
Test fonctlOnne/ en second c/aquage 

ESM 233·C 400 

Pulse frequency: 50 Hz 
Pulse duration adjusted for Ie end::;;:: 10 A 

Pulse amplitude adjusted for I B = 0,15 A 
Test duration: 1 sec. 
Dissipated energy per pulse:..!. U 2end :::: 250 mJ 

2 

IC 
(AI 

5A - -

+ ______ ..L.'--_ VCE 

400 V 

5 rnH 
+ 20 V 

Frtiquence des impulsions: 50 Hz 
Largeur de /,impu/sion ajustee pour Icend = 10 A 

Amplitude d'impulsion ajustee pour I B = 0, 15 A 
Duree du test: 1 sec. 
Energie dissipee a chaque impulsion :~ L/2end = 250 mJ 

2 . 

3/3 

809 





f~ lMOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS SUPERSWITCH BUX39 

NPN HIGH CURRENT SWITCHING TRANSISTOR 

TRANSISTOR NPN FORT COURANT DE COMMUTA TlON 

SUPERSWITCH 

HIGH SPEED TRANSISTORS SUITED FOR LOW VOLTAGE 
APPLICATIONS, 

HIGH FREQUENCY INVERTERS 
SWITCHING REGULATORS 

MOTOR CONTROLS 

* High current capabilities 
* Fast turn 4" and turn..off 

·s.o A.R specified for: linear mode, switching mode, accidental surge 

TRANSISTOR TRES RAPIDE,ADAPTE AUX APPLICA TIONS BASSE 

TENSION: 

GENERATEURS HAUTE FREOUENCE 
REGULATEURS A OECOUPAGE 

COMMANDE DE MOTEURS 

* Possibilites I!levees en courant 
* Mise en conduction er blocage rapides 

* Aire de securire detinie :en regime lineaire, en regime de commutation 
en regime de surcharge accidentelle 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS L1MITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 
Collector-emitter voltage 
Tension coJlecteur.emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur..emetteur 
C:;Ollector-emitter voltage 
Tension collecteur.emetteur 
Emitter-base voltage 
Tension emetteur·base 
Collector current 
Courant coJlecteur 
Base current 
Courant base 
Power dissipation 
Dissipation de puissance 
Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction.case thermal resistance 
Resistance thermique jonction.boitier 

50. rue Jean-Pierre Timbaud - S.P.S 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel , (1) 788-50-01 Telex, 610560 

R8E=1oon 

V8E =- 1,5 V 

tp=10ms 

Tease 25 DC 

max 

811 

Case 

Baitier 

VCEOsus 

VCEX 

ICsat 

ICSM 

tf (20 A) 

90V 

120 V 

20 A 

70 A 

';;0,3/15 

TO 3 (CB 191 

VCBO 

VeEO 

VeER 

VeEX. 

VEBO 

Ie 
leM 

18 

Ptat 

tj 

120 V 

90 V 

110 V 

120 V 

7 V 

30 
40 

A 

6 A 

120 W 

-65 +200 °e 

Juillet 1980 119 
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*BUX 39 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOVES STA TlOVES 

--

Collector-emitter cut-off current 
Courant rfJsidue/ collecteur-emetteuf. 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residue/ collecteur-emetteuf 

Emitter-base cut-off current 
Courant r{JSiduel emetreur-base 

Collector-er:nitter breakdown voltage 
Tension de c/aquage collecteur-emetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage emetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation coflecteur-emetteur 

• 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-emetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/9 

8';: 2 %' 

Test conditions 
Conditions de mlj!sure 

VCE = 70 V 

IB =0 

VCE = 120V 
VBE = -1,5 V 

VCE =120V 

VBE = -1,5 V 

tease = 125°C 

VEB = 5 V 

IC =0 

IC = 200 rnA 

IB =0 

L = 25rnH 

IE = 50 rnA 

IC =0 

VCE = 4 V 

IC = 12A 

VCE = 4 V 

IC = 20A 

IC = 12A 

IB = 1,2A 

IC =20A 

IB = 2,5A 

IC = 20A 

IB = 2,5 A 

VCE = 45V 
t = 1 s 

VCE = 30 V 
t c= 1 s 

812 

Min. 

ICEO 

ICEX 

lEBO 

VCEO(sus) 90 

V(BR)EBO 7 

15 

h21E * 
8 

VCEsat * 

VBEsat * 

1 

IS/B 

4 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1 rnA 

1 rnA 

5 rnA 

1 rnA 

V 

V 

45 

0,7 1,2 V 

1,25 1,6 V 

2,1 2,5 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACTERISTIOUES PyryAMIOUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Transition frequency 
VeE =15V 

Freaue,!C6 c!!J. trap$itiOIJ Ie =1A 
f = 10 MHz' 

'Turn-on time Ie = 20A' 

Temps total d'etablissemeM (fig. 2) IS = 2,5A 

Ie =20A 
Fall time 
Temps de decroissance (fig. 2) IS1 = 2,5A 

IS2 = -2,5 A 

Ie = 20 A 
'Carrier storage time (fig. 21 IS1 = 2,5 A 
Retard a /a decroissance 

IS2 = -2,5 A 

813 

Min. 

'fT 8 

td + t, 

:tf 

ts 

*BUX39 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

0,8 1,5 /.lS 

0,15 0,3 /.lS 

0,55 1 /.lS 

3/9 



BUX 39 

Ie 
(A) 7 

6 

4 

101 

8 

4 

100 

4 

10-1 

4 

10-2 

4/9 

['\, 
"- -, 

"1\ 

"-

c- T case 25 0 C . 
DC operation 

c-- Regime continu 
~ ___ _ Pulsed operation 

Regime impulsionnel 
1 I I I I I I II 

4 5 6 78 101 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

" r', "~' )'0 '6'0:' ~~~~ 
" "~~" >~1---"~ ~ 

',)'0 "?,r " -<t-.r' 

~~ " " , , 

1"<. 

"- '-
'1\ \ 

1\ \ 

\ \ \ I 
\ \' 

\ 

1\ 
\ I 

\ 

1\ \ 

\ 

\ 

1\ 

~ 

4 5 6 7 8 102 

814 

4 5 6 7 

VCE (V) 



TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST VeEO(susl (fig. 11 

~OHZQ--~ test transistor 
transistor en test 

Note: 

0+ 10 V 
+ 

1 n 
1W 

horizontal 
horizontal 

le(mAI 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point" A". 
Les tensions V CEO sont acceptables !orsque la trace passe au-deJa du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 21 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA nON let oscillogrammes) 

IS1 and 182 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 

Vee = 30 V 

Re 1,5 n 
RS = 2,7 n 

RC - RB : non inductive resistances 
tp :Pulsewidth =101lS 

Forme factor < 1 % 
Rise and fall time ~ 100 ns 

. resistances non inductives 

. Largeur d'impulsion = 10}.JS 
Facteur de forme ~ 1 Yo 

*BUX 39 

I B 1 et 182 sont mesures avec une sonde Tektronix 
p 6021 et Amplificateur tvnp 1.'14 Tempsdemonreeetdescente~ 100ns 

5/9 
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*BUX 39 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTioUES TYPIOUES 

6/9 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de /a tension 

Ie It re e ette co ec Uf- m ur 
(AI 

16 

~ -~ ? ,OOO?J ~ -f-""" 
.? soo~ 

A/' "..... f-'""" 6~ ~ ./ 

r V --....- 4obm~ 
~ -~ r-

"..... 

12 

/ 
V I --' 200imA s-

B 

/' ~ 

4 

o 
o 2 3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE{minimum valuel 
Tension collecteur-emetteur en fonction de la 

V CE resistance base-emetteur (valeur minimum) 

(VI tease = 25°C IC~1 mA 

120 

....... " 
110 

1\ 
100 \ 

'\. 
...... 

90 

4 

B16 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 

Ie ;:/~;:~~c;o:'~~~~ren fonction de fa tension 

(AI 

..-~~ I--
141mA 

·O,B -
12mA ~ 

0,6 10mA- i= 

SmA 
0,4 

LA 
0,2 LJ 

IB~2L 
o 

o 10 20 30 

120 

100 

BO 

60 

40 

20 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant aollecteur 

V CE =4 V 

q(, 
,'l' r-'" r " ;r 1\ 

I ",0(, 
",'l' -'\.c'lfoe ........... 

/ f'. 

~ 
\ 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de la tension base­

'8 emetteur 

I rnA 
6 
)VCE -4V i!7 

4 
7 

C1 

~ ~ 0'-' 
I; ~ 

'/- II ..... v~ ~ 
~(J' 

/ 
/ / 

, 
0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-emetteur en 

V CE sa fonction du courant coflecteur , 
IV) ka 1 

IB 

1,6 

fh 
() 

~ . , " Xi iii 
~o !L 

1,2 

0,8 
fI 

0,4 

~V' 
l,..; 

o 

817 

*BUX39 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant colJecteur en fonction de /a tension 

i base-emetteur 
C 

IA 
6 

4 

4 

4 

) V CE 4V 

-
!? 

,t;§A~ 
W!~() ,g- 0; 

..... v'ti I; 

I/ j ' 

II 

,0 

co 1,2 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emetteur en 

V BE satfonction du courant collecteur 
IV) IJ 

1/ 1 ,6 1--+-----1---+++--I--+-+-+---J-j4-H~ 

o 
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*BUX 39 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacit~ de sortie en fonction de la 

e22 tension collecreur-base 
b 

IpF ) tease = 25°C 

6 

"-
4 

f'. 

I"'" 
" 

3 

"-

819 

'" 
4 4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 

• 
I~s) 

Temps de commutation en fonction du 
courant collecteUr 

IC V . 18=8 CE 
30V 

4 I--

81-- - I-- ~ 
6 

~ -r-
4 1-.... -I-
2 

8 -6 

4 

2 

6 10 14 18 

'on 

.~ 

'f -

818 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
FrtJqutlnce de transition en fonction du 

fT 'courant co/leereur 

IMHz I tease = 25°C 

15 

/ 
V i"of'. 

V '" 
10 

-

5 , 
o 

4 
IC IA) 

TRANSIENT THERMAL RIOSISTANCE O~RATING 
FACTOR UNOER PULSES CONDITIONS 
Facteur de reduction de Is reSIstance thermique en 

K r~me d'imptlisions 

8 

10-1 

T ~ 

• 0,5-1 ~~ w 
I I ~i.-- f.J i 

~ 
~~;.... ~~rI 

2 +-J,,,,,v [,I 

~ r::?JI ') 
t-1~o 

81"' y 'b 
I • J 

Z.~ =, K ,Rth-

fn 
10.2 

Il =tpT 
-y __ 

2525252525 
10.5 10.4 10.3 10.2 10.1 tpls) 



BUX39 
SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
• During the turn on 
. During the turn off without negative base-emitter voltage 

and RBE ~ 8 n 

o 30 60 90 120 VCEIVI 

FIGURE 1 : Forward biased safe operating area 
I FBSOAI 

o 
FIGURE 3 : Forward biased accidental overload area 

I FBAOA I 

Figur. 1 : The hatched zone can only be used for turn on. 

Figures 3 and 4 : High accidental surge currents ( I > leM ) are 
allowed if they are non repetitive and applied less than 3000 times 
during the component life. 

Figure 3 : The Kellag network ( heavy print ) allo\1\15 the calcula­
tion of the maximum value of the short.circuit current for a given 
base current I B ( 90 % confidence). 

Figure 4 : After the accidental overload current, the RBAOA has 
to be used for the turn off. 

IC 
(A I 

30 

20 

10 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
- During the turn off with negative base-emitter voltage 

~j )125J_ 

I 
I 
, I 
VeE =-3V 

I-- -- --_. 

-

o 
o 30 60 90 

ICSM 
IAI 

70 

60 

50 

30 

20 

10 

o 

FIGURE 2 : Reverse biased safe operating area 
I RBSOA I 

I 1 1 
Tj';; 1250 C_ 

I ! 
I--c--~ 

I 

I---~-t-C--IT -

I-- t---- VIBE = - 3 V 
I 

I-- f----j 
I 

---

I--c--t 
I 

L--L--L 

o 30 60 90 120 VCEIVI 

FIGURE 4 : Reverse biased accidental overload area 
I RBAOAI 

Figure 1 : La zone hachur~e ne doit ~rre utilisee que pour la mise 
en conduction. 

Figures 3 et 4 : De forts courants de surcharge ( I > 1 eM ) sont 
permis s';ls sont non njpetirifs et appliques mOlns de 3000 fois dans 
la vie du composant. 

Figure 3 : Le roseau de Kellog ( trait gras) permet Ie calcul de la 
valeur maximale du courant de court-circuit pour un courant de 
base donn~ I B ( 90 % de confiance ). 

Figure 4 : Apres Ie passage du courant de surcharge accidentelle. 
an doit utiliser /'afre de surcharge accidentelle en polarisation 
inverse pour '·out'erture. 

919 

819 





~~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS SUPERSWITCH BUX40 

NPN HIGH CURRENT SWITCHING TRANSISTOR 

TRANSISTOR NPN FORT COURANT DE COMMUTA nON 

SUPERSWITCH 

HIGH SPEED TRANSISTORS SUITED FOR LOW VOLTAGE 
APPLICATIONS, 

HIGH FREQUENCY INVERTERS 
SWITCHING REGULATORS 

MOTOR CONTROLS 

* High current capabilities 
* Fast turn-on and turn.A)ff 

*S.O A.R specified for: Ii near mode. switching mode. accidental surge 

TRANSISTOR TRES RAPIDE,ADAPTE AUX APPL/CA T/DNS BASSE 

TENSION .. 

GENERATEURS HAUTE FREQUENCE 
REGULATEURS A DECOUPAGE 

COMMANDE DE MOTEURS 

* Possibilit{Js {!levees en courant 
* Mise en conduction et blocage rap/des 

* Aire de securire definie: en regime linealre, en regime de commutation 
en regime de surcharge accidentelle 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS L1MITESABSOLUES O'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 
Collector..emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur.emetteur 
Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 
Collector current 
Courant collecteur 
t:lase current 
Courant base 
Power dissipation 
Dissipation de puissance 
Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction-boit;er 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 
F-92403 CnWbevoie Cedex FRANCE 
Tel: (1) ~98-50·01 Telex :610560 

RSE =100[2 

VSE =-1,5V 

tp=10ms 

T case 25 °C 

max 

821 

Case 

Baitier 

VCEO.u. 125 V 

VCEX 160 V 

IC.at 15 A 

ICSM 50 A 

tf ( 15 A ) ';;0,4/1' 

TO 3 (CB 19) 

VCSO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VESO 

IC 

ICM 

IS 

Ptot 

tj 

\\~-~~ Q) ------~\ -r--;I 
E 

S 

160 V 

125 V 

150 V 

160 V 

7 V 

20 
28 

A 

4 A 

120 W 

-65 +200 °c 

Juillet 1980 1/9 

,,~ THOMSON-CSf 
• ([;@l'!j]I?@~Ii1l'ii'~ 



*BUX40 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOVES STA TlOVES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant ,'s/duel coll6cteur·'merreu,_ 

Collector-emitter cut-off current 
Courant ~,;dull' collecteur~mtltteur 

Emitter:base cut·off current 
COUTant r4s;dusl Mnetteur-bsstl 

Collector·emitter breakdown vo'tage 
Tension de cmqullge coll8cteur-emetreur 

(fig. 11 

Emitter·base breakdown vo'tage 
Tension de C/SqUllge h'nBttBUr-balB 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du I1IfJPort de transfert 

·direct du cou.Tant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation coltectflUr-4msttflUf 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de ,.turation bsH-emfltteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pu'sed 
Impulsions 

2/9 

is <;;2%' 

tease ~ 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 100V 

·S =0 

VCE = 160V 
VSE = -l,5V 

VCE = 160V 
VSE =-l,5V 
tease = 125°C 

'VES =5V 

'C =0 

'C = 200 rnA 

'S =0 
L =25mH 

IE =50mA 

'C =0 

'VCE =4 V 

'C =10A 

'VCE = 4 V 

'C =15A 

IC =10A 

'S =lA 

'C = 15A 

'S = 1,BBA 

'C =15A 

'S = l,BBA 

VCE = 50·V 
t =1 s 

VCE =30V 
t "" 1 s 

822 

Min. 

'CEO 

'CEX 

'ESO 

VCEO(susl 125 

'V(SRIESO 7 

15 

h21E * 
B 

VCEsat * 

"SEsat * 

1 

. 'SIS 

4 

(Unless otherwise stated) 
(Sau' ;ndicat;onscontraires) 

Typ. Max. 

1 rnA 

1 rnA 

5 rnA 

1 rnA 

V 

V 

45 

. 
0,9 1,2 V 

1,2 1,6 V 

1,7 2 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Transition frequency 
VeE = 15V 

Fr~uence de transition Ie =lA 
f = 10 MHz 

'Turn-on time Ie = 15A 

Temps total d'{JtablissemeM (fig. 2) IS = 1,88A 

Ie =15A 
Fall time 
Temps de decroissance (fig. 2) ISl = 1,88 A 

IS2 = -1,88 A 

Ie = 15A 
'Carrier storage time (fig. 2) ISl = 1,88A 
Retard a la dtkroisssnce 

IS2 = -1,88A 

823 

Min. 

fT 8 

td + t, 

tf 

t, 

*BUX 40 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indicationscontra;resJ 

Typ. Max. 

flr.Hz 

0,6 1,2 /lS 

0,15 0,4 /lS 

0,6 1 /lS 

3/9 



BUX 40 

IC 

(A) 7 

4 

101 

8 

100 

7 
6 

4 

10,1 

- - - ._- -
"-

"\ 

" 

- T case 25 0 C 

DC operation 
Regime continu 

---- Pulsed operation 

Regime impu/sionnel 
10,2 

4 5 6 78 101 

4/9 

SAFE OPERATING AREA 
A(RE DE SECURITE 

- ).,.'" r-~qj~ ~~ ? roo, 
7, 

, ~ I , ~; ... ~~ r', "'5-."'3 
) ~, , "lb • I', I 
~~, " ..;...'1, '~ 

r', ' 1 

I 

" I 
i'- \ I 

" 
\ , , 

~ II 

\ \ ~ 
I 

\ \ \ : 
\ \ 

, I 
' I 

Ii 

1\ \ I , 
\ I 
\ I 

1\: 

4 5 6 7 8 102 

824 

4 5 6 7 

VCE (V) 



*BUX40 

TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST veEOlsusl Ifig. 11 

~OHZo---~ test transjstor 
transistor en test 

horizontal 
horizontal 

le lmAI 

_______ ...,A 
200 1 

RS=100D 

Note: 

0+ 10 V 
+ 

lD 
lW 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point" A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque la trace passe au-dela du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) Ifig.21 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA nON let oscillogrammes) 

I J~-----t~. ~~ 

10% 

IS1 and 182 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Ampl ifier type 134 

'ICC 

~104flF 

* 
Vee 30 V 
Re 2,2 D 
RS 3,3 D 

RC' RB : non inductive resistances 
tp : Pulse width = 10 flS 

Forme factor ~ 1 % 
Rise and fall time ~ 100 ns 

. resistances non inductives 

. Largeurd'impu/sion = 10 p.S 

Facteur de forme :s;;;: 1 % 

1 

1 

1251 

'81 et 182 sont mesures avec une sonde Tektronix 
p 6021 et Amplificateur tvnp 1.14 Tempsdemonceeetdescente:S;;;: 100ns 

825 
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*BUX 40 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIQUES TYPIQUES 

6/9 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant colJecreur en fonction de /a tension 

IC '1/ e co ecteur- metreur 
IAI 

16 

V ......... f...-I--
V'l-I>- ......... --/ k .-I-

~ 
,I>-

---4 - i.--l-

t V W 
fL V 

~ 
l-

I'" 
'E k"~ 

12 

8 

Y 
I 

4 

o 
o 2 3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSU6 
BASE·EMITTER RESISTANCElminimum varue1 
Tension coJlecreur-emetteur en foncrion de 18 -

V CE resistance base emetteur (valeur minimum) 

tease - 25°C! IC~lmA IVI 

160 
....... , 

150 

\ 
\ 

140 

\ 
\ 

130 
......... -

826 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 

Ie ~/~:~~~~:::'~~~~ren fonction de la tension 

IAI 

~~ -
0,8 ~ -

JnA 
,-

10 fOA -~4 0,6 

8 fOA 
0,4 

JmA 

i4 J 
I ~2~A 
B 

0,2 

o 
o 10 20 30 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur st8rique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant IJOJlecteur 

IVCE =4V 

~ -," '\ ~ 

~JJ \ 

~oc. 
h ....... '\\ /0 

~ 

\ 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE·EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en foncrion de /a tension base­

IS emetteur 

(rnA I VCE 4V 
6 

4 

4 

I 1/ 

rt ~ () 

/j ~ 
,f. 1/ 

~" IJJ 

/ JJ 

/ 

/ / 
I I 

I 

0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecreur-emetceur en 

V CE sa tonerion du courant coflecteur 
f 

IVI I {=8 

1,6 

1,2 

I 
0,8 / 

/ 
7.<;,oC ~/qc 

r-tc.se~,c·'fll 
0,4 

o 

827 
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COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecreur en fonction de /a tension 

Ie base-emetteur 

(A 
6 

I VCE 4V 

4 

10" 

o 

J7.<;,ot 

~ "" ,7.5°':"" 
tease 

I?' 
1/ 

/ I 
!i 

0,4 0,8 1,2 

BASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emetteur en 

V BE satfonction du courant coflecteur 
(VI 

f'=8 " B r; 
I 

1,2 

J 
-

<;,oc f1 
~ '-ca":fo 

~<;,oc \'1: 

~ '" ,c~i 

0,8 

0,4 

o 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

8/9 

) 

8 

6 

4 

OUTPUT CAPACIT ANCE VE RSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacite de sortie en fonetion de la 
tension collecteur-base 

tease = 25°C 

" ", 
"-"-

"-
~ 

4 

, 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonetion du 

t courant co/lecteur 
I~s) 

8 

4 

4 

V CE = 30 V 

IC 

IS =8 

tease = 1250C 

t} - r--
r-
:/ 

/" 
,/ 

~ ./ 

~ I-- I--I----4 8 12 

7 
......c 

......., -
-

16 

I 

828 

IT 
(MHz 

15 

10 

5 

o 

) 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frequence de transition en fonerion du 
courant collecteur 

VCE =15V 
I = 10 MHz 
tease = 25°C 

./ 
/ 
~ r--.., 

V \ 
r- --- -

IC IA) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE OERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de reduction de la resistance therm/que en 

KregirrH! d'irrJpulsions 

'D T ~P_ 
10-2 l-!:--::---''-':--c~--':--.-l:-'--=----='~~~...J 

2525252525 
10-5 10-4 10-3 10-2 lOot tpls) 



BUX40 
SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 

- During the turn on 

- During the turn off without negative base-emitter voltage 

and RBE ~ 8 n 

IC~--~--_r--~----r---~--_r--~---' 

(AI Tj 

2O~---i--t--+--+-+-+-+--i 

15~--+_--~---+----~--~--~---+---1 

10~--+_--~---+~--r--

o 25 50 75 100 125 150 

FIGURE 1 : Reverse biased safe operating area 
I RBSOA I 

ICSM ,---,----,----,----,----,---,----,----, 
(AI 

20 

10 

o w.::=~=~.: 
o 25 50 75 100 125 150 

FIGURE 3 : Forward biased accidental overload area 
(FBAOAI 

Figure 1 : The hatched zone can only be used for turn on. 

Vce(VI 

Figures 3 and 4 : High accidental surge r:urrents ( I > leM ) are 
allowed if they are non repetitive and applied less than 3000 times 

during the component life. 

Figure 3 : The KelJog network ( heavy print ) allows the calcula­
tion of the maximum value of the short-<:ircuit current for a given 

base current '8 (90 % confidence J. 

Figure 4 : After the accidental overload current, the RBAOA has 

to be used for the turn off. 

--<> Jr--------l. 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 

- During the turn off with negative base-emitter voltage 

IC r---~--_r--~----r---~--_r--~--~ 
IAI T I ~ if 125t 
20~-+_1--~1~--_4--~-~-+_~ 

VBE = - 3 V 

10~--+_--~---+----~--l_--~--_+--~ 

o 25 50 75 100 125 150 

FIGURE 2 : Forward biased safe operating area 
(FBSOA I 

VcelVI 

ICSM 
IAI 

50 ~--~~---4--~--~ 

40 1----1-----

30 ~---+_----l---

20 f----+----+ 

10 ~-+--_t----+_--

o 25 50 75 100 125 150 

FIGURE 4 ; Reverse biased safe operating area 
( RBAOAI 

VCEIVI 

Figure 1 : La zone hachuree ne doh tHre urilisee que pour la mise 
en conduction_ 

Figures 3 et 4 : De forts courants de surcharge ( I> leM) sont 
permis s ';/s Sont non repetitifs et appliques mains de 3000 fois dans 
la vie du composant. 

Figure 3 : Le reseau de Kel/og ( trait gras) permet Ie calcul de la 
valeur maximale du courant de court-circuir pour un courant de 
base donne I B ( 90 % de con fiance ). 

Figure 4 : Apres Ie passage du courant de surcharge accidentelle, 
on doh utiliser I'aire de surcharge accidentelfe en polarisation 
inverse pour I 'Duverture. 
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~ THOMSON-CSF 
DI'IISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

SUPERSWITCH BUX 41 
NPN HIGH CURRENT SWITCHING TRANSISTOR 

TRANSISTOR NPN FORT COURANT DE COMMUTA nON 

SUPERSWITCH 

HIGH SPEED TRANSISTORS SUITEO FOR LOW VOLTAGE 
APPLICATIONS: 

HIGH FREQUENCY INVERTERS 
SWITCHING REGULATORS 

MOTOR CONTROLS 

• High current capabilities 
• Fast turn-on and turn..off 

*S.O A.R specified for: linear mOde. switching mode, accidental surge 

TRANSISTOR TRES RAPIOE,AOAPTE AUX APPL/CA TlONS BASSE 
TENSION: 

GENERATEURS HAUTE FREQUENCE 
REGULATEURS A OECOUPAGE 

COMMANOE DE MOTEURS 

* Possibilites tHevees en courant 
* Mise en conduction et bJocage rapides 

* Aire de securire detinie: en regime lineaire, en regime de commutation 
en regime de surcharge accidentelle 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VAL EURS L1MI TES ABSOLUES O'UTI L1SATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 
Collector-emitter voltage 
Tension CQllecteur-f}metreur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension £Sl!.1 eur.emetteur 
Emitter-base voltage 
Tension emetteur base 
Collector current 
Courant collecteur 
Base current 
Courant base 
Power dissipation 
Dissipation de puissance 
Junction temperature 
Temperature de janction 

Junction..case thermal resistance 
Resistance rhermique jonction.baitier 

50, rue Jean-PIerre Timbaud - B.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel: (1) 78&50-01 Telex: 610560 

R8E=100U 

tp -lOms 

Tease 25°C 

831 

Case 

Boitier 

VCEOsus 

VCEX 

IC.at 

ICSM 

tf (8 A) 

T03 

VC80 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VE80 

IC 
ICM 

18 

Ptat 

tj 

200 V 

250 V 

8A 

45A 

.;; 0,8 /15 

250 V 

200 V 

240 V 

250 V 

V 

15 
A 

20 

A 

120 W 

-65 +200 Oc 

Juillet 1980 1/9 
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*BUX 41 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOVES STA TlOVES 

Collector~emitter cut-off current 
Courant r~siduel collecreur-emett8U,_ 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant njsiduel emetteur-base 

Collector-emitter oreakdown voltage 
Tension de c/aquage collecteur-emetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de c/squage emetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statiqu.e du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-emetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base·~metteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/9 

8 <2%' 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 160 V 

'B =0 

VCE = 250V 
VBE = -1,5 V 

VCE = 250V 
VBE =-1,5V 

tease = 125°C 

V EB = 5 V 

'C =0 

'C = 200mA 

'B =0 
L = 25 mH 

'E = 50mA 

'C =0 

VCE = 4 V 

'C =5A 

VCE = 4 V 

'C =8A 

'C =5A 

'B = 0,5A 

'C =8A 

IS =lA 

'C =8A 

IS =lA 

VCE =135V 
t = 1 s 

VCE = 30 V 
t := 1 s 

832 

Min. 

' CEO 

' CEX 

'EBO 

VCEO(sus) 200 

V(BR)EBO 7 

15 

h21E * 
8 

VCEsat * 

\fBEsat * 

0,15 

'S/B 

'4 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contra ires) 

Typ. Max. 

1 rnA 

1 mA 

5 mA 

1 mA 

V 

V 

45 

0,38 1,2 V 

0,65 1,6 V 

1,3 2 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions dB mesure 

Transition frequency 
VeE =15V 

Ie =lA 
FrlJQuB'lCB tfe. tranfitioo 

f = 10 MHi 

'Turn-on time Ie =8A 
Temps total d',r.bIiUflment Ifig.2) 

IB =lA 

Ie =8A 
'Fall time Ifig.2) IB1 =lA Temps de dkro;SSBnce 

IB2 =-1 A 

Ie =8A 
"Carrier storage time Ifig.21 IB1 =lA 
RBtsrd a IB dflcroiSSBnce 

IB2 =-1 A 

833 

Min. 

fT 8 

td + tr 

t f 

ts 

*BUX41 

IUnless otherwise stated) 
(Sauf indicationscontraires) 

Typ. Max. 

MHz 

0,5 1 !lS 

0,25 O,B !lS 

1 1,7 !lS 

3/9 



BUX 41 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

\ 

\ 
, 

10·;§~nm~a~m.~'§B. 
5~-4--+---~+-+-t+~~--+-~--+-~~~~Hr--+-~--~-+-+~r+~ 

4~-4--+---+-~~1-t++t---+--r--4~+-+-rf~Hr--+--+---+-4-4~~tt; 

3 f- Tease 250C 

____ DC operation 

- Regime continu 
- ____ Pulsed operation 

10·2L-~I~~I~_R~eg_ime~_imp~u_~~~~n~rnd~_~~_~_~~~~LL_~ __ L-_~~~~~~ 
• 5 6 7 8 101 3 4 5 6 7 8 102 • 5 6 7 100 VCE (V) 

4/9 
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*BUX 41 

TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST veEOlsus) Ifig. 1) 

test transistor 
~OHZ 

o-____________ ~t~~~n~$i~$w~'~e~n~re~'~t~ 

horizontal 
horizontal 

le lmA ) 

_______ ,A 
200 I 

RB =100D 

Note: 

O~ 10 V 
+ 

1D 
1W 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point "A". 
Les tensions V CEO sont acceprables lorsque la trace passe au-de/a du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA nON let oscillogrammes) 

90% 

10% 

-t--1H..-tr 
* __ -+..-t off 

's 1 and '82 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Ampl ifier type 134 

~2 

Vee =150V 

RC = 18,5D 

RB =6,8 D 

RC - RB : non inductive resistances 
t~ : Pulse width = 10!1s 

Forme factor < 1 % 
Rise and fall time < 100 ns 

. resistances non inductives 

. Largeurd'impulsion = 10 ps 
Facteurde forme < 1 % 

I 
I 

200 1 

'St et 182 sont mesures avec une sonde Tektronix 
p 6021 et Amplificateur tYpe 134 Temps de mantee etdescenre < 100 ns 

835 

519 



*BUX 41 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

6/9 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de Ia tension 

I C colle re r tlmette r c u- u 
(AI 

16 

~ ,6 __ 

-:::: r::.-~ ~ ,,/ , '" 
~ :::::: ::::.-I--~ J I--- ",A 

t: ::::: -I-- ~ - -- 0,6 ",A 

l~ -- f--~ I--

12 

8 

1/ ,,/ ---I-IB~0,2"'A 

~ 
4 

o 
o 2 3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE{miilimum value; 
Tension col/ecteur-emerteur en fonction de /II' ' 

V CE resistance base emetteur (llaleur minimum) -- .....• 
(VI tease = 25°C IC ";1 mA 

250 
i' 

230 \ 
\. 

\ 
210 -
190 

836 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 

I c ;:J7:;;~C:;::'~~:~ren fonction de la tension 

(AI 

0,8 

T it 
.- -;f",A 

I I 
0,6 

'iMAI 
SmA 

0,4 

I I 
imj 
j'mAI 

0,2 

o 'B=2mA 

o 10 20 30 

h21E 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant IIO//ecteur 

VCE =4 V 

If v ""\ ,'J: 
_ 9 

~c~ \ ./ 

~~ov ~ ~ -9'J: 
~Ob'" , 

~ 
o 

10-1 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

SASE CURRENT VERSUS SASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonerion de la tension base­

Ie emetteur 

IrnA 
6 

4 

101 
8 

IVCE -4V 
0-

I 
0u;{ 

,~o trJlf If; 
~7 II 

I } 

I 
/ I 

II I 
II 

0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation coflecteur-emetteur en 

V CE sa foncrion du courant collecteur t 
IVI 

1,6 

1,2 

0,8 

0,4 

o 

~=8 
IS 

_I 

~ '\25°C 
I---tease .J..I.t"_ 

/ 
/ 0

0 
~{J11 

"'",~~ I I 
4 6 8 

101 

837 

*BUX 41 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonerion de la tension 

iC base-emetteur 

IA 
6 

4 

101 
8 

4 

j VeE 4V 

'l-'i>0C- I---

?:::t:::: 'tca.se ~ 

f= ~",''l-so::: 

// 
tea 

I / 
/ 

I I 
I 

0,4 0,8 1,2 

SASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saruration base-eme.rteur en 

V BE satfoncrion du courant collecreur 
IVI 

~=8 
S 

1,6 

II 

1,2 

,:>oC Id 
«']: 

I--- - '-c'?>4t. ~0 

I---- ,']: 
-r 

0,8 

_i-'" 
,-(,71-4' 

0,4 

o 
4 6~OO 2 4 6~01 2 4 ICIAI 

7/9 



*BUX41 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR· BASE VOLTAGE 
t:.PllcittJ de sortie fin fonerion de I. 

e tension co/It!cteur base 
·22b 
(pFI tcase - 25°C 

4 

..... 
I"-r--

.............. 

I'---

4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 

B/9 

Temps de commutlltion en fonction du 
I 

(~s' 
8 

t oIlecteur cour.n c 

6 

4 

100 
8 

}=B 
B 

"-
Is ......... 

i'-

6 Ion 
.... 

If ........ 

"r-..... '" 
2 

,.... 

4 

10· 1 

o 2 

VCE-150V 

........ 
""'- r-..... 

"" 
I.--- ...... 

r--
l-

4 6 

~ 

./ 
V 

I-' I-' 

8 

r-.... 
L,..-

I---

838 

I 

15 

10 

5 

o 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frlquence ,. tnln.ition en fonerion du 
courant co'lecteur 

VCE =15V 
f = 10 MHz 
tcase = 25°C 

./ 
V "~ 

V 

•.. 

4 6 

TRANSIENT THERMAL RE'SISTANCE D~RATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Fllcteur de ~duction de III ""l6tllnC8 thermique en 

K rIgi~ d';mPlIl,ions 

8 



BUX41 
SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
- During the turn on 
_ During the turn off without negative base-emitter voltage 

and RBE ~ 8 n 

'c r-----r-----r-----r-----r---~r_--_, 
tAl Tj ~ 250C 

15 ~--~----_+----~----,,----t_--~ 

10 I------I-----f """" 

o 50 100 150 200 

FIGURE 1 : Reverse biased safe operating area 
(RBSOA I 

n 50 100 150 200 

25OVCEIV) 

250 VCEIV) 

FIGURE 3 : Forward biased accidental overload area 
(FBAOAI 

Figure 1 :The hatched zone can only be used for turn on, 

Figures 3 and 4 : High accidental surge currents ( I > leM ) are 
allowed if they are non repetitive and applied less than 3000 times 

dUring the component life. 

Figure 3 : The Kellag network ( heavy print ) allows the calcula­

tion of the maximum value of the short-circuit current for a given 

base current 18 (90 % confidence 1. 

Figure 4 : After the accidental overload current, the ABAOA has 

to be used for the turn off. 

839 

IC 
(A I 

15 

10 

o 

--0 
~-------------4L 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
. During the turn off with negative base·emitter voltage 

Tj ~ 1250C 

VSE = - 3 V 

I 

o 50 100 150 25OVCE(VI 

ICSM 
(AI 

50 

40 

30 

20 

10 

o 

FIGURE 2 : Forward biased safe operating area 
( FBSOA I 

Tj .;; l'250C 

VBE = - 3 V 

o 50 100 150 200 25OVCE(VI 

FIGURE 4 : Reverse biased accidental overload area 
(RBAOA I 

Figure 1 : La zone hachuree ne doit dtre utifisee que pour la mise 
en conduction. 

Figures 3 et 4 : De forts courants de surcharge ( I > leM ) sont 
permis s'ils sont non n}petitifs et appliques moins de 3000 fo;s dans 
la vie du composant. 

Figure 3 Le reseau de Kel/og ( trait gras) permet Ie calcul de la 
valeur maximale du courant de court-circuit pour un courant de 
base donne's {90 % de contiance J. 

Figure 4 ! Apres Ie passage du courant de surcharge accidentelJe, 
on doit utiliser i'aire de surcharge accidentelle en polarisation 
inverse pour' 'ouverture. 

9/9 





~, 1HOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

High speed, high current, high po_r transistor 
Transistor de puissance rspide, fort courant 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and ISIB derating 
Variation de dissipation et de IS/8 

100 % -~-y---r---r--" 

75 1-'-+-'1 ...... :1-

50 f----'f--+--

25 1-r-+--+---f"or---1 

o 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITESABSOLUES D'UTILISATION 

Collector·baIe voltage 
T(Jn~;on collecteur-bllse 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur.emetteur 
Collactor-emitter voltage 
Ten.ion collecteur4metteUr 
Collactor ... mitter voltage 
Tension collecteur.emerreur 
Emitter-base voltage 
Tension flmerttJUr-bSIB 

Collector current 
Courant cOl/ecteur 
t581e current 
Courant bllle 
Power dissipation 
DiSliparion de puilsance 
Storage and junction temperature 
Tflm".l'Bture de jonction fit de stockllge 

Junction-e •• thermal resi.tance 
R~'ilt.nce thermiqutl jonction boitief 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.S 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Ttl : (1) 78&50-01 Telex: 61 0560 

RBE=1ool1 

VBE =-1,5 V 

t o =10m. 

Tease 25 DC 

max 

max 

841 

BUX 41N 
NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, TRIPLE DIFFUSE 

VCEO 

IC 

Ptot 

Rth(j-c) 

tf( 12A) 

Ca .. 

Baitier 
T03 (CB 19) 

VCBO 

VCEO 

VeER 

VCEX 

VEBO 

IC 
ICM 

18 

Ptot 

'i 

160V 

18A 

120W 

.;; 1,46 0C/W 

';;O,8~ 

220 V 

160 V 

200 V 

220 V 

7 V 

18 
25 

A 

3,6 A 

120 W 

200 
Tstg -65 +200 °C 

Janvier 1980 1/8 



*BUX41N 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES STA TIOUES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant r~sidutll collecteuf-emllttIJuf 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residue' collectllur-{tmetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant rftsiduel emetteuf-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage co/Jecteur-emetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquag8 emettllur-base 

Static forward current transfert ratio 
Valeur stBtiqU8 du rapport de tfamfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation callecteur-emetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-(/fnetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage , 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 

/j .;; 2% 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 130V 

IB =0 

VCE = 220 V 

V BE =-1,5 V 

VCE = nov 
VBE =-1,5 V 

tease = 125°C 

V EB = 5 V 

IC =0 

IC = 200 rnA 

IB =0 

L = 25rnH 

IE = 50 rnA 

IC = 0 

VCE =4V 

IC =8A 

VCE =4V 

IC = 12 A 

ic =8A 

IB = 0,8 A 

IC = 12A 

IB = 1,5A 

IC = 12A 

16 = 1,5A 

VCE = 100V 
t = 1 s 

VCE =30V 
t = 1 s 

842 

Min. 

ICEO 

ICEX 

lEBO 

VCEO (sus) 160 

V(BR)EBO 7 

15 

h21E* 

8 

VcE,.i 

VBEsat* 

0,27 

IS/B 

4 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1 rnA 

1 rnA 

5 rnA 

1 rnA 

V 

V 

45 

0,5 1,2 V 

0,75 1,6 V 

1,5 2 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES (pour petits signaux.) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Transition frequency 
VeE = 15V 

Fr4quence de transition 'e =lA 
f = 10 MHz 

Turn-on time 'e = 12A 

Temps total d i fJtablis$8ment (fig. 2) 's = 1,5A 

'e = 12A 
Fall time (fig. 2) 'Sl = 1,5A 
Temps de decroiuance 

'S2 = -1,5A 

'e = 12A 
Carrier storage time (fig. 2) '81 = 1,5A 
Retard .t ,. dkro;sunce 

'S2 = -1,5A 

843 

Min. 

fT 8 

td + tr 

tf 

t, 

*BUX 41 N 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Ma.. 

MHz 

0,9 1,3 /1' 

0,4 0,8 /1' 

0,7 1,5 /1' 

3/8 



BUX 41 N 

Ie 
(A) 

7 
6 

5 

4 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

-- -- ---- -r ~- - "', - [':. " --h , , 
"0 ' , 

~OO ~ct;', 6'0\,..;.". : 

, "0 
?~ .... ~~ ... - ..;. ... oJ' "' ... , '~ , "' ... , 

\' .. 101 

, 
"' ~ \ I 

" \ 
\ \ , I 

~ \ \ -,I 

\ \ 
\ 

\ 
{ \ I 

\ 1 

\ \ ; ~ 
\ \ : \ \ 

~ I 
',I 

4 

i , 1 

, "'J " 
10-1 

, 
_ T case 25 0 e 

DC operation 
- Regime continu 
____ _ Pulsed operation 

Regime impulsionnel 
10-2 I I I I I II I I I 

4 5 6 78 101 4 5 6 7 8 102 

4/8 

844 

4 5 6 7 

veE (V) 



TEST CIRCUIT 
MONTAGE OE TEST VCEO(sus) (fig. 1) 

~OHZO--_~~ test transistor 
transistor en test 

RB =100D 

Note: 

0+ 10 V 

1D 
1W 

horizontal 
horizontal 

IC (mA) 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point "A". 
Les tensions V CEO sont acceprables lorsque la trace passe au-deja du paine A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TIDN let oscillogrammes) 

+ 

i r----!-.. !90 % 

IS1 and 182 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 

~2 

30 V 

2,SD 

3,9D 

RC - RS : non inductive resistances 
tp : Pulse width ~. 10 j1S 

Forme factor ~ 1 % 
Rise and fall time ~ 100 ns 

resistances non inductives 
Largeur d'impulsion = 10 ps 

Facteur de forme ~ 1 76 

*SUX41N 

181 et f 82 sont mesures avec une sonde Tektronix 
p 6021 et Amplificateur type 134 Temps de mon ree et descenre ~ lOOns 

SIB 

845 



*BUX41 N 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

618 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de 18 tension 

IC lie I! CO cteur· merteur 
IAI 

16 
~A~ I-

./ l-:::: ~ l-
i/ ::::-~ V ~~ 

po 
--- IIOQ"'p.. 

Iv t::-V ... I-~p.. J......-- I--

12 

If;:. V "... 
l-I--

;.::::;:; AOO(p.. 

r/ V 
I-I--~~"'p.. s-

1 V 
p 

J 

8 

4 

rT 
o 
o 2 3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSU6 
SASE-EMITTER RESISTANCE(minimum value) 
Tension collecteur-emetteur en fonction de la 

V CE resistance base emetteur (valeur minimum) 

IVI 

230 

210 
....... r-, 

~ 
'\ 

190 

[\, , 
~25Oc 

170 

0 I T 

846 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecreur en fonction de 18 tension 

u Ie collecteur emette r 
ImA I 

-~ 
I--

3,S"'p.. 

7' 

lk-I----- l.S~A 

400 

300 

200 I---- I---- JA 

V- I 
1,5mA 

100 
, mA 

Ie _0,5 mA' 

o 
o 10 20 30 

160 

120 

80 

40 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur starique du rapport de transfert direct du 

t fI t' d n couran en one Ion u courant co eerNT 

h 
VCE =4 V 

~I I-~ 
;1 1\ 

Vb> \ 
r- ",' r-- ./); 

"f/ 
, 

V 

" 
~ 

o 
10- 1 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE·EMITTER 
VOLTAGE 
Cou,.nt IMIII en fonction de fa .nlion "".. 

IB _tMu, 
IrnA 

S 

4 

VCE .. V 
"/ 

W-

I 
Ii 

~; Ii 'Xl 
- - ~~ ) 

I 

I II 
II II 

0,4 O,B 1,2 

COLLECTOR· EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
rflnlion dlllIJtu,.tion CO'.ctsur-lmetteur M 

V CE 18 !onerion du cou,.nt collllcteur , 
IVI 

~=B 
B 

1,6 

1,2 

O,B I 

/ 
~ ",~~:l1Vi 

tcaso..L. ~;I II 
0,4 

o 

847 

*BUX41 N 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
CourlllJt collecteur tin fonction de • ten,;on 

Ie IMltNlmetteur 

IA 
e 
I 

4 

2 

2 

VCE 4V 

~ ->-
~ 

.fJ/I 
~(c> - r- Ii rJ,1C 

" Ii - r-~·t I 
~~ 

II I 

II 

0,4 O,B 1,2 

BASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 

V BE sati:::r::n c:u ':':u':!c;n ::::::tteur en 

IVI 

·1,6 

I II 1;=8 
'I 

1,2 

/ 
- ~'lI'>0C ..... ;f 

-M111/ 
O,B 

0,4 
=~oc 

1°"'1 r 
o I 

_ 11 ... 8 2 4 418 2 4 
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*BUX41 N 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

8/8 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR·BASE VOLTAGE 
Capac;r" de sortie en fonction de III 

C22b ten,ion collecteur bale 

tcase=25OC (pF) 

6 

4 

2 

8 

6 

t 
110'51 

8 

6 

4 

4 

2 

........... 
..... r-. 

I"-..... r-...-

2 4 4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temp! de commutation en (onetion du 

'lUftcoilectrlUT coo, 

VCC"30 V 

IC 
16=8 

, 
~ t on-

"-"- ,/ V 

1/ ::::.. --1-

~ I--- ~ 
> :::::: 

o 4 8 12 16 

848 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
FrlqutJnCIJ dB tran,ition en fonction du 

fT . courant colleeteur 

VCE -15V (MHz ) 

15 

10 

5 

o 

f = 10MHz 

t~=2/ f-r\ 

I i\ 
V _\ 

4 6 

TRANSIENT THERMAL RE'SISTANCE O~RATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 

. Fae"ur de ~duction de I. rI'/'tance thermique en 
K r4gi~ d';rrr.JJulliom 

aH-H-+-l-+ 

+-



~, lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEUAS DISCRETS 

Hig" speed, higil current. high power transistor 
Transistor de puissance rapide, fort courant 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d#amplification et de commutation 

lJissipation and ISIB derating 
Variation de dissipation et de IS/B 

100% 

75 

50 

25 

o 
50 100 150 Teas.(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 

VAL.EURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension coJlect8ur-bsse 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur.emerreur 
Collector~mitter voltage 
Tension collecteur.emetteur 
Collector -emitter voltage 

~ Tension collecteur.emetteur 
Emitter-base voltage 
Tension emetteuf-bQ8 
Collector current 
Courant collecreur 
Base current 
Courant base 
Power diSSipation 
DiSSipation de puissance 
Storage and junction temperature 
Temperature de jonction et de stackage 

Junctipn-case thermal resistance 
Resistance thermique jonctian boitier 

50, rue Jean'Pierre Timbaud - B_P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
161: 11178850-01 Telex: 610560 

RBE= 100 [), 

VBE =-1,5V 

to =10ms 

Tease 25 oC 

max 

max 

849 

BUX 42 
NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

VCEO 250 V 

ICM 15 A 

Ptot 120W 

Rth(j-c) .;; 1,46 0C/W 

VCEsat (6 A) .;; 1,6 V 

tf (6 A) .;; 1,21's 

Case 
TO 31 CB 19) 

Boitier 

B 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 
ICM 

IB 

Ptot 

tj 
T stg 

300 V 

250 V 

290 V 

300 V 

7 V 

12 
A 

15 

2,4 A 

120 W 

200 
-65 +200 °c 

Janvier 1980 1/8 
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BUX42 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOUES STA TlOUES 

Collector·emitter cut~off current 
Caul'llnt rhidu.' collecteur04msttflUr 

Collector-emitter cut-off current 
Courant rtlsidulJ' collectsuT-emBtteur 

Emitter·base cut-off current 
Courant rn,.duel tfmetteur-blJ. 

Collector-er:nitter breakdown voltage 
Tension" c/aqu.ge coIIeCtf/ur-emtltrtlUr 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
renlion de claque,. tfmBtteur-"'" 

Static forward current transfer ratio 
Valeur StlltiquJI du ,.."port de trltn,fert 
dirtlet du CQUrllfJt 

Coltector-emitte"r saturation voltage 
Tension de $IIwration colJecttlUr4metteur 

Base-emitter saturation voltage 
Ttm,;on dII satur.tion bII .. -4mt1tfflUr 

Second breakdown collector current 
Courant COlItlCr.UT de second claqullftll 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 

b "2% 

tease ':' 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 200 V 

IS =0 

VCE = 300 V 
VSE = -I,5V 

VCE = 300 V 
VBE =-1,5 V 

tease = 125°C 

VES = 5 V 

'C =0 

IC = 200mA 

'S =0 
L =25mH 

'E = SOmA 

'C =0 

VCE = 4 V 

'c =4A 

VCE = 4 V 

'c =6A 

'c =4A 

's = 0,4 A 

'C =6A 

'S = 0,75 A 

'C =6A 

'S = 0,75 A 

VCE =135V 
t = 1 s 

VCE = 30V 
t = 1 s 

850 

Min. 

'CEO 

'CEX 

'ESO 

VCEO(sus) 2SO 

V(SR)ESO 7 

15 

h21E * 
B 

VCEsat * 

VSEsat * 

0,15 

'SIS 

4 

(Unless otherwise stated) 
(Saul indications contraire,) 

Typ. Max. 

1 mA 

1 mA 

5 mA 

1 mA 

V 

V 

45 

0,33 1,2 V 

0,5 1,6 V 

1,2 2 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions eM mesuI'B 

Transition frequency 
VeE = 15V 

Ie =IA 
Fr~.lJce t/!J. rfllPfition 

f = 10 MHi 

. Turn-on time Ie =6A 
Temps toral d',rabli,l/IImem (lig.2) 

18 = 0,75 A 

Ie =6A 
'Fall time (fig. 2) 181 = 0,75 A 
remps de dkroiuance 

182 = -0,75 A 

Ie =6A 
'Carrier storage time (lig.21 181 = 0,75 A 
Retard B IB dkro;ssance 

182 = -0,75 A 

851 

Min. 

IT 8 

td + tr 

~ 

t, 

*BUX42 

(Unless otherwise stated) 
(SBuf indic8tionscontrai,es) 

Typ. Max. 

MHz 

0,45 1 1.1' 

0,7 1,2 1.1' 

1,35 2 1.1' 

3/8 



BUX 42 

IC 

(A) 7 

6 

5 

4 

101 

4 

8 

4 

10-1 

4 

10-2 

4/8 

'\. 

T case 25 0 C 

DC operation 
Regime continu 

---- Pulsed operation 
Regime impulsionnel 

100 4 5 6 78 101 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

" " ~, ~ ~,:I'o " ... 
~~ ~~ ~~ 

'" "-
~ 

"' 
, 

\ 

\ \ 

\ , , 
\ 

, 
\ 

" " ':0 1 
" I 

-'I.-~"'I I 
~qj , 

" ~. 

" '-: 
\ I 

\ , 
\ I 

\ \ \1 
\ \ \I 
\ , i 

I 
\ I 

I 
'I 

'. 'l 
\ \ I 

, I 

\ \ I 
" I 'I 

~ 
, I , I 

~ 
,I ., 

4 5 6 7 8 102 

852 

4 5 6 7 

VCE (V) 



TEST CI RCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEO(sus) (fig. 1) 

Note: 

~OHZQ---~ test transistor 
transistor en test 

RS = lOOn 
o~ 10 V 
+ 

In 
lW 

horizontal 
horizontal 

IC(mA) 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above pOint "A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque la tface passe au-de/a du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2) 

VCC 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTATION (etosc;lIogrammes) 

" ~ ~ ~ 8 
S ~ 
.l! e 
0 ~ 

u 8 

181 and 182 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 
'87 et 182 sont mesures avec une sonde Tektroni)( 
p 6021 et AmplificateUr tvnp 1.14 

853 

.5600 11F 

VCC=150V 
RC = 25 n 
RS = 8,2n 

RC ~ RB : non inductive resistances 
tp : Pulse width = 10 I1s 

Forme factor =s;;;: 1 % 
Rise and fall time .;; 100 ns 

. resistances non inductilles 
: Largeurd'impulsion = 10 J.IS 

Facteurde forme ~ 1 % 
Temps de mantee etdescente ~ 100 ns 

BUX42 



BUX42 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES TYPIQUES 

6/8 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 
Cou",nt collecteu, en fonction de ,. ten,ion 

Ie 'collecteur-tlmetteur 
(AI 

8 

6 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE·EMITTER RESISTANCElminimum valuel 
Ten,ion collecteu,..tlmetteur en fonction • III -

VeE ff· r: ctI bIIlfI .".ne (valeur minimum) ,., ." an ur 
I (VI tease - 2SOC 

310 

..... 
290 

[\ 

270 
\ 

i\ 

250 
......... 

COLLECTOR CURRENT VE RSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 

Ie ;,o::e",;t c::.:::n fonction de ,. tension 
cu· 

(AI 
~ 

,.... 
6J 

" 0,8 - roo-

sL .. --0,6 4mA-r--

r 
0,4 

3mA r--
I 

0,2 ~mA 
IJ II 

o I 
o 10 20 30 

h21E 

150 

125 

100 

75 

50 

25 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
V./eur 't8tique du rapport de tr"Mlen dirw:t du 
cou,."t lin fonerion du courant ."I/ecteur 

~. 

tfJ;' ~ 
1/' h 

f \ 
/ \ , 

~ 

~ 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE·EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonction de /a tension bBS6-

18 t1metreur 

(mA VCE 4V , 
8 

4 

4 

I 
VI 

il ~ 
f--~-~~ ~ ~ ... lj ... 6 

I II 
II 

0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-hnetreur en 

V CE sa fonction du courant collecteur 1 
(VI 

~=8 
'B 

u 
1,6 8, u 

~ 8, 
N 

II II 

~~ ~ 
~B 1,2 

0,8 

I 
1/ 

/~ 
0,4 

'"" ~ o 
4 68 2 

101 
4 

855 

*BUX42 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Courant co/meteu' en fonctian dB /. tension 

IC~m.tteu, 

(A 
6 

4 

I VCE 4V 

~ 

.A 

f;/? 
f---q~ ~4' u 

~ - /J- ~ - 1/ 

~ 
~u 

0,4 0,8 1,2 

BASE·EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension dB saturation base-eme.tteur en 

Vee satfonction du courant co/leereur 
(VI 

.!k=8 
Ie 

'1,6 

1,2 

" ,,>oC ~ 
f--~ '# 

0,8 

0,4 
~C ",' 
r-r"1 

o 
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9UX42 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR·BASE VOLTAGE 
c.pacit~ de sortie en fonction de III 

ro tension collecreur-base 
"'22b 
IpF) 

6 

4 

..... ...... 

I'-..... ........ 

4 

4 

..... ,.... 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 

8/8 

t 
I~s) 

8 

6 

4 

4 

Temps de commutation en fonction du 
courant coJ/ecteur 

~=8 VCC-150 V 

Ie , 
" r"-
~ ....... r-
tf_ -

V 
..... ".'/ ton )K r- ......... V 

2 4 6 8 

B56 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fr«JuenCtl de trllnsition en fonction du 

fT . courant collflcteur 

t case - 25°C IMHz ) 

15 

10 

5 

o 

VCE =·15 V 

-,/ I-.... 

/ .. ,,~ 
/ 

4 
IC IA) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE D~RATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de reduction de ,. f"fIslstance thermique en 

K r4giffl!l d';mPlilsiom 

8 H-H-t--jl-t-i 



~~ THO,.,SON-CSF 
DIVISION SEMICONOUCTEURS OISCRETS 

High speed, high currant, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, fort courant 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d"amplification et de commutation 

Dissipation and ISIB derating 
Variation de dissipation et de ISI8 

100 % .... ~.--r------,r------, 

75 

50 

25 

o 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-bas8 voltage 
Tension coIlBCMur-b8M1 
Collector..emitter voltage 
Ten,ion collecteur-4merreur 
Collector-emitter voltage RSE=loon 
Tension collecreur.emetteur 

BUX43 
NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DI FFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUS£ 

/ 

VCEO 

ICM 

Ptot 

Rth(j-c) 

VCEsat (5 A) 

tf (5 A) 

Case TO 3 (CB 19) 
Baitier 

S 

VCSO 

VCEO 

VCER 

325 V 

'2A 

120,W 

';;',46 oC/W 

';;',6 V 

';;',2J.1S 

400 V 

325 V 

360 V 

Collector-emittar voltage 
VSE=-1,5V VCEX 400 V 

Tenlion collecteur-IJmetteur 
Emitter-base voltage 
Ton,ian ~m.tt.ur-b_ 
Collector current 
Courant coJ/ecteur 
Base current 
Couran t base 
Power dissipation 
DisSipation de Duissance 
Storage and junction temperature 
TempArarure de joncr;on er de stockage 

Junction-case thermal resistance 
Res;srance therm;que joncr;on bo;t;er 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 
F-92403 Courbe\loie Cedex FRANCE 
Ttl: \11 788-50-01 Telex: 610560 

tp=10ms 

T case 25 DC 

max 

max 

857 

VESO 7 V 

IC 10 
A 

ICM 12 

IS 2 A 

Ptot 120 W 

tj 200 DC 
Tstg -65+200 

Janvier 1980 118 



BUX 43 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTER/STIOVES STA TlOVES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant rlsiduel collecteur-tJmettflur. 

Collector-emitter cut-off current 
Courant r6siduel collecteur-4mstteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage coJlecteuf-emetteur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage emerteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation coJlecteur-emetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation bBse-emetteur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second c/aquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 

8 ';;2 % 

tease ~ 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE=260V 

IB =0 

VCE = 400 V 
VBE = -1,5 V 

VCE = 400 V 
VBE = -1,5 V 

tease = 125°C 

VEB = 5 V 

IC =0 

IC = 200 rnA 

18 =0 

L = 25rnH 

IE = 50 rnA 

IC =0 

VCE = 4 V 

Ie =3A 

VCE = 4 V 

IC =5A 

Ie =3A 

IB = 0,375 A 

IC =5A 

IB =lA 

IC =5A 

IS =1A 

VeE = 135 V 
t = 1 s 

VeE =30V 
t = 1 s 

858 

Min. 

ICEO 

ICEX 

lEBO 

VCEO(sus) 325 

V(BR)EBO 7 

15 

h21E * 
8 

VCEsat * 

VBEsat * 

0,15 

IS/B 

4 

(Unless otherwise stated) 
(Sau' indications contraires) 

Typ. Max. 

1 rnA 

.. 
1 rnA 

5 rnA 

1 rnA 

V 

V 

{?O 

0,3 1 V 

0,5 1,6 V 

1,2 2 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small si!jnals) 
CARACTERISTIOUES D YNAMIOUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Condition. de mesure 

Transition frequency 
VeE = 15V 

FrlQue"cs t/!J.trlllt,itiOf) Ie =IA 
f = 10MHz' 

. Turn-on time Ie =5A 
Temp. rota'd'flr.bIiU/lmllM (fig. 2) 

'8 =IA . 
Ie =5A 

'Fail time 
Temps ,. d4croissance (fig. 2) '81 =IA 

'82 =-1 A 

Ie =5A 
-Carrier storage time (fig. 21 '81 =IA 
Retard" M dkro;l$IIncs 

'82 =-1 A 

B59 

Min. 

'fT 8 

td + tr 

'It 

ts 

BUX 43 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indic.tions contr.ires) 

Typ. Max. 

MHz 

0,45 1 IlS 

0,6 1,2 IlS 

1,5 2,2 IlS 

3/8 



BUX 43 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

4~--+--+---1--+-~~~~+---+--+---1--+-~~~~~--~-+---+--+-~~~~ 

10-2 

4/8 

I- T case 25 °C 

____ DC operation 
- Regime continu 
_ ____ Pulsed operation 

Regime impulsionnel 

100 4 5 6 7 BIOI 4 5 6 7 4 5 6 7 B 102 
VCE (V) 

860 



*BUX43 

TEST CIRCUIT 
MONTAGE DE TEST VCEOlsus) Ifig. 1) 

~o Hz o-----"'=.!!!llf test transistor 
transistor en test 

horizontal 
horizontal 

IC 1mA) 

_______ -,A 
200 I 

RB =100r1 

Note: 

0+ 10V 
+ 

1r1 
1W 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above pOint "A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque /a trace passe au-de/B du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) Ifig.2) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON let oscillogrammes) 

+ 

IS1 and '82 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Amplifier type 134 

Vee = 150V 

RC 30 r1 

RB = 6,8 " 

RC - RS : non inductive resistances 
tp : Pulse width = 10 /JS 

Forme factor ~ 1 % 
Rise and fall time ~ 100 ns 

.- resistances non inductives 
. Largeurd';mpulsion = 10 ~ 
Facteurde forme :so;;; 1 % 

I 
I 

3251 

IS1 et '82 sont mesures avec une sonde Tektronix 
p 602 1 ef Amplificareur type 1.14 Temps de monree etdeSt;ente ~ 100 ns 

861 

5/S 



BUX43 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

6/8 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de Is tension 

'C . ,/0 I co creur· merteur 
(A) 

8 

~--\e.<f?\7.~ 

~ p-~- :.,....-s()Q",A _ 

Jf/ ~ ~-pt;;"~ ~ 
It ;....- ~ -,...... 

J~ ~ 

~ ~ ~ -:~I~b. LV -, 
V 

10-1"'"'" 

6 

4 

2 Y 

o 
o 2 3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE·EMITTER RESISTANCE(minimum v.rue1 
Tension collecteuf-emetteur en fonction de Is -

VeE resistance base-emetteur (va/tlur minimum) 
(V) 

tease = 25°C 

420 

380 "-
....... 

........ 
340 -I--

300 

4 

862 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 

Ie ;,or';;;~~:,:~::,en fonerion de III r.n,ion 

(A) ~ 

I 
·0,4 4mA 

I----
0,3 

3mA 

0,2 

2~A 
0,1 

181=1 rnA 

o 
o 20 40 60 

h21E 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur 'tatique du rapp(Jft de transferr direct du 
counnt en fonction du courant tJOlfecteur 

veE =4V 

/ 1\ 
II ~ 

OV / 
/ 

r-~ .,,~~o 
r- ~~ &' 

>/ q 

V / ~~ ~ 

V V I " 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE·EMITTER 
VOLTAGE 
Courant ba_ en lonerion dela tension bale· '8 ImtIrreur 

IrnA I VCE 4V 
~ . 8 

• 't" 

I 
111 

r--- r---

~~' 
~! ~J. J 

I 

1 
I , 

-'--
0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tenlion dII lllru1l1tion co'''ctflur-4mflttflur en 

Vee sa fonction du courant collflcteur • IVI 

~=5 

1,6 

1,2 

0 

~ 
/I 0,8 

1 !&" 
"IJ 

~ 7# .. L 
0,4 

° 

863 

BUX43 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Cou, .. r colleeteur en foncrion de III ten,ion 

i C lMlfHlmetteur 

) VCE IA 
6 

4V 

4 

10'1 
8 
8 

• 
2 

2 

/ V 
:::= ~}, 
- r-I!J/-if - ,,~ 

/I 

- }r } 

0,4 0,8 1,2 

BASE·EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de lllru,.t;on ",,,""'tteur en 

VBE .. ~ . du onerlOn courlltrt collectflUr 
IV) 

IC I. 
1':'= 5 

B 

-1,6 

1,2 

II 
/, ~ 

t = 25°C -" ,/ 
ca .. 

0,8 

,..-=125°C _ ~ 

I 
0,4 

° 

, 

• ICIAI 

7/8 



BUX43 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

818 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
CapBcire de sortie en foncrion de la 

C22t. tension col/ecteur-base 

(pFI 

6 

4 

6 

4 

f- tease = 25°C 

...... 
~ 

............. 
I'.... 

..... ,... 

4 4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 

nr collecteur coura 

f=B -
B _ 

" 
VCC=150V 

" TeaSe = 250 C 

r--.. 
I'. ..... t, 

I 

...... tf 

I / 
........ / ton 

> V 
i--'" 

V 
r---.. -

2 4 6 .8 

864 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frequence de transition en fonction du 

fT 'courant coJlecteur 

(MHz I 

15 

10 

5 

o 

VCE =15V 

tease = 25°C 

/' 
"... 

'\. 
/ \ 

/ 

V \ 
\ 
\ 

IC(AI 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE O~RATING 
FACTOR UNOER PULSES CONOITIONS 
Facteur de reduction de 18 resfstance thermique en 

K regime d';mDulsions 

8 

10-1 

-JLSL 
tp T ~.~~,._ 

1 0-2 LC2:--:-"----c':---:--'-':--~L--:;-__:5~----;;2:-0;-' 
10-5 10·' tpls) 



~ ntOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

High speed, high current, high power transistor 
Transistor de puissance rap ide , fort courant 

Switching and amplifier transistor 
Transistor d'amplification et de commutation 

Dissipation and ISIB derating 
Variation de dissipation et de ISIB 

100 % ........ -,--,--,----, 

75 I--,--t-''''''d--

50 f--L-+--

25 f--~+--+-----r.;---I 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LI MITES ABSOLUES D'UTI LISA TION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emerteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur.emetteur 
Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 
Collector current 

Courant collecteur 
Base current 
Courant base 
Power dissipation 
Dissipation de puissance 
Storage and junction temperature 
Temperature de jonction et de stDckage 

Junction.case thermal resistance 
Resistance thermique jonction boitier 

50, rue Jean·Pierre Timbaud· 8.P.5 
F·92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel: (1) 788-50·01 Telex: 610560 

RBE~100n 

VBE ~-1 ,5 V 

t~ = 10 ms 

T case 25 DC 

.max 

max 

865 

BUX 44 
NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

VCEO 

ICM 

Ptot 

Rth(j-c) 

VCE,at (4 A) 

If (4 A) 

Case 

Boitier 
TO 31 CB 191 

VCBO 

VCEO 

VeER 

VCEX 

VEBO 

IC 
ICM 

IB 

Ptat 

tj 

400 V 

10 A 

120W 

.; 1,46 0C/W 

';2V 

.; 1,2 IlS 

450 V 

400 V 

440 V 

450 V 

7 V 

8 
10 

A 

1,6 A 

120 W 

200 
Tstg -65+200 °c 

Janvier 1980 1/8 



BUX 44 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTlaUES STA TlaUES 

Collector-eminer cut·off current 
Counmt 'Hidufll colltlcreur-,,,,.tr.u,_ 

Collector-emitter cut-off current 
Couf7Inr midu., collecr.ur-ltnetreuf 

Emitter·base cut-off cUrrent 
Couf'IInt midueilmetDlUr-/»M 

Collector-e."iner breakdown voltage 
Tension de clilqu..", coi/ecteur4mett.rIUr 

(fig. 1) 

Emitter·base breakdown voltage 
Tension '* claque,. ImfIttrlur-bN8 

·Static forWard current transfer ratio 
V./tlur .t6r1qus du nlPP0rt de tnns'",t 
direct du c~!?Int 

Collector·emitter saturation voltage 
Ten.;on de SlItut'llrion collflcteur4mstreur 

Base.-emitter saturation voltage 
T."sion de utul7lrion bue-4mtltteur 

Second breakdown collector current 
COUf71nt collflcteur de lecond claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 

6';;2 %' 

Test conditions 
Cont/itions rh millUf'fI 

VCE =320V 

'B =0 

VCE = 450 V 
VBE = -I,5V 

VCE = 450 V 
VBE =-I,5V 

tcase = 125°C 

'VEB =5V 

IC' =0 

IC = 200mA 

IB =0 
L =25mH 

IE 
, 

=50mA 

IC =0 

VCE = 4V 
IC =2A 

'VCE = 4 V 

IC =4A 

IC =2A 

IB =O,25A 

IC =4A 

IS =O,BA 

IC =4A 

IB =O,BA 

VCE =135V 
t = 1 s 

,VCE =30V 
t = 1 s 

866 

Min. 

ICEO 

ICEX 

lEBO 

VCEO(sus) 400 

'V(BR)EBO 7 

15 

h21E * 
B 

VCEsat * 

"BEsat * 

0,15 

'IS/B 

4 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indic.tions cont,..;,.,) 

Typ. Max. 

1 mA 

1 mA 

5 mA 

1 mA 

V 

V 

45 

0,24 1 V 

0,36 2 V 

1 2 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

-

Transition frequency 
VeE = 15V 

Freouence r:te. transition 'e =lA 
i = 10 MHz 

Turn-on time 'e =4A 
Temps total d'etablissemen. (fig. 2) 

'S =0,8A 

'e =4A 
Fall time (fig. 2) 'Sl = 0,8 A 
Temps de dtkroissance 

'S2 = -0,8 A 

'e =4A 
·Carrier storage time (fig. 21 'Sl = 0,8 A 
Retard B /8 dt!!croissance 

'S2 = -D,S A 

867 

IT 

td + tr 

t f 

t, 

Min. 

8 

BUX44 

(Unless otherwise stated) 
($auf indications contrairesJ 

Typ. Max. 

--f------

MHz 

-----

0,4 1 115 

0,65 1,2 115 

1,7 2,5 115 

3/8 



BUX 44 

IC 

IA) 
7 

5 

4 

3 

101 

100 

4 

10-1 

I 
T case 

I 

I 

i 

I I 
i I 

I I 
25 DC 

I 1 

DC operation 
Regime continu 

---- Pulsed operation 

10-2 I 1 
Retm, im('utl~ni/l 

100 4 5 6 78 101 

4/6 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

7 
70,,-- ?oJ' 

70 

'~J' 
?o' '~OO-' ~$O' I'.. J' 

?~~(, '" ' ~.r 
\ \ -YJ' 

I 

\ ~ , , 
I 

\ , , 
I 

1\ \ 
, , , , 

\ , \ I 
\ , I 

\ I, 
\ 

, , 
\ " \ , 

"'- I', " 
l'. 

, 
" 

" 
" 

I 

--

4 5 6 7 8 102 

868 

4 5 6 7 

VCE IV) 



BUX 44 

TEST CIRCUIT 
MONTAGE OE TEST veEOlsus) Ifig. 1) 

test transistor 
~OHZ 

~ ____________ ~t~~~n~,,~st~o~r~en~re~st~ 

horizontal 
horizontal 

Ie ImA) 

_______ ,A 

200 I 

RB =100n 

Note; 

0+ 10 V 

1H 
1W 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point" A". 
Les tensions V CEO sont accep tables lorsque la trace passe au-de/a du point A. 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) Ifig.2) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE COMMUTA TlON ret osc;lIogrammes) 

.I B1 

-'------ -----r--.,..-_ 

IS 1 and 182 mesured with Tektronix probe 
P 6021 and Ampl ifier type 134 

.Jl2 

'ICC 

~5600/lF 

Vee = 150 V 
Re 37,5 n 
RB 8,2 n 

RC - RB : non inductive resistances 
Ip : Pulse width = 10 I1S 

Forme factor ~ 1 % 
Rise and 1all time ~ 100 ns 

. resistances non inductives 
Largeur d'impulsion = 10 pS 

Facteur de forme ~ 1 % 

I 
I 

400 I 

I B 1 et' 82 sont mesunh avec une sonde Tektronix 
p 6021 et Ampfificareur r'mp 1.74 Temps de mantee et descente ~ 100 ns 

869 
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BUX44 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

6/8 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant co//eeteur en fonction de la tension 

Ie 'ol/e te r emetteur c c u-
IAI 

8 

6 

4 

2 

o 

~ -:::: :::: ;:: 
f::::: ::::: ::::: ~ :::: -¢ 

,.... 
/ - ..--

~ ::::: -~ ~ ;;;;-~ -- a,s" -, :::-I---~ -~ i--.-
0 4 " ~ 

(; ,/ --,.... 
-~ ~ k I--

V -- \s- , ,.. 

o 2 3 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE(minimum v.rue) 
Tension collecteur-emetteur en fonction de la -

VeE resistance base emetteur (valeur minimum) 

IVI tease = 25°C 

500 

'" 480 
~ 

460 

1\ 
\ 

440 

420 

"r--400 

4 

870 

IC 
ImAI 

0,4 

0,3 

0,2 

0,1 

o 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de /a tension 
collecteur-emetreur 

./ ~" 
/' H;;f 
C-
~~ 

~ g;f' 
-I 1 

f-" F'ymj 
2(AI 
\5mj 
ynAI 

If =[,5 mj 
o 20 40 60 

h21E 

120 

100 

80 

60 

40 

20 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur star;que du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant tIOllecteur 

VCE =4 V 

;r 
I 

V /" ~ 
-~ \\ // V if 
_ ..... " r:Jv 

\~ / /): 
7"'-'0# 1 

II '1~ 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant balle en fonction de Is tenlion base-

IS 4metteu,' 

(rnA 
S 
I VCE 4V , 

4 
", 

III 

~ Vr,u 
Ii Ie 

" I--I--

r-~~I J I--f--

I I 

0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation colleCleur-knetteur en 

V CE sat foncrion du courant col/ectBUr 

(VI 

.f=5 B ~4+~~+4H1--t-4+~ 

1,6 ~+--t-t+1~t-+--t-+l--t--ttIH-l 

1,2 I-+--+-+-If+--+--H+l---I-*I-H 

0,8 I-+--+-+++-+---+-+-I+--+--I-f+-H 

I, 
0,4 1--l-++t+--+-t-+++---1f-/Ht-j--'v.-H 

125°C / j /~~tr° -....-tcase ~ 

~" .. ."I o 
4 

871 

BUX44 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Cour.nt colleeteur en fonerion de!IJ tension 

Ie base-4mlltteur 

I VCE (A 
6 

4 

1O.~ 

4 

4V 

~ 
~ 

T ¥"' oCJ 

~,," lilt; 

~! 
I 

I 

I 

0,4 0,8 1,2 

BASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 

V Tension de saturation base-eme.rteur en 
BE sa (oner/on du courant colleeteur t 

(VI 

~=5 
B 

1,6 

1,2 
I-

'l'iPC 
/'1 7 

~~ ./ 
0,8 

- ~ '" 'ox -~ II"'"I 
0,4 

o I 
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BUX44 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

8/8 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacire de sortie en fonction de /a 

<=22 tens '0 o/le te ba b- ' n C C Uf- se 

(pF I 

4 

4 

t 
(~sl 

B 

4 

tease = 25°C 

..... 
t-..... 

1'-", 
-..... 

r..... 

4 4 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 
courant collecteur 

VCC=150V 

~=5 Tease = 250 C 

B 
I 

r---ts 
i'-t--r-

r-l-

V't- p 
1/ 

K V 
V 

..... V 

T 
2 3 4 

I-

872 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frequence de transition en fonction du 

fT . courant co/Jecteur 

(MHz I 

15 

10 

5 

o 

VCE =15V 
f = 10 MHz 

tease = 25°C 

/'" ........... 
V 

1\ I 

/ \ 
17 \ 

IC(AI 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de reduction de la resistance thermique en 

K regi~ d'itpPlI/s;ons 

10-1 

2 5 2 
10.5 10.4 



~~ ntOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEUAS DISCAETS 

High speed, high voltago, switching transistor 
Transistor de commutation rapide, haute tension 

Dissipation and ISIB derating 
Variation de dissipation et de ISIS 

100% 

75 

50 

25 

o 
50 100 150 T caso(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 
Collector~mitter voltage 
Tension collecteur.emerMur 
Collector-emitter voltage 
Tension co/lecteur.emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur..emetteur 
Emitter-base voltage 
Tension t1metteur-base 
Collector current 
Courant collecteur 
Sase current 
Courant base 
Power dissipation 
Dissipation de puissance 
Storage and junction temperature 
Temperature de jonction et de stockage 

Junction .case thermal resistance 
Resistance thermique jonction boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - 8.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Ttll : (1) 788-50-01 Telex: 610560 

ABE = 100 a. 

VBe =-1,5V 

tp=10ms 

Tease 25 DC 

max 

873 

BUX45 
NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED 

TRANSISTOR SILlCIUM NPN, TRIPLE DIFFUSE 

VCEO 500 V 

IC 5A 

Ptot 120 W 

Rth(j-c) .; 1,46 0C/W 

VCEsat (2 A) 

tf (2 A) 

Case 
TO 31 CB 19) 

Boitier 

';2V 

.; 1,2/.1-5 

~~ 
E 

B 

VCBO 500 

VCEO 500 

VCEA 500 

Vcex 500 

VeBO 7 

IC 5 

ICM 7 

IB 1 

PtOt 120 

t; 200 
Tstg -65 +200 

1,46 

V 

V 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

°c 

. 

Janvier 1980 1/8 



BUX45 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES STAT/OUES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant ",idu.' coll#ct8ur~mBt~r_ 

Collector-emitter cut-off current 
Courant "'$J'due' colltlCUur-emetteur 

Emitter~base cut-off current 
Courant ,',idu.' tlmertflur-ba. 

Collector·eminer breakdown voltage 
Tension dfl c/aquage collBcteur-knettflur 

(fig. 1) 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claque,. emett8ur-bBSlI 

Static forward current transfer. ratio 
Valeur statiqus du rapport de transfert 
direct du courant 

COllector-emitte'r saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-emetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de sBWration base~mett8ur 

Second breakdown collector current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 

tease ~ 25°C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

VCE = 400 V 

IB =0 

VCE = SOOV 
VBE = -1,5 V 

VCE = 500 V 
VBE = -1,5 V 

tease = 125°C 

'VEB = 5 V 

IC =0 

IC = 200mA 

IB =0 

L = 25mH 

IE = 50mA 

IC =0 

'VCE =4V 

IC = 1 A 

'VCE = 4V 

IC = 2A 

IC = 1 A 

IB = 0,125 A 

IC =2A 

18 =0,4 A 

IC =2A 

18 = 0,4 A 

VCE =135V 
t = 1 s 

VCE = 30 V 
t = 1 s 

874 

Min. 

ICEO 

ICEX 

lEBO 

VCEO(sus) 500 

'V(BR)EBO 7 

15 

h21E * 
8 

VCEsat * 

VBEsat * 

0,15 

'IS/8 

4 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

1 mA 

1 rnA 

5' mA 

1 mA 

V 

V 

45 

0,2 1 V 

0,5 2 V 

1,1 2 V 

A 

A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES (pour petits signauxl 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Transition frequency 
VeE = 15V 

Fr«lU6f'!C6 rt.e. t(an$ition Ie =IA 
f = 10 MHz· 

Ie =2A 
. Turn-on time 

(fig. 2) lSI = 0,4 A 
Temps rota' d'IClIblissement 

IS2 = -0,4 A 

Ie =2A 
·Fall time 

(fig. 2) lSI = 0,4 A 
Temps de dkroissance 

IS2 = -0,4 A 

Ie =2A 
'Carrier storage time (fig. 2) lSI = 0,4 A 
Retard .t 'II dlcroissance 

IS2 = -0,4 A 

875 

Min. 

'fT 8 

td + tr 

·tf 

\ 

BUX 45 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

Typ. Max. 

MHz 

0,4 1 JJ.s 

0,6 1,2 JJ.S 

3,5 5 JJ.s 

3/8 



BUX 45 

IC 
(A) 

7 
6 

5 

4 

3 

2 

101 

10-1 

8 

7 
6 

10-2 

4/8 

I 

f- T case 25 0 C 

DC operation 

I- Regime continu 
~ ___ _ Pulsed operation 

Regime impu/sionnel 

I I I I I I I I I 

100 5 6 78 101 

SAFE OPERATING AREA 
AIRE DE SECURITE 

'. 70 
, ?)", 

~ , 
~ 

\ :\ 

i\ \ 

\ 

4 5 6 7 8 

876 

\ 

-

,Sa '. " ~/o ,.-->,.1:' ~~o'~ ~, ~ 
i-- 7cb~;< ?);" , , -Y,J" 

" , , , 
, I , I , I 

1 , I 

, : I 

\ , , " 

\ , , , 
\ , 

~ , 
, , 

"-
, , 

" 
'" I'\. 

4 5 6 7 
102 VCE (V) 



TEST CIRCUIT 
MONTAGE OE TEST V CEO(sus) (fig. 1) 

Note: 

~OHZ O-----~ test transistor 
transistor en test 

RS = 100 n 0'10 V 
+ 

1n 
1W 

horizontal 
horizontal 

IC (mA) 

The sustaining voltage VCEO is acceptable when the trace falls to the right and above point" A". 
Les tensions V CEO sont acceptables lorsque la trace passe au-dela du point A 

SWITCHING TIMES TEST CIRCUITS (and oscillograms) (fig. 2) 
CIRCUITS DE MESURE DES TEMPS DE CDMMUTA TlON ret osci/logrammes) 

IS1 and 'S2 mesured with Tektronix prob'e 
P 6021 and Amplifier type 134 
I B 1 et J 82 sont mesures avec une sonde Tektronix 
p 6021 et Amplificateur tvm' '.14 

877 

~2 

VCC 150 V 

RC 75 n 
RB 15 n 

RC - RB : non inductive resistances 
tp . Pulse width ~- 10 

Forme factor ~ 1 
Rise and fall time ,-;;;; 100 ns 

. resistances non inductives 
Largeur d'impulsion = 10 J.LS 

Facteur de forme ,,;;;; 1 Yo 
h'mpsdemonteeetde$Cente~ 100ns 

BUX 45 
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BUX45 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/QUES TYPIOUES 

6/B 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de /a tension 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en foncrion de la tension 

Ie /I e tt co ecreur- me eur 

~ 
IC 

(rnA 
collecteur emerre r u 

) (AI 

4 

3 

2 

o 
o 

~ 
f~ 
VJ,...-
1/1--

17 

~-:-~ 
~ l=-I-" 

1 oQ!<Ib-1-- I--I-
I-"~I-- I--I--I--~ I--I--I-- _ 

,........ 
309 P 

I--rraJi'~ l-I--I--

8 0 

60 

I--t-- -IB~~.£. l--
40 

20 

o 
2 3 o 40 

h21E 

60 

50 

40 

30 

20 

10 

STATIC FORWARO CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction cf, co tilt u uran 80 ec eur 

I 

V CE -4 V 

I----

V 
./ 

VI--
ovV 

1----1' ... ~ / 

i1 [J~ 
~ 

V~<#; 

4 68 
10-' 

878 

~ , 
~ 

,~ 

LJ 
1 I 
I I 

2,5mA 

I I 
2mA 

,Isml 
I I 
11 mA 

18 - 500llA 

80 120 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE·EMITTER 
VOLTAGE . 
COUf'll(ft baN "" fonction de III ren,;on 1M1fI-

IS lmerteur 

lmA IVCE 4V 
J . 6 

w 
Iii 

AI 

I 

4 

CJ· 

IK = ~ =t 
10-1-, II 

10- r-~U J 

0,4 0,8 1,2 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation co/lecteur-em.rteur en 

V CE sa 'onction du courant collecreur f· 
!VI IC 

18=5 

1,6 

1,2 

I 

II 
0,8 

? .. oC~ I 
~j oC 

-r.-ri I I 

0,4 

o 
4 68 2 4 68 '2 4 

10-' 10" ICIAI 
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BUX45 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE 
EMITTER VOLTAGE 
Counmt co//ecteur fin fonction de ,. ten,ion 

i C ININ-flmettllUf 
4V ) CE IA 

6 

4 

10" 
8 
6 

4 

10-' 
B 
6 

4 

~ /," 
// 

I 

~~ = f=~ =~ I--I-~f--I-~ 
I--I- ... u t- J I 

I 
0,4 0,8 1,2 

BASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-tlme.tteur en 

Vse satfonction du Cflurant co/mereur 
IVI 

~=5 
B 

·1,6 

• 

" 
1,2 

0,8 - -te ... -25°C '/ 
I ............ 

t e ... 
_ '\1.'.Pc, 

0,4 

o 
4 6 ~ 0-1 2 4 6 B10" 2 4 ICIAI 
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BUX45 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

818 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR·BASE VOLTAGE 
Capac;t~ de sortie en fonction de /a 

(;22 tension co/meteur base 
b 
tc~-25OC ) IpF 

6 

4 

102 

8 

6 

4 

101 

I--. 

"- ......... 
~ 

10" 4 4 

t 
I~,) 

8 

6 

4 

8 

6 

4 

2 

10· 1 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 
cau rant collecteur 

VCC = 150V 

Ic"1 

IS 
- 5 

"'-
~ r-l- t, 

't 

~ ton l---

~ V V 
f' I---V 

o 2 
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TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frequenc8 de transition en fonction du 

fT 'courant co/leereur 
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fJ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS SUPERSWITCH 

BUX4S 
BUX4SA 

NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTORS 

TRANSISTORS NPN HAUTE TENSION DE COMMUTA TION 

SUPERSWITCH 

HIGH VOLTAGE. HIGH SPEED TRANSISTOR SUITED FOR USE 
ON THE 220 V MAINS. 

SWITCHMODE POWER SUPPLY 
DC MOTOR CONTROL 

Oatil sheet tlilored for switching applications 

• Key parameters characterized at 25 and 100 DC 
• High blocking capability 850 V and 1000 V 

• Wide surge ar .. 16 A . 400 V 
• B ... drive sJMCifi~ for different values of Ie 

TRANS/STOR HAUTE TENS/ON RAP/DE ADAPT~ A CUT/LlSA­
T/DN SUR LE R~SEAU 220 V. 

AL/MENTAT/ONS A D~COUPAGE 
COMMANDE DE MOTEURS CONT/NUS, AL TERNA TlFS 

Specificsrionsspticialement etudiees pour fa commutation 

• Parllmetres principsux caracterises .9 25 et 100 oc 
• PossibilittJs li/e".8 en tension 850 et 1000 V 

• Aire de surcharge etendue 16 A . 400 V 

• Commsnde de base spkifiee pour diff~rentes vsleurs de 'C 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VAL.EURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LISATION 

CoHector·emitter current 
TenSIon collecteur-emerreur 

Collector-emitter voltage 
TenSion collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
TenSIon emetteur-ba~e 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power diSSipation 
DiSSIpation de pUIssance 

JunCtion temperature 
Temperature de joncnon 

Junctlon-(:ase thermal reSistance 
ReSistance (hermlque jonctlon-bOfner 

50, rue Jean-Pierre Tlmbaud - B P. 5 
F . 92403 CourbevOie Cedex FRANCE 
Tel (1) 788·50·01 Telex 610560 F 

VBE ~ - 2.5 V 

tp~10 ms 

tp~10 ms 

Tease 25 oC 
Tease 60°C 

VCEO 

VCEX 

VEBO 

'C 
ICM 

'S 
'BM 

Peat 

T, 

881 

, 

BUX46 BUX46 A 

VCEOsus 400 V 450 V 

VCEX 850 V 1000 V 

ICsat 2.5 A 2A 

ICSM 16 A 16 A 

tf( 100 °C ) max 0.4/1S 0,4 ps 

Case 
Baitier 

BUX46 

400 

850 

7 

6 
8 

2 
4 

85 
65 

- 65 ....... 175 

1.75 

TO 3 

, 

B 

BUX 46 A 

450 V 

1000 V 

7 V 

6 
8 

A 

2 
4 

A 

85 
65 

W 

,::0 65 ....... 175 °c 
I 

1.75 °C,W 

Septembre 1981 1/6 
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BUX46· BUX46 A 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS· CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES •• 

SYMBOLS TEST CONDITIONS· CONDITIONS oe MeSURe 

OFF CHARACTERISTICS· CARACTERISTIQUeS A I.'ETAT SLOQuE 

VCEOIu. 
400 V 

SUX46 
IS = 9 , IC = 0,2 A, L = 25 mH 

450 BUX46 A 

VIBRIEBO 7 30 V IC = 0, Ie = 0,05 A 

ICE X 
0,1 mA Tj =25 0C 

Vce = Vcex, VBe = - 2,5 V 
I Tj = 1250C 

ICER 
0,3 

mA 
Tj =25 0V 

vce = VCEX, RBe C; 10 n 
2 Tj=1250C 

lEBO I mA IC = 0, Ves = 5 V 

ON CHARACTERISTICS· eARACTERISTIQUES A L'ETAT CONDUCTEUR 

0,4 1,5 
V BUX46 

IC = 2,5 A, 18 = 0,5 A 
5 Ie = 3,5 A, 18 = 0,7 A 

VeE_t· 
0.4 1,5 v BUX46 A 

Ie = 2 A,I8 = 0,4 A 
5 Ie = 3 A, 18 = 0,6 A 

VBE ... • 1,3 V 
8UX46 IC = 2,5 A, 18 = 0,5 A 
BUX46 A IC = 2 A, IS = 0,4 A 

SWITCHING CHARACTERISTICS· CARACTERISTIQUES OE COMMUTATION 

On .... ittiv. , .. d· Sur charge r6ststive 

..... 0,47 I 
SUX46 VCC = 150 V,IC =2,5 A,I81 = -IS2 =0,5 A .. 1,75 3 ... 
SUX46 A VCC = 150 V, IC = 2 A, 181 = - IB2 = 0,4 A 

" 0,34 0.8 

On inductive toad - Sur charge inductive 

1,5 Tj = 250C Vce =3OOV,IC =2,5 A, LS =3~H, BUX46 .. 
3 Tj=I000C IBend = I BlOt, Vse = - 5 V . ... 

Tj = 25 DC VCC = 300 V, Ie = 2 A, LS = 3 ~H, 0,06 

" Tj = 100 De ISond = ISsa., Vse = - 5 V 
BUX46A 

0.4 

Measured with pulses tp = 300 IJS 6 C;2" •• Tj = 250C Unless otherwise.tated 
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BUX 46 - BUX 46 A 

VCE 
(V I 

100 o BUX46A 

850 
BUX46 
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100 
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f-IGURE 2 : Collector-emitter voltage vs bas.-emitter resistance 
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BUX 46 - BUX 46 A 

FIGURE 6 : DC current gain 

VBE 

IVI ~~--~--~--~--~~---4 
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FIGURE 7 : Minimum base current to saturate the transistor 
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FIGURE 8 : Base characteristics FIGURE 9 : Collector saturation region 
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FIGURE 10 : Saturation voltage FIGURE 11 : Collector current spread vs base-emitter voltage 
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BUX 46 - BUX 46 A 

SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
.. Outing the turn on 
.. During the turn off without nevative base--emitter voltage 

.nd RBE" 100 n 

FIGURE 12 :Forward biased safe operating area (FBSOAJ 

FIGURE 14: Forward biased accidental overload area 
IFSAOAI 

:. ~~ 4~ A-, §O..,y 

Figure 12: The hatched <:one can only be used for turn on. 

Figl'res 14 and 15 Hign accidental surge currents (I > 'eM) are 
3;!oVlled if they are non repetitive and applied less than 3000 ,i­
-.,e5 Q ... :nng the comaonent life. 

Figure 14; The Kellog network (heavy poind a!lows the calcu­
lation ~f the maximum value of the short-circuit current for a 
given base current '8 190 % confidence). 

FIgure 15 : After the aCCidental overload current. the RBAOA 
has :0 be used ior the turn off .. As in traffic regulation one is 
allo·."'ed to cross :he broken line before the continuous line. 

885 

o 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
. Durin, the turn off wnh nerptive b. ... mitter voh •• 

-' I ) _ Tj "'1250 e 
Ie 

IA j J I 
! I ! I i 1 

i I 

, : : i i 
I 

_.ICend ~ 5 _' _ «- I I 
ISend i ~ ~ I 

I , X X 
4 :> :> 

I , ID III , I 
-VSE =-5 V -i---
Iii 1 2 , 

1 

0 

ICSM 
1M 

16 

12 

I I ! : '\J I BUX46A 

! I I I i"l BUX46 1"'-i i i I , 

o 400 700 Vce 1v) 

FIGURE 13: Reverse biased safe operating area (RBSOAI 

I I 
, 

I I I I 

I--Tj'" 12,50 C 
1 

1 I 
, I : 

I I 
1 

~ 
, : ! l 
, «I , I 

~ ~ 
i ! X X 

:> :> 
ID III 

: 
I 

I--V~E=-5V~ 

I I 
, 

; , i : i 
I 

: i 
• 

, 
BUX46A 

, '-, ,BUX~ I ~ 
o 400 700 VcelV) 

FIGURE 15 :Reverse biased accidental overload area 
IRBAOAI 

Figure 12 : La zone nachuree ne doir etre utilisee que poqr fa 
'rIJse en conduction 
Figures 14 et 15: De forts courants de surcharge (f > ICM) 
sane perm/s s'ils sont non (f!petieifs et appliques mains de 3000 
fo/s dans la ..,ie du eomposanr 

Figure 14 Le reseau de Kellog (trait 9ras) permet Ie calcul de la 
valeur max/male du courant de courr-circuit pour un courant de 
!:lase donne 18 (90 % de con fiance). 

Figure 15 Apres ie pasS<Jge du courant de surcharge acc/dencelle 
on doif uriliser l'alre de surcharge aceidente/le en oolansaclon 
inverse pour /'ouverrure 

5/6 



BUX 46 - BUX 46 A 

"I--RESISTIVE LOAD 
le/le = 5 -I", 

lel=-le2=O,5A 
4 

2 

1 

6 0, 

0,4 

0,2 

0, , 

.......... 

I--ton 

'10 .... 

-- -.;;;;;;:.. 
I 

-.... 
_V ~ 

o 

FIGURE 16 : Switching times vs collector current 
(resistive load' 

BYX 6'-400 

-

3 lelA) 

200 

'~'~-----+------+---~-+----~~-----4 

'00L-____ ~~ __ ~ ______ L-____ _L ____ ~ 

o 25 50 75 

FIGURE 17 : Switching times vs junction temperature 
(resistive load) 

> 200 

, 
I ... ) 

2 , 

g 
M 

With anti saturation network 

FIGURE 18 : Switching times test circuit on inductive load 

(with and without antisaturation networkl 

VeE 5V INDUCTIVE LOAD 
Vee = 300 V I , 
le/le = 5 i I 1 

I I ... ------
1--" - , .. i 

; ! -;::::: i 
21--" !,,~~ I r 0, 

0, , 

0,02 

0,0 , 

I I .. -.... --- -----
. 1 T T i r : With antlsaturatlon network 

Without antisaturation network ~ I I 
I 

o 3 ICIA) 

FIGURE 20 : SwitchIng times 'IS collector current 
(with and without antis.turataon network) 

6/6 
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'OO~ ______ ~~~ ______ ~ ____ ~ ____ ~ 

o 25 50 75 

FIGURE 19: Switching times 'IS junction temperature 

!inductive toadl 

0,' h.,,--"----~--+-- _~ ....... !.....J:.....;:)"__~_ 

2000 4000 

FIGURE 21 : Fall tImes 'IS reapplied voltage slope 



,~ lMOMSON-CSF 
DIVISION SEMlCONDUCTEURS DISCRETS 

SUPERSWITCH 

BUX47 
BUX47A 

NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTORS 

TRANSISTORS NPN HAUTE TENSION DE COMMUTA nON 

SUPERSWITCH 

HIGH VOLTAGE, HIGH SPEED TRANSISTOR SUITED FOR USE 
ON THE 220 V MAINS: SWITCHMODE POWER SUPPL Y ,DC. AND 
MOTOR CONTROL 

Data ,h,..t tailored tor ,wildti,. appliutions 

• Key paramet.,., chanc1eriaed., 25 and 1000c 
• High blocking u.,.bility 850 V·1000\l 

• Wid. surge ar .. 32 A - 275 V 
• BUll drive .pecified for different value. of Ie 

TRANSISTOR HAUTE TENSION. RAPIDE ADAPTE A L VTlLlSA· 
TlON SUR L E RESEAU 220 V: 
ALiMENTATJONS A DECOUPAGE. COMMANDE DE MOTEURS 
CONT/NUS, AL TERNA TlFS 

Speclfic8tlOns spkialement Itudi;es pour I. commutBtion 

• P8ra~tres pflnci~u)( caracrenS8S A 25 er 1000C 

• Posslbtiltes ~/eYees en renslon 850 er 1000 V 

• Alfe de surcharge 'tendue 32 A - 275 V 

• ComffliJnde de base specd,h pour differenCes valeur, de Ie 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-emitter voltage 
Tension collecreur-t§metteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-flmetteur 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de janetion 

Junction-case thermal resistance 
Resistance therm/que janet/on-boitler 

50, rue Jean-Pierre Tlmbaud· S.P.S 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel: (1) 78SS0-01 Telex: 610560 

VBE = - 2,5 V 

tp~5ms 

tp~5ms 

T case 25 DC 
T case 60 DC 

VCEO 

VCEX 

Ie 
ICM 

18 
IBM 

Ptat 

tj 

Rth(j-c) 

887 

VCEOsus 

VCEX 

ICsat 

ICSM 

tf (100 DC) 

C ... 

Boitier 
T03 

BUX 47 

400 

850 

9 
15 

3 
6 

125 
100 

- 65 +200 

BUX47 BUX47 A 

400 V 450 V 

850 V 1000 V 

SA 5A 

32 A 32 A 

0,4 11" 0,4 115 

BUX 47 A 

450 V 

1000 V 

9 
15 

A 

3 
6 

A 

125 
100 W 

- 65 + 200 °C 

Janvier 1981 1/6 



BUX 47 - BUX 47 A 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACnRISTIQUES ~LECTRIQUES •• 

SYMBOLS TEST CONDITIONS. CONDITIONS DE MESUAE 

OFF CHARACTERISTICS· CAAACT~AISTIOUES A L'~TAT SLOOU~ 

VCEOsus 
400 

V 
SUX 47 

I B = 0, Ie = 0,2 A, L = 25 mH 
450 SUX 47 A 

VIBRIEBO 7 30 V IC = 0, IS = 0.5 A 

'CEX 
0,15 

mA T case 25°C 
VCE = VCEX, VSE = - 2,5 V 1,5 Tease 125 DC 

ICER 
0.4 

rnA T case 25°C 
VeE = VCEX, ASE .; 10 n 3 Tease 125 0C 

'EBO 1 mA IC = 0, VES = 5 V 

ON CHARACTERISTICS· CAAAeT~AISTIOUES A L'~TAT CONDUCTEUA 

1,5 
V BUX 47 

'C=6A,IB=1,2A 
5 'C=9A,IB=1,8A 

VCEsat* 
1,5 'C=5A,IB=lA 
5 

V BUX 47 A 
'C=8A,IB=1,6A 

VBEsat* 1,6 V 
BUX47 'C=6A,IB=1,2A 
BUX 47 A 'C=5A, 'B= 1 A 

SWITCHING CHARACTERISTICS· eAAACT~RISTIOUES DYNAMIOUES 

Resistive load - Charge resistive 

'on 
~, 

BUX 47 VCC = 150 V, IC = 6 A, ISl = - IS2 = 1,2 A 
t, 

BUX 47 A 
0,8 

Inductive load - Charge inductive 

BUX 47 
2,5 Tease 25 DC Vec = 300 V, Ie = 6 A, LS = 3"H 

t, "' - Va = 5 V, 'Send = 1,2 A 4 T case 100°C 
BUX 47 A 

0,08 T case 25 oc VCC = 300 V. IC = 5 A, LS = 3"H 
tf "' Tease 100°C -VB=5V, ISend= 1 A 0,4 

* Pulse - Impulsions tp = 300 j.lS [) ~2 % ** T case 25 DC Unless otherwise stated - Sauf indications contraires 
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FIGURE 1 : DC and pulse area 
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FIGURE 3 : Power and ISIB derating vs case temperature. 

BUX 47 - BUX 47 A 

FIGURE 2 : Collector-emitter voltage vs base-emitter resistance 
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FIGURE 4 : Transient thermal response 
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BUX 47 . BUX 47 A 
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FIGURE 6 : OC current gain 
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FIGURE 8 : Base characteristics 
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FIGURE 10 :Saturation voltage 
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FIGURE 7 :Minimum base cur,ent to saturate 1he transi$.tor 
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FI GURE 9 : Collector saturation region 

1 

1;;'94-
1'-
le(AI 

IC ,--y---y---,---.---r--.---,r----. 
(AI 

10 

S r--+---I--J--o 

6 

4 

o,~--~~~~ __ ~~-L __ ~ __ ~--J 
1,1 1,2 VeE (Vi 

FIGURE 11 : Collector current spread vs base emitter voltage 



BUX 47 - BUX 47 A 

SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

o 
RSE 

TRANSISTOR FORWARO BIASEO 
. During the turn on 
. During the turn off without negative base-emitter voltage 

and RBe ~ 100 n 

IC 

(AI ~-+--~--~-i--~--+-~e-

8 r----+---+---t------t- L"nn 

6 r----+---+-----t--------

4 r----+---r-----+----

a 200 400 • 600 800 VCE (VI 

FIGURE 12; Forward biased safe operating area (FBSOA) 

o 100 200 300 400'VCE(VI 

FIGURE 14 : Forward biased accidental overload area 
(FBAOAI 

• BUX 41 A : 450 V 

Figure 12 : The hatched lone can only be used for turn on. 

Figures 13 and 15 : Switch off starting from the quasi saturated 
state lVeE ;;<: 1,5 V) allows to extend the RBSOA and the 
RBAOA to the hatched zone. 

Figures 14 and 15 : High accidental surge currents (I >tCM) are 
allowed If thev are non repetitive and applied less than 3000 ti­
mes during the component life. 

~i.q,Ufe 14 : The Kellag network (heavy point) allows the calcu­
lation of the maximum value of the short-circuit current for a 
given base current I B (gO % confidence). 

Figure 15 : After the accidental overload current. the RBAOA 
has to be used for the turn off. As in traffic regulation one IS 

allcwed to cross the broken line befote the continuous line. One 
IS forbidden to cross the single contin:.JQus line. 

IC 
(AI 

8 

6 

4 

o 

o 

TRANSISTOR REVERSE BIASEO 
- During the turn off with negative base-emitter voltage 

Limit with hard saturation I 
Tj~1250C 

\ L.I _hL 'I 1 ... Imll,tw't 'lantlsa~ur8tl~n network 

~ -'g-ICend #5- ----
IBend 

1 I = I I 
VSE = - 5 V 

\ I I 
"l 1 SU~ 47 A 

....... -........lUX~7'" I ~ 
o 200 400' 600 800 VCE (VI 

FIGURE 13: Reverse biased safe operating area (RBSOA) 
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891 

30 

20 

10 

o 

Alrowed! 

I------ ---

\,-.... ~ d 
VSE = - 5 V 1 \ I 

~ 
-

I 

- ~it M::tF:i~.Et--
""-
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SUX47 ,I " 
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FIGURE 15 : Reverse biased accidental overload area 
(RBAOAI 

Figure 12 : La zone hachuree ne doit etre utilisee que pour /a 
mise en conduction. 

Figures 13 et 15 : Le blocage A partir de i'etat quasi-sature 
(VeE ~ 1,5 VJ permet d'etendre les aires de fonctionnement 
er de surcharge en inverse jusqu 'J la zone hachuree. 

Figures 1~ et .'5: De forrs courants de surcharge (I > 'eM) 
sont perml$ s':1s sant non teperirds et appliques mains de 3000 
fois dans la vie du composanr. 

Figure 14 : Le reseau de Kellog (trair gras) permer Ie calcul de la 
valeur maximale du couranr de courr-circuit pour un couranr de 
base donne 18 (90 % de confianceJ. 

Figure 15 : Apres /e passage du courant de surcharge accidentelle 
on doit uriliser raire de surcharge accidenre/le en polarisation 
inverse pour I'ouverture. /I est perm is de traverser la ligne conri­
nue a condition de traverser d'abord la ligne pointillee. 
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FIGURE 16 : Switching times vs collector current 
(resistive load) 
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With antisaturation network 

FIGURE 18 : Switching times test circuit on inductive load 
(with and without antisaturation network) 
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FIGURE 20 : Switching times vs collector current (with and 
without antisaturation network) 
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FIGURE 17 : Switching times VI junction temperature 
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FIGURE 19: Switching times vs junction temperature 
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~~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS SUPERSWITCH 

BUX4B 
BUX4BA 

NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTOR 

TRANSISTOR NPN HAUTE TENSION DE COMMUTA nON 

SUPERSWITCH 

HIGH VOLTAGE, HIGH SPEEO TRANSISTOR SUITED FOR USE 
ON THE 220AND380VMAINS:SWITCHMODE POWER SUPPLY, DC 
AND AC MOTOR CONTROL 

Data sheet tailored for switching applications 

... Key parameters characterized at 25 and 100°C 
• High blocking capability 850 V-1000V 

... Wide surge area 55 A-350 V 
... Sase drjYe specified for different values of Ie 

... Information for parallel mounting 

TRANSISTOR HAUTE TENSION, RAP/DE ADAPTE A L 'UTILISA­

TION SUR LES RESEAUX 220 vET 380 V: 
ALiMENTATIONS A DECOUPAGE, COMMANDE DE MDTEURS 

CONTI NUS, AL TERNA TlFS 

Specifications sptfJcialement etudiees pour la commJjrarion 

.. Parametres principaux caracterises a 25 et 10cPC 
.. Possibifites elevees en tension 850 et 1000 V 

.. Aire de surcharge etendue 55 A - 350 V 
.. Commande de base specifiee pour differentes va/eurs de Ie 

.. Caracterisation pour Ie montage en paral/(}Ie 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UfILiSATION 

Collector·emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Couran t collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction-case thermal resistance 

Resistance thermique jonction boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel (ll 788-50-01 Telex 610560 

VBE = -2,5 V 

tp~5 ms 

tp~5 ms 

T case 250C 

VCEO 

VCEX 

VEBO 

IC 
ICM 

IB 
IBM 

Ptot 

tj 

893 

BUX48 BUX48 A 

VCEo.us 400 V 450 V 

VCEX 850 V 1000 V 

ICsat 10 A SA 

ICSM 55 A 55 A 

tf (lOOOC) O,4/1-S 0,4/1-5 

Case 

Boitier 
TO 3 (CB 19) 

BUX 48 

400 

850 

7 

15 
30 

4 
20 

175 

- 65 +200 

B 

BUX 48 A 

450 V 

1000 V 

7 V 

15 
A 

30 

4 
20 

A 

175 W 

- 65 +200 °c 

Fevrier 1981 1 (8 
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BUX 48 - BUX 48 A 

2/B 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES •• 

SYMBOL 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT BLOQUE 

VCEOsus 

V!BRIEBO 

ICEX 

ICER 

lEBO 

400 
450 

30 

0,2 
2 

0,5 
4 

V 

V 

mA 

mA 

mA 

BUX48 
BUX 48 A 

TEST CONOITIONS - CONDITIONS OE MESURE 

18:::: 0, Ie :::: 0,2 A, L :::: 25 mH 

TC = 250C 
TC:::: 1250C 

TC = 25a c 
TC = 125°C 

VCE = VCEX ' VBE = - 2,5 V 

veE:::: VCEX, RBe ~ 10 n 

IC = 0, VEB = 5 V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT CONOUCTEUR 

1,5 
V BUX48 

IC=10A,IB=2A 
5 IC = 15A ,IB =3A 

VCEsat* 
1,5 

V BUX 48 A 
IC = 8 A, IB = 1,6 A 

5 IC = 12 A, IB = 2,4 A 

VBEsat· 1,6 V 
BUX48 IC=10A,le=2A 
BUX 48 A IC =BA ,Ie = l,6A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES 

f = 1 MHz, IC = 1 A , VCE = 10 V 

f = 1 MHz, VCE = 10 V 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION 

Resistive load - Charge r~sistive 

'on BUX4B 

" "' 
'f 0,8 

BUX 48 A 

Inductive load - Charge inductive 

3 
TC-25aC I VCC = 300 V , IC = 10 A " 5 TC = 100aC 

"' BUX48 LB =3"H, - VB =5V 

'f 
0,08 TC;;;:: 25°C ISend = 2 A 

0.4 TC = 100°C 

3 TC = 25aC VCC=300V,IC=8A 

" 5 TC = 100aC 

"' BUX 48A LB :::: 3 /.lH , - VB :::: 5 V 

'f 
0,08 TC = 25°C IBend;;;:: 1,6 A 

0.4 TC = 100aC 

.. 
-Measured with pulses tp = 300 p,s 6 < 2 % TC = 250 C Unless otherwise stated - Sauf indications contraires 
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FIGURE 1 : DC and AC pulse .r. 
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FIGURE 2:Collector .. mitter voltage 'IS base .. mitter resistance 
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FIGURE 4: Transiant thermal response 
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BUX48 - BUX 48 A 

VCE ~ 5 V 
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FIGURE 7 : DC current gain 
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FIGURE 9 : Base characteristics 
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FIGURE 11 : Saturation voltage 
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FIGURE 8 : Minimum base current to saturate the transistor 
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FIGURE 10 : Collector saturation region 
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BUX 48 . BUX 48 A 
SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
- During the turn on 
- During the turn off without negative bas&-emitter voltage 

and RBe:>:5 n 

FIGURE 13 : Forward biased safe operating area (FBSOA) 

FIGURE 15: Forward biased accidental overload area 
(FBAOAI 

It BUX 48 A :450 V 

Figure 13 : The hatched zone can only be used for turn on 

Figures 14 and 16 : Switch off starting from the quasi saturated 
state (VeE ~ 1,5 V) allows to extend the ABSOA and the RBAOA 
to the hatched zone. 

Figures 15 and 16 : High accidental surge currents ( I > 'eM) are al­
lowed if they are non repetitive and applied less than 3000 times 
during the component life. 

Figure 15 ;. The Kallag network (heavy point) allows the calculation 
of the maximum value of the short-circuit current for a given base 
current I B (90 % confidenceJ. 

Figure 16 : : After the accidental overload current, the ABAOA has 
to be used for the turn off .As in traffic regulation one is allowed to 
cross the broken line before the continuous line. One is forbidden to 
cross the single continuous line. 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
. During the turn off with negative base-emitter voltage 

FIGURE 14 Reverse biased safe operating area (RBSOAI 

FIGURE 16 : Reverse biased accidental overload area 
(RBAOAI 

Figure 13: La zone hachuree ne doit dtre utilisee que pour la mise en 
conduction. 

Figures 14 at 16 ;Le blocage B partir de I~tat qUBsi-sBtur~(VCE~1 ,5V) 
permet d'etendre les aires de fonctionnement et de surcharge en in­
verse, jusqu 'b la zone hachuree . 

Figures 15 et 16: De forts courants de surcharge if > I CM) sont per· 
mis s'ils sont non rt§petitifs et appliques moins de 3000 fois dans la 
vie du composant. 

Figure 15: Le rt§seau de Kellog (trait gras) ptJrmet Ie calcul de la VB­
leur maximale du courant de court-circuit pour un courant de base 
donne I B (90 % de con fiance) . 

Figure 16: Apres Ie passage du courant de surcharge lJCcidenrelle, 
ondoitlutiliser'l'aire de surcharge accidentelle en polarisation inv8rse 
pour !'ouverture. 1/ est permis de traverser la ligne continue B condi­
tion de traverser d'Bbord la ligne pointillfJe. 

5/S 
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BUX 48 - BUX 48 A 
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FIGURE 17 : Switching times VI collector currant 
(resistive load) 
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antisaturation network 

FIGURE 19 : Switching times test circuit on inductive load 
(with and without antisaturation network' 

INOUCTIVE LOAD 

.... 1"'" it+-~ •.. ~--
VSE=-5V 
VCC"300V 

.' IC/IB=5 

~ 

With antisaturation natwork _____ 
Without antisaturadon natwork __ -
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FIGURE 21 : Switching tim .. VI collector curran, (with and 
without antisaturation network) 
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FIGURE 18 : Switching times VI junction temperature 
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FIGURE 22 : Fall time VI reapplied voltage slope 



BUX 48 - BUX 48 A 

+ applications + 

DRIVER CIRCUIT - CIRCUIT DE COMMANDE 

+6V 

-6V 

The use of an antisaturationcircuit (DAS with T2) enables the 
turn off of SUX 48 directly from the quasi saturated state. 
This gives the following advantages : 
. Lower switching times hs and tfl and switchinglosleS. 
- Narrower spread in the distribution of ts. 
- Enlarged area for the R BSOA. 

L 'utilisation dun circuitantisaturarion (DAS avec T2) permet 
au BUX 48 de commuter directement c\o partir de "erst quasi· 
Sature. Ce qui enrrai71e les avantages suil/ants: 
- Les temps de commutation (rs et tf) er les penes de commu­
tation sont plus faibles. 
- La dispersion du temps de srockage est plus restreinte . 
- L 'aire de securire en polarisation inverse est plus etendue. 

EXAMPLE: STORAGE TIME SPREAD - DISPERSIDN DU TEMPS DE STOCKAGE 

IC = 10 A , Tj = 250C Storage time (I1S) Spread (I1S) 

Without DAS 2,3 <ts < 3,6 t.. ts';;; 1,3 

With DAS l<ts<l,4 t..ts';;;O,4 

CHOICE OF THE BASE CURRENT - CHOIX DU COURANT BASE 

With the aid of fig 8, the minimum base current necessary to 
obtain the saturation can be determined. 

La figure 8 permet de determiner /e courant de base minimum 
necessaire pour satuTer Ie transistor. 

EXAMPLE: 
IC=8A IC=5A 

l Tj = 250C IB = 1,2 A IB =O,5A 

l Tj = -400 C IB=l,4A IB=O,7A 

PARALLELING - MONTAGE EN PARALLELE 

EXAMPLE: IT = 12 A, II;;' 5 A, 12';;; 7 A 

899 

Fig 12 enables the designer to calculate the worse case of col· 
lector current sharing between two BUX 48 in parallel. 

La figure 12 permet au concepteur de calcufer, dans Ie cas Ie 
plus defavorable, la repartition du courant collecteur entre 
deux BUX 48 en para/l,}/e. 
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BUX 48 - BUX 48 A 

OVERLOAD PROTECTION 

The BUX 48 in the switching mode is operating under an accidental overload when the collector current is superior to the rating ICM=30 A 
The new concept «ACCIDENTAL OVERLOAD AREA»ll) completes the absolute maximum ratingsofpowertransistors.Thisconcapt allows: 
- to calculate a maximum value of the collector current undershort~j ... cuitcondjtjons (2) (forthis a Kallog network is given with the FBAOA). 
- to find the maximum permissible duration of an overcurrent (with the aid of·the FBAOA), 
- to find the maximum permissible voltage during the turn off under overload (with the aid of the RBAOAI. 

PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES 

Le BUX 48 en regime de commutation foncrionne en surcharge accidentelle lorsque Ie courant collecteur est superieur ala IimitelCM= 30A 
Le nouveau concept «AIRE DE SURCHARGE ACCIDENTELLE» (1) complete les Jimites absolues d'utilisation des transistors de puissance 
Ce concept permet: 
~ de calcu/er une valeur maximale du courant de collecteur dans les conditions de court-circuit (2) (pour celli on donne un reseau de Kellog 
avec I 'sire FBAOA). 
- de trouver la duree maximale admissible d'une surcharge en courant (FBAOA) 
- de trouver la valeur maximale admissible de la tension reapp/iquee pendant Ie blocage du transistor apres la surcharge. 

STANDARD APPLICATIONS - APPLICA TlONS STANDARD 

o~~---------------------+--~ 

CHOPPER - HIGH VOL TAGE SUPPLY 

FORWARD CONVERTER 

The use of: 
. Turn on and turn off switching networks, 
- A base drive well suited to high voltage switching, 
enables operation directly from the 380 V mains_(3) 

L 'utilisation de : 
. Reseaux d?Jide a la commutation a /a mise en con­
duction et au blocage. 

- De circuits de commande de base bien adaptes.9 la 
commutation «haute tension», 

permet Ie fonctionnement directement .9 partir du 
reseau 380 V. (3) 

(1) «A new concept OVERLOAD AREAS)) THE POWER TRANSISTOR IN ITS ENVIRONMENT-THOMSON CSF Handbook 
(2) «Short circuit protection of transistors)) POWER COI)I VERSION - MUNICH· Sept 79 
(3) «High voltage transistors chopping the 380 /420 V mains» POWER CONVERSION - MUNICH Sept 79 

818 

CONSULT THE THOMSON CSF HANDBOOK 
* Le transistor de puissance dans son environnement* 

• The power transistor in its environment * 
* Handbuch Schalttransistoren' 
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,.~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

Fast switching, low saturation voltage, high pulse current capa­
bilities. Primarily intended as driver for switching applications 
or as medium power output stages. 
Rapidite, !aible" tension de saturation, possibiJites de courant 
,}lew! en impulsions. Particulierement prevu comme driver pour 
les applications en commutation au comme etages de sortie 
moyenne puissance. 

Dissipation and ISIB derating 
Variation de dissipation et de ISI8 

100% 

75 

50 

25 

o 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VAl.EURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector-base voltage 
Tenlion collecteur.IJase 
Collector~mitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 
Colrector~mitt8r voltage 
Tension co/lecteur-#Jmetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur~mfltteur 
Emitter·base voltage 
Tension ~metteur..IJase 
Collector current 
Courant collecteur 
tsaSe current 
Courant bsse 
Power dissipation 
Dissipation de puissance 
Storage and junction temperature 
Tem~rature de jonction et de stockage 

JUnction.case thermal resistance 
Rl!sistance thermique Jonction boitier 

50. rue Jean-Pierre Timbaud· B.P.5 
F-92403 CourbeYoie Cedex FRANCE 
HI: (1) 788-50-01 Telex: 610560 

RBE =l00Q 

VBE=-1,5V 

tp=10ms 

Tcase 25 0 C 

max 

max 

901 

BUX49 
NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE OIFFUS~ 

VCEOsus 

ICM 

Ptot 

Rth(j-c) 

VCEsat ( 3,5 A ) 

tf (3,5 A) 

ea.. TO 39 I CB 71 
Boitie,. 

" 
C B 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

IC 
ICM 

IB 

PtOt 

tj 

90V 

7A 

lOW 

.;; 17,5 oC/W 

';;O,BV 

';;0,3115 

150 V 

90 V 

130 V 

150 V 

7 V 

3,5 
7 

A 

0,7 A 

10 W 

200 
T,tg -65+200 °C 

17,5 

Janvier 1980 1/8 
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STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOVES STA TlOVES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residue! collecteur-emetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emetteur 

Figure 1 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage emetteur-base 

Static forward current transfert ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-emetteur 

Base·emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-emetteur 

Second breakdown collector-current 
Courant collecteur de second claquage 

, Pulsed 
Impulsions tp 

2/8 

300l's 5';; 1% 

T case 25 0 C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

16 = 0 

VCE = 70 V 

V6E = -1,5 V 

VCE = 125 V 

V6E = - 1,5 V 

VCE = 125 V 

T case = 125 0 C 

IC = 0 

VE6 = 5V 

16 = 0 
L = 25 mH 
IC = 200 mA 

IC = 0 

IE = 5 mA 

VCE = 4V 
IC = 1,75 A 

VCE = 4V 

IC = 3,5 A 

IC = 1,75 A 

16 = 0,175 A 

IC = 3,5 A 
16 = 0,35 A 

IC = 3,5 A 

16 = 0,35 A 

VCE = 40 V 
t = 1 s 

902 

ICEO 

ICEX 

ICE X 

IE60 

VCEOsus 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contra ires) 

min typ max 

0,5 mA 

0,1 mA 

0,5 mA 

0,5 mA 

90 V 

V(6RIE60 7 V 

h21E' 20 60 

h21E' 10 

VCEsat' 0,2 0,5 V 

VCEsat' 0,3 0,8 V 

V6Esat' 1,1 1,3 V 

IS/6 0,25 A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Transition frequency VeE ; 10V 

Frequence de transition Ie ; 0,5A 
f ; 10MHz 

Turn-on time Ie ; 3,5A 
Temps total d'etablissement Figure 2 

IB ; 0,35 A 

Ie ; 3,5A 
Fall time Figure 2 IB1 ; 0,35 A 
Temps de decroissance 

IB2 ; - 0,35 A 

Ie ; 3,5A 
Carrier storage time 

Figure 2 IB1 ; 0,35 A 
Retard a la decro;ssance 

IB2 ; -0,35A 

903 

BUX49 

Tease 250C 

min typ max 

f,- 8 MHz 

td + tr 0,45 0,8 IJ.S 

tf 0,15 0,3 IJ.S 

ts 0,5 1,5 IJ.S 
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BUX49 

FIGURE 1 - VCEOsus test circuit ( and oscillogram) 
Circuit de mesure de VCEOsus et oscillogramme 

50 Hz 

Rb 

horizontal 
~---~-.fj) scope 

lOon 
L= 25 mH 

vertical 
.----~~--'1'-_@ scope 

In 
lW 

L.. __ -'-__ common 

FIGURE 2 - Switching times test circuit ( and oscillograms ) 

Ie 

veEOsus 

The sustaining voltage VCEOsus is 
acceptable when the trace falls to 
the right and above poi nt A. 
La tension VCEOsus est acceptable 
lorsque la trace passe au de/a du 
point A. 

Circuit de mesure des temps de commutation et oscillogrammes 

Ie 

90% 

10 % +---I-ll--l--l-------+-+---
tr tf 

toff 

4/8 

904 

.-----,--t~ scope 

10000j.lF 

Vee 

Vee'" 30 V 
Rb = 20 n 
Rc = 8,5!1 

lSI and IS2 are measured with 
TEKTRONIX pfobe P 6021 and 

amplifier type 134. 
'81 et '82 sont mesures avec une 
sonde TEKTRONIX P 6021 et 
amplificateur type 134. 

Re. Rb : non inductive resistors 

tp : pulse width = 10 /.IS 

duty cycle ~ 1 % 

rise and fall times ~ 50 ns 

R c. R b : resistances non inductives 
tp : largeur d'impulsion = 10 J.lS 

facteur de forme ~ 1 % 
temps de mantee et de descente ~ 50 ns 
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BUX49 

FIGURE3 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collectflur en fonction de III tension 
collectflur-~metteur 
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FIGURE 5 
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE 
Tension collecteur-~metteur en fonction de /a 
rilsistance bBs~ilmetteur 
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FIGURE 4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant colJecteur en fonction de 18 tension 
collecteuf-emetteur 
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FIGURE 6 
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur srarique du rapport de transfert direct du 
courant en fonction du courant collecteur 
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FIGURE 7 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Coo,."r base en fonction de /a tension base­
'merreur 

VCE 4V 
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FIGURE 9 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation co//ecteur-emetf(lur en 
fonction du courant co//eereu, 
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BUX49 
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1, 3 

FIGURE 8 

BASE-EMITTER VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Tension base-emetteur en fonction du 
couran t collecteur 
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FIGURE 10 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base·emetteur en 
fonction du courant col/eettlur 
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C22b 
(pF) 

FIGURE 11 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capac;t~ de sortie en foncrion de Ja 
tension colJecteur-base 

-- Tease 2SoC 
f 1 MHz 

---1,5 
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1,5 

t 
(jl5) 
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10-1 
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8/8 

i--
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VCB(V) 

FIGURE 13 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 
courant co/lecteur 

I Teas. 25°C 
VCC=30V 
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FIGURE 12 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frequsnce de transition en fonction du 
courant co/leereur 
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FIGURE 14 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
F acteur de reduction de /a resistance thermique en 
regime d'impuls;ons 
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f~ THOMSON-CSF 
DIVISION SEMlCONDUCTEURS DISCRETS 

Fast switching, low saturation voltage, high pulse current 
capabilities. Primarily intended as driver for switching appli­
cations or as medium power output stages. 
Rapidite~ faible tension de saturation, possibilites de courant 
eleve en impulsions. Par.icu/ierement prevu comme driver pour 
les applications en commutation au comme fHages de sortie 
moyenne puissance. 

Dissipation and IS/B derating 
Variation de dissipation et de ISIB 

100 % _~.---,-----.---, 

75 f--I-+--"r-ci---+---1 

50 f--'--+--

25 f--I-+--+---i"Ir---1 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VAL.EURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 
Collector-emitter voltage 
Tension collecreur~metteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur.emerteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetreur 
Emitter-base voltage 
Tension emetreur-base 
Collector current 
Courant colJecteur 
Base current 
Couran t base 
Power dissipation 
Dissipation de puissance 
Storage and junction temperature 
Temperature de jonct;on et de stockage 

Junction<ase thermal resistance 
Resistance thermique jonction boirier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - 8.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel: (1) 788-50-01 Telex: 610560 

RBE=100.Q 

VBE=-1,5V 

tp=10ms 

Tease 25 °C 

max 

909 

BUX50 
NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

VCEO,u, 

ICM 

Ptot 

Rth(j-c) 

VCE,at (3 A) 

tf (3 A) 

Case 

Boitier 
TO 39 I CB 71 

VCBO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

Ie 

ICM 

IB 

Ptot 

tj 

125V 

7A 

10W 

,;;; 17,5 0C/W 

';;;0,8 V 

';;;0,3/1' 

200 V 

125 V 

180 V 

200 V 

7 V 

3,5 
A 

7 

0,7 A 

10 W 

200 
Tstg -65 +200 

°C 

Janvier 1980 1/8 



BUX50 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARAcTERlsnovEs STA nOVES 

Collector~emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residue! collecteur-emetteur 

Emitter-base cut-off current 

Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 

Tension de claquage collecteur-emetteur 
Figure 1 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de c1aquage emetteur-base 

Static forw~rd current transfert ratio 

Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation co/Jecteur-emetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-emetteur 

Second breakdown collector-current 
Courant collecteur de second claquage 

* Pulsed 
Impulsions tp 

2/8 

300l1s 5 ,,;; 1% 

Tease 25 0 C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IB = 0 
VCE = 100V 

VBE = -1,5V 

VCE = 160 V 

VBE = -1,5V 

VCE = 160 V 

Tease = 125 0 C 

IC = 0 

VEB =5V 

IB = 0 
L = 25 mH 

IC = 200 mA 

IC =0 

IE = 5mA 

VCE =4V 

IC = 1,5A 

VCE -4V 
IC =3A 

IC = 1,5A 
IB = O,15A 

IC -3A 

IB = 0,3 A 

IC =3A 
18 = O,3A 

VCE = 40 V 
t = 1 s 

910 

ICEO 

ICEX 

ICE X 

lEBO 

VCEOsus 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ max 

0,5 mA 

0,1 mA 

0,5 mA 

0,5 mA 

125 V 

V(BR)EBO 7 V 

20 60 

h21E* 
10 

0,2 0,5 
VCEsat' V 

0,3 0,8 

VBEsat* 1 1,3 V 

IS/B 0,25 A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACTERISTIQUES DYNAMIQUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Transition frequency VeE - 10 V 

Frequence de transition Ie = 0,5A 
f = 10 MHz 

T urn~on ti me . Figure 2 Ie = 3A 
Temps total d'etablissement IS = 0,3 A 

Fall time Ie = 3A 

Temps de decroissance 
Figure 2 lSI = 0,3 A 

IS2 = -0,3A 

Carrier storage time 
Ie = 3A 

Retard a 18 decroissance 
Figure 2 lSI = 0,3 A 

IS2 = -0,3A 

911 

BUX50 

Tease 25 0 C 

min typ max 

fT 8 MHz 

td + tr 0,45 0,8 11' 

tf 0,15 0,3 11' 

t, 0,6 2 11' 

3/8 



BUX50 

FIGURE 1 - VCEOsus test circuit ( and oscillogram) 
Circuit de mesure de VCEOsus et oscillogramme 

Rb 

lOon 
50 Hz 

In 
lW 

horizontal 
scope 

L=25 mH 

vertical 
scope 

L-__ --'-__ common 

IC 

+------"~-. VCEOsus 

The sustaining voltage VCEOsus is 
acceptable when the trace falls to 
the right and above point A. 
La tension VCEOsus est acceptable 
lorsque fa trace passe au dela du 
point A. 

FIGURE 2 - Switching times test circuit ( and oscillograms) 
Circuit de mesure des temps de commutation et oscil/ogrammes 

90% 

10% 
~--~~---+--------~4---" 

tr ts tf 

toff 

4/8 912 

,---,.---''' scope 

10 OOOjIF 

VCC 

VCC '" 30 V 
Rb = 22 n 
Rc = 10 n 

IS1 and 182 are measured with 
TEKTRONIX probe P 6021 and 

amplifier type 134. 
181 et 182 sont mesures avec une 
sonde TEKTRONIX P 6021 et 
amplificateur type 134. 

RCI Rb : non inductive resistors 
tp : pulse width = 10 JIS 

duty cycle'; 1 % 

rise and fall times:E;;; 50 ns 

ReI Rb : resistances non inductives 
tp : largeur d'impulsion = 10 IJS 

facteur de forme'; 1 % 
temps de montee et de descente ~ 50 ns 
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BUXSO 

FIGURE 3 

COLLECTOfl CURRENT VERSUS COLLECTOR. 
EMITTER VOLTAGE 
Courant co/ltteteur en fonction de la tension 
col/ecttJur·(Jmerteur 
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FIGURE 5 
COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE·EMITTER RESISTANCE 
Tension collecteur.t§metreur en' fonction de Is 
r~$;stance blJse-f§mefteuf 
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FIGURE 4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR· 
EMITTER VOLTAGE 
Courant col/ecreur en foncrion de la tenSion 
collecreur-emetteuf 
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FIGURE 6 
STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur st8tique du rapport de transfert direct du 
courant en foncrion du courant collecreur 
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FIGURE 7 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fanctian de la tension base­
~metteur 

VCE 4 V 
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FIGURE 9 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-emetteur en 
fonerion du courant collecteur 
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FIGURE 8 

BASE-EMITTER VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Tension base-emetteur en lonerion du 
courant collecteur 
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FIGURE 10 

BASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emetteur en 
fonerion du courant collecreur 

/j 
V 

V 
i.; 

1-'-
... 
.'" .,- I--' 

IJ 
rl 

10-2 
4 6 B 

10-1 
4 6 B 

100 
4 68 

Ie (AI 

7/8 



BUX50 

C22b 
IpFI 

1,5 

102 
9 
8 

1,5 

t 

Illsl 

10,1 

8/8 

FIGURE 11 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR·BASE VOLTAGE 
Capacite de sortie en foncrion de Is 
tension collecteur-base 

~ ~ --- ~ - Tease 25°C 
f 1 MHz 
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FIGURE 13 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en foncrion du 
courant collecteur 
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FIGURE 12 

TRANSITION FREQUENCY VE RSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frequence de transition en fonction du 
courant collecteur 
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FIGURE 14 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de reduction de /a reSistance thermique en 
regime d'impulsions 
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f.~ lHOMSON-CSF 
DIVISION $EM1CQNDUCTEURS 01SCRETS 

SUPERSWITCH 

ADVANCE INFORMATION 

SWITCHING TRANSISTOR 
Fast switching 
Low saturation voltage 
High pulse current capabilities 
Primarily intented as driver for switching 
applications or as medium power output sta­
ges. 

TRANSISTOR DE COMMUTATION 
- Rapidite 
- Faible tension de saturation 
- Possibilites de courant eleve en impulsions 

Particulierement prevu comme driver pour 
les applications en commutation ou comme 
etages de sortie moyenne puissahce. 

'----_____ ~J 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEVRS LlMITES ABSOLVES D'UTiLISA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant col/ecteur 

8ase current 
Courant de base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction-ambient thermal resistance 
Resistance fhermique jonction-ambiante 

Junction-case thermal resistance 
Resistance fhermique jonction-tJoitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud· B.P. 5 
F . 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
TeL. (1) 788·50·01 Telex· 610560 F 

VBE ~ ~ 1.5 V 

tp ~ 10 ms 

T case - 25 0 C 

VCEO 

VCEV 

VEBO 

IC(RMS) 
ICM 

18 

Ptot 

Ti 

Rth(j-a) 

Rth(j-C) 

917 

VCEOsus 

IC 

Plol 

If max 

BUX51 

NPN SILICON TRANSISTOR 
TRANSISTOR NPN SILICIUM 

200 V 

3,5 A 

10 W 

500 ns 

~~~~er TO·39 (C8-7) 

E 

C 

Collector is connected to case 
Le collectsur est relie au boitier 

Tease = 250C 
(Unle •• otherwise .tated) 
(Sauf indication contralrej 

200 v 

300 v 

7 V 

3.5 
A 

5 

0.7 A 

10 W 

~ 65. + 150 oC 

175 

17.5 

oC/W 

February 1982 1/8 
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BUX51 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACT£RISTIOUES STA TlOUES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emetteur 

Figure 1 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de claquage emetteur-base 

Static forward current transfert ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-emetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-emerreur 

Second breakdown collector-current 
Courant collecteur de seocnd claquage 

" Pulsed 
Impulsions 

2/B 

t p = 300 l's6';;1% 

T case 25 0 C 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IB = 0 

VCE = 160 V 

VBE = -1,5 V 

VCE = 250 V 

VBE = - 1,5 V 

VeE = 250 V 

Tease = 125 0 C 

IC = 0 
VEB = 5V 

IB = 0 
L = 25 mH 
IC = 200 rnA 

IC =0 
IE = 5 rnA 

VeE = 4V 
Ie = 1 A 

VCE = 4V 
Ie = 2A 

IC = 1 A 

IB =0,1 A 

IC = 2A 
IB = 0,2 A 

IC = 2A 
IB = 0,2 A 

VeE = 40 V 
t = 1 s 

918 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf indications contraires) 

min typ max 

ICEO 0,5 rnA 

ICEX 0,1 rnA 

ICE X 0,5 rnA 

lEBO 0,5 rnA 

VCEOsus 200 V 

V(BR)EBO 7 V 

h21E" 20 60 

h21E" 10 

VCEsat" 0,15 0,5 V 

VCEsat" 0,3 1 V 

VBEsat" 0,9 1,3 V 

IS/B 0,25 A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES 

Transition frequency 
Frtjquence de transition 

Turn-on time Figure 2 
Temps total d'etablissement 

Fall time Figure 2 
Temps de decroissance 

Carrier storage time 
Retard a fa decroissance 

Figure 2 

THERMAL CHARACTERISTICS 
CARACT<RIST/OUES THERMIOUES 

Junction case thermal resistance 
Resistance thermique janetion boitier 

Junction ambient thermal resistance 
Resistance thermique jonction ambiante 

T est conditions 
Conditions de mesure 

VCE ~ 10 V 

IC ~ 0,5 A 
I ~ 10 MHz 

IC ~ 2A 

IS ~ 0,2 A 

IC ~ 2A 

IS1 - 0,2 A 

IS2 ~ - 0,2 A 

IC ~ 2A 

IS1 ~ 0,2 A 

IS2 = - 0,2 A 

919 

BUX 51 

Tease 250C 

min typ max 

IT 8 MHz 

td j- tr 0,45 0,8 /lS 

tl 0,2 0,5 /ls 

ts 1,2 2,5 /lS 

Rth(j-c) 17,5 oCi W 

Rth(j-a) 175 °C/W 

3/8 
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FIGURE 1 - VCEOsus test circuit ( and oscillogram) 
Circuit de mesure de VCEOsus et oscillogramme 

Rb 

loon 
50 Hz 

10, 

lW 

horizontal 
~---~--{e) scope 

vertical 
scope 

L __ ...L __ common 

+-------""-"-- VCEOsus 

The sustaining voltage VCEOsus is 
acceptable when the trace falls to 
the right and above point A. 

La tension VCEOsus est acceptable 
lorsque la trace passe au de/a du 
point A. 

FIGURE 2 - Switching times test·circuit ( and oscillograms ) 
Circuit de mesure des temps de commutation et oscillogrammes 

90 % 

10 % .I---+-''l----f--+-----

4/8 

920 

r----~--I~ scope VCC ~ 150V 
Rb c 300, 

Rc c 75 II 

IS1 and 182 are measured with 
TEKTRONIX probe P 6021 and 
amplifier type 134. 

181 et 182 sont mesun3s avec line 
sonde TEKTRONIX P 6021 et 

arnpiificateur type 134 

Rc, Rh I\on inductive resistors 

tp pulse width 10 IJs 

duty Cyclf~' 1 ',,{) 

I is!! and fall limps' 50 ns 

Re. R/) nisis{Jl/u}s 1/011 i"ductivI,'S 

tp IJrgt'lJr (I'im/wlsivf/ 10 ~s 
fdctf'lIr (/1' I(}rme - 1" 

("'!lljJS (fl' llW/I(I.'f' d (It, dl'.~'Cl'fI(l!' 50l/s 
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FIGURE 3 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR~ 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en lonerion de la tension 
collecreur-emetteur 
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FIGURE 5 
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COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESISTANCE 
Tension colfecteuf-emetrell( en fonct/On de la 
resistance base-emetteur 
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FIGURE 4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR 
EMITTER VOL TAGE 
Courant col/ecteur en foncrion de la tension 
collecteuf-emetteur 
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FIGURE 6 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statlque du rapport de transfer! dlfecr du 
courant en foncr/on du courant collecteur 
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FIGURE 7 

BASE: CURRE.Nl VERSUS BAS[= r-MIlT[H 
VOL TAGE 
Courant hase en lon( (Jon de Iii ten.\/Qn (,as!'! 
emetteur 

0.4 0,6 0,8 1,2 VBE (VI 

FIGURE 9 

COLLECTOR·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-emerteur en 
foncr/on du courant collecteur 
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FIGURE 8 

BASE-EMITTER VOLTAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
TenSIOn base-emerreur en foncfion du 

couran t collecteur 
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FIGURE 10 

BASE-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
TenSion de saturation base-emetfeur en 
fonction du courant col/ecreur 

lei i8~ 10 -. )--r- . 

-+ 
.~ 

II, 
, 

H I---t--

7 ! 

i / 
I 

I"~ V 
I--- t--- \: o.",e 

i.- j..--' 111 \').",0(, v 
;~1 

1-- V I I 
4 6~00 2 

4 6 B 

IC (AI 

7/8 



BUX 51 

FIGURE 11 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR~8ASE VOLTAGE 
Capacire de sortie en fonction de la 
tension collecteur-base 
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FIGURE 13 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 
courant collecteur 
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FIGURE 12 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Frequence de transition en fanction du 
courant colJecteur 

Tease 25 DC 

V VeE 10 V 

" f 10MHZ 
1/ '\ 

/ 
I 1\ 

II f-- .. - f--- f-- f---

I 1\ 

+/-f-
-f- \ 

7 
6 

5 

-

FIGURE 14 

6 8 

IC (A) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
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'.' nfOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

Fast switching, low saturation voltage, high voltage. Primarily 
intended as driver for switching applications or as medium 
power output stages. 
Rapidite, faible tension de saturation, haute tension. Parti· 
culierement prevu comme driver pour les applications en com­
mutation au comme etages de sortie moyenne puissance. 

Dissipation and ISIB derating 
Variation de dissipation et de ISI8 

100% 

75 

50 r--r-+--

25 

o 
50 100 150 Teas.(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMI TES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 
Collector-emitter voltage 
Tension coJlecteur-emetteur 
Collector-.emitter voltage 
Tension collecteur.emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur.emetteur 
Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 
Collector current 
Courant collecteur 
Base current 
Courant base 
Power dissipation 
Dissieation de euissance 
Storage and junction temperature 
Temp/nature de jonction et de stock age 

Junction .case thermal resistanc;:e 
Resistance thermique janction boltler 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B_P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
T~I : (1) 788-50-01 Telex: 610560 

RSE =100n 

VSE = - 1 ,5 V 

to =10 ms 

T case 25 o~ 

max 

925 

BUX 54 
NPN SILICON TRANSISTOR, TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR SILICIUM NPN, MESA TRIPLE DIFFUSE 

-

VCEOsu, 

ICM 

Ptot 

Rth(j-c) 

VeE,at ( 1,2 A) 

tf( 1,2A) 

Case 

Boitier 
TO 391 CB 7 J 

I 
VCSO 

VCEO 

VCER 

VCEX 

VEBO 

'C 
'CM 

'S 
-----~ --

PlOt 

tj 
Tstg 

400 V 

2,5 A 

lOW 

.;;; 17,5 0C/W 

.;;; 1,3 V 

.;;; 1,2/1' 

450 V 

400 V 

420 V 

450 V 

7 V 

2 
2,5 

A 

0,4 A 

10 W 

200 
-65 +200 

DC 

17,5 

Janvier 1980 1/8 



BUX54 

r STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOVES STA TlOVES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emetteur 

Figure 1 

Emitter-base brea kdown voltage 
Tension de c1aquage emetteur-base 

Static forward current transfert ratio 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage collecteur-emetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-emetteur 

Second breakdown collector-current 
Courant collecteur de second claquage 

• Pulsed 
Impulsions tp 

2/8 

300l's 8"; 1% 

Tease 

Test conditions 
Conditions de mesure 

IB = a 
VCE = 320 V 

VBE = - 1,5 V 
VCE = 450 V 

VBE = - 1,5 V 

VCE = 450 V 

T case :;: 125 0 C 

IC '= a 
VEB = 5V 

IB = a 
L = 25 mH 

IC = 200 mA 

IC = a 
IE = 5 mA 

VCE = 4V 

IC = O,6A 

VCE = 4V 

IC = l,2A 

IC = O,6A 

IC = 0,06 A 

IC = l,2A 

IB = O,15A 

IC = l,2A 

IB = O,15A 

VCE = 40 V 
t = 1 s 

926 

25 0 C (Unless otherwise stated) 
(Sauf indicationscontrairesl 

min typ max 

ICEO 0,5 mA 

ICE X 0,1 mA 

ICEX 0,5 mA 

lEBO 0,5 mA 

VCEOsus 400 V 

V(BR)EBO 7 V 

h21E' 20 60 

h21E' 10 

VCEsat' 0,25 0,5 V 

VCEsat' 0,65 1,3 V 

VBEsat' 1,1 1,5 V 

IS/B 0,25 A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACrfRISTIOUES DYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Transition frequency VeE - 10 V 

Frequence de transition Ie = 0,5A 
I = 10 MHz 

Turn-on time Figure 2 Ie = 1,2A 
Temps total d'etablissement IS = 0,15A 

Fall time Ie = 1,2 A 

Temps de decroissance 
Figure 2 IS1 = 0,15A 

IS2 = -0,15A 

Carrier storage time 
Ie = 1,2A 

Retard a fa decroissance 
Figure 2 IS1 - 0,15A 

IS2 = - 0,15A 

927 

BUX54 

Tease 25 0 C 

min typ max 

IT 8 MHz 

td + tr 0,4 1 JlS 

tl 0,5 1,2 JlS 

ts 2 3,5 JlS 

3 /8 
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FIGURE 1 - VCEOsus test circuit ( and oscillogram) 
Circuit "de mesure de VCEOsus et oscillogramme 

100 n 
50 Hz 

In 
lW 

horizontal 
~---~-"'_i!l scope 

vertical 
scope 

L----'--__<� common 

VCEOsus 

The sustaining voltage VCEOsus is 
acceptable when the trace falls to 
the right and above point A. 

La tension VCEOsus est acceptable 
lorsque la trace passe au de!iJ du 
point A. 

FIGURE 2 - Switching times test circuit ( and oscillograms) 

IB 

90% 

10% 

4/B 

Circuit de mesure des temps de commutation et oscillagrammes 

tp 

IBl 

Lb,/ 
-- - -

===~-~ - -- j -

td I tr ts 

.~I-o loft 

tf 

928 

.----~--<~ scope 

~--I11-~4700 pF 

Vee 

Vce '" 150V 
Rb = 40 n 
Rc =125n 

IS1 and IS2 are measured with 
TEKTRONIX probe P 6021 and 
amplifier type 134. 
181 et 182 sont mesunis avec une 
sonde TEKTRONIX P 6021 er 
amplificateur type 134. 

Re. Rb : non inductive resistors 
tp : pulse width = lOps 

duty cycle ~ 1 % 
rise and fall times ~ 50 ns 

Rc, Rb'- resistances non inductives 
tp . largeur d'impulsion = 10 p.s 

facteur de forme E;;; 1 % 
temps de mantee et de descente E;;; 50 ns 
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FIGURE 3 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en (oncrion de 1a tension 
collectBur-~metteur 
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FIGURE 5 
COLLECTOR EMITTER VOL T AGE VE RSUS 
BASE·EMI TTE R RESISTANCE 
TenSIon collecteuf-emetteur en (onerion de /a 
resistance base-emefteur 
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FIGURE 4 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR­
EMITTER VOLTAGE 
Courant col/ecteur en fonerion de la tension 
collecteur-emBrreur 
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FIGURE 6 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur stauque du rapport de rransferr direct du 
courant en fonctlOn du courant collecfeur 
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FIGURE 7 

BASE CURRENT VEr~sus BASE: EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en fonc/JOfl de la tension base 
emetteur 

veE 4 v 

-.fl.: II 

0,4 0,6 0,8 VBE (VI 

FIGURE 9 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VE ASUS COLLECTOR CU R RENT 
Tension de saturation collecteur-emetteur en 
loncrion du courant coflecteur 
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FIGURE 8 

BASE-EMITTER VOL TAGE VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
TenSIOn base-emetteur en fanctian du 
courant collecteur 
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FIGURE 10 

BASE-EMITTER SATURATION VOL TAGE 
VERSUSCQLLECTORCURRENT 
Tension de saturation base·emetteur en 
fonction du courant collecteur 
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FIGURE 11 

OUTPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR-BASE VOLTAGE 
Capacit~ de sortie en fonction de la 
tension collecteur-base 
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FIGURE 13 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du 
courant collecteur 
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FIGURE 12 

TRANSITION FREQUENCY VERSUS 
COLLECTOR CURRENT 
Fr~quence de transition en fonction du 
courant collecteu( 

VCE=lOV 

f:;::10 MHz 

Tease 25°C 

V 
( 

--- _._ .. 

---- -

V "-
\ 

t \ 
\ 

-----

----- - -

----

I 

FIGURE 14 

r--r-

~r 
r--~ 

I---r- I\ 

6 8 

IC (A) 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de reduction de la resistance rhermique en 
regime d'impulsions 

K 
8 

10-1 

4 

10-2 

il~t I- -- .& 

~~ 

~-;;~,~ /J ----

ttl- I 
-- ~ -, 

~ V ~ 

I-ttr -- - f-- --
-t-- _J 

b = tp/T 

.- .- ~o- - -
Zth ~ K Rth 

/~ifr 
. T . 

- ---- -_IVl 
• tp .. 

2 5 2 5 2 5. 2 5 2 5 

10-5 10-4 10-3 10-2 10-1 tp (5) 



~ lHOMSON-CSF 
BUX 80 - BUX 81 DIVISION SEMICONDUCTEURS DtSCRETS 

NPN HIGH-VOLTAGE POWER TRANSISTORS 
TRANSISTORS DE PUISSANCE NPN HAUTE TENSION 

ADVANCE INFORMATION 

HIGH-VOLTAGE, HIGH SPEED, SWITCHING 
POWER TRANSISTORS SUITED FOR USE ON 
THE 220 V MAINS 

APPLICATIONS: 

SWITCH MODE POWER SUPPLY 

MOTOR CONTROL 

CONVERTERS 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTlLlSATlON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension co/lecreur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
T ens;on collecteur-emetteur 

f~~~~~~be~~t~~~:-b~se 
Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermiQue jonction-boltier 

50. rue Jean·Pierre Timbaud· 8.P 5 
F ' 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel (1) 788-50-01 Telex· 610560 F 

VSE = 0 V 

tp 2 ms, S .; 10 % 

tp 2 ms, S .; 10 % 

Tease = 40°C 

max 

933 

VCEO 

VCES 

VCER 

VEBO 

IC 
ICM 

IS 
ISM 

Ptot 

Ti 

VCEO(sus) 

VCES 

ICsat 

tf hyp.l 

BUXBO 

400 V 

BOD V 

5A 

300 ns 

BUX81 

450 V 

1000 V 

Case 
Bo1cier :TO-3 (CB-19) 

Collector connected to case 

Tease = 25°C 

BUX8D BUX81 

400 450 V 

800 1000 V 

500 V 

10 V 

10 
A 

15 

4 
6 

A 

100 W 

- 65 to 150 °C 

1,1 

October 1982 1/2 

~ ~ lHOMSOII-csf 
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BUX 80 - BUX 81 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES •• 

SYMBOLS TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERIS TlOUES A L 'ETA T BLOOUE 

400 aux 80 
} la = 0, IC = 100 rnA, L = 25 rnH VCEO (sus) V 

450 8UX 81 

1 
Ti = 1250C} VCE = VCES, VaE = 0 ICES 

3 
rnA 

IEao 10 VEa = 10 V, IC = 0 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES ACETA T CONDUCTEUW· 

VCE sat· 
1,5 IC = 5 A, la = 1 A 

3 IC = 8 A, la = 2,5 A 

1,4 
V 

IC = 5 A, la = 1 A 
V8E sat· 

1,8 IC = 8 A, la = 2,5A 

h21E· 30 VCE = 5 V, IC = 1,2 A 

DYNAMIC CHARACTERISTIC - CARACTERISTIOUE DYNAMIOUE 

I 61 I MHz I VCE = 10 V, IC = 0,2 A, f = 1 MHz 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DE COMMUTA TlON 

On resistive load - Sur charge resistive 

ton 0,35 0,5 

ts 2,5 3,5 VCC = 250 V,IC = 5 A, 
I-'S lal = 1 A,Ia2 = - 2 A 

0,3 tp = 20l-'s 
tf 

0,8 T· = 95°C 

·tp = 300I-'s,~"2 % 
··Tj = 25°C unless otherwi<e stated. 

2/2 

934 



DIVISION SEMICONDUCTEURS OISCAETS BUX84 - BUX85 
NPN HIGH-VOLTAGE POWER TRANSISTORS 

TRANSISTORS DE PUISSANCE NPN HAUTE TENSION 

ADVANCE INFORMATION 

HIGH-VOLTAGE. HIGH SPEED. SWITCHING 
POWER TRANSISTORS SUITED FOR USE ON 
THE 220 V MAINS 

APPLICATIONS: 

SWITCH MODE POWER SUPPLY 

MOTOR CONTROL 

CONVERTERS 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES O'UTILISA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur VBE = 0 V 

j-~~~~~~be~~t~~~:-b~se 
Collector current 
Courant co/lecteur to 2 ms, b ~ 10 % 

Base current 
Courant base tp 2 ms, b ~ 10 % 

Power dissipation T case == 50°C 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonetion 

Junction-case thermal resistance max 
Resistance thermique jonction-boitier 

50. rue Jean-Pierre Tlmbaud - B.P. 5 
F . 92403 CourbevOle Cedex FRANCE 
Tel (1) 788·50·01 Telex 610560 F 

935 

VCEO 

VCES 

VEBO 

IC 
ICM 

IB 
IBM 

Ptot 

Tj 

VCEO {susl 

VCES 

ICsat 

tf (typ.l 

BUX84 

400 V 

BOO V 

1A 

400 ns 

~;;:r :TO-22O AB (CB-117) 

" C E 

Collector connected to case 

Tease = 25°C 

BUX 84 BUX85 

400 450 

800 1000 

10 

2 
3 

0,75 
1 

40 

- 65 to 150 

2,5 

BUX85 

450 V 

1000 V 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

°c 

October 1982 - 1/2 
,., THOMSON-CSf 
• [C;@~Ii"@[\)L'lIi!!'iJ'[\) 



BUX84 - BUX86 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES' 

SYMBOLS TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES A L 'ETAT BLOOUE 

400 SUX 84 
} IB = 0, IC = 100 mA, L = 25 mH VCEO (susl V 

450 BUX 85 

0,2 
Tj = 1250C} VCE = VCES, VBE = a ICES 

1,5 mA 

lEBO 1 VEB = 5 V, IC = a 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES A L 'ETA T CONDUCTEUR" 

.. 0,8 IC = 0,3 A, IS = 0.D3 A 
VCE sat 

1 V IC = 1 A, IS = 0,2 A 

VBE sat 
.. 1,1 IC = 1 A, IB = 0,2 A 

h21E" 50 VCE = 5V, IC = 0,1 A 

DYNAMIC CHARACTERISTIC - CARACTERIST/OUE DYNAMIOUE 

IT MHz I VCE = 10 V, IC = 0,2 A, I = 1 MHz 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES DE COMMUTA T/ON 

On resistive load - Sur charge resistive 

ton 0,2 

ts 2 

0,4 
tl 

*Tj = 25°C unless otherwise stated. 

"tp = 300p.s,b~2 %. 

2/2 

0,5 

3,5 

1,4 

VCC = 250 V, IC = 1 A, 
p.s IB1 = 0,2 A,IS2 = - O,4A 

tp = 20p.s 

Tj = 95°C 

936 



~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

SUPERSWITCH 

BUX9B 
BUX9BA 

NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTORS 

TRANSISTORS NPN HAUTE TENSION DE COMMUTA TION 

SUPERSWITCH 

HIGH VOLTAGE, HIGH CURRENT, HIGH SPEED TRANSISTOR 
SUITED FOR: 

- THE no/380 V MAINS 

- THE PARALLEL AND DARLINGTON CONFIGURATIONS 

- DCIDC AND DCIAC CONVERTERS 

- MOTOR CONTROL 

_ Key por ............. , __ .. 1000c 

- HiIh blocki ... -",lilY' 1_ V 
-Informetion for par"'" mounting 
-Information f. UM in .... ington configuFltion 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

ColllCtor-emitter voltage 
Tension collecteur-4mf1tteur 

ColIsc1or .. mitter voltage 
Ten,ion collet;teur·(unlltreur 

Emitter-base voltag, 
Tension ~mertflur·b8$e 

Collector currant 
Courant col/ecreul' 

ease current 
Courantbau 

Power dissipation 
Dissipation dtl puiuance 

Junction temperature 
Tflmplraturtl de jonct;on 

( 
Junction-case thermal resistance 
Rhi'tance rhermique jonction-boitier 

50. rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 
F . 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. . (1) 788·50·01 Telex: 610560 F 

VBE :-2,5V 

tp~5ms 

tp E;s ms 

Tease 25 DC 

max 

max 

VCEO 

VCEX 

VEBO 

IC 
ICM 

IB 
IBM 

Ptot 

Tj 

,Rthlj-cl 

937 

VCEOsus 

VCEX 

ICsat 

ICSM 

tf (100 OC) 
max 

T03 
Boilier 

aUX88 

400 

B50 

7 

30 
50 

B 
30 

250 

200 

0,7 

BUX98 BUX 98 A 

400 V 450 V 

S50V 1000 V 

20A 16A 

110 A 110A 

O,4~ O,4~ 

a 

aUX88A 

450 V 

1000 V 

7 V 

30 
80 A 

B 
30 A 

250 W 

200 DC 

0,7 I DC/W 

Mars 19B1117 

,. ~ ntOMSON-CSF 
• OOIl!ilIP@~~ 



aux 98 - aux 98 A 

2/7 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES eLECTRIQUES •• 

SYMBOLS TEST CONOITIONS- CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIOUES A L'ETAT BLOOUe 

VCEOouI 
400 V 

BUX98 
'B =O,IC =0,2 A, L = 2SrnH 450 BUX98A 

VIBR,EBO 7 30 V IC =O,IB =0,1 A 

'CEX 
0,4 

rnA Tc ... =2SOC 
VCE = VCEX, VBE = - 2,S V 4 T .... =12S0C 

ICER 
I 

rnA 
Tc ... _260C 

VCE = VCEX, RBE';;6 n 8 T .... =12S0C 

'EBO 2 rnA IC = 0, VEB = 5 V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIOUES A L'eTAT CONDUCTEUR 

I,S V BUX98 IC = 2OA,IB =4A 
3,6 'C=30A,IB=8A 

VeE .. t-
1,6 IC = 16A,IB =3,2 A 
S 

V BUX98A 
'C=24A,18=5A 

VBE •• ,* 1,6 V 
BUX98 IC _20A,IB =4A 
BUX98A IC = 16A,Ia =3,2 A 

OYNAMIC CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIOUES DYNAMIOUES 

f = 1 MHz, IC = I A, VCE = 10 V 

C22b f=IMHz,VCE=10V 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIOUES DE COMMUTATION 

ton O,S6 I 

to I,S 3 

tt 0,3 0,8 

InductivelGlld - Charge inductive 

3,6 
to 5 

0,08 
tt 0,4 

aUX98 

". aUX98A 

It. 

VCC = 150 V,IC = 2OA,Ial = -IB2 =4 A 

Vee = 150V,IC = 16 A,IBI = -la2 = 3,2 A 

TJ =2s"C 

TJ = 100°C 

TJ = 2Soc 

TJ = 100°C 

aUX98 

VCC =300 V,IC = 20 A, La = I,S"H 
- VB = SV,IBend =4A 

BUX98A 

VCC = 300 V, IC = 16 A, La = 1,5jlH 
- Va = 6 V, laond ~ 3,2 A 

• Pulse - Impulsions tp = 300 ,",' 6 <; 2" •• T case 26 DC Unless otherwise stated - Sauf indications contraires 

938 



FIGURE 1 : DC and pulse area 

l00~--~--+-------+-------+-------~ 

75~ ______ ~~~~-+ ______ ~~ ______ ~ 

25~ ______ ~ ______ -+ ______ ~~~ ____ ~ 

oL-______ L-____ -J ______ ~ ______ ~ 

° 50 100 

FIGURE 3 : Power and ISIB derating vs case temperature 

939 

veE 
(V) 

1000 

800 

600 

400 

BUX98~ 

B~~ r-.... 
- ...... 

..... 

101 

BUX 98 - BUX 98 A 

r\. 
"-
"- I"r-... 

t'-. t'-. 
r-.. !.... 
~ 

FIGURE 2£oJlectOl'-emitter YoI_ YS bo7 resistence 

K 

6 0,5 - ::;.,.., 

~ ~ ~II'" 
6 ",0,2 l..-I- t:r; t7 7",0,' i,...-- Z,h = Rth _ K _I-

~b(~~ V-
II" 

>- ,,9./ 

V T _ 

V .!l-

6 

4 

6 

4 

100 102 tp(mI) 

FIGURE 4 : Transient thermal response 
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BUX 98· BUX 98 A 

h21E 
VCE =5V B~Xs:._ 

50 

.... 
I .... ~ 

T -;'b 
~ if- '. 

- 40 <>c ~ 

40 

30 

20 

~ ... . -... -~ ~ i-. 10 
~- ;;;;:; 

o 
o 5 10 15 20 25 IC IAI 

FIGURE 6 : DC current gain 

VBE 
IV I 

BUxi98 , ~'.lIl.Y J...--

~ 1,3 

1,2 ./ 
I V4 
-;, 17\C.~ I 

1,1 

~~ ~ ,c. 
0,9 

0,8 

0,7 
o 5 10 

FIGURE 8 : a. .. che ... ctllristics 

VCE 
VBE 

IV I 

1,2 

1 

0,8 

leila =5 
BUX98 

2S oe 

-.j~~ .......... 
oC .. v'" ,\2S ... 

I , 

15 

• , 
......J - --I 

I / , 7 
0,6 

0,4 

./ V 
..,oc.;; / ;p 

~"c""'- .".,If' ~oC 

:::p- 2", 0,2 

o 

lalAI 

II 

5 10 15 20 251CIAI 

FIGURE 10 :S.turlltionvolt.g8 

417 

940 

la 
'AI 

10 

8 

6 

4 

90 " confidence 
I 

_BUX / 
I 
'/ 

oc. ~;,c. 

~~/ 
.~ 

/.,...,oc._ 
2 

.--:-~ """ ..c r::---o 
o 5 10 15 20 25 IC IAI 

FIGURE 7 : Minimum bliH cur,ent to Sltura •• the trllnsiltor 

VeE 
IVI 

5 

4 

3 

o 

Tease 25°C 

8UX98 

\ -t-\ 
f-l-I \ 

~ 
Ie = 30 A 

le=:A 
o 10 15 20 251S IAI 

FIGURE 9 : Collector uluration region 

Ie r---'---'--'---r--~--~ 
IAi 

25 f..--':""-t---l 

90% 
20 f---~-~---+--

15 f..---f----4---

10 f-----1~----t-

5 f----l--

O_L---~~--~---J----~----~~~ 
0,4 0,6 0,8 1,2 1,4 VaEIVI 

FIGURE 11 : Collector cur'ent sprud vs bII .... mitter voltage 



BUX 98 - BUX 98 A 

SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

Ie 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 

Durmg the turn on 

Durmg the turn off without negative base-emitter voltage 

and ABE ~ son 

IA) 
~--~--~~~~--~--~---+---1 

20 ~---l-----+----4---

10 f---+--i--+--

IV) 

FIGURE 12: Forward biased safe operating area tFBSOA) 

• BUX 98 A : 450 V 

'eSM ,---,----,---,---,---,---, 
IAI ~ ____ ~ ____ ~~ __ ~ ____ "'" 25 0 e 

1 00 I-----+---~--+-__. .;,+'-.':: .. --:;"""""":----t------j 

80 

60 

40 

20 

o 
o 100 200 300 400 500 VCEIVI 

FIGURE 14 : Forward biased accidental overload area 
IFBAOA) 

Figure 12: The hatched zone can only be used for tUfn on. 

Figures 13 and 15 : Switch off starting from the quasi saturated 
state (VeE ~ "5 V) allows to extend the RBSOA and the 
RBAOA to the hatched zone. 

Figures 14 and 15: High acci~~ntal surge c~rrents II > ICM) ar~ 
allowed if they are non repetl'uve and applied less than 3000 tI­
mes during the component life. 

Figure 14 : The Kellog network (heavy poind allows the calcu· 
lation of the maximum value of the short-i:ircuit current for a 
given base current Ie (90'% confidence). 

Figure 15 : After the accidental overload current, the RBAOA 
has to be used for the turn off_ As in traffic regulation one is 
allowed to cross the broken line before the continuous line. One 
is for:bidden to cross the single continuous..line. 

o 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 

DUring the turn off WIth negative base-emItter voltage 

ICr-~--~-.--.--.--.---,__.--,_, 

IAI 

20 f..---l--+--+--l 

o 200 400 600 

FIGURE 13 : Reverse biased'safe oper.ting .r •• (RaSOAI 

ICSM r--,---,---r--,---,---,--.--~--,,---

941 

IA) f---l--+-+""", 

oof..--+---+--4---I~I-+--_HL-+_-

60 

40 ~-+--+""4---c 

20 ~-+--+-4-

o 200 400 600 

FIGURE 15 : Reverse biased accidental overload area 
IRBAOA) 

Figure 12 : La zone hachuree ne doir Irre urilisee que pour la 
mise en conduction. 

Figures 13 et 15 : Le b/ocage a partir de I'etat quas;-s<"ure 
(VeE ~ 1,5 VJ permet d'etendre les aires de fonccionnement 
et de surcharge en inverse jusqu'a la zone hachuree. 

Figures 14 at 15: De forts couranrs de surcharge (I > leMJ 
sont permis 571s sone non repetitif5 et appliques moins de 3000 
fois dans la vie du composane. 

Figure 14 : Le res!au de Kt1/1og {trait grasJ permet Ie calcvl de 'II 
valeur maximale tJu courant de coure-circuit ptJur un courant de 
base donne Ie (90 % de confianceJ. 

Figure 15 : Apres Ie passage du courant de surcharge accidentel/!! 
on doit utiliseI' I'aire de surcharge accidenfelle en ptJlarisation 
invene pour I'tJvverturl!_ /I est permis de traverser la ligne conti­
nue _a .condition de traverser d.'abarD laligne poinrillee. 

5/7 



BUX 98 - BUX 98 A 

• 
c,.sl 

4 

2 

0,4 

0,2 

0,1 

, 
I~,I 

4 

2 

0,4 

0,2 

0,1 

0,04 

0,02 

0,01 
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I-le/lB 5 
RESISTIVE LOAD_ 

I-vee = 150 V 

.:,-r--
~ -

~ 

L--
..;~ - ..... --' - - ~ 

I---- 'f 

I 
o 4 8 12 16 20 IctAl 

FIGURE 16 : Switching ti ..... VI collector CUrftnt 

- ( resistive load I 

FIGURE 18 : Switching times test circuit on inductive load 
( with and without antisaturation network) 

INDucn~E L~AD_ 

-~ -- - _II" - I -[ 
1_"-

VSE=-5V 
Vee =300 V 

-; le/ls =5 

" ::-. l,... .. 

With antisaturation network _______ _ +--
Without antisaturation network 

o 4 8 12 16 20 24 28 32 Ie (AI 

FIGURE 20 : Switching times vs collector current 
(with and without antisaturation network) 

942 

t RESISTIVE LOAD 

1751------~----~1__----~~~~1__----~ 

15D~------~-----4--~~74------_+------__l 

1251-------+----~~------~~~~------~ 

looL-____ ~~~ __ ~ ______ L_ ____ ~ ______ ~ 

o 25 50 75 

FIGURE 17 : Switching times VI Junction temperature 
( _istive I""d I 

%~-----r----_,------~----_,----~ 

INDUCTIVE LOAD 

I 
200 dv/dt = 1000 VI", 

Without snubber or RC network 

175~-----4-------+-------+----~~------~ 

1501------~------1__--_7~----~1__--~ 

125 ~----__+----___,oIf-------+-____, --+-----c=~ 

looL-____ ~~~-L ____ -J ______ L_ ____ ~ 

0,3 

o 25 50 75 

FIGURE 19 : Switching times VI junction temperatura 
( in .... tiv. load I 

0,2 ~"+---+--+--+----l----l---l-----J 

0,1 

o 
4000 6000 dv/d' 

(V/psl 
FIGURE 21 : Fall times VI reapplied voltage slope 



BUX 98 - BUX 98 A 

applications 
The BUX 98 is desi.,.c:l for high voltage ( 2201380 V mains) and high currant applications. 

IClat = 20 A Ps switchable power = VCEO - ICsat = B KW 

To incr .... its pow.r switcJ,ing capability. it eM .. used in discrete earlington configurations. 

EXAMPLE 1 : 

lao 

!ICO 

IA) 
lao - 3 

r. 47 n 
aUX98 2 

27 n 

Tj";1jOC / 
--'--liP < 60 A / 

IRMS< 30A V 
~ 
/' - ~ 

0 

o 10 20 30 40 50 IcolA) 

' .. inimum .... current tao to drive the ditcr •• Darlington 

In this configuration lb. discrete Darlington can switch: 

ICD = 40A with IBO = 2 A 

ICO = 20A with IBO=O,4A 

EXAMPLE 2: 

lao 
Tj ";100 0c 

lico 

(A) 

lao - 6 

C 
--'--liP < 

1:l1OA 

3x 
4 

IRMS <60 A 

12n 

O~ __ ~ ____ ~ ____ ~ ____ ~ ____ ~ ____ ~ 

o 20 40 60 so 100 IcolAI 

Minimum base currant ISO to drive the discrete Darlington 

In this configuration the discrete Darlington can switch: 

ICD = 80 A with IBO = 4 A 

ICD = 40A with IBO = 1 A 

717 

943 





~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

High speed, high voltage, high power transistor 
Transistor de puissance rapide, haute tension 

Switching applications 
Applications en commutation 

Dissipation and I SIS derating 
Variation de dissipation et de I SIB 

100 ..... ~---,--,---,----, 

75 

50 

25 

50 100 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VAl.EURS LlMIIES ABSOl.UES O'U II LISA liON 

Collector-base voltage 

Tension collecteur-base 

Collector-emitter voltage 

Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 

Tension colfecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension ~metteur·base 

Collector current 

Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 

Temperature de janctian 

Junction-case thermal resistance 

Resistance thermique janction boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - 8.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel; (1) 788-50-01 Telex 610560 

VBE :;: 1,5 V 

tp::= 10 ms 

T case 25 °c 

945 

ESM16 
NPN TRANSISTOR TRIPLE DIFFUSED 

TRANSISTOR NPN TRIPLE DIFFUSE 

VCEO 

IC 

Ptot 

Rthlj-c) 

h21E 12 A) 

fT 

Case 
TO 3 

Baitier 

VCBO 

VCEO 

VCEX 

VEBO 

'e 
leM 

IS 

Ptot 

" 

400 V 

10 A 

150W 

l,17 0 C/W 

30 min 

;;'5 MHz 

450 V 

400 V 

450 V 

10 V 

10 
15 

A 

2 A 

150 W 

~ 65 + 200 De 

F-evner 1981 1/~ 



ESM 16 

STATIC CHARACTERISTICS 
CARACTERlsnOVES STA nOVES 

,....--~ --- - _. - ------- - - -

Test conditions 
Conditions de mesure 

(Unless otherwise stated) 
(Sauf mdlcatlonscontralresJ 

--------+----------jl---~- - --------'------l-l--- ~~~-~y-:--~ax -------

Collector-emitter cut-off current 
Courant residue/ collecreur-emetteur 

Collector-emitter cut-off current 
Courant r~sjduel collecteur-emetteur 

VCE = 300 V 

IB = 0 

VCE = 450 V 
VBE = -1,5 V 

ICEO I 0,1 rnA 

0,1 rnA 

ICEX 

-----------+-------+-----~--~-------- ~--
IC = 100 rnA 

Collector-emitter breakdown voltage 
Tension de claquage col/ecreur-emetteur 

Emitter-base breakdown voltage 
Tension de c/aquage emetteur-base 

Static forward current transfer ratio 
Valeur sratique du rapport de transfert 
direct du courant 

IB =0 

L = 25rnH 

IE =20 rnA 

IC =0 

VCE =10V 

VCEO(sus) 400 V 

10 V 

30 

20 

20 80 
IC =O,4A 

--------------------+------------+---------+------+-----------~----

IC = 2 A 0,5 
IB =O,25A V 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-emetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-emetteur 

-------------------~.--

Second breakdown collector current 
Courant coJlecteur de second claquage 

IC =5A 

IB = 1 A 

IC =2A 

IB = 0,25 A 

IC =5A 

IB = 1 A 

-------.--~--------~----------

* Pulsed 
Impulsions 

2/8 

946 

VCEsat * 

VBEsat * 

I 
I 

1-
V 

V 

V .- ·1. ,; 
_~~ __ ~0~,-4----------+---A 



DYNAMIC CHARACTERISTICS (for small signals) 
CARACTERISTIOUES OYNAMIOUES (pour petits signaux) 

Transition frequency 
Frequence de transition 

Turn-on time 
Temps rotal d'fHablissement 

Fall time 
Temps de d(§croissance 

Carrier storage time 
Retard a la dljeroissance 

--,---
Test conditions 
Conditions de mesure 

VeE = 10V 

Ie =0,2 A 
I = 10 MHz 

---

Vee = 30 V 

Ie =5A 

IS1 =lA 

Vee = 150 V 

Ie =5A 

IS1 =lA 

--f--------

Vee = 30 V 

Ie =5A 

IS1 =lA 

IS2 = -1 A 

Vee = 150 V 

Ie =5A 

IS1 =lA 

I IS2 =- -1 A 

---+-------
I Vee = 30 V 

I 

Ie =5A 

IS1 =lA 

IS2 = -1 

t- --------

! Vee = 150 V 

Ie -- 5 A 

I IS1 1 A 

IS2 
- --1 A 

" 

947 

-- ------

IT 

td + tr 

tl 

ts 

Min. 

5 

ESM 16 

(Unless otherwise stated) 
(Saul indications contraires) 

Typ_ Max. 

-~ ---

MHz 

0,85 IlS 

0,25 IlS 

. 
0,5 I J1S 

I 

f------ I 

I 
0,2 Ils 

---,-

1,5 Ils 

I 
t-- -----j----

2 IlS 

I I 

I I 

L _ I 
-- -

_ ____ -------.L ___ 

3 G 
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Ie 
(AI 

50 

20 

10 

5 

0,5 

0,2 

0,1 

0,05 

0,02 

0,01 

SAFE OPERATING AREA 
Atre de fonctionnement de securite 

"0 I --- -_. "i \"" - f-' -v~ 
! 

, 
'" 0 

" 0- <1\ 

~~o_ 

-o-j~~~ 
1\ %., \ , 

\ 1\ ~ I \ 

'. 
\..\ 
'\ 1\\ \ 

f:::= t 25°C r-- case 
f--- Continuous r-- Cont;nu 

r-- Pulsed 

-t r- TUT]I-Ilui-- I 
2 5 20 50 100 200 50.0 VeE (VI 
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TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

COLLECTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR~ 
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteur en fonction de fa tensIOn 

Ie coflecteur-emetteur 

(AI 

8 

2 4 6 8 vCE (VI 

COLLECTOR EMITTER VOLTAGE VERSUS 
BASE-EMITTER RESIST ANCE 
Tension co/Jecteur-emetteur en fonction de la 

V CE(V)reslsrance base emetteur 

tease = 25°C 

440 

""" " ...... .......... 
400 

360 

320 

949 

IC 
(mAl 

160 

120 

80 

40 

ESM 16 

COLLFCTOR CURRENT VERSUS COLLECTOR~ 
EMITrER VOLTAGE 
Courant colJecteur en toncrion de la tension 
co/lecteur-emetteur 

_~A 

~ 
I-- I 

f-- f-~ 3mA 

----I--
...... 

1 2,5 rnA 
f--~' __ 

T I.-

::b: 
~--- '--- f-- 2 mA -

I I i 1,5mA 
~-

! i ,lA 

I _I 
IS -O,5mA 

o 
o 40 80 120 160 vCE (VI 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Vqleur stal/que du rapport de transfert direct du 

h21 E courant en fonct/On du courant collecteur 

V CE =10V 
--r--.' r ---- - ~ -

80 -\ 
/ \ 

/ 
__ <1-<,00/ 

~ -, \. -o<;,e 

7 L -';, IlL --~ 

/ <,00 \. 
'i'); / 

~ 
- -'&~ 
....- .......-

-

60 

40 

.20 

~.- -

o 
1O~2 4 6 fa.' 2 4 6~OO 2 4 6 1C (A) 



ESM 16 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

BASE CURRENT VERSUS BASE-EMITTER 
VOLTAGE 
Courant base en {onetion de la tension base­

IS emetteur 

I VCE IrnA 
6 

10 V 

4 

4 

101 
8 
6 

4 

I 

I 

/ 
0,4 

V 
1/ / 

ffiJ" 
/1 7L 
~ II ~O 3i 

~IJ 

I 
I 

0,6 0,8 

V 

./ 1/ 

/ 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 

VCEsa 

IVI 

1,2 

t 

0,8 

0,4 

fi/Cl 

Tension de saturation collecteu,--emetteur en 
Fanction du courant co/lecteur 

IC ~ 5 

'8 

4 6 180. 1 2 

J: 
N 

" ~ 
B -

/ 

7~Voc ,~<j 

V <-II ,&'" I 
4 6 Ie 

IAI 

950 

COLLECTOR CURRENT VERSUS BASE­
EMITTER VOLTAGE 
Courant collecteuren tonetion de /a tension 

Ie base-emetteur 

IA~ VCE 10 V v 
4~+-+-~~~/~V~ __ ~~ VI 

100
8 P=l==1Jt:::h~/P=l==t=~ 
6r--r~-.ff--if-+-·-+--+--+--t-~ 

1-1-oI'f-t-L--'t~---t---t---t_I-~ 

I-f-q I- k 1--+--+---+-+-1-.-1 
~ " 

10
1
8 1= j§ = Jtt:::=+=t==!::~=:j::=J 

V SEsat 

IVI 

1,2 

0,8 

0,4 

0,4 0,6 0,8 

BASE·EMITTER SATURATION VOLTAGE 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Tension de saturation base-emetteur en 
fonetion du courant col/ecteur 

IC ~ 5 

~ 

.. Jj7 
_ 2'i,oC .......... 1--

-tcase - .............. 

__ ~\~"'OC/ 
r---r--'-c?J,se .,/ 

~V 
--.. _ .. _. 

4 6 180. 1 2 

/ 

4 6 Ie 

\AI 



TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERIST/OUES TYPIOUES 

OU TPUT CAPACITANCE VERSUS 
COLLECTOR·BASE VOLTAGE 
Capacile de sortIe en fonerion de la 

C22b tenSion colJecteur-base 

(pI) t = 25°C case 

2 '" 
"" '\f\ 

I'\. 
'\. 

-

IT 
(MHz' 

11 

10 

9 

8 

TRANSiTiON FREOUENCY VERSUS' 
COLLECTOR CURRENT 
Frequence de tranSition en fOnctlOn du 
courant colJecteur 

VCE~'OV 
I :: 10 MHz. 

tease:: 25°C / 
/ 

/ 
J 

/ 
/ 

/ 
'\. / 

4 
10 
, 2 4 6 10 2 

K 

6 

6 

4 

10'2 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DERATING 
FACTOR UNDER PULSES CONDITIONS 
Facteur de reduction de la resistance thermique en 
regime d'impulsions 

.JIP. 

-'6 _ 0,5 -~ ~::r 
T I ~ '// 

~1t,. .... / I .I 

-~tr/ I _ ",0 

-~ 
5 ~~ 

/ 
T 

Zth = K Rth 

1U 
10'52 510'42 510'32 510,22 510,,2 tp 

951 

4 6 
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ESM 16 

TYPICAL CHARACTERISTICS 
CARACTERISTIOUES TYPIOUES 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonction du courant 

t col/ecteur 
(~sec I 

BIB 

8 

4 

8 

6 

4 

'st---.. r--. 

11 
ton ~ ~ 
'f 

• V 
r 

2 

VCC = 30 V 

IC 
18= 5 

IS1 =-IS2 

T c~se;' 25°C 

........ r--.. - -"" 

~ I<: I-"" 
"l 

Ifi -l- I--

4 6 8 IC (AI 

952 

SWITCHING TIMES VERSUS COLLECTOR 
CURRENT 
Temps de commutation en fonct;on du courant 

t collecteur 
{lJSec I . L"Jo- VCC = 150 V 8 I--

6 
Tease -~C I I--t--f-= 5 

4 
S I--

ts't"-- IS1 =-IS2 

t- r- '-
I 

2 -t- r-..... r--. 
8 

6 

4 l/ ~ 
'on ~ J..-" V-I'--.. - V ./ I--I--

2 

'f,b--l- V .r 
2 4 6 8 IC (AI 



~, DfOMSON-CSF ESM 737 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

NPN HIGH VOLTAGE POWER DARLINGTON 
DARLINGTON DE PUISSANCE NPN HAUTE TENSION 

ADVANCE INFORMATION 

High voltage darlington, 
designed for applications 
such as: 
- Cars ignitions 
- Motor controls 
- Relay drivers 

Darlington haute tension, adapte 
aux applications suivantes : 
- Allumages e/ectroniques 
- Commandes de moteurs 
- Commandes de re/ais 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlM/TES ABSOLUES D'UTlLlSAT/ON 

Collector-emitter voltage 

Tension co/lecteur~emetteur 

Collector-base voltage 

Tension collecteur-base 

Emitter-base voltage 

T ension-emetteur base 

Collector current 

Courant collecteur 

Base current 

Courant base 

Power dissipation 

Dissipation de puissance 

Storage and junction temperature 

Temperature de janetion et de stockage 

Junction case thermal resistance 

Resistance thermique Jonerion bailier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud· B.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. • (1) 788-50-01 Telex. 610560 F 

IC 

IS 

Tj 
I 

953 

Case 
Boilier 

Tcase~25OC 

VCEO 

VCSO 

VESO 

ICM 

ISM 

Ptot 

VCEO sus 

ICset 

E 

TO 220 (CB 117) 

400 

600 

5 

8 
16 

2 
4 

75 

175 

400 V 

7A 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

Tstg -65 +175 "C 

Rth(j-C) 2 "C/W 

Janvier 1981 1/2 

~ ~ THOMSON-CSF 
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ESM 737 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES 

SYMBOLS TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES A L'ETAT BLOOUE 

IC=3A L= 15 mH 
VCEO sus 400 V 

IB=O Velamp = VCEO sus 

0,25 Tease = 25 "C VCE = SOOV 
ICEX mA 

3 Tease = 100 "C VBE=-1,5V 

lEBO 20 mA VBE= 4 V IC=O 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES A L'ETAT CONDUCTEUR 

h21 E 300 

VCE sat' 

I 
VBE sat' 

* Pulses 
Impulsions 

tp = 300 \.lS ,) ~2 % 

212 

1,5 V 

2 V 

1,8 V 

Unless otherwise stated 
Sauf indications contraires 

IC=3A VCE= 4 V 

IC=3A IB= 30 mA 

IC=SA IB = 120 mA 

IC=3A IB= 30 mA 

T case- 25 "C 

954 



~ lHOMSON-CSF SUPERSWITCH ESM 73BT 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTOR 

TRANSISTOR NPN HAUTE TENSION DE COMMUTA nON 

SUPERSWITCH 

HIGH POWER, HIGH VOLTAGE TRANSISTOR SUITED FOR USE 
IN DARLINGTONS AND PARALLEL MOUNTING -
MDTORS CONTROL - DC/AC INVERTERS - BREAKERS 

Data sheet tailored for switching applications 

... High current :60 A in Darlington configuration 
... Information for parallel mounting 
• Wide surge area ,3 50 A - 400 V 

... Base drive specified for different values of Ie 

TRANSISTOR DE PUISSANCE, HAUTE TENSION, ADAPTE A 
L'UTILISATION EN DARLINGTON ET LE MONTAGE EN PA-
RALLELE 
COMMANOE OE MOTEURS - GENERATEURS CONTINUS ET AL­
TERNA TlFS - DISJONCTEURS 

Specifications specialement ecudiees pour la commutation 

• Fort courant: 60 A en Darlington 
... Caracd!risation pour Ie montage en parallels 
• Airs de surcharge I1tendue 150 A - 400 V 

• Commancie de base speclfiu pour differentes valeurs de Ie 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 

VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector-emitter voltage 
Tension collecreur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteuf-bas8 

Collector current 
Courant col/ecraur 

Base current 
Courant base 

PO\N8r dissipation 
Di$$ioation de puisssnce 

Junction temperatur6 
Teml»rature de jonction 

( 
Junction-case thermal resistance 
Resistance rhermiquB jonction boilier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel: (1) 788-50-01 Telex: 610560 F 

VBE=-1,5V 

tp~10ms 

tp"; 10rns 

T case 25 DC 

max 

955 

! 

VCEOsus 

VCEX 

ICsat 

ICSM 

tf (30 A) 

Ca .. 
Boitier 

TO 83 

Mounting with M 12 screw 
Montage avec vis M 12 

Torques Min:14 mAN 
Couple de serrageMax :18 mAN 

VCEO 400 

VCEX SOO 

VEBO 7 

IC 60 
ICM 80 

IB 10 

IBM 25 

Ptot 350 

400 V 

500 V 

30A 

150A 

..; 1,211S 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

tj -65+175 °c 

0,43 

Fl:Ivrier 1982 1/8 

t.)I THOMSON-CSF 
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ESM 738T 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS· CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES" 

SYMBOL TEST CONDITIONS· CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS· CARACT~RISTIQUES A L'~TAT aLOaU~ 

VCEOsus 400 V la ~ 0, IC ~ 1 A, L ~ 25 rnH 

V(BRIEBO 7 V IC ~ 0, IE ~ 0;0 rnA 

ICE X 3 rnA Tease ~ 125 oc, VCE ~ VCEX, VaE ~ - 1,5 V 

ICER 5 rnA VCE ~4BO v. RaE ~ 100 n 

lEBO 30 rnA Ic ~ 0, VEa ~ 5 V 

ON CHARACTERISTICS· CARACT~RISTIQUES A L'~TAT CONDUCTEUR 

VBEsat* 

SWITCHING CHARACTERISTICS· CARACT~RISTIQUES DE COMMUTATION 

R6sistive load· Charge rtsistive 

ton 0.8 2 

to 2,2 3,5 ~s VCC~150V,IC~30A ,Ial ~-la2~6A 

" 0,4 1,2 

Inductive load· Charge inductive 

to 6 VCC ~ 250 V, IC ~ 30 A laend ~ 6 A, 

~s 

" 0,15 VaE ~-5V La ~3~H 

.. 
• Measured with pulses TC :;;; 25°C Unless otherwise stated - Sauf indications contraires 

218 

956 



IctA) 
8 
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2 

101 

2 

100 

----

Tease 25 oC 

~ -~ 

........ '. , 
O~ 

10-1 f- _ DC operation 
Regime continu 
Monopulse 

- - - Monoimpu/sion 

-
" 

?O 

~~ 
I'. 

11-t -- 10 J,LS 

I ~ 
? \""- -
~ '-, \ 

!', 
" 

f\. , 
"' 

, 
"-

"' 2 

10-2 

100 4 6 101 4 6 102 4VCEIV) 

FIGURE 1 : DC .nd AC puts ....... 

% 

'" ~ ~/e \~ ~ ,"'- ......... 

~ " 

100 

75 

50 

...... 

~ 
25 

o 
o 25 50 75 100 125 150 Tc.seIOC) 

FIGURE 3 : Power and ISIB derating ys case temperature 

957 

VCE 
IV) 

500 

480 

460 

440 

420 

400 

380 

-- I' 
..... 
" 

ESM 738 T 

" "' "' .... -
101 2 4 6 102 2 4 6 103 2 4 RBEln) 

FIGURE 2: Collector-emitter yoltage ys base-emitterresistance 
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6 

4 

10-1 

6 

4 

0 0,5 

0 0,4 

• 0,3 

• -0,2 

toll ..... 
--idas 
=':'-T 0 

1,,1' 
~-i 

10-2 

101 
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1/ T 
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FIGURE 4 : Transient thermal response 
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ESM 738T 

VCE =4 V 

50 
, 

\ 

'. 
40 

~ 
30 

"$ \ C> 

~"'C' '{. 
~, " 
~ ..... 
~~o~ ~ -I 

20 

10 

o 
o 10 20 30 

FIGURE 6 : DC current gain 
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Ve 
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(VI 

o 

40 50 IC (AI 

E lell~ =J E 
--- 125°C 

250 e 

.! 

If-- f-- VBEsat 

.-jIo5' 
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. 5 

f-- VC:f:! 
0 
o 10 20 

IB 
(AI 

5 

4 

3 

2 

o 

.... .... 

~ .. ....: 
30 

FIGURE 8 : Saturation voltage 
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FIGURE 1 : Minimum base current to saturate the transistor 
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ESM 73ST 

SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

o 

o 

TRANSISTOR FORWARO BIASED 
• During the turn on 
- During the turn off without negative baslHmittef voltage 
and RBE;;>2n 

o 100 200 300 400 500 VCEIVI 

FIGURE 9 : Forward biased safe operating ar. 
I FBSOAI 

100 200 300 400 VCEIVI 

fiGURE 11 : Forward biased accidental overload area 
I FBAOAI 

Figure 9 : The hatched zone can only be used for turn on. 

Figures 11 and 12: Hi~h i,lccidenwi surge currents ( [ > [eM) are 

allowed if they are non repetitive and <lpplied less than 3000 times 

during the component life. 

Figure 11 : The Kellog network ( he,lvy print ) allows the calcula­

tion of the maximum value of the short-circuit current for a given 
base current 18 (90 % confidence l. 

Fiqure 12 ; After the <1ccidcnwl ovt), load current, the RBAOA has 
to he usr.d for the turn {1ft. 

--o~ ______________ ~l 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
- During the turn off with negative bas •• mitter voltage 

IC 
IA I J TJ<;;1250C_ 

60 

40 - VBE =-3 V 

20 

o 
o 100 200 300 400 

FIGURE 10: R ...... bi ....... f. _ing areo 
IRBSOAI 

ICSM 
IAI 

150 

125 

100 

75 

50 

25 

o 

Tj<;;1250C 

- VBE=-3V 

o 100 200 300 400 

500 VcelVI 

500VCEIVI 

FIGURE 12 : Reverse biased accidental overload area 
I RBAOAI 

Figure 9 : La zone hacJlLJltJe ne doit t!ere utilisee que pour fa mise 

en conduCtion. 

Figures 11 et 12 : De fores couranlS dtJ surcharge ( I > 'eM) sone 
pp.rmis s'ils SOflt flon repl!titds et appliques moins de 3000 fois dans 

la vie all COlnpo:'cJill. 

Figure 11: Le rcseau de Kellog ( trait gras) permer Ie calcul de la 
Vi..llcur maximale du COUrifll( de court<ircuit pour un courant de 

base donne J 8 ( 90 ~" de con fiance ). 

Figure 12 : Apr..~s Ie pass.Jqo du courant de surcharge accideflcel/e, 

Ofl doit utiliser 1',Jlfe de surcharge accidentel/o en polan·sation 
invL'rso pour l'Ollvl:rtCIIC. 

5/8 
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FIGURE 13 : Switching ti .... VI collector current 

I _illive load I 
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FIGURE 14 : Switching tiR'IM VI collector CUrrtlnt 
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• applications • 

DRIVER CIRCUIT - CIRCUIT DE COMMANDE-

Theuseofan antisaturation circuit (OAS with T2) enables tum off of the ESM 738 
directly from the quasi-saturation state. This gives the following advantages : 

- Lower switching times tf and ts and smaller switching losses. 
- Narrower spread of storage time t, 
- Enlarged ar8. for the RBSOA 

L 'utilisation dun circuit anrisarurarion (DAS avec T2J permer IJ I'ESM 738 de 
commuter directement 8 partir de /'etsr quasi-sature. Ce qui entraine les avantages 
suivants: 
- Les temps decommutation (t" tfl er/es pertes decommutarionsontplus faibles. 
- La dispersion du temps de swckage est plus restreinte . 
- L 'Bire de sl!curire en polarisation inverse est plus etendue. 

+ 6 ----'----, 

-6 ____ ...) 

PARALLEL MOUNTING MONTAGE EN PARALLELE 

Figure 11 enables: La figure 11 permet: 

ESM 738T 

1) The calculation of the worse case sharing of the collector currents 
between two ESM 738 in parallel. 

1) Le cslcul dans Ie cas Ie plus dMavorable, de la r~partition du cou­
rant collecteur entre deux ESM 738 en parallele. 

l) The calculation of the emitter impedance (resistance or inductors) 
to have a better sharing. 

2) Le calcul de l'impAdance de I'~metteur (r~sistance ou inductance) 
pour avoir une meilleure r~partition. 

EXAMPLE: IT = 40 A. 11 ;;. 15 A. 12';; 25 A 

OVERLOAD PROTECTION - PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES-

The ESM 738 in the switching mode is operating under an accidental overload when the collector current is superior to the rating ICM 
The new concept «ACCIDENTAL OVERLOAD AREA II completes the absolute maximum ratings of power transiston. This concept allows: 
- to calculate a maximum value of the collector current under short-circuit conditions (for this a Kellog network is given with the FBSOA) 
- to find the maximum permissible duration of an overcurrent (with the aid of the FBAOA). 
- to find the maximum permissibfe voltage during the turn off under overload (with the aid of the RBAOA). 

L 'ESM 738 en regime de commutation fonctionne en surcharge accidentelle lorsque Ie courant coJlecteur est sup~rieur j la limite I CM 
Le nouveau concept «A IRE DE SURCHARGE ACCIDENTELLE }) complt}te les limites absolues d'utilisation des transistors de pUissance. 
Ce concept permet .-
- de calculer une valeur maximale du courant coJlecteur dans les conditions de court-circuit (pour ce/j nous donnons un r~seau de Kel/og 
avec I'aire FBAOA). 
- de trouver la duree maximale admiSSible d'une surcharge en courant (FBAOA) 
- de trouver la valeur maximale admiSSible de la tension r~appliquee pendant Ie blocage du transistor aprt}sla surcharge. 

ISC_ 

SHORT CIRCUIT PERMISSIBLE 

CURRENT DURATION 

Example A VCC = 220 V • IB = 6 A ISC ~108 A ~20J1s 
Vce 

Example B VCC = 300 V • IB = 8 A ISC ~120 A ~10Jls 

71B 
961 



ESM 738T 

HIGH EFFICIENCY OPERATING FONCTIONNEMENT A FORT RENDEMENT 
When the vamiltor is operating at coil_tor current smaUar than auand I" transistor fonctiontJfl • un CQUl1Int colleeNur infrJrleur 

~'i.~.!!i.i: :: ::'~!~:I·:.:!:~:' .. t) is smallar. ~f~~~&:~~::1;~.'7!t~~:n~= :!;:nr:,ion dB sarurstion est plu. 
- Lower conduc'lion 10lI8l. - Des perw dB con'duction plu, 'sib/es 
- Lower ... drive pOWItt'. - Un. pui68llnCB de command" de base plus faibls. 
- Shortllr switching times. - On tempt de commutation plu, faibles. 

The minimum bela currant necesury to reach saturation can be de- Le CQunlnt b ... minimum nlcersair. pour Sllrurer ,. tranlistor ptlUt 
termined with the aid of figure 7 . lUll tMtermin • .. I 'aide de I. figure 7 . • 

EXAMPLE: IC = 20 A 

DARLINGTON 

The use of Darlington configuration allo_ : 

., High pin with Ie ne., ICl,.t' 

IB=2A 

EXAMPLE: BUX 48 + ESM 738: for IT = 30 A.18";;0.2 A (HZ, =1501 

b) Higher collector currant with normal gain 

EXAMPLE :BUX48 +ESM 73B :forlT =60A .18";;ZA (HZ, =301 

L 'uti/i,.tion de I. configuliJtion Darlington pefmet: 

aJ Un tplin "ewell« Ie voisin dtIlC(ut) 

EXEMPLE :BUX48+ESM 738 .pourIT=30A .IB";;'O.2A (HZI = lSOI 

b) Un courant colltICttlur plul "ell'elltIC un gsin normsl 

EXEMPLE : BUX 48 + ESM 738 • pour IT = 60 A • I B ,,;;. Z A (HZI = 301 

Forced gain: 10 

I"UGH POWER SWITCH - COMMUTA TION DE FORTE PUISSANCE 

The dynamic .ering during the turn off il alweys batter with peraUal treruiltorl, 
than with perallel Derlingtonl. 
The usa of perel'el trenlilton in Darlington configuration "loWi to build vary high 
powerlwitch ... 
EXAMPLE: , ESM 738 Ori_ + 3 ESM 738 PO_r:IT = '70 A.nth IB = 7 A 

(Consult our factory for othar combinaisonl' 

La repartition dynamiqUfl du courant pendant I. blocagfl~ est toujouTl meilleur. 
BII8C de, tran,iston .n paralltJl. qu "lItIC dill Darlingtons .n parellM • . 
L 'Utiliution de tranl/sto" en pars/IMe dans la configuration Darlington permet 
de rfJaliStlr dill commutations d. trtls forte puiuance. 

EXEMPLE : I ESM 73B (commanrhJl + 3 ESM 73B (pull,""c.l. 
IT= 170A • pour IB =7 A 

( Veuillez nous consulter pour d'aut"" combinaisons possible,) 

8/8 

CONSULT THE THOMSON CSF HANDBOOK 
* Le transistor de puissance dans son environnement * 

* The power transistor in its environment * 
* Handbuch Schalttransistoren* 
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~ THOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONOUCTEURS OISCRETS 

SUPERSWITCH 

ESM749.[Vl 
ESM749A.[Vl 

HIGH VOLTAGE, HIGH CURRENT DARLINGTONS 

DA RLING TONS HAUTE TENSION,A FORT COURANT 

TENTATIVE DATA 

SUPERSWITCH 

HIGH VOLTAGE, HIGH CURRENT OARLINGTONS ESPECIALLY 

OESIGNEO FOR FAST POWER SWITCHING IN BRIDGE CONVER­

TERS 

NO PARASITIC COLLECTOR-EMITTER OIOOE _ BASE OF OUTPUT 

STAGE ANO OF ORIVER STAGE SEPARATELY CONNECTABLE_ 

WIOE ACCIDENTAL OVERLOAO AREA FOR EASY SHORT­

CIRCUIT PROTECTION_ 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITESABSOLUES D'UTILISATION 

Collector4miner voltage 
Tension col/lICtBur-4mettBUr 

Collactor-emittar voltage 
Tension collBCtfJUr-lmettllur 

Emitter-base voltage 
Tension tllTIfItteUr-base 

Collector-current 

Courent collectflur 

BaslH:urrent 

Courant bins 

Power dissipation 
Din;pation de puissance 

Junction temperature 
rtlmp4rature de jonction 

Thermal-t"esistanca junction-case 
Rtlsistance thermique jonction-boitier 

50. rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. : (1) 788-50-01 Telex: 610560 F 

VBE =-1,5 V 

Tcase250C 

max 

VCEO 

VCEV 

VEBO 

IC(RMSJ 

ICM 

IB(RMSJ 

IBM 

Ptot 

Tj 

963 

VCEW 

VCEV 

ICoat 

ICSM 

ESM749 
ESM749A 

ESM 749, (V) ESM 749 A, (V) 

400 V 

850 V 

20A 

BOA 

CB-285 

450 V 

1000 V 

20A 

BOA 

ESM749 V 
ESM749A V 

C8-416 

Isolation voltage: 2,5 kV,RMSI 

ESM 749,N) 

400 

B50 

12 

25 
35 

4 
10 

125 

_-40 

ESM 749 A. (V) 

450 V 

1000 V 

12 V 

25 
35 

A 

4 
10 

A 

125 W 

+150 OC 

June 1982 117 
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ESM 749.IV)- ESM 749 A.IV) 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES" 

SYMBOLS TEST CONOITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT BLOQUE 

VCEOsuI 
400 

V 
ESM 749 

IB =0 ,IC=O,2 A, L= 15 rnH 460 ESM 749 A 

VIBRlEBO 12 V IC=O ,IB =5rnA 

ICEV 
0,2 

rnA Tj = 250C VCE =VCEV, VBE =-7 V, Rl =270 n, R2 = 100 n 
2 Tj= l000C Diodes(Bl-B2':: 2 x PLQOB 

ICER 
0,5 

rnA 
Tj = 250C 

VCE =VCEV, Rl ';;;27 n; R2 ';;;10 n 4 T' =1000C 

IEBOIT2' 1 rnA IC=O, VBE2 =-7 V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L'ETAT CONDUCTEUR 

VCE .. ,* 1,4 2 V Tj = 1000C IC=20A,IB=1 A 

VCE .. ~ 2,5 V IC = 30 A ,IB =3 A 

VBE .. ~ 2,5 V IC = 20 A , IB = 1 A 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION" 

SWITCHING TIMES ON RESISTIVE LOAD - TEMPS DE COMMUTATION SUR CHARGE RESISTIVE 

1-___ ta.="'---__ -t __ t-:0-:,7:-1--=-I::-f-'---''' __ +-VCC =150V ,IC=20A,IBI = 1 A, RC=7,5n, 

1-___ .. :!.... ___ +--_+.:;1.~7+::2,:::5_1-..:."'=--+-RBB = 0,6 n, - VBB = 7 V ,tp = 30 '" 
tt 0,6 1,2 

TURN-ON SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES DE COMMUTATION A LA MISE EN CONDUCTION 

die/cit 
110 

AI", 
Tj = 25°C 

VCC =300 V, RC = 0, IBI = 1,5 A, tp =30", 
90 T' = l000C 

VCE(3"" 
5 V 

Tj = 250C 
VCC =300 V ,RC=15n.IB1= 1 A 10 Tj = l000C 

VCEI5"" 
2,B 

V Tj = 260C 
Vcc =300 V ,Rc=15n,IBl = 1 A 5,2 Tj = l000C 

TURN-OFF SWITCHING CHARACTERISTICS - CAR"i'CTERISTIQUES DE COMMUTATION A L'OUVERTURE 

ON INDUCTIVE LOAD - SUR CHARGE INDUCTIVE 

IMth negative bias ~ Avec polarisation n6gative 

"i 
1,85 

'" 
Tj = 25°C 

IC=20 A 2,9 4 Tj = looOC 

0,18 Tj = 25°C 
'Bl = 1 A 

tti '" 
-VBB=7V 

0,44 0,76 T' = l000C RBB =0,6 n 

Iti 
0,04 

'" 
Tj = 25°C VCC=150V 

0,12 Tj = l000C Vclamp =400 V 

0,48 Tj = 250C LC =0,4 mH ... 1,1 ". T' =1000C 

With .ntiuturation network - Avec r6seau anti.8turation 

"i 
1,8 

". 
Tj =2SOC 

1r.=20A 2,7 4 Tj = l00"C 

0,22 Tj = 25°C 
IS1=1 A 

tti III -VBB =7V 
0,46 0,75 Tj = l000C RBB =0,6 n 

Iti 
0,06 Tj =2SOC VCC=150V 
0,14 ". T- = l000C V clamp = 400 V 

0,68 Tj = 25°C 
LC =0,4 rnH 

... 1,12 III Tj =1000C 

*. Tj = 2SOC Unless otherwise .. ted *Pul ... 
Impul,;om 

2/7 
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FIGURE 1 : TEST CIRCUIT FOR SWITCHING TIMES 
- with resistive load 
-with inductivelcad without antisaturation network 
- with inductive load with a"tisaturation network 

FIGURE 2 : TURN-ON SWITCHING WAVEFORMS 

2V 
VeE (5",) 

IS 
3.us ---

5~s '--
(AI 

0,9 '8 

RC(2) 

o-----c=J----o 

Ie 
(A) 

(A) '. 1 

FIGURE 3 : TURN-OFf SWITCHING WAVEFORMS (INDUCTIVe LOAD I 

ESM 749,(V)- ESM 749 A,(V) 

(1) Fast electronic switch 

12) Non-Inductive resistor 

(3) Fast recovery rectifier 

Load resistor under short-circuit 

I tr; I 

I .. t 

lSI ~ 'fl ~ til ..--

I i 
>-- te ----, 
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ESM 749,(V)- ESM 749 A,IV) 

Ie 
AI 

02 
5 1-_ i'!' ... ::'! 

5~$_ -- - - ~, ~- ~ 
2 ... ... •• '. J 

0 1 ...... ~ '-~'~ I 5 

" ) ~ ... tr 
2 "'''''P''' \ r?"fIt> ,,, 
()O ..... , 
5 ..... I 
2 

I' •.•. :--11- Te =250e 10 
5 J- _ DC operation 

......... ~11:-
? 

__ ... Monopulse 
~-ESM 74 w 10 

1()O 2 

FIGURE 4: DC and pulse area 

75 " " "'-" ~or ~ " i'-. '" 

100 

&0 

25 

o " o 25 50 75 100 125 150 175 Te(Oe. 

FIGURE 6: P!ower ."d ISIB .... ting VI a .... mper.ture 

veE 
(V I 

1000 

800 

600 

400 

E~i491A 

Ii J }.. 
ESM 749 ,""I 

"-

1 

" '~ K 
f'.. f'.. 

r-.... t--.. 

1002 5 101 2 5 102 2' 5 1032 5 104 RSE (n) 

K 

10.1 

FIGURE 5 : Collector-emitter voltage vs base-emitter 
resistance. 

P J..-- ~ 

f-i=r ~ 
....... -~ ~ I-....... 
~ 

V V l/ ....... ~ & ::::- 0.\' Zth = Ath- Kf-

0° , 

<,0 

I-7 «'r - - - -f--

.~~ .~ ~ , 

10-2 
10-2 10,1 

,6 :::tplT.~I--t_! 

FIGURE 7: Transient thermal response 

CASE OUTLINES 

C8-285 

0.85 

4/7 

fT--=;: 
~ 

Mark"'!j clear 
Marquage en C/all 
Note Pin 3 may be om,lIed 

LII broche 3petJt'trflormse 
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21E '\.. 
500 

'\ ~ 
'\ \ 

400 
'\ .. ~~-

~'ijj of 
\" 

300 '\,~ 

i~ 
~ -~. ~. 

1~ ... .... 
o 10 

FIGURE 9: DC current gain 

vaE 
tv I 

2 

t--' 
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,. ~ 
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° o 2 

FIGURE11; Sase characteristics 

FIGURE 13: s.turatian volta",1 

VCI =~V_ 

I\. 
"-
~ -.. .- -. . -r.-; 

20 IctAl 

30A 

3 la tAI 

967 

ESM 749,IV)- ESM 749 A,IV) 

la 
tA I 

1 

0,1 

0,01 

.... 
· ... 9 

,.--~c,," ~ 
/,-~Sl,~C, , ,'/" ,./ 

!// -, 

~,. ,., 
.' r 

~y 

0,001 
o 10 20 IctAl 

FIGURE 10: Minimum base current to saturate the transistor 

VCE 
tv I 

2 

I 

r-~ 
,~ 

-/C10 " 

o 
o 

\ 
~ 

-

2 

FIGURE12:Colleclor saturation region 

1,5 

....... --I---

3 la tAl 

2 

FIGURE 14: Collector current spread vs base emitter voltage 

5/7 



ESM 749,(V)- ESM 749 A,(V) 

IC 
(A' 

? 

VBB RBe 

TRANSISTOR FORWARD BIAseD 
. During the turn on 
. During the turn oH without negative bu.·emitter volt89_ 

and RBe .. 50 n 

25~--~--~~~~r--i---+---+--~ 

15~--}---}---+---~'-4---4---4---~ 

10~--~---+----~~ 

5~~---+---+--~ 

O~ __ ~ __ -L __ ~ __ __ 

o 200 400' 

FIGURE 15 : Forward biased saf. operating arae (FBSOAI 
• ESM 749 A: 450V 

FIGURE 17 : For;ward biased accidental overload arae (FBAOA) 

Flail''! 16 : rh~ na!r.herj zone can only be used for turn on. 

Figures 17 and 18 ; High accidental surge currents ( I > leM ) are 
allowed if they are non repetitive and applied less than 3000 times 

during the component life. 

Figure 17 : The K3110g network ( heavy print ) allo\'\15 the calcula· 
tion of the maximum value of the short-circuit current for a given 

base current IS ( 90 % crnfidence ). 

Figure 18 : After the accidental overload current, the RBAOA has 

to be used for the turn off. 

968 

o 

VBB 

TRANSISTOR ReVeRSe BIAseD 
. During the turn off with neg.tive bIIse·emitt.r volt." 

IC 
(A , 
25 

15 

10 

5 

o 
o 

'" .. ... 
~ 
III 

. 
400 

T . .)125J 

I 
J I 7-

- VBB =7 V 

'" '" .. ... 
~ 
III 

l"'-t---

FIGURE 16: Reverse biased safe operating area (RBSOA) 

ICSM 
(A , 
80 

60 

40 

o 
o 

Tj.;;112506_ 

r- -V B =7V 

'" '" '" .. .. ... ... 
::E ~ '" III III 

I 

~.J. 
400 BOO VCE(V, 

FIGURE 18 : Reverse biased accidental overload area (RBAOA) 

Figure 15 : La zone hachuree ne doit due utilisee que pour la misp. 

en conduction. 

Figures 17 f't 18 : De forts courants de surcharge ( I > 'eM) sont 
permis s'ils !>:,H';r non repetirifs et appliques mains de 3000 fois d8ns 

fa vie du composanr. 

Figure 17 Le reseau de Kellog ( trait gras) permer Ie calcul de la 
valeur maximale du courant de court<ircuir pour un courant de 

base donne J 8 ( 90 % de con fiance ). 

Figure 18 : Apres If> passage du courant de surcharge accidenrelle, 

on doie utiliser "aire de surcharge accidencelle en polarisacion 

inverse pour I'ouverrure. 



r- _Without antisaturation network 
) I-----With antisaturation network 

I I 

1 
S 
6 

4 

f---IB1=1 A 
RB2=O,60 

...... 

'. ......... . r..... . f--_ ...... '-

--.;,; 

" '" -
2 

10-1 

° 

IND,UCTIVE, LOAD 

10 20 30 IC(A) 

FIGURE 19 : Switching time vs collector current 
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ESM 749,(V)- ESM 749 A,(V) 

t 
(,.. ) ===1_Withoutantisaturation network_IB1 _1 A _ 

2 

1 

6 
4 

2 
10-1 

'10-2 I 

_.--With antisaturation network _RS2 =0,6 0_ 

t. --- --- --- --
-tf .......... 

.. ........... -~ I""" 
\ , " reo-

INDiCTIVE lOAD 

II 10 20 30 ICIA) 

FIGURE 20 : Switching times vs collector current 
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~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

SUPERSWITCH 

ESM75D 
ESM75DA 

NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSITORS 

TRANSISTORS NPN HAUTE TENSION DE COMMUTA TfON 

SUPERSWITCH 

VERY HIGH VOLTAGE, HIGH SPEEO TRANSISTOR SUITED 

FOR: 

- THE 3801440 V MAINS 

- THE PARALLEL AND DARLINGTON CONFIGURATIONS 

- DClDC AND DClAC INVERTERS 

- MOTOR CONTROL 

0. •• sh .. t tailored for switching .pplications 

- Key par.mete" characterized at 1000C 

- High blocking capability - 1000 V 

- Informltion for piI,allei mounting 

-Information for. use in .rllngton configur.ion 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VAL EURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collec:tor-emitter voltage 
Tension coll«teur4metteur 

Collector-emitter voltage 
VBE = - 3V Tension colltICteur-4metteur 

Emitter-base voltage 
Tllnsion #lmetteur·base 

Collector current 
Courant collecteur tp "10ms 

Base current 
tp"10ms Courant base 

Power dissipation 
T case 25°C Dillipat;on de pui8SancfI 

Junction temperature 
Templ,ature de jonction max 

( Junc:tion-case thennal resistance 
Rhistanctl thermique jonct;on-boitier 

max 

50. rue.....tean·Pierre Timbaud • B.P. 5 
F . 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. : (117B8·50·01 Telex: 610560 F 

VCEO 

VCEX 

VEBO 

IC 
ICM 

Ie 
IBM 

Ptot 

Tj 

Rthfj-cl 

971 

VCEOsus 

VCEX 

ICsat 

ICSM 

tf ( 100 oC) 
max 

T03 
Boltier 

ESM 7&0 

,600 

900 

7 

12 
25 

4 
10 

150 

175 

1 

ESM750 ESM 750 A 

600 V 700 V 

900 V 1000 V 

6A 6A 

45A 45A 

0,6/4 0,6/4 

ESM 7S0A 

700 V 

1000 V 

7 V 

12 
25 A 

4 
10 A 

150 W 

175 °c 

1 oCM ) 

Mars 1981117 

,,~ ntOMSON-CSF 
• ©@~~LW$ 



ESM 750 - ESM 750 A 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES" 

SYMBOLS TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIOUES A l'nAT alOOUe 

600 ESM 750 
VCEOsu. 700 

V la = 0, IC = 0,2 A, l = 2S rnH 
ESM 750 A 

VIBRIEBO 7 V IC = 0, la = 50 rnA 

ICE X 
0,3 

rnA Tease = 25 OC 
VCE = VCEX, VaE = - 3 V 2 T case = 125 DC 

ICER 
O,S 

rnA Tease = 25 oc 
VCE = VCEX, RaE'; 10 n 4 Tease = 125 oc 

lEBO 1 rnA IC z 0, VEa = 5 V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIOUES A l'eTAT CONDUCTEUR 

1,S IC= 6A,la=1,SA T case = 100 °C 
VeEsa'- V 

2,S IC=10A,IS=SA 

VSE ... . 2 V IC= 6A,IS=l,SA 

DYNAMIC CHARACTERISTICS - CARACTeRISTloues DYNAMIOUES 

f = 1 MHz, IC = 1 A, Vce = 10 V 

f = 1 MHz, Vce = 10 V 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIOUES DE COMMUTATION 

Resistive load - Charge r,bisti..,. 

'on 0,4 O,S .. 2,2 4 

" 0,35 0,7 

Inductive load - Charge inductive 

.. ,3,S 

" 0,15 .. 4,2 

" 0,33 O,S 

• Pulse -Impulsionstp = 3001"6 <2" 

217 

". 

". 

VCC=JOOV,IC='6A,IBl =-IS2 = l,5A 

VCC=300V, IC= SA, 
t-------1r----- lB = 3"H ,lBend = l,SA 

VB ;-SV 

•• T case = 25 °C Unl", otherwise stated - Sauf indications contra ires 

972 



IC 
IAI 

100 

10'1 

10'2 

1 

- - P' ,.--,,, ...... 
~,~ " 0(: 

\: 
, , 

\. 

Tease 25 Oc - DC operation 
_ _ _ Monopulse 

2 4 10 20 40 

I 
J~'O-r I __ ~o' ~~"'. 

'" 
.. 0& 

~~ . .", 0, 

08-W·~ 
~- .... , '~;,,~ ',."'-':''''' , 
~~~' ~~ '0 ,:t!8 "' "'.-.. 
~ 1'1~ 

;,~~!; "'''' '" w" w 

100 200 VCEIVI 

FIGURE 1 : DC and pulse area 
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....... :.:'S/f) 
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" I"'-

" ....... 
~ 
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25 

o 
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FIGURE 3: Power and ISIB derating vs case temperature 

ESM 750 - ESM 750 A 

VCE 
IVI EkM i50 ~ 

1000 

..... " 
EiM 7~0 i\ 900 

..... ~ \ 
800 \ 

"'" 700 
,,~ 

", 
600 

1',..., 
100 2 5 101 102 2 5 103 2 5 104 2 R~Elnl 

FIGURE 2:Collector-emitter voltage vs baS&-8m;t1er resistance 

K -
[0 - 0.6 

6 
,.. 

6 ::II 0.4 I- -!@ 
4 

6 1= b.2 ~ "7 _ ...... 
2 

..J~ 1 Z,h Rth· K _ i-

6 
I/!"O~ I I I ,0 

4f-V~C ,!.Ie- -

2 It" -

10 
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FIGURE 4 : Transient thermal response 
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ESM 750 - ESM 750 A 

I I h21E 

36 
/ ... : ! 

32 

28 

24 

20 
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12 
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-
/' 

'I 
l{'b , 0 
,l \, C" 

250e 'l 

r----.t " 
~ .. ! -4~ 0:-

. _- 1-._ 1-8 

4 

o 
o 2 3 4 

FIGURE 6: DC current gain 

, i VeE = 5 V 
, 

~ .--~ - .--
5 6 8 9 lelA} 

VBEr---,----,---,,---,----,---,----r---, 
IVI 

1,4 r----+----1------r-----1-

1,1 

FIGURE 8 : Base characteristics 

veE r---r----,-,---,---.---,---r---r---r--~ 
VBE 

(VI 

417 

3 4 

FIGURE 10 :Saturat;onvoltage 

6 8 9 lelA) 
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IB 
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veE 
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1Joe ~ I 1 I 
90 % confidence . 

I)f/ 
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FIGURE 7 ; Minimum base current to saturate the transistor 

1\ 
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FIGUR E 9 : Collector saturation region 
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FIGURE 11 : Collector current spread vs base-emitter ';oltage 



eSM 750 - eSM 750 A 

SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
• During the turn on 

. During the turn off without negative base-emitter voltage 

ond RBE .. 100 n 
ICr--r--~-.---r--.--.--.---r--'--, 

(AI 

o 200 400 

FIGURE 12: ForWlll'd bi_d Mfa operating_'" (F8S0A) 

o 200 400 600 

FIGURE 14 : Forward biased accidental overload area 

(FBADA) 
·ESM750A:700V 

Figure 12 : The hatched zone can only be used for tu'n on. 

Figures 13 and 15 : Switch off starting from the quasi saturated 
nate (VeE ;;;t ,'S VI allows to extend the RBSOA and the 
R BAOA to the hatched zone. 

Figures 14 and :15 : High accidental surge currents (I > ICMI are 
allowed if they are non repetitive and applied less than 3000 ti· 
mes during the component life. 

Figure 14: The Kellog network (heavy point) allows the ca.lcu· 
lalion of the maximum value of the short-circuit current for a 
given tiase current la (90" confidence). 

Figure 15 : After the accidental overload current, the ABAOA 
has to be used for the turn off. As in traffic regulation one is 
allowed to cross the broken line before the continuous line. One 
is forbidden to cross the single continuous line. 

D 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
. During the turn off with negative base·emitter voltage 

FIGURE 13: Row.na bi_d __ ing .... (RBSOAI 

ICSM r--.--~---r--~--~--~-.--~---r--~ 

975 

(AI 1--4--4--4--I-rl--+-I-~-, 
40 

30 1---+--'o4r. 1----+----+--+""I---+--1f.1-----l 

20 

1 0 f----l---+---+--+---j 

200 400 600 800 VCE (VI 

FIGURE 15 :Aeverse biased accidental overload area 

(ABADA) 

Figure 12 : La zone hachuree ne doit Itre utilis~e que pour la 
mise en conduction. 

Figures 13 et 15 : Le blocage ~ partir de "~tat quasi-sllturl 
(VeE;;:' 1.5 V) permet d'lrendre les aires de foncrionnemenr 
er de surcharge en inverse jusqu's la zone hachuree. 

Figures 14 .t 15: De fons courants de surcharge (I >'CM) 
SOnt permis s'ils sont non rep6titifs er appliqu6s moins de 3000 
fois dans la lIie du composanr. 

Figure 14 : Le reseau de Kellog (trait gras) permer Ie calcul de la 
valevr maximale dv covranr de courr·circuit pour un courant de 
base donne '8 (90 96 de confiance). 

Figure 15 : Apres Ie passage du courant de surcharge accidenteJle 
on doit utiliser raire de surcharge accidentelle en polarisation 
inverse pour roullenure. II est permis de trallerser la ligne conti· 
nue ,;§i condition de traverser d'abord la ligne pointillee. 
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ESM 750 - ESM 750 A 
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1",1 

4 

2 

0,6-

0,4 

0,2 

0,1 

RESISTIVE LOAD_ 

t-- '. 

" 
Ic/le =4 -
Vcc =300 V_ 

......... 

---1-","" 
-r--r--
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~ :.--

'on ::;;..~ - ..... f 

o 2 3 4 5 6 8 91ClAI 

FIGURE 16 : Switching times vs collector current 

(resistive loadl 

FIGURE 18 : Switching times t.st circuit on inductive'eNld 

(with and without antisaturation network) 

• 
I"sl 

4 

0,4 

0,2 

0,1 

0,04 

0,02 

0,01 

6/7 

INDUCTIVE LOAD 

I,..-- - _ t 1, 

... 

I'-~ J'I -
VBE=-5V 

With antisaturation network ____ till Vee = 300 V 

Without antisatu·'ation network -..IC/IB = 4 

o 2 3 4 6 8 91ClAI 

fiGURE 20 : Switching times vs collector current 

Iwith and without antinturation network, 

976 

" ----,---,----,----,----. 
RESISTIVE LOAD 

2~r----+----~----t_--_1----~----~ 

200~--~----+----~----~----4_--~ 

100 
o 25 75 100 

300 

250 

200 

1~ 

FIGURE 17 : Switching times VI junction temperature 

(resistive load) 

dv/d. = 1000 VI", ----Without snubber or 
RC net'NOrk 

INDUCTItE LOAD / 
)' V 

'f "," 
;" 

V,- " 
./ , ... 

~ .. 
~ ..... ---100 

o 25 

~ -_0:::' 

75 100 Tj lOCI 

'f 
,",sl 

FIGURE 19 : Switching timits VI junction temperature 

(inductive load' 

0,3 t-" ..... ~----+---

0,2 ~----)----+-----F""'::::-4_----+-----I 

0,1 ----ir-----ii- VCC = 300 V 
IC=6A 

__ /-__ +- IBl = 1,5 A 
LB=3"H 
VB=-5V 

OLO-----l000~---2000~----~3000~---4000~--~~~--dv~/m..l 
IVI",I 

FIGURE 21 : Fall times vs reapplied voltage slope 



ESM 750 - ESM 750 A 

applications 
The ESM 750 iI .. igned for high volt.ge ( 380/440 V main. ) and high currant application •. 

ICoat = 6 A Ps switchable power = VCEO -ICsat = 4,2 KW 

To incr .... its power switching capability. it can be used in discrete earlington configurations. 

EXAMPLE 1 : 

~r-------~t--------1-------il ICO 

~ 47n S. 5 V +-<=}--+---{ 

47 n 

In this configuration the discrete Oa"ingtOn can switch: 

ICO = 15A 

ICO = 10 A 

EXAMPLE 2: 

IBO 
---.~-_i+----1~--_+~---, 

c 3x 

In this configuration the diserete Darlington can .witch : 

ICO= 20 A 

ICO = 10 A 

IBOr----,-----,-----y---.rr-----.----. 
(A) Tj .;;; 1()() oc 

I 

1,5 

0,5 t-----t----~~--+-----I---+--_I 

OL-_-L __ ~_~ __ -L __ L-_ _J 

o 5 10 15 20 25 ICO(A) 

Minimum base currant IBO to driver the discrete Darlington 

with IBO= 1 A 

with IBO = 0,5 A 

IBOr----,-----,-----r-----,-----r----M 
(A) Tj';;; 100 oc 

with 

with 

977 

3r---~---+----r---~--_4~~ 

0L--~ __ ~_~ __ -L __ L-_ _1 

o 10 15 20 25 ICO(A) 
MinimUm bue currant IBO to driver the discrete DarlingtOn 

IBO = 1 A 

IBO = 0,3 A 
7/7 





~ 1HOMSON-CSf ESM 752, (V) - ESM 752 A, (V) 
DIVISION SEMICDNOUCTEURS OISCRETS 

NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTORS 
TRANSISTORS NPN HAUTE TENSION DE COMMUTA TION 

SUPERSWITCH ESM 752,(VI ESM 752 A, (VI 

VERY HIGH VOLTAGE, HIGH SPEED TRANSISTORS 
SUITED FOR: 

THE 380/440 V MAINS 
THE PARALLEL AND DARLINGTON CONFIGURA­
TIONS 
DC/DC AND DC/AC CONVERTERS 
MOTOR CONTROL 

Data sheet tailored for switching applications 

ISOTOP: isolated collector package 
Key parameters characterized at 10Qoe 

High blocking capability - 1000 V 

Information for parallel mounting 

Information for use in darlington configuration 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEVRS LlM/TES ABSOLVES O'VTlLlSA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecreur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonet/on 

I Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique janet/on-boitier 

SO. rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tei.: (11788-50-01 Telex: 610560 F 

VBE = - 3 V 

tp" 10 ms 

tp" 10 ms 

max 

max 

VCEO 

VCEV 

VEBO 

IC 
ICM 

IB 
IBM 

Ptot 

Tj 

Rthlj-cl 

979 

VCEO(susl 600 V 700 V 
VCEV 900 V 1000 V 

ICsat 

ICSM 
tf (1oo 0 CI 

(maxI 

Casa 
Boitier : ISOTOP 

12 A 

goA 

600 ns 

ESM 752-ESM 752A ESM 752 V-ESM 752 AV 
C8-285 C8-416 

Isolation voltage: 2,5 kVIRMSI 

Tcase = 25°C 

ESM 752,(VI ESM 752 A, (VI Units 

600 700 V 

900 1000 V 

7 V 

24 
A 

50 

8 A 
20 

150 W 

150 'C 

0,83 'C/W 

October 1982 - 117 



ESM 752. (VI - ESM 752 A. (VI 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARA CTERIST/OUES ELECTRIOUES" 

SYMBOLS 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISnOUES ACETA T BLOOUE 

600 ESM 752, IVI 
} IS ~ 0, IC ~ 0,2 A, L ~ 25mH VCEO Isusl 700 V ESM 752 A, IVI 

VISRIEBO 7 IC ~ 0, IS ~ 0,1 A 

0,4 
ICEV 

4 
} VCE ~ VCEV, ~ VSE ~ - 3 V 

Tease ~ 125'C 

1 mA 
ICER 8 

} VCE ~ VCEV, RSE" 5!l 
Tease ~ 125'C 

lEBO 2 IC ~ 0, VES ~ 5 V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISnOUES A L 'ETA T CONDUCTEUR 

1,8 IC = 12 A, IS ~ 3 A Tease ~ 100'C 
VCEsal' 

2,5 V IC ~ 20 A, IS ~ 10 A 

VSEsal' 2 IC ~ 12 A, IS ~ 3 A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS - CARACTERISnOUES DYNAMIOUES 

f ~ 1 MHz, IC ~ 1 A, VCE ~ 10 V 

f ~ 1 MHz, VCE ~ 10 V 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERlsnOUES DE COMMUTA nON 

R6.lstive load - Charge resistive 

Ion 0,4 0,8 

15 2,2 4 flS VCC ~ 300 V,IC ~ 12 A,ISI ~ - IS2 ~ 3 A 

If 0,35 0,7 

Inductive load - Charge inductive 

15 3,5 

If 0,15 
VCC ~ 300V,IC ~ 12 A, 

7 
flS LS ~ l,5f1H,ISend ~ 3 A 

15 4,2 Vs ~ - 5 V 

If 0,33 0,6 
Tj ~ 100'C 

·Pulse -Impulsionstp = 300J.'5,5.:fit. 2 % - ··T case = 25°C Unless otherwise stated - Saufindications contraires 

2/2 
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IC 
IA I 

10 

5 

2 

5 

2 

10-1 

5 

2 
10- 2 

% 

100 

50 

I 1 ~) 

I'....: ~..t. 1. if,'" ~ .... t-~ ,. 
~ 

, .. .. ~~~ 
~ ~. ~? .. t"'~~ 
\ 1' .... (""' .......... 

6'~ 
I\. ):~~'~~~, I 

o d' ~ ~~ ~",' ... .... r ... ~~ 
I\. IJ? 

.... « 
Tease 25°C """ '" 

::;;~ 
II) 

_ DC operation 

ri~ -1- ~O~OPulse I (/)~> w,,_ 
1 2 4 10 20 40 100 200 VCE (VI 

FIGURE 1 : DC and pulse area 

~ t---- r-.!.S/8 

'" -r--
,0 i"--. 
tOt ......... 

~ 

t......... 

VCE 
IVI 

1000 

900 

800 

700 

600 

K 

6 

4 

2 

10-1 

6 

4 

2 

ESM 752. IV! • ESM 752 A.IV! 

E~ M ~51 A,IIVI 

"N 
E~M j52~ IV\\. 

i'I.. I\. 
~ 

I\. I\. 
~ .... 

~ 
"- t.... 

1 2 5 101 2 5 102 2 5 103 2 5 104 2 5 RBE 101 

FIGURE 2· Collector-emitter vOltage vs base-emitter 
resistance 

III 

r-i 1.31 

~ 

I,..- :::; ~ ;;;-' -I-

lm:~~ V , ~ Zth = Rth·K -& ~O. 
I- I ~o 

~~o T r-p ",,<:I T 

-jj: 1/ "I i !-t 1 i i 
o 50 100 Tease lOCI 10-2 10-1 10 102 lp Imsl 

FIGURE 3 Power and ISIB derating vs case FIGURE4. Transient thermal response 
temperature 

CB·285 

2.05 

~ 
~ 

39.10 

CASE OUTLINES 

981 

..!.--'l:_.s~~ 
1105' 113, 

19.0 ! 
r , 
~ 
23.55 

;-~-~_H CB-416 
I- -' +- S.L 

- ., 

i. 
[ ~_. _ 'O.~S _ 

~ ;~:!~ 
39.10 

317 



ESM 762.IVI - ESM 752 A.IVI 

32 

24 

16 

B 

o 

VBE 
IV) 

1,4 

1,2 

O,B 

VCE 
VBE 
IVI 

2 

1,5 

, .. 
I " 

1-':000 ,0 
f--- 25°C 'I. 

:;,;..; "'-l' .,.-
I' ~ ... -40°C 

'"'-~. 1-.0..;;; 
1-

4 B 12 

FIGURE 6: DC curent gain 

.,.-V 

./ ./ 
,\').1>-

'" 
/' 

\c, 

~~ \~ 
o 4 B 

FIGUREB: Base characteristics 

lellB = 4 

_ . __ ,VBEsat 

VCE = 5V 

- .--
16 lelA) 

,-

~-

12 IBIAI 

, , , 
'/ 
if 

1t. -
k~. J 

'I 
~ ~oc- \lccsat, 0,5 

.I. 11000C~ __ __ ... -i::.- ?~oc 

o 4 B 12 16 ICIAI 

FIGURE 10 : Saturation voltage 

417 

982 

la 
(A) 

12 

8 

4 

o 

VCE 
IV) 

4 

3 

2 

o 

16 

90 % confidence 1JOC~ 
."'0 

-".IV 

i 
_ 40°C 

" ~ 
ir25°C 

I~'" 
~ ~ 

.~ ~ 
f-'=! ~ 

~I" :.=:: -
4 B 12 16 20 IC(A) 

FIGURE 7 : Minimum base current to saturate the 
transistor 

1\ Tease = 25~C 
\ 
\ 

\ , 
-

\ -
~ 

\ ._'-c_ ~i-- IC = 20A 
IC 12A 

"-- IC ~ 'l!?I 
4 B 12 lalA) 

FIGURE 9: Collector saturation region 

12 1---+-+--1-

B 1---+--+ 

4 

O,B 0,9 1,1 VaEIV) 

FIGURE 11 : Collector current spread vs base-emitter 
voltage 
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ESM 752. (V) - ESM 752 A. (V) 

SWITCHING OPERATING OVERLOAD AREAS 

o'O--..... --{ 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
- During the turn-on 
- During the tur-off without negative base-
emitter voltage and RBE;'500 

IC 
IAI 

o 

( 
TRANSISTOR REVERSE BIASED 
- During the turn-off with negative base­
emitter voltage 

16 r--t--~-~~-~-~ 

8 

o 

40 

20 

o 

FIGURE 12 Forward biased safe operating area IVI 
IFBSOAI 

N is not limited jf the normal 
conditions under forward bias 
are respected IIS/8, Tj maxi 

200 400 600 800 VCE IVI 
FIGURE 14 : Forward biased accidental overload area 

IFBAOAI 

- ESM 752 A, IVI : 700 V 

Figure 12 : The hatched zone can only be used for turn on. 

Figures 13 and 15 : Switch off starting from the Quasi saturated 
state (VeE ~ 1,5 V) allows to extend the RBSOA and the ABAOA 
to the hatched zone 
Rgur.8 14 and 15 : High accidental surge current (I > leM) are 
allowed if they are non repetitive and applied less than 3000 times 
during the component life 

Figure 14: The Kellog network (heavy point) allows the calculation 
of the maximum value of the short-circuit current for a given base 
current IS (90 % confidence) 
Figure1S : After the accIdental overload current, the RBAOA has 
to be used for the turn off_ As in traffic regulation one is allowed to 
cm~~ \n~ mo\:..en line beiore the continuous line. One is forbidden to 
cross the single continuous line 

o 200 400 VCE IVI 
FIGURE 13 : Reverse biased safe operating IRBSOAI 

60 

401--+-, 

20 f----+---+--+--~~ 

o VCEIVI 
FIGURE 15: Reverse biased accidental overload area 

IRBAOAI 

Figure 12 : La zone hachuree ne doit etre utllisee que pour la mise 
en conduction 
Figures 13 et 15 : Le blocage a partir de (etat quasi-sature 
(VCE';J: 1,5 V) permet d'etendre les aires de fonctionnement et de 
surcharge en inverse jusqu'a la zone hachuree. 
Figures 14 at 15 : De forts courants de surcharge (/ > leM) sont 
permis s'ils sont non repetitifs et appliques mains de 3000 fois dans 
la vie du composant. 
Figure 14 : Le reseau de Kel/og (trait gras) permet Ie calcul de la 
valeur maximale du courant de court-circuit pour un courant de 
base donne I B (90 % de con fiance). 
Figure 15 : Apres Ie passage du courant de surcharge accidentelle 
on doit utlliser I'aire de surcharge accidentelle en polarisation 
inverse pour I'ouverture. II est perm!s de traverser fa ligne continue 
a condition de traverser d'abord la ligne pointil/Be. 517 

983 



ESM 7&2. IV! - ESM 752 A.IV! 

t 
II<s) 

4 

2 

0,6 

0,4 

0,2 

0,1 

RESISTIVE LOAD_ 

r--- I- ts 
r--.... ICIlB = 4 -

.......... VCC = 300 V 

r--- r----...... -
ton 

__ I-'" 

r--- -tf 

o 4 8 12 16 ICIA) 

FIGURE 16 Switching times vs collector current 
(resistive load) 

BYX 61-400 

> 
g 

% 

250 

200 

150 

100 

% 

300 

250 

200 

RESISTIVE LOAD 

0 50 100 Tj 1°C) 

FIGURE 17 : Switching times vs junction tempera­
ture (resistive load) 

dv/dt = 1000 V II-'s __ --
Without snubber or 
~9rk 

T / INDUCTIVE LOAD 

~ 
V 
~ .... '" 

/,. , , 
With antisaturation network 150 ./ , 

~ .... 

t 
II<s) 

4 

2 

4 

2 

10-1 

4 

2 

10-2 

6/7 

FIGURE 18 : Switching times test circuit on inductive 
load (with and without antisaturation network) 

INDUCTIVE LOAD 

I,....-...- - _ f ts 

... 

~ ... - ~ tf 

-
I 

VBE=-5V 
With antisaturation network ___ VCC = 300 V 
Without antisaturation network --IC/IB = 4 

o 4 8 12 16 ICIA) 

FIGURE 20 Switching times vs collector current 
(with and without antisaturation network) 

984 

100 

tf 
II<s) 

~ .... ' ~ ---,-- ... 
o 50 100 Tj 1°C) 

FIGURE 19 : Switching times vs junction tempera­
ture (inductive load) 

•~~_dv/dt 0,3 1-1= ..... ....,.+ __ +__ : VCE 

'~ , .. -: 
~---+-~~,--

0,2 t--+---+----l""-................ ;::-t!'--...--+---I 

0,1 

o 1000 2000 3000 4000 5000 dv/dt 
I VII-' sl 

FIGURE 21 : Fall times vs reapplied voltage slope 



ESM 752, IV) - ESM 752 A, IV! 

applications 
The ESM 752 is designed for high voltage 1380/440 V mainsl and high current applications. 

ICsat ~ 12 A Ps switch able power ~ VCEO • ICsat ~ 8,4 kW 

To increase its power switching capability, it can be used in discrete Darlington configurations. 

EXAMPLE 1 : 

~ r-___ ~I----...... ---+1ICO 

27[J 

In this configuration the discrete Darlington can switch: 

ICO ~ 30 A with 

ICO ~ 20 A with 

EXAMPLE 2· 

ISO .. IllCO - '. J .. '. C ~ 27[J V V 3. 

-r- 5 V .;;::;J 
~ESM 752 

12[J 

In this configuration the discrete Darlington can switch: 

ICO ~ 40 A with 

ICO ~ 20 A with 

985 

ISO 
IAI 

3 

T'; 1ciooc 
J / 

/ 
/. 

./' ~p<36A 

---
~ /~ 

IRMS< 20 A 

o 20 40 ICOIAI 

IBO ~ 1 A 

IBO .---,---,---r----.--.... --... 
IAI Tj'; 100°C 

6~---r----~---r----~---r~~ 

4~P<60A 
IRMS< 40 A 

2t---t---t---+--~fL_----t---i 

o 20 40 ICOIAI 

ISO ~ 2 A 

ISO ~ 0,5A 

717 





f~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS SUPERSWITCH 

ESM 753 ,CVl 
ESM 753 A ,CV] 
NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING DARLINGTON 

DARLINGTON NPN HAUTE TENSION DE COMMUTATION 

ADVANCE INFORMATION 

SUPERSWITCH 

HIGH VOLTAGE, HIGH CURRENT OARLINGTONS ESPECIALLY 

OESIGNEO FOR FAST POWER SWITCHING IN BRIOGE CONVER­

TERS 

NO PARASITIC COLLECTOR-EMITTER OIOOE ,BASE OF OUTPUT 

STAGE ANO OF ORIVER STAGE SEPARATELY CONNECTABLE_ 

WIOE ACCIOENTAL OVERLOAO AREA FOR EASY SHORT­

CIRCUIT PROTECTION, 

ESM 753, (V) ESM 753 A, (V) 

VCEW 600 V 700 V 

VCEV 900 V 'iooov 

ICsat 12 A 12 A 

tf (max) O,5IJ.s O,5IJ.s 
11000C) 

~ 
CB.285 ESM 753 

ESM 753 A 

ESM753V 

ESM753 AV 

....... ________________________ ",..) IsolAtlor~ 'j()irrtrlf~ 25 i('v'R"'S CB.416 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VAl.EURS LlMtTES ABSOLUES D'UTt LlSATtON 

( 

Collactor-emitter voltage 
Tension colltICteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
Ten,ion collecteur-tlmetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-bas8 

Collector current 
Courant col/ecteuf 

Base current 
Coul'8ntbsse 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Tem~,ature de joncrion 

Junction-case thermal resistance 
RtllistBnce thermique jonction boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. : (1) 788-SO-01 Telex: 610560 F 

VBE = -5 V 

tp :=;;;;:;10 ms 

'p<O;10ms 

Tease 25 QC 

VeEO 

veE V 

VESO 

Ie 
leM 

IS 

'BM 

Ptot 

Tj 

R.h(j-cl 

987 

ESM 753.IVI 

600 

900 

12 

18 
30 

4 
10 

125 

-40+150 

I 

ESM 753 AJIVI 

700 V 

1000 V 

12 V 

18 
30 

A 

4 
10 

A 

125 W 

-40+150 °C 

) 

°C/W 

June 1982 1/3 
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ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACT£RISTIQUES ~LECTRIQUES" 

SYMBOLS TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACT~RISTICS - CARACT~RISTIQUES A L'eTAT SLOQU~ 

600 
V 

ESM 753. (VI 
IS =0, IC=0,2A, L= 15mH VCEOsus 100 ESM 753 A, (VI 

V(BRIEBO 12 V IC =0, IB =5 mA 

0,3 Tease 25°C 

f 
VCE = VCEV ' VSE = - 7 V 

ICEV mA 
2 Tease 125°C Rl = 270 n R2 = 100 n Diode SI-S2: PLQ OS 

0,5 Tease 25 oc 

f 
VCE = VCEV, Rl ";;27 n, R2";;10 n ICER mA 

4 Tease 125 0 C 

lEBO (T21 1 mA IC =0, VSE2=-7 V 

ON CHARACT~RISTICS - CARACT~RISTIQUES A L'~TAT CONDUCTEUR 

2 IC=12A,IS=IA, TcaseloooC 
VeEsat· V 

3,5 ESM 753 .(VI IC= ISA, IS = I,SA 

ESM 753 A,(VI IC = 16A, IS = 1,6A 

VBEsat* 2,6 V IC=12A,IS=IA 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACT~RISTIQUES DE COMMUTATION 

Re.istive load· Charge rtsistive 

'on 0,8 .. 4 

Inductive load - Charge inductive (See figure 1 ) 

6,5 

0,5 

~. 

VCC =300 V, IC = 12 A, VBE =-7 V 

Rl = 270 n , R2 = 100 n , Diode Bl-B2 : PLQ OS 

VCC = 300 V, IC = 12 A, IBI = 1 A 

VBS = - 7 V, LS = 3 ~H 

• Measured with pulses tp:::; 300 1.&5 6 <2 % *. T case 25 0C Unless otherwise stated 

CB-285 

0.85 

2,3 

~ 2.o, 

[TTl 
~ 

CASE OUTLINES 

39.10 

988 



ESf>'! 753lV) - ESM 753 A,(v) 

FIGURE 1 : SWITCHING TIMES MEASUREMENT CIRCUIT FOR INDUCTIVE LOAD 

FIGURE 2 REVERSE BIAS SAFE OPERATING AREA 

Ie 
(AI 

18~ ________________ ,-~ 

~ ~ 
M « :e ~ :;; 
V) :;; w V) 

w 

o 

+ 300V 

Le 

SA 159 

TEST CONDITIONS 

3/3 
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~~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS ESM 837 

NPN SILICON TRANSISTOR TRIPLE DIFFUSED MESA 

TRANSISTOR AU SILICIUM NPN MESA TRIPLE DIFFUSE 

POWER DARLINGTON INTENDED FOR LOW FREQUENCY SWITCHING 

FEATURES APPLICATIONS 
- SWItching operating areas - Low frequency converters and choppers 
- Accidental surge mode - Variable frequency motor drive 

-At IC= 15A -- Electromagnet drive 
- Direct operating from 220 V line 

- «Parallel)) mounting 

DARLINGTON HAUTE TENSION POUR COMMUTATION BASSE 
FREQUENCE 

CARACTERISE: APPLICA nONS 
- En alre de fonctionnement en - Convertisseurs et hacheurs basse 
commutation fn!!quence 
- En regime de surcharge acci- - Commande de moreur 
dentelle - Commande d'IHectroaimant 
- En courant 8 15 A - Utilisation directe sur Ie secteur 220 V 

- Montage en para/fete 

c 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VAL eLmS LI MI TEeS AHS()ILJEcS LJIJ III ISA liON 

Collector-emitter voltage 

Tension collecteur-emetteur 
L;ollector current 

Courant collecteur 

VBE=-3V 

VCEOsus 

VCEX 

ICsat 

ICSM 
Ptot I 25 OC) 

Case 

Boitier 
TO 31 CB 191 

400 V 

450 V 

15A 

55A 

100 W 

Collector current (r.m.s.) 

Courant coflecteur efflcace 
Collector emitter voltage -------------------+-------+-------+----\ 
Tens/on collecteur·emetreur 
Peak surge aCCidental current non repetitive 

Courant de surcharge accidentelle non f(!petltlve 
Darlington maximal power diSSipation 

Dissipation de pUissance maximale dans Ie darlington 
Repetitive peak forward current 

Courant direct de pOinte rept!tJtd 
Diode maximal power dissipation 

PUissance maximale d/ssipee dans la diode 

T case 25°C 

T case 25°C 

Diode and darlington maXimal power diSSipation T case 25°C 

PUissance totale max/male disslpee dans Ie darlington et la 9<C'a"'d"'e ________ + ___ = __ 
Storage and junction temperature 

Temperature de jonctlOn et de stockage ________________________ ~ __ ~""--__ _L __________ L-__ -/ 

Junction to case diode thermal resistance 

ReSistance thermlque /onctron bOltler de la dIode 
Junction to case transistor thermal resistance 

Resistance thermique joncrion bOitier du transistor 

50, rue Jean-Pierre Tlmbaud· B.P.5 
f-92403 Cour'oe"IJOle Cedex FRANCE 
Tel (1) 788-50-01 Telex 610560 

Jan"IJler 1980 1/9 
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ESM 837 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACT!:RISTIOUES STA TlOUES 
Tease 25 oC 

~~~ 

Test conditions 
Conditions de mesure 

Collector-emitter cut-off current IB = 0 
Courant residuel collecteur.emetteur VCE= 400 V 

Collector-emitter cut-off current VBE= -3V 
Courant residuel collecteur-emetteur 

I 
VCE= 450 V 

Emitter-base cut-off current IC = 0 
Courant residuel emetteur-base VEB= BV 

Clamping collector-emitter breakdown 
IB 0 voltage = 

Tension de c/aquage collecteur-emetteur L = 15mH 

clam"ee IC = 5A 

IC = 0,2 A 
IB = 0 

Clamping collector-emitter voltage 
L = 15mH 

Tension collecteur-emetteur clampee 
Rbe = 10n 
VBE = -3V 

--~-- ~- - ~-~~-~-~-----------f----
Static forward current transfert ratio 

VCE= 4V 
Valeur statique du rapport de transfert 
direct du courant IC = 10A 

----------_. 

IC = 10A 
IB = 0,15 A 

Collector-emitter saturation voltage IC = 15A 
Tension de saturation collecteur-emetteur IB = 0,75 A 

IC = 15A 
IB = 0,75 A 
Tease = 100 oC 

IC = 15A 

Base-emitter saturation voltage IB = 0,75 A 

Tension de saturation base-emetteur IC = 15A 
IB = 0,75 A 

Tease 100 0 C 

Diode forward voltage 
IF = 15 A~ 

Tension directe de la diode 

JEDEC method 
MtJthodeJEDEC 

Diode reverse recovery time 
IF = 1 A 

Temps de recouvrement inverse de la diode 
VR = 30V 
dIF/dt= 15 A/fls 
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- . 

~--

ICEO 
----

ICEX 

lEBO 

VCEOsus 

VCEX 

h21E* 

I 

VCEsat * 

VBEsat * 

VF 

trr 

I Unless otherwise stated) 

( Sauf indications conrraires J 

min I typ max 

-r- ~~-1-------

0,25 mA 

, 
0,25 mA 

200 mA 

400 

I 
V 

I 

450 i V : 

I 

I 

60 I 
2 

2,5 V 

3 

2,3 

V 

2,7 

2,2 V 

4 flS 



SWITCHING TIMES ON RESISTIVE LOAD WITHOUT NEGATIVE VOLTAGE 

TEMPS DE COMMUTA TlON SUR CHARGE RESISTIVE SANS TENSION NEGATIVE 

Turn-on time 

Temps to tal d' '>tabl issement 

~----------------

Test conditions 
Conditions de mesure 

Ie = lOA 
ISl = 0,15 A 

VSEoff 0 

Ie = 15A 
ISl = 0,75 A 

VSEoff 0 

Ie = lOA 
ISl = 0,15 A 

VSEoff 0 

Tease 25 OC 

! min typ max 

1,2 

1,5 

20 
Carrier storage time 
Retard a la decroissance Ie = 15A I 

i15 

ESM 837 

I 

11' 

11' 

i 

Fall time 
Temps de decroissance 

i ISl = 0,75 A I 

_VSE~~f_O --+-----+--il r-+-I" . Ie = 

ISl = I { 
~.=-Eo~f~f_______ tf ill e-- 11' 

Ie = 

ISl = I 9 I 
VSEoff LJ ' I 

_______ L. ______ _---1_~__'__ __ 

SWITCHING TIMES ON RESISTIVE LOAD WITH NEGATIVE VOLTAGE 

TEMPS DE COMMUTATION SUR CHARGE RESISTIVE AVEC TENSION NEGATIVE 
Tease 25 OC 

-------- ---

Ie - lOA 

ISl 0,15 A 
Carrier storage time VSEoff -5V 
Retard a la decro;ssance -- t, 

Ie 15 A 

ISl ~ 0,75 A 

VSEoff -5V 

Ie 10 A 

Illl 0,15 A 
Fall time VSEoff -5V 
Temps de decroissance tf 

Ie 15 A 

ISl 0,75 A 

VSEoff -5V 
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ESM 837 

FIGURE 1 

STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER 
RATIO VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct 
du courant en fanction du courant collecteur 

r----

r­
f----

10- 1 
4 68 

10° 

FIGURE 3 

4 6 R 

1r.IA) 

DIODE FORWARD CURRENT IF VERSUS 

FORWARD VOLTAGE DROP VF * 
Courant direct de la diode en fanction de la 
chute de tension directe VF* 

t ___ ~_ 

I 
100 '---------.---

+~~ +: 
~ r- --

1O- 1c-__ 

° 0,5 

4/9 

1,5 

+----1 
I 

i 
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FIGURE 2 

COLLECTOR-EMITTER AND SASE-EMITTER 

SATURATION VOLTAGE VERSUS COLLEC­
TOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-emetteur et 
base-emetteur en fonction du courant collecteur 

VSE,at 
VCE,at 

IV) 

2,5 

1 I_I 
lellS = 20 

I 

2 
jill 

VI! I ~~/ "'1><-'" oC /1 .1; 
,'1-'" ... 1 

-"'I><-:~ __ - \Jc\:.sat _ 

-rffi 
1,5 

0,5 

° 10-1 
4 68 . 

100 
4 68 

10 1 

--

4 6 IcIA) 

The power dissipated in the diode is given by: 
P = 0,81 0 + 0,13 12etl 

This integrated diode is very fast at turn on switching 
but not at turn off. When the circuit requires a fast reco­
very diode, the following ones: BYX 61-400 or SYX 62-
600, can be mounted in «parallel» with the ESM 837. 

For a given current, the voltage drop of these diodes is 
smaller than the one of the integrated diode which will 
therefore have no current across it. 

* La puissanCf~ dissipee dans la diode est donm}e par: 

p 0,810 ~ 0,1312eff 

Cette dIOde Intligree est rap ide a la fermeture, mals non 

a I'ouverture. 51 Ie circuit necessfte I'emploi d'une diode 

rap/de, il est possible de manter en parallele avec 

I'ESM 8371a diode BYX 61-400 au BYX 62-600_ 

La chute de tensIon de C(}S dIOdes etam pour un ITU'!me 

courant, plus fa/ble que Cl!/If' de la diode integree, Cf!tte 

derniere ne sera traversee par aucun courant. 



ESM 837 

SAFE AREAS 

1-Continuous and pulse mode operation 

The transistor works in the linear mode for instance in LF amplifiers or series regulators. Figure 4 gives the DC AND 
PULSE SAFE OPERATING AREAS. 

2-Switching mode operation 

The transistor is in the switching mode, when the switching times are similar in magnetude to data sheet values. During 
conducting time the collector-emitter voltage is low, for instance about 1,5 ...... 5 volts. 

Two different operating modes are distinguished: 
-FORWARD BIAS: the base-emitter voltage is always positive and the emitter-base resistance is higher than 5 ohms. 
-REVERSE BIAS: the base-emitter voltage can be negative when a negative base current is applied to switch off the 

transistor. In practice. we consider that the transistor is also reverse biased when the emitter-base 
resistance is below 5 ohms or when the direction of the current through the generator to the base 
changes. 

PRACTICAL CONSEQUENCES 

TURN ON SWITCHING 
The transistor is forward biased. The FORWARD BIAS SWITCHING OPERATING AREA (figure 9) has to be used. 

TURN·OFF SWITCHING 
In most applications. a negative base current is applied to reduce switching times. In this case, the REVERSE BIAS 
SWITCHING OPERATING AREA has to be used (figure 10). 
It is also possible to switch-off the transistor without a negative base current; this simplifies the circuit design, but in­
creases notably the switching times. In this case FORWARD BIAS OPERATING AREA must be used (except if RBE<5!1) 

3~Accidental surge mode operation 

A surge current is a current which exceeds the absolute limit leM. The transistor can support surge currents if they are 
accidental and not repetitive, if they don't occur more than 3000 times during the device life time and if the SURGE 
AREAS are respected (figures 7,8). 
The Kellog network associated with the forward bias surge area (see figure 7) allows to compute the short·circuit cur· 
rent. Datas on figure 7 indicate the maximal allowable duration of the surge current. 
During the surge current switch-off time, the operating point must stay inside the REVERSE BIAS SURGE AREA if 
the base driver applies a negative base current (or if RBE ~ 5 ohms). 
If the base current stays positive the operating point must stay inside the FORWARD BIAS SURGE AREA. 
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ESM 837 

AIRES DE SECURITE 

l-Fonctionnement en r6gime lineaire ou impulsionnel 

Le transistor est simultanement traverse par un courant et soumis ill une tension (exemple: amplificateur 8F, Transistor 
ballast); ses possibilit6s sont donn6es par !'aire de s6curit6 en r6gime lin6aire(figure 4 ) 

2-Fonctionnement en regime de commutation 

~ - En regime de commutation, Ie transistor est soit bloque , soit conducteur 
Quand il est conducteur, la tension collecteur-emetteur est infi!rieure A 5 V (generalement voisine de 1,5V) 
Le passage de I'un it !'autre etat, s'effectue rapidement pendant un temps de commutation t r• tf voisin des 
valeurs indiquees dans les notices 

Mode de commande 
On distingue deux modes de fonctionnement tres differents. suivant Ie mode de commande de la base du transistor 

En r6gime de POLARISATION 01 RECTE, la tension du g6n6rateur qui alimente la base est toujours positive et la r6sis· 
tance qui relie 1'6metteur et la base a une valeur sup6rieure ill 5 ohms. 
En r6gime de POLARISATION INVERSE,la tension de base peut devenir n6gative pendant que eireule Ie courant inver· 
se de base au cours du processus de blocage. En pratique on considere que Ie transistor est en polarisation inverse lorsque 
Ie g6n6rateur de courant qui ali mente la base change de sens ou si la r6sistance reliant la base ill 1'6metteur est inf6rieure 
~ 5 ohms. 

APPLICATIONS PRATIQUES 

COMMUTATION A LA FERMETURE 
Le transistor est toujours en r6gime de polarisation directe. On utilise "aire de fonctionnement en commutation en pola­
risation directe (figure 9'-

COMMUTATION A L'OUVERTURE 
Dans la plupart des applications, on envoie un courant negatif dans Ie circuit de base pour aCcEH6rer la commutation. II 
faut alors utiliser I'aire de fonctionnement en polarisation inverse ( figure 10), 
II est possible de bloquer Ie transistor sans utiliser dans Ie circuit de base, de gen6rateur de courant n6gatif (ceci simpli· 
fie les circuits mais aug mente consid6rablement les temps de commutation)' 11 faut alors utiliser !'aire de fonctionnement 
en polarisation directe (sauf si RBe < 5 ohms). 

3-Fonctionnement en regime de surcharges accidentelles 

La surcharge en courant est un d6passement de la limite absolue leM. Le transistor peut accepter des surcharges: 
a-Si elles sont accidentelles et non repetitives et si elles ne se produisent pas plus de 3000 fois dans la vie du composant 
b-Si elles respeetent les AIRES DE SURCHARGES (figures 7 et 8'-

Le reseau de Kellag associe ill I'aire de surcharges en polarisation directe (figure 7) per met de calculer Ie courant de 
circuit et les indications donnees (figure 7 ) en fixent la duree maximale admissible pour la surcharge. 
Pendant la phase de coupure du courant de surcharges, Ie point de fonctionnement doit rester fj I'interieur de l'AIRE 
DE SURCHARGE EN POLARISATION INVERSE si la eommande de base inverse Ie sens du courant de base (ou si RBE >;; 5 m 
Dans Ie cas contra ire (base polarisee positivement) ,Ie point de fonctionnement do it rester a I'interieur de L' AI RE DE SUR­
CHARGES EN POLARISATION DIRECTE. 
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FIGURE 4 
SAFE OPERATING AREA UNDER D.C. PULSE OPERATIONS 

Aire de sticurite en regimes lineaire et impulsionnel 
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FIGURE 5 

DISSIPATION AND ISiB DERATING 
Variation de dissipation et de I SIB 

lOa' y, , 
t\. 

I~ IS/B 
a 

'1\'\ 
5 30% 

\ a 

5 

2 

a 50 100 150 TeaselOCI 

100 2 34567 101 3456 102 3 4 VCEIV, 

252525752~ 

101 102 103 104 105 tp Il'sl 
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FIGURE 6 

TRANSIENT THERMAL RESISTANCE DE­
RATING FACTOR UNDER PULSES CONDI· 
TIONS 
Facteur de reduction de la nJslstance thermique 
en regime d'impu!sions 
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100 200 
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FIGURE 7 

:'ORWARD BIAS ACCIDENTAL SURGES AREA 

Two quite different zones: 
. if Ie < 'eM, the transistor can operate in repetitive mode, 
if the other absolute ratings are respected (junction tempera­
ture, pulse duration .. .) 

- if Ie >"'CM ,the operating mode must be non repetitive and 
the transistor must not be submitted to more than 3000 surges 
during its life. The Kellog network gives maximal values with 
90 per cent confidence 

Aire de surcharge accidentt;}/Ie cn polarisation directe 

Deux zones bien differentes: 

- si Ie < leM , Ie transistor peut fDnctianner en regime repet;­
tif, sf les autres limites abolues sont respectees (temperature 
de jonction, duree d'impu/sion). 

300 VCE(VI 

- sf Ie> I eM, Ie fonctionnemen t dolt etre non repetitif et i/ ne 
faut pas depasser plus de 3000 surcharges dans la vie dll corn­
posant. Le reseau de Keltog donne les valeurs maximales a 90 % 
de con fiance. 

FIGURE 8 

REVERSE BIAS ACCIDENTAL SURGE AREA 

Aire de surcharge accidenteJ/e en polarisation inverse 
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FIGURE 9 

FORWARD BIASSWITCHING OPERATING AREA 

Aire de fonctionnement en commutation en polarI­
sation directe 

ICr----,---,,---,----,----, 
(AI Tvj"; 125 oc 

20~--~----~--~--~~--~ 

15~--~--~-----4_--_4---~ 

1Of-----+----+-----+------If------1 

5 

0 
0 100 200 300 400 VCE(VI 

r~ 

ESM 837 

FIGURE 10 

REVERSE BIAS SWITCHING OPERATING AREA 
Aire de fonctionnement en commutation en polari­
sation inverse 

I C r---~---- ,-------r------,----, 
(AI Tvj'" 125 oc 

20~--4_--_+----~--~·----

10~--~----~--~-----+----~ 

IC 

Conditions d'essais 

Test conditions 

(AI VCE ~ 3 V 

90 % confidence 

16 90 % de taux de 

12 

8 

4 

FIGURE 11 

EXTREME CHARACTERISTICS IC VERSUS VSE 
AT VCE CONSTANT 

Caractf§ristiques extremes Ie en (onetion de V8E 
a VeE constant 

These values can be used to determine the collector cur­
rents dispersion with «paralleled» transistors. 
Ces elements peuvent etre utilises pour determiner la dis­
persion des courants collecteur lars de la mise en para/tete. 
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fJ ntOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

SUPERSWITCH 

ESM952 
ESM952A 

NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTORS 

TRANSISTORS NPN HAUTE TENSION DE COMMUTATION 

SUPERSWITOH 

VERY HIGH VOLTAGE, HIGH SPEED TRANSISTOR SUITED 
FOR: 

- THE 380/ ... 0 V MAINS 
- THE PARALLEL AND DARLINGTON CONFIGURATIONS 

- OCIDC AND DC/AC INVERTERS 

- MOTOR CONTROL 

0.18 ..... , tailored for sw"ching appliutions 

- Key tNf.met ... characteriled at l000C 

- High blocking CIIptlbility • 1000 V 

- I "formation for parallel mounting 
- I nformation for. use in UrtingtOn configurMion 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-emitter voltage 
Tension collectwr-emerteur 

Collector-emitter voltage 
VOE =-3V Tension collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension tfmtltteur-basB 

Collector current 
Courant collfICteur tp " 10 m. 
Bas. current 
CourllfJtbasB tp"IOms 

Power dissipation 
Tease 25°C Oissip.tion de puissance 

Junction temperature 
Templr.tu~ de joncrion max 

( 
Junction-case thermal resistance 
Rtlsistance rh.erm;que joncrion-bo;tier max 

50. rue Jean-Pierre Timbaud . B.P. 5 
F . 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel.: (1) 788-50-01 Telex: 610560 F 

I 

VCEO 

VCEX 

VEOO 

IC 
ICM 

10 
10M 

Ptot 

Tj 

Rth(j-cl 

1001 

VCEOsus 

VCEX 

ICsat 

ICSM 

tf (100 DC) 

(max) 

ease 
Baitier 

TO 3 

ESM952 ESM 952 A 

600 V 700 V 

900 V 1000 V 

12A 12A 

90A 90A 

0,6 PS. 0.6ps 

~ 
o 

T case = 25°C 

ESM 952 ESM 952 A 

600 

900 

7 

24 
50 

8 
20 

214 

175 

0,7 

700 V 

1000 V 

7 V 

24 
50 

A 

0 
20 

A 

214 W 

175 DC 

0,7 DCIW 

Mars 19811/7 

,. ~ 1HOMSON-CSF 
• ©@~[Il@I\i&.[i1]Wi 



ESM 952 - E:SM 952 A 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACT£RISTIQUES £LECTRIQUES" 

SYMBOLS TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES A L'ETAT SLoouE 

600 ESM 952 
VCEOsus 700 

V 
ESM 952 A 

IS = 0, IC = 0,2 A, L = 25 rnH 

VIBR)EBO 7 V IC = 0, la = 0,1 A 

ICEX 
0,4 

rnA 
Tease = 25 oc 

VCE = VCEX, VaE = - 3 V 4 T case:::; 125°C 

1 Tease:::; 25°C 
VeE:::; VCEX. RBE <5 n ICER S 

rnA 
Tease:::; 125 oc 

lEBO 2 rnA IC = 0, VES = 5 V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES A L'ETAT CONDUCTEUR 

1,8 IC=12A,IS=3A Tease:::; 100 °C 
VCEsat· V 

2,5 IC=20A,la=10A 

VBEsat* 2 V IC=12A, IS =3A 

DYNAMIC CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DYNAMIOUES 

f;::: 1 MHz, Ie:::; 1 A, VeE:::; 10 V 

f:::; 1 MHz, VeE= lOV 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DE COMMUTATION 

Resistive load - Charge resistive 

'on 0,4 0,8 

" 2,2 4 

'f 0,35 0,7 

Inductive load - Charge inductive 

.. 3,5 

'f 0,15 .. 4,2 

'f 0,33 0,6 

.. Pulse - Impulsions tp :::; 300 J.l.S 5 ~ 2 % 

217 

~s 

~s 

VCC = 300 V, IC = 12 A, ISl = -IS2 = 3 A 

Tj:::; 25°C 
VCC = 300 V, IC = 12 A, 

~-----4----- La:::; 1,5 /-IH,ISend :::; 3 A 

Tj:::; lOQoe VB:::; ~ 5 V 

.... T case:::; 25°C Unless otherwise stated - Sauf indications contra ires 

1002 
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FIGURE 1 : DC and pUI58 area 

100 

~ ~ ..... 
"- .... 

",",S//J 

" .0 ......... 

'" I'-. 

" "-
'" 

75 

50 

25 

o 
25 50 75 100 125 150 

FIGURE 3 : Power and ISIB derating vs case temperatuUl 
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FIGURE 2 : Collector--emitter voltage VI base·emitter resistance 
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FIGURE 6 : DC current gain 
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FIGURE 10 : Saturation voltage 
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ESM 952 - ESM 952 A 

SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 

- During the turn on 
. During the turn off without negative base-emitter voltage 

and RBE ~5Qil 

ICr---~--~----'---~----~---r----r---, 
(AI 
28~--+---~--~--_+---4--~~--~__4 

24~--+---~--~---+--~--~~--~__4 

20~--1----~---1----+-~4----+----~~ 

1S ~--4----1----+----+--~~--~ 

2 ~--+------1----+----+-----I---',-~,."''''''''._L I 

8~--~~--~---+---+---

4r---r---t----t----
O'--__ .L. __ ..L. __ --'-__ -'-__ --'-__ ---' 

200 400 SOO· 720 VCE 

FIGURE 12 ,Fo,w .. d bl".d .. f. op.",ln, ... a (FBSOA) (VI 

ICSM r--,--~--_,--,---,---r-_,--_,--.___, 

(AI ~-+--_r~tr~~_+--~---~~--_r__4 

80 

40 

20 

200 400 SOO 800 VCE (VI 

FIGURE 14; Forward biased accidental overload area 

IFBAOA) 

• ESM 952 A = 700 V 

Figure 12: The hatched zone can only be used for turn on. 

Figures 13 and 15 : Switch off starting from the quasi saturated 
state (VeE ~ "5 V) allows to extend the RBSQA and the 
RBAOA to the hatched zone. 

:I~~~~ ~i t~~~ !~e ::a~~ea;tj~~vneta;n5~rag;p~~~el~~~ ~lh;nICjM}oa;~ 
mes during the component life. 

Figure 14: The KeUog network (heavy point) allows the calcu­
lation of the maximum value of the short-circuit current for a 
given base current I B (90 % confidence). 

Figure 15 : After the accidental overload current. the ABAOA 
has to be used for the turn off. As in traffic regulation one is 
allowed to cross the broken line before the continuous line. One 
is forbidden to cross the single continuous line. 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
- During the turn off with negative base-emitter voltage 

600 800 VCE (VI 

FIGURE 13 : Reverse biased safe operating area (RBSOA) 

ICSM ,--'---'--'---'---'---'--'---'--'---' 

(AI ~-+ __ ~ __ +-~~_+ __ ~ __ ~~, 

80 

20 

o 200 400 600 800 VCE (VI 

FIGURE 15 :Reverse biased accidental overload area 

(RBAOA) 

Figure J 2 : La zone hachuree ne doie etre utilisee Que pour la 
mise en conduction. 

Figures 13 et 15 : Le blocage 8 pareir de I'ecae quasi-saw,,} 
(VeE;;;: 1,5 V) permet d'etendre les aires de fonctionnement 
et de surcharge en inverse jusqu'a la zone hachuree. 

Figures 14 et 15 : De fares couranrs de surcharge (/ > 'eM) 
sonr permis s'ils sont non repetitifs et appliques mains de 3000 
(ois dans /a vie du composant. 

Figure 14 : Le reseau de KelJog {trait grasl permer Ie calcul de la 
valeur maximale du couranr de court·circuit pour un courant de 
base donne' B (90 % de confiancel. 

Figure 15 : Ap"}s Ie pasS<Jge du courant de surcharge accidenrelfe 
on doit utiliser raire de surcharge accidenceJle en polarisation 
Inverse pour f'ouverture. /I eS( permis de traverser la ligne conr;­
nue a condition de traverser d'abord la ligne poimillt}e. 
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ESM 952 - ESM 952 A 

RESISTI~E LOAO_ 

- I-ts 
;--...... le/ls =4 -

Vee = 300 V_ 

.......... r---- I--r--
k---' -~ -

ton -..... l-f-- tf 

o 4 6 8 10 12 14 16 Ie (AI 

FIGURE 16 : Switching times vs collector current 

(resistive load) 

SYX 61-400 

FIGURE 18 : Switching times test circuit on inductive load 

(with and without antisaturation network) 

I 

(,us) 

4 

0,4 

0,2 

0,1 

0,04 

0,02 

0,01 
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INDUCTIVE LOAD 

--!-- - - _ f ts 

... 

rtf ... - --
VSE =-5V 

With antisaturation network ___ __ Vee=300V 
Without antisaturation network _Ie/ls = 4 

o 4 6 10 12 14 16 lelM 

FIGURE 20 : Switching times vs collector current 

(with and without antisaturation network) 

1006 

RESISTIVE LOAO 

2W~----~----+-----+-----+-----------4 

200~---4-----+-----r----~----~---~ 

150~----~----t---~r---~f-----+---~ 

% 

300 

250 

200 

150 

100 

75 100 

FIGURE 17 : Switching times V$ junction temperature 

(resistive load) 

dv/dt = 1000 V/,us ----
Without snubber or 
RC network 

INDUCTI~E LOAD / 
)-V 

If ;" 
:..-

/, ,. 

/ , , 

A 
~,. 

~ .... ....., ------
o 25 50 75 

FIGURE 19 : Switching times vs junction temperature 

(inductive load) 

tf r-----,------r----~----~------~----, 
(jJs) 

FIGURE 21 : Fall times vs reapplied voltage slope 



ESM 952 - ESM 952 A 

applications 
Th. ESM 952 is designed for high voltage ( 380/440 V mains I and high current applicationl. 

ICoat = 12 A Ps owitchable power = VCEO - ICoat = 8,4 KW 

To incr •• se its power switching capability. it can be used in discrete Darlington configurations. 

EXAMPLE 1 , 

r ___ --i* ___ ..... ___ ~llcO IBO -

Minimum base current ISO to drive the discrete dartington 

In this configuration the discrete Darlington can switch: 

ICO = 20A with ISO = 1 A 

ICO = 10A with ISO = 0.3 A 

EXAMPLE 2, 

IBO 
IAI Tj<:;;I00 0C 

IBO - 6 

C 3x 

jJJp< ESM 952 4 60A 

12n IRMS< 40A 

OL-__ ~ ____ ~ ____ ~ ____ ~ ____ -L ____ ~ 

o 10 20 30 40 50 ICOIAI 
Minimum base current I Bo to drive the discr .... Darlington 

In this configuration the discrete Darlington can switch: 

ICO = 40 A with ISO = 2 A 

ICO = 20 A with IBO=O.5A 

7/7 
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~ lHOMSON-CSF SUPERSWITCH ESM1DDDT 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

NPN HIGH CURRENT SWITCHING TRANSISTOR 

TRANSISTOR NPN FORT COURANT DE COMMUTA TlON 

SUPERSWITCH 

HIGH POWER, HIGH CURRENT TRANSISTOR SUITED FOR USE 
IN DARLING TONS AND PARALLEL MOUNTING· 
MOTORS CONTROL, DC/AC INVERTERS - BREAKERS 

Data sheet tailored for switching applications 

.. High current 160 A in Oarlington configuration 

.. Information for parallel mounting 
• Wide surge area 300 A -100 V 

• Base drive specified for different values of Ie 

TRANSISTOR DE PUISSANCE, A FORT COURANT, ADAPTE A 
L'UTILISATION EN DARLINGTON ET LE MONTAGE EN PA-
RALLELE 
COt.1MANCE DE 'WOTEURS - GENERATEURS CDNT/NUS £T .4L· 

TERNATIFS - DISJONCTEURS 

SpecificatIons speciaJemenr erudjees pour fa commutation 

.. Fort courant 160 A en Darlington 
.. Caracterisation pour Ie montage en para/hUe 

.. Aire de surcharge erendue 300 A . tOO V 
.. Commande de base specifiee pour differenres valeurs de Ie 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUESI 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector emitter voltage 
Tension collfICteur ~metteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecttJur-emtltteur 

Emitter-bas. voltage 
Tension ~metteur..lJaSll 

Collector current 
COUTant colltICteuT 

Base current 
COUTant basfI 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Templrature de jonction 

Junction-case thermal resistance 
Rtlsistance theTmique jonction boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel.: (1) 788-50-01 Telex: 610560 F 

VSE=-I,5V 

tp~10ms 

tp~10ms 

Tcase 250C 

max 

1009 

VCEOsus 100V 

VCEX 200 V 

ICsat 100 A 

ICSM 300 A 

tf ( 100 A I '" O,5jJS 

Case 
Baitier 

TO 83 

Mounting with M 12 screw 
Monrage avec vis M 12 

Torques "Min:14 m" N 
Couples de serrageMax:18 mil. N 

VCEO 100 

VCEX 200 

VESO 7 

IC 150 
ICM 200 

IS 15 
ISM 25 

Ptot 400 

Ij - 65 +200 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

oc 
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ESM 1000T 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACnRISTIQUES ELECTRIQUES·· 

SYMBOLS TEST CONOITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES A L'ETAT BLOOUE 

VCEOsus 100 V IC=l A,IB=O,L=25mH 

V(BR)EBO 7 V IE=50mA,lc=O 

ICEX 3 mA Tea •• 125 oC, VCE = 200 V, VBE = - 1,5 V 

lEBO 30 mA VEB =5 V,IC =0 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES A L'ETAT CONDUCTEUR 

VCEsat 1,5 V IC = 100 A,IB = 10 A 

VeEsat- 2,2 V IC = 100 A, IB = 10 A 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DE COMMUTATION 

R6sistive load - Charge resistive 

ton 3 

t, 1,7 ~s 

tf 0,5 

Inductive load - Charge inductive 

I, 

If 

• Measured with pulses tp = 300 J,lS l) ~ 2 % .. T case = 25 OC Unless otherwise stated - Sauf indications contraires 

2/8 
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- - ~ '. .1,.1 -v, 

,0(, ~o~\% 
,,~~-'--1 " .,.,~ '" 

" \ 
'\:, , 

" \ 

__ DC operation 
__ _ Monopulse 

4 6 10 20 40 60 100 200 veE IVI 

FIGURE 1 : DC and AC pulse area. 

~ 
~ ..... I 

~ ~ r---...... r..... 

" K ............ ............ 
"-

"'" o 25 50 75 100 125 150 Tcase{OC) 

FIGURE 3 : Power and ISIB derating \/s case temperature. 
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(\1\ 

200 

180 

160 

140 

120 

100 

101 

'\. 

ESM loOOT 

\ 
\ 

I\, 
\. 

\ 

" 
RBE In) 

FIGURE 2 : Collector-emitter voltage YS bas&-emitter resistance 

10 1 1--~:::::t=--"';"'4L--,---~+---l--+ 

FIGURE 4 : Transient thermal response 
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ESM 1000T 

70 'I' VeE =4V 

ff;K$O~ 
IL , 

r--. ~~~ ~..?$o i .~ " ,c-

60 

50 

~ If I / 
I- 90 % confidence -+-+-+-+-+-+~-yl.1A 

8f----+-+-+---iI--+-+--+---i--4i~ 

J 

1'. ........ ........ ~""I'-
...... r---.. F-::.~ ...... .... 

30 

20 

10 

o 
o 20 60 80 100 Ie (AI 

FIGURE 6: DC current gam 

4/8 

FIGURE 7 : Minimum base current to saturate the transistor 

VeE .--~-'---r--,--,--'--r---' 
VeE 

(VI 

20 40 60 80 100 120 140leiAI 

FIGURE 8 : Saturation voltage 
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ESM 1000T 
SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

o 
RBE 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
• During the turn on 
. During the turn off without ne::t8tive base-emitter \/'oltage 

and RBE ~3 n 

IC r--,----r---r--.---,---r--.--~--_r--~ 
IAI 

100 

o 40 BO 120 160 VCE IVI 

FIGURE 9 : Forward biased safe operating area 
I FBSOA I 

n 20 40 60 BO 100 VCEIVI 

FIGURE 11: Forward biased accidental overload area 
(FBAOA I 

Figure 9 : The hatched zone can only be used for turn on. 

Figures 11 and 12: High accidental surge currents ( , > 'eM) are 
allowed if they are non repetitive and applied less than 3000 times 

during the component life. 

Figure 11 ; The Keltag network ( heavy print ) alioVIIS the calcula 
tion of the maximum value of the short-circuit current for a given 

base current 18 (90 % confidence J. 

Figure 12 : After the accidental overload current, the RBAOA has 
to be used for the turn off. 

IC 
(AI 

100 

o 

ICSM 
(AI 

300 

200 

100 

o 

--oJ> ________________ ~( 

TRANSISTCR REVERSE BIASED 
. During the turn off with negative base-emitter voltage 

Tj ~1250C 

I 
I 

o 40 BO 120 160 VeE (VI 

FIGURE 10 : Reverse biased safe operating area 
(RBSOA) 

Tj~1250C 

i-----

I 

o 40 BO 120 160 VCEIVI 

FIGURE 12 : Reverse biased accidental overload area 
( RBAOAI 

Figure 9 ; La zone hachuree ne doit due utilisee que pour la mise 
en conduction. 

Figures 11 et 12 : De forts courants de surcharge ( 1 > leM ) sont 
permis s'i/s sant (Jon repetitifs et appliques mains de 3000 fois dans 
la v,e Ciu con7po:;anL 

Figure 11; Le rt§seau de Kellog ( trait gras) permet Ie calcul de la 
valeur maximale du courant de court.circuit pour un courant de 
base donne 18 ( 90 % de con fiance ), 

Figure 12 : Apres Ie passage du courant de surcharge accidemel/e, 
on doit utiliser I'aire de surcharge accidentelle en polarisation 
inverse pour /'ouverrure, 

5/8 
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ESM 1000T 
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0,6 

0.4 

0,2 

0,1 

RESISTIVE LOAD 

" 
ICIlB = lO-

r-. VCC=90V 

r- ............ 
............ r- ........... 

r..-ton -r--

'I~ .... 

o 20 40 60 80 ICIA ) 

FIGURE 13: Switching times vs collector current 
( resistive load) 
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./ 
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100 
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o 25 50 75 
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0,2 
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f-t, ..... 
r-..... 

tl -
o 20 

INDUCTIVE LOAD-f-Vcc = 90 V 
ICIlB = 10 

r....... ..... 
r-.: ............ l"- f..-. 

- -- - - - 1--

40 60 80 ICIA) 

FIGURE 14: Switching times vs collector currant 

/ 'I 

./ 

/ 
" 

,/ 

/' ...... " ...... 

100 125 Tj IOC) 

FIGURE 15 : Switching times VI junction temperatura 
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ESM 1000T 

• applications. 
BASE DRIVE - COMMANDE DE BASE-

Base drive of ESM 1000 is not very critical because of its relatively low voltage. The designer can use simple circuits for applications with 
medium speeds or high performing circuits for high or very high switching speeds. 
For example, base drive with antisaturation circuit and - 5 V blocking voltage generator allows fall times below 0,1 jJ5. 

La commande de base de "ESM 1000 n 'est pas tn}, critique, car sa tension est relativement basse . Le concepteur peut utiliser : 
- soit des cir:cuits simples dans Ie cas d'applications a vitesses de commutation moyennes. 
- soit des circuits plus performanrs dans Ie cas au une commutation plus rapide est mkessaire. 
Par exemple, une commande de base avec un circuit antiSaturation etun g(merateur de tension de blocage de - 5 V, permet d'avoir des temps 
de decroissance au dessous de 0,1 JJS. 

HIGH EFFICIENCY OPERATING FONCTIONNEMENT A FORT RENDEMENT 

When the transistor is operating at collector current smaller than 
IC(SAT), its gain is higher and its VCE(sad is smaller. 
This leads to the following advantages: 

Quand Ie transistor fonctionne iJ un courant collecteur inferieur 
iJ IC(satJ, son gain est plus elevtJ et sa tension de saturation est plus 
faible. CeliJ enrraine les avantages suivants: 

- Lower conduction losses. - Des pertes de conduction plus faibles 
- Lower base drive power. 
- Shorter switching times. 

- Une puissance de commande de base plus faible. 
- Des temps de commutation plus faibles. 

The minimum base current necessary to reach saturation can be de. 
termined with the aid of figure 7 . 

Le courant base minimum nece$saire pour saturer Ie transistor, peut 
t!tre determine iJ I'aide de la figure 7. 

EXAMPLE 
Ie =70 A 

Ie =40 A 

IB =4,7 A 

IB=1,8A 

PARALLEL MOUNTING - MONTAGE EN PARALLELE 

Figure 11 enables: 

- the calculation of the worse case sharing of the collector currents 
between ~wo ESM 1000 in parallel. 

La figure 11 permet : 

Forced gain : 14 

Forced gain: 30 

- Ie calcul dans Ie cas Ie plus defavorable, de la repartition du cou· 
rant coflecteur entre deux ESM 1000 en parallele. 

EXAMPLE: IT = 150 A,I1 ;;'58 A,12';; 92 A 

OVERLOAD PROTECTION - PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES-

The ESM 1000 in the switching mode is operating under an accidental overload when the collector current is superior to the rating ICM 
The new concept «ACCIDENTAL OVERLOAD AREA» completes the absolute maximum ratings of power transistors. This concept allows: 
- to calculate a maximum value of the collector current under short-circuit conditions (for this a KeUog network is given with the FBSOA) 
- to find the maximum permissible duration of an overcurrent (with the aid of the FBAOA). 
- to find the maximum permissible voltage during the turn off under overload lwith the aid of the RBAOA). 

L 'ESM 1000 en regime de commutation foncrionne en surcharge accidentelle lorsque Ie courant collecteur est superieur iJ la limite ICM 
Le nouveau concept «A IRE DE SURCHARGE ACCIDENTELLE Ji compline les limites absolues d'utilisation des transistors de puissance. 
Ce concept permet .-
- de calculer une valeur maximale du courant colJecteur dans les conditions de court-circuit (pour celtJ nous donnons un reseau de KeJlog 
avec l'aire FBAOAJ. 
- de trouver la duree maximale admissible d'une surcharge en courant (FBAOAJ 
- de trouver la valeur maximale admissible de la tension reappliquee pendant Ie blocage du transistor apr(}s la surcharge. 

ISC _ 

SHORT CIRCUIT PERMISSIBLE 

CURRENT DURATION 

Example A VCC = 85 V , 'B =20 A ISC ~ 280 A <'20J.ls 

LOAD 0" Vee 

Example B VCC = 50 V ,I B = 7 A ISC ~ 185 A <'20JiS '8- ESM 1000 

7/8 
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ESM loooT 

DARLINGTON 

The UN of DatUngton confi .. ,ation aI'OWI : 

.1 High gain with Ie n ... IC(sad 

EXAMPLE: BUV 20 + ESM 1000 : for IT = 100 A,IB ';;0,2 A (H21 = 500) 

W High., collector currant oNith smaner gain 

EXAMPLE: BUV 20 + ESM 1000 : for IT = 160 A, IB .;; 1 A (H21 = 160) 

L 'UtHi,.tion de I. configuration Darlington ptlr~t: 

.J Un pin 4/a"e Blltle Ie voi'in de 'C'ut) 
EXEMPLE : 8UV 20 + ESM 1000, pour IT = 100 A 18 ';;0,2 A (H21 = 5001 

b) Un coutant collt!C~ur plu. II.vlalltIC un plus 'aible 

EXEMPLE :8UV20+ESM lOOO,pourlT= 160 A, 18';;1 A (H21 = 1601 

HIGH POWER SWITCH - COMMUTA TlON DE FORTE PUISSANCE 

The dynamic sharing during the tum oH is "waV' better with parallel transistors. 
than with ".,811.1 earlington •. 
The use of paranal t, ... istors in Dartington configuration alloWi to build very high 
pow.r switches. 

EXAMPLE: 1 ESM 1000 Driver + 3 ESM 1000 Power: IT = 500 A with IB = 6 A 

(Consult our factory for other combinaitonl' 

L. ~pB'titiDn dynam;qutl du courant pendant I" biocage, elt toujourJ meilleufe 
IIVfIC des transistors en parall~/e qu 1fv6C des Darlington, en para/1M •. 
L 'utilis.tion th transisrors en para/ltll. d,Jns I. configuration Oarlington permer 
de rtJalis.r des commut.rions de mls forte puissance. 

EXEMPLE : 1 ESM 1000 (commande) + 3 ESM 1000 (puissance), 

IT= 500 A. pour 18 = 6 A 
( Veuillez nous consultllr pour d'.urr8s combinalsons pouibl.S) 

8/8 

CONSULT THE THOMSON CSF HANDBOOK 
* Le transistor de puissance dans son environnement * 

* The power transistor in its environment * 
* Handbuch Schalttransistoren * 
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~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

High voltage, fast switching transistor, operating 
from 380 V lin •. 

Transistor haute tension de commutation rapide 
fonctionnant sur secteur 380 V. 

Dissipation derating 
Variation de dissipation 

100% 

\ 
75 

1\ 
'\ 

50 

25 

o f\ 
o 50 100 150 Teas.(OC) 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VAl.EURS L1MITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-base voltage 
Tension collecteur-base 
Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 
Collector-emitter voltage 
Tension colfecteur-emetteur 
Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 
Collector current 
Courant collecteur 
Base current 
Courant base 
Power dissipation 
Dissipation de puissance 
Storage and junction temperature 

Temperature de stock age et de jonction 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - 8.P.5 
F-92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel: (1) 78B-50-01 Telex: 610560 

VSE = - 2,5 V 

tn - 100jJ.s 

T case 25°C 

max 

1017 

ESM 1503 
NPN SILICON TRANSISTOR TRIPLE DIFFUSED 

TRANSISTOR SILICIUM NPN TRIPLE DIFFUSE 

VCEX 1500 V 

VCEOsus 700 V 

ICsat 4A 

Ptot (T cas. 25 OC) SOW 

tf max (4 A) 11'5 

Cas. 

Boitier 
T03(CB191 

VCSO 1500 

VCEO 700 

VCEX 1500 

VESO 5 

IC 5 

leM 8 

IS 3 

Ptot 60 

Ij 115 
T stg -65+115 

V 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

°c 

Janvier 1980 1/6 



ESM 1503 

STATIC CHARACTERISTICS 

CARACTERISTIOVES STA TlOVES 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residuel collecteur-emetteur 

Collector-emitter cut-off current 
Courant residue! collecteur-emetteur 

Emitter-base cut-off current 
Courant residuel emetteur-base 

Collecteur-emitter breakdown voltage 
Tension de c1aquage collecteur-emetteur 

Fig. 1 

Collector-emitter saturation voltage 
Tension de saturation collecteur-emetteur 

Base-emitter saturation voltage 
Tension de saturation base-emetteur 

Second breakdown collector current 
Courant colJecteur de second claquage -

Tease 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

RBE = lOOn 

VCE = 1500 V 

VBE = - 2,5V 

VCE = 1500V 
Tease = 95 oc 

IC =0 

VEB =5V 

IB =0 
IC = 100 rnA 
L = 25rnH 

IC =4A 

IB =2A 

IC -2A 

IB = 0,4 A 

IC =4A 

IB =2A 

VCE = 100V 
t = 1 s 

* Pulsed 
Impulsions tp 300 JJ.s 8 " 2 % 

2/6 
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ICER 

ICEX 

lEBO 

VCEOsus 

VCEsat 
. 

VBEsat 
. 

ISIB 

(Unless otherwise stated) 

(Sauf indications contraires) 

min typ rnax 

1 rnA 

2 rnA 

1 rnA 

700 V 

2 

V 

2 

1,5 V 

0,1 A 



ESM 1503 

SWITCHING TIMES ON RESISTIVE LOAD 

TEMPS DE COMMUTA TlON SUR CHARGE RESISTIVE 
Tease 25 oC 

Test conditions 
Conditions de mesure 

min typ max 

Turn-on time 
Fig.2 

Temps total d'etablissement td + tr 0,5 

Carrier storage time 
IC=4A 

Fig.2 181 =-182 = 2 A ts 2,5 IlS Retard a la decroissance VCC#150V 

Fall time 
Fig.2 0,6 

Temps de decroissance tf 

SWITCHING TIMES ON INDUCTIVE LOAD 

TEMPS DE COMMUTA TlON SUR CHARGE INDUCTIVE 
Tcase250C 

Fall time 
Temps de decroissance 

Fig.3 tf Ils 
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ESM 1503 

FIGURE 1 - VCEOsus test circuit ( and oscillogram) 

Circuit de mesure de VCEOsus et oscil/ogramme 

horizontal 
-------,------+,-j scope 

vertical 
r-----+--~~~_~ scope 

lQ 0-50V 
lW 

Ie 

100mA 
-----------~ 

A, 

700'y- VeEOsus 

The sustaining voltage VCEOsus is 
acceptable when the trace falls to 
the right and above point A-

La tension VCEOsus est acceptable 
lorsque la trace passe au deta du 
point A 

-------------------------' 

FIGURE 2 - Switching times test circuit (and oscillograms ) - Resistive load 

90% 

4/6 

Circuit de mesure des temps de commutation ( et oscillogrammes ) sur charge resistive 

tp 
1-

Re = 37 Q 
RB =2,7 Q 

Ie =4A 
IB1=-IB2=2A 

1020 

I Bland I B2 are measured with 
TEKTRONIX probe P 6021 and 
amplifier type 134, 
I B 1 et 182 sont mesures avec une 
sonde TEKTRONIX P 6021 et 
amplificateur type 134. 

Re, RS non inductive resistors 
tp pulse width ~ 10-I1S 

duty cycle';; 1 % 

rise and fall times ~ 50 ns 

R C, R B resistances non inductives 
tp largeur d'impulsion lOllS 

facteur de forme ~ 1 % 
temps de mantee et de 
descen te < 50 ns 



ESM 1503 

FIGURE 3 - Switching times test circuit - Inductive load 
Circuit de mesure des temps de commutation sur charge inductive 

IC=4A 
VcC=350V 

ISl = 2A 
LS=10/lH 

- VSE = 5 V 

IS1 ---0 

-VBE---O 

ESM 255 - 400 R 

Ajust the resistance connected in series with the self in order to control Ie 
Agir sur la resistance en serie avec la self pour regler Ie 

COLLECTOR-EMITTER SATURATION VOLTAGE AND 
SASE-EMITTER SATURATION VOLTAGE VERSUS COL­
LECTOR CURRENT 
Tension de saturation collecteur-emetteur et tension de 
saturation base-emetteur en fonction du courant collecteur 

FIGURE 4 FIGURE 5 
VSE .---r---r-~"---'---'--'-" VSE 

VCE 
IV) 

VCE Ic/IS=5 
(V) Tease 25 DC-+-t-jf--+--+--1--1-l 

1,6 f---+----+---+--H'----f---f---I--H 

1 ,4 r---- ---1-+-t-+--+---t-H-l 
r---+--~~~-~·~~~H 

IC/IS = 2 
Tease 25 DC 

1,6 

1,4 

1,2 

L 
Vcc 

1 

I 

r-

ri---- I-- t f---- ' 
f----+---r--I- --..L-~ ~+-+-
f-- t- -- '>J \\,"-"",./ '+-

1,2 H=~-----++---+f--+-t-_--tf-!--_--_-_l=t: 

1 E=E+- t- ---j f:'-r-i 
f---- -------l--

o 8 - - \} \\,':'"-;.;'3--j'4-V-ti +---+----l--t-J 
' r---- I --r-- -t-+---+-t---j-

0,6 '='---1---+- f-- -f f----f­
----+--- j- f--'- f---

0,4 -----t=±- -- - ---+--
- ,- C,"-,"''y-

0,2 -J -r'-'-J.,.-F-t--+--+-+-+-I 

10-1 
6 8 

100 6 8 IC (AI 

1021 

e-- -+-;....-

~L#+----i-= t _., t-+ /--
-----+---"-lj- b/--~-----:--+---l-.J---r-

VCEsat ' 

n- .--,-H-0,2 

0,8 

0,6 

0,4 

In-l 
6 8 

100 
6 e 

ciA) 
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STATIC FORWARD CURRENT TRANSFER RATIO 
VERSUS COLLECTOR CURRENT 
Valeur statique du rapport de transfert direct du cou­
rant en fonction du courant collecteur 
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~~ lHOMSON-CSF SUPERSWITCH ESM 2040 0, (V) 
DIVISION SEMICONDUCTEURS OISCRETS 

NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING DARLINGTON 
DARLINGTON NPN HAUTE TENS/ON DE COMMUTA TlON 

ADVANCE INFORMATION 

SUPERSWITCH 

Fast switching, high voltage Darlington with antipa­
rallel diode particularly suited for industrial applica­
tions off 220,Volt lines such as . 
• Half bridge converters 
• Full bridge converters 
• Variable frequency motors 
• DC, AC three phase inverters. 
Designed for free choice of . 
• Base-emitter resistances 
• Base terminal of driver and output stage. 
"Wide safe operating area 
"Low negative base consumption during the off-state 
"Ease of paralleling 
"Isolated collector package 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES' 
VALEURS LlM/TES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emItter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emerreur-base 

Collector current 
Courant collecreur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermiQue jonction-boitier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 
F - 92403 Courbevole Cedex FRANCE 
Tel (1) 788-SO-01 Telex' 610560 F 

VSE ~ - 5 V 

tp"10ms 

tp " 10 ms 

T case 25°C 

max 

VCEO 

VCEV 

VEBO 

IC 
ICM 

IS 
ISM 

Ptot 

Tj 

Rthlj-cI 

1023 

VCEW 

VCEV 

ICsat 
ttl 100°C, 
trr 

ESM2040D 
CB-285 

400 V 
600 V 
20 A 

"750 ns 

"50 ns 

ESM2040DV 
CB-416 

Isolation voltage. 2,5 kV(RMSI 

400 V 

600 V 

12 V 

25 A 
35 

4 A 
10 

125 W 

- 40, + 150 °C 



ESM 2040 D. (VI 
ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES' 

SYMBOLS TEST CONDITIDNS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES A etTAT BLOOUE 

VCEO (sus) 400 V IB - 0, IC - 0,2 A, L - 15 mH 

VISRIEBO 12 V IC - 0, IS - 5 mA 

ICEV 
0,2 

mA 
VCE = VCEV, VSE = -7V 

2 T100'C Rl = 270n R2 = lOOn Diode Sl-B2 

ICER 
0,5 

mA VCE = VeEV Rl "27 n, R2" 10 n 4 Tj l00'e 

lEBO IT21 1 mA Ic = 0, VSE2 = -7V 

ON CHARACTERISTICS - CARA CTERIS TlOUES A L 'ETA T CONDUCTEUR 

veE sat·· 

IC - 20 A, IS - 1 A, TI - 100'e 

Ie = 30 A, IS = 3 A 

Ie - 20 A, IS - 1 A 

CHARACTERISTICS OF THE FREE WHEELING DIODE 
CARACTERIST/OUES DE LA DIODE DE ROUE LlBRE 

IF = 20 A 

IF = 0,5 A, IR = 1 A, IREC = 0,25 A Isee fig 211 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES DE COMMUTA T/ON 

SWITCHING TIMES ON RESISTIVE LOAD - TEMPS DE COMMUTA TlON SUR CHARGE RESISTIVE 

Vec = 150V,IC = 20A,ISl = 1 A,Re = 7,5n 

RS2 = 0,6n, - VSS = 7 V, tp = 30" 

2 x PLQ 08 

TURN-ON SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DE COMMUTA TlON A LA MISE EN CONDUCTION 

110 
dlc/dt 90 

Alps T) _ 10QoC 
Vec = 300 V, RC = 0, ISl = 1,5 A, tp = 

VCE 13 "51 
5 
10 

V T) _ 100'e 
Vee = 300 V, RC = 15 n, ISl = 1 A 

VCE (5 "5) 
2,8 v Vce= 300 v, Re = 15n, ISl = 1 A 
5,2 T) _ 100'e 

TURN-OFF SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DE COMMIJTA TlON A L 'OU VER TURE 

ON INDUCTIVE LOAD - SUR CHARGE INDUCTIVE 

With negative bias - A vee polarisation negative 

tSi 
1,85 
2,9 T - 100'e 

0,18 
1f, 0,44 0,75 T) = 100'C 

"5 
ttl 

0,04 
0,12 T) = 100'C 

0,48 
te 1,1 T = lODoe 

With anti saturation network - A vee reseau antisaruration 

lSi 
1,8 
2,7 Tj = 100'e 

tfl 
0,22 
0,46 0,75 T _' 100'e 

ttl 
0,05 
0,14 

te 
0,58 
1,12 

-T j = 25°C unless otherWise stated •• Pulses ImpulSIOns =- tp~ 300115, 0" 2 % 

1024 

Ie = 20 A 

IS = 1 A 

-VSS = 7V 
RS2 = 0,6n 
Vee = 150V 
V clamp ::0 400 V 
Lc=O,4mH 

Ie = 20 A 

IS = 1 A 
- VSS = 7 V 
RS2 = 0,6n 

Vee = 150V 
V clamp ~ 400 V 

Lc = O.4mH 

3"5 



FIGURE 1 : TEST CIRCUIT FOR SWITCHING TIMES 
~ with resistive load 
- with inductive load without antisaturation network 
- with inductive load with antisaturation network 
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1000 

FIGURE 2 : TURN-ON SWITCHING WAVEFORMS 
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temperature 
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FIGURE 6 : Collector·emitter voltage versus base­
emitter resistance 
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ESM 2040 D, (V) 

o 
vss RSE 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
- During the turn-on 
- During the tum-off without negative base-emitter 
voltage and RBE" 6011 

10 I----l---+--+-~~~ ""~I------1I--------l 

200 400 600 VCEIVI 

FIGURE 16 : Forward biased safe operating area 
(FBSOAI 

ICSM ~~-~-~-~~--r--r--"----'---' 
IAI 

o 100 200 

FIGURE 17 : Forward biased accidental overload area 
(FBAOAI 

Figure 16: The hatched zone can only be used for turn-on. 

Figure 16 : VCEW collector-emitter working voltage. At this 
voltage the dev1ce is allowed to switch the recommended collector 
current lesat. 
Figures 17 and 18 : High accidental surge currents U > 'eM) are 
allowed If they are on repetitive and applied less than 3000 times 
dunng the component life. 
Figure 17: The Kellog network (heavy print) allows the calculation 
of the maximum value of the short-circuit current for a gIven base 
current 18 (90 % confidence) 
Figure 18 : After the accidental overload current, the R8AOA has 
to be used for the turn off. 
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TRANSISTOR REVERSE BIASED 
- During the turn-off with negative base-emitter 
voltage 

T~ 125!C 
II 

/ 
"'VCiW 

r 
- VSS = 7 V 

..... 
r---.. I"'-, 

200 400 VCEIVI 

FIGURE 16 Reverse biased safe operating area 
(RBSOAI 

Tj" 125'C 

........ - VSS = 7 V 

""'-
200 400 VCEIVI 

FIGURE 18 : Reverse biased accidental overload area 
(RBAOAI 

Figure 15 : La zone hachuree ne doit etre utl1isee que pour la mise 
en conduction. 

Figure 16 : V CEW tension collecteur-emetteur d'utHisation. C'es1la 
tension max/male d'urilisation def/me en commuration a ICsa1 

Figures 17 at 18 : De forts courants de surcharge (I> ICM) sam 
perm;s s'ils som non (f!Jpeti1ifs e1 appliques mains de 3000 fois dans 

~i;~r~u1~o~r~~~~~au de Kellog (trait grasJ permet /e ca/cul de la 
valeur max/male du courant de court-circuit pour un courant de 
base donne (8 (90 % de con fianceJ. 
Figure 18: Apres Ie passage du courant de surcharge accldentelle, 
on do it uti1iser I'aire de surcharge accidentelle en polarisation 
Inverse pour I'ouverture. 
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FIGURE 20: Switching times versus collector current 

(A): Pulse generator HP 214 A 
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FIGURE 21 : Reverse recovery test circuit. 
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f~ lHOMSON-CSF SUPERSWITCH ESM2060T 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

NPN HIGH CURRENT SWITCHING TRANSISTOR 

TRANSISTOR NPN FORT COURANT DE COMMUTA TlON 

SUPERSWITCH 

HIGH POWER, HIGH CURRENT TRANSISTOR SUITED FOR USE 
IN DARLINGTONS AND PARALLEL MOUNTING· 
MOTORS CONTROL - DC/AC INVERTERS - BREAKERS 

Dua sheet tailored for switching applications 

.. High current 120 A in Darlington configuration 
• Information for parallel mounting 

.. Wide surge area 250 A· 200 V 
.. Base drive specified for different values of Ie 

TRANSISTOR DE PUISSANCE, A FORT COURANT, ADAPTE A 
L'UTILiSATION EN DARLINGTON ET LE MONTAGE EN PA­
RALLELE 

COMMANDE DE MOTEURS - GENERATEURS CONTINUS ET AL­
TERNATIFS - DISJONCTEURS 

SpeCifications sprkialemenr etudiees pour la commutation 

.. Fort courant 120 A en Darlington 
• Caracterisation pour Ie montage en paralffHe 
• Aire de surcharge titendue '250 A - 200 V 

.. Commande de base specifiee pour differentes vafeurs de Ie 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-emitter voltage 
Tension colfecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction boitler 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
TeL: (1) 788-50-01 Telex: 610560 F 

VBE~-l,5V 

tp ~5 ms 

tp~5ms 

Tease 25 oC 

max 

1031 

Case 
Boitier 

VCEOsus 

VCEX 

ICsat 

ICSM 

tf (60 A) 

TO 83 

Mounting with M 12 screw 
Montage avec vis M 12 

Torques Min:14 m /I. N 
Couples de serrageMax:18 rnA N 

VCEO 200 

VCEX 350 

VEBO 7 

IC 90 
ICM 125 

IB 14 
IBM 24 

Ptat 400 

200 V 

350 V 

60A 

250 A 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

tj - 65 + 200 °C 

I 

Janvier 1982 117 

~ II THOMSON-CSF 
• ~@~I?@~lillrn 



ESM 2060T 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS 0 CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES •• 

SYMBOLS TEST CONDITIONS 0 CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS 0 CARACT£RISTIOUES A L'£TAT eLOOU£ 

VCEOsu. 200 V Ie = 0, IC = 1 A, L = 25 mH 

V(BRIEBO 7 V IE=50mA,lc=0 

ICEX 3 mA Tease = 125 0 C, VCE =350 V, VBE = - 1,5 V 

lEBO 30 mA VEe_ 5V,lc_0 

ON CHARACTERISTICS 0 CARACTERISTIOUES A L'£TAT CONDUCTEUR 

VCEsat* IC = 60 A, Ie = 12 A 

VSEsat* 

SWITCHING CHARACTERISTICS 0 CARACT£RISTIOUES DE COMMUTATION 

Resistive load· Charge resistive 

'on 2,5 

" 2,5 ~, VCC=150V,IC=60A,lel =-le2=12A 

'f 1 

Inductive load • Charge inductive 

" Vc.c = 150V, IC =60A lei =-le2 = 12 A 

* Measured with pulses tp = 300 115 fj ~ 2 % ** T case = 25°C Unless otherwise stated 
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(A I 
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.. - -

0, 1 ~DC operation 
~Monopulse 

oj' T I I 
0.Q1 

'--~-I- . 
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FIGURE 1 : DC and AC pulse area. FIGURE 2 : Power and ISIB derating vs ca,,~ temperature. 
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FIGURE 3 : Transient thermal response 
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FIGURE 5 :Minimum base current to saturate the transistor 
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ESM 2060T 

SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

o 

T 
TRANSISTOR FORWARD BIASED 
• During the turn on 
• During ~he t~rn off without nO;!gative ba'Se-:::mitter vol1;.lge 

and Rae ~3 n 

IC r--.-----;;----;--,---r-=--::-'":-:-:--.----, 
(AI 

60 I--+---+-----Jf--

40 

~ I---+---+---~---

o 100 300 VCE (VI 

FIGURE 8 : Forward biased safe operating area 
(FBSOAR I 

o 50 100 150 200 VCEIVI 

FIGURE 10 : Forward biased accidental overload area 
( FBAOAI 

Figure 8 : The hatched zone can only be used for turn on 

Figures 10 and 11 : High accidental surge currents ( I > leM ) are 
allowed if they are non repetitive and applied less than 3000 times 

during the component life. 

Figure 10 : The Kellog network ( heavy print I allows the calcula­
tion of the maximum value of the short-circuit current for a given 

base current IS ( 90 % confidence L 

Figure 11: After the accidental overload current, the RBAOA has 

to be used tor the turn off. 

4i7 
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TRANSISTOR REVERSE BIASED 
- During the turn off with r,egative ba5a-emitter voltagll 

I I 
Tjl';;12s1_ 

VBE = - 3 V 

40 

o 
o 100 300 

ICSM 
(AI 

250 

150 

100 

50 

o 

FIGURE "19 : Reverse biased safe operating area 
(RBSOAR I 

Tj1,2SJ_ 

VBE = - 3 V 

o 100 300 

FIGURE 11 : Reverse biased accidental overload area 
( RBAOAI 

Figure 8 : La zone hachuree ne doit ~tre utilisee que pour la mise 

en conduction. 

Figures 10 et 11 : De forrs courants de surcharge ( I > I eM ) sont 
permis s'ifs sont non rt§petitifs et appliques moins de 3000 fois dans 
/a vie du composant, 

Figure 10 : Le reseau de Kellog ( trait gras) permet Ie calcul de la 

valeur maximale du courant de court~ircuit pour un courant de 

base donne' 8 ( 90 % de con fiance ). 

Figure 11 : Apres Ie passage du courant de surcharge accidentelle. 
on doit utiliser I'aire de surcharge accidentelle en polarisation 

inverse pour ,'ouverrure, 
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ESM 2060T 

• applications. 

HIGH EFFICIENCY OPERATING 

When the transistor is operating at collector eurrent smaller than 
IClSAT). its gain is higher and its VCE(sad is smaller. 
Thlll.ads to the following advantages: 
- Lower conduction losses. 
- Low. baH drive power. 
- Shorter switching times. 

The minimum base current neeessary to reach saturation can be de­
termined with the aid of figure 6 • 

EXAMPLE: IC =60A 
IC=30A 

PARALLEL MOUNTING 

Figure 10 enables : 

1) The calculation of the worse ca .. sharing of the collector currents 
between two ESM 2060 in parallel. 
2) The calculation of the emitter impedance (resistance of inducton. 
to have a better sharing. 

FONCTIONNEMENT A FORT RENDEMENT 

Quand Ie transistor tonerianne B un courant colJecteur inf6rieur 

:Bf~!:"&I;o,,~!::::!t:~:n~':;:' :!i:~:;~ion de saturation est plus 
- Df/I ptlrtel de conduction plus (aibles 
- Une puissance de commands de base plus feible. 
- Des temps de commutation plus 'aibles. 

Le courant base minimum ntkessaire pour saturer /e transistor, peut 
litre d4termin' IJ I'aide de Ie figure 6 

IB=11,5A Forced gain: 5,2 
IB=2,5A . Forced gain: 12 

MONTAGE EN PARALLELE 

La figure 10 permet : 

1) Le ca/cul .. dll!,s/e cas Ie plus defllvorable, de/a repartition du cou· 
rant collecteur entre deux ESM 2060 en parelltlle. 
2) Le cII/cul de l'impedanCfJ de l-emetteur (resistance des hobin.s) 
pour evoir Ie meilleure repartition. 

EXAMPLE: IT = 108 A ,11;;' 44 A ,12';; 64 A 

OVERLOAD PROTECTION - PROTECTION CONTRE LES SURCHARGES-

The ESM 2060 in the switching mode is operating under an accidental overload when the collector current is superior to the rating ICM 
The new concept «ACCIDENTAL OVERLOAD AREA" completes the absofute maximum ratings of power transiston. This concept allows: 
_ to calculate a maximum value of the collector current under short-circuit conditions (for this a KeUog network is given with the FBSOA) 
_ to find the maximum permissible duration of an overcurrent (with the aid of the FBAOA). 
_ to find the maximum permissible voltage during the turn off under overload (with the aid of the RBAOA •. 

L 'ESM 2060 en r"gime de commutation fonctionne en surcharge accidentelle lorsque Ie courant collecteur est supdrieur II la limite I eM 
Le nouveau concept «AIRE DE SURCHARGE ACCIOENTELLE )J complete les limites ablolues d'utilisation des transistors de puissance. 
Ce concept permst : 
_ de ca/culer une valeur maximale du courant collsctBUr dans les conditions de court-circuit (pour ce/IJ nous donnons un rtJseau de Kellog 
avec I'aire FBAOA). 
_ de trouver la duree maximale admissible d'une surcharge en courant (FBAOA) 
_ de trouver la valeur maximale admissible de la tension "'ppliqu"e pendant Ie blocage du transistor aprtJs/a surcharge. 

SHORT CIRCUIT PERMISSIBLE 

CURRENT OURATION 

Example A VCC = 140 V. IB =12 A ISC';; 205 A ~20,us Vee 

Example B VCC = 180 V • IB = 8 A ISC';; 185A ';;10jJs 

617 
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DARLINGTON 

The use of Darlington configuration .lIoWl : 

.) High gain with Ie na.r le(sad 

EXAMPLE : BUV 21 + ESM 2060 ; fo' IT = 60 A , IB .;; 0,2 A (H21 = 300) 

bl Higher collector current with normal gain 

EXAMPLE: BUV 21 + ESM 2060 ; fo, IT = 120 A , IS';; 2 A (H21 = 60) 

L 'Utilisation dfJ ,. configuration Darlington permer: 

al Un gain If/eve avec Ie voisin de 'Cfsat) 

EXEMPLE ,SUV 21 +ESM 2060 :pour IT =60 A, IS ';;0,2 A (H21 =3001 

bJ Un courant collecreur plus If/eve avec UI1 gain normal 

EXEMPLE ,SUV 21 + ESM 2060 : pour IT = 120 A ,IS .;; 2 A (H21 =601 

HIGH POWER SWITCH 

The dynamic sharing during the turn off is always better with parallal transistors, 
than with parallel Darlingtons. 
The use of parallel transistors in Darlington configuration all OWl to build very high 
power switches. 

EXAMPLE: 1 ESM 2060 Driver +3 ESM 2060 Power: IT .:::; 340 A with IS = 8 A 

(Consult our factory for other combinaisons) 

COMMUTA TlON DE FORTE PUISSANCE 

La repdrririon dynamique du courant pendant Ie blocage, est roujours meilleure 
BlltIC des transistors en paralllHe qu 'avec des Oarlingtons en fjarallele . 
L 'utilisation de transistors en PiJrallele dans la configuration Darlington permet 
de realiser des commutations de tres forte puissance. 

EXEMPLE: 1 ESM 2060 (commande) +3 ESM 2060 (puissance) 
'T = 340 A, pour IS = 8 A 

( Vevilfez nous consulter pour d'autres combinaisons possibles) 

47 H 

CONSULT THE THOMSON CSF HANDBOOK 
* Le transistor de puissance dans son environnement * 

* The power transistor in its environment * 
* Handbuch Schalttransistoren * 

1037 
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'.' THOMSON-CSF SUPERSWITCH ESM 2070 0, (V) 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING DARLINGTON 
DARLINGTON NPN HAUTE TENSION DE COMMUTA TlON 

ADVANCE INFORMATION 

SUPERSWITCH 

Fast switching, high voltage Darlington with antipa­
rallel diode particularly suited for industrial applica­
tions off 380 Volt lines such as : 
• Half bridge converters 
• Full bridge converters 
• Variable frequency motors 
• DC, AC three phase inverters. 
Designed for free choice of : 
• Base-emitter resistances 
• Base terminal of driver and output stage. 
'Wide safe operating area 
'Low negative base consumption during the off-state 
'Ease of paralleling 
'Isolated collector package 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlM/TES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
VBE Tension collecteur-emetteur 

~ -5V 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur Ip"'l0 ms 

Base current 
Courant base tp "'l0 ms 

Power dissipation 
T case 25°C Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction-boitier max. 

50, rue Jean-Pierre Timbaud· 8.P. 5 
F . 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
TeL .(1) 788·50·01 Telex. 610560 F 

VCEO 

VCEV 

VEBO 

Ie 
ICM 

'B 
'BM 

Ptot 

Ti 

Rthlj-cI 

10~9 

VCEW 

VCEV 

ICsat 
t,l100°C) 

trr 

;~;:r ISOTOP 

ESM2070D 
CB-285 

700 V 

800 V 
12 A 

"500 ns 
"60 ns 

ESM2070DV 
CB-416 

Isolation voltage· 2,5 kV(AMSI 

700 V 

800 V 

12 V 

18 A 
30 

4 A 
10 

125 W 

- 40, + 150 DC 
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ESM 2070 D.IVI 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES •• 

SYMBOLS TEST CONOmONS - CONOITIONS OE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIOUES A L 'UAT BLOOUt 

VCEO Isusl 700 V 'B = 0 A, IC = 0,2 A, L = 15 rnH 

VIBRIEBO 12 V IC = 0, IB = 5 rnA 

0,3 Tease 25°C VCE - VCEV, VBE - - 7 V 

'CEV 2 
rnA 

Tcase125°C ! Rl = 27011, R2 = 10011, DiodesBl-B2: 

'CER 
0,5 

rnA 
Te .... 25'C ! VCE = VCEV, Rl <2811, R2< 1011 4 Tease 125'C 

lEBO IT2L 1 rnA IC = 0, VBE2 = - 7 V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIQUES A L 'UA T CONDUCTEUR 

2 IC = 12 A, IB = 1 A, Tease loo'C 
VCE sat- V 

3,5 IC = 18 A, IB = 1,8 A 

VBEsat- 2,6 V IC = 12 A, IB = 1 A 

CHARACTERISTICS OF THE FREE WHEELING DIODE 
CARACTERISTIQUES DE LA DIODE DE ROUE LlBRE 

IF = 0,5 A, IR = 1 A, IREC = 0,25 A 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIQUES DE COMMUTATION 

Realstlveloed • Charge resistive 

Ion 0,8 
VCC = 300 V,IC = 12 A, VBE = - 7 V,lBl = 1 A, 

Is 4 I'S 
Rl = 27011, R2 = 10011, Diodes Bl-B2: PLO 08 

If 1 

Inductive load· Charge inductive (see figure 1 J 

Is 6,5 
Tj = 100'C t VCC = 300 V, IC = 12 A, IBl = 1 A 

I'S 

If 0,5 See figure 1 

*Measured with pulses tp = 300",s,1; <2 % ·*r case 25°C Unless otherwise stated 

CB-286 
CASE OUTLINES 

39,10 

2/3 
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FIGURE 1 : SWITCHING TIMES MEASUREMENT CIRCUIT FOR INDUCTIVE LOAD 

FIGURE2: REVERSE BIAS SAFE OPERATING AREA IRBSOAI 

IC 
IAI 
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10 

o 200 400 600 800 

dPL008 ~ 

g 
150 c;: 

N 

3~H 

VSE 0 -7V I 

1041 

ESM 2070 0, (V) 

+ 300 V 

SA 159 

lOon 

TEST CONDITIONS 
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FIGURE 1 : SWITCHING TIMES MEASUREMENT CIRCUIT FOR INDUCTIVE LOAD 

FIGURE2: REVERSE BIAS SAFE OPERATING AREA (RBSOAI 

IC 
(AI 
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10 

200 400 600 800 
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a 
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N 

3~H 
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1041 

ESM 2070 D, (V) 

+ 300 V 

SA 159 
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TEST CONDITIONS 
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f.' lHOMSON-CSF ESM 3000-3001 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

TENTATIVE DATA 

SUPERSWITCH 

HIGH CURRENT, HIGH POWER TRANSISTORS 

Pressure contact construction 

Thermal fatigue free 

Key parameters characterised at 100°C 

"High current capability 

"Very low saturation resistance at 100°C 

"High specified gain at 100 A 

"Fast turn-on and and turn-off 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTILlSATION 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension-collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current repetitive 
Courant collecteur ri!petitif 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
T case 75°C Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction-boitier 
Double sided cooling 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P, 5 
F . 92403 Courbevole Cede x FRANCE 
Tel 11)788·50·011elex 610560 F 

VSE = -1,5 V 

tp~l ms 

tp~l ms 

max 

VCEO 

VCEV 

VESO 

ICIRMS) 
ICM 

ISIRMS) 
ISM 

Ptot 

Tj 

Rthlj-c) 

1043 

NPN SWITCHING TRANSISTOR 
TRANSISTOR NPN DE COMMUTATION 

VCEOsus 

VCEV 

ICsat 

ICM 

Case 
Baitier TO 83 

ESM 3000 

120 V 

200 V 

150 A 

300 A 

Mounting with M 12 screw 
Montage avec visM 12 

Torques Min: 14 m N 
Couples de serfage Max: 18 m N 

ESM 3000 ESM 3001 

120 150 

200 200 

7 7 

150 150 
300 300 

20 20 
40 40 

400 400 

-65 +175 - 65 + 175 

0,25 

ESM 3001 

150 V 

200 V 

150 A 

300 A 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

°C 

Septembre 1982 1/3 
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ESM 3000 - ESM 3001 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERIST/QUES ELECTRIQUES •• 

SYMBOLS I Min I Typ I Max I UNITS I I TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES A L 'ETAT BLOQUE 

VCEOsus 
120 

V ESM 3000 
IB ~ 0 L ~ 25 rnH, IC ~ 0,5 A 150 ESM 3001 

VIBRIEBO 7 V IC ~ 0, IE ~ 100 rnA 

ICEV 6 rnA VCE ~2OOV VBE ~ -1,5 V, Tj ~ 125°C 

ICER 10 rnA VCE ~ 200 V, RBE ~ lon, Tj ~ 125°C 

lEBO 30 rnA IC ~ 0, VEB ~ 5 V 

ON CHARACTERISTICS -CARACTERISTIQUES A L 'ETA T CONDUCTEUR 

1,5 IC ~ ICsal ~ 150 A, IB ~ IBsal ~ 15 A 

t Tj ~ 100°C 
1,5 IC - 100 A IB ~ 5 A 

VCEsat V 
0,6 IC ~ 100 A IB ~ 10 A 

0,5 IC ~ SO A IB ~ 4 A 

VBEsal" 2,2 V IC ~ ICsal, IB ~ IBsal, Tj ~ 100°C 

SWITCHING TIMES ON RESISTIVE LOAD - TEMPS DE COMMUTATION SUR CHARGE RESISTIVE 

If 0,5 IBl ~-IB2 ~ IBsal 

TURN-ON SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DE COMMUTA TlON A LA MISE EN CONOUCTION 

4 Tj ~ 25°C 

I VCE 12 ~sl 6 
V 

Tj = 100°C 
Vee ~ 60 V 

2 Tj ~ 25°e 
Re ~ O,4n 

VeE 14 ~sl V IBl ~ IBsal 
3 Tj ~ 1000 e 

TURN-OFF SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DECOMMUTA TlON A L 'OUVERTURE 

ON INDUCTIVE LOAD - SUR CHARGE INDUCTIVE 

With negative bias - A vee polarisation negative 

lsi 1,7 ~s 

0,15 
tfi 0,25 ~s 

0,03 
tti 0,1 ~s 

0,15 
'c 0,3 ~s 

With antisaturation network - A vee reseau antisaturation 

4 
lsi 7 ~s 

1,8 
tfi 2,5 ~s 

0,3 
tti 0,6 ~s 

UTj = 25°C Unless otherwise stated *Pulses 
Impulsions 

2/3 

Tj ~ 25°C 

Tj ~ 100°C 

Tj ~ 25°C 

Tj ~ 100°C 

Tj ~ 25°C 

Tj ~ 100°C 

Tj ~ 25°C 

Tj ~ 100°C 

Tj ~ 25°e 

Tj ~ 1000 e 

Tj ~ 25°e 

Tj ~ 100°C 

Tj ~ 25°C 

Tj ~ looo e 

Ip .. 300 ~s 

1044 

0"::2% 

VCC ~ 60 V 

IC ~ ICsal 

IBl ~ - IB2 ~ IBsal 

Vclamp ~ 0,7 VCEO 

Vce ~ 60 V 

Ie ~ ICsal 

IBl ~ IBsal 

IB2 ~ 0 

Vclarnp ~ 0,7 VeEO 



IC 300 
(A) 

200 

100 

o 

IC 300 
(A) 

200 

100 

o 

Tj ~ 125 0 

IC(RMS) 

- f-g 1--0 
0 0 

~ I--~ 
Cf) I--Cf) 
w w 

20 40 60 80 100 120 140 160 VCE(V) 

Forward biased safe operating area (FBFOA) 
(switching area) 

~ 1\ Tj ~ 125 0 

\ \ 
----- f--- - \ 
-- I--

1-- -
IC(RMS) 

>---f-- --f-g -- ---- -0 
0 0 

>---~-- f--- 1-l--- f-'" f--'" 
:!; :!; 
Cf) f--Cf) 
w w 

1 
I 

20 40 60 80 - 100 120 140 160 VCE(V) 

Reverse bias safe operating area (RBFOA) 

1045 
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~, THOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS OISCRETS 

TENTATIVE DATA 

SUPERSVVITCH 

HIGH CURRENT. HIGH POWER TRANSISTORS 

Pressure contact construction 

Thermal fati,gue free 

High power caability 

Wide operating area 

Suited for use on the Darlington configuration 

Key parameters characterized at 100°C 

APPLICATIONS 

MOTOR CONTROL 

DC lAC INVERTERS 

'I.i.' 

POWER SUPPLY BREAKERS 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VAl EURS LI MI TES ARSOLUES D'U T I LISA liON 

Collector-emitter voltage 

Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension cOllecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power diSsipation 

Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction-case thermal resistance 
Rtlsistance thermique jonction-boitier 
Double sided colling 

50. me Jean-PIerre Tlmbaud -BPS 
F 92403 Courbevole Cedex FRANCE 
Te' (1) 788-50-01 Te'ex 610560 F 

VBE := - 1,5 V 

tp~l ms 

tp~l ms 

T case 75 DC 

1047 

ESM3002 
NPN SWITCHING TRANSISTOR 

TRANSISTOR NPN DE COMMUTA TlON 

VCEOsus 

VCEV 

ICsat 

tf /100°CI 

200 V 

350 V 

140 A 

0.7 ~s 

Darlington switch 200 A 

Case 
Boitier T083 

Mounting with M 12 screw 
Montage avec vis M 12 

Torques Min: 14 mil. N 
Couple de serrage Max: 18 m II. N C 

VCEO 200 

VCEV 350 

VEBO 7 

ICIAMSI 125 
ICM 250 

'BIRMSI 20 
IBM 65 

Ptat 400 

Tj - 65 + 150 

E 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

°C 

Septembre 1982 1/3 
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ESM 3002 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS· CARACHRISTIOUES ~LECTRIOUES •• 

SYMBOLS TEST CONDITIONS· CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS· CARACT~RISTIQUES A L'~TAT BLOQU~ 

VCEOsus 200 V IS = 0, L::::: 25 mH, Ie ::: 0,5 A 

V,BRIEBO V IC = 0, 'E = 100 mA 

'CEV mA VCE = 350 V, VBE = - 1,5 V, Tj = 125°C 

ICER 10 mA VCE =350 V, RBE = 10 n, Tj = 125°C 

'EBO 30 mA Ic = D, VES = 5 V 

ON CHARACTERISTICS· CARACT~RISTIQUES A L'~TAT CONDUCTEUR 

1,5 V IC ~ ICsa. ~ 140 A,IS ~ ISsa ' ~ 2B A, Tj ~ 1OD"C 

VCEsat . 
1,5 V 

IC ~ 120A,IS ~ 12A 

VBEsat* 2,2 V Ie = iCsat. IS = IS sat 

SWITCHING CHARACTERISTICS· CARACT~RISTIQUES DE COMMUTATION 

Resistive load - Charge resistive 

ton 1,5 
Vee:::: 100 V, Ie = [Csat!l) .. "' ISl :::: - IS2::::: [Ssat 

t, 0,7 

Inductive load - Charge inductive 

0,5 J Tj::: 25 DC {VCC = 100 V, IC = 'C,a, 111 
'f "' 0,3 D,7 Tj = 10Q oC ISl = - IS2 = [Ssat 

.. Measured with pulses tp = 300 /-lS o.s;;;; 2 % .... T case 25 DC Unless otherwise stated 

(1) VCEciamp. <VCEOsus 

2/3 
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Application 

The ESM 3002 is suited in Darlington configuration. 
This allows a higher collector current. 

Example: 

Darlington with 

ESM 3002 loutput) 

BUT 91 (driver) 

ICD = 200 A Total output current 

18 = 4 A Drive current 

IC 
(A) 

200 

100 

ICIRMS) 

100 200 VCE (V) 

Fig.l - Forward biased safe operating area IFBSOA) 

1049 

IC 
(A) 

200 

100 

ESM3002 

ICD 

ESM 3002 

~ 
\ 

\ 
\ 

IC(RMS) 

100 200 VCE (V) 

Fig.2 - Reverse biased safe operating area (RBSOA) 
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,., lHOMSON-CSF ESM 3004 - ESM 3005 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCAETS 

NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTORS 
TRANSISTORS NPN HAUTE TENSION DE COMMUTA TlON 

SUPERSWITCH 

HIGH CURRENT, HIGH POWER TRANSISTORS 

• Pressure contact construction 
• Thermal fatigue free 
• High power capability 
• Wide operating area 
• Key parameters characterized at 100°C 
• Suited for use on the Darlington configuration 

APPLICATIONS 
MOTOR CONTROL 
DC/AC INVERTERS 
POWER SUPPLY-BREAKERS 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlM/TES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-emitter voltage 
T ension collecteur~emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emecreur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction-case thermal resistance 

Resistance rhermique j'onction-boitier 

SO, rue Jean-Pierre Timbaud -B.P. 5 
F - 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. (1) 788-50-01 Telex. 610560 F 

VSE = - 1,5 V 

repetitive tp" 1 ms 

tp" 1 ms 

T case 75'C 

max. 

VCEO 

VCEV 

VESO 

ICIRMSI 
'CM 

'SIRMS) 
ISM 

Ptot 

Tj 

1051 

ESM 3004 ESM 3005 

VCEOsus 400 V 500 V 

VCEV 600 V 600 V 

ICsst 65A 50A 

ICM 150A 150 A 

DARLINGTON 
SWITCH 130 A 110A 

Case 
Boitier : TO-83 ICB - 183} # E 

Q () 

M12 

C 
Stud torque 
Couple de serrage . 14 m i\ N 

T case = 25°C Unless otherwise stated 

ESM 3004 ESM 3005 Units 

400 500 V 

600 V 

10 V 

120 A 
150 

20 A 
40 

400 W 

- 65, + 175 'C 

0,25 

July 1982 1/8 



ESM 3004 - ESM 3005 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIQUES tLECTRIQUES' 

SYMBOLS Min Typ Max UNITS TEST CONOITIONS - CONOITIONS OE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIOUES A L 'tTA T BLOOUt 

400 ESM 3004 ! VCEO isusl 500 
V ESM 3005 

IB ~ 0, L ~ 25 mH, IC ~ 0,5 A 

ViBRIEBO 10 V IC 0, IE 200 mA 

ICEV 5 mA VCE ~ 600 V, VBE ~ - 1,5 V, Tj ~ 125°C 

ICER 10 mA VCE ~ 600 V, RBE ~ lOll, Tj ~ 125°C 

lEBO 30 mA Ic ~ 0, VEB ~ 5 V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIOUES A L 'ETA TCONDUCTEUR 

1,5 V 
ESM 3004 ! IC ~ ICsat ~ 65 A, IB ~ IBsat ~ 13 A 

Tjloo°C 
ESM 3005 IC ~ ICsat ~ 50 A, IB ~ IBsat ~ 10 A 

VCEsa"· ESM 3004 I IC - 100 A, IB - 33 A 
2 V 

ESM 3005 IC ~ 80 A, IB ~ 27 A 
Tj 100°C 

VBEsat·· 2,2 V IC ~ ICsat, IB ~ IBsat 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIQUES DE COMMUTA TlON 

SWITCHING TIMES ON RESISTIVE LOAD - TEMPS DE COMMUTA TlON SUR CHARGE RtSISTIVE (Fig. 7) 

t, 1,0 1,5 
VCC ~ 200 V, IC ~ ICsat, 

ts 3,5 I'S 
IBl ~ - IB2 ~ IBsat 

tf 0,5 1 

TURN-ON SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIOUES DE COMMUTA TlON A LA MISE EN CONDUCTION (Fig. 2) 

VCE i2 I'sl 
5 

~ 
18 

V 
Tj ~ 100°C RC ~ 0,7 VCEO"Csat 

VCC ~ 0,7 VCEO 

VCE i41'sl 
3 IBl ~ IBsat,IC ~ ICsat 

V 
9 T· ~ 100°C 

TURN-OFF SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIQUES DE COMMUTA TlON A L'OUVERTURE (Fig. 31 

ON INOUCTIVE LOAD - SUR CHARGE (NOUCTIVE 

WIth negative bias· A vee polarisation negative 

tsi 
3,6 

4,5 Tj ~ 100°C 

0,25 0,6 VCC ~ 200 V tfi 0,7 Tj ~ 100°C IC ~ ICsat 

0,1 
I's IBl ~ - IB2 ~ IBsat 

ttl 0,2 Tj ~ 100°C 
Vclamp . = 0,7 VCEO 

te 
0,8 
2 Tj ~ 100°C 

WIthout negative bias· Sans polarisation negative 

tsi 12 Tj ~ 100°C VCC ~ 200 V, RB2 ~ 111 

IC = ICsat 

tfi I'S 
Tj ~ 100°C 

IBl ~ IBsat 
IB2 ~ 0 

tti 
0,3 Velamp. ~ 0,7 VCEO 
0,5 Tj ~ 100°C 

-Tj = 25°C unless otherwise stated _ •• Pulsed -Impulsions tp4lt 300,",s,b <. 2 % 

2/8 
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10 

18 
IAI 
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10 

VCEsat 
IVI 

1,5 

0,5 

."t ESM 3004 

\ --- TI 25'e --- Tj 100'e 

, , 
\ , 

.\ 
" , 

~ ---- ---
50 100 Ie IAI 

Fig.1 DC current gain. 

ESM 3004 

I Tj 100°C 

/ 
V 

f 0'" 
&'y 

/ 

.../ 
/' 

50 100 Ie IAI 

Fig.3 Minimum base current to saturate the 
transistor 

I ': ESM 3004 

I I , 
II 

, 
lell8 = 10 le/18 = 5 _ 

"-... L 1/--fjC--- I 
I I, 1 , 

Jj Ii V --- le/18 = 3 
I 

~~ ~ I , ...... T1125°C ---Tj 25'e ____ 

50 100 Ie IAI 

Fig.5 Saturation voltage. 
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ESM 3004 - ESM 3005 

ESM 3005 

____ T) 25'e 
___ Tjl00'e 

\ 
\ ,-, 
\. 
\\ 

" 
~ 1::::..--- ---- ----

50 100 lelAI 

Fig,2 DC current gain, 

ESM 3005 / TI 100'e 

/ 
v~/ 

if ",1'3 

0" v 
"", ;; 

./ V 
50 100 lelAI 

Fig A Minimum base current to saturate the 
transistor 

': I: q ESM 3005 

I , , 
I /, , 

le/18 = 10 
' , 

lell8 = 5 -

'-....' ItJ---I ~ I 
• : Ii 

l' J 'hi "le/18 - 3 
I 

~ "ffi ;' Jj 125,e ___ 

AtI' !'I"" Tj 25'e ____ 

50 100 lelAI 

Fig.6 Saturation voltage. 
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ESM 3004 - ESM 3005 
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Fig.7 Transient thermal response. 

\ ES M 3004 - 3005 RESISTIVE LOAD 

Tj 25"C 

1\ VCC = 200V-
IBl = -IB2 _ 

"'\ IC/IB = 5 

" ~ r-...... ts 
....... t-...... 

1---~ -~ tf 

20 60 100 140 IC/ICsat 1%1 

Fig.9 Switching times versus collector current. 

ES M 3004 - 3005 Ie = 'esat 
IC/IB = 5 

tfi ton IBI = - IB2 = IBsat 

'. Tj25°C 

.\ l' 
" :, 

....... ~ -- --
~ "'""' 

""ItIiii! ~ tfi 
1-- tSI --- -- =;;; 

tOI 

100 200 300 400 VCEIVI 

Fig.11 Switching times versus collector-emitter 
voltage 

VBEsat 
IVI 

1,5 

0,5 1----+--+--+----1I---+----l 

o 

t 

Ipsl 

10-1 

% 

300 

200 

100 

o 

TjI25"C_ 
Tj 25"C ___ _ 

50 100 ICIAI 

Fig,8 Saturation voltage, 

~ INDUCTIVE LOAD,;;;J-- Tj 25"C 
ESM3004-3005 VCEclamp =0,7VCEO 

lsi r--..... IBl = - IB2 = IC/5 

- >-- - 1--t:::-- r::- t:=-.... I==-.. .... 

- -
I-I-- --- -
':=tt~ With antisaturation network _____ 

Without antisaturation network 

50 100 IOICsat 1%1 

Fig.l0 Switching times versus collector current 
(with and without antisaturation network). 

ESM 3004 - 3005 
I 

IC ICsat 
ICIIB = 5 

tf-~ ISl = - fB2 = ISsat / VCC = 200 V 

/ 
/V L----" t, 

V-' j....../ 
~ i--"" ts 

50 100 

Fig,12 
rature. 

Switching times versus junction tempe-
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ESM 3004 - ESM 3005 

SWITCHING SAFE OPERATING AREAS 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
. During the tum·on 
- During the turn-off without negative base-emitter 
voltage and RBE,,22(). 

Tj< 125°C 

ICIRMSI 

... ~ 

8~8 
M M 

~~~ 

100 300 500 VCEIVI 

Fig.13 Forward biased safe operating area 
(FBSOAI. 

Ie 
IAI 

150 

100 

20 

o ~----------------r 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 

- During the tum-off with negative b ...... mitt.r 
vottage 

Tj< 125°C 

ICIRMSI \ \ 
~ \ , , 

... ~ 

gf- 0 
0 
M 

::; ::; 
<nf-<n 
W \. w 

~ ~ ~ .... 
100 300 500 

Fig.14 Reverse biased safe operating area 
(RBSOAI. 

SAFE OPERATING AREA 
IC IAI 

~ ~- ~ to- ~ tt-, -, )-
/-

r-.... '3 

" " 1::> '?~ I'\'t 
~~ ~~~ I\. . 

I' 
, \ 

I' 

" " 1"\.1\ 

" T case 25°C "-
____ DC operation ESM 3004 

~" - - - Monopulse I----1-EsM3005 

4 6 102 

Fig.15 DC and pulse area. 
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-25 50 75 100 125 150 Tease lOCI 

Fig.16 Power and ISIB derating versus case 
temperature. 
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ESM 3004 - ESM 3005 

APPLICATIONS 

The ESM 3004/3005 are suited for use on the Darlington configuration. This allows a higher collector current. 

18 
IAI 

o 

EXAMPLE: 

DARLINGTON WITH 
ESM 3004 (output) -BUX 98 (driver) 

ICD ~ 130A,18 ~ 5A 

q"w I 
18 

I 
ESM 3004 I 

/ 
I I 

/ 
Driver BUX 48 'r-I ~ Driver BUX 98 

V / 
,/ 

20 100 

Fig. 17 Base current to saturate the Darlington 
configuration. 

6/8 

ICDIAI 
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18 
IAI 

DARLINGTON WITH 
ESM 3005 (output) - BUX 98 A (driver) 

ICD ~ 110A,18 ~ 5A 

ql'w 18 

-I I ,,"~; / 
I 

Driver BUX48 A H j. >-- Driver 8UX 98 A 

/ / 
Ilj 

20 100 leo IAI 

Fig.18 Base current to saturate the Darlington 
configuration. 



ESM 3004 - ESM 3005 

DRIVER CIRCUIT 

+6V --1----, 

-6V 

The use of an antisaturation circuit IDAS with T21 enables turn-off of the ESM 3004/ESM 3005 directly from the quasi-saturation 
state. This gives the following advantages. 

Lower switching times tf and ts and smaller switching losses, 
- Narrower spread of storage time t5. 

Enlarged RBSOA area. 

7/8 
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ESM 3004 - ESM 3005 

818 

TURN-ON SWITCHING WAVEFORMS 

VCE 
(VI 

2 t:::;:::;:::::~~~ __ 
18 1=l21"1rs 
(AI I 

I 
l­
I 

"~~0-.9-1-8------------
~t 

TURN-OFF SWITCHING WAVEFORMS (INDUCTIVE LOAD) 

VCE.IC 1-------_ 
(VI (AI 
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t~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICQNDUCTEUR$ DISCRETS 

ADVANCE INFORMATION 

SUPERSWITCH 

HIGH CURRENT, HIGH VOLTAGE POWER 
TRANSISTORS 

• Pressure contact construction 

• Thermal fatigue free 

• High power capability 

• Wide operating area 

Suited for use: 

on the 380 V mains 
on the Darlington configuration 

APPLICATIONS 

MOTOR CONTROL 
AC/DC AND DC/AC CONVERTERS 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEVRS LlMITES ABSOLVES D'VTlLlSA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetreur 

Collector-emitter voltage 
VBE = ~ 1,5 V 

Tension collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
repetitive tp" 1 ms Courant collecteur 

Base current 
Courant base tp" 1 ms 

Power dissipation 
Tease 75°C DisSipation de puissance 

Junction temperature 
T emperarure de jonetion 

(
Junction-case thermal resistance 

max. 
Resistance rhermique janetion-boitier 

50. rue Jean-Pierre Timbauct· B.P. 5 
F - 92403 Courbevole Cedex FRANCE 
Tel (1)788-50-01 Telex 610560F 

ESM 3006 - ESM 3007 
NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTORS 

TRANSISTORS NPN HAUTE TENSION DE COMMUTA TION 

ESM3008 ESM 3007 

VCEO (sus) 800 V 700 V 

VCEV 1000 V 1000 V 

'CSM 35A 30A 

'CM BOA 

tfj (100.C) 21'S 

: TO-83 (Ca -183) 
Case 
80ftier 

C ~ M12 ~ 

Stud torque : 14 mAN 
Couple de serrage 

Tcase = 25°C Unless otherwise stated 

ESM 3006 T ESM 3007 Units 

VCEO 600 I 700 V 

VCEV 1000 V 

VEBO 10 V 

leM 80 A 

IBIRMSI 20 A 
IBM 40 

Ptot 300 W 

Tj ~ 65, + 150 'C 

0,25 'C/W 

1059 



ESM 3006 - ESM 3007 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIOUES tLECTRIOUES·· 

SYMBOLS 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES A L 'ETA T BLOOuE 

600 ESM 3006! 
VCEO (sus) 700 ESM 3007 IB = 0, LC = 25 mH, IC = 0,5 A 

V 
VIBRlEBO 10 IC = 0, IE = 200 mA 

leEV 6 VCE = 1000 V, VBE = - 1,5V, Tj = 125°C 

ICER 10 mA VCE = 600 V, RBE = 10 IJ, Tj = 125°C 

lEBO 30 IC = 0, VEB = 5 V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES A L 'ETA TCONDUCTEUR 

ESM 3006 IC = ICsat = 35 A, IB = IBsat = 7 A ! 
1,5 

ESM 3007 IC = ICsat = 30 A, IB ~ IBsat = 6 A 
VCEsa( 

ESM 3006 IC = 50 A, IB = 16,5 A ! 
2 V 

Ie = 40 A, IB = 13,5 A Tj = 100°C 
ESM 3007 

VBEsat· 2,1 IC = ICsat, IB = IBsat 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIOUES DE COMMUTA TlON 

On resistive load - Sur charge resistive 

ton 1,5 

ts 5 

tf 1,5 

On Inductive load - Sur charge inductive 

1 
tfi 

2 

Measured with pulses tp = 3001'5,5" 2 %. 

T case = 25°C unless otherwise stated. 

212 

1'5 Vec = 400 V, IC = ICsat, IB1 = - IB2 = IBsat 

1'5 
Tj = 

.. ~. VCC = 400 V, IC = ICsat 
100°C IB1 = - IB2 = IBsat 

1060 

Tj = 100°C 



~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS 01SCRETS 

TENTATIVE DATA 

SUPERSWITCH 

HIGH CURRENT, HIGH POWER TRANSISTOR 

APPLICATIONS 

Pressure contact construction 
Thermal fatigue free 

High power capability 
Wid. ol*'ating ar .. 

MOTOR CONTROL 
DC/AC INVERTERS 

POWER SUPPLY BREAKERS 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS UMITES ABSOLUES D'UTI LlSATION 

Collector-emitter voltage 

Tension col/ectflur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
VBE = - 1,5 V 

Tension collecteur-emettsur 

Emitter-base voltage 
Tension 8fTU1ttBur-bssB 

Collector current 
Courant collecteur 

Base current 

Courant base 

Power dissipation 

Dissipation de pU;6S8nce 

Junction temp(lrature 
Temperature de jonction 

Junction-case thermal resistance 
Rt1sistanCB thermique jonction.fJoitiB' 
Double sided colling 

50. rue Jean-Pierre Tlmbaud - 8.P 5 
F - 92403 Courbevole Cedex FRANCE 
Tel III 788-50-01 Telex 610560 F 

tp<l ms 

tp<l ms 

Tease 75 oC 

1061 

ESM40.,e 
NPN SWITCHING TRANSISTOR 

TRANSISTOR NPN DE COMMUTA TlON 

Case 

Boitier 

VCEOsus 

VCEV 

I Coat 

ICM 

tf (100 oCI 

MU86 

Force de serrage : 3,5 kN 

VCEO 

VCEV 

VEBO 

ICM 

IBIRMS) 
IBM 

Ptot 

Tj 

200 V 

350 V 

230 A 

400 A 

1", 

200 V 

350 V 

7 V 

400 A 

25 
A 

100 

1200 W 

-65+175 °C 

Septembre 1982 1/2 



ESM 4012 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS· CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES •• 

SYMBOLS TEST CONDITIONS. CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS· CARACTeRISTIQUES A L'eTAT BLOQUe 

VCEOsUI 200 V IB = 0, L = 25 mH, IC = 0,5 A 

VIBRIEBO 7 V IC =O,IE = 100 mA 

ICEV 5 mA VCE =350 V, VBE = -1,5 V, Tj = 125 oc 

ICER 10 mA VCE =350 V, RBE =6,B n 

lEBO 50 mA Ic = 0, VEB = 5 V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIQUES A L'eTAT CONDUCTEUR 

1,5 V IC = ICsa, = 230 A, IB = IBsa, = 46 A 

VCesat* 

2 V IC=360A,IB= 120A 

VBEsat* 2,1 V IC = ICsa" Ie = IBsa, 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTeRISTIQUES DE COMMUTATION 

Resistive load· Charge rMistive 

1,5 .. 
Inductive load· Charge inductive 

2,5 

0,6 

VCC = 100 V, IC = ICsa' 

IBl = - IB2 = IBsa' 

Tj = 25 °c {VCC = 100 V, IC = ICsa' III 
f--,T"'j'-=-100-0~C-'- IBl = -IB2 = IBsa' 

• Measured with pulses tp := 300 ~s 6" 2" •• T case 26 oC Unless otherwise stated 

III VCEclamp, <VCEO.u. 

2/2 
1062 



~ lHOMSON-CSF ESM 4014 - ESM 4015 
DIVISION SEMICONOUCTEURS OISCRETS 

NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTORS 
TRANSISTORS NPN HAUTE TENSION DE COMMUTA nON 

SUPERSWITCH 

HIGH CURRENT, HIGH POWER TRANSISTORS 

• Pressure contact construction 
• Thermal fatigue free 
• High power capability 
• Wide operating area 
• Key parameters characterized at 100°C 
• Suited for use on the parallel and the Darlington 

configuration 

APPLICATIONS 

MOTOR CONTROL 
DC/AC INVERTERS 
POWER SUPPLY-BREAKERS 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES' 
VALEVRS LlM/TES ABSOLVES D'VTlLlSA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage VSE = ~ 1,5 V 
Tension collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur repetitive tp< 1 ms 

Base current 
Courant base tp "" ms 

Power dissipation 
T case 75°C 

Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

(
Junction-case thermal resistance. max. 
Resistance thermique j'onct;on-bolt1er 

.. One side cooled ·"Two SIdes cooled 

SO, rue Jean-Pierre Timbaud· B.P. ::; 
F - 92403 Courbevole Cedex FRANCE 
Tel (1) 788-50-0t Telex -610560 F 

VCEO 

VCEV 

VEBO 

ICIRMSI 
ICM 

ISIRMSI 
ISM 

Ptot 

Tj 

1063 

ESM 4014 

VCEOsus 400 V 

VCEV 800 V 

'Csst lOA 

'CM zoo A 

DARLINGTON 
SWITCH 110 A 

~~:7er : MU 86 (CB -2631 

Clamping forca 
Force de serrage 

ESM 4015 

500 V 

800 V 

70A 

200 A 

160 A 

T case = 25°C Unless otherwise stated 

ESM 4014 I ESM 4015 

400 I 500 

600 

10 

150 
200 

25 
60 

1200 

~ 65, + 175 

0,13-
O,os" 

Units 

V 

V 

V 

A 

A 

W 

°C 

°C/W J 
July 1982 1/8 



ESM 4014 - ESM 4015 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES ELECTRIOUES· 

SYMBOLS TEST CONDITIONS - CONOITIONS OE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES A CtTAT 8LOOUE 

400 
VCEO Isusl 500 

V 
ESM 4014 I ESM 4015 IB = 0, L = 25 mH, Ie = 0,5 A 

VIBRIEBO 10 V IC ~ 0, IE ~ 200 mA 

ICEV 5 mA VCE = 600 V, VBE = ~ 1,5 V, TI = 125'C 

ICER 10 mA VCE = 600 V, RBE = 6,8 () 

lEBO 50 mA IC = 0, VEB = 5 V 

ON CHARACTERISTICS - CA RA CTtRlSTIOUES A L ,tT AT CONOUCTEUR 

1,5 V 
ESM 4014 I IC = ICsat = 90 A, IB " IBsat=18A Tj l()()'C 
ESM 4015 IC = ICsat = 70 A, IB = 18sa! =- 14 A 

VCEsa(* ESM 4u14 I IC 130 A, IB 44 A 
2 V Tj 100°C ESM 4015 IC = 110 A, IB = 37 A 

VSEsat·· 2,2 V Ie = lesat, IS = 18sa! 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DE COMMUTA TlON 

SWITCHING TIMES ON RESISTIVE LOAD - TEMPS DE COMMUTA TlON SUR CHARGE RESISTIVE IFlg. 7! 

tr 1,5 
VCC = 200 V, IC = ICsat, 

ts 3 4 ,"5 
IBI = - 182 = 18sa! 

t f 0,5 1 

TURN'ON SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DE COMMUTA TlON A LA MISE EN CONDUCTION IF(q 2) 

VCE 12,"5/ 
8 
18 

V 
Tj ~ 100'C ~ RC = 0,7 VCEO)ICsat 

5 VCC = 0,7 VCEO 
VCE 14,"51 V IBI = IBsat 

9 TJ = 100°C 

TURN-OFF SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOuES DE COMMuTA TlON A L'OU VER TURE IFlg. 31 

ON INDUCTIVE LOAD - SUR CHARGE INDUCTIVE 

With negative bias· A vee polarisation negative 

lsi 
3,6 
4,5 TI = 100'C 

0,25 
VCC = 200 V tf, 0,7 1 TI = 100'C 

,"5 Ie = lesat 
0,1 IBI = ~ IB2 = IBsat 

IIi 0,3 TI ~ 100°C Vclamp = 0,7 VCEO 

0,6 
te 

1,3 Tj 100'C 

Without negative bias - Sans polarisation negative 

10 
lsi 17 TI = 100'C VCC = 200 V 

1 
Ie = lesat 
ISl = 18sa! tfi 3- ,"5 

T = 100'C IB2 = 0 

0,3 Vclamp = 0,7 VCEO 
IIi 0,5 Tj ~ 100'C RB2 = 0,51) 

"Tease = 25°C unlessotherwisestated· *. Measuredwithpulsestp - 300p:s,b<2 % 

2/8 

1064 



80 

60 
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20 

[s 
[AI 

50 

40 

30 

20 

10 

VCEsat 
,VI 

1,5 

0,5 

1 -I ESM 4014 

____ T, 25°C 

'"r r;;;: 
___ Tj 125°C 

~ 

\ , 
" 
'~ ." ~. 

~ f::..: - -- .:::.: ~ ::.: 
50 100 'e [AI 

Fig 1 DC current gain 

ESM4014 

50 100 Ie (AI 

Flg.2 Minimum base current to saturate the 
tranSistor 

ESM4014 

T,125°e __ _ 
TI 25°C __ _ 

50 100 

Fig.3 Saturation voltage. 

80 

60 

40 

20 

/CEsat 

'V, 

1,5 

0,5 

ESM 4014 - ESM 4015 

1 1 1 E~M 49 15 

____ Tj 25°C 
___ Tj125°e 

I, 
'\ , ... , r\. 

.... 
... ~ 

r--;:. -- - ,-- - .... 

ESM 401
1
5 II ! ' ! 

r! I ' 1 
[Ls ~ 10 ie/[s ~ 5, ! IvC![S ~r 

\, W 1// 
J I ) I 

l' Ii L/ 
~ ~ ~ ~ 

~ i'""" T1125°C ----TI 25°C ___ 

50 100 le[AI 

Flg.6 Saturation voltage. 
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ESM 4014 - ESM 4015 

-~ 

~b 0,5 

.....-! ~ ? 

10-1 ~ 
~ ~ ~ ~ ~ I ..... lth ~ K Rth 

~ ~ [.I 

~~# ~ I-
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f-- ij l-

I b ~tp/T¥ 
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I I I 'II -
10-2 10-1 

t 

(;<5 
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100 

50 

I 

Fig.7 Transient thermal response. 

ESM 4014 -40t5 RESISTIVE LOAD 

'\ ~. 25 0 el 1 

\ I -
Vee = 200 V 
IBl = - IB2 -

1\ 1c!IB = 5 

" ""- ts 

1'-... 
.......... 

to~ ~ 
tf 

50 100 150 IClICsat (0/(,) 

Fig.9 SWitching times versus collector current 

ESM 4014 - 4015 Ie = ICsat 
-

1c!IB = 5 J,. ton 

~< 
IBl ~ - IB2-

Tj 25°C 

I/~ 
- -

f---+-- tfi ~ 
"""'c, 

'" -- -
I-- 1" --. 1-.• 

t!i 

. -

100 200 300 veE IVI 

Fig.l1 SWitching times versus collector-emitter 
4/8 voltage. 

VBEsat 
IVI 

1,5 

0,5 

t 
(p.s) 

0,1 

% 

300 

200 

100 
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ESM4014-4015 

T,125 o e ----
Tj 25°e ___ _ 

50 100 'e IAI 

Fig.8 Saturation voltaqe 

~NDueT'VE LOAD f---f--- T, 25"e 
VeE clamp = 0,7 VCEO 

t--r-.- 'Bl = -- 'B2 ~ 'C/5 

1-- - ~. ~- - ::-- =::: - ::1" 

With antlsaturatlon network ____ 

Without antisaturation network ___ 1_ 

----=r tfl -I--...- ---
f:::":: 1-- ~--;;; --
25 50 100 

Fig. 10 . Switchmq times versus collector current 
(with and without antlsaturation network) 

ESM4014 - 4015 , 
Ie =- ICsat I 
'e/IB 5 

'B 1 = - 182 7 11
-

Vee = 200 V 

./ 
/ 

V 
~ 

I, 

V--' V 
~ - ts 

50 100 

Fig.12 Switchinq times versus lunction tempe-
rature 
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ESM 4014 - ESM 4015 

SWITCHING SAFE OPERATING AREAS 

TRANSISTOR FORWARO BIASEO 
- During the turn-on 
- During the turn-off without negative base-emrtter 
voltage and RBE~5n. 

Tj< 125°C 

I I - ~~~+ .... _. _ . ... 1-. - -
;! .-~ 
0 
<t <t 

2 1--2 
i2 i2 

100 500 VCE (VI 

Fig.13 Forward biased safe operating area 
(FBSOAI. 

IC 
(AI 

150 

100 

20 

TRANSISTOR REVERSE BIASEO 
- During the turn-off with negative base-emitter 
voltage. 

\ \ Tj< 125°C 

- ICIRM1SI \ \ 
-- - 1-- -

\ \ , , 
<tl- "' ;; § ;1- 2 
Vl i2 wI-

r--:: ~ 
100 500 VCEIVI 

Fig.14 Reverse biased safe operating area 
(RBSOAI. 

SAFE OPERATING AREA 

% 
ESM4014-4015 I I I I 

ES~ 4014 -:01 r 

~ ~~/& 
1:> 

" '" I'" " "" ~ 
....... 

" 

I I 
\. , ''''&-

, 

\ I ~, 
'\. 'r.. ,,~& 

\ I So ........ 

~(' "'& ' ... 

" 
T case 25°C ......... 
___ DC operation ~ 
___ Monopulse 

100 

75 

50 

25 

1 4 6 101 4 6 102 4 VCE IVI 50 100 150 T case (OCl 

FIg15 DC and pulse area. Fig.16 Power and IS/B derating versus case 
temperature 

1067 

518 



ESM 4014· ESM 4015 

18 
IA 

6/8 

APPLICATIONS 

The ES M 4014/4015 is suited for use in Darlington configuration. This allows a higher collector current. 

EXAMPLE: 

DARLINGTON WITH 
ESM 4014 (output) - ESM 3004 (driver) 

ICD = 190A,IB = 5A 

'~I'W' 18 _1 
..... ESM J014 I 

I 
If 

/ 
Dnver BUX 98 V 

"tV A 

L 
/ 

/ 

Y ./' Driver ESM 3004 

V 
20 100 160 ICD IAI 

Fig. 17 Base current to saturate the Darlington 
configuration 

HIGH POWER SWITCH 

The dynamic sharing during the turn-off is always 
better with parallel transistors than with parallel 
Darlington because the bases of the output transis­
tors are directly connected together 

EXAMPLE: 

Driver ESM 4014 - Output 2 x ESM 4014 

ICD = 300 A, IB = 6 A 

1068 

IB 
IAI 

18 
IAI 

20 

10 

DARLINGTON WITH 
ESM 4015 (output) - ESM 3005 (driver) 

ICD· 160A,IB = 5A 

~'W IB 

I 
..... Esi40151 

I I 
I I 
I II 

I I I I J 
Driver BUX 98 i V IV 

V A 
lL ./ Driver ESM 3005 

V 
20 100 160 ICD IAI 

Fig. 18 Base current to saturate the Darlington 
configuration 

.~ IB 

I 
I I 

I I I I II I 
3 x ESM4015 / / 

~V /" 
/ ./ 3 x ESM4014-

~ 
..-

40 200 400 ICD IAI 

Fig. 19 Base current to saturate the Darlington 
configuration 
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ESM 4014 - ESM 4015 

SWfTCHING SAFE OPERATING AREAS 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED 
- During the turn-on 
- During the turn-off without negative base-emitter 
vohage and R8E~ 50. 

Tj< 125°C 

f- IC(~M~I 
f- f- f- l- I-- j...... 

" ~~ § " :> ~~ i2 

lOa 500 VCE (VI 

Fig.13 Forward biased sate operating area 
IFBSOAI 

IC 
(AI 

150 

100 

20 

TRANSISTOR REVERSE BIASED 
- During the turn-off with negative base-emitter 
voltage. 

\ \ Tj< 125°C 

f--- ICIRMiSI \ \ 
~- - t-- - 1\ 

1\ \ , , 
"f- "' § 

f-
§ 

:> :> 
i2 f- ~ 

;;;;:;::::: ~ 
100 500 VCEIVI 

Fig.14 Reverse biased safe operating area 
IRBSOAI. 

SAFE OPERATING AREA 

% 
ESM4014 "4015 ES~401]~] 

~ ~~>s 
"J" r': 101 

'" " "' I'-.. ~ 
""-
~ 

1 
'\. , ''''s_ 

\ i ~, 
I'\. 'I.. ''''s 

'\. ~0 
So " "'s ' ... , 

T case 25°C ........ 
___ DC operation " ___ Monopulse 

100 

75 

50 

25 

1 4 6 101 4 6 102 4 VCE (VI 50 100 150 TcaseFC) 

Fig.15 DC and pulse area Fig.16 Power and IS/8 derating versus case 
t em per at ure. 
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ESM 4014 - ESM 4015 

IB 
(A 

6/8 

I 

APPLICATIONS 

The ESM 4014/4015 is suited for use in Darlington configuration. This allows a higher collector current. 

EXAMPLE: 

DARLINGTON WITH 
ESM 4014 (output) - ESM 3004 (driver) 

ICD ~ 190A, IB ~ 5A 

~I"C' IB I 
- ESMJOl4 

I 
I 

) 
D~,ver BUX 98 II 

'tV ....c 

I 
V 

/ 

y ./ Driver ESM 3004 

·V 
20 100 160 ICD (AI 

Fig. 17 Base current to saturate the Darlington 
configuration 

HIGH POWER SWITCH 

The dynamic sharing during the turn-off is always 
better with parallel transistors than with parallel 
Darlington because the bases of the output transis­
tors are directly connected together 

EXAMPLE: 

Driver ESM 4014 - Output 2 x ESM 4014 

ICD ~ 300 A, 'B ~ 6 A 

1068 

IB 
(A I 

IB 
(AI 

20 

10 

DARLINGTON WITH 
ESM 4015 (outputl - ESM 3005 (driver) 

ICD ~ 160 A, IB ~ 5 A 

~"W IB I 
- ES~40151 I I 

I I 
I V 

I II IJ I 
Driver BUX 98 i~ 1/ 

V ~ 

1/ ./ Driver ESM 3005 ......, 
20 100 160 ICD IAI 

Fig. 18 Base current to saturate the Darlington 
configuration 

.~ IB 

I 
I I 

I I I I I I 
3 x ESM4015 J I 

~ "'-.. '--c-;_ 
.;' .",. 3 x ESM 4014 

--,." 

40 200 400 ICD (AI 

Fig. 19 Base current to saturate the Darlington 
configuration 



ESM 4014 - ESM 4015 

DRIVER CIRCUIT 

+6V --t-----, 

ESM4014/ESM4015 

-6V 

The use of an antisaturation circuit (OAS with T2) enables turn-off of the ESM 4014/ESM 4015 directly from the quasi-saturation 
state. This gives the following advantages. 

Lower switching times tf and ts and smaller switching losses, 
Narrower spread of storage time 15 , 

Enlarged RBSOA area. 

~3~'."1 Gate 

t=-~---~ 
¢ lB.5mm 

CASE OUTLINE 

Gate lead white 
Cathode lead: red 
Approx. length: 200 mm 

1069 

I 
hole ¢3.S!)dP-Plh - 2 
(anode and cathode sides) 

718 



ESM 4014 - ESM 4015 
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TURN-ON SWITCHING WAVEFORMS 

veE 
v 

2V 

18 

IAl 

---l 21's r- I -I 41's I-

I 
I 

0,91 8 

TURN-OFF SWITCHING WAVEFORMS (INDUCTIVE LOAD) 

veE, Ie 
IV) IAI 

l_tSi----+-j-tfi--l tti r-
18 ~ __ .. I I I 
IAl I t--tc--j 
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I~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEM1CQNDUCTEURS OISCRETS 

TENTATIVE DATA 

SUPERSWITCH 

HIGH CURRENT, 
HIGH VOLTAGE POWER TRANSISTORS 

*Pressure contact construction 

*Thermal fatigue free 
*High power capability 
*Wide operating area 

*Key parameters characterised at 100°C 

Suited for use: 

- on the 380 V mains 
- on the parallel and Darlington configuration 

APPLICATIONS 
MOTOR CONTROL 

DCI AC INVERTERS 
ACIDC AND DCIAC CONVERTERS 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTILISATION 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur·emetteur 

Collector-emitter voltage 
VBE = - 1,5 V Tension collecteur-emetteur 

Emitter·base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
tp~1 ms 

Courant collecteur 

Base current 
Couran r base tp~1 ms 

Power dissipation 
Tease 75 oC Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction-case thermal resistance one side cooling 
Resistance them;que jonction-boWer max 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - 8.P 5 
F . 92403 Courhevoie Cedex FAANCE 
Tel' (1) 788·50·01 Telex: 610550 F 

Double sided cooling 

ESM4016 
ESM4017 

NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTOR 
TRANSISTOR NPN HAUTE TENSION DE COMMUTA TlON 

VCEO 

VCEV 

VEBO 

IC(RMS) 
ICM 

IBIAMS) 
IBM 

Ptot 

Tj 

1071 

ESM 4016 ESM 4017 

VCEOsus 600 V 700 V 

VCEV 1000 V 1000 V 

ICsat 60 A 50 A 

tf (100°C) max 2 ps 2 ps 

DARLINGTON 
SWITCH 

Case 

Baitier 
MUS6 

130 A 100 A 

Force de serfage: 3,5 kN 

ESM 4016 

600 

1000 

10 

120 
140 

25 
50 

850 

-65+150 

ESM 4017 

700 V 

1000 V 

10 V 

120 
140 A 

25 
50 A 

850 W 

- 65 + 150 °C 

0,13 

O,OS 

Septembre 1982 1/6 
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ESM 4016 - ESM 4017 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTtRISTIQUES tLECTRIQUES 

SYMBOLS TEST DE CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES A L'ETATBLOOUE 

600 ESM 4016 

VCEOsus V IB ~ 0 L ~ 25 rnH, IC ~ 0,5 A 
700 ESM 4017 

V(BRIEBO 10 V IC ~ 0, IE ~ 200 rnA 

ICEV 7 rnA VCE ~ VCEV, VBE ~ -1,5 V, Tj ~ 125°C 

ICER 15 rnA VCE ~ VCEV, RBE ~ 6,8 Tj ~ 125°C 

lEBO 50 rnA IC ~ 0, VEB ~ 5 V 

ON CHARACTERISTICS -CARACTERISTiOUES A L 'ETA TCONDUCTEUR 

ESM 4016 IC ~ ICsa. ~ 60 A, IB ~ IBsa. ~ 12 A 
} Tj ~ 100°C 1,5 V 

ESM 4017 IC ~ ICsa. ~ 50 A, IB ~ lesa. ~ 10 A 

VCEsa.' 
ESM 4016 IC ~ 85 A, Ie ~ 28 A } 

2 V 
IC ~ 75 A, Ie ~ 25 A Tj ~ 100°C ESM 4017 

VBEsat* 2,2- V IC ~ ICsa., Ie ~ lesa. 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DE COMMUTA TION 

Resistive load - Charge rtJsistive 

'on 1,5 

VCC ~ 400 V, IC ~ ICsa. With antisaturation 
's 5 ~s 

leI ~ le2 ~ lesa. diode 

'f 2 

Inductive load - Charge mductlve 

1 Tj ~ 25°C ~ VCC ~ 400 V, IC ~ ICsa. With antisaturation 
'f ~s 

leI ~ - le2 ~ lesa. diode 2 Tj ~ 100°C 

*Measured with pulses tp = 300}Js lJ .:S 2 % **Tj = 25°C Unless otherwise stated 

2/6 
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Ie 
(AI 
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2 
1()·1 

I 
! --... -~ -, 

I "-
i 

Tease 25 DC 
___ DC operation 

- -,- - ~On?prlr 

- --, 
, 

" \4 

II 

- - L1J "~"" , 
---,I , , 

,'?, , 
-...:'0 ' 

, '?,-~~ 
60 ' 
,'?, /', I " 

"" , 
'" ';; I:: 

r" I!~ 
ESM 4016 Il~ 

4 6 10 20 40 60 100 200 400 VCE(V) 

FIGURE 2 : DC and puis. area 

K 

6 6' 0, 0, 

0, 

4 11 
2Pft 0, 

lft9, 
~~b 

0, 

0,06 

0,04 

Y 
:~ 

0,0 

0.0 

l,..-
--"vi ..... 

~ ~ 

~~~? 
~b~ 

i 
10.2 10-1 100 

""" ~ 
IjiP 

zr=rfhl-
T -

p!.f= 
FIGURE 4: Transient thermal response 

VCEsat 
(VI 

1,5 

0,5 

o 

ESM 4016 
I Tf J-Tj25 0e 

___ Tj 125°C , 'J 

leliB = 10/, 
' // leliB =5 

f/leIlB=L 

I: // ,/ 

7/ IV ~~ , 
j,I/"" ~ ~ 

~-=..(~ ,~ 

o 20 40 60 80 100 Ie (AI 

FIGURE 6 : Saturation yoltage 

100 

75 

50 

25 

o 

VSEsat 
(VI 

1,3 

1,1 

0,9 

0,7 

0,5 

VCEsat 
(VI 

1,5 

0,5 

o 

ESM 4016 • ESM 4017 

~ ~ 
" ~~ 

f': ""'" '" r--... 
"'-
~ 

o 25 50 75 100 125 150 T cas. (Oe) 

FIGURE 3 Power and ISIB derating vs case temperatura 

ESM 4016·ESM 4017 ,! 1/ 
~Tj150e 

lellV 
~ 

___ Tj 125 0e /' \,' V 
V ~ ~IIIB=10 

V V _J. --
......-:: ~~ ... "" .... 

..& V, .. 
''''' ... ~ ... ' 

~:~ 

a 20 40 80 BO 100 Ie {AI 

FIGURE 5 : Saturation voltage 

ESM 4017 q 
f--Tj25 0e 

: , 
___ Tj ~250e. I I I 

J I , J I 
I-----leliB = 10 ~J-.IeIiB = 5 ; 

: ' I /J , 
I / '1/ I ' ' ,leliB =3 

,U 1/ I 
"j ,,'i ~~ 

t---

.2,,~ I::::"~ 

a 20 40 80 80 100 Ie {AI 

FIGURE 7 : Saturation voltage 
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ESM 4016 . ESM'4017 

ESM 4016 

50 

--, I 
\ Tj 25 0e 

'. ___ Tj 1250C 

I 

40 '. VeE = 5 V 

~ \ \ ! 

~ 
i'---. ~ 

,~ 

30 

20 

10 -- --'" 
o 

o 20 40 60 80 100 Ie (AI 

FIGURE 8 : DC current gain 

IBr---~~--~-----r-----r----"r-~ 
(AI ESM 4016 

__ Tj 25 DC 

30 ___ Tj 125 °e -t---1r---t--

201---+--+----+-

10~--4_--~--.l~~~~--t_-~ 

o 20 40 60 80 100 Ie (AI 

FIGURE 10 : Minimum base current to saturate the transistor 

VeE r.r~-~~nr-"no~-r--'nr~~~~ 
(VI 

1,5 

0,5 

o 10 20 30 40 

FIGURE 12 : Collector saturation region 
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, ESM 4017 
\ I 

50 \ Tj 25 °e 
\ ___ Tj 125 °e 
\ I -- \ VeE = 5 V 

"'\ I I ~ i 

40 

'\. 
~ 
~ ~ --

30 

20 

10 

-o 
o 20 40 60 80 100 Ie (AI 

FIGURE 9 : DC current gain 

IB ,----,,-------,-----,---...,.----, 
(AI ESM 4017 

I 
40 __ Tj 25 0 C 

___ Tj 125 0e 

30r------r------1_-----r-----~ 

20~--~r_--~----

10r------r------~~~~~-~1_---~ 

OL-____ -L ______ ~ ______ L-____ ~ ______ ~ 

o 20 40 60 80 Ie (AI 

FIGURE 11 : Minimum base current to saturate the transistor 

veE~~-n-r-TT',--~--,_r_r__,~~~ 

(VI 

I ,5 HH~-'il--t------;-__Ic_l+---_+----

0,5 f-H---'Ct,--+ 

o 10 20 30 40 IBIAI 

FIGURE 13 : Collector saturation region 
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ESM 4016 - ESM 4017 

SWITCHING OPERATING AREAS 

o 

o 

TRANSISTOR FORWARD BIASED TRANSISTOR REVERSE BIASED 

- During the lurn on . During the turn off with neogetive b.s.-emine, voltage 

. buring the turn off without negative base·emitter voltage 

and ABE E;;; 5 n 

ler--'--'--''--r--~-'---r--~~--, 

IAI r--Ir--I--I--I--4--+--J Tj .;; 125 oe 

125 r----t--+-+-+-+----jf-----f--+-+~_i 

75 e--l--l--I--I--+-~ f--::: t--t---t---i 
o 0 ... ... 
::! ::! 

5Qf---j--j--f--je--l-ff)t-ff)t----j--f---t 

25f-----+--+----+--+--l--+--lf------+--+-_i 

FIGURE 14 : Forward biased safe operating area ( FBSOA) 

Ie r--,--,--.-,--r--r--'--c~-'~ 

IAI r-~--~--~--~-{ 
125 f---t--j--j--4---+~-+--+-

100 

75 f---t---+--+--+-~t------

0 200 400 600 200 

FIGURE 15 : Reverse biased safe operating area ( RBSOA ) FIGURE 16 : Reverse biased safe operating area ( RBSOA ) 
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ESM 4016 - ESM 4017 

• applications. 
The ESM 4016/4017 is suited for use in Darlington configuration. This aliows a higher coliector current. 

EXAMPLE: 

18 
(AI 

Darlington with 
ESM 4016 ( output) - ESM 3006 ( driver) 

ICD = 100 A -18 = 2 A 

I"-q'" I 
1 
II 

ESM 4016 / 
V 

I I I J 
I I I V 

c-- - drirrEiM j2 IL 
1/ /' r\ 

/ 

IIY V jiver Ej 3i -
I F-r" o 

o 20 40 60 80 100 leo IAI 
Base current to sature the Darlington configuration 

HIGH POWER SWITCH 

The dynamic sharing during the turn off is always bet· 
ter with parallel transistors, than with parallel Darling­

ton. 
The use of parallel transistors in Darlington configura· 

tion allows to build very high power switches. 

EXAMPLE: 

Driver ESM 4016 - Output 2 x ESM 4016 

ICD = 200 A - 18 = 6 A 

DRIVER CIRCUIT 

The use of an antisaturation circuit ( DAS witch T 2 ) 
enables turn off of the ESM 4016/4017 directly from 
the quasi-saturation state. This gives the following ad­
vantages: 

- Lower switching times tf and t5 and smaller swit­

chir'9 losses. 
- Narrower spread of storage time ts-
- Enlarged area for the RBSOA. 

616 
1076 

18 
(AI 

4 

3 

2 

o 

18 
IAI 

20 

16 

12 

8 

4 

o 

+6 

- 6 

Darlington with 
ESM 4017 ( output) - ESM 752 A ( driver) 

ICD = 65 A - 18 = 2 A 

~'" 
I I 

18 I I 
II I 

ESM 4017 

J I 
/ II 

I I I J 
I I J / / 

c-- ckrErT~ /' 
y / \ 

I I V / drirr EjM -31°7 -I I-:r-
o 20 40 60 80 100 leo (AI 
Base current to sature the Darlington configuration 

1 ICD 

) ) 18 
I 

/ 

~ ~ 
/ 

/ 

I I) I 
J 

/ 
3rSr~ 

V / 
./ V " J I V ....-V 

I-t""""-r I x EiM 4r6 

o 40 80 120 160 200 leo IAI 
Base current to sature the Darlington configuration 



f.\ tHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCAETS 

ADVANCE INFORMATION 

SUPERSWITCH 

HIGH POWER FAST DARLINGTON 

• Isolated collector GIANT ISOTOP package 

• Separated drive terminals Bland B2 

• Large creepage distance 

ESM 10040 -10045 - 10050 

HIGH POWER DARLINGTON 
DARLINGTON DE FORTE PUISSANCE 

ESM 

10040 10045 10050 

VCEO (susl 400 V 450 V 500 V 
VCEV 500 V 600 V 700 V 
ICoat 100 A 

'CSM 250 A 

• Specifications and curves enable determination of 
the switch at 100°C under users conditions. 

C 

8, 

r ,1 ~~ 

B2 
R~O I ~l 

R2 :001.50 1 
E 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUESI 
VALEURS LlM/TES ABSOLUES D'UTILISA TlON 

Collector-emitter voltaqe 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
V SE ~ 1,5 V Tension collecteur-emetteur -

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current tp:S;;: 1 ms 
Courant col/eereur 

Peak surge accidental current non repetitive 
Courant de surcharqe accldente/le non n3pelitif 

Base current 
Courant base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonct/on 

Junction-case thermal resistance 
Resistance therm/que jonct/on-boftier 

50, rue Jean-Pierre Timbaud· B.P. 5 
F - 92403 CourbevOie Cedex FRANCE 
Tel. (1) 788-50-01 Telex: 610560 F 

tp~ 1 ms 

Boitier: CB _ 413 
Case 

GIANT ISOTOP 

Isolation vollilrw 2,5 kV RMS 
Mountlnq torqw: 4,5 nl/\ N 

T case = 25°C Unless otherWise stated 

10040 

V CEO Isusl 400 

VCEV 500 

VEBO 

ICIRMSI 
ICM 

ICSM 

IBIRMSI 
IBM 

Ptot 

TJ -

1077 

ESM 
10045 

450 

600 

8 

100 
150 

250 

10 
20 

312,5 

40, t 

0.4 

10050 
Units 

500 V 

700 V 

V 

A 

A 

A 

W 

150 °C 

February 1982 t /6 

,. ~ 'IHOIISOII-CSf 
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ESM 10040 - 10045 - 10050 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERIST/QUES ELECTRIQUES' 

SYMBOLS TEST CONDITIONS - CONDITIONS DE MESURE 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERIS TlOUES A L 'ETA T BLOOUE 

400 ESM 10040 

VCEO (susl 450 V ESM 10045 IC ~ 1 A, ISl ~ IS2 ~ 0, 

500 ESM 10050 VCLAMf' ~ VCEO sus 

ICEV 
2,5 .~ 

VCEV max 

10 mA Tj ~ 150"C VS1E ~ - 1,5V 

lEBO 500 mA VESl ~ 3,5 V, IC ~ 0 

25 90 IC ~ 150A,VCE ~ 5V 

hFE 50 200 IC ~ 100A, VCE ~ 5V 

100 275 IC ~ 40 A, VCE ~ 5 V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES A L 'ETA T CONDUCTEUR 

1,9 3 IC ~ 150A,IS ~ lOA 

VCE sat 1,4 2 V IC ~ 100 A, IS - eA 

1 1,5 IC ~ 40 A, IS ~ 4A 

2,75 3,5 Ie ~ 150A, IS- 10 A 
VSE sat V 

2,3 3 IC 0 100A,IS~ 8A 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DE COMMUTA TlON 

Resistive load - Charge resistive 

td 0,1 0,5 

Ir 0,5 1 VCC ~ 250 V, IC ~ 100A,ISl ~ 5 A, 
I'S 

Is 3,2 5 - IBl ~ lOA 

tf 1,1 3 

Inductive load - Charge inductive 

lsi 3,2 0 

tsi 4,8 TI ~ 100"C 
IC~100A, 

Ifi 0,6 3 
I'S V CLAMP ~ 250 V, 

tfi 0,9 Tj ~ 100°C 
ISl - 5 A, 

Ie 1,8 - IBl ~ 10 A 

te 3 TI ~ 100"C 

DIODE CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES DE LA DIODE 

1,9 3,25 

~ VF V IF~100A 
3 TI ~ 100"C 

trr 4,5 10 IF ~ 100 A, d,/dl ~ 25 Ail'S, ABlE ~ 0,25!l 

1,7 2,5 
I'S 

tfr IF ~ 100 A, d,/dt - 100 Ail's 

·T case =' 25°C unless otherwise stated 
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100 

10 

veE ~ 5 V 

./ r--
V - ~ ..-

.' '" [., ..... ", 
"-

" 
__ Tlvjl ~ 100"e '\. 
___ Tlv;1 ~ 25"e ~ " 

20 100 lelAI 

Fig. 1 - DC current qain 

veE sat IVI 

Tlv;1 - 100"e I 
B~5ol1 

/ 

/ B = 20""", 

V Y1 
/V ....... ..kt:' 

V k:::: ~ ~ - B· 10 
.; 

10 50 100 lelAI 

Fig. 3 - Saturation voltage versus collector current 

0,5 

10 ,I L 
0,1 

0,05 

10' J-Jd, -.-
I 
I 10 3 

10' 10' 

Zu, 
K 

R, .. -
_ .... ~ 

/11 

10 3 

ESM 10040 - 10045 -10050 

Tlv;1 = l00"e / 

/ 
/ 

/ 
/ 

/ 

./ 
....... V 

--f-"'" 
50 100 

Fig. 2 - Minimum base current to saturate the 
Darlinqton 

VTM IVI 

~ 
~ 

9 
.,. 

,.-=-- ;....--

:;:'1-' 

"" 
......... 

/ 

Tlv;1 = l00"e 

--- T(vil :::; 25°C 
1 1 'I 1 

10 50 80 ITMIAI 

Flq.4 - Forward diode on state voltaqe 

,.~ 
~, 

10' 10' 

Fig. 5 - Transient thermal response 

3/6 

1079 



ESM 10040 - 10045 - 10050 

SWITCHING OPERATING AND OVERLOAD AREAS 

200 

100 

o 

o 

DARLINGTON FORWARD BIASED 
- During the turn-on 
- During the tur-off whhout negative base-emitter 
yohaga. 

le lAI 

leSM 

1\0. tp< 20"5 1 

1\, 
\~ 

leM ~ 
\. 0-
\'\ " 

50 150 250 350 450 

Fig.6 - Forward biased safe operatinq area IFBSOAI 

°cr--------L 

DARLINGTON REVERSE BIASED 
- During the turn-off with negative 81 andlor 82 

100 le lAI 

?Jlori·e IVII 

.!.c. .. 10 
IS 

VSEolf - 5V Limit for ESM 

50 

10040 

10045 

1\ 10050 

\ 
o I" ..... f 

100 300 500 VCE IVI 

Fiq.7 - Reverse biased safe operntinq me<i (RBSOA) 

DC AND PULSE AREA 

ICIAI 

1--1--1-+-,j..Non repetitive tp< 20~s --+--+--+-+l 
I~ - I- - -1-1-- ~~ 

, 
___ DC operation_I-_I--f"o<H-_+.,-+ .... -t1 
____ Pulse " 

I,mit 10040-f----O' 

10-2 I--I--I-HH---I- EI~~ 199~5 
10 100 VCE IVI 

Fig. 8 - DC and Pulse area 
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0,1 

tv.sl 

RESISTIVE LOAD-r---

~ r--'s - - -- -- - r-- l:.-

V ...-
./" -/' .~ ..-

./ 'f 
... 

V -" - --T (vii = lOooe ..... ... -1- TT = rc - _ .... 
10 50 IC IAI 

Fiq 10· Turn-off time versus collector current 

INDUCTIVE LOAD -

- lsi ---- ,... - - -- .- --1-- -
V CE clamp = 250 V ~ 

IC V .....-
lSI =20 ....... -IC - ... 

-IBI =10 .....- --....... tfi -~~ 

-V ..... ..-
... --- T(vjl = lOooe 

- - ---- Tlvj! = 25°C -, , " , 
10 50 IC IAI 

Fiq 12 - Turn-off time versus collector current 

Tlvjl = 25°C 

VCC = 250 V ...- ~B1E ~ lOd 
r--VBEoff = OV./ -/' 

I -- ------ --
/ "," r--, 

l,...--- RBIE = 10 , 
.......... - - ,...---4--

I /' ... ~ - IC ----= 20 

/ ,- lSI -

Ie 

'" ----- = 50-
IBI 

50 IC IAI 

Fig 14 - Normalized storage time versus collector 
current 

ESM 10040 . 10045 - 10050 

'v.sl 

Vcc = 250 V RESISTIVE LOAD-r-::: 
IBI = ~ I--...- -IC 

f.::::':: 
..-;:: .- 'tr -IBI = 10 

.....-::: 

0.1 ~ 
~~ 

..... -
'd 

___ T(vjl = 'lOOoe 

--- Tlvjl = 25°C 

0.01 I I I I 
10 50 IC IAI 

Fiq 11 - Turn-on time versus collector current 

INDUCTIVE LOAD -
V CE clamp = 250 V 

IC 
IBI =20 --IC ...-- ---lSI = 10 V ~-....... --./' -

V ... 

0.1 

'" '" ___ Tlvjl = 100°C 

",'" T-i T
IV!' =T

C 

10 50 'CiA' 

Fig. 13 - Crossover time versus collector current 

.............. ......... 
["""-... ........... 

.......... 

....... 
r-- ... 

10' 

1 10 

Fig. 15· Capacitance ICCBOI 
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ESM 10040 - 10045 - 10050 

F1g_16 - TURN-OFF SWITCHING WAVEFORMS (INDUCTIVE LOAD) 

6/6 

iv~1~f 1------..... VCLAMP 

• t 

+ 250V 

L 
SWITCHING TIME TEST CIRCUIT 

Switching times are specified using base 1 only - using base 1 and 
base 2 during turn-off (51 closed) typical reduction in turn-off 
times (ts• tc. tf) range 2 : 1. 

1082 
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-IM51-

10° TYP 3.02 
3.02 10° TYP 45° ~ 

3.35l-IJ--~~t 
0,78 ~~;:{1j 018 
~4.6~5.18~ 

4,90 5,35 

4 OUTPUTS 
4S0RTfES 



~, lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

MJE13004 
MJE 13005, A 

NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTORS 
TRANSISTORS NPN HAUTE TENSION DE COMMUTA TlON 

ADVANCE INFORMATION 

High voltage, high speed transistors suited for 
use on the 220 V mains 

Switchmode power supply, DC and AC motor 
control 

Transistors haute tension, rapides, adaptes Ii 
/'utilisation sur Ie reseau 220 V : 

Alimentations Ii decoupage, commande de 
moteurs continus, alternatifs 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlM/TES ABSOLUES D'UTlLlSA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteuf-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Coliector current 
Courant collecteur tp :0;; 5 ms 

Base current 
Courant de base tp ~ 5 ms 

Power dissipation Tamb - 250C 
Dissipation de puissance Tease = 250C 

Junction temperature max. 
Temperature de jonctian 

Junction-case thermal resistance 
ReSistance thermique jonction-boitier 

Junction-ambient thermal resistance 
ReSistance thermique jonction-ambiante 

50, rue Jean·Pierre Timbaud . B.P. 5 
F . 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. : (1) 788·50-01 Telex: 6t0560 F 

VCEO 

VCEV 

VEBO 

IC 
ICM 

'B 
'BM 

P,o, 

Ti 

Rth(j-c) 

Rth(i·a) 
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MJE 13004 

300 

600 

MJE MJE MJE 
13004 13005 13005 A 

VCEOsus 300 V 400 V 400 V 

VCEV 600 V 700 V 850 V 

ICsal 2A 2A 2A 

If max. 0,9 liS O,9,LS 0,9 liS 

Case TO-220 AB (CB-117) Boilier 

., 
--, 

Tease = 25 0 C 

MJE 13005 MJE 13005 A 

400 400 V 

700 850 v 

9 V 

4 A 8 

2 A 4 

2 
W 15 

- 65, + t50 oC 

1,67 oC/W 

62,5 oC/W 

March 1962 1/2 



MJE 13OO4-MJE 13005, A 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES ELECTRIOUES" 

Test conditions - Conditions de mesure 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERIST/QUES A L'ETAT BLOQUE 

VCEOsus 
300 V 

MJE 13004 
IB - 0, IC - 10 mA 400 MJE 13005, A 

1 
mA T case = 250C I VCE - VCEV, VBE - 1,5 V ICEV 5 Tease = 1000C \ 

lEBO 1 mA Ic - 0, VEB - 9 V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERIST/QUES A L'ETA T CONDUCTEUR 

h21E 
10 60 VCE - 5 V, IC - 1 A 
8 40 VCE - 5 V, IC - 2 A 

0,5 IC - 1 A, IB - 0,2 A 

VCEsal 
0,6 

V IC - 2 A, IB - 0,5 A 
1 IC - 4 A, IB - 1 A, 
1 Ie - 2 A, IB - 0,5 A T case = 100 oC 

1,2 IC - 1 A, IB - 0,2 A 
VBEsal 1,6 V IC - 2 A, IB - 0,5 A 

1,5 IC - 2 A, IB - 0,5 A T case = 100 oC 

DYNAMIC CHARACTERISTICS - CARACTERIST/QUES DYNAMIQUES 

1- 1 MHz, IC - 500 mA, VCE - 10 V 

veB-10V, IE-O, 1-0,1 MHz 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERIST/QuES DE COMMuTA T/ON 

Resistive load - Charge resistive 

Id 0,025 0,1 

Ir 0,3 0,7 
Vec - 125 V, IC - 2 A, IB1 - IB2 - 0,4 A, ps 

Is 1,7 3,5 Ip - 25 I'S, 0 " 1% 

II 0,4 0,9 

Inductive load - Charge inductive 

IC - 2 A, VCC - 300 V, IB1 - 0,4 A. VBE - 5 V, 
T case = 100 oC 

• Measured with pulses tp = 300 j..IS, 0 :s; 2 % .* T case = 25 oC Unless otherwise stated 
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~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

MJE13006 
MJE 13007, A 

NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTORS 
TRANSISTORS NPN HAUTE TENSION DE COMMUTA TlON 

ADVANCE INFORMATION 

High voltage, high speed transistors suited for 
use on the 220 V mains : 

Switchmode power supply, DC and AC motor 
control 

Transistors haute tension, rapides, adaptes a 
I'utilisation sur Ie reseau 220 V : 

Alimentations a decoupage, commande de 
moteurs continus, alternati's 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMlrES ABSOLUES D'UTiLISA TlON 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emeiteur 

Collector-emitter voltage 
Tension coJlecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension emetteur-base 

Collector current 
Courant collecteur tp <: 5 ms 

Base current 
Courant de base tp " 5 ms 

Power dissipatIon Tamb - 25 oC 
Dissipation de puissance Tease'" 250C 

Junction temperature max. 
Temperature de jonctian 

Junction-case thermal resistance 
Resistance thermique jonction-boitier 

Junction-ambient thermal resistance 
Resistance thermique jonction-ambiante 

SO, rue Jean-Pierre Timbaud -B.P. 5 
F . 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. : {1l 788·5Q-ol Telex: 610560 F 

VCEO 

VCEV 

VEBO 

IC 
ICM 

IB 
IBM 

Ptot 

Tj 

Rth(j-c) 

Rth{j·a) 

1085 

MJE 13006 

300 

600 

MJE MJE MJE 
13006 13007 13007 A 

VCEOsus 300 V 400 V 400 V 

VCEV 600 V 700 V 850 V 

tCsat 2A 2A 2A 

tf max. 0,7 ~s 0,7 ~s 0,7 ~s 

c ... TO-220 AS (CB-I17) Boilier 

-, 
Tease = 25 0 C 

MJE 13007 MJE 13007 A 

400 

700 

9 

8 
16 

4 
8 

2 
80 

- 65. + 150 

1,56 

62,5 

400 V 

850 V 

V 

A 

A 

W 

oC 

oC/W 

oC/W 

September 1982 1/2 
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MJE 13006-MJE 13007, A 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES" 

Test conditions - Conditions de mesure 

OFF CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES A L'ETAT BLOOUE 

VCEOsus 
300 V MJE 13006 

IB - 0, IC - 10 IT'A 400 MJE 13007, A 

1 mA T case - 25 0 C ; VCE - VCEV, VBE - 1,5 V ICEV 5 Tease - 100 0 C 

lEBO 1 mA Ic - 0, VEB - 9 V 

ON CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES A L'ETAT CONDUCTEUR 

h21E 
8 40 VCE - 5 V, IC - 2 A 
6 30 VCE - 5 V, IC - 5 A 

1 IC - 2 A, IB - 0,4 A 

VCEsal 
1,5 V IC - 5 A, IB - 1 A 
3 IC - 8 A, IB - 2 A 
2 IC - 5 A, IB - 1 A Tease - 1000C 

1,2 IC - 2 A, IB - 0,4 A 
VBEsal' 1,6 V IC - 5 A, IB - 1 A 

1,5 IC - 5 A, IB - 1 A Tease - 100 0 C 

DYNAMIC CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES DYNAMIOUES 

f - 1 MHz, IC - 500 mA, VCE - 10 V 

VCB - 10 V, IE - 0, f - 0,1 MHz 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERIST/OUES DE COMMUTA T/ON 

Resistive load - Charge resistive 

Id 0,05 0,1 

Ir 0,5 1 
VCC - 125 V, IC - 5 A, IBI - IB2 - 1 A, 

~s 

Is 1 3 Ip - 25 ~s, Ii ~ 1 % 

If 0,15 0,7 

Inductive load - Charge inductive 

IC - 5 A, VCC - 300 V, IBI - 1 A, VBE - 5 V, 
Tease - 100 oC 

• Measured with pulses tp - 300 j.1S, 0 ~ 2 % ** T case'" 25 0 C Unless otherwise stated 
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~ lHOfWSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISGRETS 

MJE 13008 
MJE 13009, A 

NPN HIGH VOLTAGE SWITCHING TRANSISTORS 
TRANSISTORS NPN HAUTE TENSION DE COMMUTATION 

ADVANCE INFORMATION 

High voltage, high speed power switching tran­
sistors designed· for use in inductive circuits 
where fall time is critical. They are suited for line 
operated switchmode applications. 

APPLICATIONS : 

- Switching regulators 
- Inverters 
- Solenoid and relay drivers 

Motor controls 
- Deflection circuits 

ABSOLUTE RATINGS (LIMITING VALUES) 
VALEURS LlMITES ABSOLUES D'UTiLlSA TlON 

Collector-emItter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Collector-emitter voltage 
Tension collecteur-emetteur 

Emitter-base voltage 
Tension' emetteur-base 

Collector current" 
Courant collecteur 

Base current" 
Courant de base 

Power dissipation 
Dissipation de puissance 

Junction temperature 
Temperature de jonction 

Junction-case thermal resistance 
Resistance fhermique jonction-boitier 

.. tp - 5 ms, a - 10% max 

50, rue Jean-Pierre Timbaud - B.P. 5 
F . 92403 Courbevoie Cedex FRANCE 
Tel. : (1) 788·50·01 Telex: 610560 F 

T amb - 25 oC 
T case ~ 25 oC 

'ICED 

VCEV 

'lEBO 

IC 
ICM 

'B 
'BM 

Plot 

T, 

1087 

MJE 13008 

300 

600 

VCEOsus 

VCEV 

ICsat 

tf max. 

c ... 
Boilier 

MJE 
13008 

300 V 

600 V 

5A 

700 ns 

MJE MJE 
13009 13009 A 

400 V 400 V 

700 V 850 V 

5A 5A 

700 ns 700 ns 

Collector is connected to case 

Tease = 25 0 C 

MJE 13009 MJE 13009 A 

400 400 V 

700 850 V 

9 V 

12 
A 

24 

6 
A 12 

2 
W 100 

- 65. + 150 DC 

1.25 

September 1982 1/3 



MJE.l3008-MJE 13009, A 

ELECTRICAL CHARACTERISTICS - CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES' 

Test conditions - Conditions de mesure 

- OFF CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES A CETAT BLOOUE 

VCEOsus 
300 V MJE 13008 

IC - 10 rnA, IB - 0 400 MJE 13009, A 

1 VCEV·max., VBE - -1,5 V 
ICEV V 

5 VCEV max., VBE - -1,5 V, Tease - 100 0 C 

lEBO 1 rnA VEB - 9 V, IC - 0 

•• ON CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES A CETAT CONDUCTEUR 

8 40 IC - 5 A, VCE - 5 V 
hFE 

6 30 IC - 8 A, VCE - 5 V 

1 IC - 5 A, IB - 1 A 

1,5 IC - 8 A, IB - 1,6 A 
VCEsat V 

3 IC - 12 A, IS - 3 A 

2 IC - 8 A, 18 ~ 1,6A Tease - 100 0 C 

1,2 IC - 5 A, IB - 1 A 

VSEsat 1,6 V IC - 8 A, IS - 1,6 A 

1,5 IC - 8 A, IB - 1,6 A Tease - 100 oC 

DYNAMIC CHARACTERISTICS - CARACTERISTIOUES OYNAMIOUES 

• T case ~ 25 oC unless otherwise stated 

u tp '" 300 ~IS, Ii - 2 % 

2/3 
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IC - 500 rnA, VCE - 10 V, f - 1 MHz 

VCB - 10 V, IE - 0, f - 0,1 MHz 



WE 13OO8-MJE 13Q09. A 

SWITCHING CHARACTERISTICS - CARACTERIST/QUES DE COMMUTATION' 

Test conditions - Conditions de mesure 

R .... tlv. load - Charge resistive 

I(j 0,06 0,1 

Ir 0,45 1 
Vee - 125 V, tc - 8 A, 

~s 

Is 1,3 3 IS1 - IS2 - 1,6 A, Ip - 25 ~s 
IS 1 % max. 

If 0,2 0,7 

Inductive load - Charge inductive 

Ie - B A, Vclamp - 300 V, 

IS1 - IS2 - 1,6 A, VES - 5 V, Tease - 100 oe 

• T case - 25 oC Unless otherwise stated 

3/3 
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ERRATA: 

Pour tous les transistors 

BD 905, 907, 909, 911 - page 227 
BD 906, 908, 910, 912 - page 231 

la valeur de h21 E a VCE = 4V IC = 0,5A 

est de 40 min. et 350 max. 

1090 
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DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 
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cases 
boTtiers 



JEDEe, SITE LESe AND THOMSON eSF DSD (eB ... ) number cases 
numeros de boitiers, JEDEC, SITELES( ET THOMSON (SF DSD ((B ... ) 

ISO-TOP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...... CB 2B5 

ISO-TOP GIANT (ISO-TOP GEANT) ................................... CB 413 

ISO-TOP SCREWABLE (VISSABLE) ..................................... CB 416 

~~ ........................................................ a~ 
T03 ......................................................... CBI9 

T03 modified (modifie) ............................................ CB 159 

T039 ........................................................ CB 7 

TO~ .................................................... .... an 
TOB3 ........................................................ CB 183 

TO 218 (TOP 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......... CB 244 

T0220AB ..................................................... CB 117 

1092 



CB 7 (TO 39) 

0.74 

CB 72 (TO 66) 

L----,. 
i 

J 
8,64 

i.-- ~-

i 

CB 19 (TO 3) 

29,9 
30,4 

CB 117 (TO 220 AB) 

o 0.2l.... 1 I 91t,n 

-0'" ~ J . --j 

24,3L_. _,_ 
'24.43 

1093 

, JL 
I 13,9 
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CB 159 (TO 3 modified) 

CB 183 (TO 83) 

2°utputs 
Sorties 

CB :M4 (TOP 3 . TO 218) 

15,2 

5,5 5,5 

5,46 

5.46 

! 
I .. 

, 
I 
I , 

t 

29.7 
29,6 

16,89 

40,13 "'ox, ____ _ 

12) 2286 max 

3.81 max. 

I 
I ! ! 

I JI ; It) 1,5 I JL II 13,9 

u. .. ------+-----1 
29,9 .. 
30,4 

60 max 

M 12 

6 pans 27 sur plats 

CB 283 (MU 86) 

4,5 

2,8 

1094 



CB 285 (lSO·TOP) 

9.5 10.9 
10.5 11.3 

0.75 
0.85 

Marking clear 
Marquage . en clair 
Note Pin 3 may be omit1ed 

La broche 3 peut efre amlse 

CB 413 (Giant ISO·TOP) 

.nO:> 
N~ 

37,4 

CB 418 (ISO·TOP Screweble) 

Marklnq clear 
MarOUc1Qe en clair 
Nolf' Pin:1 max be omitted 

LA broche 3 peut etre amlse 

13.6 

45.3 
46.1 

M3 

-r 
~ 
23.55 

L 
1.9~ 

2.05 

1095 

9.2 
9.8 

30.25 
38.90 
39.10 

4 Outputs 
Sorties 

~t, .., 79 

U 
-1rvi51--

10° TYP 302 
3.02 10" TYP 45" -\~ 

3,35T\f--f!jwff aJo q5" 
0,78 T~" 0 78 
~4.67/---15.18~ 

4.90 5.35 . 

4 OUTPUTS 
4 SORTIES 

4 Outputs 
Sorties 
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THOMSON·CSF 
DIVISION 
SEMICONDUCTEURS DISCRETS 
DIRECTION COMMERCIALE 

50, rue Jean-Pierre Timbaud 
B.P. 5/92403 Courbevoie Cedex 
Tel. : (1) 788.50.01 
Telex: 610560 F 

RESEAU DE VENTE 
THOMSON·CSF 
SRD 
Chemin des Pennes au Pin 
Plan de Campagne 
13170 LES PENNES MIRABEAU 
Tel. : (42) 02.91.08 
Telex: 440 076 F 

RESEAU DE DISTRIBUTION FRANCE (15 octobre 1982) 

R6glon parlslenne 
THOMSON·CSF COMPOSANTS 
DISTRIBUTION 
30. avenue de la Republique 
B.P.l 
94800 VILLEJUIF 
Tel. :677.81.71 
Telex: 260 743 F 

CODICOM 
52. quai des Carrieres B.P. 43 
94220 CHARENTON 
Tel. : 375.95.92 Telex: 680 363 F 

OALLEC 
40, rue des Fontenelles 
92000 NANTERRE 
Tel.: 774.76.86 
Telex: 613 232 F 

29, rue Raymond Losserand 
75014 PARIS 
Tel. : 322.70.85 
Telex: 204 363 F 

OEDIS 
53, rue de Paris 
92100 BOULOGNE 
Tel. : 604.81.70 
Telex: 270 191 F 

Nord 

SIDE (CODICOM) 
Avenue Robert Schuman 
C2 Residence de l'Europe 
59370 MONS·EN·BAROEUL 
Tel. : (20) 04.75.08 

Ouest 

DIRECTS.A 
151·153, rue de Constantine 
B.P.4012 
76021 ROUEN Cedex 
Tel. : (35) 98.17.98 
Telex: 770.842 F 

OUEST COMPOSANTS 
57. rue Manoir de Servigne 
Z.I. Route de Lorient B.P. 3209 
35013 RENNES CEOEX 
Tel. : (99) 54.01.53 
Telex WESCOMP 740 311 F 

RIME 
Rue de la Outee B.P. 38 
44800 ST HERBLAIN 
Tel. :(40)46.12.00 
Telex: 710.084 F 

SIDE (CODICOM) 
Residence Front de Seine 
41, quai du Havre 
76000 ROUEN 
Tel. : (35) 98.22.99 

Sud·Ouest 

AOUITAINE COMPOSANTS 
Parc industriel Bersol BP 81 
Avenue Gustave Eiflel 
33605 PESSAC CEOEX 
Tel. : (56) 36.40.40 
Telex: 550 696 F 

«Le Moulin Apparent. 
Route de Paris 
86000 POITI ERS 
Tel. : (49) 88.60.50 

Est 

CODIREL (CODICOM) 
Rue du Grand Veon 
l0000TROYES 
Tel. : (25) 82.17.43 

DOCKS ELECTRIOUES LYONNAIS 
2, rue de l'Escaut 
l.1. de St Apollinaire 
21000 OIJON 
Tel. : (80) 71.57.45 
Telex: 350.833 F SOLEP SAPOL 

SELFCO 
31, rue du Fosse des Treize 
67000 STRASBOURG 
Tel. : (88) 22.08.88 
Telex: 890 706 F 

S.L.R.D. 
36, rue des Jardins 
Le Ban St Martin B.P.l 
LONGEVILLE·LES·METl 
57023 M ETl CEO EX 
Tel. : (87) 32.53.12/32.26.22 
Telex: 860 177 F 

Centre et Centre·Ouest 

AUVERLEC 
l.1. 2, rue de I'lndustrie B.P. 2 
63800COURNON O'AUVERGNE 
Tel.: (73)84.76.62 
Telex: 392 623 GOTEL 

Ets P. GOUTEYRON 
17·21, rue Fulton· l.1. Nord 
87100 LIMOGES 
Tel. : (55) 37.42.81 
Telex: 580 643 F 

SEDRE 
11, rue du 11 Novembre 
42100 ST ETIENNE 
Tel. . (77) 32.80.57 

Rh6ne·Alpes 

DOCKS ELECTRIOUES LYONNAIS 
8, rue des Fn;res L & E Bertrand 
69632 VENISSIEUX 
Tel. : (78) 00.86.97 
Telex: 340 189 F 

PELLET ET SOLIGNAC 
B.P.136 
38431 ECHI ROLLES CEOEX 
Tel. : (76) 22.05.09 
Telex: 980 938 SOLEPGR 

SEDRE 
Av. du Vercors 
Corenc·Montfleury 
38700 LA TRONCHE 
Tel. :(76)90.71.18 
Telex: 980 936 

10·12, rue Jean Bourgey 
69100 VILLEURBANNE 
Tel. . (78) 68.30.96 

M idi·Pyrenees 

SODIMEP 
8, avo Leon Viala B.P. 31028 
31400 TOULOUSE 
Tel. :(61)52.01.21 
Telex: 530737 

SPELECS.A. 
55, bd de Thibaud 
31084 TOULOUSE CEOEX 
Tel. . (61) 41.05.00 
Telex: 530 777 F 

C6ted'Azur 

DIMEL 
Le Marino· Av. Claude Farrere 
83000 TOU LON 
Tel. :(94)41.49.63 
Telex: 430 093 

SRD 
Chemin des Pennes au Pin 
Plan de Campagne 
13170 LES PENNES MIRABEAU 
Tel. : (42)02.91.08 
Telex: 440 076 F 



SALES NETWORK (October 15, 1982) 

AUSTRALIA 

CONSULAUST INTERNATIONAL Pty Ltd 
Postal Box 357 
734 Riversdale Road 
CAMBERWELL, VIC 3124 
Tel. : 03.836.25.66 Telex: 37455 CONAUS AA 

AUSTRIA 

THOMSON·CSF Elektronlsche Anlagen GmbH 
Hasenauerstrasse 45 
A.II80WIEN 
Tel. : (222) 34.42.91 Telex: 135572 TCSF WA 

BELGIUM and The NETHERLAN OS 

THOMSON S.A.·N.V. 
363 Avenue Louise B.P. 10 
B·l050 BRUXELLES 
Tel. : (2) 648.64.85 Telex: 23113 THBXL B 

THOMSON S.A.·N.V. 
Vaartweg 27B 
5109· RAs'GRAVENMOER 
The NETHERLANDS 
Tel. :(16) 231.76.00 Telex: 54819THOM 1 NI 

BRAZIL 

THOMSON·CSF Componente. do Brasil 
Avenida Roque Petroni Junior, 23 
Broo Klin 
SAO PAULO CEP 04707 
Tel. : (11) 542.47.22 Telex: 1124226 TCSF BA. 

CANADA 

THOMSON·CSF Canada Ltd 
Components Department 
350 Sparks Street 1 Suite 701 
OnAWA KIR 7S8 
ONTARIO 
Tel. : (613) 236.36.28 Telex: 533796 TESAFIOn 

DENMARK 

SCAN SUPPLY 
20 Nannasgade 
DK·2200 COPENHAGEN 
Tel.: (01)83.50.90 Telex: 19037 SCAPLY OK 

FINLAND 

OY TOP COMPONENTS AB 
Kolmas Unja 16 B 22 
SF-00530 HELSINKI 53 
Tel. :(90)75.04.14 Telex: 125200 TOPCOSF 

GERMANY (WEST) 

THOMSON·CSF Bauelemente GmbH 
Perchtinger Str. 3 
Postfach 70 1909 
8000 MONCHEN 70 . 
Tel. : (089) 7879.0 Telex: 522916 

GREECE 

MAKONIK A. LUCINI and CO. OE 
90 Achilleus Street 
KALLITHEA 
ATHENES 
Tel. : (30) 1.941.93.29 Telex: 219150 MAKO GR 

FAR EAST ASIA 

THOMSON·CSF Far East Ltd 
401·402 Houston Centre 
Ching Yee Road· TSimshatsui East 
KOWLOON 
HONG KONG 
Tel. : (3) 721.96.82 Telex: 40766 TCFE HX 

INDIA 

MELTRON 
(MAHARASHTRA ELECTRONICS Corp Ltd) 
Plot 214 . Backway 
Raheja 1 center 13th floor 
Nariman Point 
BOMBAY 400.021 
Tel. : 240.536 Telex 0114506 

IRAN 

FARATEL 
PO Box 1111682 
21 Kandovan Alley Opp. Villa 
Enghelab Ave. 
TEHERAN 
Tel. :(98)21.67.00.01/5 Telex: 213071 FARAIR 

ITALY 

THOMSON·CSF Componentl 
Via M. Gioia 72 
1·20125 MILANO 
Tel. : (2) 666.41.41 Telex: 330.301 TOMCO·I 

THOMSON·CSF Componentl 
Lungotevere Dei Mellini 45 
00193 ROMA 
Tel. :(6)31.92.42.34 Telex .614065 

JAPAN 

THOMSON·CSF Japan K.K. 
Components and Tubes Dept. 
TBR Bldg 701 
Kojimachi 5·7 
Chiyoda·Ku 
TOKIO 102 
Tel. :(3)264.63.46 Telex: 2324241 THCSF.J 

MEXICO 

COBRA"ELECTRONICA SA 
Peten Norte 15 bis 
Col Narvarte 
MEXICO 12DF 
Tel.: (52) 5.355.59.34 Telex: 1772108 COELME 



MORROCO 

SFRM 
59, Allee qes Orangers 
AINSEBAA 
Tel. : (212) 35.08.44 Telex: 26944 

NORWAY 

TAHONICAIS 
Postboks 140 Kaldbakken 
KAKKELOVNSKROKEN 2 
N·OSL09 
Tel. : (02) 16.16.10 Telex: 17397 TONIC N 

PORTUGAL 

Sd COM RUALDO 
Rua S. Jose 15 
P·LlSBAO 2 
Tel. :(351) 19.36.37.25 Telex: 16447 Cable RUALDO 

SOUTH EAST ASIA 

THOMSON·CSF Components SEA 
Units 50·70, 4TH Floor, Block 15 
996 Bendemeer Road 
Kallang BaSin Industrial Estate 
SINGAPORE 1233 
Tel. . (65) 295.31.24 Telex. RS 36124 TC SEA 

SOUTH AFRICA 

PACE ELECTRONIC COMPONENTS PTY Ltd 
PO Box 701 
Isando 1600 
TRANSVAAL 

SPAIN 

THOMSON·CSF Componentes y Tubos 
Calle Almagro N'3· 6e Izq. 
E·MADRID·4 
Tel. . (1) 419.66.91/419.65.51 Telex' 46033 

THOMSON·CSF Componentes y Tubos 
Poligono Industrial Fontsanta Galle H SIN 
San Juan Despi 
E·BARCELONA 
Tel. : (3) 373.30.11 Telex: 53077 

SWEDEN 

THOMSON·CSF Komponenter & Elektronror AB 
Sandhamnsgatan 65 Box 27080 
S·10251 STOCKHOLM 
Tel. : (08) 22.58.15 Telex: 12078 THCSF S 

AB RIFA 
Isaljordsgatan 10 ·16 
STOCKHOLM ·KISTA 
Tel. : (08) 752.25.00 
Telex: 13690 

TH'S ELEKTRONIK AB 
BOX 3027 
Arrendevagen 36 
16303 SPANGA 
Tel. : (08) 36.29.70 Telex: 11145 

SWITZERLAND 

MODULATOR SA 
Konizstrasse 194 
CH·3097 BERN·LlEBEFELD 
Tel. : (31) 59.22.22 Telex: 32431 MOBER 

TURKEY 

BARKEY SANAYI MALZEMELERI 
TEMSILCIUK Ltd SIRKETI 
PO Box 58 
OSMAMBEY ·ISTAMBOUL 
Tel. : 48.91.47·47.97.40 Telex. 23401 HEN TR 

UNITED KINGDOM and IRELAND 

THOMSON·CSF Components and Materials Ltd 
Ringway House Bell Road 
DANNESHILL 
BASINGSTOKE· HANTS RG 24·000 
Tel. : (256) 29.155 Telex: 858865 

TRANSWORLD SCIENTIFIC Ltd 
Richardson street 
HIGH WYCOMBE 
BUCKS HPII 2QH 
Tel. : (494) 36.381 Telex: 837236 

U.S.A. 

THOMSON·CSF Components Corporation 
6660 Va riel Avenue 
CANOGA PARK CALIFORNIA 91303 
Tel. :(213)887.10.10 Telex 698481 

Twx: 9104941954 

~ lHOMSON-CSF 
DIVISION SEMICONDUCTEURS DISCRETS 

50. rue Jean-Pierre Timbaud 
B.P. 5/92403 Courbevoie Cedex 
Tel. : (1) 788.50.01 
Telex: 610560 F 
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